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Предисловие 


Коренным вопросом экономической стратегии партии на современном этапе является, как 
отмечалось на ХХУП съезде КПСС, ускорение научно-технического прогресса. Задачей первосте- 
пенной важности является полное удовлетворение возрастающего спроса населения на разнооб- 
разные высококачественные товары народного потребления, в том числе предметы культурно-бы- 
тового назначения. 

Успешно решить эту задачу невозможно без широкого внедрения электроники и особенно 
микроэлектроники, которая обеспечивает разработку разнообразной радиоэлектронной аппара- 
туры, отвечающей взыскательным требованиям современного потребителя. 

Применение микросхем облегчает расчет и проектирование функциональных узлов и блоков 
радиоэлектронной аппаратуры, ускоряет процесс создания принципиально новых аппаратов и 
внедрения их в серийное производство. Широкое использование полупроводниковых интегральных 
микросхем в бытовой аппаратуре позволяет повысить ее технические характеристики и надежность, 
значительно улучшить потребительские качества. Поэтому интерес к микросхемам неизменно 
возрастает. 

Отечественной электронной промышленностью освоен выпуск широкой номенклатуры 
микросхем, ежегодно создаются десятки и сотни типов новых приборов для перспективной 
бытовой радиоаппаратуры. В поисках и выборе элементной базы и схемотехнических решений при 
создании аппаратуры существенную помощь может оказать систематизированная информация о 
существующих микросхемах. 

Цель настоящего справочника — ознакомить широкий круг специалистов и радиолюбителей 
лишь с теми микросхемами, которые нашли наибольшее применение в различных видах бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры или являются перспективными для новых разработок, а также дать 
читателю некоторые сведения по построению узлов аппаратуры на этих микросхемах. 

Справочные сведения о микросхемах составлены на основе данных, зафиксированных в 
государственных стандартах и технических условиях на отдельные типы приборов, а также данных, 
полученных авторами в ходе проведения дополнительных испытаний или накопленных в процессе 
работы. Необходимые для нормального функционирования микросхем внешние элементы 
приведены на типовых схемах включения, в которых производится также измерение их 
электрических параметров. 

Наряду с электрическими параметрами в справочнике приведены предельно допустимые 
режимы эксплуатации микросхем. Предельно допустимый режим, как правило, превышает режим. 
работы микросхемы, при котором измеряются ее параметры. При работе микросхемы в предельно 
допустимом режиме не возникает необратимых физических изменений, но электрические параметры 
в этом режиме документом на поставку не нормируются. Превышение предельно допустимого 
режима может вызвать отказ микросхемы, ускоренную деградацию ее параметров или нарушение _ 
функционирования. 

Ввиду ограниченного объема справочника описание работы микросхем и типовых схем 
включения приводится только в необходимых случаях, например, для сложных многофункцио- 
нальных или ранее неопубликованных схем. После описания каждой микросхемы в качестве 
дополнительной информации даются ссылки на литературу, в ор содержатся сведения о 
других вариантах применения данной микросхемы. 

В нашей стране находится в эксплуатации значительный ‘ассортимент импортной радио- 
электронной аппаратуры. При ее ремонте иногда требуется замена микросхем. С этой целью в 
справочнике приводятся сведения об отечественных микросхемах и их зарубежных аналогах. 
Наряду с полными аналогами, которые могут быть заменены без каких-либо изменений схемы и 
режимов или нарушения качества работы, есть также однотипные, отличающиеся цоколевкой, 
конструктивным оформлением или некоторыми параметрами. Замена таких микросхем потребует 
переделок в аппаратуре, например перепайки выводов, замены навесных элементов ит. п. 
Подобные микросхемы называют функциональными аналогами, и в справочнике они помечены 
звездочкой. 

Справочник не заменяет официальных документов (паспортов, технических условий, указаний 
по применению), но позволяет потребителю рассмотреть большую совокупность микросхем, 
выпускаемых отечественной промышленностью, их параметры в условиях эксплуатации, сопоста- 
вить их с требованиями, предъявляемыми к аппаратуре, и осуществить правильный выбор как 
серии, так и отдельных типономиналов микросхем. | 


Список основных сокращений 


АМ —амплитудная модуляция 


АПФ — автоматическая подстройка 
фазы 
АПЧ — автоматическая подстройка 
частоты 
АПЧГ — автоматическая подстройка 
частоты гетеродина 
АПЧФ — автоматическая подстройка 
частоты и фазы | 
-~ АРУ — автоматическая регулировка 
усиления 
АРУЗ — автоматическая регулировка 


усиления в канале записи 
АЦП — аналого-цифровой преобразова- 


тель 

АЧХ — амплитудно-частотная характе- 
ристика 

БИС —большая интегральная микро- 
схема 


БУ — блок управления 
BIUH — бесшумная настройка 
ВЧ — высокая частота; высокочастот- 
НЫЙ 
ВУ — видеоусилитель 
ГСП — генератор стирания и подмаг- 
| ничивания 
ГУН — генератор, управляемый напря- 
жением 
ДМВ — дециметровые волны 
ДУ — дифференциальный усилитель 
ЗГ — задающий генератор 
ЗУ —запоминающее устройство 
ИМС — интегральная микросхема 
КИ — кадровый импульс 
KCH -—-кадровый синхроимпульс 
КСС — комплексный стереосигнал 
МВ — метровые волны 
МЗР — младший значащий разряд 
МР— младший разряд 
НЧ — низкая частота 
ОС-- отклоняющая система 
ООС — отрицательная обратная связь 
ОУ — операционный усилитель 
ОХ — обратный ход 
ПАВ — поверхностная 
‚ волна 


ПАЛ — система цветного телевидения 
со строчно-переменной фазой от 
РАГ. — Phase Alternating Line 

: ПОС — положительная обратная связь 
ПФ — полосовой фильтр 
ПЧ — промежуточная частота 
ПЦТС— полный цветовой телевизион- 
ный сигнал 


акустическая 


СБИС — сверхбольшая 
схема 
СВ— средние волны 
СД — синхронный детектор 
СЕКАМ — система цветного телевидения с 
последовательной передачей и 
памятью от SEKAM — Systeme 
Sequentiel Couleurs a Memoire 
СК — селектор каналов 
СК — Д— селектор каналов дециметровых 
BOJIH 
СК — M — селектор 
BOJIH 
C3P — старший значащий разряд 
СР —старший разряд 
CCH — строчный — синхронизирующий 
импульс 
СФ — синхронный фильтр 
CLIC — схема цветовой синхронизации 
СИП — строчный импульс привязки 
СИ ОХ — строчный импульс обратного 
хода 
УВЧ — усилитель высокой частоты 
УВХ — устройство выборки — хранения 
УЛЗ — ультразвуковая линия задержки 
УНЧ — усилитель низкой частоты 
УПЧ — усилитель промежуточной час- 
тоты 
УПТ — усилитель постоянного тока 
УПЧЗ — усилитель промежуточной yac- 
тоты звука 
УПЧИ — усилитель промежуточной час- 
тоты изображения 
УКВ — ЧМ — ультракороткие волны с час- 
тотной модуляцией 
ФАПЧ — фазовая автоматическая TON- 
стройка частоты 
ФВЧ — фильтр верхних частот 
ФД — фазовый дискриминатор 
ФНЧ — фильтр нижних частот 


интегральная 


каналов . метровых 


ФПЧ — фильтр промежуточной vac- 
тоты 

ФСС — фильтр  сосредоточенной ce- 
лекции 

ЦАП — цифро-аналоговый преобразова- 
тель 


ЧД — частотный детектор 
ЧМ — частотная модуляция 
ШИМ — широтно-импульсная 
ляция 
ЭДС — электродвижущая сила 
ЭК — электронный коммутатор 
ЭП —эмиттерный повторитель 
УН$ — формат кассеты в бытовой BH- 
деозаписи от Video Home System 


моду- 


Раздел первый 


Общие сведения об интегральных микросхемах 


1.1. Термины и определения 


Микроэлектроника —одно из ведущих, 
быстроразвивающихся направлений cospe- 
менной электроники. Ее зарождение и высо- 
кие темпы развития были предопределены 
резким увеличением в 50—60-х годах функ- 
ций, выполняемых радиоэлектронной аппа- 
ратурой, и повышением требований к ее 
надежности. 

Первые попытки упорядочить вопросы тер- 
минологии в микроэлектронике как в оте- 
чественной, так и в международной прак- 
тике были сделаны во второй половине 60-х 
годов. В настоящее время в нашей стра- 
не действует ГОСТ 19480—89 «Микросхемы 
интегральные. Термины и определения». В 
соответствии с этим ГОСТ, а также ort- 
раслевыми стандартами ниже приведены тер- 
мины и их определения, широко применяе- 
мые в областях, связанных с микроэлек- 
троникой. 

Интегральная микросхема (ИМС) -- микро- 
электронное изделие, выполняющее определен- 
ную функцию преобразования, обработки сиг- 
нала и имеющее высокую плотность упаковки 
электрически соединенных элементов (или эле- 
ментов и компонентов и (или) кристаллов), 
которос с точки зрения требований к испыта- 
ниям, приемке, поставке и эксплуатации рас- 
сматривается как единое целое. 

Элемент интегральной микросхемы —- часть 
интегральной микросхемы, реализующая функ- 
цию какого-либо электрорадиоэлемента, кото- 
рая выполнена нераздельно от кристалла или 
подложки и не может быть выделена как 
самостоятельное изделие с точки зрения требо- 
ваний к испытаниям, приемке, поставке и 
эксплуатации. 

Компонент интегральной микросхемы — часть 
интегральной микросхемы, реализующая функ- 
ции какого-либо электрорадиоэлемента, кото- 
рая может быть выделена как самостоятельное 
изделие с точки зрения требований к испыта- 
ниям, приемке, поставке и эксплуатации, 

Кристалл интегральной микросхемы —- часть 
полупроводниковой пластины, в объеме и на 
поверхности которой сформированы элементы 
полупроводниковой микросхемы, межэлемент- 
ные соединения и контактные площадки. 

Подложка интегральной микросхемы — заго- 


товка, предназначенная для нанесения на нее 
"элементов гибридных и пленочных интеграль- 
ных микросхем, межэлементных и (или) меж- 
компонентных соединений, а также контактных 
площадок. | 

Плата интегральной — микросхемы — часть 
подложки (подложка) гибридной (пленочной) 
интегральной микросхемы, на поверхности ко- 
торой нанесены пленочные элементы микро- 
схемы, межэлементные и межкомпонеятные COC- 
динения и контактные площадки. 

Контактная площадка интегральной микро- 
схемы — металлизированный участок на плате 
или на кристалле, служащий для присоединения 
выводов компонентов и интегральных микро- 
схем, перемычек, а также для контроля ее 
электрических параметров и режимов. 

Корпус интегральной микросхемы — часть 
конструкции интегральной микросхемы, пред- 
назначенная для защиты микросхемы от внеш- 
них воздействий и для соединения с внешними 
электрическими цепями посредством выводов. 

Позиция вывода — одно из нескольких рав- 
ноотстоящих друг’ от друга местоположений 
выводов на выходе из тела корпуса, располо- 
женных по окружности и в ряду, которое может 
быть занято или не занято выводом. Каждая 
позиция вывода обозначается порядковым но- 
мером. 


номинальным положением осей (плоскостей 
симметрии) позиций выводов. 

Установочная плоскость — плоскость, на ко- 
торую устанавливается интегральная микро- 
схема. 

Ключ — конструктивная особенность, позво- 
ляющая определить вывод под номером один, 

Бескорпусная интегральная микросхема — не 
имеет собственного корпуса, широко применя- 
ется при создании микросборок и микроблоков 


_(гостированного определения не имеет). Для 


соединения с внешними электрическими цепями 
бескорпусная ИМС имеет собственные выводы, 
а ее полная защита обеспечивается корпусом 
устройства, в которое эта ИМС установлена. 

Вывод бескорпусной интегральной микросхе- 
мы — проводник, соединенный с контактной 
площадкой кристалла интегральной микросхе- 
мы и предназначенный для электрического 
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соединения и механического крепления бескор- 
пусной интегральной микросхемы при ее сое- 
динении с внешними электрическими цепями. 

Плотность упаковки интегральной микросхе- 
мы — отношение числа элементов и компонен- 
тов интегральной микросхемы к ее объему 
(объем выводов не учитывается). 

Степень интеграции интегральной микросхе- 
мы — показатель степени сложности микросхе- 
мы, характеризуемый числом содержащихся 
в ней элементов и компонентов (степень интег- 
рации ИМС определяется по формуле К=18М, 
где Кб— коэффициент, определяющий степень 
интеграции, значение которого: округляется до 
ближайшего целого числа; М— число элементов 
и компонентов интегральной микросхемы, 
в том числе содержащихся в составе компонен- 
тов, входящих в интегральную микросхему). 
В соответствии с этой формулой различают 
интегральные микросхемы: 

первой степени интеграции до 10 элементов 
и компонентов включительно; 

второй степени интеграции от 11 до 100 


элементов и компонентов; 

третьей степени интеграции от 101 до 1000 
элементов и компонентов; 

четвертой степени интеграции от 1001 до 


10000 элементов и компонентов; 

пятой степени интеграции от 
100000 элементов и компонентов. 

Серия интегральных микросхем — совокуп- 
ность типов интегральных микросхем, которые 
могут выполнять различные функции, имеют 
единое технологическое исполнение и предназ- 
начены для совместного применения. 


10001 до 


Большая интегральная микросхема (БИС) — 


интегральная микросхема, содержащая 500 
и более элементов, изготовленных по биполяр- 
ной технологии, или 1000 и более элементов, 
изготовленных по МДП-технологии. 

Сверхскоростная интегральная микросхема — 
интегральная микросхема, имеющая время ус- 
тановления для цифровых сигналов менее 
2,5 нс/ЛЭ (JID — логический элемент) или HHX- 
нюю границу рабочего диапазона частот не 
менее 300 МГц. 


1.2. Классификация и условные 
обозначения микросхем 


По принятой системе классификации [2] все 
выпускаемые отечественные ИМС подразделя- 
ются на группы, подгруппы и виды. 

Классификационным признаком существую- 
щих трех групп микросхем является их конст- 
руктивно-технологическое исполнение, в зави- 
симости от которого различают [1]: , 

полупроводниковые HMC — интегральные 
микросхемы, все элементы и межэлементные 
соединения которых выполнены в объеме и на 
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поверхности 
материала; 

гибридные ИМС — интегральные микросхе- 
мы, содержащие кроме элементов компоненты 
и (или) кристаллы; 

прочие ИМС (пленочные, 
рамические ит. п.). 

Принадлежность конкретной микросхемы 
к соответствующей группе отражает первая 
цифра условных обозначений ИМС: 

5, 6, 7— полупроводниковые; 

2, 4, 8 —гибридные; 

3 — прочие. 

Классификационным признаком деления 
ИМС на подгруппы и виды является характер 
выполняемых ими функций в радиоэлектронной 
аппаратуре (например, подгруппы: генераторы, 
усилители, коммутаторы и ключи, преобразо- 
ватели; виды: коммутаторы тока, напряжения | 
ит. п.); деление ИМС на подгруппы, их виды 
и условные обозначения приведены в табл. 1.1. 


исходного Полупроводникового 


вакуумные, ке- 


Таблица 1.1 


Подгруппа Вид ИМС Буквенное 
ИИС обозначе- 
ние под- 
группы и 

вида 


Генера- |Гармонических сигналов 


торы Прямоугольных сигналов 
(мультивибраторы, — бло- 
кинг-генераторы и др.) ГГ 
Линейно изменяющихся 
сигналов ГЛ 
Сигналов специальной 
ри ГФ 
ума ГМ 
Прочие ГП 


Амплитудные 


торы Частотные 
Фазовые МФ 
Импульсные МИ 
\прочие МП 


Форми- 
PORREN |90 


ры прямоугольной 
мы (ждущие мульти- 


- | вибраторы,  блокинг-гене- 
раторь и др.) АГ 

мпульсов специальной 
рмы АФ 
ресных токов АА 
Разрядных токов АР 
Прочие АП 


Высокой частоты 
Промежуточной частоты 
Низкой частоты 


тели 


Подгруппа 
ИМС 


Фильтры 


Преоб- 
разова- 
тели 
сигна- 
лов 


Детекто- 
ры 


Комму- 
таторы 


Наборы 
элемен- 
TOB 


Много- 
функцио- 
нальные 


Продолжение табл. 1.1 


Вид ИМС 


Широкополосные 
Импульсных сигналов 
Повторители 

Считывания и воспроизве- 
дения 

Индикации 

Постоянного тока 
Операционные 
Дифференциальные 


Верхних частот 


Режекторные 
Прочие 


Частоты 

Длительности 
Напряжения (тока) 
Мощности 

Уровня (согласователи) 
Аналого-цифровые 
Цифроаналоговые 

Код— код 
Синтезаторы частоты 


'Делители частоты анало- 


говые 
Умножители частоты ана- 


Амплитудные 
Импульсные 
Частотные 
Фазовые 
Прочие 


Тока 
Напряжения 
Прочие 


Диодов 
Транзисторов 
Резисторов 
Конденсаторов 
Комбинированные 
Функциональные 
Прочие 


Аналоговые 
Цифровые 
Комбинированные 


Буквенное 
обозначе- 


а 


Фото- 
чувстви- 
тельные 


схемы с 


зарядо- 
ВОЙ 
CBA3bIO 


Схемы 
источни- 


KOB BTO- 


ричного 
электро- 
питания 


Продолжение табл. 1.1 


Вид ИМС 


Амплитудные (уровня сиг- 
налов) 
Временные 

астотные | 
Компараторы напряжения 
Прочие 


Универсальные (типа JK) 
С раздельным запуском 
и RS) 

задержкой (типа D) 
Счетные (типа 


(типов 


Матричные 
Линейные 
Прочие 


Выпрямители 
Преобразователи 
Стабилизаторы 

ния непрерывные 
Стабилизаторы 

ния импульсные 
Стабилизаторы тока 
Схемы управления HM- 
пульсными стабилизатора- 
ми напряжения 

Схемы источников вторич- 


‚| ного электропитания 


-~ Логичес- 


кие эле- 


‚ менты 


Прочие 

Элемент И 

Элемент НЕ 
Элемент ИЛИ 
Элемент И—НЕ 
Элемент ИЛИ—НЕ 
Элемент И— ИЛИ 


Буквенное 
обозначе- 


ние под- 


Noarpyune 


Логиче- 
ские эле- 
менты 


Схемы 
цифро- 
вых уст- 
ройств 


Схемы 
запоми- 
нающих 
уст- 
ройств 


Схемы 
вычисли- 
тельных 
средств 
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Продолжение табл. 1.1 


Вид ИМС 


Элемент И—НЕ/ИЛИ— 
НЕ 


Элемет И—ИЛИ—НЕ 

Элемет И—ИЛИ—НЕ/ 
И—ИЛИ 

Элемент ИЛИ—НЕ/ИЛИ 

Расширители 

Прочие 


Регистры 
Сумматоры 
Полусумматоры 
Счетчики 
Шифраторы 
Дешифраторы 
Комбинированные 
Арифметико-логические 
а 

рочие 


Матрицы оперативных за- 
поминающих устройств 
Матрицы постоянных за- 
поминающих устройств 
Оперативные запоминаю- 
щие устройства 
Постоянные — запоминаю- 


щие устройства с возмож- 
ностью однократного про- 
граммирования 
Запоминающие устройства 
на ЦМД 
Постоянные 
щие устройства с возмож- 


запоминаю- 


ностью многократного 
электрического  перепрог- 
аммирования | 
остоянные — запоминаю- 
щие устройства с ультра- 
фиолетовым стиранием и 
электрической записью ин- 
и 
ссоциативные запоми- 
нающие устройства 
Прочие 


МикроЭВМ 
Микропроцессоры 
Микропроцессорные секци 
Схемы микропрограммно- 
го управления | 
Функциональные расшири- 
тели 

Схемы синхронизации 
Схемы управления преры- 
ванием 


Буквенное 
обозначе- 
ние под- 
группы и 
вида 


ЛБ 
ЛР 
ЛК 


JIM 
ЛД 
ЛП 


РМ 
РВ 
PY 


PT 
РЦ 


РР 


ВН 


табл. 1.1 


Подгруппа Буквенное 
ИМС обозначе- 
ние под- 
группы и 


вида 


Схемы |Схемы управления BBO- 


вычисли- | дом — выводом (схемы ин- 
тельных |терфейса) ВВ 
средств |Схемы управления na- 
MATbIO BT 
Функциональные преобра- 
зователи информации 
(арифметические, тригоно- 
метрические,  логариф\!и- 
ческие, быстрого npeoòpa- 
зования Фурье и др.) ВФ 
Схемы сопряжения с ма- 
гистралью ВА 
Времязадающие схемы ВИ 
икрокалькуляторы ВХ 
Контроллеры ВГ 
Комбинированные схемы, ВК 
Специализированные схемы| ВЖ 
Прочие ВП. 


Интегральные микросхемы, кроме того, в 
зависимости от вида обрабатываемого сигнала 


делятся на аналоговые и о овые. 

К аналоговым относятся С, предназна- 
ченные для преобразования и обработки сигна- 
лов, изменяющихся по закону непрерывной 
функции. Частным случаем аналоговой ИМС 
является микросхема с линейной характеристи- 
кой (линейная микросхема). | 

К цифровым относятся ИМС, с помощью 
которых преобразуются сигналы, изменяющие- 
ся по законам дискретной функции и выражен- 
ные в цифровом коде. Частным случаем цифро- 
вой микросхемы является логическая микро- 
схема. | 

Следует иметь в виду, что такое строгое 
разделение не всегда имеет место, так как 
появился ряд схем, работа которых основана на 
использовании смешанных сигналов. В первую 
очередь это относится к аналого-цифровым и 
цифро-аналоговым преобразователям. 

ipopost. ИМС, в свою очередь, класси- 
фицируются по трем дополнительным приз- 
накам: 

виду компонентов логической схемы; на 
которых выполняются логические операции над 
входными операциями; 

способу соединения полупроводниковых при- 


‘боров в логическую схему, 


виду связи между логическими схемами. 

В соответствии с перечисленными признака- 
ми логические ИМС можно классифицировать 
следующим образом: 

ТЛ-схемы, входная логика которых выпол- 

няется на диодах; 

ТТЛ-схемы, входная логика которых выпол- 
няется на многоэмиттерном транзисторе; 

ЭСЛ-схемы со связанными эмиттерами; 


Таблица 1.2 


Порядковый номер элемента условного обозначения 


Первый элемент Второй элемент Третий элемент 


Наименование 


Обозначает груп- 


Информацион- 
пу ИМС 


ная составляю- 
щая элемента 


Обозначает номер серии 


Условное обо- |1, 5, 6, 7-—-полу- | Две (00...99) или | Две буквы 


значение эле- ыы три (000... 999) 
мента МС; цифры 

2, 4, 8 — гибрид- 

ные ИМС: 


3 — прочие ИМС 


Обозначает по- 

рядковый номер 

м серии |вид ИМС 
С 


Четвертый элемент 


Обозначает условный номер 
разработки ИМС по функ- 
циональному признаку в 
данной серии 


Обозначает 
подгруппу и 


в | Одна (0...9) или 
соответствии |две (00...99) цифры 


с табл. 1.1 


Примечание, Для микросхем, используемых в устройствах широкого применения (в том числе в быговой аппаратуре). в начале 
условного обозначения (перед первым элементом) добавляется буква «К». 


РТЛ-схемы, входная логика которых Bbl- 
полняется на резисторных цепях; 

РЕТЛ-схемы с резисторно-смкостными CBJ- 
зями. 

О системе условных обозначений микросхем 
в целом можно судить по данным, представ- 
ленным в табл. 1.2. 

Приведем пример условного обозначения 
полупроводниковой микросхемы — амплитудно- 
го детектора с порядковым номером разработ- 
ки серии 175, порядковым номером разработки 
микросхемы в данной серии по функциональ- 
ному признаку 1: 


K 1 7 ДА 1 


Илодиь4 помер 
разрадетки микро- 
сдемьы O данной ce- 
puu no Qynkuuo- 
HANbHONY признаку 


Buð (no Qynnuuonanm- 
Hony назначению) 


Подгруппа 
Поряйкобый помер разрадетки 
P annoa серии PR 


Группа (no roncmpynmubno-mexnonosu- 
VECKONY ислоливнию) 


Микросхема широкого применения 


Иногда в конце условного обозначения до- 
бавляются буквы, характеризующие отличие 
микросхем одного типа по электрическим пара- 
метрам (технологический разброс электрических 
параметров данного типономинала). Конечная 
буква при маркировке может быть заменена 
цветной точкой. Цвет маркировочной точки 
указывается в технических условиях на микро- 
схемы конкретных типов. 


Кроме того, в некоторых сериях перед 
условным обозначением указываются различ- 
ныс буквы, характсризующие особенности KOH- 
структивного исполнения: 

—- для бескорпусных микросхем; 

М — в керамических корпусах: 

Н—в миниатюрных металлокерамических 
корпусах: 

_ Р—-в пластмассовых корпусах; 

Фр— в миниатюрных пластмассовых корпу- 
сах. | 
Причем для бескорпусных микросхем кроме 
буквы «Б» перед номером серии в конце 
условного обозначения микросхемы через дефис 
указывают цифру. характеризующую модифика- 
цию конструктивного исполнения: 

| —с гибкими выводами; 

2—-с ленточными (паучковыми) выводами (в 
том числе на полиимидной пленке); 

3 —с жесткими выводами: 

4 — на общей пластине (неразделенные): 

5 — разделенные без потери ориентировки 
(например, наклеенные на пленку); 

6 —с контактными площадками без выводов 
(кристалл). 

Приведем пример условного обозначения 
полупроводниковой бескорпусной микросхемы 
операционного усилителя серии КБ574 с гиб- 
кими выводами: 


5 374941- 1 


Модификация 
г гибкими 
де/бобами 


Бескорпусная микросхема 
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Пример условного обозначения полупровод- 1.3. Электрические параметры 


никовой микросхемы в пластмассовом корпусе: микросхем 
K P 98 H T 7 A Основные термины, определения и буквен- 
ные обозначения электрических параметров ин- 


Различие MUK- — тегральных микросхем, применяемые в науке и 
ря технике, регламентируются ГОСТ 19480—74 
тричесим  - «Микросхемы интегральные. Термины, опреде- 
параметран ления и буквенные обозначения электрических 
- параметров». Специальные термины и опреде- 
он ления приводятся в отраслевых стандартах и 
технических условиях на интегральные микро- 
Вид (по функциональ- — схемы. Ниже приводятся сведения по электри- 
ному назначению) ческим параметрам интегральных микросхем, 
помещенных в данном справочнике и класси- 
фицированным по размерностям. 
Для условных обозначений производных 


Порядковый помер разработки 
данной Микросхемы параметров используется следующий способ 
записи: 


Группа (no конструктидио-технологи- r 
YECKONY исполнению) i 


X — буквенное обозначение параметра; 
У, Z— подстрочные индексы буквенных обо- 
значений входных и выходных сигналов; i, 


Подгруппа 


Пластмассодый корпус 


Микросхема широкого применения 


Таблица 1.3. Электрические параметры микросхем и их буквенные обозначения 


Условное Определение 


Термин 
обозначение 


Параметры, имеющие размерность напряжения 


Входное напряжение О Значение напряжения на входе интегральной микросхемы 
| в заданном режиме | 
Чувствительность S Наименьшее значение входного напряжения, при KOTO- 


ом электрические параметры интегральной микросхемы 
оответствуют заданным значениям 


Диапазон входных напря-| АО», Интервал значений напряжений от минимального вход- 
жений ного напряжения до максимального 
Входное напряжение покоя | Uosx Значение напряжения постоянного тока на входе интег- 


ральной микросхемы с невключенным входом или с Hy- 
левым входным сигналом 

Выходное напряжение Uo вых Значение напряжения постоянного тока на выходе интег- 
ральной микросхемы с невключенным входом или нуле- 
вым входным сигналом 


Входное напряжение огра- | Uasrp,»sx Наименьшее значение входного напряжения интеграль- 

ничения ной микросхемы, при котором наступает ограничение 
выходного напряжения 

Напряжение смещения нуля | (см Значение напряжения постоянного тока, которое должно 


быть приложено ко входу интегральной микросхемы, 
| чтобы выходное напряжение было равно нулю или Apy- 
гому заданному значению 


Синфазные входные HANDA- | Uc, вх Значения напряжений меж каждым из входов HH- 
жения | тегральной микросхемы и общим выводом, амплитуды, 
| ma и временное распределение которых совпадают 
Максимальные синфазные |Usġ, вх, max начения синфазных входных напряжений, при которых 
входные напряжения параметры-интегральной микросхемы изменяются на за- 
| | данное значение . 
Выходное напряжение U sux Значение напряжения на выходе интегральной микро- 
схемы в заданном режиме 
Максимальное выходное Ок вах Наибольшее значение выходного напряжения, при кото- 
напряжение | р ром изменения параметров интегральной микросхемы 
| соответствуют заданным значениям 
Минимальное выходное на- | U pux, min Наименьшее значение выходного .напряжения, при KOTO- 
пряжение ром изменения параметров интегральной микросхемы 


соответствуют заданным значениям 
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Термин 
Выходное напряжение ба- 
ланса 


Приведенное ко входу на- 
пряжение шумов 


Остаточное напряжение 


Напряжение срабатывания 
Напряжение отпускания 


Минимальное прямое на- 
пряжение 


Максимальное обратное на- 
пряжение 


Напряжение питания 


Максимальная амплитуда 
импульсов входного напря- 
жения 


Максимальная амплитуда 
импульсов выходного на- 
пряжения 


Входное напряжение высо- 
кого уровня 

Входное напряжение низко- 
го уровня 

Пороговое напряжение вы- 
сокого уровня 


Пороговое напряжение низ- 
кого уровня 


Амплитуда выбросов на- 
пряжения на аналоговом 
выходе 


Напряжение АРУ 


Напряжение задержки АРУ 


Напряжение пульсаций ис- 
точника питания 


Входной ток 


Продолжение табл. 1.3. 


Условное 


обозначение 


Uiii, бл 
Ui, BX 


U ост 
Usps 


Uorn 


Unp, min 


Оъвр, тах 
Un 


U sx, A, max 


Оъых, А, тах 


О» 
= 
U ЕЙ 


U nop 


U, A 


U ary 


Uii APY 


Va п 


Определение 


Значение напряжения постоянного тока на каждом 
выходе интегральной микросхемы относительно общего 
вывода, когда напряжение между выходами равно нулю 
Отношение напряжения собственных шумов на выходе 
интегральной микросхемы при заданных условиях к 
коэффициенту усиления напряжения 
Падение напряжения на выходе пороговой схемы в 
открытом состоянии 
Наименьшее значение напряжения постоянного тока на 
входе, при котором происходит переход интегральной 
микросхемы из одного устойчивого состояния в другое 
Наибольшее значение напряжения постоянного тока на 
входе, при котором происходит переход интегральной 
микросхемы из одного устойчивого состояния в другое 
Наименьшее значение падения напряжения на переходах 
интегральной микросхемы, при котором обеспечиваются 
заданные значения электрических параметров интеграль- 
ной микросхемы 
Наибольшее значение падения напряжения на переходах 
интегральной микросхемы при протекании обратного 
тока 
Значение напряжения источника питания, обеспечиваю- 
щего работу интегральной микросхемы в заданном 

жиме 

аибольшее амплитудное значение импульсов напря- 
жения на входе интегральной микросхемы, при кото- 
ром искажение формы импульсов выходного напряжения 
не превышает заданного значения | 
Наиболышее амплитудное значение импульсов напряже- 
ния на выходе интегральной микросхемы, при котором 
искажение формы импульсов выходного напряжения не 
превышает заданного значения 
Значение напряжения высокого уровня на входе интег- 
альной микросхемы 

начение напряжения низкого уровня на входе интег- 
ен микросхемы 

аименьшее значение напряжения высокого уровня на 
входе интегральной микросхемы, при котором происхо- 
дит переход интегральной микросхемы из одного устой- 
чивого состояния в другое 
Наибольшее значение напряжения низкого уровня на 
входе интегральной микросхемы, при котором проис- 
ходит переход интегральной микросхемы из одного 
инь состояния в другое 

аксимальная амплитуда выбросов напряжения на ана- 
логовом выходе ключа (коммутатора), работающего в 
режиме переключения при отсутствии коммутируемого 
напряжения 
Значение напряжения на регулирующем входе интег- 
ральной микросхемы, обеспечивающее регулировку ко- 
ен усиления в заданных пределах 

аибольшее абсолютное значение напряжения на уп- 
равляющем входе интегральной микросхемы, при кото- 
ом ее коэффициент усиления остается неизменным 
начение переменной составляющей напряжения источ- 
ника питания на выводах питания интегральной микро- 
схемы 


Параметры, имеющие размерность тока 
Г 


Значение тока, протекающего во входной цепи интег- 
ральной микросхемы в заданном режиме 
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Термин 


Разность входных токов 
Выходной ток 


Максимальный выходной 
ток 


Минимальный выходной ток 
Ток утечки на входе 
Ток утечки на выходе 


Входной ток покоя 
Выходной ток покоя 
Ток потребления 


Средний ток потребления 


Ток короткого замыкания 
Ток холостого хода 


Ток АРУ 


Ток утечки аналогового 
ВХОДЕ 

Ток утечки аналогового 
выхода 

Входной ток низкого уровня 
управляющего напряжения 


Входной ток высокого уров- 
ня управляющего напряже- 
НИЯ 


Alpy 


Гьых 


рых, max 
faux, min 
lyr, ВХ 


Г, вых 


1 пот, €p 


lys 


Хх. х 


| [АРУ 


1 ут, вх 
1 ут. ВЫХ 


Бр, н 


Ак, в 


Продолжение табл. 1.3. 


Условное — 
обозначение 


Определение 


Разность значений токов, протекающих через входы ин- 
тегральной микросхемы в заданном режиме 
Значение тока, протекающего в цепи нагрузки интег- 
p микросхемы в заданном режиме 
аибольшее значение выходного тока, при котором 
обеспечиваются заданные параметры интегральной мик- 
осхемы 

вименьшее значение выходного тока, при котором 
обеспечиваются заданные параметры интегральной мик- 
Ванн 

начение тока во входной цепи интегральной микро- 
схемы при закрытом состоянии входа и заданных режи- 
мах на остальных выводах 
Значение тока в выходной цепи интегральной микро- 
схемы при закрытом состоянии выхода и заданных 
ежимах на остальных выводах 

начение тока, протекающего во входной цепи интег- 
альной микросхемы при отсутствии входного сигнала 
начение тока, протекающего в выходной цепи интег- 
альной микросхемы при отсутствии входного сигнала 
начение тока, потребляемого интегральной , микросхе- 
мой от источников питания в заданном режиме 
Значение тока, равное полусумме токов, потребляемых 
логической интегральной микросхемой от источников 
питания в двух различных устойчивых состояниях 
Значение выходного тока при закороченном выходе 
Значение тока, потребляемого интегральной микросхе- 
мой при отключенной нагрузке 
Значение тока, протекающего через регулирующий вход 
интегральной микросхемы и обеспечивающего регули- 
ровку коэффициента усиления в заданных пределах 
остоянный ток, протекающий через аналоговый вход 
ня, при закрытом канале (каналах) 

остоянный ток, протекающий через иналоговый выход 
выходы), при закрытом канале (каналах) 

остоянный ток, протекающий через управляющий вход 
(входы) при подаче на него (них) низкого уровня 
о. напряжения 

остоянный ток, протекающий через управляющий вход 
(входы) при подаче на него (них) высокого уровня 
управляющего напряжения 


Параметры, имеющие размерность мощности 


Потребляемая мощность 


Максимальная потребля- 
емая мощность 


Paor 


Расх тах 


Средняя потребляемая MOI- | Paor, ср 


ность 


Выходная мощность 


Рассеиваемая мощность 


F вых 
P pae 


Значение мощности, потребляемой интегральной микро- 
схемой, работающей в заданном режиме, от источников 
питания | 

Значение потребляемой мощности интегральной микро- 
схемой при максимальном напряжении питания 
Значение мощности, равное полусумме мощностей, по- 
требляемых логической интегральной микросхемой от 
источников питания в двух различных устойчивых 
состояниях 

Значение мощности сигнала, выделяемой на нагрузке 
интегральной микросхемы в заданном режиме 
Значение мощности, рассеиваемой интегральной микро- 
схемой, работающей в заданном режиме 


Параметры, имеющие размерность частоты 


Частота входного сигнала 
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Sax 


Значение частоты входного сигнала, на которой произ- 
водят измерение параметров интегральной микросхемы 
или ее эксплуатацию 


Термин 
Нижняя граничная частота 
Верхняя граничная частота 


Полоса пропускания 


Центральная частота 
Частота единичного усиле- 


НИЯ 
Частота резонанса 


Частота квазирезонанса 
Нижняя частота полосы за- 


держивания 


Верхняя частота полосы за- 
держивания. 


Полоса задерживания 
Частота среза 
Частота генерирования 


Частота следования TAKTO- 
вых сигналов 


Продолжение табл. 1.3. 


Условное 
обозначение 


Ji 
Л 
Af 
Su 


fi 
Jo 


Jo 


Определение - 


Наименьшее значение частоты, на которой коэффи- 
циент усиления интегральной микросхемы уменьшается 
на 3 дБ от значения на заданной частоте 
Наибольшее значение частоты, на которой коэффициент 
ее интегральной микросхемы уменьшается на 
дБ от значения на заданной частоте 
Диапазон частот, в пределах которого коэффициент 
а интегральной микросхемы не падает ниже 
дБ по сравнению с усилением на заданной частоте 
внутри этого диапазона 
Значение частоты, равное полусумме нижней и верхней 
граничных частот полосы пропускания | 
Значение частоты, на которой коэффициент усиления 
интегральной микросхемы равен единице 
Значение частоты, на которой коэффициент усиления 
интегральной микросхемы принимает максимальное IHA- 
чение 
Значение частоты, на которой коэффициент усиления 
интегральной микросхемы принимает минимальное зна- 
чение 
Наименьшее значение частоты, на которой коэффициент 
усиления интегральной микросхемы уменьшается в за- 
данное число раз от значения на заданной частоте 
Наибольшее значение частоты, на которой коэффициент 
усиления интегральной микросхемы уменьшается в за- 
данное число раз от значения на заданной частоте 
Диапазон частот между верхней и нижней частотами 
полосы задерживания интегральной микросхемы 
Значение частоты амплитудно-частотной характеристики, 
на которой коэффициент усиления интегральной микро- 
схемы равен 0 дБ 


—— 


ар 


Параметры, имеющие размерность времени 


Время задержки 


Время нарастания выходно- 
го напряжения 


Время установления выход- 
ного напряжения 


Время установления часто- 
ты выходного напряжения 
частоты генерирования) 
ериод запускающих им- 
пульсов 


Время перехода при вклю 
чении 


Время перехода из состоя- 
ния низкого урбвня в CO- 
стояние высокого уровня 


10,1 


Интервал времени между фронтами входного и вы- 
ходного импульсов интегральной микросхемы, измерен- 
ный на заданных уровнях напряжения или тока 
Интервал времени, в течение которого выходное напря- 
жение интегральной микросхемы изменяется с первого 
достижения уровня 0,1 до первого достижения уровня 
0,9 установившегося значения 
Интервал времени, в течение которого выходное напря- 
жение интегральной микросхемы изменяется с первого 
достижения уровня 0,1 до последнего достижения уров- 
ня 0,9 установившегося значения > 
Интервал времени с момента включения, в течение ко- 
торого частота выходного напряжения (частота гене- 
p ponenu достигнет установленного значения 
нтервал времени между оговоренной точкой запус- 
кающего импульса и такой же точкой последующего 
запускающего импульса 
Интервал времени, в течение которого выходное напря- 
жение интегральной микросхемы переходит от напряже- 
ния высокого уровня к напряжению низкого уровня, 
измеренной на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных 
значениях напряжения 
Интервал времени, в течение которого напряжение на 
выходе интегральной микросхемы переходит от HANDA- 
жения низкого уровня к напряжению высокого уровня, 
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Термин 


Время задержки включения 
Время задержки выключения 


Время задержки распрост- 
ранения при включении 


Время задержки распрост- 
ранения при выключении 


Среднее время задержки 
распространения 


Время выборки 
Время хранения информации 


Время цикла 


Длительность сигнала 
‚Период следования импуль- 
сов тактовых сигналов 


Коэффициент усиления на- 
пряжения 
оэффициент усиления тока 


Коэффициент усиления 
мощности 
Коэффициент усиления син- 
тем входных напряжений 
оэффициент ослабления 
синфазных входных напря- 
жений | 
Коэффициент нелинейности 
амплитудной характеристи- 
KH 


Коэффициент прямоуголь- 
ности 

Коэффициент умножения 
частоты 
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Продолжение табл. 1.3. 


Условное 
обозначение 


1,0 
зл 


0,1 
faa 


1,0 
bsap 


0,1 
f3a,p 


bsa, p. cp 


la 


Определение 


измеренный на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных 
значениях напряжения 

Интервал времени между входным и выходным им- 
пульсами при переходе напряжения на выходе интег- 
ральной микросхемы от напряжения высокого уровня к 
напряжению низкого уровня, измеренный на уровне 0,1 
или на заданных значениях напряжения 

Интервал времени между входным и выходным импуль- 
сами при переходе напряжения на выходе интегральной 
микросхемы от напряжения низкого уровня к напря- 
жению высокого уровня,  измеренный на уровне 0,9 
или на заданных значениях напряжения 

Интервал времени между входным и выходным импуль-, 
сами при переходе напряжения на выходе интегральной 
микросхемы от напряжения высокого уровня к напря- 
жению низкого уровня, измеренный на уровне 0,5 или 
на заданных значениях напряжения 

Интервал времени между входным и выходным импуль- 
сами при переходе напряжения на выходе интегральной 
микросхемы от напряжения низкого уровня к напряже- 
нию высокого уровня, измеренный на уровне 0,5 или 
на заданных значениях напряжения 

Интервал времени, равный полусумме времени задержки 
распространения сигнала при включении и выключении 
логической интегральной микросхемы 

Интервал времени между подачей на вход интеграль- 
ной микросхемы заданного сигнала и получением на вы- 
ходе сигналов информации при услозии, что все осталь- 
ные необходимые сигналы поданы 

Интервал времени с момента отключения источника 
питания интегральной микросхемы, в течение которого 
записанная информация сохраняется с заданными пара- 
метрами 

Длительность периода сигналов на одном из управляю- 
щих входов, в течение которого интегральная микросхе- 
ма выполняет одну из функций 

Интервал времени между началами или окончаниями 
следующих друг за другом импульсов тактовых сигна- 
лов, измеренный на заданном уровне напряжения 


Относительные параметры 


Ки 


Kynn, S 


Отношение выходного напряжения интегральной микро- 
схемы к входному напряжению 
Отношение выходного тока интегральной микросхемы 
к входному току 
Отношение выходной мощности интегральной микросхе- 
мы к входной мощности 
Отношение выходного напряжения интегральной микро- 
схемы к синфазному входному напряжению 
Отношение коэффициента усиления напряжения интег- 
ральной микросхемы к коэффициенту усиления син- 
ри входных напряжений 

аиболышее отклонение значения крутизны амплитуд- 
ной характеристики интегральной микросхемы от зна- 
чения крутизны амплитудной характеристики, изменяю- 
щейся по линейному закону 
Отношение полосы частот интегральной микросхемы на 
уровне 0,01 или 0,001 к полосе пропускания на уровне 0,7 


| Отношение частоты выходного сигнала интегральной 


микросхемы к частоте входного сигнала 


Термин 


Коэффициент деления час- 
тоты 

Коэффициент влияния не- 
стабильности источников пи- 
тания на входной ток 


Динамический диапазон по 
напряжению 


Динамический диапазон по 
мощности 


Диапазон АРУ 


Коэффициент полезного 
действия 

Нестабильность коэффици- 
ента усиления напряжения 
(от температуры, времени, 
напряжения питания 

_ Нестабильность коэффици- 
ента усиления тока (от тем- 
пературы, времени, напря- 
жения питания) 
Нестабильность коэффици- 
ента усиления мощности (от 
температуры, времени, на- 
пряжения питания) 

_ Коэффициент А 
ционных искажени 


Скважность импульсов вы- 
ходного напряжения 
Коэффициент гармоник 


Коэффициент нестабиль- 
ности по напряжению 


Коэффициент нестабиль- 
ности по току 


Коэффициент пульсаций 


Коэффициент сглаживания 
пульсаций 


Коэффициент ослабления на 
нижней граничной частоте 


Относительная нестабиль- 


Продолжение табл. 1.3. 


Условное 
обозначение 


Kaoa, f 
Kis. n 


Кос, H 


AU ika 


Определение 


Отношение частоты входного сигнала интегральной мик- 
росхемы к частоте выходного сигнала 

Отношение приращения входного тока интегральной 
микросхемы к вызвавшему его приращению напряжения 
источника питания. Аналогично определяется коэффи- 
циент влияния нестабильности источника питания на 
разность входных токов, ЭДС смещения и напряжение 
смещения 

Отношение максимального выходного напряжения ин- 
тегральной микросхемы к минимальному выходному 
напряжению, выраженное в децибелах 

Отношение максимальной выходной мощности интег- 
ральной микросхемы к минимальной выходной мощ- 
ности, выраженное в децибелах 

Отношение наибольшего значения коэффициента уси- 
ления напряжения к 'наименьшему его значению 
при изменении входного напряжения в заданных пре- 
делах 

Отношение выходной мощности интегральной микросхе- 
мы к потребляемой мощности | 

Отношение изменения коэффициента усиления напряже- 
ния от воздействия дестабилизирующего фактора к 
коэффициенту усиления напряжения до воздействия 
этого фактора. 

Отношение изменения коэффициента усиления тока от 
воздействия дестабилизирующего фактора к коэффици- 
енту усиления тока до воздействия этого фактора 


Отношение изменения коэффициента усиления мощности 
от воздействия дестабилизирующего фактора к коэффи- 
циенту усиления мощности до воздействия этого фактора 


Отношение среднеквадратической амплитуды колебаний 
боковых частот к амплитуде высокочастотного коле- 
бания на выходе интегральной микросхемы, выраженное 
в процентах 

Отношение периода повторения к длительности импуль- 
са выходного напряжения 

Отношение среднеквадратического напряжения суммы 
всех, кроме первой, гармоник сигнала интегральной 
микросхемы к среднеквадратическому напряжению пер- 
вой гармоники 

Отношение относительного изменения выходного напря- 
жения (выходного тока) интегральной микросхемы к 
вызвавшему его относительному изменению входного 
напряжения | 

Отношение относительного изменения выходного напря- 
жения (выходного тока) интегральной микросхемы к 
вызвавшему его относительному изменению тока нагруз- 
ки (сопротивления нагрузки) 
Отношение амплитудного’ значения напряжения пульса- 
ций интегральной микросхемы к значению постоянной 
составляющей напряжения 

Отношение амплитудного значения пульсаций входного 
напряжения заданной частоты интегральной микросхемы 
к амплитудному значению пульсаций выходного напря- 
жения 

Отношение коэффициента усиления, измеренного на ниж- 
ней граничной частоте интегральной микросхемы, к 
коэффициенту усиления на заданной частоте полосы про- 
пускания 

Отношение изменения амплитуды импульсов выходного 
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Термин 


ность амплитуды импуль- 
сов выходного напряжения 
(частоты генерирования, 
скважности импульсов, вы- 
ходного напряжения, дли- 
тельности импульсов выход- 
ного напряжения) 


Коэффициент подавления 
сигнала разомкнутым клю- 
чом 

Коэффициент подавления 
сигнала между каналами 


Коэффициент передачи по 
напряжению 


Коэффициент ослабления на 
верхней граничной частоте 


Коэффициент неравномер- 
ности АЧХ 


Коэффициент ограничения 
выходного напряжения | 


Продолжение табл. 1.3. 


Условное - 
обозначение 


Afr, OTH) 


OTH) 
la, OTH 


Kaoa, K 


Клод 


Ka, U 


Kos, B 


Kap, АЧХ 


Korp 


Определение 


напряжения (частоты генерирования, скважности им- 


| пульсов выходного напряжения, длительности импуль- 


сов выходного напряжения) от воздействия дестаби- 
лизирующих факторов, оговоренных в НТД, к амплиту- 
де импульсов выходного напряжения (частоте генериро- 
вания, скважности импульсов выходного напряжения, 
длительности импульсов выходного нанряжения) до воз- 
действия этих дестабилизирующих факторов 

Отношение переменной составляющей выходного напря- 
жения закрытого канали к переменной составляющей 


коммутируемого напряжения 


Отношение переменной составляющей коммутируемого 
напряжения открытого канала к переменной составляю- 
щей выходного напряжения на любом другом закрытом 
канале микросхемы при отсутствии на нем коммути- 

емого напряжения 

тношение напряжения на выходе к заданному зна- 
чению коммутируемого напряжения при открытом 
включенном) канале 

тношение коэффициента усиления, измеренного на 
верхней граничной частоте интегральной микросхемы, 
к коэффициенту усиления на заданной частоте полосы 
пропускания 
Отношение максимального значения выходного напря- 
жения интегральной микросхемы к минимальному зна- 
чению в заданном диапазоне частот полосы пропуска- 
ния, выраженное в децибелах 
Отношение ри значений выходного напряжения 
интегральной микросхемы в режиме ограничения к 
соответствующей разности значений входного напря- 
жения 


Параметры, имеющие размерность сопротивления 


Входное сопротивление 


Выходное сопротивление 


Сопротивление нагрузки 


Rax 


Величина, равная отношению приращения входного Hä- 
пряжения интегральной микросхемы к приращению ак- 


| тивной составляющей входного тока при заданном 


Rans 


| Ra 


Сопротивление в открытом | Rork 


COCTOAHHM 


Сопротивление источника 
сигнала 


Ко 


значении частоты сигнала 
Величина, равная отношению приращения выходного на- 
пряжения интегральной микросхемы к вызвавшему его 
приращению активной составляющей выходного тока 
при заданном значении частоты сигнала 

уммарное активное сопротивление внешних цепей, под- 
ключенных к выходу интегральной микросхемы 
Отношение падения напряжения между аналоговым вы- 
ходом и аналоговым входом к вызвавшему его току при 
открытом (включенном) канале | 
Величина суммарного активного сопротивления в цепи 
источника сигналы 


Параметры, имеющие размерность емкости 


Входная емкость 


Выходная емкость 
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Сы 


Caux 


Величина, proren отношению емкостной реактивной CO- 
ставляющей входного тока интегральной микросхемы к 
произведению круговой частоты на синусоидальное 
входное напряжение микросхемы при заданном значе- 
нии частоты сигнала 

Величина, р отношению емкостной реактивной со- 
ставляющей выходного тока интегральной микросхемы 
к произведению круговой частоты на вызванное им 
выходное напряжение при заданном значении частоты 
сигнала 


Окончание табл. 1.3. 


Условное р 
обозначение 


Емкость управляющего вхо- | Car, ур, 
да (аналогового входа, aHa- | Cix, ан, 
логового выхода, между | Cuur ans 
аналоговым выходом и ана- 
логовым входом) 


Термин Определение 


Величина, peara отношению емкостной реактивной CO- 

ставляющей тока, протекающего через управляющий 
вход (аналоговый вход, аналоговый выход, между ана- 
логовым выходом и аналоговым входом), к произве- 
дению синусоидального напряжения, вызвавшего Этот 
1ток, и его круговой частоты при закрытом канале 
(каналах) | 


Caus ~- BX, AH 


Прочие параметры _ 


Скорость изменения выходного. напряжения интеграль- 
ной микросхемы при воздействии импульса максималь- 
ного входного напряжения прямоугольной формы 
Отношение выходного тока смесителя к вызвавшему его 
приращению входного напряжения при заданном напря- 
жении гетеродина 
Разность между фазами выходного и входного сигна- 
лов интегральной микросхемы 
Число входов интегральной микросхемы, по которым 

ализуется логическая функция 

исло единичных нагрузок, которое можно одновре- 
менно подключить к выходу интегральной микросхемы, 
(Единичной нагрузкой является один вход основного 
AEA элемента данной серии интегральных микро- 
схем | 
Отношение выходного тока к вызвавшему его входно- 
му напряжению в заданном электрическом режиме 
Отношение изменения крутизны проходной характерис- 
тики от воздействия дестабилизирующего: фактора к 
крутизне проходной характеристики до воздействия 
этого фактора 
Отношение изменения частоты генерирования (длитель- 
ности импульсов выходного напряжения) к вызвавше- 
му его изменению окружающей температуры 


Скорость нарастания вы- 
ходного напряжения 


Крутизна преобразования 


Фазовый CABHT 


Коэффициент объединения 
по входу 
Коэффициент разветвления 
по выходу 


Крутизна проходной харак- 
теристики 

Нестабильность крутизны 

проходной характеристики 


Относительная нестабиль- 
ность частоты генерирова- 
ния (длительности импуль- 


АУ оты› 


И, OTH 


сов выходного напряжения) 


= цифровые индексы соответствующих входов 
и выходов, равные 0, |, 2,..., ; и число входов 
И ВЫХОДОВ, | 

Ниже приводится перечень специальных про- 
изводных параметров, используемых в настоя- 
щем справочнике. 


Условные обозначения электрических 
параметров 

Ик»-— напряжение коллектор — эмиттер 

Окэо — постоянное напряжение коллектор — 
эмиттер при токе базы, равном нулю 

Ок», тах — Максимально допустимое постоян- 
ное напряжение коллектор — эмиттер 

Икь—постоянное напряжение коллектор — база 

Uki, тах — максимально допустимое постоян- 
ное напряжение коллектор — база 

Un —- постоянное напряжение эмиттер —- база 

АИ-ь—— падение напряжения на участке 6a- 
за — эмиттер 

AU 51982 —— разность падений напряжений на 
участках база —-эмиттер транзисторов диффс- 
ренциальной пары 


зв, тах —= Максимально допустимое постоян- 
ное напряжение эмиттер -—— база 

Оси — напряжение сток исток 

Un — напряжение затвор — исток 

Unn — напряжение исток — подложка 

Оси. тах — Максимально допустимое напряже- 
ние сток — исток 


_  Ози, тах —= максимально допустимое напряже- 
ние затвор — исток 
UC. тах — Максимально допустимое напряже- 


ние затвор — сток 
Ucr, так ~ Максимально допустимое напряже- 
ние сток — подложка 
(ип, тах — Максимально допустимое напряже- 
ние исток подложка 


Озп, пах —- Максимально допустимое напряже- 
ние затвор — подложка 


И — постоянное напряжение на -M 
интегральной микросхемы 

АИ; — изменение постоянного напряжения на 
[-м выводе интегральной микросхемы при изме- 
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выводе 


нении управляющих сигналов в заданных пре- 
делах 

АОьы,..;— изменение выходного напряжения 
между выводами Ги / интегральной микросхе- 
мы при изменении управляющих сигналов в 
заданных пределах 

О. —опорное напряжение 

О»х.о.х:—входное напряжение импульса об- 
ратного хода на 1-м выводе интегральной 
микросхемы 

Иъых.нч— выходное напряжение низкой часто- 
ты многофункциональной интегральной микро- 
схемы | 

ОИлм— амплитудно-модулированное напряже- 
ние сигнала 

Ui т.х-максимально допустимое напряжение 
на iM выводе интегральной микросхемы 

Оъых, стрб, ц, c() —— амплитуда напряжения выход- 
ного стробирующего импульса цветовой син- 
хронизации на {-м выводе интегральной микро- 
схемы 

U ssx стри-—выходное напряжение строчного 
синхроимпульса на {-м выводе интегральной 
микросхемы | 

+ И, — напряжение положительного источни- 
ка питания 

— О, — напряжение отрицательного источника 
питания 

АИт — падение напряжения на регулирую- 
щем транзисторе положительного плеча стаби- 
лизатора напряжения 

U np su, a ~ Прямое напряжение защитного AMH- 
ода 

АИ, — падение напряжения на регулирую- 
щем транзисторе отрицательного плеча стаби- 
лизатора напряжения 

О„,—напряжение переноса заряда 

О, р— управляющее напряжение 

О.. — напряжение стабилизации 

О „-— напряжение отпускания 

[к — постоянный ток коллектора 

[5 — постоянный ток эмиттера 

]; — постоянный ток базы 

Гк. нас — постоянный ток коллектора в режиме 
насыщения = | 

lg, нас — Постоянный ток базы в режиме насы- 
щения i ых 

[к.тах— Максимально допустимый постоян- 
ный ток коллектора 


[э.тах— Максимально допустимый постоян- 
ный ток эмиттера 

[5.тах—Максимально допустимый постоян- 
ный ток базы 

[с.тах— Максимально допустимый постоян- 


ный ток стока 
|. — постоянный ток 
ральной микросхемы 
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по -MY выводу. интег- 


[пах — Максимально допустимый постоянный 
ток по /-му выводу интегральной микросхемы 

[.^—амплитудное значение переменного TO- 
ка по 1{-му выводу интегральной микросхемы 

[„— ток стабилизации 

larix, ст. ном —НОоМИиНнальный выходной ток ста- 
билизатора 

А/Тьых.‹г— Изменение выходного тока стабили- 
затора 

[\‚—входной ток высокого уровня 

19, —входной ток низкого уровня 

|\„‚—выходной ток высокого уровня 

1°„‚—выходной ток низкого уровня 

[—ток потребления в состоянии высокого 
уровня 

1 „—ток потребления в состоянии низкого 
уровня. 

laor(+) — TOK потребления от источника поло- 
жительного напряжения 

Глот(-,-— TOK потребления от источника отри- 
цательного напряжения 

[ут.заш.д-—ТОК утечки защитного диода 

/— частота 

}/.— частота генерирования 

lp — длительность фронта 

‹р— Длительность среза 

[стрв — длительность стробирующего импульса 

.«—вВремя обратного хода 

Т— температура окружающей среды 

Т, — температура корпуса 

Т,—температура p-n перехода 

Т,›— температура кристалла 

С„„-—входная емкость 

С„—емкость источника сигнала 


Z, — комплексное (полное) входное сопро- 
тивление 


й„— комплексное (полное) сопротивление на- 
грузки 

т— индекс модуляции сигнала 

Фо— начальная фаза сигнала 

Аф — изменение (девиация) фазы сигнала 

А;,„— полоса частот удержания 


1.4. Общие сведения 
микросхем 


о корпусах 


Интегральные микросхемы выпускаются в 
корпусах и бескорпусном варианте. Корпус 
обеспечивает: 

защиту элементов ИМС от влияния внешней 
среды; 

нормальную работу ИМС в течение гаранти- 
рованного срока службы; 

надежное механическое и электрическое сое- 
динения платы или кристалла с другими эле- 
ментами электронного блока; 

необходимую электрическую связь между 
элементами схемы и выводами; 


отвод теплоты от кристалла ИМС, обеспе- 
чивающий требуемый тепловой режим ее функ- 
ционирования. 

В настоящее время наибольшее распростра- 
нение получили четыре вида конструктивно-тех- 
нологического исполнения корпусов ИМС: 

металлостеклянный корпус имеет металли- 


ческую крышку и стеклянное (или металли- . 


ческое) основание с изоляцией и креплением 
выводов стеклом, крышка присоединяется к 
основанию сваркой или пайкой; 

металлокерамический корпус имеет метал- 
лическую крышку и керамическое основание, 
крышка соединяется с основанием при помощи 
сварки или пайки; 

стеклокерамический корпус имеет керами- 
ческую крышку и основание, крышка соединяет- 
ся с основанием пайкой стеклом; 

пластмассовый корпус (наиболее дешевый) 
имеет пластмассовое тело определенной формы, 
полученное путем опрессовки кристалла и рам- 
КИ ВЫВОДОВ. i 

В соответствии с ГОСТ 17467—79 [4] 
корпуса ИМС делятся на пять типов и подти- 
пов, основные классификационные признаки 
которых (форма проекции тела корпуса ИМС 
на плоскость основания и расположение выво- 
дов корпуса) указаны в табл. 1.3. 

По габаритным и присоединительным раз- 
мерам сходные по конструкции корпуса под- 
разделяются на типоразмеры, каждому из кото- 
рых присваивается шифр, состоящий из обо- 
значения подтипа корпуса в соответствии C 
табл. 1.4 и двухзначного числа, обозначающего 
порядковый. номер типоразмера. 

Условное обозначение корпуса состоит из 


шифра типоразмера корпуса (включающего под- 
тип корпуса и двухзначное число, обозначаю- 
щее порядковый номер типоразмера), цифр, 
указывающих число выводов, и порядкового 
регистрационного номера (номер модифика- 
ции). Приведем пример условного обозначения 
прямоугольного корпуса подтипа 21 с порядко- 
вым номером 23, с 40 выводами, первой 
модификации (2123.40-1): | 


Шифр пипоразмера 
21 23 40 1 


| Номер moĝupunayuu 


Число 60006 


Горядковий номер типоразмера 


Aomun корпуса 


До введения ГОСТ 17467—79 действовал. 
ГОСТ 17467—72, который классифицировал kop 
nyoa только по четырем типам (1, 2, 3, 4). 
Условное обозначение корпусов состояло из 
шифра типоразмера корпуса (включающего тип 
корпуса и двухзначное число, обозначающее 
порядковый номер типоразмера), цифр, указы- 
вающих число выводов и номер модификации. 
Например, корпус 209.24—3 — прямоугольный, 
типа 2, порядковый номер типоразмера 09, с 24 
выводами, третьей модификации. 

Конструкции корпусов микросхем с указа- 
нием их габаритно-присоединительных разме- 
ров приведены в составе данных по конкретным 
сериям ИМС. 


Таблица 1.4 


Тип 


Прямоугольная |тела корпуса 


Прямоугольная |тела корпуса 


Круглая В пределах проекции 
3 Овальная . |тела корпуса р 
Круглая За пределами проекции 


тела корпуса 


Прямоугольная 
тела корпуса 


Прямоугольная 
тела корпуса 


Расположение проекции выводов 
(выводных площадок) на 


В пределах проекции 


За пределами проекции 


За пределами проекции 


В пределах проекции 


Расположение выводов (выводных площадок) 
относительно плоскости основания 


плоскость основания 


Перпендикулярное, в один ряд 
Перпендикулярное, в два ряда 
Перпендикулярное, в три ряда и более 
Перпендикулярное, по контуру прямо- 
угольника 


Перпендикулярное, в два ряда 
Перпендикулярное, в четыре ряда в 
шахматном ‘порядке 


Перпендикулярное, по одной окружности 


Параллельное, по двум противополож- 
ным сторонам 
Параллельное, по четырем сторонам 


Перпендикулярное для боковых вывод- 
ных площадок; в плоскости основания 
для нижних выводных площадок 
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Раздел второй 
Справочные данные полупроводниковых микросхем 


2.1. Микросхемы серии K118 


Серия К118 — набор интегральных микро- 
схем универсального назначения, выполненных 
по планарно-эпитаксиальной технологии с изо- 
ляцией элементов р-п переходом. Предназначе- 
ны для применения в бытовой радиоэлектрон- 
ной аппаратуре различного назначения. 

В состав серии входят: 

К118УД1А, K118Y 015, КПЗУД1В — одно- 
каскадные дифференциальные усилители посто- 
янного тока; | 

K118YH1A, К118УНБ, К118УН1В, 
К118УШТГ, К!!8УН1Д — двухкаскадные усили- 
тели постоянного тока; 

К!18УН2А, К!18УН2Б, К!18УН2В — xac- 
кадные усилители. 


K118Y 01A, К118УД1Б, К118УД1В 


Микросхемы представляют собой дифферен- 
циальные усилители постоянного тока. Принци- 
пиальная электрическая схема состоит из диф- 
‚ференциальной пары транзисторов VTI, VT4 с 
коллекторными нагрузками RI, А5, генератора 
стабильного тока, выполненного на транзисторе 
VT2, цепи смещения, состоящей из резисторов 
R3, №4, R6 и транзистора VT3 в диодном 
включении. Цепь смещения служит для задания 
режима работы генератора стабильного тока и 
температурной стабилизации этого режима. 

Корпус типа 238.14-4. Масса не более 1,2 г. 

Назначение выводов: 2— вывод эмиттера ге- 
нератора стабильного тока (VT3); 3— вход l; 
5— выход |; 7— питание (+U); 8 —вывод цепи 
смещения, 9— выход 2; 10— вход 2; 11 —об- 
щий; /2— вывод базы транзистора генератора 
стабильного тока: /4— питание (— U). 


238. 14-4 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания (двухполяр- 
ное): 
К!18УД1А 
К118УД1Б, КПЗУД1В ..............иенннни + 6,3 В 
Ток потребления при U „=0, Т=+25° С, не 
более: 
от положительного источника: 


при +0, =4В для КИЗУДПА ........... 1 мА 
при +01 =6,3 В для K118Y 01B, 
КИЗ ДВ ouran 1,3 мА 


от отрицательного источника: 
при —U,=4 В для КИЗУДПА ........ 1,8 мА 
при —U,=6,3 В для K118Y 01B, 


КЫЗУ IIB порнно 2,4 мА 
Выходное напряжение покоя при U =0, U,= 
= Unon 

при Т=+25°С для 

КНЗУДТА: оной 2,5...3,3 В 

K118Y 015, К!18УД1В .......... инь 4... 4,9 В 

при Т= +70°С для 

КНЗУША. пионнинннныей 2,4...3,4 В 

К118УД1Б, КПЗУД1В ................. 3,8... 4,7 В 

при ТГ=-10°С для 

КИВУДЬА поыбиоаииенаиненаиь 2,4... 3,4 В 

K118Y 015, КПЗУД1В ................. 4,1...5,1 В 


Напряжение смещения при Un= Unon Им. s-9S 
<12 мВ, T= +25° С: 


К!18УД1А, KII8YIIB oss —5... +5 мВ 
КИЗУДИВ sosscccccenrns —10... +10 мВ 
7 è 
АТ!ВУД! (A-8) A 


Baixod 1 
5 A 


Задание 
pexcuna 


ГОТ 


Температурный дрейф напряжения смещения в 
диапазоне температур —10... +70°С при И, = 
= U now Uxx, 5 -9S 12 мВ: 

K118Y 01A, K118Y 015. -—30... +30 mkB/°C 

КИЗУЩВ seociiuissas —50... +50 mkB/°C 
Входной ток при U„= Uou Us, 5-9 <12 мВ, не 
более: 

при Т=+25°С для 


К118УД1А, К118УД1Ь ..................... . 10 мкА 
КНУ В enii eiii 20 мкА 
при Т= +70° С для | 
КИ8УД1А, КПЗУД1Ь surasini 6 мкА 
КИЗУДВ зесонсанинионьнь 12 мкА 
при Т=-10°С для 

К118УД1А, КПЗУДЬ ...................... 25 мкА 
КНУ ДВ: aiaa 50 мкА 

Разность входных токов 


при Un = ном» 

О», 5-9 <12 мВ: | 
при Т=+25... +70°С для 

K118Y 01A, К!18УДБЬ .......... —2... +2 мкА 

КНВУД В уоонолаюьнонайй —4.., +4 мкА 
при Т= -—10°С для | 

K118Y 01A, КПЗУДЬ ..... —$,5... +5,5 мкА 

К118УД1В 


=U ow О»=10 мВ, Т= +25° С, не менее: 
при /=12 кГц для 


КИЗУДТА: оноотонаоннаны 15 
К118УД1Б, К118УД1В ...........лееиииниь 22 
при /=5 МГц для | 

KHSY IIA иное нина 5 
К118УД1Б, КПЗУД1В ............ иен 8 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при U= Ом, Un =l В, f=12 кГц, 
Т= +25° С, не менее enseres ...... 60 ДБ 


Коэффициент гармоник при И =» T= 
= +-25° С, не более: | 

при U =0,3 В для 

Гот, МА | м, мВ 


р, 
17222775779 


5 tUB 


Зависимости тока потребле- 
ния от напряжения питания 


ПАААЗААААЗОЛОВО зооъвосовоооо —11... +11 МКА ` 
Коэффициент усиления напряжения при И. = . 


2, 6 
-20 0 20 %0 607°C 


Зависимости напряжения 
смещения и входного тока 
от температуры окружаю- 

щей среды 


КНЗУД]А, ВПУДЩЬ дыра DA 
при ИОы,=0,4 В для | 
о И О ЧИН 5% 


Входное сопротивление при И„=О»ы, [= 
=12 кГц, T= +25° С, не менее: 


К!18УД1А, К!18УДЦЬ .........ииеинение 6 кОм 
КЕ ео 3 кОм 
Выходное сопротивление при И =U f= 
№12 КГЦ, Tets С oriniai ‚3..7 кОм 


Предельные Ия данные: 


Напряжения питания! 
источника положительного напряжения: 
KHSYIIA sinau irinae 2,7... 4,4 B 
К118УДБ, К КИВУДИВ р еек 257 +». 6,9 В 
источника отрицательного напряжения: 
КПУ ЦА aonni —4,4...—2,7 В 
К118УД1Б, КПИЗУДИВ.......... — 6,9... —2,7 B- 
Напряжение, подаваемое на любой вход при 
заземленном‘ другом ?: 
KIIVA суноеновинь Не В +1 B 
К118УД1Б, КПЗУД1В............... —3... +1 B 
Максимальное синфазное входное напряжение: 


KIVA ела ны +2 В 
К!118УДЦБ, K118Y JIB PE E N +3 B 
Максимальный ток по выводу 14: | 
ВУДИ: неолита 2 МА 
K118Y 015, КИЗУД1В oases 25 МА 
Температура окружающей | 
среды ово ооо со ров аов во бо ооо сор о ооо ро воз оозооовоов — 10 oos -70° C 
e 


! Первым подключается +U, вторым — U, (если нельзя 
обеспечить одновременное подключение источников), A затем 
подаются входные сигналы. Выключение следует производить в 
обратной последовательности или одновременно. 

3 При Un & Usm — 10% входные напряжения должны быть 
уменьшены пропорционально поняжению питающего HANDA- 
жения. 


Ак, NOM 


ДТ, МА 


-20 0 20 40 901% 


Зависимости разности вход- 

ных токов и выходного со- 

противления от температуры 
окружающей среды 


23 


(ых ‚ МВ 


12727.77. | | 
S n 


20 0 20 25 60 т 10? 


Зависимости коэффициента 
усиления от температуры 
окружающей среды при раз- 
личных режимах генератора 
‚ стабильного тока: 


l~- вывод 8 подключен к +0,; 2— 
вывод // заземлен: 3 — вывод. 8 
заземлен 


$, граб 


90 
м L | rema 
j -he 
ШЕЕ 
102 103 10% F Tu 


Фазочастотная характеристика 


Схемы включения 
ngpi 


ГЕ” a Выход NY 
КЕШ = 
L- 


Принципиальная схема преобразователя часто- 
ты супергетеродинного радиоприемника 
(СТ и R] подключаются к выводу 3 микросхе- 
мы, С2—к выводу 2) 


Дополнительная литература 


1. Интегральные микросхемы серий K122 
и К!18/С. Бать, B. Дубовис. Г. Зубарева, 
Л. и rij Радио. — 1995, — № 7.— C. 55, 56. 
. 2., [8, с. 17—21]. 
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10° 10° АЦ 


Амплитудно-частотные 
характеристики при раз- 
личных значениях темпе- 

ратуры окружающей 
среды 


1071 10° 107 10? 10° 10* F nių 
Зависимости входного 
сопротивления от частоты 
входного сигнала при раз- 
личных значениях темпера- 
туры окружающей среды 


Ин, KON 


Зависимости коэффициента усиления от сопро- 
тивления нагрузки при различных значениях 
напряжений питания 


АПОУДИ 


Типовая схема включения микросхемы 
К118УД1] 


К118УНЛА, К118УНЗБ, 
К118УНЛВ, К118УНТГ, 
К118УН1Д 
Микросхемы представляют собой двухкас- 


кадные усилители постоянного тока. 
Корпус типа 238.14-1. Масса не более 1,2 г. 


39811098 


1294967 


КИВУНТ(А-Д) 


Назначение выводов: 2 — вывод эмиттера nep- 
вого каскада; 3— вход; 5— вывод для подклю- 
чения конденсатора фильтра; 7— питание (+ U); 
Я— резистор нагрузки; 10 — выход; 1]— вывод 
резистивного делителя для подключения кон- 
денсатора фильтра; 12— вывод для подключе- 
ния конденсатора фильтра; 14—общий (— U). 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


К118УН1А, K118YH1B essees 6,3 B 

К118УН1В, K118YHIT, 

KIHSYRII cinnamon 12,6 B 
Ток потребления при U, =U T= +25° С, не 
более: 

К!18УН1А, K118YH1B ............ инь, 3,5 мА 

К118УН1В, K118YHIF, 

КНУ и и пла 5 МА 
Выходное напряжение покоя при И =Ожь, 
О, =0, Т=25° С: 

К118УН1А, K118YH1B .................. 2,4...3,8 В 

К118УН1В, К118УНИГ, 

о И aoa 7... 9,6 В 


Коэффициент усиления напряжения при U, ,= 


=U m Ик=1 мВ, f=12 кГц, Т=+25° С, не 
менее: 
K118YH1A АНИ TEA TE 250 
КБ: а. 400 
ЕЕ В. оон 350 
ЕВЕ д роны juisi 500 
КУН arean a a S 800 


Приведенное ко входу напряжение шумов при 
U= Uom А/=20...20000 Гц, Т=+25°С, не 
БОЕ ra 4 мкВ 
Коэффициент гармоник при U =О„»„, J= 
=12 кГц, Т=+25° С, не более: 


при П,„‚=0,3 В для КИЗУНЛПА ............... 5% 
при Ux=0,5 В для К118УНЛЬ, 

KISI HID ленин 5% 
при Umx=1 В для K118YHIT и 5% 
при П,„‚=0,8 В для К118УНПД.............. 5% 


Верхняя граничная частота при U, 
=| мВ, Т=+25° С, не менее: 
K118YH1A, К118УН1Б, 


те том, О», z 


K118YH1B, KI18YHIT ................ к 100 кГц 
ВВ ео нон 80 кГц 
Входное сопротивление при U,=Upow Ом = 
=] мВ, /=12 кГц, не менее: | 
При Те 25 С ана 2 кОм 
при Taa O urinarne 1,5 кОм 
Выходное сопротивление при И ,=Umw S= 
=12 ГИ, T= 425° С uses 0,8...3 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 
К118УНПА, К!18УШЩЬ .................. 5,7 ... 6,9 В 
К118УН1В, K118YHIT, 
КПВ ДД: аеенекны ин 11,4... 13,9 В 
Максимальная частота входного 


осо оо сое © 6 обо о рос о вос соо оо сос оо сов оо вос ово оо свое ососвое 


среды 


9 1 


2940,8 
Амплитудные характеристики 


25 


O 4 8 12 ША | | 0 


Зависимости коэффициента 
усиления от сопротивления 
нагрузки 


$8 12 А 


Зависимости коэффициента 
усиления от сопротивления 
нагрузки 


| ИД d | 
[Тине — 


1200 
T 1000 
m m 
200 (am 400 ВНЕ НН EA >~ 
ТЕГ 


200 Е | 
oOo 2a) ПИ» — 
O 4 8 12 6 № им 0 2 4 бб №, км 0" 0 п п 0° £ niy 


Зависимости коэффициен- Зависимости коэффициента _ Амплитудно-частотные 
та усиления от сопротив- усиления от сопротивления в характеристики 
ления нагрузки цепи обратной связи 


T ho rmomaa] T 
m E 


2 
04% OB 12 60,8 0 


Зависимости коэффициен- 
та гармоник от выход- 


01 1 0 Ли 


у 7 Я ИЦ, 8 
Фазочастотная характеристика Зависимости тока потребле- 


ния от напряжения источ- 
ного напряжения ника питания 


Схемы включения 


Типовая схема включёния MHK- | 
росхемы К118УН! Принципиальная схема рефлексного приемника: [1—65... 75 


р витков провода ПЭВ-| диаметром 0,12...0,15 мм на феррито- 
(Oii BNBO а вом стержне ФбООНН диаметром 8 мм и длиной 60... 100 мм; 
[2—3...5 витков поверх катушки [1; [3—80 витков, 14—70 
витков провода ПЭВ-! диаметром 0,1 мм на ферритовом 

кольце ФбООНН диаметром 8мм [5] 


0 ГТГ 
Пт ТА Г | 
-$ EDADA A R N a 

ОПТ | 


Принципиальная схема (а) и амплитудно-частотная 
характеристика (6) усилителя-корректора для 294080072 8102460 
электромагнитного звукоснимателя [6] 


Дополнительная литература ИТИВУН? (A-B) tU 


1, Интегральные микросхемы серии K122 и 
К118 /С. Бать, В. Дубовис, Г. Зубарева, JI. He- 
чаев // Радио.— 1975.— № 7.— С. 55, 56. TE 

‚ Львов В. Двухдорожечный стереомагни- _ быв 
тофон.— Лучшие конструкции 27-Й выставки ус : 
р радиолюбителей. —М.: ДОСААФ.— | 
1977.— 287 с. 

3. Горошков B, И. Радиоэлектронные И 
ства: Справочник.— M.: Радио и связь, 1984.— 
400 с.— (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1076). 

4. [8. с, 77—81], | | 


Фильтр 


К11 ЗУНАА, K1 18УН2Б, вывод резистора нагрузки; /0— выход; 1/4 — o6- 
К118УН2В SOEN Ua 


Микросхемы представляют собой каскодный Электрические параметры 


м. и м. КИЗУНТ Номинальное напряжение питания: 
Назначение выводов: |--вход каскада: 3— КИЗУН2А .......... о а 4B 
вход второго каскада; 7— питание (+0.); 9— К18УН2Б, КПЗУН?В ............. иене 6,3 В 


Ток потребления при T= +25° C, не более: 


при И, =4 В для K118YH2A ............... 2,5 мА 
при О, =6,3 В для К118УН?Б, 
ПВН В. OE EE E 3 MA 


Выходное напряжение покоя при U ,=0, T= 
=+25° С: 

при И =4В для КПЗУН2А ....... 2,4... 3,8 В 

при U = 6.3 В для КП8УН?Б, 

КОВ НЫЕ: accumsan 3,8 ... 5,5 В 
Коэффициент усиления напряжения при U= 
=1 мВ, /=12 кГц, Т=+25° С, не менее: 


при О, =4 В для К118УН2А ..................... 15 
при U,=6,3 В для K118YH2B .................. 25 
при ПО, =6,3 В для K118YH2B .................. 40 
Приведенное ко входу напряжение шумов в 
диапазоне частот 20...20 000 Гц при Un= Unom 
T= +25° C, He более д риынньнаь 10 мкВ 
Коэффициент гармоник при U ,=Unmw Ом= 
=0,1 В, T= +25° С, не более ..................... 5% 


50, 8 0 


Зависимости тока потребле- 
ния от напряжения питания 


0 
10? 10° 


й 8 12 


16 Ry, ком 


Зависимости коэффициента уси- 
ления напряжения от сопротив- 
ления нагрузки 


2468 04,18 
Амплитудные характеристики 


Кун Eea KNBINZE 


10* 10° 1085 Гц 0 20 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от частоты 
при подаче входного сигнала на 


Верхняя граничная частота при U = Unom О = 


=1 мВ, T= +25° С, не менее ................ 90 кГц 
Входное сопротивление при U, = Unm О, = 
=] MB, /=12 кГц, T=+25° al He Me- 
О о OE T A 1 кОм 
Выходное сопротивление при И =Изм, S= 
Ре с Cionna 1,2...3 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


дер, ЕН 2,7... 4,4 В 
К118УН?Б, К118УН?В ................... 2,7... 6,9 В 
Максимальное входное напряжение: 
К!18УН2А, K118YH2B ceee 0,1 B 
КИВУНОВ. uriari 0,05 B 
Температура окружающей 
CDOT оно —10... 70° С 


5 
10! 10° 10! 10? А 


Амплитудно-частотные 
характеристики 


400 600 Uh, "b 


Зависимости коэффициен- 
та гармоник выход- 
ного напряжения 


вывод Z 


28 


Схемы включения 


+ Un 


100,0 


Типовая схема включения микросхемы 
К118УН2 


Принципиальная схема генератора с кварцевой 
стабилизацией частоты 


Дополнительная литература 


1. Интегральные микросхемы серии K122 и 
К118 /С. Bart», В. Дубовис, Г. Зубарева, Л. He- 
чаев // Радио.— 1975.— № 7.— С. 55, 56. 

2. [8, с. 81—83]. 


2.2. Микросхемы серий K142 и КР142 


Микросхемы серий K142 и КР142 — стабили- 
заторы напряжения, выполненные методом по- 
лупроводниковой технологии на основе бипо- 
лярных транзисторов с изоляцией элементов р-п 
переходом и диэлектриком. Предназначены для 
построения источников вторичного электропи- 
тания. 

В состав серий входят: 

К142ЕН1А —К142ЕНИГ, КР142ЕН1А — 
КР142ЕН1Г — стабилизаторы напряжения C Bbl- 
ходным напряжением, регулируемым в преде- 
лах 3...12 В, и током нагрузки до 150 мА; 

К142ЕН2А — К142ЕНТГ, КР142ЕН2А — 
КР142ЕН2Т - стабилизаторы напряжения с Bbl- 
ходным напряжением, регулируемым в пределах 
12...30 В, и током нагрузки до 150 мА; 

К142ЕНЗА, | 14 ЕНЗБ. К142ЕНАА, 
К142ЕН4Б — стабилизаторы напряжения повы- 
шенной мощности с регулируемым выходным 
напряжением в пределах 3...30 В и максималь- 


ным током нагрузки 0,75...1 A, системой 3a- 
щиты от Нм и перегрузки по току; 

К142ЕН5А — К142ЕНЗГ, КР142ЕНЗА — 
КР!142ЕН5Г — стабилизаторы напряжения с 
фиксированным выходным напряжением +5 и 
+6 В, током нагрузки до ЗА; 

К142ЕН6бА — K142EH6E — двухполярный 
стабилизатор напряжения с фиксированным 
выходным напряжением +15 В и током нагруз- 
ки до 200 мА на каждом выходе; 

К142ЕНЗ8А — K142EH8E — стабилизаторы 
напряжения с фиксированным выходным mapi 
жением +9, +12 и +15 B и током нагрузки | и 


1,5 А; 

К142ЕН9А — К142ЕНЭГ — стабилизаторы 
напряжения с фиксированным выходным напря- 
жением +20, +24 и +27 В и током нагрузки 1 


1,5 А; 

К142Е ТА, К142ЕП1Б — устройства управ- 
ления импульсными стабилизаторами напря- 
жения. 


К142ЕНЛА, 
К142ЕН1В, 
КР142ЕНЛА, 
КР142ЕНЛВ, 
К142ЕН2А, 
К142ЕН2В, 
КР142ЕН2А, 
КР142ЕН2В, 


K142EH16, 
К142ЕНТГ, 
КР142ЕНЗБ, 
КР142ЕНТГ, 
К142ЕН2Б, 
К142ЕН2Г, 
КР142ЕН2Б, 
КР142ЕН2Г 


Микросхемы представляют собой регули- 
руемые стабилизаторы напряжения. Микро- 
схемы —К142ЕНЛ1А—К142ЕН1ЛГ, —К142ЕН2А— 
К142ЕН2Г имеют корпуса типов 402.16-7 и 
4112.16-15; КР142ЕН1А — КР142ЕНТГ, 
КР142ЕН2А — КР142ЕН2Г — типа 2102.14-1. Мик- 
росхемы в корпусах 402.16-7, 4112.16-15 пред- 
назначены только для экспериментальных ра- 
бот, в корпусах 2102.14-1 — для применения в 
серийной аппаратуре. Обозначение типов 
микросхем в корпусе 2102.14-1 приводится 
на корпусе; на микросхемы в корпусе 402.16-7 


наносится сокращенное обозначение: 
К142ЕНЛА, К142ЕН2А — КЕНЛА, КЕН2А; 
К142ЕН1Б, К142ЕН2Б — КЕН\Б, КЕН2Б; 
К142ЕН1В, К142ЕН2В — KEH1B, KEH2B; 


К142ЕН1Г, К142ЕН2Г —КЕНТГ, КЕН2Г; Ha мик- 
росхемы в корпусе 4112.16-15 наносится циф- 
ровой двухзначный код с буквой «K»: 
K142EH1A — К0б; K142EH15 — K07; K142EH1B — 
K27; К142ЕН1Г—К28; К142ЕН2А — К08; 
К142ЕН2Б — K09; К142ЕН2В —К29; К142ЕН2Г— 
K30. | | 

Масса микросхем в корпусах 402.16-7 и 


4112.16-15 не более 1,4 г, в корпусе 2102.14-1 


не более 1,2 г. | 
29 


402. 16-7 


Назначение выводов: 
в корпусах 402.16-7 и 4112.16-15: 2— фильт- 
auts; 4-—вход 2; б-—-опорное напряжение; 
8 — общий (— U); 9— выключатель; 10, 11 —за- 
щита по току; 12 — рег лировка выходов; 13 — 
выход /; 14— выход 2; [6б— вход l; 
в корпусе 2102.14-1: 1, 2— защита по току; 
3— обратная связь; 4— вход дифференциаль- 
ного усилителя; 5— опорное напряжение; Ó, 


30 


Я не используются: 7— общий (—И.); 8—вы- 
ход /[; [0-— выход 2; 11-— вход 2; Гры BXOA l; 
13 —— коррекция; 14-—выключатель. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение при И, =108В, Гы = 
=50 мА, T= -—45... +85° С: 


КР142ЕН1А — КР142ЕН1Г, 


К142ЕН1А — К142ЕН1Г nesens 3... 12 В 
КР142ЕН2А — КР142ЕН2Г, 
К142ЕН2А —К142ЕН2Г .................. 12...30 В 


Ток потребления при П,„,=20 В, Usu: =12 В для 
К142ЕН1А — К142ЕН1Г, КР142ЕН1А — 
КР142ЕН1Г и 0,,=40 В, ПО, =30В для 
К142ЕН2А — К142ЕН2Г, КР142ЕН2А — 
КР142ЕН2Г, T= +25° С, не более .......... 4 мА 
Дрейф напряжения за 24ч при U „=20 B для 
К142ЕН1А —К142ЕН1Г, 0, =40 B для 
К142ЕН2А — К142ЕН2Г, Sm: =50 MA, T= 
w2 С. HE БОЛЕ ен 0,5% 
Минимальное падение напряжения при pu = 
=150 мА, T= -—45° С, не более: 
схемы с совместным питанием ............ 4,5 В 
схемы с раздельным питанием ............ 2,5 В 
Коэффициент нестабильности по напряжению 
при U =208В, О0,,=12В‹ для K142EH1 
и 0,,=40 В, Иры, =30 В для К142ЕН2, не более: 
при Т=+25°С ([ы,=50 MA): 
KP142EH1A, КР142ЕН2А, К142ЕНЛА, 
К142ЕН2А ........... „о иильиньнь а 0,3% /В 
КР142ЕН1Б, КР142ЕН2Б, К142ЕНЦБ, 
KIMEH2 знадоиюаноьииине 0,1% /В 
КР142ЕН1В, КР142ЕН1Г, КР142ЕН2В, 
КР142ЕН2Г, K142EH1B, К142ЕН1Г, 
К142ЕН2В, К142ЕН2Г essnee 0,5% /В 
при Т= +85 и —45°С (1ы,=35 мА при 
Т= +35°`С, [,,=50 мА при Т=-45° C): 


KP142EH1A, KP142EH2A, К142ЕНЛА, 
K142EH2A | 
КР142ЕН1Б, КР142ЕН2Б, К142ЕН\Б, 
ЕНОБЫОЬ: anonncsnnena a 0,2%/B 
KP142EH1B, КР142ЕН1Г, KP142EH2B, 
КР142ЕН2Г, K142EH1B, К142ЕН1Г, 
К142ЕН2В, К!42ЕНОГ ......... инь, 0,8% /В 
Коэффициент нестабильности по току при О», = 
= 16,5 В, U =12 В, T= +25° С, не более: 
` KP142EH1A, КР142ЕН2А, К142ЕН1А, — 
KIQEH2A naniesienia 11,1%/A 
KP142EH15, KP142EH25, К142ЕН\Б, 
К142ЕН2Б _ 4,4% [А 
KP142EH1B, КР142ЕН2В, К142ЕН\В, 


К142ЕН2В unirmi 44,4% [А 
КР142ЕН1Г, КР142ЕН2Г, К142ЕН1Г, 
К142ЕНЯ` ..... зо еоонесиьомиововвьвонвововововоо 22,2% А 


Температурный коэффициент напряжения при 

U „=12 В, Т=-45... +85°С, не более: 
КР!42ЕН1А, КР142ЕН1Б, КР142ЕН2А, 
КР142ЕН2Б, K142EH1A, К142ЕНЦБ, 
К142ЕН2А, К!42ЕН2Б, КР142ЕН1В, 
КР142ЕН1Г, КР142ЕН2В, КР142ЕН2Г, 
К142ЕН1В, К142ЕН1Г, K142EH2B, 
КЕНТ. золоноииитнновноь 0,05% /°C 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение при Т=-45... +85° С: 
КР142ЕН1А —КР142ЕН1Г, К142ЕН1А— 


5 И И 20 B 
KP142EH2A — KP142EH2T, K142EH2A — 
KISER sirs 40 B 


Минимальное входное напряжение при Т= 
= —45... +85°С для КР142ЕН1А — 


o danan [|| 
nmen | T 


1,2 


00 OI 1 0 WF,niy 1; 05 


Зависимость относительной Зависимость выходного Ha- 

нестабильности по напряже- пряжения от выходного тока 

нию от частоты пульсаций. при включении схемы защи- 
ты от перегрузок 


НН 0,5% /В 


"| | /4ДЕНИ, ИМЗЕН2 


КР142ЕНИТ, К142ЕН1А—К142ЕН1Г .......... 9B 
Выходной ток (с учетом внешнего делителя) во 


всем диапазоне входных и выходных напря- 
MORR И о АИ 150 мА 

Рассеиваемая мощность '!: 
npu T= 45... 455° C ана 0,8 BT 
i ТОС onnan 0,55 Вт 
Импульсная рассеиваемая мощность при f= 
le UET ninine 3 Prac, max 
Температура окружающей среды ..... — 45° С... 
Tk = +85° C 


t При T= +55... +85°С Poum изменяется линейно, 


Примечания: |. Допускается соединение с 
общим выводом аппаратуры как положитель- 
ного, так и отрицательного выходного напряже- 
ния микросхемы: при этом «+» и «=» вход- 
ного напряжения (аккумулятора, выпрямителя, 
фильтра H T. д.) должны быть изолированы от 
общего вывода аппаратуры. 

2. Разрешается производить монтаж микро- 
схемы 2 раза, демонтаж | раз. 

3. При эксплуатации минимальный ток де- 
лителя 1,5 MA. | 

4. Разрешается использовать микросхемы 
К142ЕН1А —К142ЕН1Г при О» пи=5,5 В в 
схеме с дополнительным источником питающе- 
го напряжения, превышающим 9 В. Разрешает- 
ся использовать микросхемы К142ЕН2А — 
К142ЕН2Г при U, min =9 В; при этом электри- 
ческие параметры остаются в пределах, указан- 
ных для диапазона Uu =12... 30 В. 


Гас. таз, ВТ 

p ИИ T 
TENE 
E 


Ты. Им 


Зависимость максимальной 
рассеиваемой мощности 
микросхем с дополнитель- 
ным теплоотводом от тем- 
пературы корпуса‘ 


АТ ||| | tO 
nol AL I | | AEN В 80 e H 
AYA i PA i eE DE EA D T N A A E 
"REL ЧИ ИИ KAIP Zama n N 
Я Г ГИВЕН ЗАСТ 
| "ПЕРА ИРА 
y эп ППА 
я И Е 
НИМИ ЕЕ 
-20 0 09012 0O 53 w0 в 90-4 0 a 1 0 ПЕ 


Зависимость тока потреб- Зависимости тока нагрузки OT Ma- 

ления от температуры ок- дения напряжения на микросхеме: 

[—при T= +45... +55° С; 2— при 
Т= +85° С 


ружающей среды 


$, t, MKC 


02 10? 10% 221$ 


Зависимости времени установления выходного 
напряжения микросхем от емкости С2 в 
типовой схеме включения при импульсном 
изменении тока нагрузки 


Uir, тах 


t,, tz, МАС 


W 
ГРРЕРИЕЕ 
И ВЕ Е 


4 KIEN 
> KIEN? 


102 109 10% C2 ng 


Ф = 16 мс 


Зависимости коэффициента 
сглаживания пульсаций от час- 
тоты пульсаций 


К4ЕНТ i 
A K142EH2 
Фи = 19 ne 


1 фых, таг 


01 ых, таг 


рых 


Форма напряжения на выходе стабилизатора 


(типовая схема включения) при импульсном 
изменении тока нагрузки 


t 


Зависимости времени уста- Формы тока и напряжения на 


новления выходного напря- выходе стабилизатора при 

жения от емкости С2 в типо- включении и выключении ста- 
вой схеме включения билизатора 
К142ЕН1, К142ЕН2 
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Форма напряжения на выходе 
стабилизатора при импульсном 
изменении входного 
напряжения: 


а — импульс напряжения на входе; Ő — HM- 
пульс напряжения на выходе при 


С2= 100 пФ; в— импульс напряжения на 
_ выходе при С2> 10° пФ 


A/a; Azfa a, nA; t, мис Usus, u» МВ 


| | | | 4126m H mEn p 
[C] vnen А В: 8 | Kien 
KANENN РУ EE AS ИИЕНИЯ 
150 DERE a НРАЕЕНЕ 
A E ЗЕНОН: A 
DEDU a НН 
a EE ES N 
а. 
а E 
DS ЗЕЕ ЗЕЕ 
y НИ ВИН ВЕН 
100 $ ЗАЕМ СБ БОБЫ 
| 900; 10 о E 
ETER ВН: БРЫНЕЙ 
A В ИЕ БЕН ПНР 
И Е ИЕ НН 
T НВ ИЕ ИН R 
Att 
8 
oH WH zs Е Е 
} ОА a ООО 
"a U 9 E НЕ 
D T M N 
A E -m E 
ИЯ a 
TEN A БЕНЯ 
0 0007 0,01 62, миф 
ыы ——АыЫ 
10°? 10° 10° 62,08 10? 10° 10* (2,1 0 01 10 CIm 
Зависимости выброса на- Зависимости броска тока на- Зависимость напряжения шу- 
пряжения на выходе ста- грузки и времени установле- MOB на выходе стабилизатора 
билизатора в типовой ния выходного напряжения от емкостей конденсаторов 
схеме включения при им- и тока при включении и вы- С2 и C3 в типовой схеме 
пульсном изменении тока ‚ ключении стабилизатора: включения К142ЕН1,К142ЕН2 
нагрузки от емкости C3 У КЕНТ: 


Зависимость относительной нестабильности по току от АТ 
сопротивления резистора-датчика схемы защиты (K; — He- 
стабильность по току при сопротивлении резистора-датчика, 


равном нулю) ‚И142ЕМ 
142 ЕН? 
И 
= 


A ) 


Схемы включения | 


KI4ZENI 
KIEN 


Типовая схема включения микросхем K142EH1 и Схема включения K142EH1 и K142EH2 в состав 
К142ЕН2 стабилизатора напряжения с источником опор- 
ного напряжения, питающегося от внешнего 

стабилизированного источника напряжения 
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Схема включения K142EH1 и K142EH2 в 
состав стабилизатора с исгользованием 
внутренней схемы защиты ст коротких за- 
мыканий в цепи нагрузки (R1, К2 — делитель 
в цепи базы транзистора защиты; А5 — ре- 


зистор-датчик схемы защиты; R]=2 кОм; 
R2=( Ung t 5 Hk 3 MA, KOM; 
R5=0,5 B/ op А, OM). 


Принципиальная схема стабилизатора с 
улучшенными характеристиками 


væ 


ЕЕ ИЕН! 
a 


Д814А 


ЕВ схема стабилизатора напряже- 
ния отрицательной полярности. Напряжение 
стабилизации стабилитрона ИР! выбирается: 
для K142EH1 от 7 до 17 В; для K142EH2 от 7 
до 37 В. Ток, протекающий через резисторы Кб, 
R7, R8, должен быть не менее 1,5 мА. Среднее 
значение нестабильности по напряжению стаби- 
лизатора 0,015%, по току 0,025% 
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= 25 
+ 


Схема включения K142EH1 и K142EH2 в состав 
стабилизатора напряжения с дистанционным вклю- 
чением — выключением. Для дистанционного 
включения стабилизатора на вывод 9 микросхемы 
необходимо подать напряжение положительной 
полярности; при этом резистор Кб должен быть 
выбран таким, 


чтобы ток выключения был в 
пределах 0,5...3 мА 


ИТ2 KTOOJA R4 


0-28 


208*10%+ 


и 


Принципиальная схема стабилизатора напряже- 
ния с повышенной нагрузочной способностью. 
При указанных номиналах резисторов и токе 
нагрузки 0,5 А напряжение между' выводами 10 
и [1 равно 0,04 В. Устройство защиты устой- 
чиво срабатывает при Г[.„=1,15 А; в этот 


‚ момент выходное напряжение стабилизатора 
скачком уменьшается до ЗВ и уже при токе 
нагрузки /,=1,1 А стабилизатор автоматически 
возвращается в рабочий режим (l ,=70 MA, 
нестабильность по напряжению 0, 2% при 
[.=0,5 А) 


Принципиальная схема параллельного стабили- 
затора напряжения 


D TEE 
"A226 K amam 
ав | 


Дополнительная литература 


1. Крылов B., Бызеев В. Стабилизаторы Ha- 
пряжения на К142ЕН // Радио.— 1978.— № 10— 
С. 31—33. 

2. Успенский Б. Стабилизаторы напряжения 
и тока на ИМС.— В помощь радиолюбите- 
лю.-М. ДОСААФ, 1985.— Вып. 91.— C. 39— 
33. | 

3. [7, с. 377—380 |. 

4. [8, с. 144—159]. 


К142ЕНЗА, К142ЕНЗБ, 
К142ЕН4А, К142ЕНА4Б 


Микросхемы представляют собой регули- 
руемые стабилизаторы напряжения с систе- 
мой защиты от перегрева и перегрузки по 
току. Они допускают выключение внешним 
управляющим сигналом. При срабатывании 
системы защиты от перегрузки по току вы- 
ходное напряжение уменьшается почти до нуля. 


K142EHJ(A, 


ш| n [ Ai 
P 


il | Е ТР 


Принципиальная схема стабилизатора напряжения 
с регулируемым выходным напряжением в WAPO- 
ких пределах (обеспечивает регулировку выходного 
напряжения от нуля до максимального значения, 
установленного для данных микросхем) 


В случае срабатывания системы тепловой за- 
‘щиты повторное включение стабилизатора воз- 
можно только после остывания микросхемы. 

Корпус типа 4116.8-2. Масса не более 3 г. 

Назначение выводов: 2— вход системы за- 
щиты; 4— вход сигнала обратной связи; б— 
цепь выключения; 8— общий вывод, электри- 
чески соединен с ‘фланцем; 11, Орви, 
13—выход; 15— вход. 


4116. 8-2 


5), №142 ЕН (А,Б) 
о 


R20 


- Е -0 
o8 
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Электрические параметры 


Выходное напряжение при T= +25° С: 
при О„=25 В, [„=10мА для К142ЕНЗА, 
К142ЕН4А 
при U, =40 B, [„,.=10 мА для К142ЕНЗБ, 
К142ЕН4Б 


Дрейф напряжения (за сутки) при T,= +-40° C, 


не более: 
при И„=45 В, ПО „‚=30+АИ В, pns 10 MA 
для K142EH3A, K142EH4A ................. 0,15% 
при U, =40 B, Umx=30AU B, u =10 мА 
для К142ЕНЗБ, К142ЕНА4Б .......... а 0,15% 


Минимальное падение напряжения при T= 
= +25° С, не более: 


при 0,„,=19 В, 0,„„=16 В для К142ЕНЗА, 
К142ЕН4А .............иииииииииииииииини, 3 B 
при U„=19B, U„„=15B для K142EH3B, 
ОВНА раба 4В 


Коэффициент нестабильности по напряжению, 
не более: 


„Т=+25°.С: | 
при 0О.,=45 В, О„,=30Ви0,,=12 В, Им, = 
=3 В, [„,„=10мА для К142ЕНЗА, 
КЫСЕНАА oening 0,05% /В 
при U,=40 B, Umx=30 B и Up= 12,5 В, 
U= 5 B, u= 10 MA для К142ЕНЗБ, 
ВВ НАЬ юань. 0,05% /В 
Т=+85 и —45° С: 
при U =45 В, ПО„„,=30+А0 B, Г„,=10 мА 
для К142ЕНЗА, К142ЕНАА ............... 0,1% /В 
при U„=40 В, U: „„=30+AU B, 1„=10 мА 


для К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ ................ 0,1%/В 
Коэффициент нестабильности по току при Up= 


=19 B, Ux =15 В, Т=+25° С, не более: 
К142ЕНЗА, К142ЕНАА .................... 0,25% [А 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ .................... 0,33% /А 


Температурный коэффициент напряжения при 
0, =208В, ПИ, =5+А0В, Гы,=1ЮмА, T= 


= +85... —45° С, не более: 
_ К142ЕНЗА, К142ЕН4А .................... 0,01% /°C 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ ...................... 0,02% /2С 


Ток потребления при T= +25° С, не более: 


при U =45 В, О,„‚=30 В для ыы, 
ОЕ НАА аланы в 10 мА 
при О„=40В, П,„‚=30В для К142ЕНЗБ 
К142ЕН4Б E E EE EIER E EEE TRR 10 MA 


Примечание. AU определяется значением 
опорного напряжения микросхемы и парамет- 
рами делителя выходного напряжения. = 


Предельные эксплуатационные Данные 


Входное напряжение при Т,= —45... +85° С: 
К142ЕНЗА, К142ЕНА4А .................. 1.1... 45 В 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ ................нньььньь. 40 В 

Минимальное входное напряжение при T,= 

= — 45... +85° С: 
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K142EH3A, К142ЕНАА ............................ 9B 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ ..................... ..... 955 В 
Выходной ток (с учетом тока делителя): 
при Т.=-—45... +85° С. 


К142ЕНЗА, К142ЕНАА ............................ 1A 
К142ЕНЗБ, К142ЕНАБ ...............иннини: 0,75 А 
при Т,= +100° С и U,<30 В: 
К142ЕНЗА, К142ЕН4А...................нньье. 0,5 А 
К142ЕНЗБ, К142ЕНА4Б .............. ии инннниии 0,4 А 
при Т,= +100° С и 0,,>30 В: 
К142ЕНЗА, К142ЕНАА ........................ 0,25 А 
К142ЕНЗБ, К142ЕНА4Б .................илниннии 0,2 А 
Рассеиваемая мощность: 
при Т,.=-—45... +85° С: 
ОВ реа 6 Вт 
Е А 4 Вт 
при T,= +100° С 
Е | ИАА 2,5 Вт 
г E. оон 1,5 ВТ 
Температура окружающей среды... —45° С... T,= 


Примечания: 1. Допускается соединение с 
общим выводом аппаратуры «+» или «—» 
выходного напряжения микроскемы; при этом 
корпус микросхемы должен быть изолирован от 
общего вывода аппаратуры. 

2. При выборе делителя выходного напряже- 


‚ния следует руководствоваться следующим: MH- 


нимальный ток делителя 1,5 мА; сопротивления 
резисторов R7 и R2 выбираются из условия 
U,ux= Uoc (R1 + Е2)/Е2, где И,.=2,6 В — напря- 
жение обратной связи на выводе 4. 

3. Разрешается производить монтаж микро- 
схем в аппаратуре 2 раза, демонтаж 1 раз. 

4. Разрешается эксплуатация микросхем при 
О», min = 8,9 В; при этом Ку<0,15%/В. 

мкость входного конденсатора С, > 
>2,2 мкФ, а расстояние от конденсатора до 
микросхемы не более 70 мм. 

При эксплуатации микросхем с включенной 
внутренней защитой от перегрузок по току 
допускается не включать резистор А5; при этом 
U, <20 B n Т,< +100° С. Допускается также не 
включать резисторы RS и R7; при этом П„< 
<15В и Т,< +100° С. 

6. Допустимое значение статического потен- 
циала 2 кВ. 


Ubs „8 


Q8...1A Iya, "A 


0 T= 70... 1204A 


Нагрузочные характеристики стабилизаторов 


ИИА) 


[ИЕН (A, E) EE 
KI2EHS (А.Б) 


O 200 400 600 lyy, MA 


Зависимость относительной 
нестабильности по току от 
тока нагрузки 


Мг, дБ 


K142EH3 (A, 5) 
1424 (А.Б) 


40 
107* 10-3 10-2 10! 1х м/и 


Частотная характеристика 
коэффициента сглаживания 
пульсаций стабилизаторов 


р Вт 


рас. тах ? 


METTAR 
В 


| [meman N 


0 20 40 60 т, 


т/с гид 


900 1000 1500 20005. КГц 
Зависимость относительной 


нестабильности по току от 
частоты 


| Lah 


T 
a PIL 
wA T 


"O 200 400 600 ly, nA 


Зависимость минимального 
падения напряжения на ста- 
билизаторах от выходного 
тока. Заштрихована область 
разброса значений парамет- 
ров для 95% микросхем. 
Сплошной линией обозначе- 
на типовая зависимость 


К/К 25" 
^142Е МЗ (А.Б) 
К142 Е! (А,Б) 


АИ 


НИ 


-60 -20 +20 +60 +100% C 
Зависимость . относительной 


нестабильности по току от 
температуры корпуса 


Unn. min» 8 

B7 
oN 
PUAT 
CARRE 
MEETS 
kee e 


200 400 600 Tx, мА 


Зависимость минимального 
падения напряжения на ста- 
билизаторах от выходного 
тока. Заштрихована область 
разброса значений парамет- 
ров для 95% 
Сплошной линией обозначе- 
на типовая зависимость 


Зависимости рассеиваемой мощности от темпе- 
ратуры корпуса 


АНИ 


микросхем. 
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Схемы включения 


Типовая схема включения микросхем К142ЕНЗ 
(А, B), К142ЕН4 (А, BÐ): 


R1, К2 — делитель выходного напряжения; С/ — входной KOH- 
денсатор емкостью не менее 2,2 мкФ; С2— корректирующий 


конденсатор емкостью 0,01 мкФ; С3— выходной конденсатор. 


емкостью не менее 0,68 мкФ 


Принципиальная схема стабилизатора напряже- 
НИЯ С Л: от внешнего сигнала: 
4 [кОм] рассчитывается из условия 
АНК, U suxa — R3 (1,8+5К, В P 
1,8 + 10K, R3 (1,2+2К, R3) à 
R3 (1 +4K, R3) KzU puxa — R3 (1 +2K, R3). 
ИК, КЗ (0,6 +0,7K, R3) | 


1=0,1 кОм '; К, =1В-1; 0,9< Uun <45 В; потребляемый ток 
от источника выключения 3 мА 


<А4< 


Схема включения микросхем К142ЕНЗ (А, B) и 
К142ЕН4 (А, B) с использованием внутренней 
схемы защиты от перегрузок по току: 


R4 > 5,4 KOM — ограничительный резистор регулировки тепло- 
вой защиты; АЗ — ограничительный резистор регулировки 
токовой защиты: 
M — N —0,023 (U „x — U sux) 
ЕЕ ВС М=1,25 В; М№М=0,51„„; 
пор 


Ра 


пор œ вых, тах 


R3 [Ом]= 
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| 4142 ЕЗДА, 5) 
ИРЕНА, 5) 


4| 6j 2 


Схема включения микросхем K142EH3 (A, B), 
K142EH4 (A, B) с использованием внутренней 
схемы тепловой защиты: 


R3 — ограничительный резистор для регулирования пофога 
срабатывания тепловой защиты в диапазоне температур кор- 
+ 100° С; 


пуса +65 
КТ, — 6,65 
R3=1 ком (88) где К=0,037° C`! 


Схема включения микросхем K142EH3 (A, Б) и 
К142ЕН4 (А, B) с дополнительным транзисто- 
ром для увеличения выходного тока 


Дополнительная литература 


1. Игнатьев Ю. Микросхемы К142ЕНЗ и 
К142ЕН4//Радио.— 1986.—№ 4.— C: 61, № 5.— 
С. 59, 60, № 6.— cC. 61. 

2. [7, с. 381—382]. 


К142ЕНЗА, 
К142ЕНЪЗВ, 
КР142ЕН5А, 
КР142ЕНЪВ, 


К142ЕН5Б, 
К142ЕНЪГ, 
КР142ЕН5Б, 
КР142ЕНЗГ 


Микросхемы представляют собой стабилиза- 
торы напряжения с фиксированным выходным 
напряжением и защитой от перегрузок по току. 
Корпус микросхем К142ЕН5А — К142ЕН5Г ти- 
па 4116.4-2, КР142ЕН5А — КР142ЕН5Г ‘типа 
КТ-28-2. Микросхемы в металлокерамическом 
корпусе (4116.4-2) предназначены только для 
экспериментальных работ, в металлополимер- | 
ном (КТ-28-2)— для применения в серийной 
радиоаппаратуре. 

‚Масса микросхем в корпусе 4116.4-2 не более 
3r, в корпусе КТ-28-2 не более 2,5г. 


4116. 4-2 


KT-28-2 


ЕЕ 
zle 


Назначение выводов: 2— выход; .8 — общий; 
17 — вход. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение при U„=10 B, u= 
=10 MA, Т=+25° С: 


К142ЕН5А, КР142ЕНЗА .................... 5+0,1 B 
К142ЕН5Б, КР142ЕНЗБ ................... 6 +0,12 В 
К142ЕН5В, КР142ЕНЗВ ................... 5+ 0,18 В 
К142ЕН5Г, КР142ЕНЗГ ................... 60,21 В 
Ток потребления при U „=15 В, T= +25° С, 
He БОВ ео ое 10 мА 
Дрейф напряжения (за 500ч) при U,„=15 В, 
ых =0,5 А, Т,= +100°С, не более ...... ... 1,5% 


Коэффициент нестабильности ‘по напряжению 
при (..=10 В, Г. =10мА, T= —45 С... +85° C, 
ВО o RO AE EA AA EE AN 0,05%/B 


Коэффициент нестабильности по току при T= 
= +25° С, не более: 
при U „=8,3 В для K142EH5A, К142ЕНЗВ, 


КР142ЕН5А, КР142ЕНЗВ ...................... 1%[А 
при О„=9,3 В для КР142ЕН5Б, К142ЕНЪГ,,. 
КР142ЕН5Б, КР142ЕН5Г........................ 1%[А. 


Температурный коэффициент напряжения при 
О „=10 В, Г„,=10мА, Т=-—45... +85° С, не 
более: | 


К142ЕНЗ$А, К142ЕН5Б, —KP142EH5A, 
КР142ЕНЪ5Б.................... ие ры 0,02%/2 С 
К142ЕНЗВ, К142ЕН5Г, КР142ЕНЗВ, 
КЕННИ иона оны 0,03% /2 С 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение при T,= —45... 
о EEE ИАН 15 В 
Минимальное входное напряжение при T,= 
= — 45... +1002 С: 
К142ЕН5А, К142ЕНЗВ, КР142ЕН5$А, 
КРАНОВ: < росе ны? Вы 7,5 В 
К142ЕН5$Б, К142ЕНЪГ, КР142ЕН5$Б, 
КРАЕВ. ооо ео бод 
Выходной ток'!: 
при T,=—45 и +100° С: 
К142ЕН$А, К142ЕН5Б, КР142ЕН5А, 
KPED диана ние РН 2 А 
К142ЕНЗВ, КР142ЕН5Г, КР142ЕНЗВ, 
KPIZEHOT asarin ры 1,5 А 
при T,= —20... +40° С: 
К142ЕНЗ$А, К142ЕН5$Б, КР142ЕНЗА, 
КРЫМ ЕНОВ, ое окей ЗА 
К142ЕНЗВ, К142ЕН5Г, КР142ЕНЗВ, 
БРИЕНОР ооо оо EE 2 А 


Рассеиваемая мощность! (с теплоотводом): 


при Т,=-—45... +70° С.......................... 10 Вт 
при T,= +100° С.................. ао 5 Вт 
Температура окружающей 
СОЕД оный —45... +100° С 


1 При Т,= +40...+100°С и +70... +100°С Гьых тах И Ppac, max 
изменяются линейно. 


Примечания: 1. Разрешается производить 
монтаж микросхем 2 раза, демонтаж | раз. 

2. Допускается подача напряжения на выход 
микросхемы до 8 В при отсутствии напряжения 


KIZEHS(A-T) | | 


на входе. Допускается увеличение входного 
напряжения до 20 В при условии, что разность 
напряжений между входом и выходом микро- 
схемы находится. в пределах 2,5...10 B, а Р„.< 
<Р рас, max’ 

3. Емкость входного конденсатора должна 
быть не менее 2,2 мкФ, а расстояние от 


конденсатора до микросхемы не более 70 мм. В 


этих условиях гарантируется отсутствие генера- 
ции на входе с амплитудой, превышающей 
U 


BX, max’ 
4. Допустимое значение статического потен- 
циала 2 кВ. 


ИемиеН 


-60 -20 20 60 


Зависимость 
рассеиваемой мощности 
от температуры окружа- 

ющей среды 


нения [— 
KA 
Е 


0 1 2 


Выходные характеристики 
стабилизаторов ‘напряжения. 
Заштрихована область раз- 
броса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией обозначена типо- 

вая зависимость 
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100 7° 6 


А 0 1 2 


1 10 


Частотные характеристики KO- 
эффициента сглаживания. 3a- 
штрихована область разброса 
значений параметров для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
обозначена типовая 
зависимость 


Выходные характеристики 
стабилизаторов напряжения. 
Заштрихована область раз- 
броса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией обозначена типо- 

‚ вая зависимость 


10? 10° 10* 105 108 ц 


Зависимость 
коэффициента пульсаций 
выходного напряжения 
от выходного тока. За- 
штрихована область раз- 
броса значений парамет- 
ров для 95% микросхем. 
Сплошной линией 
обозначена типовая зави- 
симость 


тия, 


|. 


PAF 
O BA 
Fa 
L 


an минимального 
входного напряжения ст абили- 
заторов напряжения от выход- 
ного тока 


— 


Схемы включения 


Типовая схема включения микросхем K142EH5 
`(А—Г) и KP142EH5 (А— Г) 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубов- 
ский, Н. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд., перераб. 
и доп.—М.: Радио и связь, 1984.— C. 381, 382. 


K142EH6A, К142ЕНБбБ, 
K142EH6B, K142EH6rF, К142ЕНБД, 
K142EH6E 


Микросхемы представляют собой двуполяр- 
ный стабилизатор напряжения с фиксирован- 
ным выходным напряжением. 


E 

`- RI 1 

R20 Jx 
Е 
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Схема включения микросхем К142ЕН5 (А— Г) 
и КР142ЕН5 (А— м apm ео выходного 


R1=300 Ом; Е2= (U, ~ Unan) RI (Una + Taer RI) 


Корпус типа 4116. 8-2 [см. К142ЕНЗ (А, 5)]. 
Масса не более 3r. 

Назначение выводов: 2— регулировка; 4— 
выход (—); б— вход (—); 8— общий; 11— xop- 
рекция (+); 1[3— выход (+); 15— вход (+); 
17— коррекция (—). 


Электрические параметры 


Выходное напряжение при +U, =20 В, ЕЛ = 
=5мА, Т=+25° С: 


K142EH6A, К!142ЕНбБ................ +15+0,3 В 
К142ЕН6бВ, К142ЕНбГ................. +15+0,5 В 
К142ЕН6Д, К142ЕНбЕ................... +15+18В 


Ток потребления по положительному и отрица- 
тельному выходу при И„„=30 В, Zu =0, T,= 
2, ие БОЛЕ нсаыконньь 18 мА 


К142 Е НВ (A-E) 


— 15 


68K 


VTI9 


ГАЯ RIT RII 
|] К l IIn 
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Дрейф напряжения (за 500 4) при +U, = +30 B, 
+Гы,.=75 мА и Up = +25 В, tu = 104 MA, 
T= +89 C, HE DONC еее kesesini 1% 
Минимальное падение напряжения при T,= 


= +25° С, не более: 


на положительном входе при +U эх 7" 
т Окт T Ga, min» 
—U„=—20 В, +1. =5МА: 
К142ЕН6А, KI l 42EH6B, К142ЕН6Д, 
ВВ ЕВЕ р ое Ане 2,5 В 
`К142ЕН6бВ, К142ЕНФГ............................. 2,7 В 


на отрицательном входе при +U, = +20 В, 
B Uis m Uasi T U min? + Isu = =5 МА: 


К142ЕН6А, К142ЕН6бБ, К142ЕН6Д, 
Ес Ее 3 B 
K142EH6B, K142EH6PF 3,2 B 


Коэффициент нестабильности по напряжению 


при +U,„=20 B, —-И,=-—20В, +u =5мА, 
не более: | 
при Т=+25° С: 
KIAZEHOA. оне 0,0015%/В 
К142ЕНбБ, К142ЕН6Д, 
КМВ НОЕ. ие 0,005% /В 
KISZEHOB зеиненнлы 0,0025% /В 
а = ат ЗЕ 0,0075% /В 
при Т=—45 и +85° С: 
KISEHOA дораб 0,003% /В 
К142ЕНбБ, К142ЕН6Д, 
KIVEHOE ана 0,01% /В 
КЕНО В: зона 0,005% /В 
КЕНО Е о рен 0,015% /В 


Коэффициент нестабильности по току при 


+И„=20 В, —П„=-—20В, +1,=5мА, T= 
= +25° С, не более: 
К142ЕН6А, К142ЕН6бБ, К142ЕН6Д, 
КАЧ2ЕНЬОЕ. оон 0,2% /А 
К142ЕН6бВ, К142ЕНбГ............... нь 0,3% /А 


Температурный коэффициент напряжения при 


+И„=20 B, —U„=—20 B, +u =5мА, T= 
= — 45... +85° С: 
K142EH6A, K142EH6b, К142ЕН6Д, 
К142ЕН6бЕ, не более...............шшннннии 0,01%/С 
типовое значение.............. шинель, 0,003%/С 
K142EH6B, К142ЕНбГ, не более... 0,03% /С 
ТИПОВОЕ ЗНЧЕНИЕ...............иннаиининньниния 0,01%/С 
Коэффициент сглаживания пульсаций при 
+0„„=20 B, —U, ‚= —20 B, +1,„.=5 мА, T= 
= = +25° С, не менее... ый, 30 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение на каждом входе при 


Т.=—45... +85° С: 
К142ЕН6А, — К!42ЕНбБ, K142EH6J, 
К142ЕНбЕ ierse 40 В 
К142ЕН6В, К142ЕНбГ............ ии, 30 В 


Напряжение между входами при Т,=-—45... 
+85° С: 
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K142EH6A, K142EH6b, К142ЕН6Д, 
KIAZEHOE ола ака 60 В 
K142EH6B, -К142ЕН СГ... ьььсьааньй 50 В 
Выходной ток на каждом выходе при T,= 
а EA N A 200 MA 

Рассеиваемая мощность': 

при Т,=.—45... +70° С: 
К142ЕН6А, К142ЕН6бБ, К142ЕН6Д, 
ВЯ ВНОЕ ааа AA 5 Вт 
K142EH6B, К142ЕН6Г..................еьььниньи 4 Вт 
при DE Er o = D D, OEEO EN A 2,5 BT 

Температура окружающей 

о И —45°С... T,= 
= +85° С 


' При T,= +70...+85°С P изменяется линейно. 


рас, тах 


Примечания: 1. При эксплуатации микро- 
схем допускается подключение нагрузки к одно- 
му любому каналу или к двум каналам 
одновременно. Общие шины источника вход- 
ного напряжения должны быть подключены к 
выводу 8 

При подключении нагрузки только к поло- 
жительному каналу входное напряжение на 
НЫ канале должно быть |-И„|> 
>|— Uatt = Uir вых, ia k 

При подключении нагрузки только к отрица- 
тельному каналу входное напряжение на положи- 
тельном канале должно быть уменьшено до 10 В. 

При подключении нагрузки одновременно к 
двум каналам допускается эксплуатация микро- 
схем как при несимметричном входном напря- 
жении на каналах, так и при их несимметричной 
нагрузке выходным током; при этом макси- 
мальные значения входного напряжения, выход- 
ного тока и рассеиваемой мощности не должны 
ет предельно допустимых, а Ux, min = 
— О, вых T вх — вых, Min’ 

2. Разрешается производить монтаж микро- 
схем 2 раза, демонтаж | раз. 

3. Допустимое значение статического потен- 
циала 2 кВ. 
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Частотные характеристики коэффициента сгла- 
живания пульсаций выходного напряжения по- 
вана область разброса значений параметров для 
95% микросхем. Сплошной линией обозначена 
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ложительного плеча стабилизаторов. Заштрихо- 
типовая зависимость 
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Частотные характеристики коэффициента сгла- 

живания пульсаций выходного напряжения от- 

рицательного плеча стабилизаторов. Заштрихо- 

вана область разброса значений параметров для 

95% микросхем. Сплошной линией обозначена 
типовая зависимость 
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Зависимости коэффициента стабилизации по 
току от температуры окружающей среды. За- 
штрихована область разброса значений пара- 
метров для 95% микросхем. Сплошной линией 
обозначена типовая зависимость 
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Зависимости коэффициента стабилизации по 
току от температуры окружающей среды. За- 
штрихована область разброса значений пара- 
метров для 95% микросхем. Сплошной линией 
обозначена типовая зависимость 


Ат, %/А 


и A 
5—6 
T A 
TT 
PARRE 
B E 


O 50 100 150 ма 


Зависимость коэффициента 
стабилизации по току от 
тока нагрузки для положи- 
тельного канала. Заштрихо- 
вана область разброса значе- 
ний параметров для 95% 
микросхем. Сплошной лини- 
ей обозначена типовая за- 
висимость 


Ki, ffA 


0 20 


100 150 Iy, мА 


Зависимость коэффициента 
стабилизации по току от 
тока нагрузки для отрица- 
тельного канала. Заштрихо- 
вана'область разброса значе- 
ний параметров для 95% 
микросхем. Сплошной лини- 
ей обозначена типовая зави- 
симость 


+ 


Una, min? 8 
аи] | 


15 
O S0 100 150 Ix, MA 


Зависимость минимального 
падения напряжения 
положительного плеча от 
выходного тока. Заштрихо- 


_ вана область разброса значе- 


ний параметров для 95% 

микросхем. Сплошной лини- 

ей обозначена типовая за- 
BHCHMOCTb 
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В 


+ 
Una, тт, 


ranan] 


50 100 150 Iy, MA 


Зависимость минимального па- 
дения напряжения положитель- 
ного плеча стабилизаторов от 
выходного тока. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметров для 95% микросхем. 
Сплошной линией обозначена 
типовая зависимость 


Схемы включения 


= KI2ENG(A-E) 
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Зависимость минимального 
падения напряжения отрица- 
тельного плеча стабилизато- 
ров от выходного тока. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметров для 
95% микросхем. Сплошной 
линией обозначена типовая 
зависимость 
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Зависимость минимального 
падения напряжения отрица- 
тельного плеча стабилизато- 
ров от выходного тока. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметров для 
95% микросхем. Сплошной 
линией обозначена типовая 
зависимость 


25 


2,1 
1,9 


=| А142ЕНЕ(А-Е) 


Типовые схемы включения микросхем К142ЕНб (А— Е): 
a—Cl=C2=C5=C6=0,01...15 мкФ; СЗ=С4=0,01...0,1 мкФ; б—С1, С2>1 мкФ; C5, Сб>2 мкФ; C3=C4=0,01...0,1 мкФ 


Принципиальные схемы регулируемых стабилизаторов напряжения. Диапазон регулировки 


+15... +25 В для K142EH6 


А, b, M, Е) и +15... +20 В для К142ЕН6бВ, К142ЕНОГ: 


а— С1=С2=(С5=(6=0,01...15 мкФ; С3=(С4=0,001...0,2 мкФ; 6-—С1=С2>1 мкФ; C5=C6>2 мкФ; С3=(С4=0,01...0,1 мкФ 
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K142Eh6 (A-E) 
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Принципиальные схемы регулируемых стабилизаторов напряжения на микросхемах К142ЕНб 
(А— Е). Диапазон регулировки +5... +15 В: 
а—Е>6,8 кОм; 6— R=2...700 кОм 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 


е 
росхемы: Справочное 
ский, Н. А. Барканов, 


пособие/С. В. Якубов- 


Л. И. Ниссельсон и др.; 


Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд., перераб. 
и доп.-М.: Радио и связь, 1984.— 384 с. 


К142ЕНЗА, 
К142ЕНЗВ, 
К142ЕНЗД, 
КР142ЕН8А, 
КР142ЕНЗВ, 
КР142ЕН8Д, 


К142ЕНЗБ, 
К142ЕНВГ, 
К142ЕНВЕ, 
КР142ЕНВБ, 
КР142ЕНВГ, 
КР142ЕНЗЕ 


Микросхемы представляют собой стабилиза- 
торы напряжения с фиксированным выходным 
напряжением и защитой от перегрузок по току. 


Корпус микросхем 


К142ЕН8 


— К142ЕНЗЕ 


К42ЕНВ (A-E), КРУ42ЕНВ(А-Е), КЧЕНЯ(А-Е) 


i 


= 
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при U,=20 В, 1 


типа  4116.4-2 [см. К142ЕН5 (А-—Г)}|, 
КР142ЕН8А — КР142ЕНЗЕ типа КТ-28-2 [см. 
КР142ЕН5 (А—Г)]. Микросхемы в металло- 
керамическом корпусе (4116.4-2) предназначены 
только для экспериментальных работ, в метал- 
лополимерном (КТ-28-2)— для применения в 
серийной аппаратуре. 

Масса микросхем в корпусе 4116.4-2 не более 
3r, в корпусе КТ-28-2 не более 2,5 г. 


Назначение выводов: 2— выход; 8 — общий; 
17— вход. 
Электрические параметры 


Выходное напряжение при ПО„‚=20В, Ix” 


=10 MA, Т=+25° С: 


К142ЕН8А, КР142ЕН8А ................ 9+0,27 E 
К142ЕН8Б, КР142ЕНЗБ ............... 12+ 0,36 В 
К142ЕН8В, КР142ВН8В ............... 15+0,45 В 
К142ЕН8Г, КР142ЕНВГ ................. 9 +0,36 В 
К142ЕН8Д, КР142ЕН8Д .............. 12+0,48 В 
К142ЕН8Е, КР142ЕНЁЕ ................. 15+0,6 В 
Ток потребления при U„=35B для 


К142ЕН8А — К142ЕН8В и О0,,=30В для 
К142ЕНЗГ — K142EH8E, 
E A обо оный 10 мА 
Дрейф напряжения (за 500ч) при Zu =0,5 А, 
T,= +100° С, не более: 


при U= 18,6 В для К142ЕН8А, 
KP ZEREA рака 1% 
при U= 21,6 В для К142ЕНЗБ, 
КРАЕ НЕ Е ооо р 1% 
при U, = 24,5 В для К142ЕН8В, 
КВН В ienaa 1% 
при U= 18,6 В для К142ЕН8Г, 
КР ЕНВЕ ое ные 1,5% 
при. О„,=21,6 В для К142ЕН8Д, 
KPISEHSII oiccen ES 1,5% 
при U, =24,5 В для К142ЕН8Е, 
Я те ОА ОНИ НЯ 1,5% 


Коэффициент нестабильности по напряжению 
вых = 10 МА, не более: 
при T= +25...85° С: 


К142ЕН8 А — К142ЕН8В, КР142ЕН8А — 


45 


БЕ B ora 0,05%/B 
К142ЕН8Г — K142EH8E, КР142ЕНЗГ — 


KP MEDE oeei N 0,1%/B 
при T= —45° C: 
K142EH8A — K142EH8B, KP142EH8A — 
KPIS EHS В iena 0,1%/B 
К142ЕН8Г — K142EH8E, КР142ЕН8Г — 
КРЫЛЕ Е oaa 0,2% /В 
Минимальное падение напряжения при Up= 
= Umu = +2,5 В, T= +25° С, не более ........ 2,5 В 


Температурный коэффициент напряжения при 


И.=20 В, Г..=10мА, Т=-45...85° С, не 
более: — 
К142ЕН8 А — К142ЕНЗВ, КР142ЕНЗА — 
KP142EH$8B о иыи 0,02% /2С 
К142ЕНЗГ — К142ЕНЗ8Е, КР142ЕН8Г — 
KPIAZEHBE „ол нони 0,03% /°С 


Коэффициент сглаживания пульсаций при U= 
=20 B, Г,„,=1ЮмА, Т=+25° С, не me- 
о ООН В ИЕ ОНИ: 30 дБ 
Коэффициент нестабильности по току при 
T= +25° С, не более: 
при („=12 В для К142ЕН8А, 


КР ЕНЗА г ооаоква на к 0,67% ГА 
при И„=15 В для К142ЕН8Б, ` 
о Ире 0,67% /А 
при И„,=18 В для К142ЕН8В, 

KP142EH8B -.. изн PEEPI 0,67% ГА 
при И,,=12 В для К142ЕНВ8Г, 

РЕ НЕ ооо иона 1,5%/А 
при U, =15 В для К142ЕН8Д, 

KPIS EHS oncer n 1,5%/А 
при И, =18 В для К142ЕН8Е, 

КР ЕВЬЕ ео оазисы 1,5% [А 
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Выходные характеристики MHK- 
росхем. Заштрихована область 
разброса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией обозначена типовая за- 
висимость | 
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(ых / U бых, ном 
KI42EHB (A-E), K142EH9(A-E) 


AAE 
1) 45 lw, A 0 4 1 


Выходные характеристики MHK- 
росхем. Заштрихована область 
разброса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией обозначена типовая за- 
висимость 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение при T,= —45...100° С: 
К142ЕН8А — К142ЕНЗВ, КР142ЕНЗА — 


КРАЕВ Вос ьдь 35 В 
К142ЕН8Г — К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г — 
КР ое 30 В 


Выходной ток: 
при T,= —25...+70° С: 


К142ЕН8 А — К142ЕН8В ........................ 1,5 А 
К142ЕН8Г —К142ЕН8Е .............. ини, 1А 
при T, = —45 и +100°С............. чение 0,5 А 

Рассеиваемая мощность': 
При Е. 8 Вт 
При. 121006 oseanen 5 Вт 
Температура окружающей среды. — 45° С...Т, = 
= +100° С 


' При T,= +70... + 100° C P ac. max изменяется линейно. 


Примечания: 1. В качестве вывода «Об- 
щий» рекомендуется использовать (наряду с вы- 
водом 8) корпус микросхемы. 

2. Допускается подача напряжения на выход 
микросхемы до 15 В при отсутствии напряже- 
ния на входе. 

3. Разрешается производить монтаж микро- 
схем 2 раза, демонтаж 1 раз. | 

4. Емкость входного конденсатора должна 
быть не менее 0,33 мкФ, а расстояние от 
конденсатора до микросхемы не более 50- MM. 
При этом гарантируется отсутствие генерации 
на входе с амплитудой, превышающей О и 


Ивых / вых, ном 
` AIZEHO(A-E) ИЕН Й-Е) 


р 
№77 


19 вых ? A 


‘Выходные характеристики MHK- 
росхем. Заштрихована область 
разброса ‘значений параметров 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией обозначена типовая за- 
BHCHMOCTb 


10? 10° 10* 1051085 Tų 
Частотные характеристики коэффициента cria- 
живания пульсаций выходного напряжения. 
Заштрихована область разброса значений пара- 
метров для 95% микросхем. Сплошной линией 
обозначена типовая зависимость 


1 1 


Схема включения 


КЛЕН (A-E) 
КР/4ЗЕНВ(А-Е) 
K142EH9 (A-E) 


Типовая схема включения микросхем 
К142ЕН8, КР142ЕН8, K142EH9 
(С1>0,33 мкФ, С2=1 мкФ) 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное ’пособие/С. В. Якубов- 
ский, H. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского — 2-е изд.; перераб. 
и доп.—М.: Радио и связь, 1984.— 384 с. 


K142EH9A, К142ЕНУБ, 
K142EH9B, К142ЕНОГ, 
К142ЕН9Д, К142ЕНЭЕ 


Микросхемы представляют собой стабили- 
заторы напряжения с фиксированным выход- 
ным напряжением. Принципиальная схема со- 
ответствует приборам К142ЕН8А — К142ЕН8Е. 

Корпус типа 4116.4-2 [см.К142ЕН5 (А—Г)]. 
Масса не более 3 г. | 

Назначение выводов: 2— выход; 8 — общий; 
17 — вход. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение при И„=35 В ДЛЯ 
K142EH9A — K142EH9B и U„=30B для 


K142EH9T — K142EH9E, I 


вых = 10 MA, T= 

= +25° C: | 
| о, an NE 20+0,4 В 
КО З2ЕНОБ ола 24 +0,48 В 
КО ВН ЭВ orna 27+0,54 В 
КЛАН осанке 20 +0,6 В 
KIVERI ИИ .. 24 +0,72 B 
БЕН e 27 +0,81 B 
Tok потребления npa U„=40 B mia 


K142EH9A —К142ЕН9В и О0,„=35В для 


_ К142ЕН9ЭГ —К142ЕНФЕ, 1,„„=0, Т= +25° C, не 


более: и 
К142ЕН9А — К142ЕНЭВ ......................... 1 мА 
К142ЕН9Г—К142ЕНУ9Е ...................... 1,5 мА 


Дрейф напряжения (за 500 4) при U, =40 В для 
К142ЕН9А —К142ЕН9В и U„=35B для 
К142ЕН9Г—К142ЕНЭЕ, Т,=100° С, не более: 
_ К142ЕНЭА — К142ЕНЭВ .........................е. 1% 
К142ЕН9Г — К142ЕН9Е ...............злнниние: 1,5% 
Коэффициент нестабильности по напряжению 
при И„=35 В для К142ЕНЭА —К142ЕНЭВ и 
О, =30 В для К142ЕНЭГ — К142ЕНЭЕ, Г1„= 
=10 мА, не более: | 


K142EH9A — К142ЕНЭВ ................... 0,05% /В 


К142ЕНЭГ — K142EH9E ................... .. 0,1% ГВ 
при Т= —45° С: 

К142ЕНЭА —К142ЕНУЭВ ..................... 0,1% В _ 

К142ЕНЭГ —К142ЕНУЕ ..................... 0,2% ГВ 


Минимальное падение напряжения при Up= 
=U „= +2,5 В, Т=+25° С; не более .... 2,5 В 


‚Температурный коэффициент напряжения при 


0. =35 В для К142ЕН9А — К142ЕНЭВ и U= 


=30В для K142EH9T —K142EH9E, T= 
—45...+85° C, не более: 
К142ЕНЭА — К142ЕНЭВ ................. 0,02% /°C 
К142ЕН9Г —К142ЕН9Е .................. 0,03% /2С 
Коэффициент сглаживания пульсаций при 


О. =35 В для К142ЕНЭА —К142ЕНЭВ и U= 
=30В для K142EH9I — K142EH9E, Г= о 
=10 MA, Т=+25° С, не менее ............... 30 дБ 
Коэффициент нестабильности по току при 
О,.=23 В для К142ЕНЭА, К142ЕНУГ, U, =27 В 
для К142ЕНУБ, К142ЕНЭД и 0,,=30В для 
К142ЕНЭВ, K142EH9E, T= +25° С, не более: 
К142ЕНЭА — К142ЕНЭВ ................... 0,67% /А 
К142ЕНЭГ —К142ЕН9Е ...................... 1,5% [А 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение при T,= —45...+ 100° С: 
К142ЕНЭА — К142ЕНЭВ .......................... 40 В 
К142ЕН9Г — К142ЕНЯЕ .............. наи 35 В 

Выходной ток': 

при T,= —20...+70° С: 
К142ЕНЭА — К142ЕНЭВ ............... инь. 1,5 А 
К142ЕН9Г — K142EH9E ............... инь. 1A 


n E E a DA ен 0,5 A 

me РЕК aeu a 0,5 A 
Рассеиваемая мощность': 

Т. = —45...4+ 70° O n SA 6 Вт 

f E TEE T i a BREE EEE ни 3 Вт 

При Т,= +70...+100° С Гы mas И Рис, вах ИЗМеняются 


линейно. 


Примечания: 1. В качестве вывода «Об- 
щий» рекомендуется использовать (наряду с 
выводом 8) корпус микросхемы. 

2. Допускается подача напряжения на выход 
‘микросхемы до 27 В при отсутствии напряже- 
ния на входе. | 

3. Разрешается производить монтаж микро- 
схем 2 раза, демонтаж | раз. 

4. Емкость входного конденсатора должна 
быть не менее 0,33 мкФ, а расстояние от 
конденсатора до микросхемы не более 50 мм. 
При этом гарантируется отсутствие генерации 
на входе с амплитудой И», max- 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное ’пособие/С. В. Якубов- 
ский, Н. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского — 2-е изд., перераб. 
и доп.—М.: Радио и связь, 1984.— 384 с. 


К142ЕП1А, К142ЕП1Б 


Микросхемы представляют собой устройст- 
ва управления импульсными стабилизаторами 
напряжения. 

Корпус типа 402.16-7 [см. К142ЕН1 (А— Г)]. 
Масса не более 1,4 г. 


Назначение выводов: 1[— база VTI; 2— кол- 
лектор VT2; 3— коллектор ГТЗ; 4— база ГТЗ; 
5— питание (+U); б—эмиттер VTI; 7— 
база ГТ!; 8— общий; 9 — опорное напряжение; 


5 У KI42EM (A, B) 
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10— питание (+0,2); 11—выход порогового 
устройства; 12, 1[3— входы управления; 14, 
15 — входы синхронизации; /б — эмиттер ИТ2. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


B EL ONN ЕО ЕЕ ДУ 10... 40 B 

он N A A 5... 7В 
Ток закрытой микросхемы при 0! =40 В, 
О ‹м=40 В, не более: 

при Т=+25...—45°С .............. ен 100 мкА 

при. = +5 ааа 200 мкА 


Ток потребления узла опорного напряжения при 
О, =40 В, T= +25° С, не более: в 
KENIA РЕНУАР ВИА ИИ 2 мА 
ЕЕ Ба обе 3 MA 
Ток потребления узла порогового устройства 
при U, =40 В, /=50 Гц, T= +25° С, не более: 
Ся ЗЕЯ. ЕВЕ a 9 мА 
КЫРЕНТЬ: пира нааии 12 мА 
Опорное напряжение при U, =40 В, Uson =40 В, 
Т=+25° С: 
ЯНИЕ оны 1,7... 2,2 В 
КЕНТ В ода алавры 1,65 ... 2,3 В 
Напряжение гистерезиса при U,„ı=40 В, Uson = 
=40 В, u =50 мА, T= +25° С, не более: 
КРЕНА она 5 MB 
ВЕН: роза aie 6 мВ 
Остаточное напряжение при (И, =40 В, не 
более: | 
при T= +25° С, [,,=200 мА: 


Кана 1,8 В 

КОРЕ В: о пан 1,9 В 
при Т=-—45° С, [,=200 мА: 

KETMA анна 2,2 В 

КЕНТ: иены 2,3 В 
при T= +85° С, [,=50 мА: 

К142ЕП1А ................ САННИ 1,8 В 

ВЕТ Бе а 2 В 


Температурный коэффициент опорного напря- 
жения при U, ı=40 В, не более ....... 0,05% /°С 
Коэффициент нестабильности опорного напря- 
жения по напряжению питания при (И, =40 В, 
О ,ы=40 В, не более .............. и иенеееьень 0,03% /В 
Коэффициент нестабильности по напряжению 
при работе в режиме широтно-импульсной 
модуляции: 


при T= +25° С: 
О,,=208В, Um:=5B, АО, =+58В; [= 
т Е И ИИ 0,02...0,29% /В 
О„.=40.В, Umx=30 B, АО„=+58В, [= 
UTA Е ТИ 0,001...0,03% Г/В 

при T= —45° С: 
Ux =20 В, Um:=12 B, АО, =+5В, L= 
EDTA И ея 0,01...0,02% Г/В 


при T= +85° С: 


U.„=20 В, U=] B- AUL taB Те 
+02 A, НЕ более rnain 0,03%/B 
Коэффициент нестабильности по току при рабо- 
те в режиме широтно-импульсной модуляции: 


при Т=+25° С: 
U =20 B. ПВА МЕ 
OE РЕ I РЕН 0,002...0,016%/A 
U.„=40 B, И =308В, =0,5A, ALĻ= 


ИУ AEEA 0,001...0,003%/A 

U„=20 B, U„„=12B, 1=02А, Al= 
0,05...0,09%/A 
U20 B, Un =12B;, Г=02А, AL= 
0,08...0,14%/A 
Длительность фронта импульса выходного тока 
пр 0. =40В, Aua =50 MA, /=100 кГц, 
T= #25 C, ne Более а 0,2 мкс 
Длительность среза импульса выходного тока 


при (И. =40В, Г,.=50мА, f=100 кГц, 
Fatz С. ‘Ве. более. ыыы 0,2 мкс 
Предельные эксплуатационные данные 

Входное коммутируемое напряжение ....... 40 В 
Напряжение питания: 

узла опорного напряжения .............. 10...40 В 

узла порогового устройства ................. 5...7 В 
Амплитуда импульсов синхронизирующего на- 
UPAKEN и 2...4 B 
ВЫХОДНОЙ TOK eieae 200 MA 


Рассеиваемая мощность': 
‘при р=6,7 -10*—3.10° Н/м?: 
ipa- T= tI Co 0,8 Вт 


Usux, B , 


Z ly, МА 


0 05 Г 10 


Выходные характеристики 
стабилизатора напряжения 
на микросхемах К142ЕП1] 
(А, Б) при температуре окру- 
жающей среды +85° С. 3a- 
штрихована область разбро- 
са ‘значений параметров для 
95% микросхем. 


-60 -20 20 60 1001°б 0 


Зависимость коэффициента 
нестабильности опорного 
напряжения от температуры 
окружающей среды. Заштри- 
хована область разброса 
значений параметров для 
95% микросхем. 


ma Tarir C onora 0,55 Вт 
при p=6,7:10? H/m? H T= —45...+ 
m o E TEETE И 0,2 Br 
Частота коммутации ............. 1... льььнние 100 кГц 


Температура окружающей среды —45...+85° С 


' При Т= +55...+85° С P 


рас, тах 


изменяется линейно. 


Примечания: 1. Не допускается контакт 
корпуса микросхемы с токопроводящими и за- 
земленными элементами аппаратуры. 

2. Разрешается производить монтаж микро- 
схемы 2 раза, демонтаж 1 раз. j 

3. Не допускается отсутствие напряжения на 
выводе 5 при поданном напряжении питания 
порогового устройства и соединительных выво- 
дах 6 u 10; при этом напряжение на выводе 
5 должно быть равно или больше напряжения 
на выводе 70, но не выше 40 В. 

4. Запрещается подведение каких-либо элект- 
рических сигналов и в том числе шин «Пита- 
ние», «Общий» к незадействованным выводам 
корпуса микросхемы. 

5. Ток внешнего резистивного делителя не 
менее 1,5 мА. | 

6. Входное управляющее напряжение, при- 
кладываемое между выводами [2—8 или 13— 
8 микросхемы, не должно превышать 2,8 В. 


7. Допустимое значение статического потен- 
циала 2 кВ. 


0. 20 90 Unb 
Зависимость необходимого. 


сопротивления резистора R7 
от входного напряжения 


49. 


(Лых (6) / Лых (408) — 
 |KIZEMI(A,5) 


0O 10 20 J0 чив 


Зависимость выходного Ha- 
пряжения на выводе б мик- 
росхем К142ЕП1 (А, B) от 
входного при ПИ, =40 B 
и Т= +45° С. Заштрихована 
область разброса значений 
параметров для 95% мик- 


Мых (5) / (Лых (408) 
M K142ENI(A, 5) 


00 20 3 ч.8 


Зависимость выходного Ha- 
пряжения на выводе б мик- 
росхем К142ЕН1 (А, B) от 
входного при Ux =40 В 
и T= +85° С. Заштрихована 
область разброса значений 
параметров для 95% MHK- 


U бых (6) / Лых(0) 


0 2 4 E BLIMA 


Зависимость напряжения на 
выводе 6 микросхем 
К142ЕП] (А, B) от тока Ha- 
грузки а Оьык=0 и 
Г= +85° С. Заштрихована * 
область разброса значений 
параметров для 95% мик- 


росхем росхем росхем 
Лых (6) J Usvix (0) Зависимость напряжения на выводе Ó микро- 
1 - схем К142ЕП1 (A, B) от тока нагрузки при 


ОИ, =0 и Т= —45° С. Заштрихована область 
разброса значений параметров для 95% микро- 

схем | 
4— 
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Схема включения микросхем К142ЕП1 (A, B) в 

состав стабилизатора напряжения, работающе- 

го в режиме широтно-импульсной модуляции с 
внешней синхронизацией 


= 
Схема включения микросхем К142ЕП1] (А, B) в 
состав устройств защиты для контроля напря- 
жения по верхнему и нижнему предельным 
значениям: 
R1240 кОм при ПИ. >20 В; при U, <20 B 
‚резистор не включается; P— реле постоянного 
тока 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие/С. В. Якубов- 
ский, Н.А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд., перераб. 
и aon.— M.: Радио и связь, 1984.— c. 384, 385. 


2.3. Микросхемы серий К143 и КР143 


K143KT1, КР14ЗКТ1 


‚ Микросхемы представляют собой аналого- 
вые . переключатели. Выполнены на основе 
МОП-транзисторов. Микросхемы КР14ЗКТ1 
предназначены для применения в серийной 
аппаратуре, К143КТ1 — только для эксперимен- 
тальных работ. 

`Корпус KP143KT1 типа 201.14-1, К143КТ1 
типа 401.14-4. Масса микросхемы :B корпусе 
201.14-1 не более 11г, в корпусе 401.14-4 
Hé более 0,4 г. 


401.14-4 
14 Ombo 09 


201.14-1 


_ Назначение выводов:`2 — выход 2; 4-— вход 2; 
5 — вход. l; 7— корпус; 8 — выход 1; 9 — питание 
(+0.>); 10— подложка; 11—1-й вход управ- 


ляющий; [2—2-й вход управляющий; 14— 
питание‘ (— U1). 
Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания: 

ооо — 21,6 В 

а оне +5 В 
Ток потребления от источника U,„ı в закрытом 
состоянии при И, =-—264В, 0. =5,5 В, 
Ох. ур=0,45 В, Unon = 5,5 В: 

При = Сула аны 1,2...4,5 мА 

при T= С ара 1,2... 6,5 мА 


Ток потребления от источника U,„ı в открытом 
состоянии при U,„ı = — 26,4 В, Ua2 =5,5 В, Unon = 
=5,5 В: 


при T= 85 Сене 0,3...2 мА 
ПРИ T= =4F С аа 0,3...3 мА 
оф 
о 14 
æ l w / |p |p g æg æ g =æ q a 
Ба || 
= 4 
ааа j>a | jea þa ыы 


T ea E TE 
a J 


[14 


5] 


Ток потребления от источника („> в закрытом 


состоянии при U =—26,4 B,  U,2=5,5 В, 
(к, ynp = 0,45 В, Upa=5,5 В: 
м Фа 0,3...2 мА 
mpa T= = реа. 0,3...3 мА 


Ток потребления от источника U, z в открытом 
состоянии при И„! = — 26,4 В, U2 =5,5 В, Unon = 
=5,5 В: | | 
при T= ааа 0,3...2 мА 
при ааа. 0,3...3 мА 
Управляющее напряжение высокого уровня при 
Ix,» = 0, О, = — 21,6 В, 0„.=5,5 В, Од =5,5 В, 
Т= +25... +85° С, не более ...... а 5,5 В 
Управляющее напряжение высокого уровня при 
[,,.‚< 100 мкА, О, = -— 26,4 В, Unz =4,5 В, Ок = 
=4,5 В, Т=+25... +85° С, не менее ....... 2,6 В 
Амплитуда помехи при И! =—26,4 В, ПО. = 
=5,5 В, И» км=0, Ик=5,5 В, T= +85° С, не 
DOIG  оооаныыь +1 B 
Ток утечки аналогового входа при И = 
= — 26,4 В, И. =5,5 В, U =0,75 В, Ux, ком = 


= 5 B, Иа ы=5В, И =6,6 В, не более: 
при .2=-425 С ааа APER 50 нА 
ipa О роще 500 нА 


Ток утечки аналогового выхода при И! = 


= —26,4 В, 0,.=5,5 В, Ц, пр=2,6 В, Upx, xom = 
=5 В, О, кюм=5 В, Од=6,6 В, не более: 
ipae Tep ФО ОАО 50 nA 
при 1 = оон 500 нА 
Ток управления при И! = —26,4 В, И. =5,5 В, 
Ux, ур=0,45 В, И = 5,5 В: 
при Т= +25... +85? С .................. 0,05...2 мА 
при Т=-—45° С, не более ..................... ЗмА 


Время выключения при U, =—21,6 В, Un2= 


=4,5 В, О м=-—5 В, Од=4,5 В, не более: 
о а о O И 3 мкс 
при Т=-—45°С ..................... ИЕН 2 мкс 


-60 -20 20 60 


100 7, °С -60 


Зависимость тока утечки вы- 
хода от температуры окру- 
жающей среды 


52 


-20 20 60 


Время включения npa U, =—21,6 В, U= 
=4,5 В, Us xon = — 5 B, Ик=4,5 В, не более: 
mu Вы Corneni 2,5 мкс 


Длительность помехи при И. = — 26,4 В, Unz = 
=5,5 В, Иьх xom =0, Unon = 5,9 В, T= —45... +85° С, 


НЕ. ООО: 1,5 Mke 
Сопротивление в открытом состоянии при 


0, = — 21,6 В, U„2=4,5 В, Ох. ynp = 2,6 В, 
Ох. ком = —5 В, [юм = 1 МА, О =6,6 В, не более: 
при Т=-—45... +25°С ................ 4... 150 Ом 
а E RN 200 Om 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 

_ положительное ................ ии лилииинининииинния 5,5 В 
Отрицательное: дидининиенииннныей — 26,4 В 

Положительное напряжение на подложке 6,6 В 

Напряжение между входом и выходом в закры- 


ТОМ СОСТОЯНИИ ею 10 B 
Напряжение между входом, выходом и под- 
ПОЖКОЙ codai вена 10 B 
Постоянный коммутируемый ток .......... 10 мА 
Импульсный коммутируемый ток при {< 30 мс, 
P aenn S1 MBT eead 50 мА 
Частота переключения ........................... 250 кГц 


Мощность, рассеиваемая одним ключом 15 мВт 
Температура окружающей среды —45... +85° C 


Примечания: 1. Допустимое значение 
статического потенциала 30 В. 
2. При распайке, лакировке, измерениях все 


металлическое оборудование, а также инстру- 


менты должны быть заземлены. 

3. При ремонте аппаратуры замену микро- 
схем необходимо производить только при от- 
ключенных источниках питания. 


100 7,°6 -60 

Зависимость входного тока 

управления микросхем от 

температуры окружающей 
среды 


-20 20: 60 1001,56 


Зависимость сопротивления 
канала открытого ключа 
микросхем от температуры 
окружающей среды 


-60 -20 20 60 


Зависимость тока утечки входа от температуры 
окружающей среды 


7100 7, °6 


Дополнительная литература 


1. Интегральные микросхемы: Справочник 
Б. В. Тарабрин, Л. Ф. Лунин, Ю. Н. Смирнов и 
др.; Под ред. B. В. Тарабрина.— M.: Радио и 
связь, 1984.— 528 с. 

2. (7, с. 371—372 |. 


2.4. Микросхемы серии К157 


Микросхемы серии K157 предназначены для 
применения в стереофонической аппаратуре 
магнитной записи первого и второго классов со 
сквозным или универсальным каналом записи- 
воспроизведения. Выполнены по планарно-эпи- 
таксиальной технологии с разделением эле- 
ментов р-п переходом. Конструктивно оформле- 
ны в пластмассовых корпусах с двухрядным 
расположением жестких выводов. 

В состав серии входят: 

К157ДА1 — двухканальный двухполупериод- 
ный выпрямитель среднего значения сигналов; 

К157УД1 — операционный усилитель сред- 
ней мощности; 


К157УД2 — двухканальный — операционный 
силитель; 
К157УЛ1А, К157УЛТЬБ — двухканальные 


предварительные усилители воспроизведения; 

К157УНЛТА, К157УН1Б — трехкаскадные 
предварительные усилители низкой частоты; 

К157УГТА, К157УПБ — двухканальные MH- 
крофонные усилители и двухканальные предва- 
рительные усилители записи; 

К157УП2А, К157УП2Б — двухканальные 
‘микрофонные усилители и двухканальные пред- 
варительные усилители записи; 

К157ХАЛА, К157ХА1Б — универсальные Bbl- 
сокочастотные усилители-преобразователи; 

К157ХА2 — усилитель промежуточной часто- 
ты с АРУ и амплитудным детектором; 

К157ХП1 — двухканальное пороговое уст- 
ройство управления приборами индикации пи- 


ковых уровней записи с выпрямителем для. 


системы АРУЗ;. 


К157ХП2 — стабилизатор напряжения с элек- 
тронным управлением и элементы генератора 
токов стирания и подмагничивания; 

К157ХПЗ — адаптивный противошумный 
процессор, действующий по принципу динами- 
ческой фильтрации. — 


К157ДА1 


Микросхема представляет собой двухканаль- 
ный двухполупериодный выпрямитель среднего 
значения сигналов для управления приборами 
индикации средних уровней записываемого сиг- 
нала в стереофонических магнитофонах. Может 
быть использована в различных устройствах в 
качестве преобразователя напряжения в полосе 
рабочих частот до 100 кГц. Выходные напряже- 
ния на нагрузке каждого канала микросхемы 
имеют положительную полярность. Уровни вы- 
ходных напряжений соответствуют с высокой 
степенью точности средним выпрямленным зна- 
чениям входных сигналов в диапазоне входных 
напряжений не менее 50 дБ. 

Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 
Функциональный состав: I— буферный усили- 
тель; Пб— преобразователь двухполярного сиг- 
нала; //— стабилизатор рабочих режимов 


201. 14-1 15 


ы uii 
14 borbodob 


14 в 


ПОШЛИ 
Y 


JoHa ключа 


мм + оо N 
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KITLAT 


Ни 2] 
4 И» i) $ 
s maT 


Назначение выводов: ] — обратная связь, nep- 
вый канал; 2— вход буферного усилителя пер- 
вого канала; 3— вход сигнала обратной связи 
первого канала; 4— питание (— U); 5— вход 


_ сигнала обратной связи второго канала; б— 


вход буферного усилителя второго канала; 
7— обратная связь, второй канал; 8— выход 
делителя обратной связи второго канала; 9— 
вывод детектора второго канала; 10— выход 
второго канала; 11 — питание (+U); 12— Bhi- 
ход первого канала; [3 — вывод детектора nep- 
вого канала; [4—выход делителя обратной 


’’ связи первого канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания......... +15 В 
Ток потребления в отсутствие сигнала (по двум 
каналам) при U ;=+15 В, Т=+25° С, не 6o- 
ое ао оао 1,6 мА 


== а ae В 15 В, О», = T 100 MB, Оъых = ‚7... 


Я ЗИ, LEF ФА 1 

Выходное напряжение при U, ,=+15 B, U x= 
= +1500 MB, T= +25° C, не менее ............ 9B 
Выходное напряжение покоя при U,= +15 B, 
И =0, Т=+25° С; не „более... (иода 50 MB 
Входной ток каждого канала при U, ,= +15 В, 
T= С; не’ более доения 200 нА 


Выходной ток каждого канала при И, = +15 В, 
О, = +500 мВ, T= +25° С, не менее 2,5...6 мА 
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10. 


Верхняя граничная частота при И, = +15 В, 


И. =18, И =4,5...10В, Т=+25°С, не 


МЕНЕЕ: EA E ан 100 кГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...................... +3... +18 В 
Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 
ность при T= —25... +25° С, не более 500 мВт 
i ıı Температура окружающей среды —25... +70° C 


Схемы включения 


+ 
Lo 


Юмкх в 


Вход ЛК 


Принципиальные схемы индикаторов уровня 
записи для стереофонического магнитофона: 


а—с двухполярным питанием [10]; б6—с однополярным пита- 
нием [9] [С3, С4— 10,0х15 В, C5, C6— 100, 0х15В, P1, 
Р2 — M4761) 


Дополнительная литература 


1. Андрианов B., Апреленко Г., Курганский В. 
Интегральные микросхемы для аппаратуры 
магнитной записи // Радио.— 1981.— Ne 5, 6.— 
С. 73—76. i 

2. Лукьянов Д. Измерители уровня сигнала 
на ИС  К!57ДА!1 //Радио.— 1985.— № 12— 
С. 31—33. 


Вход NRK 


Вход ЛК 


R9 


AGOR рт yig 


Принципиальная схема индикатора уровня записи стереофонического магнитофона с газоразряд- 
’ ным индикатором [9] 


Вход NK w 
E 


R2 
22K Е 
Вход ЛК м 


DAI КУДА! 
DA2-DA4 КД? 


K ломпараторам 
лефого канала 


(3-08 22 пФ 


R20 100 +(15..22)8 
Г. 


vD7 (9 
01 
Ri 1n VDI м 


бк MD 
Sy > 


VDI-VDE KASZI 
VD7;VD8 1810E- 
VD9-VD14 АЛ? 
(10 


0,1 
c8 S VDE FR 100 —(5..22)8 
mE 


Принципиальная схема’ индикатора уровня записи стереофонического магнитофона с полупровод- 
никовым индикатором | 


К157УД1 


Микросхема представляет собой универсаль- 
ный операционный усилитель средней мощно- 
сти с максимальным выходным током до 


300 мА. Предназначена для применения в amna- - 


ратуре магнитной записи и воспроизведения 
звука. Микросхема имеет ограничители пико- 
вых значений выходного тока, предотвращаю- 
щие выход усилителя из строя при переходных 
процессах или кратковременных замыканиях на 
выходе. 

Корпус типа 201.9-1. Масса не более 1,5 г. 


S 


Jona ключа 


19,5 


Назначение выводов: 1, 


4, 5 — коррекция; 
2— питание (— U); 3 — подложка-теплоотвод; 
б— выход усилителя; 7— питание (+U); 8— 


инвертирующий вход (—); 9 — неинвертирую- 


щий вход (+). 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания........... +15 В 


Ток потребления при К„=0,2 кОм, не более: 
при U= +15 В, T= +25 и +70°С ........ 9 мА 


25 © арии 11 мА 
при П,= +18 В, 75 +25° Сыны 10 мА 
npu U = +33, T425 C iinsert 8 MA 


Коэффициент усиления напряжения при R,= 
=0,2 кОм, /=0... 50 Гц, не менее: 
при U, = +15В, Т=+25 и —25°С...... 5. 10* 


И CO onaceunia 3. 10* 
при U = +18 В, TS +25°С ....... ии, 5-104 
при U, = 3 B, T= 425° C .......... шие. 3 0% 


Выходное напряжение при R,=0,2 KOM, не 
менее: 

при U, = +15 В, Т=+25 и +70°С..... +12 В 

ео + 11,5 В 


56. 


отб $ 1,7 


201. 9-1 


05(8вы40908) 


К1979Д1 


при (= +18 В, Т=+25°С................... + 15 В 

при U = t3 В, Г=+2>С.................. + 1,2 В 
Напряжение смещения нуля при А„=0,2 кОм, не 
более: 


при (=: 15 В, Т=+25°С................ +5 мВ 

T= +70 и —25°С.... +8 мВ 

при U = £18 В, Т=25°С ..................... +8 мВ 

при U= +3 В, Т=+25°С .......... 4.4. +6 мВ 
Входной ток при К, =0,2 кОм, не более: 

при (И, =:+15 В, T= +25 Ç ................ 500 нА 

РОС дела ... 600 нА 

Т= —-25° С... иль 1500 нА 

при. (= +18 В, T= 425° C .................. 500 нА 

при И „= +3 В, Т=+25°С .................... 600 нА 


Разность входных токов при А„=0,2 кОм, не 
более: 


при U= +15 В, Г=+25°С ................. 150 нА 
Т= 4+ 70° С-.... защ. 200 нА 
Tsm O АИ 500 HA 
при U = +18 B, Т=+25°С................. 200 нА 
при U, = t3 B, Г=+25С................ 300 нА 


Ток короткого замыкания.при U= +5 B, R= 
N E a e O I 400...1000 MA 
Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при (= +15 В, R, ,=0,2 кОм, T= 
= +25° C, Ш Менее иене 70 дБ 
Частота среза АЧХ при ПИ, =+15В, R= 
=0,2 кОм, T= +25° С, не менее ........ 0,5 МГц 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при И. = +15 В, К, =0,2 KOM, Т=+25° С, не 
a e О оон а 0,5 В/мкс 
Температурный дрейф напряжения смещения 
нуля при И, = +15 В, К,„=0,2 KOM, Т=-—25... 


...+70° С, не более „isisisi. +50 мкВ/ С ` 


Температурный дрейф разности входных токов 
при („= +15 В, В, =0,2 кОм, T= —25... +70°С, 
He БОЛЕ: ao AÀ +10 А C 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...................... +3... +20 В 
Максимально допустимые синфазные напря- 


10 10 105 107 lu 
Зависимость коэффициента усиления напряже- 


ния OT частоты при различных значениях 


емкости коррекции 


60 
0 5 


‚ Зависимость входного 
потребления от напря- тока от напряжения 


05 10 158 


Зависимость тока 


0 1530,8 


жения питания питания 


4 
0009 


усиления напряжения 
от температуры окру- . 


ЖЕНИЯ ................ннне: ИИ +20 В 
Максимально допустимый выходной ток 300 мА 
Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 
ность винтервале температур T= —25... +25° С, 


не более ............. PEPATI о 0,5 Вт*, 1 Вт** 
"Температура окружающей сре- 
И О ВАНИЕ ЧИ —25... +70? С*** 


* Без внешнего теплоотвода. 

** С внешним теплоотводом площадью по- 
верхности не менее 18 см-. | 

*** При Т> +25°С рассеиваемая Mom- 
ность, Вт, рассчитывается по формулам 


_ 125° С-Т 


ве — 00° С Вт (без теплоотвода); 


_ 125° С-Т 125 С-Т 


150° С/Вт 


pac = 250° C/Br (с теплоотводом). 


(= 4,7-33 nP 
7100n? 
3007 


10 10° 10° Ffu 


Зависимость выходного напряжения от частоты 
при различных значениях емкости коррекции 


А], НА 


b 
0 20 40 ТС 


Зависимость разности 
входных токов от 
температуры 
окружающей среды 


60 7, °б 


Зависимость 
коэффициента 


жающей среды 
57 


Схемы включения 


| T 04 005 
Ик Rein + R6 0 


ES LAN : SS 


9+ 98 
} ми! 
20" B1 


КИ 220 


и == c9 200 k 200 
Типовая схема включения 0,01 a. напряжения 


микросхемы К157УД] подмагничивания 


ИИ, И? 
KASI 


Принципиальная схема генератора стирания и подмагничивания 
магнитофона с автономным питанием [11] 


cI 
100, O*tg 9+8 


4 à 
р Ня Q” 


moo ©12 
R2 a MR) в” “UITEN, 
E c9 КАТИ | 
- „моста? RG, RG = 20К | о-12 6 


Принципиальная схема генератора низкой час- 
тоты с мощным выходом [13] 


Параметры 
...0,5%. 

Диапазоны рабочих частот генератора низ- 
кой частоты и’ соответствующие им значения 
емкостей СЗ и С9: | 


схемы: U „.=4B; К.=0,12... 


Принципиальная схема усилителя для стереофо- 
нических телефонов: К, y=R3/RI [12] 


Дополнительная литература 


1. Горшков Б. И. Радиоэлектронные устрой- 
ства: Справочник.— M.: Радио и связь, 1984.— 


с. | 
°2. Алексенко А. T., Коломбет Е. А. Crapo- 
дуб Г. И. Применение прецизионных аналого- 


т Di о ина anne 0,68 мкФ вых ИС—М.: Радио и связь, 1984.—224 с. 

100...1000 Гц. 0.068 мкФ 3. Морозов И. Генераторы стирания в 
1000 Гц ........... ини , магничивания на операционном усилителе // Pa- 

КИО... 10000 EO irern 6800 пФ дио— 1984— № 6.—C. 36, 37 

19.000; 100000 TI srra нони бока 680 пФ 4. [7, с. 306, 307]. 


К157УД2 


Микросхема представляет собой двухка- 
нальный операционный усилитель универсаль- 
ного назначения, обладающий низким уровнем 
собственных шумов, большим диапазоном 
входных дифференциальных напряжений; имеет 
защиту от коротких замыканий на выходе. 
Большой коэффициент усиления операционных 
усилителей во всем диапазоне звуковых частот 
и линейность амплитудной характеристики в 
широком диапазоне выходных напряжений 
позволяют использовать эту микросхему в 
самых разнообразных устройствах стереофо- 
нической аппаратуры 

Корпус типа 201. 14-1 (см. К157ДА1). Масса 
не более 1,2 г 


KISTIN? 


о — 


Назначение выводов: 1, 14 — коррекция nep- 
вого канала; 2— вход неинвертирующий перво- 
го канала (+); 3— вход инвертирующий nep- 
вого канала (—); 4— питание (— U); 5— вход 
инвертирующий второго канала (— 
неинвертирующий второго канала (+); 7, 
коррекция второго канала; 9— выход второго 
канала; /]— питание (+0,); 13— выход nep- 
вого канала. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ....... +15 В 
Ток потребления при R,=2 кОм, не более: 


при И. = +15 В, Т=+25 и +70°С....7 мА 
при. U,=¢415B, Т=-—25С дне... 9 мА 
при О, = +18 В, Т=+25°С................... 9 мА 
при U,= t3 B, Т=+25°С.......... а 7 мА 


Коэффициент усиления напряжения при К, = 
=2 кОм, не менее: 


Y; 6 — вход 


при U, = +15 B, T= +25 a —25°С........ 5.10% 


при U= +15 В, Т=+70°С ......... инь. 2.10% 
при U, = +18 В, Т=+25°С ....... и ильиььь, 5-104 
при U = t3 B, Т=+25°С........ иене, 3-104 
Выходное напряжение при К„=2 KOM, не менее: 
при. = ЕО В, ТР Сена +13 В 
при 0. = +15 В, Т=-25 и +70°С... +12,5 В 
при U= +18 В, Т=+25°С............... + 15,5 В 
при U= +3 В, Т=+25°С...............: +18 В 


Напряжение смещения нуля при R,=2 кОм, не 
более: 


при U= t15 B, T= +25 Са +10 mB 
при И, = +15 B, T= —25 u +70°С.... +12 мВ 
при U, = +18 В, Т=+25°С................ +12 мВ 
при = ЭВ, TeAm + 10 мВ 


Входной ток при №, =2`кОм, не более: 
при („= +15 В, T= +25 и +70°С...... 500 нА. 


при. = tiS B, Т=- 25 С ды 1000 nA 
при Ц. = +18 В, T= +25° C .................. 500 нА 
при 9. =43 B, Т=+25 С ду 800 нА 


Разность входных токов при R,=2 кОм, не 
более: | 
при И, = +15 В, T= +25 и +70°С ...... 150 нА 


при U= +15 В, T= —25° C .................. 300 нА 
при U= £18 B, T= 425° С 150 нА 
при (.=-+3В, Т=+25°С....... lroa 300 нА 
Ток короткого замыкания при Ч. = 15 В, 
R= 0, T= +25° С, не более................. ....... 45 МА 


Коэффициент ослабления синфазных входных. 
напряжений при И, = +15 В, R,=2 кОм, T= 


ЕО Ме T o. C аня 70 дБ 
Частота среза АЧХ при U, = +15 в. В„=2 кОм, 
Т=+25° С, не менее ............„...еиеииньюовьне ..... 1 МГц 


Скорость нарастания выходного напряжения 
при U ,=+15 В, R, =2 кОм, Т= +25° C, не 
МЕНЕЕ реа иа ини Е 0,5 В/мкс_ 
Температурный дрейф. напряжения смещения 
нуля при И, = +15 В, R,=2 кОм, Т=-25... 
.. +70° C, Be 60CC зы ет +50 мкВ/°С 
Температурный дрейф разности входных токов 
при О, =+Р В, К,=2 кОм, T= —25... +70° С, 
pe CONCE он РОВС 
Коэффициент ослабления сигнала соседнего ка- 
нала при („= +15 В, А„=2 кОм, T= +25° С не 
DONGE о ао нь —80 дБ 
ее. эксплуатационные данные 
Напряжение питания ...............и:лни. .. +3... +18 В 
Максимально допустимые синфазные напря- 
КЕНИЯ о aan B 
Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 
ность в интервале температур T= —25.. 
xF 25° C, ġe Dole анна, 0,5 Вт* 
Температура окружающей среды —25... +70° С 


* При T> +25° С а мощность, Вт, рассчиты- 
S° С-Т 


вается по формуле Р рас = 220° С/Вт . 
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0 
10! 10? 10° 10% 105 108 107F Ty 


10 10? 10° 10$ 105 108 107fry ^ о, 


Зависимость коэффициента усиления напряже- Зависимость выходного напряжения от частоты 


ния от частоты 


Тот, МА Тв, ИА 
И #7572 


~ #19 79Д2 


A Igy ; НА 


№1579Д2 


0 +5 +10 =50,86 0 = 30 #50,8 -40 -20 0 20 490 90Т,6 
Зависимость тока потреб- Зависимость входного Зависимость разности входных токов 
ления от напряжения пи- тока от напряжения от температуры окружающей среды 

тания питания 
Схемы включения C f 


| Выход 


+78 -168 


Принципиальная схема инвертирующего 
лителя: К, y=R3/RI 


Выход 


i Í 


Принципиальная схема генератора синусоидаль- 
ного напряжения со стабилизатором ампли- 
туды: f=1/2nRC 


4 


Принципиальная схема — неинвертирующего 
усилителя: K, и=1+ RI/R2 


C3 óh 0x5 RII 82 


VT, ИГ 
KTI1024 


Bi j"! 4+| RE 
5006] 60K 


Выход NK 


Принципиальная схема усилителя воспроизведения портативного стереофонического кассетного 


магнитофона 
R3 
sa c9 D" o 
96 T” 
x 
e4 + C7 9100 


К551к C9 || | 
50068 | КЗ (8 119000 
Re 100x 750 | R6 130x 


+128 
+O- 
[Ar 15 
Выход NK 
VTI’ 
c10’ 068 en’ АТ 102Г 
Выход ЛК 
SN . 
R10’ 6,2к | 
К!’ 
ИК Ty 
200*15 
-128 


Принципиальная схема предварительного ‘усилителя-корректора для электромагнитного зву- 
коснимателя [14] 
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Вход NK l R1410 65 5600 67 012 RIG 22w 
ESS 


‚ R17 100x 


RIIA LE! ARA AR? A RO 
HAL ИН Izel c9 T 20190 
R2 R5 Rer 4700 ak 


20x 10x Mag № 
| ——@ | Lf R18 
: LNN 
r j g р z 


bi 

+158 C> 

КЗ’; , И R3 R18'1,8K 
12r V 4,7K (12' 

Ме от 


НЕ 
R?' RI’ Г т 270 
12K 10r UI 10x (2 
4700 £ o 
RI'N Ci RY ART 10" $90 
ERAAI Assela 22K Lí, LZ 
ESS ilde 
Вход IK Rig к 9600 67700 10,5 mA 


Принципиальная схема усилителя записи для стереофонического кассетного магнитофона [15] 


К157УЛЛА, К157УЛЛБ 


Микросхемы представляют собой двухка- 
нальный предварительный , усилитель воспро- 
изведения для стереофонического ме 
на. В пределах своего назначения они OT- 
носятся к разряду малошумящих, обладают 
низким уровнем шумов типа 1//. Спектраль- 
ная плотность напряжения шумов в диапазоне 


частот 10... 100 Гц не более 4 нВ /\/Гц. Приве- 


денное ко входу напряжение шумов в полосе 
частот 20 Гц...20 кГц составляет не более 
0,5 мкВ, что позволяет получить отношение 
сигнал-шум не менее 54 дБ. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДА]). Масса 
не более 1,5 г. 


Принципиальная схема генератора прямоуголь- 
ных импульсов /=1/2ЮСш(1+282/В1) K1579M (A, 6) 


~ 


Дополнительная литература 


1. Андрианов B., Апреленко Г., Курганский B., 
Павук В. Интегральные микросхемы для аппа- 
ратуры магнитной записи // Радио.— 1981.— № 5, 
6.— C. 73, 74. 

2. Горошков b. И. Радиоэлектронные уст- 
ройства: Справочник.—М.: Радио и связь, 
1984.— 400 с. 

3. Алексенко А. T., Коломбет Е. A., Старо- 


дуб Г. H, Применение прецизионных аналого- Функциональный состав: Г— входной каскад; 

вых микросхем.— M.: Радио и связь, 1985— Пр— промежуточный каскад основного усиле- 

256 с. -~ ния; [ШЪ— выходной каскад; ГГ — стабилизатор 
4. [7, с. 290]. режима работы. 
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АТУТУЛИ (A, 5) 
их RN 


Назначение выводов: | — обратная связь пер- 
вого канала; 2— вход первого канала; 3 — o6- 
щий вывод первого канала; 5— общий вывод 
второго канала; б— вход второго канала; 7— 


ви, ИВ/У 4 | 
lü, nA/yTu Kyu,” 10 
АКА 
М || [и 
И. ül 
aade a AA ЗВЗЕ 


1 


0' 10? 10} 


Зависимости 
спектральной плотности 
напряжения и тока от 

частоты 


Г] жет N 
т 
10* £ Tu 10 10° 10° 


Зависимость коэффициента. уси- 
ления напряжения от частоты 
при Т=+25° С 


обратная связь второго канала; 8 — емкость 
фильтра второго канала; 9— выход второго 
канала; /0— питание второго канала (+U); 


`[2— питание первого канала (+0.); 13— выход 


первого канала; 14—емкость фильтра первого 
канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............... 9 B 
Ток потребления по двум каналам при U,=9 В, 
T= +25° C, ne боле. оон 3...6 мА 


Коэффициент усиления напряжения в полосе 
частот 20 Гц...20 кГц без ООС при И, =9 В, 


0’. =0,1 MB; Tatr Cu 8000... 13 000 
Входное сопротивление при И ,=9 B, T= 
= +25° C, He Менее. оная 60 кОм 
Выходное сопротивление при U,=9 B, T= 
роз C. Bé БОЕ. ие 300 Ом 
Коэффициент гармоник при И. =9 В, И, =1 В, 
f=400 Гц, Т=+25° С, не более .............. 0,2% 


Коэффициент ослабления сигнала соседнего ка- 
нала при U ,=9 B, И, =1В, /=400 Гц, T= 
=- 29” C, He Мене анны 70 дБ 
Напряжение шумов, приведенное ко входу, B 
полосе частот 20 Гц...20 кГц при К, =10 Ом, 
U, =9 В, т„.=3180 мкс, т„.=70 мкс, T= +25° С, 
не более: 

КУА: ео каноне В MER 

| АД ‚.. 0,6... 1 MKB 
Приведенный ко входу шумовой rok при R,= 
=10 Ом, Ц =9В, Т=+25° С, не более: 
E ЗУ, И НИ 120 nA 

КНУ ен. 140 nA 
Спектральная плотность напряжения шумов в 
диапазоне частот 10... 100 Гц при U ,=9 B, T= 
=+25° С, не более : 


KOVIA A 4 нВ / \/Гц 
К157УЛ1Ь........... А 5...7 нВ /\/Гц 


05 1 


10* 10° Гц 0. 1,8 


_ Зависим коэффициента гар- 
моник от выходного напряже- 
ния при И =9В, р Гц, 

те. 
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Предельные эксплуатационные данные Максимальная рассеиваемая 


Напряжение питания .......................... ОТ. 20 B МОНО ина 250 мВт 
Максимальный выходной TOK ................... 5 мА Температура окружающей 
Максимальный входной ТОК .................. kek MA ODEI поно ыы —25... +70°C 


Kyu (T)/Ky,u (T=+25°6) 


-0 0 +0 +40 +6015 


Зависимость нормированного коэффициента 
усиления напряжения от температуры окружаю- 
щей среды при ПИ, =9 В, /=400 Гц 


Зависимость выходного напряжения от напря- 
жения питания при ре =400 Гц, К. =0,2%, 


T= +25° С 
Схемы включения 
l p» C3 4700 
R2 91 RI 24r R4 9бдк RS 47к RE 
== Е 
=. [`N] 
12к | 
Выход NK 
—290м8 
B1 S R7 100 
> ESS +9 В 
N Tw x158 
= an 7O дед ЛИ 
06’ 10нккив ^250иВ 
100мкх 158 | К5’47к RE’ 
R4’ 560K nm e NS 
1,2K 


C3144700 


Принципиальная схема усилителя воспроизведения кассетного ст ереофонического магнитофона | 


Вход +12 В R13 100к „Уровень 


i RE 0m. ren noðuaenuyubanun ” 
014 
200 ми 456 KA ип DAt 
И K YATIISE KISTUMA 


DAT.2 


C9 
9 +| мхов 


Ro 9470 RI 20y goz f sar 


R7 c10"022 R12 
590 т | 


200икх 155 


Принципиальная схема усилителя записи кассетного магнитофона [16] 


LI Ae? R3 C5 001 R16 51 р 
= N] ` + 
H7 x C0 ЕЕ 00an 08 99) 
0053 100 RS IOn | (R6 tin R7 68r T Riise ПИЯ выход NK 
AN] 


RSS 


R4 in Кб’ к 
T ~N] 


5 5 
L'A c?’ R3' 50| "* 
AN 
033 100 


: Дополнительная литература 


1. Интегральные микросхемы для аппара- 
туры магнитной записи / В. Андрианов, Г. Апре- 
ленко, В. Курганский и др. Радио // 1981.— 
№ 5—6.—С. 74. 

2. Петров К. К157УЛ1: рекомендации по 
применению // Радио.— 1984.— № 7.— С. 43, 44. 


К157УНЛА, К157УН1Б 


Микросхемы представляют собой трехкас- 
кадный предварительный усилитель низкой час- 
тоты для переносных и автомобильных радио- 
приемников и другой бытовой радиоэлектрон- 
ной аппаратуры. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДА1). Масса 
не более 1,5 г. 
` Назначение выводов: | — обратная связь; 2— 
регулировка усиления; 3— вход усилителя; 4— 
общий вывод, питание (— И); 5, 11 — смещение; 


6, 10—коррекция; 7— выход усилителя; 9— ` 


питание (+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 
К157УН1А 
К157УН1Б | 

Ток потребления при T= +25° С, не более: 
при U,=9B для К!57УНИА ...... 5 МА 
при U,=12B для К|157УНМЬ ...... 6 мА 

Выходное напряжение при R,=6,5 Ом, T= 

=+25° С; не менее: 
при И, =9В для К157УНИА ............. .. 18 B* 
при U ,=12 B для К157УНИБ ................ 3 B* 


ны PEE A а Я: НЫ 


x 100 n8 


T=70 мис (CrO) , 


= 120 мкс (Fe,0;) 


Выхой ЛК 


[^^ 
R7' 68x 
VTI, VT2 
АТВ unu KTIIOZA 


Принципиальная схема усилителя воспроизведения кассетного стереофонического магнитофона 
a второго класса 


+ С 
cy 100x10 ~ 0M8 


Чувствительность по входу на частоте 1 кГц 
при К, =6,49 Ом, T= +25° С: 
при U= 1,8 В, U =9В для 


| о И 15...31 мВ* 

при U, x=3 В, U, =12 В для 

KISIYHIB aradin A 25...50 MB* 
Полоса пропускания при неравномерности KO- 
эффициента усиления +6дБ, U= Un, now 
В„=6,49 Ом, Ux =2 MB ............ 50... 15 000 Гн* 


Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц при 
К„=6,49 Ом, не более: 
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К157УНИА: 
‘при T= +25° C, U ,=9 В: 


ке, A: AE OEE A E A EA 5*% 
EES E Ва O 0,3*% 
ООВ. Ва 5*% 
при T= +70° С, U =10 В, 

2.2. В нае нееыя 8*% 
при Т=-—25° С, (И, =5,6 В, | 
ЕВ оао E AEN. 8*% 

К157УНЦБ: 

при Т=+25° С, U =12 В, 
И: TR ИЯ ИЕ 1*% 
при T= +70° С, U,=9 B, 
ERER S ET > E E E A E A E 0,3*% 
при T= —25° C, И, =9 В, 
И: 8*% 


вых 1 3 ооо ооо ооо ооо ооо ооо о 


Потребляемая мощность при К„=6,49 Ом, T= 
= +25° С, не более: _ 
при U,=9B для К157УНЛА ........... 50* мВт 
при И, =12В для К157УНМЬ .......... 90* мВт 


* Значения указанных параметров приведены для типовой 
схемы включения. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 
К157УН1А 
К157УН1Б 
Максимальное напряжение на выводах [и 7: 


| Ла И И И ИИ 10 B 
К УЕТЬ. o A N 15 B 
Максимально допустимый ток нагрузки по 
В о оо 15 мА 
Максимальная выходная мощность ..... 30 мВт 


Температура окружающей среды —25... +70° С 


Схема включения 


66 100,0115 


#321038 
KIST. 


УСА, B) 
12949567 


Принципиальная схема усилителя низкой часто- 
ты с выходной мощностью 0,5...1 Вт 


Дополнительная литература 


1. Иващенко Ю., Керекеснер M., Кондрать- 
ев H. Интегральные микросхемы серии К157// 
Радио.— 1976.— № 3.— С. 57, 58 

2. [8, с. 94—97]. 
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К157УПТА, K157YM1B5, 
К157УП2А, К157УП2Б 


Микросхемы представляют собой две моди- 
фикации двухканального микрофонного усили- 
теля, конструктивно совмещенного с двухка- 
нальным предварительным усилителем записи. 
Предназначены для применения в высокока- 
чественной аппаратуре магнитной записи. 

Микрофонный и предварительный усилители 
записи обладают малым уровнем собственных 
шумов и обеспечивают усиление сигналов от 
160 мкВ и 10 MB, подводимых к микрофонному 
входу и входу предварительного усилителя 
записи соответственно, до стандартного уров- 
ня линейного выхода магнитофона, равного 
250 мВ. Высокая перегрузочная способность по 
микрофонному входу свыше 36 дБ, а по входу 
предварительного усилителя записи 16 дБ поз- 
воляет использовать микросхемы в НЧ трактах 
с автоматической регулировкой усиления. 

Отличие микросхем К157УП1 от К157УП2 . 
заключается в том, что первая требует примене- 


` ния регулирующих элементов АРУ, управляе- 


мых положительным напряжением, а вторая — 
отрицательным. Микросхемы различаются так- 
же цоколевкой. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДАТ). Масса 
не более 1,5 г. | 


KISTIN (A, 5) 
1 14 
2 13 
FAAR: 
4 11 
9 10 
УМ 
7 8 


А157 12 (А, 5) 


< 


N зо A&A QUQ N 


Функциональный состав: Г— микрофонный 
усилитель, /Г— предварительный усилитель за- 
писи. 


Назначение выводов: [— вход предваритель- 
ного усилителя записи первого канала; 2— 
выход микрофонного усилителя первого канала; 
3—вход микрофонного усилителя первого ка- 
нала; 4 — общий вывод, питание первого канала 
(—0,); 5— общий вывод, питание второго 
канала (—0.); б— вход микрофонного усили- 
теля второго канала; 7— выход микрофонного 
усилителя второго канала; 8— вход предвари- 
тельного усилителя записи второго канала; 
9—К157УЩА, К157УП1Б — выход предвари- 
тельного усилителя записи второго канала. 
К157УП2А, К157УП2Б — вывод для АРУ BTO- 
poro канала; 10 — К157УПТА, К157УПБ — вы- 
вод для АРУ второго канала; К157УП2А, 
К157УП2Б — выход предварительного усилите- 
ля записи второго канала; 11— напряжение 
питания (+0,); 12—К157УЩА, К157УП1Б— 
вывод для АРУ первого канала, К157УП2А, 


К157УП2Б — не подключен; 13 — выход предва- 


рительного усилителя записи первого канала; 
14—К157УЩА, К157УШБ — не подключен, 
К157УП2А, К157УП2Б — вывод для АРУ nep- 
вого канала. 


| Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при U, = 12 В, | 
о 5... 9,5 мА 


Коэффициент усиления напряжения микрофон- 
ного усилителя при И. =12 B, U,=6 MB, 
U sux = 540... 1080 мВ, /=1000 Гц, 

ТС ионной ПФ 160 
Коэффициент усиления напряжения предвари- 
‚ тельного усилителя записи при U =12 В, П„„= 


о 19 


ó 
V126 He 
подключен 


= 60 мВ, U 


вых = 1080... 1840 мВ, /=1000 Гц, T= 
РН A a T TAS TA 19,5... 28 
Коэффициент гармоник микрофонного усили- 
теля при U ,=12 B, ПО,„,=800 мВ; /=1000 Гц, 
T=4+425 C, He БОЛЕЕ ен рен 0,2% 
Коэффициент гармоник предварительного уси- 
лителя записи при U, =12В, О„„„= 1600 MB, 


_/=1000 Гц, Т=+25° С, не более ............ 0,3% 
Л Ц, i ; 


Напряжение шумов, приведенное ко входу MMK- 
рофонного усилителя в полосе частот 20 Гц... 
...20 кГц при сопротивлении источника сигнала 
200 Ом, И, =13,2 В, T= +25° С, не более: 
КУЩА,. КБ7УП2А здаденааь 0,6 мкВ 
ВУИ, КББТЫЬБ а 1 мкВ 
Напряжение шумов, приведенное ко входу пред- 
варительного усилителя записи в полосе частот 
20 Гц...20 кГц при сопротивлении источника 


сигнала 16 кОм, И, =13,2 В, Т=+25° С, не 
более: 
К157УА, К157УП2А .................... 3,2 мкВ 
К157УП1Б, К157УП?Б ...............л.нньь 5,2 мкВ 


Входное сопротивление микрофонного усили- 
теля при И. =12 В, /=1000 Гц, 

о а ФИ. ия 1,6... 2,4 кОм 
Входное сопротивление предварительного уси- 
лителя записи при U ,=12 В, f=1000 Гц, 
Teti ра. 160... 240 кОм 
Выходное сопротивление микрофонного усили- 
теля при И, =12 В, Ux = 540... 1080 MB, T= 
=+25° С, не более ...... я 5 кОм 
Выходное сопротивлекие предварительного YCH- | 
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U 


вых 


лителя записи при U, =12 В, =270... 
...460 мВ, T= +25° С, не более 1 кОм 
Коэффициент ослабления выходного сигнала 
соседнего канала при 0ПО„„‚=1000... 1700 MB, 
И =12 В, T= +25° С, не менее 70 дБ 


Верхнее значение полосы рабочих частот при 


ооо ооо ооо 


И =12 В, Т=+25° С, не менее ............ 50 кГц 
Схемы включения 

Вход прейд, си. Ró 20k RE 806x 
записи (K) RI 200 EFEZ +i 

LL LL 
Выход nuspop. (1 [2 
yeun. (1) X T42 
Bxoð nuxpop. SG Ş ‘ых ЛК 
ycun (ЛК) [7 V 

RI 3KG SeH | | 


гл | ПИ 


ЕЕ 
р 


< 
Вход микр A Г 
усил. (NK) ZF 


Предельные эксплуатационные Данные 


Напряжение питания .................... лана 3... 1$ В 
Максимальный выходной ток: 
микрофонного усилителя ...............нннние. 3 MA 
предварительного усилителя записи ..... 3 MA 


Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 
HOCTÞb 250 MBT 
Температура окружающей среды —25... +70°С 


ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо о ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо соо 


Схема включения микросхем К157УП1 
(К157УП2) в канале записи стереофонического 
магнитофона. В скобках указана нумерация 

выводов для микросхемы К157УП2 
4 


1 |07 
AAN MET: 
-— т 200к | (ИР) |7 2r О р 
Bxoð предё те рн ет Принципиальная схема шумоподавителя сис- 
сил. записи - темы «Dolby» в канале воспроизведения кас- 
á (NK) RS 200x RE 806x o сетного магнитофона 
№26 100 
= F m +12 В 
7 nA RII VTI, VT2 | 
AFETA 180x | i 01 
le” 360 emou oa-r) L 
sd a)n Oare: ИТ 
`® У? J, 9: 40216 а KNZO3 
RI и p NRSA к g hi у 1307 
22K Ти 41270 Е Toz Tin | JJK R22 
- КД521 (76 10010 К Выход (~500nb) 
C3 L (4 6200 
= Có 0, on Piem 
1 x 
че а Г 
сл R12 470g | hir gy) Pn 
<D (8) R25 270 
Io N ajy 1| 1⁄2 
«ИО | Cih УМ 
еж АТА 1800 49 | 105 
C6 + Tan S 5 
(7 S (6 р > 
22 019 #22 | KAS21 
4 2248 01 T fi 
| 0/5 ии R24 Ci 
459 0 zw 49 


RI 270x 
[27] 


Дополнительная литература 


Интегральные микросхемы для аппаратуры 
магнитной записи / В. Андрианов, Г. Апреленко, 
В. т и др. // Радио.— 1981.—№ 5— 
6.— C. 73—76. 
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K157XA1A, K157XA15 


Микросхемы представляют собой универ- 
сальный высокочастотный усилитель-преобразо- 
ватель для переносных радиоприемников СВ и 
КВ диапазонов. В состав микросхемы К157ХА1 


входят высокочастотный усилитель, гетеродин и 
балансный смеситель. В зависимости от верхней 
граничной частоты полосы пропускания микро- 
схемы делятся на группы А и Б. 

Корпус типа 201.14-1 (см. в: Масса 
не более 1,5 г. 


K157XA1(A,5) 


1 2 


Назначение выводов: |— вход усилителя Bbl- . 


сокой частоты; 2 — эмиттер транзистора усили- 
теля высокой частоты; 5 — выход гетеродина; 6, 
$ — коррекция; 7— общий вывод гетеродина и 
смесителя, питание (— U); 9 — питание гетеро- 
дина и смесителя (+U); 10, 12 — выход nanpa- 
жения промежуточной частоты; //— вход CMe- 
сителя; 1[3— питание усилителя высокой час- 
тоты (+0,); 14— выход усилителя высокой 
частоты. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ............. 5 В 
Ток потребления при U ,=5 B, Т=+25° С, не 
DOO oe И ИЕН 3,3 мА 


Коэффициент усиления в режиме преобразова-_ 


ния на частоте входного сигнала 150 кГц: 


при: = В. Е. 150... 350 
при U =6 В, T= +70°С ......... а 100... 400 
при 0.=3.68В, Т==2> С 100... 400 


Снижение коэффициента усиления в режиме 
преобразования при U ,=5 B, Т=+25° С: 


К157ХА1А на частоте 15 МГц .............. 5 ab 

К157ХА1Б на частоте 25 МГц .............. 5 дБ 
Диапазон рабочих частот по уровню 
АЧХ — 5 дБ при (О =5 В, T= +25° С: 

|. Я, 2. 5. О И ИЕ 15 МГц 

| и, 9. 1 ИИ R 25 МГц 


Коэффициент шума' в режиме преобразования 


' Коэффициент шума определяется по формуле 


УМ В4и. | 


на частоте 150 кГц при U, =5 В, Т=+25° С, не 
более 
Напряжение гетеродина на частоте. 15 МГц иа 
эквивалентном сопротивлении контура гетеро- 
дина 4 кОм, включенного между выводами 5 и 
8 при U,=5 В, Т=+25°С.......... 300.. -450 мВ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................ шили 3,6... 6 В 


Максимальный ток по выводу 14, не 


DONE до 10 мА 
Температура окружающей А 
СРЕДЫ ....... ее лелилегилиилелитнелниннинге — ŽS =, +709 С 
Схема включения 
197 МЫ = $69 klų 
Выход NY 
Г. тон Pa 
[2 R2 100 
та 
+58 
0/05: 
В e 
14 | Г 098 
ИРИ МАЛА (НОТААТБ) 
i 1234567 
cuznana —ж=— 
Se= 015+15(25) Mu 
H C5 
0,033 
L2. S-=01+135(255) Му 
+96 


Принципиальная схема усилителя-преобразова- 
теля частоты малогабаритного СВ — КВ радио- 
приемника 


Дополнительная литература _ 


1. Иващенко IO., Керекеснер M., Кондрать- 
ев H. Интегральные микросхемы серии К157 // 
Радио.— 1976.— № 3.— С. 57, 

2. [8, с. 97—99]. 


где т=0,3 —глубина модуляции входного сигнала; К, =0,1 — 
коэффициент передачи делителя на входе микросхемы; Ü — na- i 
pa входного сигнала, MKB; А/=10,5+0,5 кГц — поло- 

рев тракта УПЧ и контура смесителя; К. = 
Zo, 576 кОм —сопротивление шумового резистора (между Bbi- 
водами / и 14 микросхемы); И, — максимальный выходной 
сигвал на выходе УПЧ; Un — напряжение шума на выходе УПЧ 
при отключенной модуляции несущей частоты. 
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K157XA2 


Микросхема представляет собой усилитель 
промежуточной частоты с автоматической ре- 
гулировкой усиления и амплитудным детекто- 
ром. Предназначена для применения в малога- 
баритных переносных и автомобильных радио- 
приемниках. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДА]). Масса 
не более 1,5 г. 


КТ 7КА2 
пи 9 8 


4 13 12 


Функциональный состав: Г— регулируемый 
усилитель; //— основной усилитель; 111— am- 
плитудный детектор; [V — усилитель напряже- 
ния АРУ. 


K17XAZ 


19 о 


i |7 


т м 


14 1 


Назначение выводов: 1— вход регулируемого 
усилителя; 2, 6, 10— коррекция; 3— общий 
вывод, питание (— U); 4— регулировка усиле- 
ния; )— вход основного усилителя; 9— выход 
амплитудного детектора; 11— питание (+U); 
12— емкость фильтра; 13— выход усилителя 
АРУ; 14— выход регулируемого усилителя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 5 В 
Ток потребления при К„=с, И„„=0, не более: 
при ОИ =5 B, Т=+25°С.......... а иененииньь, 4 мА 
при U =6В, T= +70° C .....:................ 5,5 MA 


Изменение выходного сигнала при изменении 
входного в пределах 50 мкВ...3 MB, т=30%, 
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DE Ge 
p. 10 
Jre 
Al 


ali 


f=465 кГц, /,=400 Гц, U =5 B, T= +25° С, не 
о о S E EEE ETS 6 дБ 
Глубина регулировки АРУ при R,=%0, f= 
=465 кГц, /,=1 кГц, т=0,3, не менее: 

при U =5В, U =0,5... 30 мВ, 


ее O EEE AE NT 120 дБ 
при U, =6 B, U= 5... 300 MB, 
а Ra EAA 120 дБ 
при U,=5 B, U =0,5...30 MB, 
о В 150 дБ 


Коэффициент гармоник при U, =5В, И, = 
=0,3 мВ, /=465 кГц, /,=1кГц, т=0,8, T= 


=+ CG He DOn ое: 3% 
Входное сопротивление при U, ,=5 B, f= ' 
—465 КГ. aa a a ESE 0,43... 1 кОм 
Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение питания ...................лешанинии 3,6 ...6 В 
Максимально допустимое напряжение между 
выводами [0 и 11, не более .................. 1,75 В 
Максимальный ток усилителя АРУ (вывод 13), 
НЕ? GOE Ал ооо ь 1,5 мА 
Температура окружающей 

РЕЦ рав ани —25... +70° С 


Схема включения 


+98 
(8 01 


“Г 


c 
5010 |+ 


Выход APY (7 0,015 + 2,2к Выход NY 


4131010939868 
K157XAZ 


(2 
910 


об NY 


=“ 


Принципиальная схема усилителя промежуточ- 
ной частоты с детектором для малогабаритного 
радиоприемника 


Рабочую точку (постоянное напряжение 
0,25 В на выводе 9) устанавливают резистором 
К1 при входном напряжении, равном нулю. Для 
обеспечения устойчивой работы и улучшения 
характеристик УПЧ на микросхеме К157ХА2 в 
его состав рекомендуется включать одиночный 
колебательный контур или полосовой фильтр. 
Одиночный контур включается между выво- 
дами 14, Зи 5. 


14 


р АТА? 
> 5 
001 
ly 
Les 0,01 


Схема подключения одиночного контура K 
микросхеме К157ХА2 


Дополнительная литература 


1. Иващенко FO., Керекеснер M., Кондрать- 
ев H. Интегральные микросхемы серии К157// 
Радио.—1976.— № 3.—С. 57, 58. 

[8, с. 99—101]. 
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К157ХП1 


Микросхема представляет собой двухканаль- 
ное устройство, каждый канал которого состоит 
из предварительного усилителя с амплитудным 
дискриминатором на входе и усилителем инди- 
кации, включающего в себя формирователь 
временных интервалов и усилитель мощности. 
Общим для обоих каналов является режимное 
устройство, задающее образцовое напряжение 
для двух усилителей, и выпрямитель системы 
автоматической регулировки уровня записи, 
обрабатывающий сумму сигналов двух каналов. 
Предназначена для управления приборами ин- 
дикации пиковых уровней сигналов в канале 
записи стереофонических магнитофонов и фор- 
мирования сигналов управления для системы 
автоматического регулирования уровня записи. 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДАТ). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: Г— предваритель- 
ные усилители; /[— усилители индикации; 11/Ы— 
источник образцовых и смещающих напряже- 
ний; [/— выпрямители системы АРУЗ. 

Назначение выводов: '|1— выход предвари- 
тельного усилителя первого канала; 2— вход 
усилителя индикации первого канала; 3 — выход 
усилителя индикации первого канала; 4, 9 — o6- 
щий вывод, питание (—0(,„); 5 — выход усилите- 
ля индикации второго канала; б — вход усили- 
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теля индикации второго канала; 7— выход 
предварительного усилителя второго канала; 
8 —вход предварительного усилителя второго 
канала; 1[0— неинвертирующий выход АРУЗ; 
11 — питание (+0,); 12— инвертирующий Bhl- 
ход АРУЗ; 1[3— выход источника опорного 
напряжения; 14 — вход предварительного усили- 
теля первого канала. 


АТК 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 15 В 
Ток потребления при И„=15 B, U, mp=4 В, T= 
25: С. Не DONEC лань 5...9 мА 


Напряжение срабатывания по выходу усилителя 
индикации и системы АРУЗ при И, =15 В, 


О „р=0.8... 1,6 В, Г=+2>°С.............. 1... 1,45 В 
Выходное эталонное напряжение при U ,=15 В, 
Сс. В, на 1,2... 1,35 В 


Напряжение отпускания по выходу усилителя 
индикации и системы АРУЗ при U, ,=15 В, 
О р=0,8... 1,6 В, Т= +25° С, не менее .. 0,9 В 
Выходное напряжение предварительного усили- 
теля при И, =15 В, U,np=4 В, 

Т=+25° С 
Выходной ток предварительного усилителя при 
И, =15 B, U,mp=4 В, Т=+25°С....... 4... 10 мА 
Выходной ток покоя усилителя индикации при 
И, =15 B, Ир=0, Т=+25°С....... 35... 65 мкА 
Выходной ток закрытого усилителя индикации 
при И, =18 В, Т=+25° С, не более ..... 1 мкА 
Выходной ток покоя выпрямителя системы 
АРУЗ при И, =18 В, U mp=0, Т=+25° С, не 
БОЛЕЙ: сео 30 нА 
Входной ток предварительного усилителя при 
И, =15 В, Ир=4 В, Т= +25° С, не 

более | 


Предельные эксплуатационные данные _ 


Напряжение питания ....................ььньни. 7,2 ...20 В 
Напряжение на входах предварительного усили- 
Temi. BE БО: ее +7 В 
Выходной ток, не более: 
НО’ ВОДАМИ S 70 мА 
но. выводам. 10 n 12а оаныь 10 мА 


В 


Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 


ВОТЬ: а OA 250 мВт 
Температура окружающей 
OPONI ПИ И и —25... +70° C 
Схема включения 
+ 
Выход _U, 
i г bix00 -Von | Вход NK 
ANJ07 
VD2 
AN307 


(2 10,025 Вход ЛК 


Принципиальная схема измерителя пиковых 
уровней в канале записи со светодиодными 
индикаторами 


В этой схеме емкости конденсаторов C1 и C2 
определяют значение постоянной времени инди- 
кации, сопротивления резисторов R3 и R4 
определяются из условия 


В=(0,- 1,2В) /Тур 1( 2)ном. 


Дополнительная литература 


Интегральные микросхемы для аппаратуры 
магнитной записи /В. Андрианов, Г. Апреленко, 
В. Курганский и др.// Радио.— 1981.— № 5— 
6.—С. 73—76. | 


К157ХП2 


Микросхема представляет собой стабилиза- 
тор напряжения с электронным управлением и 
содержит элементы генератора токов стирания 
и подмагничивания. Предназначена для приме- 
нения в аппаратуре магнитной записи звука. 
В состав микросхемы входят источник `образцо- 
вого напряжения с устройством управления, 
усилитель сигнала рассогласования, регулирую- 
щий элемент с токовой и тепловой защитой, 
выходной делитель и отдельные транзисторные 
структуры с цепями смещения для создания 
генератора токов стирания и подмагничивания 
(ГСП). 

Корпус типа 201.14-1 (см. К157ДАТ). Масса 
не более 1,5 г. 


K157XN2 


~ 


з ooa ® UN 


Функциональный состав: [Г— выходной дели- 
тель; П— регулирующий элемент с токовой и 
тепловой защитой; I — усилитель сигнала pac- 
согласования; /[/’— источник образцового Ha- 
пряжения с устройством управления временем 
включения и выключения; VT30, ГТ29 — тран- 
зисторные структуры для ГСП с цепями сме- 
щения К/б и RI7. 


АТ97ХП2 


ИХ 


МТ 


Назначение выводов: 1— общий эмиттер 
транзисторных структур для ГСП; 2— база 
транзистора VT30; 3— коллектор транзистора 
ГТЗО; 4, 5—выводы для установки выходного 
напряжения стабилизатора; Ó — вход усилителя 
сигнала рассогласования; 7 — общий вывод, пи- 
тание (—0,); 8— вывод источника опорного 
напряжения, подключение времязадающего кон- 
денсатора к устройству управления временем 
включения и выключения стабилизатора; 9— 
управление стабилизатором; 10— вход стабили- 
затора (+U); 11 —выход стабилизатора; 12— 
коллектор транзистора VT29; 13— база тран- 
зистора VT29; 14 — общая точка цепи смещения 
R16 и RI1I7. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 18 В 
Пределы регулирования выходного напряже- 
ния ' при П„.=15 В, [.=0, 

TST и 11,3... 12,7 В 


' Необходимое выходное напряжение стабилизатора может 
быть установлено внутренним или внешним делителем, подклю- 
чаемым к выводам 11, б и 7 микросхемы. Допускается 
совместное использование делителей. При использовании внут- 
реннего делителя выходные напряжения могут быть установле- 
ны следующим образом: | 

l2 ии ОИС соединить выводы 5 H 6 


10,5 B НЕ ОНИ соединить выводы 4, 5, 6 

д, EE E ЧЕ ОК соединить выводы 4 H 6, 5и7 
О В оных соединить выводы 4 H 6 

e EEE EE A соединить выводы 5 H 6, 4 n 11 
E E e EEE IAA ANENE ET AR соединить выводы би 11. 


С помошью внешнего делителя можно установить выходное 
напряжение в диапазоне 1,33...33 В. Для нормальной работы 
стабилизатора входное напряжение должно превышать выход- 
ное не менее чем на 2,5 В. | | ; 

Время включения и выключения выходного напряжения 
стабилизатора определяется емкостью конденсатора, подклю- 
чаемого к выводам 7 и 8 микросхемы: 


Выходное напряжение закрытого стабилизатора 


при U. x=15 B, [=0, Т=+25° С, не 6o- 
ео о ва 0,1 В 
Ток холостого хода при О„=36 В, [,=0, 
Tat ОА 3,2 ...7 мА 


Ток холостого хода закрытого стабилизатора 
при (,„.=36 В, ОП, =0...0,1 В, Г=0, T= 
=+25° С 0,5...2 мА 
Входной ток усилителя сигнала рассогласования 
при ПО„,‚=15 В, Т=+25° С, не более 0,5 мкА 
Выходной ток устройства управления при 
О, =15 В, Т=+25 С 1... 2,6 мА 
Ток потребления устройства управления при 
U= lS В, Т=+25° С 1..:2,9 мА 
Коэффициент нестабильности по напряжению 
при 0П„=12...18 В, Ux=8,3...9,7 В, [.=0, 
T= +25° С, не более + 0,002 
Коэффициент нестабильности по току при 
О, =15 B, О, =8,3...9,7 В, I =9,3...10,7 мА, 
Т= +25° С, не более + 0,01 
Относительный температурный коэффициент 
выходного напряжения при И,,=15 В, не 6o- 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо ооо соо ооо ооо во оооо о 


ооо ооо о ооо оо ооо ооо 


ХХ КООООО0000 


В + 0,95% /°С 
Ток короткого замыкания при П»„‚=4 B, T= 
о БИНТ 150... 450 мА 


Параметры транзисторных структур 


Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 
при 1кэ=100 мА, [55=2,5 мА, Т=+25° С, не 
менее 0,75 В 
Напряжение насыщения база— эмиттер при 
[кэ=100 мА, 1[5э=2,5 мА, Т=+25° С, не 6o- 
Е oa и ‚1,25 В 
Начальный ток коллектора при КА, =10 кОм, 
Окь=36 В, T= +25° С, не более 1 мкА 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо сос ооо ооо ооо ооо ооо о 


Предельные эксплуатационные данные 


Входное напряжение ....................ннньнние, 4...40 В 
Максимальный выходной ток стабилизато- 
Pa vrcanosuisni EEEIEE AAS 150 MA 
Максимальное напряжение коллектор — эмит- 
тер транзисторных структур .............. льна. 40 В 
Максимальное напряжение эмиттер — база тран- 
зисторных структур ........... ака 7В 
Максимальный ток коллектора транзисторных 
ОРГ оао 150 мА 
Максимально допустимая рассеиваемая мощ- 
ор ООО ИИ А 1 Вт 
Температура окружающей сре- 

Е НЫ —25... +70 С 


1 При Т=-25... +25° С. 

2 При T= +25... +70° С максимально допустимая рассеивае- 
мая мощность, ВТ, читывается` по формуле P 
=(125° C— Т)/160° С/Вт. 


рас, тах — 
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Схема включения 


K усилителю записи 


642415 ЛК 


Принципи альная схема генератора стирания и 
подмагничивания для аппаратуры магнитной 
записи 


Дополнительная литература 


Интегральные микросхемы для аппаратуры 


магнитной записи/В. Андрианов, Г. Апреленко,' 


В. Курганский и др.//Радио.— 1981.— № 5—6.— 
С. 73—76. 


К157ХПЗ 


Микросхема представляет собой адаптивный 
противошумный процессор, действующий по 
принципу динамической фильтрации. Предна- 
значена для систем понижения шумов при 
прослушивании звуковых фонограмм, особенно 
эффективна в кассетных магнитофонах. Ее 
основа — управляемый фильтр нижних частот, 
полоса пропускания которого автоматически 
изменяется в зависимости от спектра `входно- 
го сигнала с учетом особенностей слухового 
восприятия звука. 

Шумопонижающее устройство на К157ХПЗ 
способно подавлять шумы звуковой фонограм- 
мы с динамическим диапазоном 40... 50 дБ, 
практически не внося искажений в обрабатывае- 
мый сигнал. Уменьшение шумового напряжения 
на выходе фильтра в широкой полосе` частот 


достигает 15 дБ, в области высших звуковых. 


частот превышает 30 дБ. 

Принцип работы. Эффект понижения шума 
‚основан на изменении полосы пропускания 
управляемого фильтра нижних частот в зави- 
симости от спектра обрабатываемого сигнала. 
При отсутствии входного сигнала или очень 
малом уровне высокочастотных составляющих 
в его спектре полоса пропускания управляемого 
фильтра ограничивается частотой 800... 1600 Гц. 
Сужение полосы пропускания приводит к сни- 
жению общего уровня шумового напряжения на 
выходе устройства. При появлении во входном 
сигнале высокочастотных составляющих доста- 
точного уровня полоса пропускания управляе- 
мого фильтра соответствующим образом рас- 
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ширяется, но возрастающий при этом шум не 
воспринимается слухом из-за эффекта маскиро- 
вания его полезным сигналом с более высокой 
энергией. 

= Канал обработки сигнала представляет CO- 
бой активный фильтр нижних частот второго 
порядка, выполненного на ОУ (XI). В качестве 
управляемых напряжением резисторов (ХИ и 
ХШ) использованы каналы линеаризованных и 
идентичных по конструкции МДП-транзисторов 
с индуцированным каналом р-типа. Форма 
АЧХ управляемого фильтра определяется соот- 
ношением емкостей конденсаторов C7 и C2 (см. 
схему включения) в цепи ООС и емкостью 
конденсатора С10 на входе усилителя XI. На 
входе канала обработки сигнала включен пов- 
торитель напряжения IX, ослабляющий влияние 
входного делителя напряжения (R7 и R2) на 
АЧХ управляемого фильтра. 

Канал управления состоит из алгебраическо- 
го сумматора VIII, управляющего усилителя 
Ш, ограничителя минимума IV, частотного 
корректора-дифференциатора I, амплитудного 
детектора J, регулятора VII начального значе- 
ния частоты среза и регулятора-ограничите- 
ля VI ее `конечного значения. АЧХ канала 
управления формируется активным фильтром 
нижних частот второго порядка, состоящим из 
управляющего усилителя 11, внутренних pe- 
зисторов R2 и R3, внешних конденсаторов C7 
и C8 с частотой среза около 1,6кГц и 
наклоном АЧХ 12 дБ/октаву. Спад АЧХ за 
пределом рабочего диапазона частот опреде- 
ляется внутренним резистором R12 и конден- 
сатором С/ (см. функциональную схему) в цепи 
ООС, охватывающей усилитель П. Внешний 
конденсатор C4, подключенный выводами 18 
и 19, увеличивает крутизну спада АЧХ до 
18 дБ/октаву. Если необходимо изменить АЧХ 
канала управления, то дополнительные элемен- 


_ ты могут быть подключены между выводом 20 


и общим проводом устройства. | 
Кроме того, в состав микросхемы входят 
источники образцового напряжения и стабили- 
зированных токов, условно обозначенных на 
схеме блоком X. 
Корпус типа 2120.24-3. Масса не более 4 г. 


2110. 4-9 15 


HH 


KISTXNI 


Функциональный состав: Г— амплитудный 
детектор; П-—частотный корректор-дифферен- 
циатор; /1/— управляющий усилитель; [7 — or- 
раничитель минимума; Г — управляемый напря- 
жением резистор в цепи управления порогом 
шумопонижения; VI— регулятор-ограничитель 
конечного (верхнего) значения частоты среза; 
ИП — регулятор начального (нижнего) значения 
частоты среза; VIII — алгебраический сумматор; 
[X — входной повторитель напряжения; X — HC- 
точник образцового напряжения и стабилизи- 
рованных токов; Х/— операционный усилитель 
управляемого фильтра; ХИ — управляемый pe- 
зистор 1-го звена основного управляемого 
фильтра; ХШ-— управляемый резистор 2-го зве- 
на основного управляемого фильтра. 

Назначение выводов: | — регулировка време- 
ни реакции динамической системы понижения 
шумов на нарастание сигнала малого уровня; 
2 — управление включением системы шумопони- 
жения; 3 — регулировка времени реакции дина- 
мической системы понижения шумов на на- 
растание сигнала малого уровня; 4— вход кор- 
ректора-дифференциатора и амплитудного де- 
тектора; 5 — установка порога шумопонижения 
динамического фильтра; б — установка конечно- 
го (верхнего) значения полосы пропускания 
динамического фильтра; 7 — установка началь- 
ного (нижнего) значения полосы пропускания 
динамического фильтра; 8— внутренний резис- 
тор установки конечного‘ (верхнего) значения 
полосы пропускания динамического фильтра; 
9— питание (— U); 10— питание (+U); 11— 
выход динамического фильтра; 12— выход 
2-го звена основного управляемого фильтра 
(подключение частотозадающего конденсатора); 
]3 — управляющий вход 1-го звена основного 
и дополнительного управляемых фильтров; 
14 — управляющий вход 2-го звена основного 
управляемого фильтра; 15 — выход линеаризую- 
щего устройства 2-го звена основного управля- 
емого фильтра; 16— выход линеаризующего 
устройства |-го звена основного управляемого 
фильтра; 17— вход динамического фильтра; 


18 — выход 1-го звена основного управляемого 
фильтра (подключение частотозадающего кон- 
денсатора); 19 — инвертирующий вход алгебраи- 
ческого сумматора; 20 — выход алгебраического 
сумматора; 21— 1-е звено весового фильтра; 
22—2-е звено весового фильтра; 23— выход 
ограничителя минимума; 24 — общий. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания (двухполяр- 
ное) +15 В 
Ток потребления при U = + 16,5 В, T= +25° С, 
не более 8,5 мА 
Выходное, напряжение покоя при U, = +15 В, 
T= +25° С, не более + 0,5 В 
Коэффициент усиления напряжения при U, „= 
= +15 В, П„=100 мВ, f=400 Гц, 

Т=+25° С 4,7... 5,3 
Ослабление усиления при И = +15 В, T= 
= +25° С: 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ос ооо фо ооо оо ооо оо ооо оо оо ооо ово фос 


фхоооо ооо осо ооо ооо ооо еото ооо 


при Us = 100 мВ, f=20 кГц .......... —2,5...1 дБ 
f=32 кГц, не более .......... А —3 дБ 
при О», = 10 мВ, /=1 кГц, не менее .... —3 дБ 
У oain, не. более олоераельы —3 дБ 
при П„‚=0,32 мВ, f=6 кГц, 

He Не ло А —ЗдБ 
при Us =3,2 мВ, /=6 кГц, не более ..... —3 дБ 


при Us =1 мВ, f=10 кГц, не более .... —26 дБ 
Коэффициент гармоник при U, ,= +12 В, fax= . 
=400 кГц и 20 кГц, Us =400 MB, T= +25° С, не 
более 0,5% 
Входной ток через вывод 17 при U, ,= +15 В, 


ооо ооо ооо ооо ооо о ооо ооо ооо ооо ооо соо ооо осо ооо ооо ооо о хохое 


Т=+25° С, не более ..........ььееььниьнье 0,5 мкА 
Выходной ток через выводы 13 и 14 при 
И: =+15 В, Ux=0;, Т=+25° С 13...26 мкА 


Выходной ток через выводы /3 и 14 на частоте 
10 кГц, (= +15 В, Т=+25° С: 
при ПО„»=1 MB 3... 10 мкА 
при U=! мВ 150... 450 мкА 
Приведенное ко входу напряжение шумов, в 
полосе частот 20 Гц...20 кГц при U, = +15 В, 
О„=0, Т= +25° С, не более 15 мкВ 


Электрические параметры К157ХПЗ в основной 
схеме включения динамической системы 
понижения шумов при О. = +15 В. 


ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо во со сое 


Подавление шумов (невзвешенное значение), 
не менее 11 дБ 
Крутизна наклона АЧХ управляемого ‘фильт- 
ра (с частоты 3 кГц и более), 
не менее 12 дБ/октаву 
Эффективность подавления шумовых компо- 
нент в области высоких частот, не 
менее 30 дБ 
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания: 
не менее — 1,5 дБ 
не более +1 дБ 
Коэффициент гармоник (при перегрузке 12 дБ), 
не более 0,5% 
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ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ово во оо ооо ооо ооо 


ооо ооо зоо ооо ооо ооо ооо ово сов оо хо соо ооо ооо ооо ооо ро ооо ооо о 


ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ово соо ооо соо соо 


ооо ооо ооо р ооо ооо осо ооо ооо осо ооо ооо ово осо со во осо оо фосво 


Минимальный ` порог’ игумопонижения, He бо- 
Ва озна —50 дБ 
Соотношение сигнал-помеха в полосе частот 
20 Гц...20 кГц, не менее ... 80 дБ 


ооо ооо ооо ооо ооо о 


° Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 

положительное +5... +18 В 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ыыы —9... —18 В 
Максимальное входное напряжение (амплитуд- 
ное значение) +U, 
Максимальное выходное напряжение при U= 
=+15 В, U „= +3 В, не менее ИВ 
Максимальный выходной ток по выводу 11 при 


хохфо ооо ооо о 


ПВ, В: нае 6... 20 мА 
Температура окружающей 
СРЕДЕ оао —25... +70° С 


Afon» Kly 

24 

20 

16 

Е 

j MARERE 
YA Ne | 

AT NETT 

0 12 16 20хы, п 


Зависимость полосы пропускания шумоподави- 
теля на микросхеме К157ХПЗ от частоты и 
уровня входного сигнала 


Схемы включения 


72 „1800 
13] CE 
И" RI 01| 01 


(9 150 


Основная схема включения микросхемы 
К157Х ПЗ 
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В этой схеме порог шумопонижения уста- 


`навливается резистором R7: при R7=0 нахо- 


дится на уровне — 30 ДБ, а при максимальном 
значении резистора А7 = 330 кОм достигает 3Ha- 
чения —50 дБ. ` 

Установка конечного (верхнего) и начально- 
го (нижнего) ‘значений полосы пропускания 
осуществляется резисторами №5 и Ró: при 
изменении сопротивления резистора А5 от 0 до 
220 кОм начальное значение верхней граничной 
частоты полосы пропускания изменяется от 1 
до 2,5 кГц; при изменении сопротивления ре- 
зистора Кб от 0 до 47 кОм конечное значение 
верхней граничной частоты полосы пропускания 
изменяется от 20 до 30 кГц. 


Типовая схема включения микросхемы 
К157ХПЗ в аппаратуре воспроизведения звука’ 


Дополнительная литература 


1. Адаптивный противошумный процессор 
К157ХПЗ для звукотехнической и ы/ 
В. В. Андрианов, Г. П. Апреленко, И. Бы. 
балко, О. Ф. Тагоня//Электронная а 
ность.— 1985.— Вып. 7(145).— C. 19—21. 

2. Все о микросхеме К157ХИЗ/В. В. Андриа- 
нов; Г. П. Апреленко, А. И. Рыбалко, О. Ф. Та- 
гоня//Радио.— 1985.—- № 11.— C. 33—36. 


2.5. Микросхемы серии КР159 


KP159HT1A, KP159HT15, 
KP159HT1B, KP159HT1F, 
KP159HT10, KP159HT1E 


Микросхемы серии KP159 представляют co- 
бой сборку из двух биполярных п-р-п тран- 
зисторов, выполненных по планарной техноло- 
гии с изоляцией элементов диэлектриком. Пред- 
назначены для использования в качестве базо- 
вой схемы дифференциального усилителя и 
других балансных схем в различных устройст- 
вах радиоэлектронной аппаратуры. 

Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 0,7 г. 


2101.61 45 KPISIHTI (A-E) 


29,2. 5-1 | 


Назначение выводов: 2— коллектор VTI, 
3— база ИТ; 4—эмиттер ИТ/; 5—эмиттер 
VT2; б—база ГТ2; 7— коллектор VT2. 


Электрические параметры 


Прямое падение напряжения на переходе ба- 
за —эмиттер при [,=1мА, Uks=5 B, 
EARLI E В 0,55... 0,75 B 
Модуль разности прямых напряжений база — 
эмиттер при /.=1 мА, Окь=5 B, T= +25° С, 
не более: | 

КР159НТТА, KP159HT15, КР159ЭНТИВ....3 мВ 

КР159НТИГ, КР15ЭНТ1Д, 


KPISHTIE орон a 15 MB- 
Обратный ток коллектора при Uks=20 В, 
T= 425" C, ве ООО“ ера 200 нА 
Обратный ток эмиттера при Изь=4 В, T= 
29 С. Не. БОЛЕ деление 500 нА 


Ток утечки между любыми электродами двух 
транзисторов при Оут! ут2=20 В, Т=+25° С, 
Не DOMO aaraa a 20 нА 
Статический коэффициент передачи тока B 
схеме с общим эмиттером при /[.=1 мА, ИОкэ= 
=9 B, Ts+2 C 


KP159HT1A, КРБУЗНТЕ ини 20...80 
КР15ЭНТ1Б, КР15ЭНТ1Д ................ 60... 180 
КР15ЭНТ1В, КР15ЭНТТЕ, не менее ....... 80 


Модуль коэффициента передачи тока в схеме с 
общим эмиттером при Икэ=5В, [,=3МА, 
1=100 МГц, Т=+25° С, не менее ............... 2 
Отношение статических коэффициентов переда- 
чи тока в схеме с общим эмиттером первого и 
второго транзисторов при Икэ=5 В, [.=1 MA, 
T= +25° С: 

КР159ЭНТТА, KP159HT15, KP159HT1B .... 0,85 

КР159НТИТ, КР15ЭНТ1Д, КРТ5ЭНТИЕ .... 0,75 
Емкость коллекторного перехода при Иъзь=1 В, 


= MIn Т=25 С. eiior 4 пФ 
Емкость эмиттерного перехода при Изь=1 В, 
В о а CG aoei 5 пФ 


Предельные эксплуатационные данные _ 


Напряжение коллектор — база ................. 20 В 
Напряжение эмиттер — база ............ еше, 4В. 
Напряжение между транзисторами ........ 20 В 
Ток коллектора (постоянный) ............. ‚. 10 MA 
Импульсный ток коллектора (npa | | 
LSO MEEN И О ОО 40 мА ' 
Мощность рассеивания: | 

при Т=—60+70° C ........... 4... .... 59 мВт 

130° C—T 


при T= +70... +100°С ................... 


0 
-60 -40 -20 0 2 4&0 60 815 
Зависимость максимальной рассеиваемой мощ- 
ности от температуры окружающей: среды 


Ig, MKA 
100 


300 эт 700 U,,, "nB 


Типовые входные характеристики транзисторов, 
входящих в состав микросхем в схеме с общим 
эмиттером 


049 12 дв 


Типовые выходные’ характеристики транзисто- 
ров, входящих в состав микросхем КР159ЭНТ1 


ed 
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10030? 107 10 104, mA 


Зависимость нормированного 
коэффициента передачи тока в 
схеме с общим эмиттером от 
тока эмиттера (й›, о — коэффи- 
циент передачи тока при 
1. =1| мА). Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


| (361-5521, MB 
KPISIHTI (А-В) 


8 


10 12 1415,8 
Типовая зависимость модуля 
разности прямых напряжений 
база— эмиттер от напряжения 
коллектор —база при 


1, =50 мкА, Т=+25° С. 
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Типовые выходные 
характеристики 

„умА| транзисторов, входящих 

в состав микросхем 
KP159HT1 (5, Д) 


Типовые выходные 
характеристики 
транзисторов, входящих 
в состав микросхем 

KP159HT1 (В, Е) 0 


60 20020 60 1001,5 


Типовая зависимость норми- 
рованного коэффициента пе- 
редачи тока в схеме с общим 
эмиттером от температуры 
окружающей среды при 
0, =5 В, =1 МА: 1-0 — 
коэффициент передачи тока 
при Т=+25° С 


| бу 521, м 


10! 


104, мА 


Типовая зависимость 
модуля разности прямых 
напряжений база — 
эмиттер от тока эмиттера 
при U kp = 4,5 B, 

T= +25° С 


LEPA 
Pama 


2 16 Ug, B 


Pirama ii 


1 1 2 


45571, 


Типовая зависимость нормиро- 

ванного значения модуля KOP- 

фициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером от тока 

эмиттера при Окэ=5 В, 
T= +25° С: |h3130|— модуль 
коэффициента передачи тока 
при Г, =1 мА 


| Ua517 05521, МВ 


-60 -20 0 20 60 100 7,°C 


Типовая зависимость модуля раз- 
ности прямых напряжений база— 
эмиттер от температуры окружаю- 
щей среды при ИкБ=5 э= 
0,05...1 мА. Заштрихована 

область разброса значений пара- 
метра для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана типовая зави- 

CHMOCTb 


Схемы включения 


Принципиальная 
‘схема стабилизатора 
напряжения на основе 


Принципиальная 
схема генератора 
стабильного тока: 


генератора lrer = 
стабильного тока со Uypı — (0,55... 0,75) 
следящей обратной =— p 
связью 
где [ мА; U; В; R, 
кОм 


4 6 8 W 128 


Зависимость изменения напряжения стабили- 

зации от изменения напряжения питания в 

схеме стабилизатора напряжения на основе 

генератора стабильного тока со следящей об- 
ратной связью 


0 02 04 06 


Зависимость изменения напряжения стабили- 

зации от изменения сопротивления нагрузки в 

схеме стабилизатора напряжения на основе 

генератора стабильного тока со следящей об- 
ратной связью 


08 Ra, KOM 


Принципиальная схема дифференциального 
каскада с динамической нагрузкой и генера- 
тором. стабильного тока [18] 


2.6. Микросхемы серий К162 и КР162 


K162KT1, КР162КТ1 


Микросхемы представляют собой последо- 
вательные интегральные прерыватели, выпол- 
ненные на биполярных транзисторах с изоля- 
цией р-п-переходом. 

Корпус микросхемы КР162КТ] типа 201.14-1, 
K162KT1 — типа 401-14-3. Масса не более 1,5 г. 


401. 14-9 


А:  }— 7 
> не 
< 
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Jona «nya 


KIG2KTI, KPIGZKTI 


4 


VTI V72 


12 10 


Назначение выводов: [—эмиттер ИТ!; 4— 


7—эмиттер VT2; 
10— база VT2; 12— база VTI. 


коллекторы VTI и /ГТ2; 


R 


OTK ' 0 


M 
KIG2KTI 
КРК | „7 й 


0 2 4 6 м 


Зависимость сопротивления 
открытого транзистора от тока 
управления при T= +25° С. 3a- 
штрихованная область разброса 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 

обозначена типовая 
зависимость 


80 


0 


Электрические параметры 
_ Остаточное напряжение при l mp=2 мА, не 


более: 
ma LFU И НЕ 500 мкВ 
ma РЕ ое 300 мкВ 
при Р-Я ааа 800 мкВ 
Ток утечки между эмиттерами при Ихм= 
^ = +30 В, не более: | 
ПРИ Е р. 50 нА 
mi = она. 100 нА 
Сопротивление в открытом состоянии при 
Iom = 100 мкА, [и›=2 мА, не более: 
ПРИ ЕЕ C ae 100 Ом 
При 21 = 42 С она а 200 Ом 


Предельные эксплуатационные данные 


Обратное напряжение: 


коллектор — база ................ к 20 В 
эмиттер — база ......:............еенинининиииивитении 30 B 
1 9192 ут › НА 


0 и 20 UwB 


KOM? 


Зависимости тока утечки между двумя эмитте- 
рами от коммутируемого напряжения при раз- 


личной температуре окружающей среды 


Roig ‚ Om 
ет || 
АРКИ 
100 F 4 
р S> E? 


0 02 1 


L9 Чен: MA 


Зависимости сопротивления 
открытого транзистора от 
коммутируемого тока при 
различной температуре ок- 
ружающей среды 


ст» "KB 


0 2 4 


6 Iny ‚ МА 


Зависимости остаточного на- 
пряжения коллектор — эмит- 
тер от тока управления при 
различной температуре 
окружающей среды 


Коммутируемое напряжение ................. +30 B 
Управляющий TOK .................еенеиииньнин 10 мА 
Коммутируемый ТОК ..............еееьььниинии 0,1 мА 
Температура окружающей 
о. ИИ НИИ —45... +70° C 
Схема включения 
cio + 
C 0,01 10010 | 
R6 10x R7 68к R12 15К 
PZA a an EZA а ZZ] 
jeit 
x вк 6 
Span Batangas y 
"5 DHe 
jN LY LL 
ROE AI В R14 IK 51 
15x | KPIG2KTI 
R10’ R14’ 92 


2.7. Микросхемы серии К174 


Микросхемы серии К174 предназначены для 
применения в звуковоспроизводящей, звуко- 
записывающей, радиоприемной и телевизион- 
ной бытовой радиоаппаратуре. Выполнены по 
планарно-эпитаксиальной технологии с разделе- 
нием элементов р-п переходом. Конструктивно 
микросхемы оформлены в пластмассовых кор- 
пусах с жесткими выводами. 

В состав серии входят: 

К174АФ1 — схема синхронизации генератора 
строчной развертки телевизионного приемника; 

К174АФ4А — R-G-B— матрица цветовых сиг- 
налов и регулировка цветовой насыщенности; 

К174АФ5 — Е-С-В— матрица цветовых CHT- 
налов, фиксация уровня черного и установка 
баланса белого цветов; 

К174ГЛ1, К174ГЛ1А — генераторы кадровой 
развертки; 

К174ГЛ2 — генератор кадровой развертки 
для черно-белых и цветных кинескопов с раз- 
мером экрана более 32 см; 

К174КП1 — двухканальный аналоговый муль- 
типлексор на четыре входа и один выход в 
каждом канале; 

К1741ПС1, КФ174ПС1, К174ПС4 — двойные 
балансные преобразователи частоты; 

К174УК1 — регулятор яркости, контрастнос- 
ти, насыщенности и формирователь зеленого 
цветоразностного сигнала; 

К174УН4А, К174УН4Б — усилители мощ- 
ности низкой частоты с выходной мощностью 
1 Вт; 

К174УН7 — усилитель мощности низкой час- 
тоты с выходной мощностью 4,5 Вт; 


К174УН9ЭА, К174УНУБ — усилители мощ- 
ности низкой частоты с выходной мощностью 
5 Вт; 

К174КНТ®А, К174УН10Б — электронные 
двухканальные регуляторы тембра высших и 
низших звуковых частот; | 

К174УН11 — усилитель ‘ мощности низкой 
частоты с выходной мощностью 15 Вт; 


Ги | pi 
RIE 51 +h 


Выход ЛК 
) 
-158 
CrO, 
Fi £z 0; P 
_ Вариант включения микросхемы 
КР162КТ] в качестве коммутирую- 
щего элемента переключаемых цепей 
коррекции в усилителе воспроизведе- 
Выход NK 


ния кассетного маг нитофона 


К174УН12 — электронный двухканальный pe- 
гулятор громкости и баланса каналов в стерео- 
фонической аппаратуре; 

К174УН13 — универсальная усилительная 
схема для аппаратуры магнитной записи и 
воспроизведения звука; 

К174УН14 — усилитель мощности низкой 
частоты с выходной мощностью 4,5 Вт; 

К174УН15 — двухканальный усилитель мощ- 
ности низкой частоты с выходной мощностью 
6 Вт в каждом канале; 

К174УН17 — двухканальный усилитель MOL- 
ности низкой частоты для стереофонических 
телефонов; 

К174УН18 — двухканальный усилитель мощ- 
ности низкой частоты с выходной мощностью 
1 Вт в каждом канале; 

К174УП1 — усилитель яркостного сигнала и 
схема электронной регулировки размаха выход- 
ного сигнала, фиксации и регулировки уровня 
черного; 

К174УР1 — усилитель-ограничитель ЧМ-сиг- 
нала, демодулятор и предварительный усили- 
тель низкой частоты; 

К174УР2А, К174УР2Б — усилители промежу- 
точной частоты канала изображения телеви- 
зионного приемника; 

K174Y P3 — усилитель-ограничитель, ЧМ-мо- 
дулятор и предварительный усилитель низкой 
частоты; 

К174УР4 — усилитель-ограничитель, ЧМ-де- 
модулятор и предварительный усилитель низ- 
кой чаетоты с АРУ; 

К174УР5 — усилитель промежуточной часто- 
ты канала изображения с АРУ, видеодетекто- 
ром и схемой обработки видеосигнала; 
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К174УР7 — экономичный. тракт обработки 
ЧМ-сигнала с низкой промежуточной частотой; 

К174УР10 — широкополосный усилитель для 
-компенсации потерь в пьезофильтрах УПЧ 
канала изображения; l | 

К174ХА| — одноканальный синхронный де- 
модулятор цветовой поднесущей для сигналов, 
кодированных по системе СЕКАМ; l 

K174XA2 — многофункциональная схема при- 
емного 'АМ-тракта; 

К174ХАЗА, К174ХАЗБ — компандерные wy- 
моподавители; 

К174ХАб6 — многофункциональная схема 
тракта ПЧ-ЧМ радиоприемного устройства; 

К174ХА8 — сдвоенный синхронный демоду- 
лятор цветовой поднесущей для систем СЕКАМ 
и ПАЛ; 

К174ХА9 — предварительный усилитель и OT- 
раничитель сигналов цветности для работы в 
системе СЕКАМ и в двухсистемных телевизорах 

ПАЛ — CEKAM; 
| К174ХА10 — многофункциональная схема pa- 
диоприемного АМ-ЧМ тракта; 

K174XA11 — схема синхронизации генерато- 
ров строчной и кадровой разверток и канала 
цветного изображения; 

К174ХА12 — универсальная высокочастотная 
система ФАПЧ с замкнутым контуром обратной 
связи; 

К174ХА14 — стереодекодер системы поляр- 
ной модуляции; 

К174ХА15 — многофункциональная — схема 
для УКВ блоков радиоприемных устройств; 

К174ХА16 — декодер сигналов цветности CH- 
стемы CEKAM; . 

К174ХА17 — схема обработки демодулиро- 
ванных цветоразностных и яркостных сигналов; 

К174ХА20 — многофункциональная — схема 
для селекторов каналов телевизионных прием- 
НИКОВ. 


К174АФ1 


Микросхема представляет собой устройство 
синхронизации генератора строчной развертки 
телевизионного приемника и выполняет функ- 


ции амплитудного селектора синхросигнала, _ 


генератора импульсов строчной частоты, авто- 
матической подстройки задающих импульсов 
строчной развертки по частоте и по фазе. 
В состав К174АФ1| входят генератор импуль- 
сов строчной частоты, фазовый дискриминатор 
АПЧФ генератора, пиковый детектор совпаде- 
ния переключения полосы АПЧФ, схема защи- 
ты от импульсных помех, схема формирования 
выходного импульса, выходной каскад, оный 
‚дискриминатор АПЧФ выходного импульса, 
амплитудный селектор. 

Задающая часть микросхемы представляет 
собой автогенератор, охваченный кольцом авто- 
матического регулирования частоты и фазы по 
приходящим импульсам синхронизации строч- 
ной развертки. 

Формирующая часть микросхемы включает 
каскады обработки формируемых напряжений и 
окончательного фазирования выходных импуль- 
сов по строчным синхроимпульсам. 


82 


Наличие двух раздельных колец автомати- 
ческого регулирования позволяет существенно. 
повысить помехоустойчивость канала синхро- 
низации телевизионного приемника. | 

Корпус прямоугольный пластмассовый уни- 
фицированный с двухрядным расположением 
жестких выводов типа 238.16-2. Обозначение 
типа приводится на верхней части корпуса. 
Масса. не более 1,5 г. 


258. 16-2 
АЛЛА 
ОТ 
РЕ УУУУЕУН =, 


Зона ключа 


K174A $1 


16 5 4 B2 Ng 


5678 


129% 


Функциональный состав: [— выходной Kac- 
кад; [[— устройство формирования выходного 
импульса; /11— фазовый дискриминатор авто- 
подстройки фазы выходного импульса; /Г — aM- 
плитудный селектор; Г — устройство защиты от 
импульсных помех; Г/— детектор совпадения 
переключения полосы АПЧФ; ГП Ь— фазовый 
дискриминатор АПЧФ генератора; ИШ— rene- 
ратор импульсов строчной частоты. 

Назначение выводов: [— питание (+U), 2— 
выход; 3— вход формирователя; 4— выход Qa- 
зового дискриминатора; 5 — вход фазового дис- 
криминатора АПФ выходного импульса; 6— 
вход фазового дискриминатора: АПЧФ генера- 
тора; 7— выход детектора совпадения; 8 — вход 


видеосигнала; 9— вход импульса помехи; 10— 
вывод подключения. времязадающей цепи KOM- 
мутатора; 11—выход детектора совпадения; 
12— выход ‘фазового дискриминатора АПЧФ 
генератора; /3 — вывод для подключения блоки- 


ровочного конденсатора; 14 — частотозадающий _ 


конденсатор; 15— вывод для подключения час- 
тотозадающей КС-цепи; /6 —общий (— U,). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления при И,=12 В, | 
Т= +25°С ........... Е: Ва 32...54 мА 
Длительность выходного’ управляющего им- 
пульса при И, =12 B, Т=-10... +60° С: 

бык =O 12... 17 мкс 

[5д,о,х= 15 МКС 26...32 мкс 
Амплитуда выходного строчного импульса при 
И, =12 В, Т=-10... +60° С, не менее .... 8 В 
Амплитуда полного синхросигнала на выводе 7 
при И, =12 В, T= -—10... + 60° С, не менее ... 8 В 
Пределы перестройки частоты собственных ко- 
лебаний выходного генератора при И, =|2 В: 

нижняя граница, T= +25° C ... 12,9... 14,9 кГц 


ооо оо оо ооо ооо о ооо ооо соо ооо ооо чочосве 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооа 


Т=-10 и 

+60° C niaaa. 12,6... 15,0 кГц 
верхняя граница, T= +25° С ... 17,0... 22,0 кГц 

Т=-10 и 

+ 60° С ......... 16,7... 21,3 кГц - 


Полоса захвата АПЧ при И ,=12 В, Т=-10... 
... +60° C, не менее +700 Гу 
Нестабильность частоты внутреннего генерато- 
ра от времени, температуры и напряжения 
питания при И, =12... 13,2 В, T= -10... + 60° С, 
не более +350 Гц 
Длитсльность фронта выходного строчного 
импульса при U =12 В, Т=+25° С, не 6o- 
TOE aa 1 мкс 

типовое значение 0,3 мкс 
Длительность фронта строчного синхроимпуль- 
са в полном синхросигнале на выводе 7 при 
О, =12 B, T= +25° С, не более 1,5 мкс 


ооо ооо ооо осо ооо ооо осо соо ооо ооо ооо осо осо фо 


ооо ооо соо оо ооо оо ооо ооо ооо 


Крутизна регулирования системы АПЧФ npa 


0. =12 В, Т=+25° С 0,4... 1,2 кГц/мкс 
Остаточный сдвиг фаз между фронтами строч- 


ного синхроимпульса и импульса обратного 


хода при длительности импульса обратного 
хода 10 мкс, U ,=12 B, Т=+25° С, не 6o- 
а о EEE + 1,5 мкс 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания 15 В 
Минимальное входное напряжение полного ви- 
ПРОСИТЕ Я о ое 1В 
Размах полного видеосигнала отрицательной 
полярности (синхроимпульсами . вверх) на вы- 
- ходе 1...6 В 
Максимальное напряжение на выводе $ ...... 3 B 


оофо ооо оо ооо оо ооо ооо ооо оо ооо ооо соо ооо ооо ооо осо очоо ооо сое 


Температура окружающей 


среды —10... +60° С 


ооо соо соо оо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 


AN A 


Фазовые соотношения между входными и 
выходными сигналами микросхемы К174АФ1 


Схемы включения 


Типовая схема включения К174АФ! с yka- 
занными номиналами внешних навесных эле- 
ментов обеспечивает оптимальный режим ра- 
боты микросхемы. Изменение номиналов внеш- 
них элементов позволяет в некоторых пределах 
изменять параметры схемы. Резистором R18 
можно регулировать порог срабатывания ам- 
плитудного селектора. Изменение номиналов 
элементов, подключаемых между выводами би 
7, позволяет уменьшать или увеличивать посто- 
янный фазовый сдвиг, вносимый этими эле- 
ментами, в частности, исключение конденсатора 
C10 уменьшает остаточный фазовый сдвиг 
между синхроимпульсами и импульсами обрат- 
ного хода развертки ‘до +0,5 мкс. Однако 
одновременно необходимо изменить постоян- 
ную времени фильтра коммутатора К17С11, так 
как при столь малых значениях остаточного 
сдвига фаз коммутатор будет срабатывать 
несколько раньше, что приведет к сужению 
полосы захвата. Для исключения этого явления 
целесообразно уменьшить сопротивление ре- 
зистора R17 до 82 кОм. 

Если микросхема применяется в телевизион- 
ном устройстве, работающем совместно с. ви- 
деомагнитофоном, когда бывают большие скач- 
KH. частоты строчных ведущих синхроимпульсов 
и их пропуски, автоматический режим работы 
коммутатора отключается с помощью внешней 
коммутации замыканием ключа 5. 

Для защиты от помех в микросхеме мож- 
но запирать амплитудный селектор на время 
действия помехи болыпого уровня. Импульсы 
помех выделяются при этом с помощью внеш- 
них устройств из полного телевизионного сиг- 
нала и подаются на вывод 9 микросхемы. 
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Типовая схема включения мик- 
росхемы К174АФ!| 
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Дополнительная литература 


Микросхемы в генераторах телевизионной 
развертки/С. В. Яковлев, В. А. Скляр, В. С. Су- 
coB.— M.: Радио и связь, 1985.— 88 с. 


К174АФАА 


Микросхема представляет собой КС В-матри- 
цу. Выполняет следующие функции: регулиров- 
ку цветовой насыщенности; формирование зеле- 
ного цветоразностного сигнала; формирова- 
ние сигналов К, G, В из яркостного и 
трех цветоразностных сигналов; предваритель- 


ное усиление сигналов К, С, В. Предназначена 
для применения в телевизионных приемниках. 


цветного изображения совместно с микросхе- 
мами К174УП]1 и К!74ХАТ. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ]). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: I— регулятор насы- 
щенности К— У; Пр— регулятор насыщенности 
B— Y; Ш— матрица С— Y; [/— матрица К; 
Г— матрица В; УГ матрица В; VII, VIII, 
IX — предварительные усилители К, G, В. 


КАФ А 


16 15 14 13 


J l l F 
: Aer 


R2) 


hi 
y 


й J28 Jrz 


g RIG 


RIO n 


ETF 


K174AP4A 


Назначение выводов: l, 2— вход синего цве- 
торазностного сигнала В— У; 3, 13 — регули- 
ровка насыщенности; 4, [2— вход яркостного 
сигнала; 5— опорное напряжение канала В; 
б— выход сигнала В; 7— выход сигнала С; 
8— питание (—0,); 9— опорное напряжение 


12 Ш 10 9 
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} 


-OT K3 cp, He более 


канала 6; 10 — выход сигнала К; 11 — опорное 
напряжение канала К; 14, 15— вход красного 


цветоразностного сигнала R— Y; 16 — пита- 
ние (+0,). 

Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ......... 12 В 
Ток потребления при U, = 13,2 В, 

Е а 25...60 мА 


Коэффициенты передачи K, K2, К. с яркостно- 
го входа на выходе R, G, В при U, ,=12 В, 
U» =280 мВ, /=1 МГц, (4.12=1,8 В, Оз 1з= 
=3,8 В, Т=+25° С 3 ...3,9 
Коэффициенты передачи K4, К; с цветоразност- 
ных входов на выходы R, В при И. =12 В, 
Ux = 400 MB, f=1ì МГц, О. 12=1,8 В, Оз. 1з= 
=3,8 В, Т=+25° С 2,4... 3,6 
Коэффициент передачи со входа. ВУ на 
выход G, К при И =12В, U.=400 MB, 
f= | МГц, О. 12= 1,8 В, Оз. :з=3,8 В, 

Т= +25° С 0,5... 0,7 
Коэффициент передачи K, со входа К на выход 
С при И, =12 В, U, =400 мВ, /=1 МГц, (4.12 = 
=1,8 В, Оз 1з=3,8 В, Т=+25° С 1,4... 1,8 
Отклонение коэффициентов передачи K, K3, К. 
+5% 
Отклонение коэффициентов передачи K4, К; OT 
Kī cp, Не более +7,5% 
Отклонение коэффициента передачи Ke от 0,19 
Же БОН а + 10% 
Отклонение коэффициента передачи К. от 0,51 
Ka,cp) Не более +7,5% 
Отклонение коэффициентов передачи Ki, К», K3 
от Kacp При регулировке насыщенности на 
12— 1,5 дБ (изменение Из 1з от 3,8 до 1,8 В), не 
DONE Е В И +5% 
Отклонение коэффициентов передачи K4, К. 
от Kacp При регулировке насыщенности на 
12 +8 5 дБ (изменении U3 1з от 3,8 до 1,8 В), не 
более | +10% 
Нелинейные искажения по яркостному кана- 
лу при И. =12 В, О„,=280 MB, 

Т= +25° С 5% 
Полоса пропускания по яркостному каналу по 
уровню —3 дБ, не менее 6 МГц 
Полоса пропускания по цветоразностным ка- 
налам по уровню —3 дБ, не менее 1,5 МГц 
Подавление перекрестных искажений между яр- 
костным и цветоразностными каналами и меж- 
ду цветоразностными каналами при И =12 Ви 


ооо ооо оо ооо во о фо оо соо ооооое 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо ооо вос ооо ооо соо сосое 


ооо 


ооо ооо ооо ооо ооо соо ооо ово ооо ооо ось ооо 


ооо оо ооо оо оо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо соо оосоо 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо осо соо ооо ооо оосое 


T= +25° С, не менее .................изенининииь 36 дБ 
Входное сопротивление, не менее ... 100 кОм 
Входная емкость, не более ..................... 5 пФ 
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Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 

при Т=+25° С 10,8... 15 В 

при T= + 60° С 10,8 ... 13,2 В 
Размах сигналов по цветоразностным входам, 
не более 1,5 В 
Размах сигнала по яркостному входу, не бо- 
лее 11 В 
Напряжение на выводах 3, 13, не более ..... 4,4 В 
Напряжение на выводах 3, /2, не более ..... 2,7 В 
Сопротивление внешних резисторов между вы- 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо рос о ооо о ооо ооо вос ооо ооооо 


ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо соо ооо оо оо ото ооо соо ооо ооо оо ооо осо ооо ооо 


водами 6, 7, 10 и — U, не менее ........... 3,3 кОм 
Температура окружающей 

СРЕДЕ ее —10... +60° С 
Температура корпуса при T= + 60° С, не 6o- 
лее +80° С 


ооо ооо ох оо ооо о ооо ооо соо ооо ооо ооо ооо осо ооо ооо ооо ооо о 


K4 


Вхоб R-Y Вых R (10) 
Ик 7 


Lx” Выход G (7) 
Вход Y а Выход B (6) 


(4 12) 


Схема обозначений коэффициентов передачи 


05, 2 


Зависимость нормированных коэффициентов Ne- ` 
редачи К, и К; от управляющего напряжения 
на выводах 3 m [3 при U, ,=12 В, T= +25° С. 
Заштрихована область разброса значений пара- 
метра для 95% микросхем. Сплошной линией 
обозначена типовая зависимость 


Схема включения 


Вход Y i (6-У) Bxoð 1 R-Y) 


La 


ART 
Jin E Aron 


H а 


+128 


Выходв Выход Выход R 


Типовая схема включения микросхемы К174АФ4А 


Дополнительная литература 


Интегральные микросхемы серии K174: Ka- 
талог.—М.: ЦНИИ «Электроника», 1981.— 
Вып. 1.— 68 с. 


К174АФ5 


Микросхема представляет собой КС В-матри- 
цу. Выполняет следующие функции: формиро- 
вание красного. зеленого и синего сигналов из 
трех цветоразностных и яркостного сигнала; 
Puca уройня черного; установку. баланса 


А174АФ5 


белого. Предназначена для применения в теле- 
визионных приемниках цветного изображения 
совместно с микросхемами К174ХАЗ, K174XA9, 
К174УК1. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: Г— предваритель- 
ный усилитель яркостного сигнала; I, VI, 


_Х— узлы фиксации уровня; II, VII, ХГ—матри- 


цы; IV, VIII, ХП—узлы установки усиления; V, 
IX, ХШЬ— усилители К, G, В; XI У — предва- 
рительный усилитель фиксации. 

Назначение выводов: [— вход яркостного 
сигнала У; 2— вход цветоразностного сигнала 
®— У; 3— установка усиления канала К; 4— 
вход цветоразностного сигнала С — У; 5 — уста- 
новка усиления канала С; б— вход цветораз- 
ностного сигнала В— ТУ; 7— установка усиле- 
ния канала В; 8— вход импульса фиксации; 
9— питание (+0,); 10—выход сигнала В; 


.11— вход ООС канала В; 12— выход сигнала 


С; 13—вход ООС канала С; 14—вход ООС 
канала А; 15— вход ООС канала К; 16 — пита- 
ние (— U 5). 


Электрические параметры: 


Номинальное напряжение питания ............... 12 В 
Ток потребления при’ И, =13,2 В, 0, =1,5 В, 
Оз. 5.1=5 В, Т=-10... +60°С ............ 30...80 мА 


Полоса пропускания яркостного сигнала при 
ОИ, =12 В, 0, =1,5 В, Из 5, —. В, U= 100 MB, 
T= С, НЕ МЕНЕ: 6 МГц 
Полоса пропускания цветоразностных сигналов 
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Up= 
1,5 МГц 
Коэффициент передачи напряжения яркостного 
сигнала по любому из трех каналов при И. = 


при U,=12B, U,=1,5 B, U3s57=5 B, 
=100 MB, T=25° C, не менее 


ооо оо оо» 


=12 B, И, =1,58В, U3,s,1=5 B, U=300 MB, 
f=100 кГц, T= — 10... +60° C ............ 0,9...1,1 
Коэффициент передачи цветоразностных сигна- 
лов по любому из трех каналов при U, =12 В, 
О, =1,5 В, U3,5,1=5 В, Us =300 мВ, /=100.кГц, 
Т=-—10... + 60° С 0,9... 1,1 
Пределы регулировки коэффициентов передачи 
цветоразностных сигналов при установке балан- 
са белого при изменении Из. 5.7 от 0 до 10 B, 
И, =12В, 0, =1,5 В, О„,=300 мВ, | 
f=100 кГц 0,7 ... 1,3 
Входное сопротивление по цветоразностным 
входам при И, =12 В, (И, =1,5 В, U3,5,1=5 В, 
U. =300 мВ, /=100 кГц, не менее .. 100 кОм 
Входное сопротивление по яркостному входу 
при Ц, =12В, 0, =1,5 В, Оз 57=58В, Ux= 
=300 мВ, /=100 кГц, не менее 100 кОм 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо соо о 


Напряжение импульса фиксации уровня чер- 


HOTO: 
при включенной‘ фиксации’ 
при выключенной фиксации 

Длительность импульса фиксации; не Me- 

о ИЕ AERE PR 3,5 мкс 
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Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................... 10,3... 13,2 В 
Максимальное напряжение сигналов на выво- 
mas JO A2 а A 3 B 
Максимальное постоянное напряжение Ha выво- 


дах 1—8, 11, 13, 15 относительно — U, ....... 15 В 
Рассеиваемая мощность, не более 1000 мВт 
Температура окружающей 

СРЕНЕЕ saiia ES —10... +60° С 


ô S, Mu 


Амплитудно-частотные характеристики яркост- 
ного (кривая 2) и цветоразностного (кривая /) 
каналов К174АФ5 при U,=12 B, Т=+25° С 


Схема включения 


R23 
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|2 
в-у 
и ан И 
ел $ 


E7 
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250 T Тис 1202 


Типовая схема включения микросхемы К174АФ5 


К174ГЛ1, К174ГЛ1А RET 


Микросхемы представляют собой генератор 
кадровой развертки для цветного и черно-белого 
телевизоров. В соответствии с синхроимпульса- 
ми микросхема формирует мощные импульсы 
пилообразной формы. В состав микросхемы 
входят: усилитель синхроимпульсов, генератор 
напряжения кадровой частоты, генератор пило- 
образного напряжения, буферный каскад, усили- 
тель мощности, стабилизатор напряжения. По 
сравнению с К174ГЛ1А микросхема К174ГЛ1 
дополнена устройством формирования обратно- 
го хода развертки, позволяющим увеличить 
напряжение питания выходных каскадов микро- 
схемы во время обратного хода развертки, тем 
самым обеспечивается необходимое время об- 
ратного хода при сравнительно небольшом 
напряжении основного источника питания. 

Корпус типа 238.12-1. Масса не более 2,5 г. 

Функциональный состав: Г— буферный Kac- 
кад; [— усилитель; П/— стабилизатор nanpa- | 
жения; IV — устройство формирования обратно- 
го хода развертки (только в К174ГЛ1); И—ге- 
нератор напряжения кадровой частоты; И/— ycr- 
литель мощности; ГП р— усилитель синхроим- 


+225 В 


VT 
A 7969А 
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KITSTNT, KITSTATA 
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I9 8 7 


пульсов; VIII —reneparop напряжения пилооб- 
разной формы. 


Выходной ток. в нагрузке при И, =25 В, f= 
=50 Гц: | 
при Г„=20мГн, К,„=10 Ом, 


Т=+25°С для К!74ГЛ1Т не Me- 

ПОВ: ола абон аа 15 А 
T= —10:.. +60°С............. ыы 0,8...1,5 А 

при К„=12 Ом, Т=+25°С для К174ГЛЛА, 
HO НОЕ оо оааьнь 1,06 А 
= — 10... +60° C аи 0,5...1 А 


Время обратного хода при U,=25 В, =1 A, 
T= +25° С, не более: 

при Г,=20мГн, К,„=10 Ом для 

И a T EEE ENE ENEA 0,9 ме . 

при R,=12 Ом для К174ГЛЛА .......... 0,6 мс 
Диапазон перестройки частоты внутреннего Tẹ- 
нератора при И, =25 В, Т=+25°С 28... 66 Гц 


К174 ГЛТ 


86 1 8 12 7 
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Назначение выводов: 1— выход буферного 
каскада; 2— вход стабилизатора напряжения и 
питание микросхемы (+U); 3— выход схемы 
формирования обратного хода развертки; 4— 
выход усилителя мощности; 5 — питание выход- 
ного каскада (+0,); б— выход стабилизатора 
напряжения для питания частотозадающих це- 
пей генератора; 7 — вход генератора пилообраз- 
ного напряжения; 8 — вход усилителя синхроим- 
пульсов; 9— вход генератора напряжения кад- 
ровой частоты; 10— вывод усилителя для NON- 


ключения линеаризующих цепей; 11— вывод. 


подключения линеаризующей цепи; 12— вывод 
подключения линеаризующей цепи; T— Temo- 
отвод (—U 


Электрические‘ параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 25 В 
Ток потребления при U ,=25 В, L=1 A, T= 
sA C HE GOME он 180 MA 
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Диапазон устойчивой синхронизации при U „= 
SIB LEF O ioia 44...50 Гц 
Нелинейные искажения при U, =25В, T= 
=—10... + 60° С, не более: 
К174ГЛ1 
К174ГЛ1А 
Нестабильность размера изображения в диапа- 


зоне температур —10... +60°С при И. =25° С, 


не более: 
ЕЕ а аи +3% 
ВЕ ое + 3,5% 


Входное сопротивление микросхемы по входу 
синхросигнала (вывод 8) при U ,=25 В, T= 


=+25°С, не менее ............... оо еееьевиньиони 3,5 кОм 
Амплитуда : входного синхроимпульса, не M€- 
а аа 1B 
Тепловое сопротивление переход — кор- 


DYE ан EA ari a eE 20° C/BT 


Тепловое сопротивление переход — сре- 
А а ноьыао 100° С/Вт 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ............ наи 21...27 В 

Максимальный ток нагрузки: 
р В ао 1,6 А 
Е И ОР ИННЫ 1,1 А 
К174ГЛТА (без дополнительного теплоот- 
BOIA аи 100 мА 


Ток потребления К174ГЛ] при 1, =1,5 А .... 240 мА 
Максимальная температура корпуса при Т= 
а ЕН НЕЕ ЕН +85° С 


Частота 


Fat 
ir 
Вход R3 
синхроим- | 100x j 
та „Annnutyða A р 
A Ri 63 = [A6 
(J 150x 270x 


R4 C3 LRS 
pl ARE: и 5 


Дополнительная литература 


1. Яковлев С. B., Скляр В. A., Сусов В. С. 
Микросхемы в генераторах телевизионной раз- 
вертки.— M.: Радио и связь, 1985.— 88 с. 

2. Интегральные схемы серии K174: Ката- | 
лог.Ш М. ЦНИИ «Электроника», 1981— 
Вып. 1.— 68 с. 


K174r 2 


Микросхема представляет собой генератор 
кадровой развертки. Предназначена для приме- 
нения в блоках кадровой развертки цветных и 


cii + +258 
s0g0x25 || 
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Типовая схема ве лчения 
микросхемы К174ГЛ] 


та 


Типовая схема включения микросхемы К174ГЛ1А 
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черно-белых телевизоров с размером экрана 
32 см и более. 
Корпус типа 1505Ю.17. Масса не более 7 г. 


19050.17 


р 


iza 


р 
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1235406789501 2 395% 9БГП 


Функциональный состав: [— генератор пило- 
образного напряжения; 1/— генератор импульса 
гашения обратного хода кадровой развертки; 
Ш — предварительный усилитель; IV — усили- 
тель мощности; V— формирователь импульса 
гашения обратного хода кадровой развертки; 
Г —устройство тепловой защиты; VII— уст- 
ройство токовой защиты. 

Назначение выводов: 1— общий (—0.); 2— 
вход импульса синхронизации; 3— вывод для 
подключения внешнего конденсатора, является 
выходом источника постоянного тока, которым 
заряжается конденсатор генератора пилообраз- 
ного напряжения; 4— вывод для подключения 
внешнего резистора, задающего режим работы 
источников тока в генераторе пилообразного 
напряжения; 5— выход генератора пилообраз- 
ного напряжения; б — вспомогательный выход 
генератора пилообразного напряжения: 7— вы- 
ход генератора импульса гашения обратного 
хода; 8—выход цепи управления работой гене- 
ратора импульсов гашения; 9 — вход усилителя 
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инвертирующий; 10—- вход цепи коррекции yac- 
тотных характеристик для компенсации влияния 
паразитных связей; 11| — вход усилителя неин- 
вертирующий; 12 — питание (+U); 13 — выход 
генератора обратного хода; 14 — питание верх- 
него плеча выходного каскада; 15— выход; 
[6 — эмиттер транзистора нижнего плеча выход- 
ного каскада; /7— общий (—И,). 


Электрические. параметры 


Номинальное напряжение питания: | 
при R,=2,5 Ом, Г, =6,5 MIH ................. 20 В 
при К,=6 Ом, Г, = MIH ...................е. 29 В 

Ток потребления при U ,=29 В, fp =50 Гц, 

О. , (2)=1В, &.=160 мкс, не более: 


си 


прил, Tep C onie 385 MA 
при L=2 ТАС oaran 355 MA 
при: 1. =09. Tat С na 50 мА 
ТИНОВОЕ. ЗНАЧЕНИЮ: vonir aa 5 МА 


Амплитуда импульса гашения обратного хода 
при U =29 В, Г=2,2 А, fa = 50 Гц, Un (2)=1 B,” 
f -5 00 MEC He МЕНЕЕ rena GA 12 B 
Ток нагрузки при faa =50 Гц, Up (2)=1 B, ta= 
= 160 мкс: 

при А„=2,5 Ом, Ё,=6,5 мГн, U =20 В, T= | 
95 C НЕ. МЕНЕЕ anaia 2,6 А 


при К,„=6 Ом, ЁГ,=10мГн, U, =29 В, T= 
=—10... +25° С,, не менее ...............ьььььньь 2,2 А 
О ое 1,8...2,2 А 


Время обратного хода при /„=50 Гц, Up (2) = 


=1 В, „=160 мкс, T=+25° С, не более: 
при Г. =2.2 А. 9.29 В еее 1 мс 
При. О.В реа 1,35 мс 


Длительность импульса гашения обратного хо- 
да при U =29 В, 1. =2,2 А, fa=50 Гц, 0,, (2) = 
=1В, „=160 мкс, Т=+25°С...... 1,2... 1,5 мс 
Нестабильность частоты собственных колеба- 


с 


ний генератора от напряжения питания при 
И =15...25 В, T= +25° С, не более +0,25 Гщ/В 
Нестабильность частоты собственных колеба- 
ний генератора от температуры при И, =25 В, 
T= +25... +70° С, не более ............. 0,01 Гц/° С 
Диапазон устойчивой синхронизации при И |= 
=29 В, L=2,2 А, /„=50 Гц, 0. (2)=1В, = 
= 160 мкс, Т=+25° С, не менее ............... 5 Гц 
Нелинейные искажения в основной схеме вклю- 


чения при U, =20 и 29B, [,=2,6 и 1,А, 
и=50 Гц, 0.,(2)=1В, в =160 мкс, T= 
Е” C М0: GOE ибн +8% 


Нестабильность тока нагрузки от температуры 
при U ,=29 В, `Г.=16А, fa=50 Гц, 0, (2)= 


=] B, #„=160 мкс, T= +25... +70° С, не 6o- 
О Е ИЕ 3% 
Тепловое сопротивление кристалл — кор-. 
И 3°. С Вт 
Тепловое сопротивление переход — среда, не 
т АИ ИИ ИИА 35° СВт 
Входное сопротивление по выводу 2, не ме- 
нее ........ оо аи 500 Ом 


Постоянное напряжение на выводе 7 при от- 
ключенной нагрузке, не менее ................. 12 В 


Зависимость тока потребле- 
ния от тока нагрузки при 
L,=6,25 мГн, К, =2,5 Ом, 
T= +25° С. Заштрихована 
область разброса значений 
параметра для 95% микро- 
схем. Сплошной линией по- 
казана типовая зависимость 


ох, MC 


р 


PAT 


0 
0 16 17 № 


Зависимость длительности импульса обратного 
хода от напряжения питания при [,=2А, 
Г. =6,25 нГн, В, =2,5 Ом, Т=+25° С. e 


9 200,8 


хована область разброса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплошной линией пока- 
зана типовая зависимость 


Зависимости длительности 
импульса обратного хода от 
тока нагрузки: 
|—при И, =20 В, [.= 6,25 MTH, 
К„=2,5 Ом, T= +25° С; 2— при 
U„=29 В, [,=10 мГн, В, =6 Ом 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............ еее 15... 33 В 
Максимальный ток нагрузки по выводу 
ав а о ан 3,5 мА 
Максимальный ток нагрузки: 
при 2 В a 2,7 А 
при 20 В, онлаин 3,5 А 
Максимальное напряжение, прикладываемое 


к выводу [5 во время обратного хода 65 В 
Максимальная амплитуда импульса синхрони- 
зации 


ых АУ A EA 


K174rN2 


EN 
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Зависимость длительности 
импульса обратного хода от 
напряжения питания при 
В„=6 Ом, Г,„=19 MIH, 
[1=2,25 A, Т=+25° С. 3a- 
штрихована область разбро-_ 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая за- 
висимость 


100 120 107°C 


‘Зависимости рассеиваемой мощности от.темпе- 
ратуры окружающей среды: 
]—c теплоотводом; 2—-без теплоотвода 


0 20 40 60 80 
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Схема включения 


А174ГЛ2 
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Bexo импульса 
гашения 


Дополнительная литература 


Яковлев С. Б., Скляр В. А., Сусов В. С. Мик- 
росхемы в генераторах телевизионной разверт- 
ки. M.: Радио и связь, 1985.— 88 с. 


К174КП1 


Микросхема представляет собой двухканаль- 
ный аналоговый мультиплексор, имеющий че- 
тыре входа и один выход в каждом канале. 
Усилители, входящие в состав каждого канала, 
выполнены в виде конверторов сопротивления 
с единичным усилением по напряжению. Пере- 
ключение входов осуществляется подачей соот- 
ветствующих потенциалов на управляющие вхо- 
ды. Микросхема предназначена для применения 
в высококачественной усилительно-коммутаци- 
онной аппаратуре высшего класса. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ1). Масса 
не более 1,5 г. | 

Функциональный состав: Г— входное устрой- 
ство; /[—коммутатор; 1//— повторитель напря- 
жения; [V — стабилизатор напряжения; V— cxe- 
ма управления переключением; VI— источник 
напряжения смещения. 

Назначение выводов: 
2— вход 2 канала А; 
4— вход 4 канала А; 
б— вход 2 канала Б; '7— вход 3 канала D; 
8— вход 4 канала b; 9— выход канала D; 
]10— выход напряжения смещения; 17, 12, 13— 

выводы управления переключением входов; 


94 


1— вход ] канала А; 
3— вход 3 канала А; 
5— вход 1 ‘канала D; 


ю n 


- 


ип! 


Типовая схема блока кадровой 
развертки на микросхеме 
К174ГЛ2 


1741 


14— питание (+U); 15— 
общий, питание (— U) 


выход канала A; 1/6 — 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 15 В 
Ток потребления, не более: 
при 0, =16,5 В, Т=+25° С.................. 5 MA 
при U` =15 В, Т= 25° С нь 9 мА 
при U =15 В, Ta НЮ 8 мА 


Коэффициент усиления по каждому входу при 


U,=15 B, Us =3 B, f=1 кГц, К, =47 кОм, К, = 
=4,7 кОм, не менее: 


Сопротивление нагрузки на выводах 9 и 15, не 
MEROE п о 4,7 кОм _ 


при: Роль —1 дБ Емкость нагрузки на выводах 9 и 15, не 6o- 
и C up ас ДО ПО аа оао и 100 пФ 
оо Ter Oaa —2,5 дБ Температура окружающей среды —25... +55° C 
Коэффициент гармоник при U„=3 B, f= 
=20 Гц...20 кГц, T= +25° С: Переключение входов ‘осуществляется в CO- 
при: 07. =15 В, He более иен 0,1%  ответствии с приведенной ниже таблицей. 


при И, =6...23 В, типовое значение .. 0,05% 
Переходное затухание между смежными входа- 
ми одного канала при И„=15 В, U=3 В, 
К, =47 кОм, R, =4,7 кОм, T= +25° С. не менее: 


ро а У 60 дБ. 


При Е inan 46 дБ 
Переходное затухание между каналами при 


И =15 В, U„=3 B, В, =47 кОм, Ry =4,7 KOM, 
T= +25° C, не менее: 

при f=] кГц Е OE 70 дБ 
ma а СВ И И 66 дБ 


Отношение сигнал-шум при U, =15 В, И, =1 В, 
К, =47 кОм, К„=4,7 кОм, Т=+25° С: 
He MONEE ИИА ИНО 90 дБ 
типовое значение ............„..еоооньььсиивовоны 100 дБ 


тотной характеристики при в 15 В, Т= 
о в... ме боле ес 0, 2 ab 
Среднее квадратическое значение напряжения 
шумов на выходе (на выводах 9 и 15) при U ,= 
=15 В, /=20 Гц...20 кГц, А,„=4,7 кОм, С. = 


=100 пФ, Т= +25° С, не более ............. 5 мкВ 
Управляющее напряжение: 
высокого УРоОвНЯ ..............инининининини 3,3 В... U 
НИЗКОГО УРОВНЯ... еее ананасы 0... 2,1 В 


Ток через выводы управления opi низком 


уровне управляющего напряжения, =15 В, 
Ра C, не. более Gsiiiriissorcssrsiaipiesi и MKA 
типовое значение .......... а 100 мкА 


Ток через выводы управления при высоком 
уровне управляющего напряжения, И’ =15 В, 
T= +25° C, Не GOME еда! EN 1 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............................... ©.» 23 В 
Входное напряжение на — выводах 
' ORNATI AEAN, нь ...... —0,5 В... +U, 
Управляющее напряжение на выводах 11, 12, 
13 0...23 B 


0 S 0 № 200,8 
Зависимости минимальной 


(1) и максимальной (2) амплитуды входного 
напряжения от напряжения питания при /= 


=] кГц, К. <1%, А, =00’ 


| 1 Ти 
| 0 2 и 
l X Зи 
0 X 4 an 1518 9 
pru ечание. 0О— напряжение 0...2 B, 1— напряже- 
ние 3,3 В 


.+0,; Х-— напряжение 0... +U, 


0 5 №0 9 20,8 


Зависимость действующего 
значения входного напряжения от напряжения 
питания при /=1 кГц, К. <1%, 


К„ = со 


Зависимости коэффициента гармоник от ампли- 
туды входного напряжения при U, ,=15 В: 
—— f=] КГц; 
72„=1 MOM || 100 пФ; 

=20 кГц; 
2.=4,7 кОм || 100 пФ 
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Схемы включения 


014 0,22 
+ 
C1 022 
®——м 
12022 AZZS Г я 
Ini ига 3 | B Левый 
(9 и 227$ 
Ша ZH; KUERE 
Г R S и 
pira: N 
ZR m Правый 
m xj RS-R12 
erangi Ar aam oa 
"A aS ga Loe Haanumipon-7 
; á Tone 
6/5 в — p 
0,1 01 


Выход ЛК 


+U 


018 = 
2005 T 


105 


(10 QIS (120% Ch Q ESSN 


CI 68n 169 IIn | C Бы 


Вход NK- 


м Выход NK 
Rió 7 р RIG f 
68K / 88x 
+o 
Л 700,0*15 


E SE S E 


Выкл. СЧ-фильтр НЧ-фильтр 
Принципиальная схема переключаемого фильтра на микросхеме К174КП1 
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17417 


10° 10! 10? f fu 


Амплитудно-частотные характеристики 
переключаемого фильтра на микросхеме 
К174КП1 


+ 
sS 


Выход 
лебьш 


K источникам сигналов 
Вь/ход. 
прабьш 


I 1234567 


Принципиальная схема переключателя для семи 
стереофонических источников сигнала на двух 
микросхемах К174КП! 


Дополнительная литература 
MIKROELEKTRONIK in der Ата(еигргах& 2.— 
Berlin: VEB Militarverlag, 1984.— 357 s. 


K1740C1, K®174NC1 


Микросхемы представляют собой преобра- 
зователь частоты. Предназначены для примене- 


ния в радиоприемных устройствах КВ и УКВ 


диапазонов. Выполнены по схеме двойного 
балансного смесителя, позволяющего получить 
выходное напряжение до 300 мВ. Рабочие часто- 
ты по сигнальному и опорному входам не менее 
100 МГц. Микросхема имеет внутренний стаби- 
лизатор напряжения и смещения. 

и К174ПС! от КФ!74ПС! состоит 

конструкции корпуса. Корпус К174ПС1 типа 

201. 14-1, КФ174ПС1 — runa МО4.10-1. 

Масса К174ПС1 не более 1,5 г, КФ!74ПС1 
— не более 0,07 г. 


КТТ, КФ/74 С! 
3(10) 


5) 70) 243) 


1. 4 04) 12(6) 


В скобках указана нумера- 
ция выводов микросхемы 
КФ174ПС] 


201.14- Ш ый 


al 


14 66160606 


Зена ключа 


Назначение выводов 


Корпус 
МО4.10-1 


Корпус Назначение вывода 


201.12-1 


Общий вывод (— U) 


2 Выход 

3 Выход 

5 Питание (+U) 
7, 8 Вход сигнала 
10, 12 Коррекция 
H3 


Вход опорного напря- 
жения | 
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M04. 10-7 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления при И, =9,9 В, T= +55° С, не 
ое о пес 3 мА 
Коэффициент ослабления опорного напряжения 
при ЦИ. =9,9 В, U „=25 мВ, И =150 мВ, T= 
= +25° C, не менее: 

при fa =2,8 МЕ, Jfa МГц, Jun" 


О S E s AAE OSOE EOE AT 30 дБ 
при fa =10 МГц, fa= 12 МГц, 

РВ Е МУН 30 дБ 
при /,=200 МГц, Х,=2107 МГц, f= 


Гот, мА 


4 6 0 7 12. KU,B -20 0 +20 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при Т= +25° С 
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+40 +60 +80 Т,°С 0 0 100 150 


Зависимости тока потребления 

от температуры окружающей 

среды при различных значениях 
напряжения питания 


М, Tanerau aona A 10 дБ 
Коэффициент шума при И =9,9 В, {= 
=100 МГц, ,=110,7 МГц, U„„=200 MB, fou 

=10,7 МГц, T= +25° С, не более ............ 8 дБ 


Крутизна преобразования при И! =9,9 В, Ux = 
=25 мВ, О„=150 мВ, T+ =25° С, не менее: 
при fa =2,8 МГц, /„=3 МГц, 


О Вана 5 MA/B 
при /Г,=100 МГц, /„=10,7 МГц, Д.= 
ыы | В: И АНИ ИЕ ИМ 5 MA/B 
при /„=200 МГц, fa =210,7 МГц, {= 
О О ТНУ 3,5 мА/В 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ...................енььнье. 4... 15 В 
Максимальный ток потребления ........... 4,5 мА 
Максимальное входное напряжение ........... 1В 
Максимальное опорное напряжение ........... 1В 
Температура окружающей 
СРЕДЫ оковах —10... +55° C 


Koc, Овх ’ дБ 


ЕЕ ИТС! 

А 14/74/67 

ПА 
и 774 11 


Ugy , nB 


Зависимости коэффициента 
ослабления входного сигнала от 
уровня этого сигнала при 
О, = 150 мВ 


Koc, Uon ° дБ 


К | 
Ne 
| erm Nsa 
[ronm | 


O 50 100 Я 200%, nb 


Зависимости коэффициента 
ослабления опорного сигна- 
ла от уровня входного сиг- 
нала при различных значе- 
ниях напряжения питания 


Мос, вх ‚ 45 


ие | | 
“omr LA 
TITE 
м Е 
ATT 


10 2 
0 50 10 150 200 29 300 Ц, „в 0 10 200 300 Up, "8 


Зависимость коэффициента ослабле- Зависимости коэффициен- 

ния входного сигнала от величины Ta ослабления опорного 

опорного сигнала при ЦИ. =4...15 В, сигнала от уровня этого 
Т= +25° С сигнала 


Ю 100 200 $, М 


Зависимости коэффициента 
ослабления входного напря- 
жения от частоты 


K 


oc, Upon ? 


K174NC1 
KPINEI 


-20 0 20 40 60 801% 


‚ Зависимости коэффициента 

ослабления опорного напря- 

жения от температуры окру- 
жающей среды 


40 
0 м 2005 МГц - 0 20 40 60 80T, C. 
Зависимости коэффициента — Зависимости коэффициента ослаб- 
ослабления опорного напря- ления входного напряжения от 


жения от частоты температуры окружающей среды 


6 - в > 
0 50 100 150 200 250R., 0n O 40 9 129 Ш 2018 


Зависимость коэффициента Зависимости коэффициента шума 

шума от сопротивления ис- от частоты входного сигнала при 
точника сигнала при различных значениях напряжения 
И =9 В, Т=+25° С питания 
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$, A/B 


(SH 
К174 17 


КФ Г. 


А74 Е 
KPNI 


$ 
-20 0 20 40 60 80T, C 


Зависимости крутизны пре- 

образования от температуры 

окружающей среды при раз- 

личных значениях напряже- 
ния питания 


0 40 80 120 1603 Mu 


Зависимости крутизны пре- 
образования от частоты 
входного сигнала при раз- 
личных значениях напряже- 
ния питания 


Схема включения 


ЕТ 
q1 2 из 


ИХХРУИИИ, 777 
17 ^^ 
= A Dra A aN f > assy (S A 
Boud | BaN ; УИ p я << й 
VDI $ 7654921 ый Le о olf о, 
81245 11741707 еде f 
| 8 9 0 N12 U, A B h 


(6 1500 


49 8 (став) М, 
R2 0022 
10K 


vD2 
А 


Принципиальная схема преобразователя час- 
тоты УКВ-ЧМ приемника 


= 
Расположение деталей преобразователя частоты 
УКВ-ЧМ приемника на монтажной плате: 
а— вид со стороны деталей; 6— вид со стороны 
печати 
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ADSS 


KINECT 
АФУ 


0 100 200 300 0.8 


Зависимости крутизны преобразо-’ 

вания от величины опорного на- 

пряжения при различных значениях 
напряжения питания 


ANTE © 


Кантение 51 им 


Дополнительная литература 


1. Гребен А. b. Проектирование аналоговых . 


интегральных схем: Пер. с англ.— M.: Энергия, 
1976.—224 с. 

2. Миль Г. Электронное дистанционное уп- 
равление моделями: Пер. с нем. В. Н. Пальяно- 
Ba.— M.: ДОСААФ, 1980.—416 с. | 

3. Наборы для радиолюбителей и интеграль- 
ные схемы.— M.: ЦНИИ «Электроника», 1985. 
—48 с. 

4. Кононович Л. М. Современный радиове- 
щательный приемник.— M.: Радио и связь, 
1986.— 144 с. — (Массовая — радиобиблиотека, 
Вып. 1098). 


К174ПС4 


Микросхема представляет собой двойной 
балансный смеситель на основе транзисторно- 
го аналогового перемножителя функций. Пред- 
назначена для применения в радиоприемной 
аппаратуре, в частности в селекторах кана- 


^174 104 
7 6 õ 4 3 č 2 1 


ИЕ: 4 
| 
LA 


< 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при Г=+25° С 


0 
-20 0 20 40 60 80T,°t 0 100 200 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при U =6 В 


лов дециметрового диапазона телевизионных 
приемников. 

Корпус типа 201.14-| (см. К174ПСТ). Масса 
не более 1,5 г. 

Назначение выводов: 1, 4, 6, 9, 14— питание 
(— U); 2, 3— выход промежуточной частоты; 
5— питание (+0,); 7— вход / принимаемого 
сигнала; 8— вход 2 принимаемого сигнала; 10, 
12 — обратная связь; 1//— вход 1 опорного 
сигнала; 13— вход 2 опорного сигнала. 


Элект рические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 6 В 
Ток потребления при И =6В, U„=0, T= 
425 C, ие более с оон 10 мА 


Крутизна преобразования при И, =6 В, f= 
= 1000 МГц, /„=989,3 МГц, О„=300 мВ, T= 
= +25° C, не менее ................отоаюннь» 4,5 мА/В 
Коэффициент шума при И. =6 В, fa =100 МГц, 
1ш= 110,7 МГц, И„=300 MB, Т=+25° С, не 


БОЛЕ ое а ола 12 дБ 
Коэффициент шума при U,=6B, f= 
=1000 МГц, /„=989,3 МГц, И„=300 MB, T= 
=+25° С, типовое значение .................... 14 дБ 


Коэффициент ослабления входного и опорного 
напряжений при fy, =1000 МГц, /„=989,3 МГц, 
U. =25 мВ, Ии=150 мВ, U, ,=6 В, Т= +25° С, 
ТИПОВОЕ. ЗНАЧЕНИЕ а оба, 20 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ..................ишшишьньнь 5...9 В 
Максимальная частота входного CHF- . 
о EN A 1000 МГц 
Максимальная частота опорного сиг- 
о не 1000 МГц. 
Максимальное напряжение сигнала на выводах 
Pa Or аи она 500 мВ 


Минимальное сопротивление нагрузки .... 10 Ом 
Температура окружающей | 
СОЕД оон ааа —45... +55° С 


и O 


ор m 
7 


J00 Un, м8 


Зависимости крутизны преобра- 
зования от уровня опорного 
напряжения при U, ,=6 В, 
Лр=10,7 МГц, Т=+25° С 
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4 0 
0 200 400 600 80 2 „Ма 0O 50 100 


Зависимость крутизны пре- 
образования от частоты 
входного сигнала при 
И, =6 В, Л„=10,7 МГц, 
T= +25° С 


Схемы включения 


0 N 12 B № 


(5 


04 
0,01 00! 
Fre 


Типовая схема включения микросхемы 
К174ПС4 в качестве преобразователя частоты 


Rt D N Ró 
240 Vi И 240 vT /Р 
И 
` 


® 


A RI A RE 
Jra м c6 G01 


Типовая схема включения микросхемы 
К174ПС4 в качестве широкополосного усили- 
теля. Усилитель имеет верхнюю граничную 
частоту 300 МГц и коэффициент усиления на- 

пряжения около 16 дБ 
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150 200 Ц. мв 0 


Зависимость коэффициента 
ослабления опорного напря- 
жения от уровня входного 

напряжения при ПИ, =6 В, 
Т= +25° С 


100 200 300 4000,8 


Зависимость коэффициента 
ослабления опорного напря- 
жения от уровня опорного 

напряжения при И! =6 В, 
T= +25° С 


O 20 40 650 004,1 


Зависимость коэффициента шума от частоты 
входного сигнала при И! =6 В, T= +25° С 


К174УК! 


Микросхема представляет собой регулятор 
яркости, контрастности, насыщенности и фор- 
мирователь зеленого цветоразностного сигнала. 
Формирование зеленого цветоразностного сиг- 


17497 
6 6 h B 2 Nng 


о 9 
12 


26  K1749K1 


$S 


о 10 


нала осуществляется суммированием красного и 
синего выходных цветоразностных сигналов на 
резистивной матрице и инвертированием ре- 
зультата с помощью инвертирующего усили- 
тельного каскада с усилением 0 дБ. Предназна- 


‚чена для применения в телевизионных приемни- 
ках цветного изображения. 


ри И 


Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ1). Масса 
не более 1,5 г. 


Функциональный состав: Г— усилитель Y; 
Пр— узел фиксации уровня; П/— усилитель С — 


У; IV, VIĮ— узлы установки насыщенности; V, 
И —узлы установки контрастности. 
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Назначение выводов: |[— выход яркостного 
сигнала; 2— вход импульса фиксации; 3 — вход 
импульса гашения; 4— питание (— U); 5— pe- 
гулировка контрастности; б — регулировка Ha- 
сыщенности; 7/— выход В— Y; 8—вход В— У; 
9—вход К— У; 10—выход R— У; 11— вход 
С — У; 12— выход G— У; 13 — питание (+0, ); 
14 — регулировка яркости; 1[5— блокировка; [6 
— вход яркостного сигнала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............ 12 В 
Выходное постоянное напряжение при И, =12 В, 
О в=12 В, U,4=5,7 В, 0. =12 В, 0(,=7 В, U= 
=8 В: 

на выводах 7 и 10: eeose. 5,4... 6,8 В 

НА ВЫВОДЕ Грина 3,7 ... 4,7 В 
Пределы регулировки уровня черного при И, = 
=12 В, U,s=12 B, 0,.=4,5...77 В, 0; =7 В, 
Us=8 B, а’ C oinnia 2,2 ... 5,2 B 
Изменение уровня черного при U = 12 B, ПИ! 5 = 
=12 В, 0,.=5,7] В, U-=8 B, Т=+25° С, не 
более: 


при изменении контрастности и U,= 
РИ О ИТ и 40 мВ 
при изменении сюжета изображения и ПИ; = 
И НИ Я 20 мВ 


Изменение постоянного выходного напряжения 
на выводах 7 и [0 при U, ,=12 В, ПО! 6=12 В, 


И! .=5,7 В, Т=+25° С, не более: 
при регулировке контрастности и И; =2...7 В, 
РВ. Воин ао 500 мВ 
при регулировке насыщенности и И; =] В, 
НИЕ ВИНА ИН 500 mB 
Ток потребления при И =13,2, И! 6 =12 В, 


U,4=5,7] В, И.=7В, И=8В, И, =12 В, не 
более: | 
при Т=+25 и =10 C usiane 46 мА 
при Tati Eaa a 50 MA 
Полоса пропускания при U,=12 В, U,4=5,7 B, 
Т= +25° С, не менее: 
по яркостному каналу при О, = 


ОМИ SaaS 6 МГц 
по цветоразностным каналам при Up= 
w J00 ME АИ ВИН 2,5 MTu 


Коэффициент усиления при U,„=12 В, Ui62= 
=12 В, И!.=5,7 В, U,=7 B, Us=8 B, U„x= 
=100 MB, f=100 кГц, T= +25° С: 

по каналам R—- Y n B— Y, не менее ..... 2 

по каналу G— Y .....i.eeocsecRocesesesssoesess 0,9... 1,1 
Диапазон регулировки контрастности по кана- 
лам К — Y, В— Y, У при (И, =12 В, И, 6.2 =12 В, 
U,4=5,7 В, U;,=2...7 В, Ив =8 В, 0,, =100 мВ, 
}=100 кГц, T= +25° С, не менее ее 12 дБ 
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Диапазон регулировки насыщенности по кана- 
лам К— Y, В— Y, при U,„=12 В, U,6,2=12 В, 
ОИ! .=5,7 В, Ц; =7В, Ив =3...8 В, И, =100 MB, 
f=100 кГц, Т=+25°С, не менее ........... 12 дБ 
Отношение выходного напряжения яркостного 
канала к входному току при И, =12 В, Ui62= 
=12 В, П0О!.=5 В, U,=7 B, Us=8 B, U= 
=100 MB, f=100 кГц, T= +25° C ... 1,5...6 B/MA 
Коэффициент подавления перекрестных искаже- 
ний при (И, =12В, Ui62=12 B, И\4=5,]7 В, 
И. =7В, Оз =8 В, U„=100 MB, T= +25° С, не 
менее: 

между яркостным и цветоразностным канала- 


ми hpa J= МЕ она 40 дБ 
между цветоразностными каналами при f= 
О, 30 дБ 


Примечание. Все динамические парамет- 
ры сохраняются при проверке на стандартных 
телевизионных сигналах размахом от уровня 
белого до вершины синхроимпульса 1 В. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................. ин чннининининие 15 В 
Входное напряжение на выводах 8, 9, 
Е ЕН NEEN EA ИО 2,5 В 
Импульсное напряжение на выводах 2, 
Я И Е ИН 12 В 
Температура окружающей 

СРЕДЫ аа E —10... +55° С 


[pantus 
разброса 


Зависимость выходного напряжения канала У 
от управляющего напряжения при U,„=12 В, 
| 25° С 


ых R-Y, B-Y ь % 


U iri R-Y, B-Y maz 


Границь! 
разброса 


Зависимость выходного напряжения каналов 
К— Ти B— Y от управляющего напряжения при 
U„=12 В, Т=+25° С 


Схема включения 


22K 


Bxoð импульса, a 

фиксации 

6х0д un- „Яркость“ 
пульса a 


гашения 


ай 
Лас. 

R5 Ре" 

ВР 


Вход В-У 


о гы лы 
Выход B-V Ha TH | |& C7 Вход R-Y 
š 
ja- 


RI A7 R8 RIG 
| 8к \ 4 7к 47 \ IK 
R12 C5 
10K 10,0 
Типовая схема включения микросхемы 


К174УК1 


‚К174УН4А, К174УНАБ 


Микросхемы представляют собой усилитель 


мощности низкой частоты с номинальной вы- 
ходной мощностью 1 Вт на нагрузке 4 Ом. 


‚ Предназначены для применения в переносных 
телевизорах и радиоприемниках. 
Корпус типа 201.9-1. Масса не более 1,5 г. 


Назначение выводов: 1 — управление стабили- 
затором тока; 2— обратная связь; 3 — тепло- 


отвод; 4— вход; 5 — фильтр; б — вольтодобавка; 


|| 05 (в дыдовов) 


20тб $1,7 


Зона ключа 


^174914 (А, 5) 


7— питание (+U); 8— выход; 9 — общий, пита- 
ние (—0,). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 9 B 
Ток потребления при U,=9 B, U„=0, T= 
k C W DORE aaa 10 MA 
Коэффициент усиления по напряжению при 
U =9В, О, = 100 MB, f=1 кГц, T= 
SL A a A 4... 40 


Выходная мощность при ПИ, =9 В, К, =4 Ом, 
К.<2%, Т= +25° С, не менее: 
К174УНАА ........ а 1 Вт 
У Ь ох 0,7 Вт 
Коэффициент гармоник при И, =9 В, R, =4 Ом, 
T= +25° С, не более: 


при Pan = 1 ВТ, Um = 2 B, для 
KAYTA uaaa А 2% 
при Pau =0,7 BT, Оы=1 B длЯ 
‚КН ЗУНаБ: анны на 2% 
Полоса пропускания при  U,=9 B, T= 


a 1 A ОЕ 30 Tu ... 20 кГц 
| 105 


Входное сопротивление при U,=9 B f=1 кГц, 
Т=-+25° С, не менее ....... „и. чильеьевозедувовь 10 кОм 
Коэффициент полезного действия при И, =9 В 
К„=4 Ом, T= +25 С, не менее: 


при Р‚„=1Вт для К!74УНАА ............. 50% 


при Р‚„‚=0,7 Вт для К174УНАБ .......... 35% 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ........ 9,9 В 
Максимальное амплитудное значение тока на- 
POVIE АЯ ИСИ ОНО AN 860 MA 
Минимальное сопротивление Ha- 

EO aaau a 3,2 OM 
Максимальная рассеиваемая мощ- 

НОСТЬ ооо она 1* Вт, 2** Вт 


Схемы включевия 


+ 
| (5 
Е 0*6,38 
Вход 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УНА4. Регулировкой резистора R2 в преде- 
лах 240 Ом...2,7] кОм изменяют чувствитель- 

ность в пределах 50... 500 мВ 


+58 
Те 
47063 


Принципиальная схема экономичного усилителя 
на микросхеме. К174УН4 [20] 
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Температура окружающей 
СРЕД лох —25 ... +55” C*** 
Температура кристалла, не более ..... +125° С 


* Без виешиего теплоотвода. 

** С внешним теплоотводом. 

*** При Т> +25° С рассеиваемая мощность, Вт, рассчитыва- 
ется по формулам: 


Ри =(125° С-Т)/135 (без теплоотвода); 
Pac =(125° C— Т)/135 +(125° С-Т,)/60 (с теплоотводом). 


Дополнительная литература 


1. Гадяцкий В. Усилители ЗЧ для миниа- 
тюрных приемников // Радио.— 1985.— № 10.— 
С. 55 


2. Пистогоров Ю. Блок ПЧ —НЧ на микро- 
схемах // Радио.— 1977.— № 8.— С. 40. 

3. Интегральные схемы: — Каталог— M.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4.— 88 с. 


К174УН7 


Микросхема представляет собой усилитель 
мощности низкой частоты с номинальной вы- 
ходной мощностью 4,5 Вт на нагрузке 4 Ом. 
Предназначена для применения в трактах НЧ 
бытовой радиоаппаратуры. 

Корпус типа 201.12-1 или 238.12-1 (см. 
К174ГЛ1, К174ГЛТА). Масса не более 2 и 2,5 г 
соответственно. 


Назначение выводов: 1— питание (+U); 4— 
вольтодобавка, питание (+0,); 5— коррекция; 
б —обратная связь; 7— фильтр; 8— вход; 9— 
общий (—И,); 10—эмиттер выходного каскада; 
12 — выход. 


207 12-1 1,4 
w 


K1T4YH7 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 15 В 
Ток потребления при U ,=15 B, (,,=0, 
iA a T И 5 ... 20 мА 
Амплитуда входного напряжения при U =15 B, 
Р..=2,5 Вт, К <2%, T= +25 С, не 
о ВИ OET НН 70 mB 
Выходная мощность при U =15 В, R, =4 Ом, 
f=1 кГц, T= +25° С, не менее 


И АНЯ 2,5 Вт 
а 4,5 Вт 
Диапазон рабочих частот при U, =15В 
АК, ,<3 ДБ, Т=+25°С............ 40 Гц ... 20 кГц 


Коэффициент гармоник при И ,=15 B, R= 
=4 Ом, /=1 кГц, Т=+25° С, не более: 
При р. = В аа 2% 
mE Pura Е БИ К 10% 
Коэффициент полезного действия при U =15 В, 


Panu = 4,5 BT, f=1 кГц, lsp С, не 
Е ИН E A 50% 
Входное сопротивление при О, =15 В, f=1 кГц, 
"TaS C He МОНО ремня 50 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ‘питания ............... ини, 18 * В 
Максимальное амплитудное значение входного 
напряжения ........ Е Е. тя 2 В 
Максимальное амплитудное значение тока в 
Sii Ea S o За ое оны 1,8 A 
Допустимое постоянное напряжение: 

на выводе 7, не. более .................иьинининь 15 В 

На. ВЫВОДЕ: Эа —0,3 ... +2 В 


Максимальная рассеиваемая мощность...0,5 Вт** 
Температура окружающей. сре- 


И EE ES —10... +60° С *** 


* Время действия не более 3 мин. 
** Без теплоствода. 
*** При T> +25°С рассеиваемая мощность, BT, А 


` ется по формулам: 


125° С-Т 


а - (без теплоотвода); 
125° С-Т 125° С-Т, 
а = (с теплоотводом). 


Зависимость выходного напряжения от напря- 
жения ‘питания ‘при R, ,=4 Ом, К, =10%, 
Т= +25° С. Заштрихована область разброса 
значений параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана типовая зависи- 
мость 


EZA 


10 10? 10 


10* 10° 2щ 


mm | [1 


ТУ 
KERES 
a O a 
=r || 


0 1 £ 


ФВ, bT 1 1 


10? 10% 10ÍFTru 


Амплитудно-частотная 
характеристика 


Зависимость коэффициента гар- 
моник от выходной мощности . 


Зависимость коэффициента гар- 
моник от частоты 
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12 


Зависимость выходной мощности от напряже- 
ния питания при R,=4 Ом, К, =10%, 
Т= +25° С. Заштрихована область разброса 
значений параметров для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана типовая зависи- 

мость 


Схемы включения 


(1 100.0* 


Дополвительная литература 


1. Улучшение качества звучания // Радио.— 
1984.— № 11.— C. 58 

2. Филин С. Снижение искажений в усилите- 
лях мощности на ИМС // Радио.— 1981.— 
№ 12— С. 40. 

3. Назаров В. КВ приемник на ИМС серии 
K174 // Радио.— 1981.— № 3.—С. 27—29. 

4. Назаров В. УКВ приемник на микросхе- 
мах // Радио.— 1982.— № 7.— С. 29, 30. 

5. Два усилителя на микросхемах // Ра- 
дио.— 1980.—- № 9.— C. 58. 

6. Интегральные схемы серии K174: Ката- 
лог.—М.: ЦНИИ «Электроника», — 1981, 
вып. 1.— 68 с. 


К174УНЭА, К174УНЭБ 


Микросхемы представляют собой усилитель 
мощности низкой частоты с номинальной вы- 
ходной мощностью 5 Br на нагрузке 4 Ом. 
Предназначены для применения в трактах низ- 


кой частоты бытовой радиоаппаратуры. Muk- 
’росхемы имеют защиту выходного каскада от 


короткого замыкания и перегрузки. 


9 + t Корпус rana 238.12-1 (см. К!74ГЛ1, 
100.015 I 100 019 К174ГЛТА). Масса не более 2,5 г. 
Bxoð t (8 10000*15 Функциональный состав: I— предваритель- 
ный усилитель; I] — выходной каскад; /11— Ten- 
50...70 nB ловая защита; //— защита от коротких замы- 
ВА] каний; И—стабилизатор тока. 
C3 R4 On Назначение ‘выводов: |— питание (+0,); 2, 
56 a 4w 1 3—не подключены; 4— вольтодобавка; 5— 
коррекция; 6— обратная связь; 7— фильтр; 
’Типовая схема включения микросхемы 8 — вход; 9— общий, питание (-0,); 10— вход 
К174УН7 датчика тепловой защиты нижнего‘ плеча Bbl- 
A Foa и T hh 
100.015 100,0* 15 
H + J 289% R + H 
ши 2 610 100 
_ 100,0%15 100,0715 
п, C6 БАГ + 7 
Bxo? 9 12 P H „$ g 
qA Я (4.50 1000.0х15 (11 910 5 
(73 м ° 
-RI nE 03 -Jerg Ril CH uar 77 Принципиальная схема мос- 
К ЗИ Гу” , 4700 Як TOBOTO усилителя мощности 
| = Al 00 R5 59к низкой частоты на двух MHK- 
i C13 +), 700,0*6 росхемах К174УН7 [21] 
C6 ce R4 100K 
100 05 +U, E1 
HE C7 |510 
Toons |" Rs 
7, 41107 
(5 
8 12 910 100x 
EVE 100 14700 Е2 
uH ERL e C9 
1000 RJ Принципиальная схема генератора стирания H 
-RI подмагничивания для магнитофона Ha микро- 
ЗК схеме К174УН7 [21] 


K174949 (А, 5) 


ходного каскада; 1[[-— вход датчика тепловой 


защиты верхнего плеча выходного каскада; 
12 — выход. 

Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ........... 18 В 
Ток потребления при И =18В, U=0, 
ТЕ C He р. 30 мА 
Входное напряжение при И. =18 В, Р/.=5 Вт, 
В = ОмМ, T= 2 50... 120 мВ 


Напряжение шумов на выходе при И =18 В, 
К, =4 Ом, К, =50 кОм, Т=+25° С, не 
БОЕ а а 1,5 мВ 
Выходная мощность при U,„=18 В, К„=4 Ом, 
Т= +25° С, не менее: | 

при K, =1% для К174УНЭА .................. 5 Вт 

при К. =2% для К174УНУБ .................. 5 Вт 


Коэффициент полезного действия при (0. =18 В, 
Poux = 5 Вт, К, =4 Ом, T= +25° С, не менее...50% 
Коэффициент гармоник при И,=18 В, R,= 


=4 Ом, Оль, =0,45 ... 4,5 В, Р.„‚=0,05 :.. 5 ВТ, 
f=1 кГц, Т=+25° С, не более: - 
К ПОД аб Oe 1% 
д ИИА И 2% 


Диапазон рабочих частот при АК, u <3 ДБ, 


U„=18 В, P,a =0,05 ... 5 Br, В, =4 Ом, 
T= +25° C: 
K174YH9A .............. шили, 40 Гц ... 20 кГц 
К174УНЭБ ............ лини, 40 Гц ... 16 кГц 


Входное сопротивление при И„=18 В, f=1 кГц, 
T= +25° С, не менее .................шеееьиньь 100 кОм 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ....................... 5,4 ... 19,8 В 
Максимально допустимое напряжение IH- 
ТЯНИЯ ные Е 24 В 
Минимальное сопротивление нагрузки ... 4 Ом 


Максимальная температура кристалла......150°_ С 
Температура окружающей среды...—10 .. 


Примечания: 1. Не допускается примене- 
ние микросхемы без дополнительного теплоот- 
вода. 2. При Т,> +55° С максимальная рассеи- 
ваемая мощность, Вт, рассчитывается по’ фор- 
муле Р„=(150° С- Т,)/12. 
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6 0 4 


18 20 6 0 


Зависимость тока потреб- 
ления от напряжения пи- 


№ 220,8 0 


Зависимости выходной мощности | 
от напряжения питания при раз- 
личных сопротивлениях нагрузки 


Зависимости коэффициента 
полезного действия от Bbl- 
ходной мощности, при раз- 
личных сопротивлениях на- 


тания 


И К: = 10% 
BT 
НЫ K1749H9 (А, 6) 


Bxo 


0 2 4 6 8 Их j BT 


Зависимости рассеиваемой мощности от выход- 
ной мощности при различных сопротивлениях 
нагрузки 


Быт 

T 
ASENSI 
pA phet ИЕ 
A E a mem ma 98 DA В 


9 4 9 бык, 8T 


Зависимость коэффициента гармоник от выход- 
ной мощности при К, =4 Ом 


110 


a (110% 
Г 


~ol... 100 мВ 


грузки 


Схема включения 


Е c4 
s0006 | | 9 


L 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УН9 (А, B) 


Дополнительная литература 


Садовников И. Новые микросхемы серии 


= K174 // Радио.— 1982— № 10.—С. 59. 


К174УН10А, К174УН10Б 


Микросхемы представляют собой электрон- 
ный двухканальный регулятор тембра высших 
и низших звуковых частот. Предназначены для 
использования в звуковоспроизводящей и при- 
емно-усилительной аппаратуре 1-го и 2-го клас- 
сов совместно с К!74УН1!2. В состав 
К174КН1ОА, К174УН1ОБ входят управляемые 
напряжением усилители и преобразователи на- 
пряжения. 

Корпус типа 238.16-2 (см. K174A®1). Масса 
не более 1,5г 


K1749H10 (A, 5) 


Функциональный состав: I, I, IV, Г— управ- 
ляемые напряжением усилители; ПТ, VI— npe- 
образователи напряжения. 

Назначение выводов: 1, 2— вход управляе- 
мого напряжением усилителя [Г 3— выход 
управляемого напряжением усилителя I; 4— 
управление управляемыми напряжением усили- 
телями [и 11; 5 — выход управляемого напряже- 
нием усилителя 1; 6, 7— вход управляемого 
напряжением усилителя lI, 8— питание (+U); 

10 — вход управляемого напряжением усили- 
теля 111; 11 — выход управляемого напряжением 
усилителя II, 12— управление управляемыми 
напряжением усилителями 11 и IV; 13— выход 
управляемого напряжением усилителя IV, 14, 
15 — вход управляемого напряжением усилителя 
IV, 16— общий (—U,). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 15 В 
Ток потребления при U ,=15 B, Т=+25° С, 
ее Чет ВИН 40 мА 

типовое значение ............... че ееенььььииии 34 мА 


Диапазон рабочих частот по уровню —1 дБ при 
И =15 В, Umax = 1 В, T= +25° С....20 Гц ... 
Глубина регулировки усиления низших звуко- 
вых частот (40 Гц) относительно коэффициента 
усиления на частоте 1 кГц при изменении 
напряжения управления от 1 до 10 В, И, =15 В, 


U„=1 B, Т=+25° С, не менее ........... + 15 дБ. 


типовое значение .................изьининннинья + 16 дБ 
Глубина регулировки усиления высших звуко- 
вых частот (16 кГц) относительно коэффициента 
усиления на частоте |кГц при изменении 
напряжения управления от | до 10 В, U, =15 В, 
U„=1 B, Т=+25° С, не менее ........... +15 дБ 

типовое значение .................ееьиениннии + 16 дБ 
Изменение коэффициента передачи регулятора 
на частоте | кГц при изменении напряжения 
управления на выводах 4 и [2 от 1 до 10 В, 
О, =15 В, К, =5 кОм, Т=+25° С, не 
DONE ты +2 дБ 


20 кГц _ 


типовое значение .............. зи иииеннинние + 1,5 ab 
Коэффициент гармоник при U=! B, И, = 
=15 В, Т=+25° С: 


К174УН1О0А, не более ................шшьльниньь 0,2% 
типовое значение ............. и елииинининнннии 0,1% 
К174УН1ОБ, не более ...............иииинииннь 0,5% 
типовое значение ............. ии ииииииининнни 0,3% 


Входное и выходное напряжения при К. <0,7%, 
О =15 В, Т=+25° С: 


К174УНЛА, не менее ...............шззьиииьниинь 1,6 В 
типовое значение ................з.линининьиннььни..: № В 
К174УНТБ, не менее ............ ии иииаеининнь 1,2 В 
типовое значение .................инниииннььиннние 1,5 В 
Отношение сигнал-шум на выходе при Upu = 
=50 мВ, f=10 Гц ... 20 кГц, О, =15 В, 
T= +25° С, не менее: 
Е. Я >, НИ ИА ИЕ 66 дБ 
KIMYHID ИИА В А 60 дБ 


Переходное затухание между каналами при 
0 =1В, 0. =15 В, Т=+25° С: . 


при /=250 Гц ... 12,5 кГц, не менее .... 56 дБ 
типовое значение .......................лееееньньие, 60 дБ 
при /=20 Гц ... 20 кГц, не менее ........ 46 дБ 
типовое значение ......... PEN ENAN ИИ 1 50 дБ 


Управляющее напряжение на выводах 4 и 12 
при изменении коэффициента передачи на ча- 
стотах 40 Гц и 16 кГц на +15 дБ, И =15 В, 


са ФЕ T 1... 10 В 
Входной ток по выводам управления при 
О. =15 В, 0.=8В, 0,.=88В, Т=+25° С, 
ге: > ОТ РН 25 мкА 


‚Входное сопротивление регулятора между вы- 


водами [и 2, би 7; Эи 10, 14 и [5 на частоте 
1 кГц, U =15 В, T= +25° С, не менее.....15 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................... 13,5 ... 16,5 В 
Максимальное постоянное управляющее напря-- 
жение на выводах 4 и 1[2...............елььнани, 12 В 


(1ь)=88 
1%) =7В 


10 10? 103 10* ffy 


Амплитудно-частотные характеристики 

при О,„=15 В, Их: гщ=1 В и различных 

значениях управляющего напряжения на 
выводах 4 и 12 


111 


Максимальное напряжение сигнала на выводах 


1, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15 


Минимальное сопротивление нагрузки 5 кОм 


6 при) ‚ 8 


Регулировочная 
характеристика 
управляемых усилителей 
Ги II при U, ,=15 В, 
=40 кГц 


Kr, % 


08 
[ети ПОТ 
a UA 
ШЕЕ: L 
0 


ЕТ 
107! „В № 


g6 


04 


Схемы включения 


ооо ооо ов ооо воооооо 


Максимальный статический потенциал на выво- 
дах микросхемы ...............шииииииининииииниининния 
Температура окружающей среды...—10...+55° С 


2 В 


Гот, МА 


90 
ы 


к 


о 
РРР 
HERKEN 


20 > 


n| 
0 


02 4 б/о, 8 -10 0 10 20 30 49: 
Регулировочная Зависимость тока потребления 
характеристика от температуры окружающей 


управляемых. усилителей 
Ш и IV при ПО =15 В, 
f=16 кГц 


среды при штри- 
хована область разброса 3Ha- 
чений параметра для 95% 


росхем 
Зависимости коэффициента 
гармоник от выходного на- Грот, МА 
пряжения при U, ,=15 В: 
НИНЕ «Г ý КРИТ (A, 7 
=40 Гц.. 


.16 rir 


> 
Зависимость тока потребления 
от напряжения питания при 
Т= +25° С. Заштрихована об- 
ласть разброса значений mapa- 
метра для 95% микросхем 


+08 
т. 
< ci 
< к +, Выходи 
Ch 7900 c6 1600 Š S 1] 
R4 ЕЕ Е A X +p 9009 NK 
Broa пк (2, ши | № | < C12 10016 
oam | 7 Ri4 
1,015 ii BE: 12K 


Типовая схема включения микросхемы 


К174УН1О (А, B) 
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Принципиальная схема предзарительного усилителя-корректора с электронными регуляторами 
громкости, тембра и баланса каналов 


Дополнительная литература 


1. Садовников И. Новые микросхемы серии 


K174 // Радио.— 1982.— № 10.—С. 59 

2. Наборы для радиолюбителей и интег- 
ральные схемы.—М.: ЦНИИ «Электроника», 
1985.— 48 с. 


К174УН11 


Микросхема представляет собой усилитель 
мощности низкой частоты с номинальной вы- 
ходной мощностью 15 Вт на нагрузке 4 Ом, 
имеет защиту выходного каскада от короткого 
замыкания и перегрузок. 

Корпус типа 201.14-12. Масса не более 1,5 г. 


201. 14-12 15 


м 


Функциональный состав: [— входной каскад; 
П— усилительный каскад; 111 — мощный выход- 
ной каскад; [/—_тепловая защита; Г— защита 
от короткого замыкания. 


Назначение выводов: |[— питание (+U); 3, 
12 — вывод задания режима; 5 — питание (— U); 
7— вход; 8 — обратная связь; 9, 10 — коррекция; 
14 — выход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания (двухполяр- 


НОЕ а EE PEADAR +17 В 
Ток потребления при U, =+17В, 0„=0, 
Ts+2 C, не Боле еек 100 мА 
Выходная мощность при О, = +17 В, К„=4 Ом, 
К =1%, Т=+25°С, не менее ................ 15 Вт. 
Коэффициент гармоник при И = 17 B, 
В, =4 Ом,  Ры=0,5... 15 Вт, Т=+25° С, 
НЕ. DONGE ыы И НИ 1% 
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a 


a il 


K1749h11 


9 © ль 


K1749H11 


i 


Е 


Входное напряжение при И, = +17 В, Ры,= 


=10 Вт, Т= +25° С, не более .............. 250 мВ 
Напряжение шумов на выходе при U, ,= +17 В, 
К„=4 Ом, T= +25° С, не более ............... 1 мВ 
Коэффициент подавления пульсаций частотой 
100.Гц, не менее .................ь.оооооновттювеньно 45 дБ 
Входное сопротивление при U, = +17 В, f= 
=] klu, Т=+25° С, не менее ........... 100 кОм 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ..................... +5 ... +18 В 
Максимальный ток нагрузки при U,= +17 В, 
Во. OM, Tet ааа, 2,4 А 
Максимальное входное напряжение .......... 10 B 


Максимальная температура кристалла...+150° С 
Температура окружающей среды...— 10... {25° С * 


* Не допускается эксплуатация микросхемы без дополнитель- 
вого теплоотвода. 


2 
6 8 0 12 № 0,8 


Зависимость выходной мощно- Зависимость рассеиваемой Зависимость коэффициента 
сти от напряжения питания при мощности OT Выходной полезного действия от вы- 
К, и=30 дБ, /=1 кГц, мощности при И, = +17 В, ходной мощности при 
К. =4 Ом, К. =1% К„=4 Ом О, = +17 В, К,„=4 Ом 


Кг, % | Aky uf Kyu , дБ 


TRES БЕЯ ИЕ 1 
тит | || © 
= -f 
pee | m 
р - 
Pa 7 100 nbr 
v Z o р РИ В И 
ВЕР ОЕ 
005 01 1 Шт. 90 10? 13 10$ Ty = 10 10° 10% 10* ШП 
Зависимость коэффициента rap- Зависимость коэффициента Зависимость неравномерности 
моник от выходной мощности гармоник от частоты при коэффициента усиления от час- 
при И, = +17 В, К, и=30 дБ, U, = +17 В, В, =4 Ом тоты при И. = +17 В, 


j=l кГц, В, =4 Ом К, =4 Ом, р Вт 


Схема включения 


Типовая схема включения микросхемы 


К174УН11 
> 
Способ крепления радиатора к микросхеме 
К174УНИ: _ 


Į] — радиатор; 2 — микросхема; 3 — подкладка; 4 — печатная iia- 
та; 5— винт M3; б— теплорастекатель; 7—кристалл 
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Дополнительная литература 


Садовников И. Новые микросхемы серии 
K174 // Радио, 1982.— Ne 10.С. 59, 60. 


К174УН12 


Микросхема представляет собой двухканаль- 
ный электронный регулятор громкости и балан- 
’са каналов в стереофонической звуковоспроиз- 
водящей и радиоприемной аппаратуре. Имеет 
возможность подключения и выбора оптималь- 
ной тонкоррекции. По болышинству параметров 
микросхема удовлетворяет требованиям на при- 
емно-усилительную аппаратуру 1-го и 2-го 
классов. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ1). Масса 
не более 1,5 г. 


К1749112 
ини 


Функциональный состав: Г— управляемый 
усилитель регулятора баланса канала A; П— 
преобразователь напряжения регулятора балан- 
ca; П/Г— управляемый усилитель регулятора 
баланса канала b, IV — преобразователь напря- 
жения регулятора громкости; Г — управляемый 
усилитель регулятора громкости канала А; 
И — управляемый усилитель регулятора гром- 
кости канала Б. 

Назначение выводов: 1, 2— входы управляе- 
мого усилителя регулятора громкости канала Á; 
3—выход управляемого усилителя регулятора 
громкости канала 4; 4— вывод управления 
тонкоррекцией; 5 — выход управляемого усили- 
теля регулятора громкости канала Б; 6, 7— 
входы управляемого усилителя регулятора 
громкости канала Б; 8 — питание (+0.); 9— вы- 
ход управляемого усилителя регулятора балан- 
са канала Б; 10 — вывод CaCa nopi напря- 
жения; 1[/— вход управляемого усилителя pery- 
лятора баланса канала Б; 12— вход управления 
регулятора баланса; 1/3 — вход управления pery- 
лятора громкости; 14 — вход управляемого уси- 
лителя регулятора баланса канала b, 15— об- 
щий вывод (—(,); 16—выход управляемого 
усилителя регулятора баланса канала Б. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 15 В 
Ток потребления при И, =15 В, T= +25° С, не 
DOROG оне 40 мА 

ТИПОВОС ЗНАЧЕНИЕ aiat 35 мА 


Коэффициент усиления входного напряжения 
управляемых усилителей при И, =15 В, И, = 


=1В, /=1кГц, В, =22 кОм, R,=5,6 кОм, 
Tat C, Не MEROE еда 17 дБ 
типовое значение .............. и ньиининининиянниие 20 дБ 


Коэффициент ослабления входного напряжения 
управляемых усилителей при U, ,=15 В, U= 


=1В, /=1кГц, А, =22 кОм, R,=5,6 кОм, 
Т=- 25” С, не менее .„......... диана 70 дБ 
типовое значение ................ ел иенининьтьиниие 80 дБ 


Входное сопротивление управляемых усилите- 
лей при U,=15 В, /=1кГц, Т=+25° С, не 
И ЕЕ aS 3 МОм 
Входной ток управляемых усилителей через 
выводы /[ и 14 при И. =15 В, T= +25° С, не 
о ИИ О И И ВЕНЫ 2 мкА. 
Выходное напряжение управляемых усилителей 
при И, =15 В, U =100 MĪMB ... 1 B, K, <0,2%, 
f=1 кГц, T= +25° С, типовое значение......... 1B 
Коэффициент гармоник управляемых усилите- 
лей при И,=15 В, Иьы,=1 В, К, и=10 ... 20 дБ, 
f=1 кГц, Г=+25° С, не более..................... 0,2% 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ сея .. 0,1% 
Ток управления при U ,=15 В, T= +25° С: 
через вывод 13, И. =6,9 В, не более... 50 мкА 


ТИПОВОЕ: ЗНАЧЕНИЕ... нааенеь 15 мкА 
через вывод 12, U= 5,9 В, не более... 25 мкА 
ТИПОВОЕ: Значение. один ааиань. 8 мкА 


Электрические параметры в типовой схеме 
включения 


Диапазон регулировки уровня громкости с 
выключенной тонкоррекцией при U, =15 В, 
/=1кГц, А, =22 кОм, В,=5,6 KOM, О0„= 
= 100 мВ, U np 3)=2 ss 9,5 В, T= +25° G; не 
МОЕ нана 77 ДБ(—60... +17 дБ) 

типовое значение.......... 90 дБ (—70 ... +20 дБ) 
Диапазон регулировки баланса каналов с вы- 
ключенной тонкоррекцией при U =15 B, f= 
=1 кГц, А, =22 кОм, К, =5,6 кОм, И,, = 100 MB, 


О пр(12)=2,5 ... 9 В, T= +25° C, не ме- 
ПОВ аи а а ею +6 дБ 
типовое значение.................зениниинининнинь, + 10 дБ 


Диапазон рабочих частот по уровню —1 дБ с 
выключенной тонкоррекцией при И =15 В, 
ВНЕ, Г 29” Cenaa 20 Гц...20 кГц 
Коэффициент гармоник в схеме с выключенной 
тонкоррекцией при U, =15В, /=1кГц, T= 
=+25° С: 

при О ы./О„= +20... +10 дБ, О =1В, не 
лы 0,2% 


„=1 В, не 6o- 


при Оы./О„,= +10 ... 0 дБ, О 

р И НИИ ИТ 0,5% 
типовое значение........................иллинилннининия 0,3% 
при П„,/О„=0... —50 дБ, И„=1 В, не 6o- 

i1 E О И 0,5% 
типовое о О И 0,3% 
при U,sux/Us —70 дБ И, =1В, не 

О ИИ ЕАН ИНН 1% 
THIIOBOE ЗНАЧЕНИЕ о ода 0,5% 


Переходное затухание между каналами при 
(И =15 В, /=|кГц, О =1 B, Т=+25° С: 


при /=250 Гц ... 12,5 кГц, не менее........ 56 дБ 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ он 60 дБ 
при /=20 Гц... 20 кГц, не менее............. 46 дБ 
типовое значение. ................ riitaa 50 дБ 


Рассогласование коэффициента передачи между 
каналами при И, =15 В, Т=+25° С: 
при UmU =O 


— 50 дБ, не более........ 2 дБ 


Амплитудно-частотные характеристики 
канала регулирования громкости при раз- 
личных значениях управляющего напряже- 
ния на выводе 73 при И, = 15 В, U= 100 MB, 

К, =1 кОм 


-4 


- 20 


Зависимость коэффициента 
гармоник от коэффициента уси- 
ления при ПО„‚=1 В. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем 


| выхт- вых и |, ДБ 
ВЯ 174412 41 


-20 | 0 №, 45 и 


Зависимость разности 
выходных напряжений первого 
и второго каналов от коэффи- 
циента усиления при И, =15 В 
Заштрихована область разброса 
значений параметра для 95% 


типовое значение............... ини нининнинние 1 дБ 
при Upux/Usx = — 50... —70 В. не более... 4 дБ 
типовое значение................ а ининианнннньннине: 2 дБ 


Отношение сигнал-шум с выключенной тонкор- 
рекцией при И,=15 В, U =100 MB, U= 


=50 мВ, T= +25? С, не менее.................... 52 дБ 
типовое значение.................. а нинианинининиие 57 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания............. 18 В 
Максимальное постоянное напряжение: 

Иа ВЫВОДАХ T2 ен 12В 

НЫ ВОД: лее 3 B 
Максимальное входное напряжение на выводах 
О И, ENE 1 В 
Минимальное сопротивление нагрузки на вы- 
ВОДЕ). © ее 5 кОм 


Температура окружающей среды ..... — 10...+55° С 


A ых 91648 


0 25 5 150,8 


Регулировочная Регулировочная 
характеристика характеристика 
канала громкости при баланса каналов при 

И =15 В, f=1 ЕГц =] кГц 


Кг, % 
1 


Е 
Е ПИ 
в 


0,5 


Hw 


ki Yo,- тв 


U 


Зависимости коэффициента 
гармоник от выходного на- 
пряжения при /=1 кГц, 
К„=5,6 кОм и различном 
входном напряжении 


микросхем 
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20. 
-100 -75 -350 


Зависимость коэффициента rap- 
моник от выходного напряже- 
ния при К, ,=20 дБ=соп$ 
=! кГц. К,„=5,6 кОм 


Схемы включения 
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Принципиальная схема электронного регуля- 
тора громкости и баланса каналов. Типовая 
схема включения микросхемы К174УН12 


При необходимости амплитудно-частотные 
характеристики тонкорректора регулятора гром- 
кости можно оптимизировать в соответствии с 
акустическими особенностями помещений и 
звуковоспроизводящих акустических систем. 
Значения элементов цепей тонкоррекции могут 
быть определены из соотношений: 

К, и, = R2/RI; K, ил = 4] ЕЗ; д =1/284С2; 


У, 


К, ив) ^ Кб/К5; fs =1/2nR6C] = 1/2. ЗСТ; 
Ку икв А Кб | R5; в=1/2кА5С1 


у, 
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0 
-25 O0 Ryu Ab 10 10? E 10* 


Глубина регулировки стерео- 
баланса при различных 
уровнях громкости и 
О1› =2,5 ... 9,5 В ` 


Ky, 45 


KITS YNT KITY, H12 


Гонкомпенсацая = 


S, lu l 


Амплитудно-частотные характе- 
ристики тонкомпенсировзанного 
регулятора громкости при 
И =15 В, В, =1 кОм 


К1749 112 - 


47000 
Вариант цепей тонкоррекции регулятора гром- 


1000 


кости на микросхеме 


| Ани, 45 
20 


| | pmm 
В _ 


KIT 
P E S 


0 h 1 Wi № hsf 


Амплитудно-частотные характеристики TOHKOM- 
пенсированного регулятора громкости, пост- 
роенного по предыдущей схеме: 


Дополнительная литература 


1. Садовников И. Новые микросхемы серии 
К174//Радио.— 1982.— № 11.—С. 59 

2. Наборы для радиолюбителей и интеграль- 
ные схемы.—М.: ЦНИИ «Электроника», 
1985.—48 с. 
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Принципиальная схема предварительного усилителя-корректора с электронными регуляторами 
громкости, тембра и баланса каналов 


K174YH13 


Микросхема представляет собой универсаль- 
ный усилитель для аппаратуры магнитной 
записи и воспроизведения звука. В ее состав 
входит усилитель записи с устройством авто- 
матической регулировки уровня записи и уси- 
литель, который может быть использован в 
качестве предварительного усилителя воспроиз- 
ведения или микрофонного усилителя в канале 
записи. | 

Корпус типа 238.16-1. Масса не более 1,5 г. 


238, 16-1 15 


~ a Lh = 


Sona ключа 


Функциональный состав: Г— универсальный 
предварительный усилитель; /Пр— схема авто- 
матической регулировки уровня записи; [11— 
усилитель записи. | 


16 4 J 6 


h ea 
e X 
VTS pm 
R7 
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K174YATII 
2 n 0 9 


вм 14 13 


1 2 ð 478 


Назначение выводов: [— вход универсаль- 
ного предварительного усилителя; 2— вход об- 
ратной связи универсального предварительного 
усилителя; 3 — конденсатор фильтра; 4 — выход 
универсального предварительного усилителя; 
5 — общий вывод универсального предваритель- 
ного усилителя; б— выход устройства автома- 
тической регулировки уровня записи; 7— MH- 
вертирующий вход усилителя записи; 8 — неин- 
вертирующий вход-усилителя записи; 9 — выход 
усилителя записи; [0 — общий вывод усилителя 
записи и схемы автоматической регулировки 
уровня записи; // — конденсатор фильтра; 12— 
вывод для подключения навесных элементов; 
13, 14—входы схемы автоматической регули- 


‚ровки уровня записи; 15— питание усилителя 


записи и схемы автоматической регулировки 
уровня записи; 16 — питание универсального 
предварительного усилителя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания.............. , ЭВ 
Ток потребления предварительного усилителя 
через вывод [6 при ПИ, =9 В, не более: 
Пр а 8 мА 
пря Тези Се. 9 мА 


RII 990 


11 12 


Ток потребления усилителя записи C устройст- 
вом АРУЗ через вывод 15 при И, =9 В, не 
более: 


При ТЕ Сана 16 мА _ 


ПИ Т= 25-5 С ее 18 мА 
Коэффициент усиления напряжения усилителя 


записи с устройством АРУЗ при И =9 В, 


f=1 кГц, не менее: 

при Т= +25° С, 0, =0,22 мВ.................. 50 дБ 

при T= —25 n +55° С, О, =1 мВ........... 50 дБ 
Коэффициент усиления предварительного уси- 
лителя при U, ,=9 В, f=1 кГц, T= +25° С; не 
и нана 28 дБ 
Коэффициент гармоник предварительного уси- 
лителя при И, =9 В, К, и=28 дБ, О„,=20 MB, 
У ЕЦ, Ts 25° С. ne БОЕ оне. 0,2% 
Коэффициент гармоник усилителя записи без 
устройства АРУЗ при U,„=9 B, К, и=54 ДБ, 
U„=1 MB, /=1кГц, Т=+25°С, не 6o- 
лее 
Изменение напряжения на выходе усилителя 
записи с включенной системой АРУЗ при 
изменении входного напряжения от 100 до 


Inor (16), МА Грот (35) › МА 


3 
45656789100, 8 


Зависимость тока потребления 
универсального усилителя от 
напряжения питания. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем 


— 
Типовая схема включения микросхемы 
К174УН1З в качестве предварительного усили- 
теля воспроизведения 


1 
45678 IWWU,B 


Зависимость тока потребления 
усилителя записи с АРУЗ от 
напряжения питания. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем 


1000 мВ (20 дБ), И. =9 В, f=1 кГц, T= +25° С, 
не более .............,... О 6 дБ 
Эквивалентное напряжение шума, приведенное 
ко входу предварительного усилителя при 
К, =500 Ом, U,=9 В, Т=+25° С, не более: 

в диапазоне частот 0,3 ... 15 кГЦ.......... 0,8 мкВ 

в диапазоне частот 15... 22,5 кГц....,... 1,2 MKB 
Входное сопротивление предварительного YCH- 
лителя при U =9 В, f=1 кГц, T= +25° С, не 


О И 17 кОм 
Входное сопротивление усилителя записи в 
типовой схеме включения при И =9 B, 
}=1 кГц, T= +25° С, не менее................. 40 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания.....................ннньннье. 4... 12 В 
Максимальное входное напряжение......... 100 mB 
Максимальное напряжение на выводах [5 и 
то азы О И 12 В 


Минимальное сопротивление нагрузки... 19 кОм 
Температура окружающей сре- 


-25 0 25 50 75 100 1291,5 


Зависимость допустимой 
рассеиваемой мощности от 
температуры окружающей 

| среды 


Схемы включения 


16 9 4921109 


117+9119 
12345678 


[=40 м/и 
Cs ВОИ выход ye 
Ri RS 
20 10x 
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ых f 


Vinx ‚ 1000 гц’ 


O 250 500 750 1000 бы, 8 1071 10 10" 0 n8 10 10? 1 


Зависимость коэффициента rap- Амплитудная 
моник предварительного усили- характеристика 
теля воспроизведения от выход- предварительного усилителя 


10°F. Tu 


Амплитудно-частотная характе- 
` ристика усилителя воспроизве- 
дения на микросхеме К174УН13 


ного напряжения при U ,=9 В, воспроизведения на микро- при О, =9 В 
и=26 дБ, f=1 кГц схеме К174УН!3 при 
=] КГЦ 


6 5 4 g RNI 


^7749115 
1239465678 


Йо 50 1000 ых, nB 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УН13 в качестве микрофонного усилителя 


Зависимость коэффициента гармоник микро- 
фонного усилителя на микросхеме К174УН1З от 
выходного напряжения при К, y=28 дБ; 

f=1 кГц 


ии 


#174919 
12345678 


10? 10° 10% 10fF Tu 


Амплитудно-частотная характеристика 
усилителя записи на микросхеме К174УН1З. 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УН13 в качестве усилителя записи с АРУЗ 


‚ 122 


< Зависимость коэффициента гармоник усилителя 
записи на микросхеме К174УН13З от выходного 
напряжения при К, ,=54 дБ, /=1 кГц 


Дополнительная литература 


Интегральные схемы для бытовой радио- 
электронной аппаратуры: Каталог.— M.: 
0 900. 1000 Дых; мВ ЦНИИ «Электроника», 1983, вып. 3—40 с. 
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Микросхема представляет собой усилитель 
мощности низкой частоты с номинальной вы- 
ходной мощностью 4,5 Вт на нагрузке 4 Ом. 
Усилитель имеет встроенную тепловую защиту 
и защиту от коротких замыканий на выходе. 
Предназначена для использования в автомо- 
бильной и стационарной бытовой звуковос- 
производящей аппаратуре. 

: Корпус типа 1501Ю.5-1. Масса не более 
ах 
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150140. 5-1 
17,75 


Функциональный состав: Г[Г— устройство 3a- 
щиты от перегрузок; ИП — предварительный уси- 
литель; Ш — управляющий каскад; IV — мощ- 
ный выходной каскад; ГИ--тепловая защита. - 


. Ré 600 в: 


Meek A 


Назначение выводов: ]— неинвертирующий 


вход; 


(=U); 
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2 — инвертирующий вход; 3— общий 
4— выход; 5— питание (+U); 


С ии | 
АЗ 
E же 


R20 300 R24 16K 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............ 13,5 В 
Ток потребления при U, =16,5 В, И„=0, 
FSAA Qorni 10... 80MA 


Номинальная выходная мощность при U, = 
=13,5 В, 7=1 кц, К, =10%, К„=4 Ом, 
Tet С. Не Мене 4,5 Вт 
Коэффициент усиления напряжения при U,= - 
=15 В, U„=10 мВ, /=1кГц, А, =4 Ом, T= 
#22 С. Не МЕНЕ ааа 40 дБ 
Выходное напряжение при /=1 кГц, R, =4 Ом, 
Т=+25° С: 

при И, =15 В, Us =47 мВ............... 3,6 ... 4,6 В 

при И, =13,5 В, И„„=10 MB, не менее......... 1В 
Коэффициент гармоник при /=1 кГц, А, =4 Ом: 

при Рь„.=0,05 Вт, U = 13,5 В, И. =0,45 В, 


Теа © Не более а ен 0,5% 
типовое значение................ зи илианинаниньинния 0,15% 
при Рьы,=2,5 Вт, U =13,5 В, О. =3,16 B, 

T= +25° С, не более........... о ОСН 0,5% 
типовое значение......... ге. ениць оазьноввьвььнь 0,15% 
при Px =5,5 Br, U ,=15 B, Ош =4,1 В, 

о E E C -OEN E E 10% 
T= +60° С: не GONCE...ioiescsesiorsisivsor 12% 


Входное напряжение при U, =13,5 В, f=1 кГц, 
О, „„=3,16 В, К, =4Ом, T= +25°С... 20... 50 мВ 


вых 


К174 9114 


СО ПО: e СМ 
Г 


Входное сопротивление при U ,=15 В, f=1 кГц, 


T= 4+25° C, He MeHee..........sscsssesiscsssssssoss0 70 кОм 
Тепловое сопротивление , кристалл — KOP- 
IE aie EEEE ah ыы 3° С/Вт 


Предельные эксплуатационные данные 


’ Напряжение питания !'................... 13,5 ... 16,5 В 
Максимальное входное напряжение ?**...... 42 мВ 
Минимальное сопротивление нагрузки... 3,2 Ом 
Максимальная температура корпуса..... +100° С 
Температура окружающей сре- | 

hi, A E RE ATE P EE —10... +60°C 


1 Допускается кратковременное повышение напряжения 
источника питания до 40 В в течение времени не более 50 мс с 
периодичностью не менее 0,5 с. 

8 Разрешается эксплуатация микросхемы при напряжении е 8 10 12 14 160, 8 
питания менее 8 В; при этом значения основных электрических 
параметров не будут соответствовать установленным выше. 

Допускается кратковременное повышение входного на- 
пряжения до 1,5 В в течение времени не более 50 мс с ния от напряжения питания 
периодичностью не менее 0,5 с. при ПО’ =0, T= +25° С 

4 Допускается повышение входного напряжения при усло- о 


Зависимость тока потребле- 


вии, что сопротивление PA pya более 3,2 Ом, a рассеиваемая 
мощность не более 5, 


0 
6 8 10 12 14 100,8 0 2 4 E В Аж, ВТ 
Зависимости выходной мощно- Зависимости рассеиваемой 
сти от напряжения питания при ‹ мощности и коэффициента по- 
}=1 кГц, К. <10%, лезного действия от выходной 
T= — 10... + 60° С мощности при И, =15 В, 


К, и =40 дБ, 1=1 кГц, Ra =2 OM 


рас ‚ т 71, % Kr» % Ky,» 46 
0 3 


KITINI 
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ram 
Hi RN 


sl- HER 


lų 
0 2 4 6 8 ШБ, 005 25 56 Pou bT d 100 a, 
Зависимости рассеиваемой Зависимости коэффициента гар- Амплитудно-частотная 
мощности и коэффициента по- моник от выходной мощности характеристика при 
лезного действия от выходной при И,=15 В, К, ,=40 ДБ, О, =15 В, Ры,=1 Вт 
мощности при И, =15 В, 1=1 кГц 


- К, ,=40 дБ, f=) кГц, R, =4 Ом 


y» 
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Схема включения 


CI + (4 
1000*25 и I 0,1 


C1 10,010 | 
| 65 1000,0*25 
Вх 
CE 
Omme an e e a mem aa anan mao миль. i Ан 
4 и 
RI 
1 
Типовая схема включения микросхемы 


К174УН14. Допускается изменять сопротивле- 

ния резисторов R7 и R2 (К2=22 Ом) с целью 

изменения коэффициента усиления схемы. Цепь 

Е4С7 подключается в случае самовозбуждения 
усилителя 
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Дополнительная литература 


Интегральные схемы для бытовой радио- 
электронной аппаратуры: Каталог.— M.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4.— 88 с. 


К174УН15 


Микросхема представляет собой сдвоенный 
усилитель мощности низкой частоты с номи- 
нальной выходной мощностью 2х6 Вт на Ha- 
грузке 2 Ом. Каждый усилитель имеет встроен- . 
ную тепловую защиту и защиту от коротких 
замыканий на выходе. Предназначена для ис- 
пользования в автомобильной и стационар-. 
ной. стереофонической бытовой звукопроизво- 
дящей радиоаппаратуре. Наличие двух усили- 
телей в едином корпусе позволяет повысить 
выходную мощность для монофонического сиг- 
нала в 2 раза без изменения питающего Ha- 7 
пряжения за счет включения усилителей по 
мостовой схеме. 

Корпус типа 15033Ю.11-1. Масса не более 
S 


1503340. 11-1 


Функциональный состав: Г— предваритель- 
ный усилитель канала А; П— предварительный 
усилитель канала Б; 111 — предвыходной каскад 
канала А; IV— предвыходной каскад канала Б; 
V— тепловая защита канала А; ИГ— защита от 
перегрузок канала 4; ИП — защита от перегру- 
зок канала Б; VIII — тепловая защита канала Б; 
[X — мощный выходной каскад канала Á; 
Х— мощный выходной каскад канала Б. 


Назначение выводов: 1— сигнальный общий 
вывод канала 4; 2— неинвертирующий вход 
канала 4; 3 — инвертирующий вход канала 4; 
4— мощный общий вывод канала А; 5— выход 
канала A; б — питание (+U); 7 — выход канала 
5; 8— мощный общий вывод канала b; 9— HH- 


174115 


< аз лоно 


#174915 


А 94 
| 


APE E e e 


вертирующий вход канала Б; 10— неинверти- 
рующий вход канала Б; 11 —сигнальный общий 
вывод канала Б. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания............... 15 В 
Ток потребления при U, =15 В, R =2 Ом, U, =Q: 
DE LES Gorea 40... 120 мА 
при Т=-—25 и +55° С.......... линии, 30 ... 140 MA 


Номинальная выходная мощность при U,= 
=15 В, f=1 кГц, К. <1%, T= +25° С, не менее: 
при. К. =2 ОМ. деыневьые ИЕ ... 6 Вт 


и | 
| [Пя | 
R27 
z — 747 
о ит И 
ETE k V128 
ли | yr RIG xi | | | Í 1 п RII Пе 
и Ш o J0 S 900 2K 32x 


при Х = OMoisccrsiiniiscasieiiiiskssroieaniasis 2,5 Вт 
Максимальная выходная мощность при U, = 
=15 В, f=1 кГц, К, <10%, Т=+25° С, не me- 
нее: | 


НРА О A 5,5 Вт 
Выходное напряжение при И! =15 B,. R ,=2 Ом, 
Д=1 кГц, К,и>240 дБ, Т=+25° С, не me- 
о И ORANE Ч т 3,8 В 
Входное напряжение при U, =15 В, f=1 кГц, 
Рьых = 6,0 Вт, К. <1%, Т=+25°С .... 19... 38 мВ 

ТИПОВОЕ ЭНВЧОНИЕ.. она 30 mB 
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Приведенное ко входу напряжение шумов при 
О,=15 В, А„=2 Ом, f=30 Гц ... 20 кГц, Куи> 
>40 дБ, T= +25° С, не более......... а 5 мкВ 
`’ Нижняя граничная частота при И, =15 В, 
К„=2 Ом, К,и>40 дБ, t= t2: C, не 6o- 


Верхняя граничная частота при U, ,=15 B, 
К,=2 Ом, `Куи>40 дБ, Т=+25° C, не me- 


< Ооо О] 20 кГц 


Коэффициент усиления при U =15 В, f=1 кГц, 
U= 10 MB, T= +25°С...... 4. sini 40 ... 44 дБ 
Переходное затухание между каналами при 
И =15 В, /=1кГц, О ы.=3,47 В, В,=2 Ом, 
Pius =6 Вт, T= +25° С, не менее................ 50 дБ 
Коэффициент гармоник при U,=15 В, R= 
=2 Ом, T= +25° С, не более: 

Но: Parm 0030 ВЕ ее: 1% 


8 0 12 h BUB 


80 
-40 -20 0 


i Ро BT aiea 10% 
Входное сопротивление при U, = 15 В, nda =] кГц, 
T= +25” С; не МЕНЕЕ... елеиновьваснцьн 150 кОм 
Разбаланс выходных напряжений в каналах при 
И, =15 В, R,=2 Ом, /=1кГц, Рьыы=6б Вт, 
T= +25° C, Аг”. ПТИ 2 дБ 
Тепловое сопротивление среда — кор- 

Е а оО 2°C/Br 
Тепловое сопротивление кристалл —кор 
ЕЕ О ИИ УВИН 2° СВт 


Предельные эксплуатационные данные 
Максимальное напряжение питания............. 28 В 
Максимальное входное напряжение......... 500 mB 


Минимальное сопротивление нагрузки... 1,6 Ом 
Температура окружающей среды... —25... +55° С 


вых, таг, Вт 


ие 
Tia 
Е A 
AT 


20 401% C 0 п 4 


ви, 8 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при T= +25° С 


0 2 4 8 


Зависимость рассеиваемой 
мощности от выходной 
‘мощности при U ,=15 В, 
1=1 кГц, R =2 Ом, 
_  Т=+2%С 
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8 RoB 40501 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при И, =15 В 


| E E 
0 Ha 


1 Вых, BT 10 


Зависимости коэффициента 
гармоник от выходной мощ- 
ности при U, ,=15 В, 
1=1 кГц, Т=+25°С 


Зависимости выходной мощно- 
сти от напряжения питания при 


К. =10% =соп$ f=1 кГц, 
Т=+25° С 
Koc, Úpa)? AË 


p -an A 


Karaan | UA TNI 
t H 


10 10? 10° 


Зависимость. коэффициента ос- 

лабления выходного напряже- 

ния в канала от часто- 

ты при U, ,=15 В, Ры,=6 Вт, 

K, и=40 дБ, К, =2 Ом, 
Г=+25° С 


os АИ T 
sas LLUN TTU НИ 


085 
Q 
Q25 | 
10 10? g $ 7 
Зависимость в а aa гармоник от часто- ‚ 7 2 4 в Вы, BT 
ты при ПО =15В, Р‚.=2,5 Вт, Ки =40 ДБ, .. 
В, =2 Ом, = +25 С Зависимость коэффициента полезного действия 


от выходной мощности при U ,=15 В, f=1 кГц, 
КЮ. =2 Ом, T= +2 C - 
Схемы включения 


Вход А (1 100=6 R1 1008 R2 330x 
——_ №: =] Ч 


01 
10 а 5 7 Ri 
4 > sos W220 
_ №949 Я c3 
Е = 2 jr l 
0033 


Вход 5 62 1005 
——_4 


Типовая схема включения микросхемы Мостовая схема усилителя с выходной мощностью 
К174УН15. 12 Вт на микросхеме 
К174УН1]5 
90мм 


AA ый | T 


C+ piet H 


` O O Ọ0 о @е 


Печатная плата двухканального усилителя 
мощности 


ВыходА Дыход 5 


ВХодА +U, 8х0д5 


Расположение на плате деталей двухка- 
нального усилителя мощности на микро- 
схеме К174УН15 
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Дополнительная литература 


Интегральные схемы для бытовой радио- 
электронной аппаратуры: Каталог.— М.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4.— 88 с. 


КФ174УН17 - 


ме представляет собой двухка- 
нальный усилитель низкой частоты с выходом, 
рассчитанным на подключение головных сте- 
реофонических телефонов. Предназначена для 
применения в о ое зву- 
ковоспроизводящей аппарат 


Корпус типа Фо08.16-1. а не более | г. 


$08 16-1 
30 


Kmo 
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Назначение выводов: |— питание выходного 
каскада второго канала; 2, 10, 15— не задейст- 
вованы; 3—вольтодобавка второго канала; 
4— вход второго канала; 5— питание предва- 
рительных каскадов; б— вход первого канала; 
7— вольтодобавка первого канала; 8 — питание 
первого канала; 9— выход первого канала; 
11--общий вывод первого канала; /2— вход 
первого канала; 13— вход второго канала; 
14 — общий вывод второго канала; 16 —выход 
второго канала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания................ 3B 
Ток потребления при U, ,=3 ... 6,6 В, U=0, 
{=1000 Гц, К,=40 Ом, Т=+25°С, не 6o- 
Ва оно оная $ МА 
Выходное напряжение при (И, =6,6 В, U= 
=150 мВ, К,=1000 Гц, КВ, =40 Ом, Т= 
Я Or RANAR L3 L/B 
Напряжение шумов в полосе частот 
20 Гц... 20 кГц, при И. =6,6 В, А, =40 Ом, 
О, =0, Т=+25° С, не более.................... 0,06 мВ 
Коэффициент усиления напряжения при И. =. 
=3,0 В, f=1 xru, U „=60 мВ, R,=40 Ом, 
T= +25° С, не менее........ Ой 20 дБ 
Коэффициент гармоник при U, =3 В, Рьы,= 
=10 мВт, /=1 кГц, T= +25° С, не более...... 1% 
Рассогласование каналов по коэффициенту уси- 
ления напряжения при U, ,=3 В, f=1 кГц, T= 
=+25°С, К, =40 Ом, не более: 


при Pan 10 МВТ ыыы они ne Е ДБ 
При Роше OOI MBT ии 2 дБ 
Верхняя граничная частота при И, =3 В, А, = 
=40 Ом, T= +25° С, не менее.................. 20 кГц 
Нижняя граничная частота при U =3 В, К, = 
=40 Ом, -T= +25° С, не более................... 20 Гц 
Кф17 44117 
м 


Предельные эксплуатационные данные Минимальное сопротивление нагрузки..... 30 Ом 
Напряжение питания.............ззннннншиньнь, 1,6... 6,6 В Температура окружающей сре- 25 55° С 
Максимальное входное напряжение И 150 мВ | ДЫ ооо ово ово оово ооо ово ао во в оо вов о вв в ово вовововоь Peg e.o -+ 


Ррых ‚ МВТ. 


0 2 4 6 бр 0 2 4 80,5 


Зависимость коэффициента  3ABHCHMOCTH максимальной Bbl- Зависимости коэффициента пе- 
гармоник от о MOLI- ходной мощности от напряже- реходного затухания между Ka- 
ности при И, =3 В, 1 кГц, ния питания npa К. =10%, налами от частоты при 

Ц ОИ =3 В, К, =40 Ом 


Схема включения 


012 100,0 


К$174 917 


Rn 
40 0n 


on 
200.0 
Выход! 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УН17 


| и 


К174УН18 


Микросхема представляет собой двухканальный 
усилитель мощности низкой частоты с тепловой 
защитой и защитой от перегрузок. Предназна- 
чена для применения в аи H 


радиоприемной аппар 


7. 
23 
Корпус типа 1505. т i К174ГЛ2). Масса =: | 


не более 7,5 г. 1294956798901 5 149161 
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Функциональный состав: 1, II— предвари- 
тельные усилители; ПТ, 1/— промежуточные 
усилители; Г, VI— выходные каскады; VII, 
ИШ— делители напряжения ООС; IX, Х— уст- 
ройство защиты от перегрузок; Х/— управляю- 
щий каскад; XII — устройство тепловой защиты. 

Назначение вызодов: |— общий вывод кана- 
ла 2 (сильноточный); 2 — общий вывод канала 2 
(слаботочный); 3 — выход канала 2; 4 — питание 
выходного каскада канала 2; 5 — вольтодобавка 
канала 2; 6 — коррекция канала 2; 7 — делитель 
ООС канала 2; 8— вход канала 2; 9— питание 
предварительных каскадов; [0 — вход канала l; 
11 — делитель ООС канала 1; 12— коррекция 
канала l; 1[3— вольтодобавка канала 1; 14— 
питание выходного каскада канала |; 15— вы- 
ход канала l; [6 — общий вывод, канала | (сла- 
боточный); 17 — общий вывод канала | (силь- 
НОТОЧНыЫЙ). 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ............... 9 B 
Ток потребления при R, ,=4 Ом, U„=0, T= 
= —25... + 55° C, не более: 


при Use 2 Boror 35 MA 
upa U= P oann 25 MA 
14 13 
с о #174918 


ai 


п n 


р ке 
й 


И 
ne 


A 


F 
g K 
MAER ET ERT 


enno o 


Коэффициент усиления по напряжению при 
И =9В, В,=4 Ом, /=1000 Гц, U,=10 MB, 
Ее 42...46 дБ 
Коэффициент гармоник, не более: 


при U, =9 В, Ux =2 В, Е, =4 Ом, /=1000 Гц, 


О E 1% 
при U, =9В, И x=2,83 В, В,=4 Ом, f= 
=: ОО Е: ТЕЗ Canoni 10% 
при U,=5B, Оьы,=1,2 В, К,„=4,8 Ом, f= 
s1000 rm Та © ею 10% 


Рассогласование каналов по усилению при 


И, =9 B, В,=4 Ом, f=1000 Гц, U,=10 MB, 
о Фо: ее 1 дБ 
Верхняя граничная частота (типовое значе- 
И Е ое о 20 ki'n 
Нижняя граничная частота (типовое значе“ 
HIEI ЕО О РЯ В 20 Гц 
Тепловое сопротивление переход — корпус, не 
ЗИК ВИАИЕ ИИА И АА 4° СВт 
Тепловое сопротивление переход— среда без 
внешнего теплоотвода, не более ............ 35° C/BT 
9 5 


aia all 
A i 


Kanan 1 


Выходное напряжение при U ,=12 B, R ,=4 Ом, 
U, =20 MB, f=1000 Гц, T= —25... 

SS aa T a 2,5...4 В 
Напряжение шумов на выходах при И =12 В, 
К„=4 Ом, U„=0, T= +25° С, не 
иены за 2 мВ 
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Напряжение питания ...................чичнььььние. 5... 12 В 
Максимальное входное напряжение ....... ... 20 мВ 
Минимальное сопротивление нагрузки ... 3,2 Ом 
Тепловое сопротивление внешнего теплоотвода 
корпус — среда, не более ......................... 2° С!1Вт 


4 


6 
2-10 1107? 1107 10 152 


Йых› 8T 


ити 


978 9011330, 8 


7 
5678 9011 131,8 


Зависимость коэффициента гармо- Зависимость максимальной вы- Зависимость тока потребле- 
ник от выходной мощности при .ходной мощности от напряже- ния от напряжения питания 


И =9 В, /=1 кГц, R, =4 Ом, 
Т+ 25° С 


Схема включения 


C13 22000 


7 
BAI 
g H { $ 0n 


5 
> 
` 


pae В | вА2 

СТА 4 би 
Ch 41 
22000 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УН18 


К174УП1 


Микросхема представляет собой узел обра- 
ботки яркостного сигнала. Выполняет следую- 
щие функции: усиление яркостного сигнала; 
регулировку яркости без изменения контраст- 
ности; регулировку контрастности без измене- 
ния яркости; фиксацию уровня черного при 
изменении тока лучей кинескопа. Предназначена 


ния питания при К. =10%,. 
f=1 кГц, В, =4 Ом, T= +25° С 


при И„=0, Т=+25° С 


для применения в телевизионных приемниках 
черно-белого и цветного изображения. 

‹ Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ1). Масса 
не более 1,5 г. 


K17491 


Функциональный состав: I— усилитель; П— 
регулятор яркости; /— устройство фиксации 
уровня черного; IV — ограничитель тока лучей. 

Назначение выводов: 1 — выход видеосигнала; 
2— питание (+0.); 3— вход видеосигнала; 4— 
коллектор вспомогательного транзистора; 5— 
база вспомогательного транзистора; б—эмит- 
тер вспомогательного транзистора; 7 — управле- 
ние регулировкой контрастности; 8 — вход Orpa- 
ничителя; 9 — опорное напряжение ограничите- 
ля; 10— вход продифференцированного напря- 
жения строчной развертки; 1] — вход импульса 
обратного хода строчной м 12 — управ- 
ление регулировкой яркости; 13, 14 — блокиров- 
ка; 15 — вход компаратора; 16 — питание (— U). 
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16 15 oč% 13 


174911 


12 11 E7) 9 


E. 


2 3 


aR 
bi 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания occ 12 В 
Ток потребления при И. =12 B, T= 

а И A 16... 34 мА 
Усиление яркостного сигнала при (И, =12 В, 
U= 400 MB, T= 425° С uuuunsncs 2... 2,8 раза 
Диапазон регулировки усиления яркостного сиг- 
нала (регулировки контрастности) при И, = 
=12 В, U, =400 мВ, T= +-25° С, не 

МЕНЕ оон, 4 раз 
Изменение уровня черного при регулировке 
контрастности и изменении сюжета изображе- 
ния при И, =12 B, T= +25° С, не 

DONG: ariin e E TNT 20 MB 
Нелинейность амплитудной характеристики при 
И =12 В, U, = — 400... +400 мВ, T= +25° С, не 


ии Анне 40 мВ 
Диапазон регулировки уровня черного при 
И, =12 В, T= +25° С, не менее .......... ЕВ 
Нелинейность регулировки контрастности при 
U»=12 В, T= +25° С, не более ................ 13% 
Полоса пропускания, не менее: 

по уровню — 3 AD iiini 6 МГц 

по уровню — 6 ДБ ............. еее ееииенеиииниия 9 МГц 
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| Т-ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
ее 
| 


P 
ERN : 


A 


Входное сопротивление при U, ,=12 B, T= 
25 Cy H МЕНОЕ зил 8 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ПИТАНИЯ soccorsi .. = 114... 18 В 
Полный входной видеосигнал на выводе 3, не 
ПОЛЬ и ая 1,2 В 
| Ky 
9 


НИ. 
ПИТ 
Л 


РЕ Я В 


Зависимость коэффициента усиления канала 
яркостного сигнала К174УП] от управляющего 
напряжения 


Входное напряжение на выводах 8, 9 1,6...2,4 В 
Амплитуда строчного импульса на выводе 17, 


He DONO о ааа 6В 
Напряжение на выводе 7 ................... 1,6...4,2 В 
Напряжение на выводе 12 ........... нение. 1..3, В 
Сопротивление резистора между выводами 
ГИ 16, HE MCHEE орион 200 Ом 
Мощность рассеяния, не более .............. 650 мВт 


Температура окружающей среды —10... +60° С 


Upu, 8 , 


0 


Зависимость уровня черного от управляющего 
о К174УП1 


Схема включения 


На вход микросхемы (вывод 3) подается 
видеосигнал через режекторный фильтр, ослаб- 
ляющий цветовые поднесущие. `Сигнал посту- 
пает на регулируемый усилитель / с максималь- 
ным коэффициентом усиления, равным 4. Уси- 


литель имеет раздельные регулировки. пере- 


менной составляющей (контрастность), управ- 
ляемой напряжением на выводе 7, и постоянной 
составляющей (яркость), управляемой напряже- 
нием на выводе 72. При регулировке контраст- 
ности постоянная составляющая (уровень чер- 
ного) не изменяется. При регулировке яркости 
размах выходного сигнала остается постоян- 
ным. Фиксация постоянного уровня осуществля- 
ется с помощью строб-импульса, формируемого 
из полного и продифференцированного им- 
пульса обратного хода строчной развертки, 
подаваемого на выводы /0 и 11 соответственно. 

Микросхема имеет узел ограничения тока 
лучей, представляющий собой компаратор, 
один вход которого (вывод 8) управляется 
напряжением с делителя, включенного в цепь 
катодов кинескопа, а на другой (вывод 9) 
подается опорное напряжение от источника 
питания. При срабатывании компаратора авто- 
матически снижается напряжение на выводе 7, 
что приводит к уменьшению тока лучей. 

В схеме имеется дополнительный транзис- 
тор, используемый обычно в цепи коммутации 
входного режекторного фильтра (выводы 4, 
55:6) 


Типовая схема включения мик- 
росхемы К174УП1 


К174УР1 


Микросхема представляет собой узел обра- 
ботки ЧМ-сигнала. Она состоит из усилителя- 
ограничителя, частотного демодулятора и пред- 
варительного усилителя звуковой частоты, а 
также имеет регулировку выходного напряже- 
ния звуковой частоты, управляемую внешним 
постоянным напряжением. Предназначена для 
применения в телевизионных приемниках. 

Корпус типа 238.14-1 [см. К118УН1 (А-Д)]. 
Масса не более 1,5 г. 
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K1749P1 
h 3 a n O 9 8 


Функциональный состав: I— усилитель-огра- 
ничитель; TI — демодулятор; 1/1 — предваритель- 
ный усилитель низкой частоты. 


n K174YP1 


в. = 


Назначение выводов: 1, 3, 12— питание 
(—U.); 2—2-й вход усилителя-ограничителя; 
5 — управление коэффициентом передачи; б— 
выход усилителя-ограничителя; 7, 9—к опор- 
ному контуру; 8— выход звуковой частоты; 
10— выход усилителя-ограничителя; [1-— пита- 
ние (+0,); 13 —блокировка выхода 4; 14— 1-й 
вход усилителя-ограничителя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при U, =12В, U„=0, T= 
æ -+25° C, He более роны 22 мА 


Коэффициент передачи npa 
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= 6,5 МГц, /„=1 кГц, Af= +50 кГц, T= +25° С, 
НО НЕ на ыы 6 мВ/кГц 
Коэффициент подавления амплитудной модуля- 
ции при U ,=12 В, И =1 MB, /=6,5 МГц, }„= 
=] кГц, т=0,3, Т=+25° С, не менее . 46 дБ 
Диапазон электронной регулировки коэффици- 
ента передачи при U ,=12 B, /=6,5 МГц, 
[„=1 кГц, Af= +50 кГц, T= +25° С, не 


MEROE м лы 60 дБ 
Коэффициент гармоник при U, ,=12 B, f= 
=6,5 МГц, fa=1 кГц, Af= +50 кГц, Up= 1 MB, 
Tet C Не БО anann 2% 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .......................... 10,8... 18 В 
Максимальное постоянное управляющее напря- 
ЖЕНИ НА ВЫВОДЕ J iiriiseresririsiersisescriviscaneiiai 4B 


Максимальная амплитуда входного 


ИНН ооо O 300 MB 
Максимальная потребляемая 

МОЕ СТВ eiii rre a a A 400 MBT 
Максимальное сопротивление внешнего резис- 
тора между выводами 13 и 14............ 1 кОм 
Максимально допустимый запирающий ток по 
выводу 2 или AI aiarra 300 мкА 
Температура окружающей 

СВЕ и ов —10... +60° С 


Примечание. Подача внешнего постоян- 
ного напряжения на выводы 6, 7, 10 не-. 
допустима. 


UATE мб 


10 102 10° 


10 Up, MKB 


Зависимость выходного напряжения низкой час- 
‘тоты от входного напряжения при U, ,=12 В, 
}=6,5 МГц, Af= +50 кГц, Т=+25 С 


Схема включения 


6,5 МГц 
022 | 0022 | 01 
_ Вой c1 pre 6 0, 0,0 
022 В о 
14 13 12 11 


r КУР 
0022 


PE te ir 


Дополнительная литература 


|. Аналоговые интегральные микросхемы: 
Справочник / B. I. Кудряшов, FO. В. Назаров, 
B. В. Тарабрин, В. А. Ушибышев.— M.: Радио и 
связь, 1981.— 160 с. 

2. Котенко B., Сосновский FO. Новое в KOH- 
струировании цветных телевизоров // Радио.— 
1976.— № 6.—С. 27, 28. 


3. Лагунова P., Столбова Г.,  Шмакова T. 
Микросхемы серии К174//Радио.— 1977.— 
№ 2—С. 57 


К174УР2А, К174УР2Б 


Микросхемы представляют собой усилитель 
промежуточной частоты канала изображения. 
Выполняют следующие функции: усиление про- 
межуточной частоты с АРУ; синхронную демо- 
дуляцию видеосигналов; предварительное уси- 


K oc, АМ› ДБ 


10° 10* к, "KB 


Зависимость коэффициента ослабления паразит- 
ной амплитудной модуляции от входного на- 
пряжения 


10 10? 


Borxoð 


Типовая схема включения MHK- 
росхемы К174УР1] 


ление видеосигналов; формирование сигнала 
АРУ для селектора каналов. Система АРУ 
ключевая, управляется строчным импульсом. 
Микросхемы предназначены для применения в 
телевизионных приемниках цветного и черно-бе- 
лого изображения. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: Г— усилитель npo- 
межуточной частоты; П— синхронный демоду- 
лятор; ШГ — предварительный видеоусилитель; 
[/— система АРУ. 

Назначение выводов: 1=—вход УПЧ; 2— 
р цепи ООС; 3— питание (—0,); 4— 

ильтр АРУ; 5— выход АРУ на селектор 

каналов; б— регулировка задержки АРУ; 7— 
вход строчного импульса; 8, 9—к опорному 
контуру демодулятора; 10 — регулировка усиле- 
ния; /1, 12— выходы видеосигнала (+ Usa); 13, 
14— питание (+U; 15— фильтр цепи ООС; 
]6— вход УПЧ. 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при U, =12В, И„=0, T= 
=+25° С: 

ПО ВЫВОДУ: Пане 10... 24 мА 

ПО. ВЫВОДУ" 19 анны 40...50 мА 
Чувствительность при несимметричной подаче 
входного сигнала при U, =12 В, Г, =38 МГц, 
[.=15625 Гц, т=0,5, Um 224 В, Т=+25° С, 
не более: 


KITA Зомби . 250... 500 мкВ 


К174УР2Б 
Эффективность АРУ при И. =12 В, }.=38 МГц, 
[.=15 625 Гц, т=0,5, Usa = £2 дБ, T= +25° С, 
He НЕ ие. 50 дБ 
Размах выходного видеосигнала положительной 
и отрицательной полярности (выводы 7] и 12) 
при U =12 В, /,=38 МГц, fa=15625 Гц, m= 
=0,5, U „=10 MB, Т=+25°С....... 2,4...4,2 B 
Полоса пропускания при U, = 12 B, },=38 МГц, 
Г.=0...10 МГц, U „=10 MB, Т=+25° С, me 
МЕНЕЕ о реиех 7 МГц 
Напряжение на видеовыходе при U= 12 В, 
Г. =38 МГц, И„=10 мВ, Т=+25° С, не более: 
LA ГАРМОНИИ ПЧ нон ннныь 30 mB 
2-й: гармоники: ПЧ они 50 мВ 
Изменение частотной характеристики в диапа- 
зоне действия АРУ, не болез... 2 дБ в полосе 
0...5 МГц 

Амплитуда стробирующего 
о А У 15...58 
Дифференциальные искажения, не более .... 15% 
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К!74УР2 (А, B) 
13 1 


Напряжение промежуточной частоты звука на 
выводе /2, не менее ..............иееееееььеьььань 10 мВ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ПИТания esscr 10,3... 13,2 В 
Максимальная амплитуда напряжения входного 


а ААА ИН УИ НИИ 1В 
Максимальная амплитуда тока 
К) 9. arasan EE 16 мА 
Максимальная амплитуда напряжения строч- 
ного импульса на выводе 7....... „и иееньиинь 6В 
Температура окружающей 
ОБЕДЫ орон aa —10... + 60° С 
"j АРУ» B 
Ir 


Зависимости напряжения АРУ на вы- 
воде 1/4 от а входного сигнала 
при U ,=12 В, /=38 МГц, T= +25° С 


Uun мкб Зависимость напряжения И (11), MKB 

шума на выводе 17 от 
уровня входного сигнала 
при И, =12 В, T= +25 С 


феи м 


—фры 
Зависимости напряжения 
шума на выводе 12 от 
уровня входного сигнала 
при U, =12 В, T= +25° С 


Схема включения +U +, “Ua 


09001 
АУ è 
cai Q160) c р Е a R „ Pesynupobra 
0 H è F 9i f4 размаха“ Uyyy 
RI 100 20, #7 9 0155 
р Frin 
010 | 
4712 
L 
т 6 
10n 81 
1 Ш d || E lg 9 R7 36,0 niy 
350 мГц ем 
Типовая схема включения  Pegypuposna — №8 270K „Горов R9 56K ani 
микросхемы К174УР2 (A; B) PLAENUN E АРУ na CK" niig УТ 
‚ Дополнительная литература 
1. Котенко В., Сосновский Ю. Новое в кон- K174YPI 
струировании цветных телевизоров // Радио.— 4.12 ИП 8 8 


1976.— № 6.— C. 27, 28. 

2. Лагуновая P., Столбова T., Шмакова T. 
Микросхемы серии K174 //Panno.— 1977.— 
№ а. SI: 

. [8, с. 116—119]. 


К174УРЗ 


Микросхема представляет собой тракт обра- 
ботки ЧМ-сигналов промежуточной частоты. 
Содержит усилитель-ограничитель, синхронный 
демодулятор и предварительный усилитель низ- 


1 2 3 4 5 6 7 
кой частоты с выключением внешним управ- предварительный усилитель низкой частоты. 


ляющим током для организации бесшумной Назначение выводов: 1 — питание (— U); 2— 
настрсЯки. кий ыы применения в  фазосдвигающий контур; 3—5 — выходы усили-' 
радиовещательных прием теля-ограничителя; б — фазосдвигающий KOH- 
Корпус типа 201.14-1 Сы: “K17411C1). Macca тур; 7— управление усилителем НЧ; 8— выход 
не более 1,5 г. НЧ; 9 — питание (+U); 10 — выход частотного 
Функциональный состав: [— усилитель-огра-  демодулятора; [2 — блокировка; 13 — вход npo- 
ничитель; /[— частотный демодулятор; П/—  межуточной частоты; 14 — блокировка. 
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14 15 12 11 


R7 


an 
2 3 4 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ............. 6 B 
Ток потребления при U ,=6 B, T= +25° C, не 
CONGO о AE E 12 MA 


Выходное напряжение НЧ при U, ,=6 B, f= 
=10,7 МГц, /„=1 кГц, Af= + 50 кГц; U, =1 MB, 
HE МН аа 
Пр ны 
И оные: 80 мВ 
Входное напряжение при начале ограничения 
при (И, =6 В, /=10,7 МГц, fa=1 кГц, Af= 
= +50 кГц, T= +25° С, не более ........... 100 мкВ 
Коэффициент подавления амплитудной модуля- 
ции при И, =6 В, }=10,7 МГц, fa=1 кГц, Af= 
= +50 кГц, О„= +1 мВ, T= +25° С, не 
менее 
Коэффициент гармоник при U, =6В, f= 
=10,7 МГц, /„=1кГц, А/= +50 кГц, Up= 
=0,5 мВ, T= +25° С, не более ................... 2% 


Ток управления по выводу 7........ 0,05...1 мА 


Изменение выходного напряжения на выводе 8 
при подаче управляющего тока на вывод rA не 


МОНО: oa naa AET 60 дБ 
Входное сопротивление на частоте 15 МГц, не 
MENO оон ии одре 3,9 кОм 


Выходное сопротивление, не более .... 1,5 кОм 
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^174УР9 
ИИ 


- 1 


PANIN 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ....................зеениининииь 5...9 В 
Максимальное входное напряжение ..... 300 мВ 
Максимальное сопротивление постоянному 
току между выводами 12 и 13........... 500 Ом 
Температура окружающей 


среды 


0 ó 10 15 


Зависимость выходного постоянного напряже- 
ния (с вывода 10) от расстройки частоты 
входного сигнала относительно частоты на- 
стройки опорного контура при И, =6 В, 
f=10,7] МГц, („= 500 мкВ 


20 f, Mu 


Гот» МА 


5 7 9 U, 8 


Зависимости тока потребле- 
ния от напряжения, питания 
при различных значениях 
температуры окружающей 
среды 


б 9 


Зависимости коэффициен- 
та ослабления амплитуд- 
ной модуляции от напря- 
жения питания при 
}=10,7 МГц, 

Af= +50 кГц, И„„=50 мВ 
и различных значениях 
температуры 
окружающей среды 


(Тех, orp » "KB 


(вых, нч , МВ 


Зависимости входного напряже- 
ния начала ограничения от на- 
пряжения питания при 
f= 10.7 МГц, Af= +50 кГц и 
различных значениях темпера- 
туры окружающей среды 


O 727772 И 


Зависимости выходного напря- 
жения низкой частоты от напря- 


жения питания при 
f=10,7] МГц, А/= +50 кГц и 


различных значениях темпера- 


туры окружающей среды 


Kr % (Пьых, ну, Мб 


иж 


i 
| | | 
100 2 
50 i 
25 
10 10? 107 10* Uax, "nB 90 30 я а 


Амплитудная характеристика при 
U =6 В, /=10,7 МГц, 
А/= +50 кГц, Т=+25° С 


Зависимость коэффициента ослабления ампли- 
тудной модуляции от входного напряжения при 
ОИ =6В, /=10,7 МГц, т=0,3, Т=+25° С 


_ Зависимости выходного напря- 


жения низкой частоты (с вы- 

вода 8) и коэффициента гармо- 

ник от добротности опорного 
контура при /=10,7 МГц, 
А/= +50 кГц; О,„,= 500 MKB 


Схема включения 


Выход2 HY Baixo 1 AY 
Типовая схема включения микросхемы K174YP3 


Дополнительная литература 


1. Александров Г. Микросхемы К174ХА2 и 
K174Y P3 // Радио.— 1980.— № 4.— С. 59, 60. 

2. Переносные кассетные магнитолы «Рига- 
110», «Аэлита-101» / В. Хабибулин, Г. Гринман, 
Ю. Бродский, Е. Пиастро // Радио.— 1980.— 
№ 12.—С. 34—37. 

3. Назаров В. УКВ мы на микросхе- 
мах // Радио.— 1982.— № 7.— С. 29, 30 

4. Богданов B., Павлов В. Высококачествен- 
ный усилитель ПЧ звука // Радио.— 1985.— 
№ 2.— С. 30—32. 

5. [8, с. 119—122]. 


К174УР4 


Микросхема представляет собой тракт об- 
работки сигналов промежуточной частоты с 
частотной модуляцией. Выполняет следующие 
функции: усиление-ограничение сигналов ПЧ; 
частотную демодуляцию сигналов; предвари- 
тельное усиление сигналов НЧ; регулировку 


2174424 
| B 2 0 W 3 8 


усиления НЧ, управляемую внешним постоян- 
ным напряжением. Предназначена для примене- 
ния в телевизионных приемниках черно-белого 
и цветного изображения. 

Корпус типа 238.14-1 (см. К174УР!). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав; Г-—- усилитель-огра- 
ничитель; //— частотный демодулятор; /Ш— 
нерегулируемый аа усилитель 
низкой частоты; //--регулируемый предвари- 
тельный усилитель низкой частоты; V— источ- 
ник опорного напряжения. 


17424 
n s n n в 


Назначение выводов: 1l — питание (— U); 2— 
блокировка OOC; 3—Bxon усилителя НЧ; 4— 
выход стабилизатора; 5 м ansa оао 
НЧ; 6, 10— выход усилителя ПЧ; 7, ЯУ— опор- 
ный контур, 8—выход УНЧ pory apye; l1 —. 
питание (+U); 12—выход УНЧ нерегулируе- 
мый; 13 — блокировка; 14 — вход усилителя ПЧ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при И. =12 В, 
TEF G na 9,5 ... 17,5 мА 


Стабилизированное напряжение на выводе 4 
при 0. =12 В, Г=+25° С иене 4,2...5,3 В 
Выходное напряжение при И. =12 В, f= 
=6,5 МГц, /„=1 кГц, Af= +50 кГц, О„=1 мВ, 
T= +25° С, не менее: 

ВА. ВЫВОДЕ О-о. 300 mB 

Ha ВВОДЕ оо: 250 мВ 
Входное напряжение начала ограничения при 
И, =12 В, /,=6,5 МГц, /„=1 кГц, Af= +50 кГц, _ 
Tats ©. ие БОЛЕ iiai 100 мкВ 
Коэффициент подавления амплитудной модуля- 
ции при U,=12 B, /[,=6,5 МГц, Г, =1 кГц, 
т=0,3, U„=1 MB, Т=+25° С, не 
менее 
Коэффициент гармоник при U,=12 B, f= 
=:6,5 МГц, /„=1 кГц, А/= +50 кГц, О, =1 мВ, 
Т= +25° С, не более essre ыы 1,5% 
Коэффициент усиления напряжения НЧ при 


U= 12 B, fa=1 кГц, U= 10 MB, T= +25° C, не 
Menee nna Ea 10 дБ 
Диапазон электронной регулировки усиления 
НЧ при ПИ. =12 В, fa=1 кГц, Т=+25° С, не 
MENDE не оао 65 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ПИТАНИЯ ....... ии иеенннниь, 10,8... 13,2 В 
Максимальное постоянное управляющее напря- 


Utun ‚ 48 


Ах, ab 


Зависимость выходного HANDA- 
жения от сопротивления регули- 


` рующего резистора при 
U =12 B, = О MTH, 
Т=+25°С 


К | 


J 10 


Зависимости выходного на- 
пряжения на выводах 8 и /2 
от напряжения 

Т= +25 


ЖЕНИЕ На ВЫВОДЕ: линь 6 B 
Максимальное входное напряжение Ha вы- 
BONG он ола 350 мВ 
Максимальный выходной ток по выво- 

ДУ Ч а $ МА 
Максимальное сопротивление внешнего резис- 
тора между выводами 13 и 14......... 1000 Ом 


`Температура окружающей 


среды 


-100 -80 -60 -40 -204, 468 


Зависимости выходного напря- 
жения, уровня паразитного 
АМ-сигнала, шумового напря- 
жения от уровня входного сиг- 
нала при U = i 
f=10,7] МГц, А/= + 50 кГц, 

| Т= +25° С 


питания при 
°С 


Схема включения 


Вариант! Bapuanm 2 Beixoð HY +0 Быхов HY 
(регулируемый) 
elp 22+ +T 22 
Ri | R2 р 
5 1 #48 о ПИ == Bi jy 
Зависимость тока ‘потребления 0=75 г kd Li 24 a 
от напряжения питания при 6,5 Ми пн g 
Т= +25° С г. | 
KITLYPI ži 
Kr, % ВМ 
459567 
06 10,022 


Зависимость коэффициента гармоник от вход- 


ного сигнала при И. =12 В, о МГц, 
Af= +50 МГц, Т=+25° С 


c10 
а 
се 2$ 
22 1 и 
_ Ш мк 
Bnewnuù 


ИЧ-сиенал g 1A 


Типовая схема включения микросхе- 
мы К!174УР4 
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Дополнительная литература 


Интегральные микросхемы для бытовой ра- 
диоэлектронной аппаратуры: Каталог.—М.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4.— С. 12— 
23. 


К174УР5 


Микросхема представляет собой усилитель 
промежуточной частоты канала изображения. 
Выполняет следующие функции: усиление сигна- 
лов промежуточной частоты с АРУ: синхрон- 
ную демодуляцию видеосигналов; предвари- 
тельное усиление видеосигналов; частотную де- 
модуляцию и формирование управляющего на- 
пряжения автоподстройки частоты; формирова- 
ние сигналов АРУ для селектора каналов; 
подавление импульсных помех. Предназначена 
для применения в телевизионных приемниках 
цветного и черно-белого изображения. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 


АТТФУРУ 
fi в 


Функциональный состав: Г— усилитель npo- 
межуточной частоты; Пр— демодулятор; ШЫ— 
предварительный видеоусилитель; IV — усили- 
тель-ограничитель; V— устройство автоматиче- 
ской подстройки частоты; VI— детектор и 
усилитель АРУ; УП — распределитель АРУ; 
ИШр— усилитель внешнего АРУ (АРУ на СК); 
][Х —выходной каскад видеоусилителя; X — по- 
давитель импульсных помех («белых»); Х1— no- 
давитель импульсных помех («черных»). 

Назначение выводовг 1—вход ПЧ; 2— 

ильтр ООС; 3 — регулировка задержки АРУ на 

К; 4—выход АРУ на СК; 5— выход АПЧ; 
б— блокировка АПЧ; 7, 10— опорный контур 
АПЧ; 8, 9— опорный контур видеомодулятора; 
11 — питание (+U); 12— выход видеосигнала; 
13 —питание (— U); 14 — фильтр АРУ и блоки- 
ровка УПЧ; 15— фильтр ООС; 1/6— вход ПЧ. 
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Основные электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при U, ,=12 В, 
Tatr О И 30... 65 мА 


м 
Выходное напряжение при И, =12 В, f=38 МГц, 
[.=15625 Гц, т=0,5, U =10 MB, 

Ler Е. 2,2... 3,5 В 
Чувствительность при U, =12 В, f=38 МГц, 
{,=15625 Гц, т=0,5; T= +25° С, не 

ЖЕ р ель ыы 200 мкВ 
Размах выходного напряжения АПЧ при И. = 
=12 В, /.=38 МГц, А/= +100 кГц, И„‚=10 MB, 
T= 425° C, не менее... иены ыныыьь 10 B 
Диапазон АРУ по напряжению при U,= 12 В, 
fa=38 МГц, fa=15625 Гц, т=0,5, Т=+25° С, 


НЕ: - МЕНЕ соо ааа 50 дБ 
Ток АРУ на СК при И =12В, U,=60 MB, 
T= -4+25° C, He Мебель 10 MA 


Крутизна амплитудно-частотной характеристи- 
ки узла АПЧ при U, =12 В, /=38 МГц, Ux= 
=10 мВ, Af= +50 кГц, T= +25° С, не 

И ОН 50 В/МГц 
Полоса пропускания по уровню —З3 дБ при 


И. =12 В, /=38 МГц, Г.=0...10 МГц, U= 
=10 MB, T= +25° С, не менее .............. 6 


Дополнительные электрические параметры 


Дифференциальные искажения, не 

БОЛЕЕ а и ака 10% 
Напряжение блокировки АПЧ по выводу 6, не 
более 2В 
Напряжение включения АПЧ по выводу 6, не 
менее 3 B 
Напряжение блокировки УПЧ по выводу 14, не 
более | 1В 
Диапазон входных напряже- 

НИИ обеих 200 мкВ —95 мВ 
Ослабление ПЧ и ее 2-й гармоники, не 
менее 
Ослабление интермодуляционных искажений, не 
менее 46 дБ 


ооо ос ооо со оо осо оо сов ос ооо осо соо соо осо ооо осо со оо ово со соосоо 


Входная емкость, не более ....................... 2 пФ 
Дифференциальные фазовые искажения, не 6o- 
ооо 10° 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................... 10,8... 13,2 В 
Максимальное входное напряжение (амплитуд- 


HOC Значение ал оны ааа 3 B 
Максимальное напряжение на выводах 
а нра 5 В 
Максимальное напряжение на выводах 
ИЕ В ЕЕ Ui 
Максимальный ток АРУ на CK ........... 15 мА 
Максимальный ток по выводу 3......... 0,3 мА 
Максимальный ток нагрузки .................. 10 мА 
Минимальное сопротивление. 

Slaap S, MT IE ASNN PEE корее 600 Ом 
Максимальная рассеиваемая 

МОЩНОСТЬ: о ыы 1050 мВт 
Температура окружающей 

среды 


Зависимость отношения сигнал-шум от уровня 
входного сигнала при И =12 В, f=38 МГц, 
wE 


Схема включения 


Установка 
АРУ 


C1 4700 
Вход 


(2 
4700 


13 
C3 4700 


Вход 


р 
Я 1бк 

08 09 

oer 78% 

Типовая схема включения 


микросхемы К174УР5 


K1749P5 


9 9 97 98 99 


Зависимость выходного напряжения АПЧ (вы- 


4l hy, My 


вод 5) от частоты входного сигнала при 
О, =12 В, О„=10 мВ, /=38 МГц, Т=+25° С 


t 


Типовая форма и уровни напряжений в выход- 
ном видеосигнале при U, =12 В, Т=+25° С 


Выход ANY 


i? 7 T $1 
1900 | Выкл. 
АПУ 


12 


f- 38 М/ц 


C10 L tlen 
033 [™ 


Выхоб вибзоусилителя ` +U, 
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Дополнительная литература 


1. Интегральные схемы для видеомагнито- 
фонов ‘и’ другой РЭА: Каталог.— М: ЦНИИ 
«Электроника», 1983, выш. 3, с. 25—28. 

2 [1 ©: 329-327 


К174УР7 


Микросхема представляет собой экономич- 
ный тракт обработки ЧМ-сигналов с низкой 
промежуточной частотой. Выполняет следую- 
щие функции; усиление-ограничение сигналов; 
частотную демодуляцию; предварительное уси- 
ление сигналов звуковой частоты. Предназна- 
чена для применения в экономичной радио- 
приемной аппаратуре. 

Корпус типа 23816-1 (см. K174Y H13). Macca 
не более 1,5r. 


#1749 Р7 
ии м 9 


Функциональный состав: [— усилитель-огра- 
ничитель; //— частотный демодулятор; ШЫ-— 
операционный усилитель. 


Назначение выводов: [—1-Йй вход ПЧ; 2— 
2-й вход ПЧ; 4— блокировка; 5р— питание 
(-0.); 6—1-й выход УПЧ; 7—2-й выход УПЧ; 
8 —1-й выход ЧД; Я—2-Й выход ЧД; /0— Bhi- 
ход НЧ; 11, 12—входы ОУ; 13—выход ОУ; 
15 — питание (+0,); 16 — питание (—0,). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 6 B 
Ток потребления при ПИ 1 =6 B, U, =0, He onee: 
noi Tet C airnn aN 0,6 MA 
npa T= -25 a 5P уу 0,8 MA 


Входное напряжение начала ограничения при 
О =6 В, f=250 кГц, /„=1 кГц, Af= + 3,5 кГц, 
Ти 4257 С, Но ООО оон 70 мкВ 
Выходное напряжение низкой частоты при 
U =6 В, /=250 кГц, fasl кГц, А/= + 3,5 кГц, 
О, =10 мВ, не менее: 

iio E a a a e a E A 90 мВ 

mpi J= =25 и ir Cunina 50 мВ 
Коэффициент ослабления амплитудной модуля- 
ции при U =6 В, /=250 кГц, fa= 1 кГц, А/= 
=3,5 КГЦ, Т=0,3; О„=10 MB, Т=+25°С, не 
MONDO оао ноыь 30 дБ 
Коэффициент гармоник при И =68В, f= 
=250 кГц, А/= +3,5 кГц, /„=1 кГц, Ua = 10 мВ, 


Т= +25°С (типовое значение) ............... 0,8% 
Диапазон частот входного. 
СИНА оао вьь 95... 500 Гц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .............зеленнаннны 5,4... 6,6 В 
Максимальное напряжение входного 


СГ ЗН A ИЕ ЗИЛ 100 mB 
Максимальный ВЫХОДНОЙ ТОК eese 0,1 мА 
Температура окружающей 

СРД ааа —25... 55° С 


7 8 9U,B 


Зависимость. входного напряже- 
ния ограничения микросхемы 
от напряжения питания при 


Зависимость тока потребле- 
‚ ния от температуры orp 
жающей среды r U= 5 В, 

О». = 


Зависимость выходного напря- 

жения от температуры r 

жающей среды при И, =6 B, 

f=250 кГц, А/= + 3,5 кГц  f=250 кГц, /,„=1кГц, А/= 
= +3,5 кГц, Г= + 25° С 
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A , n8 


Мени? | ИР: РИ niy 
1500 


a 7 7 j 
“ДИ 


0 № 10? Юн 967 948 1 10 Мн, кбм 100 


Зависимости выходного напря- Зависимость выходного на- Зависимость выходного напря- 

жения и С - и рый от нап i TIH- жения от сопротивления нагруз- 

при ыы 6 В, мы 0 кГц, тания n [=25) кГц, А/= ки при ПИ. =6 В, /=250 к Ц, 
ыы, Т= +25° А/= + 3,5 кГц, Г= +25° С 


30 | 
10° 10% 10° 10% бы, MKB 5 6 7 8 90,8 


Зависимость коэффициента ослабления ампли- Зависимость коэффициента ослабления ампли- 

тудной модуляции от входного напряжения при  тудной модуляции от напряжения питания при 

О =6 В, /=250 кГц, fa=1 кГц, ‚АЗ кГц,  О»=10 MB, /=250 кГц, fa = T EA Ц, 
тдлм=30%” Т=+25° Maui, Ты 


$8708 90,8 


Зависимость тока потребления от напряжения 
питания при T= 25° С 
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Схемы включения 


В/х0д 
C3 200 +U, | 
H пи e Lo 
| = +50 0,68 
X Ró 68x 


Типовая схема включения микро- 2210 gA 8 1200 
схемы К174УР7 : R7 RE 
и 


04$ МГИ 
BE А ри 


и h B 12 


^1749Р7 | 


C5 
Тая шт 


R7 100 


2..2 


У 
KTI107 
(7 00/72 


ИТ! 


КТЗ6ВА 
Q 
ии (2 К 
Вход , o” yo И q’ 
HA |9 КВОТА о 
= Ури vpz == 010 RE 0 P 
HAH 00 won 0022 T g 
R3 Ç) Ri G) RS — : J Ri? 
MAAA aA a B aa i E 
” Kls% 
НН 
Г a E 
+ Ш Q R17 
$ Jzor 


T 68! уг7 NE 
+" KTA in 
g I 
y DOM KOCITTO 


024 J fig" 


470 T 175v 


Принципиальная схема УКВ-ЧМ. приемника с низкой промежуточной частотой (fny= 125 кГц): 
[Г —6 витков, [2—7 витков провода (0,6 мм на оправке 06 мм. Частота настройки контура 
[3С11 125 кГц 
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Дополнительная литература 17849Р710 - 
Интегральные схемы для бытовой радио- 
‚электронной аппаратуры: Каталог.— M.: р | 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4, с. 36—43. Pag 


К174УР10 


Микросхема представляет собой широкопо- 
лосный усилитель. Предназначена для примене- 
ния в телевизионных приемниках в качестве 
предварительного УПЧ для компенсации по- 
терь в пьезофильтрах. 

Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 1 г. 


_ 2101.8-1 15 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при И. = 13, 2 B, 

Aa n a OE E ENN ETAN 15...35 MA 
Коэффициент усиления напряжения при О „= 
=12 В, /=38 МГц, И.„‚=10 MB, | 

TSF ФЕ О 21...30 дБ 
Верхняя граничная частота при О, =12 В, T= 
s25 C, Hë МОЕ 60 MTu 
Разность постоянных выходных напряжений 
между выводами 2 и 3 при U, =12 В, 0, =0, 
T= F2 Cr He DONGE О НЮНОЯ НИЯ У: 
Интермодуляционные искажения, не 

GONE Е ВИ ААА АЗ —40 дБ 
Перекрестные искажения, не более ............ 1% 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .............ззлинин 10,8... 13,2 В 
Максимальное входное напряжение ..... 300 MB 
Максимально допустимая -рассеиваемая MOLI- 


HOOGTE а о ое 530 мВт 
Минимальное сопротивление 

НАГРУЗКИ зелень НИЯ 200 Ом 
Максимальная емкость нагрузки ............ 30 пФ 
Температура окружающей 


GDENDI ИИ аль ед Я —25... +70° С 


р - 
-20 0 20: 40 60°C 


Назначение выводов: |— питание (+0.); 2, Зависимость верхней рабочей частоты OT тем- 
3—выходы; 5— вход; б— питание (— U). пературы окружающей среды 
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Ъ / 15, ном 


Зависимость 


коэффициента 

усиления от напряжения пи- 

тания при /=38 МГц, Т= 
=+25°С 


И 22727 
р E 


Зависимость тока потребления от 
напряжения питания при T= 
=+25° С 


Схема включения 


Типовая схема включения микросхемы 
К174УР10 


К174ХА1 


Микросхема представляет собой однока- 
нальный синхронный демодулятор цветовой 
поднесущей для сигналов, кодированных по 
системе СЕКАМ. Выполняет следующие функ- 
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791 


Зависимость верхней рабо- 
чей частоты от напряжения 
питания 


9 ив -25 0 25 5 1 


Зависимость коэффициента уси- 
ления от температуры окру- 


жающей среды His U = 12 B, 

f=38 МГц 
ции: коммутацию прямого и задержанного 
сигналов; усиление-ограничение; синхронное 


частотное детектирование; выключение сигнала 
цветности. Опорный сигнал для синхронного 
демодулятора мия из принимаемого . 
сигнала с помощью настроенного контура. 
Коммутатор прямого и задержанного сигналов 
управляется от схемы цветовой синхронизации 
логическими уровнями ТТЛ. Предназначена для 
применения в телевизионных приемниках цвет- 
ного изображения. 

Корпус типа 238.16-2. Масса не более 1,5 г. 


1174 АЙ 


Функциональный состав: Г — электронный 
коммутатор; /1— усилитель-ограничитель; /1/Ы— 
частотный детектор. 

Назначение выводов: [— опорный контур; 
2— выход демодулятора; 3— питание (+U); 
4— выход коммутатора; 5 — питание усилителя 
(+0..); б—вход коммутатора; 7— управление 
коммутатором; 8 — питание (—(.); 9 — управле- 
ние коммутатором; 1[0— вход коммутатора; 11, 
12— входы усилителя-ограничителя; 13— Bbi- 
ключение цвета; 14, [6— выходы усилителя- 
ограничителя; 15 — опорный контур. 


К174ХАТ 


Основные электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 12 В 
Ток потребления при U, = 12 В, 
TEF E saari EA 30... 50 мА 


Размах выходного цветоразностного сигнала 
при /=4,3 МГц, Ruya = 100 кОм, Af= +250 кГц, 
T= +25° С, не менее ........... уе ееееьиииивиюивююинивь 1,1 В 
Управляющие напряжения электронного комму- 
татора на выводе /3: 

высокого УРОВНЯ ............еезениньньнниньь 2,4...5,5 В 

КИЗКОГО УРОВНЯ ние 0... 0,4 В 
Изменение размаха выходного напряжения при 
изменении входного от 350 до 700 и 115 MB, 
f=4,3 МГц, А/= +250 кГц, U =12 В, 
Ра. RE OOR cnini hanO TNA 5% 
Приведенная нестабильность постоянного уров- 
ня на выходе относительно площадки гашения, 
не более: 

при изменении напряжения питания на — 10% 

и изменении выходного сигнала на —10 дБ 

при /=4,3 МГц, О, =12 В, 

Ter ее 10 кГц 

при изменении температуры от +25 до 

+ 60° С, И, =12 В, /=4,3 МГц, 

ПО OME С И ИХ 5$ кГц 
Нелинейность АЧХ при И, =12 В, /=4,3 МГц, 
T= +25° С, не более: 

ipa Afa 20 ВЕЦ нони 5% 

при Af æ+ 450 ГЦ они 25% 
Перекрестные искажения при fi =4,3 МГц, 

Ё =4,05 МГьв, U =12 В, T= +25° С, не 
о A A PARIE —40 дБ 


Г | ‚| 


Е N Kh REL l 


| 
: R39 
[АЗ 
Mi 


8 


Полоса пропускания от входа микросхемы до 


выхода усилителя-ограничителя по уровню 
ЛЬ; НЕ ME ное 12 МГц 
Выходное сопротивление ............. 2,2 кОм + 20% 
Сопротивление между выводами 8 и 13, обеспе- 
чивающее запирание канала, не более ... 100 Ом 
Выходная емкость, не более .......... из зииннььниие 10 пФ 


Дополнительные электрические параметры 


Постоянный уровень напряжения на 


р И И ИЕ ИИ 6,5... 8,5 В 
Ток управления по выводам 

KÖMMYTATODA оно 50... 500 мкА 
Неравномерность АЧХ усилителя-ограничителя 
в полосе 3...6 МГц, не более reres 1 дБ 
Входное сопротивление по выводам би 10 на 
частоте 4,3 МГц, не менее ........ ао 2 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания oeer 10,8... 13,2 В 
Максимальное входное напряжение на выводах 
6, 10 (амплитудное значение) .......... а +1,5 В 
Максимальное управляющее напряжение на вы- 
ВОД аа 5,5 В 
Сопротивление внешнего резистора, не менее: 
межлу выводами 3, S ....... ии ининининининииье 160 Ом 
МЕЖДУ ВЫВОДАМИ 2, Э кодеин 2 кОм 
Температура окружающей 
оз ПИН ИАА НИИ —10... + 60° С 


Примечание. Подача постоянных напряже- 
ний на выводы |, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16 не 
допускается. 
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K174KXA1 g 


-750 -500 -250 / |0 250 500 %0 
4 


Зависимость выходного напряжения сигнала 
синего от частоты при U =12 B, Т=+25° С 


Схема включения 


вых ‚ В 
ВЕНЕ a АЗНЕ ВЕБЕР: D БН a 
X 


-750 -500 -250 0 |N 250 500 750 


Зависимость выходного напряжения сигнала 
красйого от частоты при И! =12 В, T= +25° С 


№5 RE 
м E 
вами | | до И a | [Genra 
АН в ОЕ 
[1 43 
L2 C18 82 
gii 69 100 мкГн и 
Выход а ig 43 = = 
B-Y |X 17 R7 Выход A-VEH R0 1 RIG 
ci i к Š 014 C13 390 Я дк 
82 Š 82 RUST СН 
c0 $ 3 $ ин 
h 100 SI XY 4700 
Е 3885 S$ 
XA CS Š tr? 
SSI“ B3 
S < < 4700 
i 
Г 
S уТ2 Ц: Выключе- 
НЦ? 
АЯ 


Вход импульсов коммутации полустрочной ЧАСТОТЕ 


Типовая схема включения микросхемы 
К174ХА1 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные 
микросхемы: Справочное пособие/С. В. Якубов- 
ский, H. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского. 2-е изд., перераб, и 
доп.— M.: Радио и связь, 1984.-— 432 с. 
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К174ХА2 


К174ХА2 представляет собой многофункцио- 
нальную микросхему радиоприемного тракта, 
выполняющую функции усиления и преобразо- 
вания сигналов с частотой до 27 МГц. В состав 
микросхемы входят: усилитель ВЧ сигналов с 
р смеситель, гетеродин, усилитель ПЧ с 

РУ. 

Корпус типа 238.16-2 (см. K174A®1). Масса 

не более 1,5 г. 


KITSXAZ 


Функциональный состав: [Г— усилитель BbICO- 
кой частоты; /[[— усилитель АРУ; II— гетеро- 
дин; [/-— смеситель; Г/р— стабилизатор напря- 
жения; //— усилитель промежуточной частоты; 
VII — усилитель АРУ. 


16 


R3 RS 


м #2 [] Е R4 


mpige n 

1 K “р Pii 
|2 N 

mii a 


НА 12 
1 Ma и 


Назначение выводов: |[— вход 1 усилителя 
высокой частоты; 2 — вход 2 усилителя высокой 


частоты; 3— вход усилителя АРУ; 4, 5, 6— BHI- ` 


воды гетеродина; 7— выход усилителя проме- 
жуточной частоты; 8—общий вывод, питание 
(—-0.); 9— вход усилителя АРУ усилителя 
промежуточной частоты; 10— выход усилителя 
индикации; 17; 13— вывод усилителя проме- 
жуточной частоты; [2 — вход усилителя проме- 
жуточной частоты; 14— вход стабилизатора 
напряжения, питание (+0,); 15, 16 — выходы 
смесителя. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания 9B 
Ток потребления при. U, =9 B, T= +25° С, не 
более 


ооо оо оооо 


ооо оо оо ооо ор оо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо во соо сос осо ооо оо осо сос о 


16 мА 


Отношение сигнал-шум при U, ,=9 B, fa= 
=1 МГц, U „=10 мкВ, т=0,8, T= +25° С, не 
более 24 дБ 
Выходное напряжение низкой частоты при 
И =9 В, /,=1 МГц, Дч=465 Eri fes I xI, 
m=0,8, T= +25 С: 

при U,=20 мкВ, не менее 

при U,„=5:105 мкВ 
Изменение выходного напряжения низкой час- 
тоты при изменении напряжения источника 
питания в диапазоне 4,8...9 В при /=1 МГц, 
fa= 1 кГц, т=0,3, О „=10 мкВ, T= +25° С, не 
БОЛЕЕ аи т 6 дБ 
Верхнее значение частоты входного сигнала при 
И =9 В, T= +25° С, не менее 27 МГц 


ооо ооо оо соо о ооо ооо во ооо со оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 


ооо со осо вохосовое 


Коэффициент гармоник при U, ,=9 B, f= 
=] МГц, Дч=465 xru, Д,=1кГц, m=0,8, 
T= +25° С, не более: 
apa Vaas JO M uaino 10% 
ma Uag 0 МВ аа 8% 
13 12 11 K1T4XAL 


a 
= a 


о Ре И 
N 
VTI% 


p N 


< < > > 85 
оо Ф F 
33388 еее 


Входное сопротивление УПЧ при И. =9 В, 


Tat С, Bë МЕН он 3 кОм 
Входное сопротивление УВЧ при (И, =9 В, 
Т= +25° C, ие менее ......... чьи ееееььменовьно 3 кОм 
Выходное сопротивление УПЧ при И =9 В, 
T= +25° C, ne МЕНЕЕ дааа. 60 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............... еее 4,8... 15 В 
Максимальное входное напряжение .......... 2 В 
Максимальная температура пристал. 
о ео I +125° С 
Температура окружающей сре- 

DU пи И —25...+55° С 
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Зависимость тока потребления OT TEM- 

пературы окружающей среды при 

(И, =9 В. Заштрихована область раз- 

броса значений параметра для 95% 

микросхем. Сплошной линией показа- 
на типовая зависимость 


t A 


KE 
: > ‚ 
Зависимость выходного напряжения №174 ХА? 4 р 


от температуры окружающей среды 
при ЦИ =9 В, =1 МГц. Заштрихова- 
на область разброса значений пара- 
метра для 95% микросхем. Сплошной 90 

линией показана типовая зависимость 20 30 490 WTC 


Зависимость изменения коэф- (ых, yey» МВ 
фициента передачи УПЧ от уп- 
равляющего напряжения на час- 
Tore /.=465 кГц при Ц, =9 В. 
Заштрихована область КН 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


E 


1000 


5 
Зависимость изменения коэф- 
фициента передачи УВЧ от уп- 
равляющего напряжения на час- 
тоте входного сигнала f= 


=] МГц при (7. =9` В, 
0 Juu = 465 кГц и 
—— + 
+45... 158 
Схемы 
включения 


0 


Lo aus as ms as ms as 
25,0*83B 


CAE 


01 
4...270 


> мазь e сна» a сваи» чаши» 
' — 
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Типовая схема включения а К174ХА2: L] — 5 секций по 16 витков провода ЛЭП 5 х 0,06; 
[2—8 витков провода ПЭВТЛ-0,18 (обе катушки размещены на ферритовом стержне Ф400НН 
диаметром 8 и длиной 63 мм); контур гетеродина и фильтры ПЧ намотаны на ‘пластмассовых 
двухсекционных каркасах, которые помещены B т чашки марки 1000НМ диаметром 6,1 и 
высотой 4 мм, сердечник 1000НМ размером х10 мм; 1[3—88+12 витков провода ЛЭП 
3х0,06 мм; [4—22 витка ПЭВТЛ-0,09 мм; L5, L7, L9—40 x2 провода ЛЭП 3х0,06 мм; 26—45 
| витков провода ПЭВТЛ-0,09 мм; 18—12 витков провода ПЭВТЛ-0,09 мм 


901 №547 VDS KCISGSA Z1 ФПП-6 25 ИУ" Mn 
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Es m I yn 
> FTIOBA 
Принципиальная схема малогабаритного КВ-приемника [22]. Входной контур и контур гетеродина 


намотаны на полистироловом цилиндрическом каркасе диаметром 7,5 мм и содержат: 21—1 
витков провода ПЭЛШО-0,3 мм; [2—4 витка теми же проводами соответственно. Катушки 


а ПЧ намотаны на пластмассовых двухсекционных каркасах, которые помещены в 

рритовые чашки марки 1000НМ диаметром 6,1 и высотой 4 мм и имеют подстроечный 

сердечник 1000НМ размером M3 x 10 мм; [5—6 витков, [6 —115 витков, [7 — 100 витков провода 
ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм 


р 
0047 
cr | +488 
Юний [1 
ати KITAXAL 230 
Я He Pta mas дико HY 
1 | 
017 
0047 


И схема приемника радиоуправления моделями [23]. Входная и гетеродинная 
катушки намотаны на полистироловых цилиндрических каркасах диаметром 5 мм и содержат 
соответственно 11,2 и 11 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм. Катушки ФПЧ намотаны на 
двухсекционных каркасах, помещенных в ферритовые чашки марки 1000НМ диаметром 6,1 и 
высотой 4 мм и содержат 48+48 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм; катушка связи L4 
содержит 22 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм и намотана поверх катушки [3 
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Перемычка 


Печатная плата и расположение на ней деталей приемника для радиоуправления моделями 


Дополнительная литература 


1. Александров Г. Микросхемы K174XA2 
и К!74УРЗ3 // Радио.— 1980.— № 4.—С. 59. 

2. Назаров В. КВ Е на ИМС серии 
К174 // Радио.— 1981.— № 3.— C. 27—29. 

3. Радиоприемник 
лин, FO. Бродский, Г. Гринман 


и др. // Ра- 
дио.— 1981.—№ 5, 6.—С. 15. 


К174ХАЗА, К174ХАЗБ 


Микросхемы представляют собой компан- 
дерный шумоподавитель. Предназначены для 
подавления шумов в трактах бытовой аппа- 
ратуры магнитной записи и ЧМ-стереовещания. 
Обеспечивают эффективное подавление адди- 
тивных помех (щелчков, высокочастотных по- 
мех с грампластинки или магнитной ленты), 
а также модуляционных шумов и шумов от 
копирэффекта. | 


А174КАЗ (А, 5) 
2 n 0 8 


16 № № B 
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«Салют-001» / В. Хабибу- 


4. Гноевский M., Нови B., Соболев В. «Кор- 
вет-104-стерео» // Радио.— 1982.— № 10.—С. 40. 
5. Кетнерс В. Приемник для спортивной par 
A a Радио.— 1982 — № 6.— C. 21, 


6. Наборы для радиолюбителей и интеграль- 
в схемы.-М.: ЦНИИ «Электроника», 
1985.— 48 с. 


Работа микросхем основана на сжатии 
динамического диапазона исходной фонограм- 
мы при записи и расширении ее динами- 
ческого диапазона при воспроизведении. Это 
воспринимается как подъем высокочастотных 
составляющих фонограмм (/>1 кГц) при 3a- 
писи и обратная коррекция при воспроизве- 
дении. 

Корпус типа 238.16-1 (см. К174УН13). Масса 
не более 1,5 г. | 


Функциональный состав: Г— стабилизатор 
напряжения; //— детектор; 111— 5-й усилитель; 
IV — 3-й усилитель; Г — ограничитель напряже- 
ния; VI— управляемый резистор; ГИ — 4-й уси- 
литель; ИШМ— 2-й усилитель; [Х— 1-Й усили- 
тель. 


Назначение выводов: 1 — вход 4-го усилителя; 
2— вход 2-го усилителя; 3 — выход 2-го усили- 
теля и вход 3-го усилителя; 4— выход опорного 
напряжения; 5 — вход |-го усилителя; 6 — выход 
1-го усилителя; 7— выход 3-го усилителя; 8 — 
коррекция 4-го усилителя; 9— общий вывод 
(—0.); 10—коррекция 5-го усилителя; 11— 
вход 5-го усилителя; 12— вход детектора; 
13 — вывод опорного напряжения детектора; /4, 
15 — коррекция постоянной времени детектора; 
16 — питание (+U). ` | 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 15 В 
Ток потребления при U, =15 В: 
при; T= +2 © чурка беная 15...30 мА 
ma РР ана 18...35 мА 
при, = 10 С ца 15...35 мА 


Постоянное напряжение на выводах 4, 7, 11 при 
Ио В, 1=425 С. ана 6,5...9,5 В 
Подъем АЧХ в режиме записи при И. =15 В, 
О„=1 MB, Т=+25° С: 
ее об О 6,5 ...9,5 дБ 
При ОВ anuano 4,5...8,5 дБ 
Коэффициент усиления напряжения последова- 
тельно включенных 1-го, 2-го и 3-го усилителей 
при U „=10 мВ, И =1$В, /=1кГц, T= 
РР ©. бобы о ие 16... 24 дБ 
Коэффициент усиления напряжения последова- 
тельно включенных 1-го и 2-го усилителей при 
О,,=30 MB, f=1 кГц, U =15 В, Т= 
ей А О И 24...29 дБ 
Коэффициент усиления напряжения последова- 
тельно включенных 3-го и 4-го усилителей при 
И =15 В, f=1 кГц, Т= 
И 10... 17 дБ 


ооо 99 


BRN 10 


8 


Коэффициент усиления напряжения последова- 
тельно включенных 4-го и 5-го усилителей при 
U= 10 MB, U„=15 B, f=1 кГц, T= 
SR O A 34...38 дБ 
Коэффициент ослабления усиления на верхней 
граничной частоте при И,„‚=0,2 В, /=20 кГц, 
(И =15 В, Т=+25° С, не более ................ 3 дБ 
Коэффициент гармоник последовательно вклю- 
ченных 1-го, 2-го и 3-го усилителей при 
О =15 В, Иы,=2 В, /=1 кГц, T= +25° С, не 
БО ОВ: оо ооо 0,5% 
Коэффициент гармоник последовательно вклю- 


ченных 3-го и 4-го усилителей при ПИ, =0,2 В, 


И. =15 В, /=1кГц, Т=+25° С, He 6o- 
TOE sopone 1% 
Коэффициент гармоник последовательно вклю- 


ченных 4-го и 5-го усилителей при И, =2 В, 
U,=15 В, /=1кГц, Т=+25°С, не 6o- 
MEE a 10% 


Напряжение шумов при U,=15 B, T= +25° C, 
не более: | 
К174ХАЗА 
KIMARAD. ее 730 мкВ 
Отношение сигнал-шум относительно выходно- 
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го напряжения 730 MB при U ,=15 B, T= 
= +25° C, не менее: 


KI AXASA ronen 66 дБ 
Ва D нию 60 дБ 
Входное сопротивление усилителей при И. = 
=15 B, U„=10 MB, f=1 кГц, T= +25° С: 
И ИЕ 50 кОм 
Е 5...9 кОм 


Выходное сопротивление усилителей при U, = 
=15 В, f=1 кГц, Г=+25° С: | 
1-го 2,5...3,5 кОм 


ооо ово ооо о во обо ово ооо ово ово оо ово соо ооо 


10 


1 1 100 £ ny 


Зависимость коэффициента усиления от частоты 
T= +25° 


и различных уровнях 


, 


входного напряжения в канале записи 


К STO an e 80... 120 Ом 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания occ. 10...20 В 
Температура окружающей сре- 
ДЫ ооо оо вор ооо соо оо ооо соо оо вое о зо во во хо посох озаоа AT. 10 coo +55° C 
при Ч, = 
Гот, МА Му, и (4-5) › 45 


ADENN 
но 
ОГ. 


6 8 012 1 00,8 0O 1 10 100 1000fnū4 
Зависимость тока потребления 
от напряжения питания при 
Т= +25°С. Заштрихована об- 
ласть разброса значений пара- 
метра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


от частоты при ЦИ, =15 B 


O 1 10 100 1000 $ nfľy 


Зависимость коэффициента 

усиления — последовательно 

соединенных 1-го и 2-го уси- 

лителей от частоты при 
В 


071 


Зависимости коэффициента гар- 
моник в каналах записи (1) и 
воспроизведения (2) от частоты 
входного сигнала при U, ,=15 В 


10 100 f ni4 
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Зависимость коэффициента уси- 
ления последовательно соеди- 
ненных 4-го и 5-го усилителей 


Ку,и(1-2-3) ‚ 46. 


9 
0 1 


10 100 10004 rik 


Зависимость коэффициента 
усиления — последовательно 


соединенных 1-го, 2-го и 3-го 
усилителей от частоты при 


0. =15 В 


ГГ № 
РГ 
ЕЕ 
ENTREN 


Q1 1 10 100 $ xiu 


Зависимости коэффициента ыы 
моник от частоты при И, =15 


и различных уровнях выходного 
напряжения 
включено) 


(шумоподавление ‹ 


y boix, macs Ê 


nrn ААВ 
TAN 
ИГ [=] 


ИЕ 
-15 -10 -5 0 бык non AE QI 1 10 № £xrřy GI 1 10 №0 
Зависимости коэффициента Амплитудно-частотные XapaKTe- Зависимость выходного на- 
гармоник от выходного Ha- ристики: [— канал записи; 2— пряжения от частоты при 
пряжения при И, =15 B сквозной канал записи — воспроизве- | О =15 В Е 
дения; 3— канал воспроизведения 
Схемы включения 
+h iL L A] 
C7 17 RI L 
7 mT o Tu h ism din Ил 
r Ala ARO t 120 
А: Ri KA БЕ n 
On ЧИ-Фетентира | T" 6 5 n 2 n w 
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Г ОЕГГ | т 


010 nol Е 10,015 


Принципиальная схема tii sår 
шумоподавителя для 
УКВ-ЧМ приемника R2 100x 4 
ai 
7 и en нЕ 
р 033 À И w H 
UARA p №. 10 i 120 
ри i 
Eo ġe jsn gE 
BEUA  ин п O 9 


R10 
Вход om npedbapu- nmasi 5) 100x 
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Принципиальная — схема т At V T Ep Як 10015 
компандерного шумопо- а 
давителя в канале вос- (9 0027 и 
произведения кассетного L 7 | S00 Ro 100 s1 ONENEN 

магнитофона Вил. | 
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+U 


aL Lu № en IT 
033 Й оон у 
/ 019 10,010 [Я 17) 
' бел R2 
250015 T 7) IK 


Вход от прейвари- 


KINKAS, E) | HA 


пельного усилителя . 1 ' 9 4$ в 7 
записи 
аи [О 
ЛС O | Е С 
C3 ь 
„ın УСИЛИТЕЛЬ 
20 T я JH J300 (17 10,010 ЗАПИСИ 
R4 rh 7 2. + 018 
(9 (9 “ 
T 0027 5600 S1 „Шумопонижение 


R8 160 Ba. 


Принципиальная схема компандерного шумоподавителя в канале записи кассетного маг нитофона 


wE [en 
m FPH 
ci fe P x 195 Lezy EA hy A7 
BBT AA 


RE PA wE 


gigan 5% J RII 


012 nen á 120 


2 n 


R14 
ХА (A, 5) 1 700x 
8xoð 
i (2 Q1 О БИН E НИС Запись | 
100x rr | 29 30 MEN я 
] 20 11 + а pusbedenue 
t4 10, 0x15 


1% 2200 5% 


4700 T- A |E 23 МГИ 


Я Ré M: 1 Выход K 
ZIK p =>, усилители 
sanucu 
CRR Унидерсальный выход 
100715 


Схема включения К174ХАЗ (A, B) в состав кассетного магнитофона с универсальным каналом 
записи-воспроизведения 


Дополнительная литература 


1. Интегральные схемы серии K174: Ката- 
лог.—М.: ЦНИИ — «Электроника», 1981, 
вып. 1.— 68 с. 

2. Наборы для радиолюбителей и интеграль- 
a sya ЦНИИ «Электроника», 

.— 48 с. 


160 


K174XA6 


K174XA6 представляет собой многофункцио- 
нальную микросхему тракта промежуточной 
частоты ЧМ радиоприемного устройства. Пред- 
назначена для усиления-ограничения напряже- 
ния промежуточной частоты, детектирования 
ЧМ-сигналов промежуточной частоты, индика- 


ции напряженности поля в антенне, формиро- 
вания напряжения АПЧ. Микросхема содержит 
устройство, . позволяющее осуществлять бес- 
шумную настройку на принимаемую станцию. 

Работоспособность микросхемы сохраняется 
в широком диапазоне питающих напряжений. 

Корпус типа 238.18-3. Масса не более 2 г. 


298. 18-9 
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Функциональный состав: [— усилитель-огра- 
‘‹ничитель; 1/1 — детектор уровня; /11[— частотный 
детектор; IV — стабилизатор напряжения; V— 
триггер; VI— усилитель напряжения АПЧ. 
Назначение выводов: | — общий вывод (— U); 
2 — управление режимом работы АПЧ (вклю- 
чено — выключено); 3 — подключение внешнего 
КС-фильтра; 4, 6 — подключение ФНЧ; 5— вы- 
ход АПЧ; 7— выход НЧ; 8, 11 — выход ПЧ; 9, 
10— подключение фазосдвигающего контура; 
12— питание (+U); 13 — вход БШН (установка 
уровня срабатывания системы БШН); 14— Bh- 


ход на индикатор; [5-——выход напряжения уп- 
равления BINH; 16, 17 — подключение конден- 
сатора блокировки; 18— вход ПЧ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления при U,„= 13,2 В, не более: 
т Я e a O OE E 16 MA 
при T=—25 и +5FP C зи 20 MA 
Входное напряжение ограничения при U = 12 B, 
Jfa =10,7] МГц, А/= +50 кГц, /Л.=1кГц, T= 
=-4+25° C, He onee ..sessscsresscssoecsssereossee 60 мкВ 
Выходное напряжение низкой частоты при 
О, = 10,8 В, /,=107 МГц, Af= +50 кГц, f= 
=1 кГц, О„„=10 мВ, не менее: 
при Т=+25° С 
upa T=—25 и +5F иные 110 mB 
Коэффициент ослабления амплитудной модуля- 
ции при U, =10,8 В, U, =10 MB, },=10,7 МГц, 
А/= +50 кГц, Х.=1 кГц, т=30%, Т=+25° С, 
не менее 
Коэффициент гармоник при И =10,8 В U= 
=10 MB, Г, =10,7 МГц, А/+50 кГц, /,=1 кГц, 


T= +25° С. Не БОЛЕ: половая 1% 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания .......................... 4,5... 18 В 

Максимальный ток: 
HO ВЫВОДУ они 1 мА 
HO “ВЫВОДЕ 1-е Бань 3 MA 


Максимальное сопротивление постоянному то- 
ку внешнего резистора, подключенного к вы- 


Вода: L7 a 10. ounie aa 390 Ом 
Температура окружающей 
СРЕДЫ оби —25...+55° С 


15 25 95 491,5 


Ч 


20 
-25-15 -5 ó 


Зависимость выходного напря- 
жения на выводе 1/5 от темпе- 
ратуры окружающей среды при 
И =12В, 0О„=25 MB, 
=10,7 МГц 


вх 
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Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 


0 
4 6 8 10 12 14 608 0 10: 10 


Зависимость коэффициента ос- 
лабления амплитудной модуля- 


10% Upp "KB 


Зависимость коэффициента OC- 
лабления амплитудной модуля- 


12 
-25-15 -5 9 1 259 99415 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при И, =12 В 


10? 10°  Uş,"KB 


Зависимость отношения CHT- 
нал-шум от ах в 


ции от напряжения питания при ции от р входного сигнала сигнала при =12 В 
U„=10 мВ, /,=10,7 МГц, Af= при И. =12В, Г. =107 МГц, =10,7 МГц, T- +50 ma 
=+50 кГц, f,=1000 Гц, Eai кГц, у. =1000 Гц, Г. =1000 Гц, T= +25° С 
т=30% т=30% | | 


4 6 8 0 1 4 


160 ‚в. 4 6 8 10 12 № 16,8 


Зависимость минимального 
входного напряжения огра- 
ничения от напряжения MH- 
тания при /„,=10,7 МГц, 
Af= +50 кГц, ";,=1000 Гц 
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тания при U,=10 MB, f= 
=10,7 
000 Гц 


„=l 


Зависимост b выходного Ha- 
пряжения от напряжения пи- 


Гц, . А/= +50 к Ц, 


МИНИ m 


102 


10 103 10° Uh, мкб 


Зависимость выходного Ha- 

пряжения от уровня входно- 

го сигнала при U, =12 В, 

fa = 10,7 МГц, ia +50 КГЦ, 
fa = 1000 Г 


25 15 5 5 15 25 I7 


Зависимость выходного Ha- 

пряжения от температуры 

окружающей среды при 

И. =12 В, 0. =10 мВ, f, 

=10,7 МГц, ” Af= +50 Е 
fa = 1000 Гц 


0 
10 10? 13 
Зависимость выходного Ha- 
пряжения на выводе 14 от 
уровня входного сигнала 
при U =12 В, fa = 10,7 МГц. 
Заштрихована область раз- 
броса значений параметра 
для 95% микросхем 


0 C 
10* Ugy» MKB 10 


12 10° T 

Зависимость выходного Ha- 
пряжения на выводе 15 от 
уровня входного сигнала 
при И, =12 В, f= 10,7 МГц. 
Заштрихована область раз- 
броса значений параметра 

для 95% микросхем 


Схема включения 


Типовая схема включения 
микросхемы — К174ХАб. 
Резистор R2 может быть 
подключен между выво- 
дами 17 и 18, его сопро- 
тивление не менее 
390 Ом. Переменный ре- 
зистор R3 позволяет yc- 
тановить желаемый уро- 
вень срабатывания цепи 
БШН. Коэффициент гар- 
моник выходного напря- 


| РИ, + + 

жения зависит от доб- 65 51 100 E й к =$ 

ротности  фазосдвигаю- 033 откл. | - Г]. gQ ве] 

щего контура; при О=35 -JAN -f| р 2,0*15 


он не превышает 1%, при 
О=20— не более 0,25% 


Дополнительная литература 


1. Садовников И. Новые микросхемы серии 
K174 // Радио. 1982.— Ne 11.—С. 59, 60. 

2. Иванов P., Торопов T., Иванова T. Радио- 
тракт магнитолы «Рига-120 В» // Радио.— 
1984— № 6.—С. 41—45. 


Выход на +" 
индикатор И 20025 
16 мкГи 
S R3 2 614 22000 
SLM [Jeg S 
> 
< 


(15 33 


Выход ANY 


Выхой NY 


K174XA8 


Микросхема представляет собой сдвоенный 
синхронный демодулятор`цветовой поднесущей 
для систем СЕКАМ и ПАЛ. Переключение 
стандартов производится внутри схемы и уп- 
равляется внешним постоянным напряжением. 
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Микросхема выполняет следующие функции: 
усиление-ограничение цветовой поднесущей в 


системе CEKAM; коммутацию прямого и 3a- _ 


держанного сигналов: для разделения красного и 
синего в системе CEKAM; сложение прямого: и 
задержанного сигналов в системе ПАЛ; ком- 
мутацию фазы красного цветоразностного сиг- 
нала в системе ПАЛ; синхронную демодуляцию 
цветоразностных сигналов в системах СЕКАМ 
и ПАЛ. Опорные сигналы для системы СЕКАМ 
формируются в микросхеме с помощью внеш- 
них контуров. Опорные сигналы для системы 
ПАЛ подаются от внешних источников. Пред- 
назначена для применения в телевизионных 
приемниках цветового изображения. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: Г—матрица; ПЫ— 
переключатель режима; Ш/Г— переключатель 
фазы; [/— демодулятор R— У; Г— демоду- 


лят op 

азначение выводов: l — вход прямого CHT- 
нала; 2— питание (— U); З3— вход задержан- 
ного сигнала; 4 — управление режимом работы; 
5 — опорный сигнал R— Y (CEK КАМ); 6—onop- 
ный сигнал R— У (ПАЛ); 7 — опорный сигнал 
B— Y (ПАЛ); 8— опорный 
(CEKAM); 9— вход демодулятора В— У; 10— 


сигнал B— Y 


K174XA8 
вии 2 403 


выход демодулятора В— 7; 11— вход nemo- 
дулятора R— Е; 12— выход демодулятора 
R— У; 13— выход коммутатора R— Я; 14— 
питание (+U); 15 — выход коммутатора В— У; 
]6— вход полустрочной частоты. 


` K174XAB8 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение 


Ия PETE VA № 
Tor потребления при И. =13,2 В, T= +25° С, не 
БОВЕ п оные 46 мА 


Размах выходного . . цветоразностного сигнала 
R—Y при U„=300 MB, /=4,3 МГц, А/= 
= +250 кГц, /,=1 кГц, 

Т=-25° С цу. ЕК 0,99... 1,21 В 
Размах о цветоразностного сигнала 


В—У при ax = 300 MB, 1=4,3 МГц, Af = 
= +250 кГц, =} кГц, 
о о ‚.. 32... 1,62 В 


Размах сигналов на выходе коммутатора (вы- 
BOE LI ое ' 1,6...2,2 B 
Коэффициент подавления перекрестных иска- 
жений, не менее: 
между каналами 
в коммутаторе CEKAM ...................... 46 дБ 
Входное напряжение поднесущих частот (выво- 


Ш СИ.) ое ааа 1,5...3 В 
Выходное сопротивление коммутатора, не 
ПОЛО ое . 100 Ом 


Входное ‘сопротивление: 
по выводам '9 и F}, не менее ................. 1 кОм 


по выводам 5—8 ....... ани, 0,75... 1 ‚25 кОм 
Выходное сопротивление. 

по выводам 9 и 12.................. д.4. 4,2 КОМ 

по выводу '/6, не менее `................:. 3,8 кОм 


Предельные эксплуатационные. данные 


Напряжение питания. .............. ....... 10,8... 13,2 В 
'Максимальная рассеизаемая 

МОННОСТЬ ...... и. ииееиьниный VE PENI E 600 MBT 
Температура окружающей 

СРЕДЫ ранним — 10... +65° C 


1 Z 9 4 Ran, КОМ 


Зависимость размахавыходного“, напряжения 
сигнала Ив. у от шунтирующего сопротивления 


SR u, KON 


Зависимость размаха выходного напряжения 
сигнала Ов-у от шунтирующега санротивления 


Схема включения 


На вывод / подается полный бланкирован- 
ный сигнал цветности, а на вывод 3— такой же 
сигнал, задержанный На 64 мкс ультразвуковой 
линией задержки. Для выравнивания амплитуд 
прямого и задержанного сигналов прямой сиг- 
нал подается через резисторный делитель. При 
работе в режиме ПАЛ в матрице Г (см. 
функциональную схему) осуществляется сум- 
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Вход меанбра. 
полустречной 
частоты 


— 


(101 
Г 
1K 


+128 |c 


R4 2,7K 


Выход R-Y Выход 6-7 | 


017 (6 | Rg (5 64] Caj 
"т _ 002 p gl gi 
Вход Вход Лереключ. R-Y 8-Y 
npanoco задержанного режима Е гигналь! 
сигнала сигнала NAN 


Типовая схема включения микросхемы K174XA8 


мирование прямого и задержанного сигналов и 
разделение компонентов R— Y и В—У. В 
режиме CEKAM матрица / работает как часть 
усилителя-ограничителя. Переключение из ре- 
жима ПАЛ в режим СЕКАМ производится 
управляющим напряжением на ‘выводе 4 
(7...12 В для ПАЛ и 0...1В для CEKAM). 
Затем сигналы поступают на переключатель TII, 
который в режиме ПАЛ осуществляет черес- 
строчную коммутацию фазы красного цвето- 
разностного сигнала, а в режиме СЕКАМ — 
коммутацию прямого и задержанного сигналов 
для разделения красного и синего цветораз- 
ностного сигналов. Управление коммутатором 
производится с помощью меандра полустроч- 
ной частоты размахом 3 В, подаваемого на 
вывод 16. После коммутатора сигналы посту- 
пают на синхронные демодуляторы IV и Г. 
Опорные напряжения для демодуляторов в 
режиме ПАЛ подаются от внешних источников 
на выводы Ó и 7, а в режиме CEKAM 
формируются микросхемой с помощью внеш- 
них резонансных контуров. Частота настройки 


контура для канала красного (вывод 5) 
4,4 МГц; а для канала синего (вывод 8) 
4,25 МГц. 


Демодулированные сигналы снимаются с 
вывода [2 (R— Y) и вывода 10 (ВУ. 
Остаточная высокочастотная составляющая от- 
фильтровывается с помощью П-образных 
ЕС-фильтров. 


K174XA9 


Микросхема представляет собой предвари- 
тельный усилитель и ограничитель сигналов 
цветности для работы в системе СЕКАМ ив 
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двухсистемных телевизорах ПАЛ — CEKAM. 
Переключение стандартов осуществляется внут- 
ри схемы и управляется внешним постоянным 
напряжением. Микросхема выполняет следую- 
щие функции: усиление и ограничение цветовой 
поднесущей; цветовое опознавание (как строч- 
ное, так и кадровое), в системе СЕКАМ; 
формирование прямоугольного напряжения по- 
лустрочной частоты; бланкирование, формиро- 
вание вспышки и выключение цвета. Для 
цветового опознавания при работе в системе 
ПАЛ совместно с данной микросхемой должна 
применяться микросхема ТВА-540 (МВА-540). 
Предназначена для применения в телевизион- 
ных приемниках цветного изображения. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 


А174ХАЯ 
в B м n 


И 


Функциональный состав: Г— регулятор цве- Назначение выводов: | — выход сигнала цвет- 
тового сигнала; Пры— переключатель режима; ности; 2— питание (— U); 3, 5 — входы сигнала 
Ш— переключатель сигнала и схема опознава- цветности; 4— вход переключателя стандартов; 


ния; [/— усилитель цветового сигнала; V— б— вход импульса обратного хода строк; 
компаратор опознавания; VI— триггер. 7—вход кадрового импульса опознавания; 
1 К174ХАЗ 15 


м 
А T F 


Biring Ши =. 
š e feei j 
HEN k iiie Aie 


HH 
PER 
Ja 


a E E 56 
w 
AE 
t 3 
7’ б 1 9 10 


о 74 


12 


8 —выход выключателя цветности; 9; 10—- ин- 
тегрирующие конденсаторы; 11 контур узла 


опознавания; [2— выход rparropa; 13 — выход. 


вспышки; / 4— питание (+U 


), H — выход CHT- 
нала цветности; /б— вход 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 
Ток потребления И. =13,2 В и Т=+25° С, не 


БОЕ Са м 47 мА 
Размах выходного сигнала’ при 0,=123, 
0,,=100 MB, /.,=4,2 МГц .................. 1,8... 2,3 В 
Диапазон входных напряжений 

ограничения ................ и a. 5,3 ... 150 мВ 
Амплитуда выходного напряжения 

триггера .......... л.н. Е нь. 2,5... 3,5 В 


Выходное напряжение выключения 
цвета 1138...12,2 (включено); 
0... 0,5 В. (выключено) 


ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо оо фео о 


Пороговое иходное напряжение ‘срабатывания. 


ТРИГГЕР Я aria отли Чо EA B 
Коэффициент ослабления сигнала. синхрониза- 
ЦИИ. He МЕН oiia iaren aiaee iinis '40 дБ 
Полоса пропускания при неравномерности АЧХ 
l дБ, не менее .................. ини 1 МГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания 15 В 
Максимальное напряжение на выводах 1, 6—8, 


хо ооо ооо море ооо ооо ово осо осно е 


15. ооо ворьро рос ооо оф оооь 5 < 6. феоо ооо ще 5 оо. е о РАО: E A .. 
Размах. входного напряжения. на выводах 3 
И ан ао. T 0, 5B 
Температура окружающей. 

DOEI Бина а —10...+60° С 
Ку, о, AB | | | K 
„aAA | [reao | 
| D> p: 
| AA A 
-40 | 


0 1 


а #1 ] it Daut 


Амплитудно-частотная. характерис- 

тика усилителя системы цветового 

опознавания при U ,=12 B. 3a- 

щтрихована область разброса зна- 

Чений параметра для 95% микро- 
схем 
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12 В 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при T= +25° С 


Схема включения 


На вход усилителя цветового сигнала IV 
(выводы 3 и 5) подается сигнал с выхода УПЧ 
изображения через полосовой фильтр, выде- 
ляющий сигнал цветности из полного телеви- 
зионного сигнала. Допустима как симметрич- 
ная, так и несимметричная подача входного 
сигнала. Работа усилителя цветового сигнала 
управляется переключателем режима II и pery- 
лятором Г. В режиме ПАЛ на вход управления 
переключателя режима (вывод 4) подается 
напряжение от 7 В до U, При этом усилитель 
цветового сигнала линеен, и его усиление 
управляется напряжением АРУ с вывода 16 
чёрез регулятор I. В режиме CEKAM на вывод 
4 подается управляющее напряжение от 0 до 
1 В. При этом усилитель переводится в режим 
ограничения. Порог начала ограничения около 
15 MB.. Выходное ограниченное напряжение 
имеет размах 2 В. 

Система опознавания и цветовой синхрони- 
зации TI, Г, используемая в данной схеме, 
обеспечивает работу в режимах как построчно- 
го, так и покадрового ‘опознавания. Управля- 
ющий импульс обратного’ хода строчной раз- 
вертки подается на вывод 6. Для работы в 
режиме построчного опознавания контур, под- 
ключенный к выводу /, настраивается на 
частоту. 4,25 МГц. Управляющий импульс об- 
ратного хода кадровой развертки подается на 
вывод 7. Для работы в режиме покадрового 
опознавания контур, подключенный к выводу 
11, должен быть настроен на частоту 3,9 МГц. 
Система опознавания и цветовой синхронизации 
управляет фазой триггера VI, который гене- 
рирует меандр полустрочной частоты, исполь- 
зуемый для переключения прямого и’ задер- 
жанного сигналов в декодере. При неправиль- 
ной фазе триггера срабатывает выключатель 
цвета. 


-20 0 20 40 9015 


2 13 140,8 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при И. =12 В 


R1 Тек 
2. 
АРУ 0. 


и 


из h 
4 | 3 | +22 МТ 
$ | за s” 
д LeS ЕЕ, 05 | Ch T 
022 Е i Е +[10,0 +[ 00 


я п 
К174ХАЯ 


Е Е О a. s £12 — 
ГИДА. 
Rel k 811 70  ubema 
вк. A | Поремлиме- 5207 3 N ы 
á [81 333 Зак 
220 i ; i SSS A 35 
ие S 338 
RI 36w 
Типовая схема включения zz +0 
микросхемы K174XA9. 100 == E 
Контур L2C9 настроен на RI 940 ROD L co 
частоту 4,2 МГц, отноше- ИТ КИ Taa 
ние числа-витков катушек Выход сигнала Вой сигнала | | 
L2: L3=2:;1 цветности цбетноети 
К174ХА10 Корпус типа 238.162 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 
K174XA10 представляет собой многофунк- Функциональный состав: [— усилитель npo- 
циональную микросхему — радиоприемного межуточной частоты АМ — ЧМ-тракта ПИр— 
АМ — ЧМ-трактаа выполняющую функции усилитель высокой частоты и смеситель; 


преобразования частоты, усиления ‚сигналов 
высокой, промежуточной и низкой частоты, 
демодуляции АМ — ЧМ-сигналов. Предназначе- 
на для применения в малогабаритных радио- 
приемных устройствах третьей группы слож- 
ности, ГОСТ 5651—82. | 


K174XA10 


Ш — стабилизатор; [/—гетеролин АМ-тракта; 
У — демодулятор АМ — YM — тракта; VI— ycu- 
литель низкой частоты. 

Назначение выводов: |[— вход 1 усилителя 
промежуточной частоты; 2— вход 2 усилителя 
промежуточной частоты; 3— общий вывод; 
4— выход смесителя; 5— вывод контура гете- 
родина; б——вход 1 усилителя высокой частоты; 
7—вход 2 усилителя высокой чаетоты- и пере- 
ключение режимов АМ-—ЧМ; 8— выход 
АМ — ЧМ-демодулятора; :;9--вход усилителя 
низкой частоты; /0— вывод обратной связи 
усилителя низкой ‘частоты (может выполнять 
функции блокировки. усилителя); 11!— общий 
вывод усилителя. низкой частоты; 12— выход 
усилителя низкой частотьк 1!3— питание (+0,); 
14— вход демодулятора; 15 — выход. усилителя 
промежуточной частоты; 16 — блокировка АРУ, 
выход АПЧ. 


Электрические параметры 


Номинальное ‘напряжение ‘цитания 
Ток потребления ‘при U,=6 В, T= +25° C, не 
БОЛЕЕ оао Бенин Е НТ . 16 мА 
Коэффициент усиления УНЧ. при И,=6 В, 


169 


U,=10 мВ, /=1кГц, R, ,=8 Ом, 
TEF G uein a EE K g PA 
Выходное напряжение низкой частоты 
АМ-тракта при И, =6В, 0И,„,=30мкВ, f= 
=] МГц, f=1 кГц, т=30%, 

Ter O a N 15...85 MB 
Входное напряжение ограничения YM-rpakTta 
при U ,=6 В, /=10,7 мГц; А/= +50 кГц, f= 
=] кГц, T= +25° С, не более MKB 
Отношение  сигнал-шум  АМ-тракта npa 
ОИ, =6 В, О„=30 мкВ, /,=1 МГц, Д,=1 кГц, 
т=30%, Т=+25° С, не менее 
Коэффициент гармоник УНЧ при И, =6 В, 


Pax = 0,3 BT, В,=8 Ом, Т=+25 C, me 
БОЛЕЕ о нь AN 2% 
Верхняя  граничная частота  УНЧ, не 
MENCE: о На аоь. 25 кГц 


Нижняя граничная частота входного напряже- 
ния АМ-тракта (по уровню —6 дБ) при 
И =6 В, T= +25° С, не более ........... 100 кГц 
‘Коэффициент гармоник сквозного АМ-тракта 
при И, =6В, U„=1 мВ, т=80%, fa =1 МГц, 
.=ТкГц, Т=+25° С, не более ............. 4,5% 
Верхняя граничная. частота входного . напряже- 
ния АМ-тракта (по уровню —6 дБ) при 
О, =6 В, Т=+25°С, не менее ........ 12,5 МГц 
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а ни 
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Входное сопротивление УНЧ при U, ,=6 В, 
T=4+25°" C, не менее лань 100 кОм 
Коэффициент подавления АМ-сигнала ЧМ- 


тракта при О, =6 В, Т= +25° С, не 
ое 40 дБ 
Отношение  сигнал-шум  ЧМ-тракта при 


U, =6 В, /=10,7 МГц, Af= +50 кГц, Д,=1 кГц, 


T= +25° C, He менее ........oseesoecscsesssesesseee 36 дБ 
Коэффициент гармоник  ЧМ-тракта npa 
(=6 В, Т=+25 С, не более ........ м... 3% 
Выходная мощность УНЧ при U, ,=6 B, 
К„=8 Ом, U, =25 мВ, f=1 кГц, T= +25° С, не 
ОНО ааа 0,3 Вт 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ................ еее 3... 12 В 
Максимальное входное напряжение 
ур О ИО ОНИ |. 
Максимальное Входное напряжение УНЧ на 
выводе 9 
Максимальный выходной ток УНЧ по выводу 
а р она 500 мА 
Максимальная выходная мощность УНЧ при 


(,=9 В, В. =10 Ом, К.=10%° ............... 0,7 Вт 
Рассеиваемая мощность, не более .......... 1 Вт 
Температура окружающей | 

OPENDE arrasar ИЖЕ НИНЕ —25... +55° С 


8 K174XA10 


и #33 [ 03 R49 | 
vras] 38 УТ5б 


VD2 VDJ 


№ r i 


Tile | 
TH- 

TITL 
[95 rao [18] НЫ | i 


10 . 2 


yM у U., 4B Зависимость отношения CHT- 
рые. нал-шум в режиме приема 
АМ-сигнала от уровня вход- 
ного сигнала и О. =9В, 
f:=1 МГц, /„=1 кГц 


— 


-> 

Зависимость коэффициента 

гармоник усилителя низкой 

частоты в типовой схеме 

включения от уровня вход- 

ного сигнала pa (И, =9 B, 
„=8 Ом 


Рух › Вт НИЕ. ТУ МА | Kr НЧ, % 


2 4 6 8 100,8 2 4 6 8 10,8 | 001 405 01 дб ,вт 
Зависимость выходной мощнос- Зависимость тока потребле- Зависимость коэффициента гар- 
ти УНЧ от напряжения питания ния от напряжения питания моник усилителя низкой час- 


при /=1 кГц, R, ,=8 Ом при R,=8 Ом, Т=+25°С — тоты от выходной мощности 
| при а Ом, 
= +25° 


171 


Схемы включения 
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Принципиальная схема супергетеродинного радиоприемника на микросхеме K174XA10 [24] 


Дополнительная литература 


1. Бродский IO. «Селга-309» — супергетеро- 2. Интегральные схемы серии K174: Ката- 
дин на одной микросхеме // Радио. 1986.— лог. M.: ЦНИИ — «Электроника». 1982, 
№ 1.— С. 43—45. вып. 2.— 56 С. 


"Таблица постоянных напряжений на выводах микросхемы 


7 8 


p 
EEE БЕЖЯНЕНННЕЯ 
4, 


Ka | 


Вывод микросхемы 


Напряжение относи- 
тельно выводов 3 и 
11, В 


Вывод микросхемы 


Напряжение относи- 
тельно выводов. 3 и 
il; B | 


ETETEA 
AMAR 
О О НИ НИ 
ЕЛЕЛЕЗЕЯ 
[а [ы [+ 
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Принципиальная схема тракта звукового сопровождения телевизионного приемника на микросхеме 


К174ХА10 
я „Лорог и? т 
бгренишения > RTII 
HAI P) = м 
+ 
ВА! 
oon R4 15n 
Li P7 
„/ромкость” 
А 
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001 
C12 4700 


YTI бк? ®© 5...20 
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Принципиальная схема приемника для радиолю- 
бительской связи в диапазоне 27 МГц 


Принципиальная схема донолнительного вы- 
ходного каскада к усилителю низкой часто- 
ты микросхемы К174ХА10 
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K174XA11 


Микросхема представляет собой БИС npo- 
цессора синхронизации цветных телевизионных 
приемников и выполняет функции синхрониза- 


ции генераторов строчной и кадровой разверток _ 


и канала цветного изображения. Характери- 
зуется высокой помехоустойчивостью и требует 
минимального числа навесных ‘элементов для 
подключения в схему. 

Выделение строчных и кадровых синхроим- 
пульсов из полного телевизионного сигнала, 
поступающего на выводы 9 и 170, происходит в 
устройстве, состоящем из амплитудного селек- 
тора, селектора помех, схемы выделения вы- 
ходного кадрового синхроимпульса и форми- 
рования кадрового синхроимпульса (выходной 
каскад). 

Цепь фазовой автоподстройки содержит две 
петли фазового регулирования. Первая петля 
обеспечивает подстройку по частоте и фазе 
сигнала подстраиваемого генератора микросхе- 
мы. В нее входят фазовый детектор, подстраи- 
ваемый генератор, ограничитель напряжения 
фазового детектора, переключатель постоянной 
времени фильтра, пиковый детектор совпаде- 
ния, переключатель крутизны фазового детекто- 
ра со схемами селекции. Вторая петля фазового 
регулирования содержит фазовый детектор, 
формирователь выходного управляющего ‘и 
строчного синхроимпульса и выходного каскада 
большой мощности. 

Для качественной работы микросхем канала 
цветности (как в системе ПАЛ, так и СЕКАМ) 
в K174XA11 предусмотрено формирование cne- 
циального стробирующего импульса для выде- 
ления вспышек цветовой поднесущей, содержа- 
щихся в полном телевизионном сигнале, и 
импульса гашения. Стробирующий импульс 


цветовой поднесущей создается формировате- - 


лем, управляемым от подстраиваемого гене- 
ратора. Это обеспечивает фиксированное по- 
ложение импульса относительно строчного 
синхроимпульса и вспышки цветовой .поднесу- 


K174 XATI 


щей при работе первой петли фазового регули- 
рования в режиме захвата. 

Импульс гашения формируется из импульса 
обратного хода строчной развертки и .совме- 
щается вместе со стробирующим импульсом на 
выводе 7. 

Корпус типа 238:16-2 (см. К174АФП). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: Г— подстраиваемый 
генератор; //— ограничитель о a напря- 
жения фазового детектора; 1// — фазовый детек- 
тор первого кольца АПЧ; Г/ — переключатель 
постоянной времени фильтра; Г— пиковый де- 
тектор совпадения; //— селектор помех; ГИ— 
амплитудный селектор; ГП/— генератор тесто- 
вых импульсов; [Х— стабилизирующее уст- 
ройство совпадения С-К-Т; Х— переключатель 
крутизны фазового детектора; Х/— стабилизи- 
рующее устройство совпадения C-K, ХПр— cxe- 
ма выделения кадрового синхроимпульса; 
XIII — выходной каскад большой мощности; 
XIV —генератор выходного управляющего HM- 
пульса; ХУ — формирователь выходного строч- - 
ного синхроимпульса; XVI— фазовый регуля- 
тор; ХУП— фазовый детектор второго кольца 
АПЧ; XVIII — формирователь стробимпульса 
цветовой поднесущей; Х/Х — выходной каскад 
кадрового синхроимпульса. 

Назначение выводов: 1— питание (+U); 
2— питание выходного каскада большой мощ- 
ности (+U); З3— выход строчного синхроим- 
пульса; 4— вход переключателя длительности; 
5— выход фазового детектора второго кольца 
АПЧ; б— вход фазового детектора второго 
кольца АПЧ; 7— выход стробирующего им- 
пульса цветовой поднесущей; 8 — выход кадро- 
вого синхроимпульса; 9— вход полного теле- 


‚визионного сигнала; 10 — вход селектора помех; 


11—вывод пикового детектора совпадения; 
12— вывод переключателя постоянной времени 


` фильтра; 13 — вывод фазового детектора перво- 


го кольца АПЧ; 14 — вывод подключения часто- 
тозадающего конденсатора подстраиваемого ге- 
нератора; 15 — управляющий вывод подстраи- 
ваемого генератора; 16 — общий вывод (— U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 12 В 
Ток потребления при Т=-10... +60° С: 
He DeB оон 25...53 мА 
upa- U =18 В ›......... енто 25...63 мА 


Амплитуда напряжения входного полного теле- 


‚визионного сигнала на выводе 9 при И, =12 В, 
‚ Т= +25° С, не менее 


ое 1B 
Амплитуда напряжения выходного кадрового 
синхроимпульса на выводе 8 при И, =12 В 
U9) =3 В, Т=+25° С, не менее ............ 10 B 
Амплитуда напряжения выходного строчного 
синхроимпульса на выводе 3 при U, „= 12...18 В, 
Ок =3 В, Ч. жв=10 В, tn =10 мкс 
при Т=+25° С: -~> 

О. =10 В, не менее ............... лени 9,5 В 

U =6 В, не более 

И. =3,5 В, не менее ........ рен 9,5 В 


, 


при T= +60° C, U =0 B, не менее.... 9,5 B 

при Т= —10°С, Ua =0 B, не menee. .... 9 B 
Амплитуда напряжения выходного стробирую- 
щего импульса выделения цветовой поднесущей 
на выводе 7 ‘при U ,=12 B, Uw=3,5 В, 
Uo. «‹6у= 10 В, T= +25° С, не менее .......... 10 B 
Амплитуда напряжения импульса гашения B 
составе выходного стробирующего импульса 
цветовой поднесущей на выводе 7 при U „= 12 В, 
Ua =3,5 В, Це. в=10 В, Т=+25°С ... 4...5 В 

типовое значение _ 
Управляющее ‚ напряжение на выводе 11 при 
(= 12 В, Uw =3, 5 B, Uso =3 В, Us.x9)= 10 B, 
T= +25° С 2,5... 7-В 


Диапазон перестройки частоты внутреннего re- | 


нератора при U,„=12 В, Иж=3,5 В, Оо =0, 
6 =10 В, T= 425° C: 
„нижняя граница, не более 
верхняя граница, не менее .... 
Полоса захвата при И,=12В, Ищш=3,5 В, 
Оъкэ) =3 В, (о. (6) = 10 В, Т= +25° C, не 
(И Е ЖИ +700 Гц 
Нестабильность частоты внутреннего генера- 
тора от температуры при U= 12 В, Ua =3, 5 B, 
T= +25... +60° C, не более ео 2 Tu/°C 
Нестабильность частоты внутреннего генера- 
тора от напряжения источника питания при 
И, =11...13 В, Ич=3,5 В, Т=+25С, не 
БОЛЕ ооо оонононо се 32: ИВ 
Время задержки между фронтом синхроим- 
пульса и фронтом импульса обратного хода 
(выводы 6 и 9) при U,=12 B, Оо =3 В, 
О. «в = 10 В, Т= +25° С: 
при работе с транзисторным выходным кас- 
кадом строчной развертки, И.) =3,5 В, 1„=0 
И 15 МЕ алена. 0,3... 1,7 мкс 
при работе с тиристорным выходным каска- 
дом строчной развертки, И, =10 В, 1„=0и 
С Е И 0,3... 1,7 мкс 
Время задержки между фронтом синхроимпуль- 
са и фронтом стробирующего импульса цвето- 
вой поднесущей (выводы 9 и 7) при U= 12 В, 
Оъ=3 В, О. 6) = 10 В, Ua =3,5 В 1д=0 И 
= ме Т=-+25>С день 4,5...5,7 мкс 
Время задержки между фронтами кадрового 
синхроимпульса на входе и выходе (выводы 8 и 
9) при U,=12 B, Им=3,5 B, Обо =1 В, 
О..«в=19 В, Т= +25° С, не более ...... 20 мкс 
Длительность выходного строчного импульса 
на выводе 3 при U ,=12 B, Оо =3 В, 
О. «в = 10 В, Г= +25? С: 
при работе с транзисторным выходным кас- 
кадом строчной развертки, И, =3,5 В, {= 
Е ЕАН 13/1... 17 мкс 
И=3,5 В, 1д=15 МКС ...... 4. 27,5 ...32 мкс 
при работе с тиристорным выходным каска- 
дом строчной развертки, Ил, = 10 В, 1„=0 и 


О МО нь ‚5,5 ... 8,5 мкс 
Длительность выходного стробирующего им- 


пульса: выделения цветовой поднесущей по. 


уровню 7В на выводе 
Ua = 3, 5 B, U9) = 3 B, Uo. ae B, b. a= 0, 
T= +25° С 3,7 ...4,3 мкс 
Длительность фронта и среза. кадрового синхро- 
импульса при О, =12 В, Ил =3,5 В, Оо, =3 В, 
О. «в=10 В, Т=+25° С, не более ........ 8 мкс 
Динамическое сопротивление коммутатора, 
(вывод 12) при U, ,=12 В, Vems, 5 В, Иьже= 
=3 B, Т=+25° С: 


7 при U, ,=12 В, 


ооо оо ово о ооо ооо ооо ооо ооо чес фозое ‹ 


при О! =6 В, не более ................ 150 кОм 
При О =1, 5 В, Чиь=9 B, не | 
[о И МЫ НОЕ 55 кОм 


Выходное сопротивление на выводе 8 при 
Ua =12 B, Uu =3,5 В, быв =3 B, T +25° С, не 
более ан она A ПОМ 
Выходное сопротивление на выводе 3 при 


Ua = 12 B, ta =0, Us =3 B, О. x16) = 10 B, 

T= +25° C,, не более: a 
при Üss, 5 B EE A E TNT 3,6 Ом 
при’ Uys Волин 40 Ом 


не. т ranene на выводе. 7 ‘при 
м Ta +25° С. ie one м ааа 500 Om 


Сопротивление по выводу 13 при 0. =12 В, 


И«=3, 5 В, О.в =10 В, 150, _ ре +25° С: 
‘высокоомное, не менее ................... 150 кОм 
низкоомное, не более ....................... ‚5,5 кОм 

Крутизна регулировочной в пе- 


рестраиваемого генератора при =12 В, 
би =3,5 В, Uno=3B, Чьщья10 i "Aueh; 
Tpi aona eeii 20...40 Гц/мкА 


Крутизна регулирования системы АПЧиФ при 
Ua” 12 B, Ua =3,5 B, Оо =3 B, Оо. (6) = 10 В, 
lash Т=+-25° С aria 1,8 ...3,6 кГц/мкс 
Крутизна регулировочной характеристики фор- 
мирователя фазы выходного строчного им- 
пульса при U,=12 В, Ил, =3,5 В, О =3 В, 
0%. «(6 =0 В, ы=0, 

T= +25° С а. в 20.. . 40 мкА/мкс 


Предельные жсплуатационные данные 


Напряжение питания: | 
на ВЫВОДЕ. I она .... 10...14 В 
М. 2 СИИ АИИС 15... 18 В 
Амплитуда напряжения полного видеосигнала 
HA ИО р ыы Е 1...7 В 


Максимальный выходной ток по выводу 3, не 


более: 
при работе с транзисторным выходным кас- 
кадом строчной развертки ................... 0,4 А 
при работе с тиристорным выходным каска- 
дом строчной развертки ......:.............. 0,65 А 


‚ Максимальный выходной ток через вывод 7, не 


более 
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Максимальная рассеиваемая мощность при 
температуре окружающей среды +25° C, не 


БОВ и ESS 850 мВт 
Температура окружающей 
СРЕДЫ анны —10... +60° С 
to 1 to 2 
0,9 
0, 
01 


20 мс 


Форма выходного кадрового синхроимпульса 


(у 


Стробирующий 
импульс 


Импульс 
гашения 


Форма выходного стробирующего импульса 
выделения цветовой поднесущей 


tsa = 15 мис 


Временные диаграммы, характеризующие вре- 
мя задержки между фронтами строчного 
синхроимпульса и импульса обратного хода при 
работе с тиристорным выходным каскадом 
строчной развертки (U; = 10 В): 
а) при t „=0; 6) при [,=15 мкс 


Г 8 | 
Гари ——— N 
Г _\ 


Временные диаграммы, характеризующие время задержки между фронтами строчного синхро- 
импульса и импульса обратного хода при работе с транзисторным выходным каскадом строчной 
развертки: 

а) при t „=0; 6) при 1„=15 мкс 
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t 


Фазовые соотношения между входными и вы- 
ходными сигналами 


V 
S 
D 
S |2 


OY LAT 
Panz 
WAA] O O 


комм. 


Ix 100 200 300 400 500 I,,MA 


Зависимость тока потребления OT тока нагрузки 

для транзисторной (1) и тиристорной (2) схем 

выходного каскада генератора строчной раз- 

вертки при О, =12 В, T= +25° С. Заштрихована 

область разброса значений параметра для 95% 
микросхем 


Схемы включения 


Номиналы внешних навесных элементов на 
типовой схеме включения K174XA11 обеспечи- 
вают наиболее оптимальный режим работы 
БИС. Изменение номиналов внешних навесных 
элементов позволяет в некоторых пределах 
изменять приведенные электрические параметры 
БИС. и 

Выходной каскад К174ХА!| нагружается 
непосредственно на активный элемент выходно- 
го каскада генератора строчной развертки (ти- 
ристор или транзистор). Режим работы БИС 


Выход  Boixoð 8509 Выхой 
кабрового — стров. импульса стречного 
cunxpounnynoca unnyneca и CuHxpounnynboca 
хода 
R 8 47K Ppa 30 
ах. 
R9 220к 
о] 613 
Ró Я КИ R7 E 010 5 
27 И zÉ 12 | 0,22 G27 | 
8 7 6 h] 4 9 
| ^7174КА 11 
Вх09. nonnoeo Ch 6800 I ПП. 12 9 14 
телевизионного 
сигнала 
ГИУ | 
RI 47 
15K T’ 
01 
100 
R2 yacmoma 
ан 7 


Типовая схема 


включения микросхемы К174ХА11 
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4 1 (4 65 


J 2 
К174 КАТ! 
B h 5 6 


J 2 1 
K174KANI 
5 


13 14 


Варианты включения микросхемы К174ХА11 с тиристорным (а) и транзисторным (6) выходными 
каскадами генератора строчной развертки 


переключается при подаче на вывод 4 соот- 
ветствующего управляющего напряжения. Воз- 
можно подключение вывода 4 к общей шине 
или к полюсу источника питания. При подаче 
на вывод 4 напряжения U „/2 импульс на выходе 
БИС (вывод 3) отсутствует. Это дает возмож- 
ность применить электронную защиту выходно- 
го каскада строчной развертки во время вклю- 
чения телевизионного приемника [19]. 

Если микросхема применяется в телевизион- 
ном устройстве, работающем совместно с ви- 
деомагнитофоном, когда бывают большие скач- 
ки частоты строчных ведущих синхроимпульсов 
и их пропуски, автоматический режим работы 
коммутатора отключается с помощью внешней 
коммутации замыканием ключа 5. При подклю- 
чении вывода 1[/ к общей шине происходит 
переключение ФНЧ первого кольца АПЧ на 
малую постоянную времени. 

Введение дополнительной регулировки фазы 
(резистор R8) позволяет осуществить ручную 
центровку изображения на экране кинескопа. 


Дополнительная литература 
Микросхемы в генераторах телевизионной 
развертки/С. Б. Яковлев, В. А. Скляр, В. С. Су- 
сов. M.: Радио и связь, 1985.— 88 с. 


К174ХА12 


Микросхема представляет собой универсаль- 
ную высокочастотную систему ФАПЧ с замкну- 
тым контуром обратной связи, обеспечиваю- 
щую независимую регулировку центральной 
частоты и полосы удержания. Микросхема 
ФАПЧ содержит фазовый детектор, управляе- 
мый генератор, синхронный детектор, фильтр 
нижних частот, усилитель низкой частоты. На 
базе К174ХА12 возможна реализация высоко- 
качественного ЧМ-детектора и синхронного 
АМ-детектора. 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ1). Масса 
не более 1,5 г. 
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K174XA12 


© ль 


Функциональный состав: I — управляемый re- 
нератор; Г —синхронный детектор; ПШ—фа- 
зовый детектор; [/— усилитель низкой час- 
тоты. | 

Назначение выводов: 1 — выход низкой часто- 
ты при детектировании АМ-сигнала; 2, 3— 
частотозадающий конденсатор; 4— вход CHH- 
хронного детектора; 5— выход управляемого 
генератора; б — вывод электронной регулировки 
частоты управляемого генератора; 7 — регули- 
ровка диапазона слежения; 8 — общий вывод, 
питание (— U); 9— выход низкой частоты при 
детектировании ЧМ-сигнала; 10 — фильтр ниж- 
них частот детектора ЧМ-сигнала; 11 — напря- 
жение смещения; /2, 13— вход фазового де- 
тектора; /4, 15 — выход фильтра нижних частот; 
16 —питание (+0,). | 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... 18 В 

Ток потребления при ПИ, =18 В, не 

EAT e а 13 MA 
типовое значение ..issrissociriccossevsscsssccees 8 MA 


Выходное напряжение генератора, управляемо- 
го напряжением при U ,=18 В, /=465 кГц, T= 
=—25... +70°С, не менее 200 мВ 
Рабочая частота при И =18В, Т=-25... 
... + 70° С: 


чес ооо ооо соо 


m Sl 
En 


130 
120 
4 0 
1. 6 
верхний предел, не менее ............... 15 МГи 
типовое значение ..............изнииининьние 30 МГц 
нижний предел, не более .............. 0,1 МГц 


Стабильность частоты управляемого генератора 
при И =18 В, T= —25... +70° С: 


температурная, не более ........... + 0,06% /°С 
типовое значение .................... + 0,046% /°С 
по питанию, не более .................. + 0,5% /В 
_ типовое значение ...............нннининнь + 0,3% ГВ 


де слежения при И, =18 В, Т=-25.. 
.. +70° C, не менее +5% 
типовое значение 


ооо ооо о ооо ооо ооо оо во ооо чное 


Электрические параметры в режиме 
ЧМ-детектора 


при И, =18 В, /м„=10,7 МГц, О», =10 мВ, 
Af= +50 кГц, /.=1 кГц 


Выходное напряжение низкой частоты при 


детектировании ЧМ-сигнала, не менее 20 мВ. 


типовое значение .................еииениньниньь 50 MB 
Коэффициент ослабления амплитудной модуля- 
IHH, НЕ МЕНЕЕ п ан 26 дБ 
о типовое значение ...............лииииииииниь 32 дБ 
Коэффициент нелинейных искажений, не бо- 
ПЕ оао еее оон 1% 
типовое значение 


ея pa 
р R7 | Спабили- 
4K | затор 
— ой 
> о9 
R10 1,2K 
4 О /1 
|700 ` 
7 8 
Отношение ‘сигнал-шум, не менее ........ 35 дБ 


типовое значение .............. И A 40 дБ 
Электрические ‘параметры в режиме | 
_ АМ-детектора 


npa U,=18 В, /„=465 кГц, О„=10 мВ, 
т=10%, Г. =1 кГц 


Коэффициент передачи, не менее .......... 3 дБ 
типовое значение ...................иннинииьнии 10 дБ 
и нелинейных искажений, не бо- 
TOE КОНЯ И ЗИ ПИ а а о 1,5% 
типовое значение ..................ннинининииииииии 1% 
Отношение сигнал-шум, не менее ........ 40 дБ 
типовое значение ....................ееееьньньние 46 дБ 
Входное сопротивление .......................... 3 кОм 
Выходное сопротивление ...................... 8 КОМ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания‘ ...............:......... 14...20 В 
Минимальный уровень входного | 
СИГНАЛ ааа ' 200 мкВ 
Входное напряжение ЧМ-сигнала при детекти- 
Рованим :..-:;. дель лье аньнн 0,15... 150 мВ. 
Максимальное входное напряжение АМ-сигнала 
при детектировании .................... чении. 500 MB 
Температура окружающей. м 

Среды .............. очи е иное мннинь —20 ... + 55° С 
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(41/1)- 100% 
BLZAP 


108 10860 0 2 


10° 10° 10% 


Зависимость частоты [YH от Зависимость 
емкости навесного конденсато- 


и 3 при ПО, =18 В 


Ux, nB Iror, МА 


100 


MAAN 
pr T 


2 Лиц 
Зависимость минимального 


входного напряжения от час- 
ТОТЫ 


(47/1). 100 % 
KIT4KXA й 


НЕ a i 


-20 -0 0 0 0200 30 40 mrt 

Зависимость относительной нестабильности ча- 
стоты ГУН от температуры окружающей сре- 
ды. Заштрихована область разброса значений 


параметров для 95% микросхем 


Схемы включения 


6.949 И9 


- KITKAN 
123.49 57.6 


Е Выхой B4 
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диапазона перестройки частоты 
ра, подключаемого к выводам 2 ГУН от тока управления при 
В 


ини | 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 


(á fya /1)- 100% 
а ый 174 ХА1? 


32 


6 Lynp(6) МА 04 02 0 02 lpp A 


относительного | Зависимость полосы удержа- 
ния от тока управления по 


выводу 7 при U, ,=18 В 


(41/1)-100 % 


АКА 


р 

me 

0 Mi DEE 
сы 

-05 


-10 
-10 -5 0 (40. /0.)- 100% 
Зависимость относительной 
нестабильности частоты 
ГУН от напряжения пита- 
ния. Заштрихована область 
разброса значений парамет- 
ра для 95% микросхем 


RII R451 


(5, 06 
00 


6 EHBO I 
KIT4KAI? = 
12345678 


011 10 
(10 —— Выход A4 
6800 Г. | 
Схема включения микросхемы К174ХА!2 в 


режиме синхронного детектора АМ-сигнала на 
частоте 465 кГц [25] 


Вход BY (АМ) 


+— 

Схема включения микросхемы К174ХА!2 в 

режиме детектора ЧМ-сигнала на частоте 
M, 7MTIu [25] 


Вход 


R1 SI R251 


6492119 
#174 ХА 12 
12345678 


Выход Yr 


Схема включения микросхемы K174XA12 в 
режиме следящего parapa на частоте 465 кГц 
[26 


Дополнительная литература 


1. Универсальная ИС ФАПЧ К!74ХА12] 
И. Ю. Бороненков, В. О. Колмаков, В. В. Ми- 
лехин и Др. и. промышленность.— 
1983.— Вып. 3 (120).— C. 47, 48 
| 2. Интегральные а, серии K174: 
Каталог.—М.: ЦНИИ «Электроника», 1982, 
вып. 2.— 56 С. 


К174ХА14 


Микросхема представляет собой стереодеко- 
дер системы полярной модуляции. Предназна- 
чена для применения в переносной и стацио- 
нарной бытовой радиоприемной аппаратуре 1-й 
и 2-й групп сложности. 

Корпус типа 2120.24-5. Масса не более 4 г. 

Функциональный состав: Г— операционный 
усилитель; //— коммутатор; П1—эмиттерный 


1120. 24-5 12 


| Г] | ны 


ыы 


НААААААЛААААА 
Г 


0,55 (24 вывода) 


A 
й 
j 
7 
A 
Tt 


K174XA14 
24 23 22 21 20 9 18 17 16 6 h %3 


ran i 


© 7 O- 3 Wou 12 


повторитель; IV — декодер: V— синхронный де- 
тектор; VI— усилитель с гистерезисом; ГПИ— 
переключатель; ГШ — стабилизатор напряже- 
ния; [Х—квадратор; X— делитель частоты на 
два; Х/ — генератор, управляемый напряжением; 
= 1 — О а ХШ — фазовый детектор петли 


| а выводов: 1, б— корректирующий 
фильтр ВЧ; 2, 5, 13—не используются; 3— 
изо канала В: 4— выход канала А; 7, 

— фильтр 50 мкс; 9, 10— фильтр пе ключа- 
AF: |]— индикатор «стерео»; 12—oômmă, пи- 
тание (—0,); 14 -контроль частоты гене- 
ратора, у ыы напряжением; 15, 17— 
фильтр ФАПЧ; 1/6—вход ФАПЧ; 18— под- 
стройка частоты генератора; 19 — выход квад- 
ратора; 20, 24— корректирующий фильтр НЧ; 
21 — вход комплексного стереосигнала; 22— пи- 
тание (+U); 23 — блокировка. 


Электрические параметры‘ 


пита- 
RAAE IAEA AEREE O ево 12 B 
Ток потребления при U, ,=12 B, не более: 
при Т=+25° С 22 мА 
при Т=-—25 и +55°С 25 мА 
Выходное напряжение при U,=12 B, О»„= 
=250 мВ, /=31,25 кГц, /,=1 КГ, т= 0,3, pe- 
жим модулятора А+ В: 
при T= +2 С ладана ‚ 220... 350 мВ 
при T= —25° С, не менее 230 мВ 
при T= +55° С, не менее 200 мВ 
Разбаланс выходных напряжений между кана- 
лами при О! =12 В, Us =250 мВ, /= 31,25 кГц, 
Х.=1 кГц, m=0,8, режим модулятора А+ В, 
T= +25° С; me более: илл. О 3 дБ 
Линейное переходное затухание между. канала- 
ми при U,„=12 B, 0О„,=250 мВ, /=31,25 кГц, 
Г. =1 кГц, т=0,8, T= + 25° С, не менее ... 34 дБ 
типовое значение 40 дБ 
Коэффициент гармоник при U, ,=12 B, U= 
=250 MB, f=31,25 кГц, fa=1 кГц, m=0,8, pe- 
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Номинальное напряжение источника 


ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо соо ооо 


ооо ть ооо ооо ооо овоо 


ооо ооо ооо ооо 


ооо ооо оо вос ооо оо ооо ооо оо ооо ооо 


жим модулятора A+B, T=+25° C, не 6o- Максимальное напряжение входного комплекс- 


А 0,5% — ного стереосигнала ............. и ииани 800 мВ 
Отношение сигнал-шум при U, ,=12 B, Us, = — Напряжение на выводах 7 и 8 относительно 
=250 мВ, /=31,25 кГц, /.=1 кГц, т=0,8, ре- вывода 12 .............. и иеиииииеитиниинтининн 7... 15 В 
жим модулятора A+B, Т=+25° С, не ме- Напряжение на выводе [1 относительно Bhl- 
ВЕБ 60 дБ вода 1[2 при отключенном индикаторе «сте- 
Напряжение входного комплексного стереосиг-  рео» .................. ии ииииииининииииянинннннниний 10... 16 В 
нала при U, =12 B, Т=+25° С, f=31,25 кГц, Максимальный ток индикатора по 
[.=1 кГц, т=0,8, обеспечивающее: ВЫВОД 20 мА 

включение режима «стерео» ............ 100 MB — Минимальное сопротивление нагрузки на Bbl- 
выключение режима «стерео» ........... WME- Водах И: ras 1 кОм 
Температура окружающей 


Предельные эксплуатационные данные И —25... +55° С 


Напряжение — ПИТАНИЯ: поаныаинын 10...16 В 


Гот, МА 


9 $. 
0 И 12 13 4 100,8 -25 -15 -5 09 5 25 9 457,0 ЮГ 12 B 14 ÚB 


Зависимость тока потребле- Зависимость тока потребле- Зависимость коэффициента ослаб- 
ния от напряжения питания ния от температуры окру- ления выходного напряжения CO- 
при Г=+25° С жающей среды при U, =12 В седнего канала от напряжения NMH- 
тания при U 50 MB, f= 


вх = 


= 31,25 кГц, /,=1 кГц, т=0,8 


Uss» nB Afff, % | Кг, % 
a8 | KIKAN 
as h 
И Gt 


a e ВЕ 
EE Я Вы 


—0 0 | 
и в -5 0 d 15 mi T 45 m > 0 г 18 № 154,8 160 315 500 1000 J000 f Tu 
Зависимость выходного напряже- Зависимость относительной Зависимость коэффициента 
ния от температуры окружающей нестабильности частоты и от частоты при 
среды при И, =12 B, U, =250 мВ, ГУН от напряжения питания U =12 В, П„=250 MB, 
/=31,25 кГш, fa=1 кГц, т=0,8 > при. T= +25° С 731.28 кГц, т=0,8 


Koc, Ивых (1-2) ? 48 


Зависимость коэффициента переходного затуха- 
0 ния между каналами от частоты при U, = 12 В, 
160 315 900 1000 -Ilh Ty U, =250 мВ, f=31,25 кГц, m=0,8 
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Схема включения 


Контроль 
частоты 


TYH 
91,29 KTU 


K174XA14 


[`N] 
R4 2168n 1% 
C6 506,3 


Вхоб KCC 


+ 06 
ИД 
1 47907 


ралаис 


Kanan А 


кой 


Kana b 


= | 
920 30,0*16 


Принципиальная схема стереодекодера на’микросхеме К174ХА14 


Дополнительная литература 


Интегральные схемы для бытовой радиоэлек- 
тронной аппаратуры: Каталог.—М.: ЦНИИ 
«Электроника», 1983, вып. 3.— 40 с. 


К174ХА15 


К174ХА15 представляет собой многофунк- 
циональную микросхему для УКВ блоков ра- 
диоприемных устройств. Предназначена для 
усиления и преобразования входных сигналов с 
частотой до 110 МГц в сигналы промежуточной 
частоты. | 

Корпус типа 238.16-2 (см. К174АФ!). Масса 
не более 1,5 г. 

Функциональный состав: [Г— усилитель высо- 
кой частоты; Пы— смеситель; ПГ — фильтр НЧ; 
Г/ — усилитель АРУ; V— буферный усилитель; 
И —гетеродин; VII — стабилизатор .напряже- 
НИЯ. 
Назначение выводов: 1, 16 — выводы гетеро- 
дина; 2— вход стабилизатора напряжения,` TH- 
tanne (+U); 3— вход [ смесителя; 4— вход 2 
смесителя; 5, 12— общий, питание (—0.); б— 
вход усилителя АРУ; 7 — вывод усилителя АРУ; 
8 —выход УВЧ; 9, 1[0— вывод УВЧ; 11— выход 
усилителя АРУ; 13, 14— выходы сигнала про- 
межуточной частоты; 15— питание (+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 9 B 
Ток потребления при U ,=9 B, T= +25° С, не 
более 30 мА 


ооо ооо ооо ооо фо ооо ‚ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо оо фо оо оо оовоо 


174 XAW 


Коэффициент усиления напряжения при. U „= 
=9 В, /.=69 МГц, fay=10,7 МГц, U =l MB, 
Т=-—25... +55° С, не менее | 22 дБ 
Коэффициент шума при 0О„=9В, д =69 МГц, 
T= +25° С, не более 10 дБ 


и ы 


Предельные ` эксплуатационные данные 


Напряжение питания `...................... ..: 8,5 ... 18 В 


5 à æ 1 KIKA m 3 B 44 8 j 9 


МН. -R12 
350 
n тв | "ТЯ Е ити? 


ий | i №76 


Je aiiis m 
S $ R13 ыы 
i J zin В | и 


o7 
ие. - 
об. 
в и рб 4 | RIS 
pea E 200 
ба о 12. 
Максимальный ток а по BbIBO- ааа сопротивление нагрузки .... 50 Ом 
р IE IAE SOA 5 мА  Temneparypa ру 
Максимальная частота входного среды ............ п Е Е —25... +55°.С 
сигнала | | 


J 
4 5 60,8 -25 0 25 91% 


Зависимость коэффициента уси- Зависимость коэффициента. уси- Зависимость коэффициента уси- 
ления от напряжения питания ления от уровня входного CHT- ления от’ температуры окру- 


при П„,=1 мВ, Г. =69 МГц, ‚ нала при }.=69 МГц, жающей среды при . U =9 В, 
Т= +25° С fau = 10,7 МГц U, =] MB, f.=69 МГц, 
| | Дя=10,й МГц | 
Тот, МА. Tror, МА | | ых r? n8 


КРКА KITKA | 


6 9 Nn 6U,B 


Зависимость тока потребления Зависимости тока потребления Зависимость выходного напря- 

от напряжения питания при от температуры окружающей жения гетеродина от а 

р. =69 МГц, уч 10,7 МГц, среды при f.=69 МГц и раз- ния питания при „= | мВ, 
T= +25° C Личных напряжениях питания f:=69 МГц, лч= 10 МГц 
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âf- , Kly Afr, кГц 


WA | wiran - 
150 300 
100 - 200 
Я 100 
0 0 
-50 -w0 
-100 -200 
-150 -J00 


-25 0 25 901-60 


Зависимость нестабильности. Зависимость нестабильности Зависимость нестабильности часто- 
частоты гетеродина от Ha- частоты гетеродина от тем- ты гетеродина от уровня напря- 


пряжения питания при пературы окружающей сре- жения входного сигнала при 
.=79,7 МГц, U, =1 MB, ды при U, ,=9 В, И, =9 В, /.=797 МГц 
T= +25° С f.=19, МГц, U„=1 мВ | 


Схема включения 
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Принципиальная схема преобразователя частоты УКВ-ЧМ тюнера на микросхеме К174ХА15. 
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Дополнительная литература 


1. Кононович Л. М. Современный радиовеща- 
тельный приемник.— M.: Радио и связь, 1986.— 
144 с. (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1098). 

2. Интегральные схемы для бытовой ра- 
диоэлектронной аппаратуры: Каталог.— M.: 
ЦНИИ «Электроника», 1984, вып. 4— 88 с. 


K174XA16 


Микросхема представляет собой декодер 
сигналов цветности, закодированных по системе 
СЕКАМ. Выполняет следующие функции: уси- 
ление цветовых сигналов с АРУ; выделение 
сигналов опознавания цветности по строкам; 
синхронизированную коммутацию прямого и 
задержанного сигналов; демодуляцию сигналов; 
‚ предварительное усиление цветоразностных CHT- 
налов. Демодуляция сигналов осуществляется с 
помощью системы ФАПЧ без применения 
резонансных контуров. Предназначена для при- 
менения в телевизионных приемниках цветного 
изображения. 

и типа 2121.28-12. Масса не более 

г 


2121. 28-12 


Функциональный: состав: [— усилитель сигна- 
ла цветности; //— амплитудный дискриминатор 
управляющего импульса; /[1/— узел синхрониза- 
ции и выключения цвета; 1/— узел сдвига 
постоянного уровня; Г— усилитель; VI— KOM- 
мутатор; ИП, VII — усилители-ограничители; 
IX, Х — частотные демодуляторы (DANY); XI, 
ХИрб— фиксаторы постоянного уровня; XII, 
XIV — выключатели цвета; ХТУ-—генератор MM- 
пульсов длительностью. 1 мкс; X VI— сумматор. 

‚Назначение выводов: | — коррекция; 2— Bbl- 
ход на систему цветовой синхронизации; 3, 15, 
24 — питание (—(„); 4— вход системы цветовой 
синхронизации; 5, 6, 7, 14— питание (+U); 
8— выключатель цвета; 9, 1[19— входы генера- 
тора; 10— фильтр; 11, 18— уровень черного; 
12, 17— корректор предыскажений; 13 — выход 
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K174 KAI 
28 27 26 25 24 23 22 21 20 9 6 17 6 1 


Een arp 


ре 


1 2 J 4 


5678910117231 


В— Y; 16— выход К — Y; 20 — вход генератора 
1 мкс; 21] — вход видеосигнала; 22— вход синх- 
роимпульса; 23— вход задержанного сигнала; 
25 — выход цветового сигнала; 26 — регулиров- 
ка усиления; 27, 28 — входы сигнала цветности. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 12 В 
Ток потребления при U „= 12 В, 

у O AN 75... 130 мА 
Размах входного сигнала между выводами 27 
и 28 при И, =12 В, T= +25° C ......... 40... 400 мВ 


Размах выходного сигнала на выводе 25 при 
И. =12 В, U» =200 мВ, T= +25° C ... 1,8...3,5 В 
Изменение размаха выходного сигнала на выво- 
де 25 при U,=12 B, 0„=40...400 MB, T= 
2.225” ne БОЛЬ: ааа 40 дБ 
Постоянное напряжение на выводе 2) -Ipm 
(„= 12 В, T= +25° С: 

в режиме «цвет включен», не менее .. 7,8 В 

в режиме «цвет выключен», не более ..... 4,8 В 
Размах входного сигнала на выводе 2:7 при 
ОИ =12 В, Оьыха6в=1,05 В, на выводе 13— 
1,33 В, T= +25° С, не более ..................... 220 мВ 
Размах выходного сигнала на выводе 2 при 
О, =12 В, О, =200 мВ, T= +25° C ... 1,8...3,5 В 
Размах входного сигнала на выводе 4 при 
О, =12 В, T= +25° С, не более ................ 350 мВ 
Напряжение насыщения ключа на выводе 
8 в режиме «цвет выключен» при U, =12 В, не 
DONGE о a e TERNAN 450 мВ 
Размах входного видеосигнала на выводе 21 
при U,=12B и О, (16=1505 В, на выводе 
D= L33 В, Т=+25 С ана 0,5...2 B 
Напряжение срабатывания селектора на выво- 


де 22 при ПИ. =12 В, T= +25° С, не более ..... 2 В 
Размах выходных цветоразностных сигналов 
при И, =12 В, T= +25° С: 


BST iana 09,71... 1,48 B 
P: E E E PEET И 0,94 ... 1,87 B 
Отношение размахов HBeTOpa3HOCTHbIX CHATHA- 
OD ao ее оо 1,14... 1,4 


Постоянное напряжение на выводах 13 и 16 
при U ,=12 В, Т=+25° С $5,5 ... 7,5 В 
Амплитуда меандра строчной частоты на выво- 
дах 13 и 16, не более ............. И 18 мВ 
Ток ключа в режиме «цвет выключен» при 
И =12 В, Т=+25° С, не более 0,5 мА 
Полоса захвата систем ФАПЧ при U, ,=12 В, 
T= +25° С, не менее 1 МГи 
Подавление перекрестных искажений при И, = 
=12 В, Т=+25° С, не менее 
Ослабление цветовой поднесущей на выводе 25 


ООО ОООО0000 


в режиме «цвет выключен», не менее ........ 40 дБ 
Подавление сигнала на выводах /3 и 16 при 
выключении по выводу 22, не менее ......... 40 дБ 


Входное сопротивление усилителя сигнала цвет- 
ности (выводы 27 и 28) при И, =12 В, Т=25° С, 
не менее 45 кОм 
Выходное сопротивление выхода на линию 
задержки (вывод 25) при U ,=12 В, Т=25° С, 
120 Ом 


ооо ооо соо ооо соо ооо ооо соо оо ооо осо ооо ооо ооо осо» 


не более 


Выходное сопротивление усилителей цветораз-_ 


ностных сигналов (выводы 13 и 16) при 
И. =12 В, Т=25° С, не более ..... 300 Ом 
Входное сопротивление усилителя-ограничителя 
(вывод 23) при U, ,=12 B, Т=25° С, не Me- 
ПОВ аи 3 кОм 
Выходное сопротивление узла цветовой синхро- 
низации (вывод 2) при И. =12В, Т=25° С, 
не более 250 Ом 
Входное сопротивление узла цветовой синхро- 
низации (вывод 4) при U ,=12 B, Т=25° С, 
1 кОм 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо 


не менее 


ооо ооо оо ооо оо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ро вое ооо о 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................... 10,3... 13,2 В 
Сопротивление нагрузки: 
Ha -BUBONO — cunea 200. OM 
Ha ВЫВОДОВ in. 51 кОм: 
Ва ВЫВОДАХ. 13, 16, 25 ааа 1 кОм 


Максимальная рассеиваемая мощность ... 1,7 Вт 
Температура окружающей 
среды 


ооо ооо о ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оовохо 


—10... +60° С 


Напряжения на выводах: Не менее Не более 


I 21. 22 ра 1,5 B 6 B 
D a 5 В 13,2 В 
А Де Он 2 В 8 В 
о аа 10 В 13,2 В 
Е ИЕ И 4 В 10 В 
PA E E Я 3 B 10 B 
O Jo ansann 2,5 B 10 B 
I TE aara 4 B 8 B 
T laa 5 В 10 В 
ры в 9 В 13,2 B 
P. EN о EA 7 В. 12 В 
О E, R A EEEE E EA 2 B 6 B 


M-N- RZB 


Зависимость тока потребления от напряжения 
питания 


Схема включения 


Сигнал цветности, выделенный внешним 
фильтром из полного телевизионного сигнала, с 
выхода УПЧИ поступает на регулируемый 
усилитель, после которого разветвляется на две 
части: одна поступает непосредственно на ком- 
мутатор, а другая через компенсирующий уси- 
литель поступает на ультразвуковую линию 
задержки длительностью 64 мкс. Прямой и 
задержанный сигналы приходят на усилите- 
ли-ограничители, переключаемые электронным 
коммутатором, управляемым от схемы цвето- 
вой синхронизации так, что на. один усили- 
тель-ограничитель попадает только «красный» 
сигнал, а на другой — только «синий». | 

Схема цветовой синхронизации и опознава- 
ния работает по строкам. Частота для иденти- 
фикации выделяется внешним контуром, под- 
ключаемым к выводу 4. 

Сигналы, усиленные усилителями-ограничи- 
телями,. поступают на частотные демодуляторы, 
работающие по принципу фазовой автопод- 
стройки частоты с автоматической стабилиза- 
цией выходного уровня на частоте fọ и запоми- 
нанием уровня на внешних конденсаторах, 
подключаемых к выводам 1/1 .и 18. Фиксация 
уровня производится во время обратного хода 
строчной развертки и управляется импульсами 
длительностью | мкс, генерируемыми встроен- 
ным в схему генератором. 

На выходе каждого канала находятся вык- 
лючатели цвета, управляемые импульсами га- 


. шения. 
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Вход сигнала 
цветности 


21 1000 
R16 18r H 
L3 FR 9. 


ны 
прабляющие 
пы 4—9 22 
| RIS C17 

Полный бибеосигнал C18 01 680 330| | 
положительной 3-71 
nonaphocmu RIN дк 

+0 


-C13 270 


H ex 10,0 


+( a SS 


R11 10 


Выход -(R-Y) 


K174XA16 


Выход 
инбертиреванного ’ 
сигнала цветности 
системе CEKAM 


Типовая схема включения микросхемы К174ХА16 


К174ХА17 


Микросхема представляет собой узел обра- 
ботки демодулированных цветоразностных и 
яркостного сигналов. 'Выполняет следующие 


функции: регулирование: яркости, контрастности‘ 


и насыщенности; матрицы сигнала С — У; мат- 
рицы сигналов R, С, В; фиксацию ` уровня 
черного; предварительное усиление сигналов К, 
G, В; установку баланса белого; введение 
внешних сигналов К, С, В; ограничение тока 
лучей. Предназначена для применения в теле- 
визионных приемниках цветного изображения. 
-‚ Функции и режимы описываются в порядке 
прохождения сигнала. | | 

Цветоразностные сигналы А—Уи B—Y 
подаются на выводы /7 и 18 через переходные 
конденсаторы емкостью 22 нФ. Яркостный сиг- 
нал У с яркостной линии задержки подается на 
вывод /5 через переходный конденсатор €M- 
костью 10 мкФ. Цветоразностные сигналы по- 
ступают на входные каскады, в которых про- 
исходит фиксация уровня черного и регулировка 
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насыщенности. Для регулировки насыщенности 
на вывод /б подается управляющее напряжение 
от 2...4 В. | 

С выходов входных каскадов сигналы попа- 
дают на матрицу зеленого, где формируется 
цветоразностный сигнал С — У. затем три цве- 
торазностных сигнала обрабатываются в трех 
идентичных параллельных каналах. Каждый 
канал’ начинается с матрицы, в которой соот- 
ветствующий цветоразностный сигнал сумми- 
руется с яркостным сигналом, образуя сигналы 
основных цветов: А, G, В. 

Сигналы А, С, В попадают на коммутатор 
сигналов, который может подключить ко вхо- 
дам узлов регулировки либо сигналы К, С, В, 
сформированные внутри схемы, либо сигналы 
R, С, В от внешних источников, подключаемых 
к выводам 12, 13, 14 микросхемы через nepe- 
ходные конденсаторы емкостью 47 HỌ. 

С выходов коммутаторов сигналы поступа- 
ют на узлы регулировки контрастности и 
яркости и фиксации уровня черного. Для управ- 


ления регулировкой контрастности на вывод 19 
подается постоянное напряжение 2...4 В, а для 
регулировки яркости на вывод 20 подается 
напряжение 1...3 В. 

Затем сигналы поступают на узлы бланки- 
рования, установки баланса белого и предвари- 
тельные видеоусилители. 

Бланкирование и фиксация уровня черно- 
го управляются трехуровневым стребирующим 
импульсом (уровни 2, 5; 4,5; 8 В), поступающим 
на вывод /0. 

Внешние выходные каскады, сигнал на кото- 


рые подается с выводов 2, 4, 26, охвачены. 


отрицательной обратной связью, общей с пред- 
варительными каскадами внутри микросхемы. 
Напряжение обратной связи подается на выво- 
ды 2, 3,- 27: 

Корпус типа 2121.28-12. Macca не 6o- 
лее 4,8 г. 


№174 КА 


28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 81716 15 


и. 


10 п 


2 9 14 


12345686783 


Функциональный состав: [— усилитель У; 
II— регулятор насыщенности А— У; П/— pery- 
лятор насыщенности В — У; 1/— матрица С; V, 
VI, ГП— матрица К, С, В; VIII, IX, Х—комму- 
татор сигналов; XI, XII, ХШр—регулятор ap- 


кости, контрастности; XIV, ХИ, ХУ! —гашение _ 


и фиксация уровня «черного»; XVII, XVIII, 
XIX —установка баланса «белого»; ХХ, XXI, 
ХХИб— выходные дифференциальные каскады; 
ХХШ— ограничитель тока лучей; XXIV — pac- 
пределитель стробимпульса. 

Назначение выводов: 1|— выход сигнала С; 
2— вход ООС канала С; 3 — блокировка канала 
В; 4—выход сигнала В; 5— вход ООС кана- 


ла В; б— питание (+0,); 7— блокировка узла 
фиксации по каналу В; 8— блокировка узла 
фиксации по каналу С; 9— блокировка узла 
фиксации по каналу К; 10— вход стробирую- 
щего импульса; 7] — вход переключателя сигна- 
лов; [2— вход внешнего сигнала. В; [3— вход 
внешнего сигнала С; 14— вход внешнего сиг- 
нала К; 15 — вход яркостного сигнала; [6 — pe- 
гулировка насыщенности; [7— вход сигнала 
R— Y; 18— вход сигнала В— У; 19 — регули- 
ровка контрастности; 20 — регулировка яркости; _ 
21 — установка баланса белого по каналу В; 
22 — установка баланса белого по каналу С; 
23—вход ограничителя тока лучей; 24 — пита- 
ние (—0,); 25— блокировка канала R; 26— 
выход сигнала А; 27— вход ООС канала В; 
28 —блокировка канала G. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... 12 В 

Ток потребления при U, =12 В, 

Terr оао 70... 130 мА 

Номинальные входные сигналы (размах): 
RN rinas И ИАН 1,05 В 
PeT aa еа 1,33 B 
Я 0,45 В 


Номинальный коэффициент усиления яркостно- 
го сигнала в каналах А, С,.В при И =12 В, 


ин м ФР: АЕ Е ба 2... 4 
Диапазон регулировки 
контрастности ..............ееееииивония —12... +3 дБ 


Напряжение на выводе 20, соответствующее 
номинальной яркости 1,5... 2,5 В 
Номинальный коэффициент усиления цветораз- 
ностных сигналов при U, „= 12 В, | 

Т= +25° С 0,6... 1,25 
Минимальный коэффициент усиления цветораз- 
ностных сигналов при U, =12В, И! =2 В, 
Т=+25° С, не более 0,15 
Коэффициент усиления цветоразностных сигна- 


ооо ооо ооо ооо оо ооо фо ооо хоро фо со ооо оовоо 


ооо ооо ооо ооо соо осо ооо 


лов при ограничении тока лучей, не бо- 
а О Е 0,5 
Диапазон регулировки насыщенности, не ме- 
ВЕ и пиве —20... +6 дБ 


Номинальный коэффициент усиления внешних 
сигналов R, G, В при И =12В, 0, =1 В, 
T= +25° С 0,6... 1,25 
Коэффициент усиления напряжения яркостного 
сигнала при И. =12 В, Uio=2,7 В, 

Т= +25° С 
Закон формирования сигнала 

GF и С Ос-у= — 0,51% -,—0,19Ов-у 
Погрешность матрицирования, не более .... 10% 
Номинальный коэффициент усиления сигнала 
В—Т в канале С при И, =12 В, 
T= +25° С 


Верхняя граничная частота усиления яркостного 
сигнала по уровню —3 дБ, не менее 5,5 МГц 
Верхняя граничная частота усиления внеш- 
них сигналов А, С, В по уровню —3 дБ, не 


MOREE о ааа 5,5 МГц 
Верхняя граничная частота усиления цветораз- 
ностных сигналов по уровню —3 ДБ, не 
МНЕ о ое доноаеьыхь 2 МГц 


Коэффициент гармоник яркостного сигнала 
при U, ,=12 B, 0О„=0,45 В, Т=+25° C, не 
DONGE: а оо а а 8% 
Разность постоянных напряжений на выво- 
дах 2, 5, 27 во время стробирования при 
И =12 В, T= +25° С, не более 100 MB 
Амплитуда выходного сигнала на выводах 2, 
5, 27 при И! =12 В, T= +25° С, не менее ..... 1В 
Потенциал включения внешних сигналов R, С, 
у О, ............0. 0.9... №5 В 
Потенциал выключения внешних сигналов К, G, 
а а —0,5... 0,3 В 
Подавление цветоразностных сигналов при 


фохооооо о 


И =12 В, И! =1,8 В, не менее ............ 40 дБ 
Входное сопротивление, не менее: | 
по входу яркостного сигнала 
(ВЫВОД. IIT пед N 10 кОм 


по входам цветоразностных сигналов (выво- 
ды 17, 18) 100 кОм 


ооо ооо ао оо оо ооо ооо во ооо ооо сос» 


по регулировочным входам (выводы 21— 


BIN ии ина 15 кОм 
Пределы изменения коэффициентов усиления 
яркостного сигнала по каналам и при установке 
баланса белого, не менее .............:...... 
Уровень выделения стробирующего импуль- 
e- ИЕ А ... 7,5... 10 В 
Уровень выделения гасящего импульса: 

строчного | в l 

кадрового 
Входной ток при U =12 В, T=+25 С: 

по входам цветоразностных сигналов (выво- 

ды 17, 18), не более 2,5 мкА 

по входам внешних сигналов А, С, В (вы- 
воды 12, 13, 14), не более 5 мкА 

по регулировочным входам (выводы 16, 19, 

РО ааа и —6... +6 мкА 

по входу стробирующего импульса (вы- 

вод 10), не более ................лии.. 100 MKA 
по входу переключателя . сигналов. ` (вы- 
вод /1) ... —100... +200 мкА 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо осо ооо ооо ооо оочохо 


ооо соо ооо осо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо осое 


ооо ооо ооо о 


Предельные эксплуатационные ‘данные 


Напряжение питания 10,8... 13,2 В 
Напряжение на выводах, . не. более: 


оффе ооо ооо ув ово» с 


к EA ИЯ аи 10 B 
у ЧС р А ИИ 1,5 В 
10: 19. 20 inanuia а о 4,5 В 
р ЕР ИЕ A E EE НН ВСН. 6,5 В 
р и Ни VENS 12 В 


+40%. 


И р ПИ И И ИИ 12 В 
Входной ток по выводу 20 ............. 2...5 МА 
Рассеиваемая МОЩНОСТЬ ............1..шнньньнии 1,7 Вт 
Температура окружающей 
Сре а: а ва —10... +60° С 


Размах входных сигналов 
на выводах: 
12, 13, 14 


Не менее Не более 
0,9 В 1,1 В 
0,5 В 
1,5 В 
1,8 В. 


Зависимость коэффициента передачи по кана- 
лам К — У В— У от управляющего напряжения 
при U,=12 В, Т=+25° С 


К/К, дБ 


Зависимость коэффициента передачи по каналу 
У от управляющего напряжения при U, ,=12 В 


Inor, МА 


Зависимость тока потребления от 
_ напряжения питания 


Схема включения 


К катодам кинескопа 


+200 B 
CIG 
184! 
Вход 
(7 0,047 ограничителя 
тока лучей 
+12 В 


J RS р R6 
10x 10x 

G 8 
„Устанодка баланса“ 


K174XA17 


Ти 77 160к | „Яркость“ 


u [Sma] 


бк 


Трехуровнедый 4 R17 Ri4 100w 

управляющий 4022 L 19n, 

итпулье ГА И | р 
10x 


Управление 
9 пы 68 
0,047 
Bnewunue |6 bo 
о RII 22W и Ик R12 56r f On . 


Ean | Y Г 
„Масыщенность 
R4 75 d ор я Опорный 
; VD3 НАРА “Oxo берани- 
: sumena 


Типовая схема включения микросхемы К174ХА17 


КТ174ХА20 


Микросхема представляет собой активную 
часть селектора телевизионных каналов. Вы- 
полняет следующие функции: преобразование 
частоты в диапазоне метровых волн (МВ); 
‚ генерацию опорной частоты в диапазоне мВ; 
предварительное усиление ПЧ в диапазонах МВ. 
и ДМВ; буферное усиление опорной частоты 
для связи с системой автоматической настрой- 
ки. Предназначена для применения в телеви- 
зионных приемниках черно-белого и цветного 
изображения. 

Корпус типа 238.16-1.. Масса не более 1,5 г. 

Функциональный состав: I— смеситель; П— 
гетеродин; ///— буферный усилитель гетероди- 
на; // — буферный усилитель’ ПЧ; V— предва- 
рительный усилитель ПЧ; VI— согласующий 


K174XA20 


каскад УПЧ; VII—cacrema APY гетеродина; 
VIII — стабилизатор. режима гетеродина; [Х— 
усилитель опорной частоты для связи с систе- 
мой автоматической настройки (АН); Х — nepe- 
ключатель МВЫ— ДМВ; XI— предварительный 
усилитель ПЧ для диапазона ДМВ; ХИ — ста- 
билизатор напряжения. 

Назначение выводов: 1, 2— выходы УПЧ; 
3 — питание гетеродина (+ Un2); 4, 5 — резонанс- 
ная система гетеродина; б — выход гетеродина 
для связи с системой АН; 7— питание (— U); 8, 
9, 12, 13— выходы смесителя; 10— питание 
(+U); 11—вход УПЧ ДМВ; 14 — переключе- 
ние МВ — ДМВ; 15— вход УПЧ; 16 — питание 
— U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... 12 В 
Ток потребления при И =12 В, 
Е Е 42...72 мА 


Коэффициент передачи преобразователя часто- 


0 
$01 12 № № 11,8 -10 0 
Зависимость тока потребле- 


при /.=276,5 МГц, 
| T= +25° С }.= 


-000209709 T°% 


Зависимость коэффициента пе- 
редачи в режиме МВ от темпе- 
ратуры окружающей среды при 

=12 В, U, =10 MB, U, 
f =230 МГц 


BX 


„= 10 MB, 


192 


10 20 30 40. 501,5 


Зависимость тока потребления 
ния от напряжения питания от температуры окружающей 
среды при И, =12 В, 
276,5 МГц 


9 01 12 13 № 10,8 


Зависимость коэффициента пе- 
редачи в режиме ДМВ от на- 
пряжения питания при 


Т= +25°С 


ты в режиме МВ при И. =12 В, fa =230 МГц, 
U„=10 MB, Т=+25° С, не менее 22 дБ 
Коэффициент усиления ПЧ в режиме ДМВ 
при И! =12 В, р,=36,5 МГц, И„=10 MB, T= 


= +25° С, ‘не. менее ............ о оенииоесиничинть 23 дБ 
Коэффициент шума смесителя, не | 
DONOS оон вьь 11 дБ 
Коэффициент шума УПЧ, не более ..... 9 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания 9... 16 В 
Максимальный уровень входного сигнала сме- 


Е риа 30 мВ 
Максимальный уровень входного сигнала на 
входе ПЧ в’ режиме ДМВ ................... 30 MB 
Температура окружающей 

СРЕДЫ лол аа —10... +60° С 


ПГ 1 14 10,8 


Зависимость коэффициента пе- 
редачи в режиме МВ от напря- 
жения питания при 
fa =230 МГц, И„=10 MB, 

T= +25°С 


EUREO 
PE ma a m ma a R 


СЕ САБ ЕН И В 
-0 0 10 20 30 40 91% 


Зависимость ‘коэффициента 

передачи в режиме ДМВ от 

температуры окружающей 
среды при U= 12 В, 


f =36,5 МГц, 
0, =10 мВ, Г, = 36,5 МГц 


Схема включения 


8х0д упрабдления 
дарикапами 


Вход МВ С 


67 
1..5 | AA 


CE 047 мкГи 
012 39 


Переключение режима 
M8 Up =l 8; ДМВ Итр=12 6 


Выхоб 
гетеробина 


LI %7мкГи 
017 2200 


K174XA20 


Переключе - 
ние 
лоддиапазонов MB 


MBI U=+128; MBI U=-88 


f: 
L12, L13 10nnih 


Типовая схема включения микросхемы K174XA20 


При работе в диапазоне МВ входной сигнал 
подается через двухконтурный фильтр на вход 
смесителя I. На опорный вход смесителя пода- 
ется напряжение гетеродина I через буферный 
усилитель 111. С выхода смесителя напряжение 
промежуточной частоты через фильтр попадает 
на вход усилителя ПЧ, состоящего из предва- 
рительного каскада Г и согласующего каскада 
И. С выхода УПЧ усиленное напряжение 


через трансформатор подается на вход фильтра. 


УПЧИ телевизора. Для стабилизации коэффи- 
циента передачи в диапазоне питающих напря- 
жений и частот гетеродин имеет систему АРУ 
УП и стабилизатор режима VII. Напряжение 
питания гетеродина стабилизируется внешним 
стабилитроном. | 

Напряжение гетеродина через согласующий 
усилитель [Х подается на вывод Ó для связи с 
системой автоматической настройки. В режиме 
ДМВ напряжение ПЧ от внешнего смесителя 
ДМВ подается на вывод 11, усиливается пред- 
варительным усилителем XI, буферным усили- 
телем IV и через фильтр поступает на вход 
УПЧ Г. Переключение из режима МВ в режим 
ДМВ осуществляется коммутатором Х, управ- 
ляемым напряжением на выводе 14. 

В приведенной схеме включения диапазон 
МВ разбит на два поддиапазона, переключение 


^^ 


которых осуществляется с помощью диодов 
ир2, VD3, VDƏ8. 


2.8. Микросхемы серии K175 


`’Микросхемы серии K175 предназначены для 
применения в трактах высокой и промежу- 
точной частот радиоприемной аппаратуры, а 
также для построения различных узлов бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры. 

Микросхемы выполнены по биполярной тех- 
нологии с изоляцией элементов р-п переходом. 

В состав серии входят: 

К175ДА1 — детектор амплитудно-модулиро- 
ванных сигналов и детектор АРУ с УПТ; 

К175УВТА, К175УВ1Б — широкополосные 
усилители; 

К175УВ2А, К175УВ2Б — универсальные уси- 
лители на основе дифференциального усили- 
теля; 

К175УВЗА, К175УВЗБ — универсальные эко- 
номичные широкополосные усилители; Е 

К175УВ4 — усилитель-преобразователь высо- 
кой частоты на основе дифференциального 
усилителя. i 


193 


К175ДА1 


Микросхема представляет собой детектор 
амплитудно-модулированных сигналов и детек- 
тор АРУ с усилителем постоянного тока. 
Предназначена для применения в бытовой ра- 
диоэлектронной и 

Корпус типа 401.14-4. Масса не более | г. 


401. 14-4 


Назначение выводов: | — питание (— U); 2, 4, 
5, 6, 7— блокировка; 3— вход детектора АРУ; 
8— питание (+U); Я9—выход АРУ; [1— вход 
детектора АМ-сигналов; 12-—выход детектора 
АМ-сигналов; 1/4 — вспомогательный резистор. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания 6В 
Ток потребления при U =6 В, T= +25° С, не 


DONE ооо рака 3 мА 
Напряжение на выводе 1/2 при, ПО, =6 В, 
Tatl О О 0,12... 0,45 В 


Напряжение на выводе 9 при U, ,=6 B, T= 
=+25°С 1... 2,5 В 
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Коэффициент передачи детектора при И, =6 В, 
{=1 МГц, Т= +25° С, не менее ............... 0,5 
Коэффициент передачи по цепи АРУ при 
О =6 В, /=1 МГц, T= +25° С, не менее ....... 20 
Верхняя граничная частота, не менее 65$ МГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ...... 6,6 В 
Температура окружающей 
CDON емо —25... +85° С 


9 6 


Зависимость тока потребления от 
напряжения питания при различ- 
ной температуре | 


И.В 7 


(вых (9) › 9 
20 


Зависимости выходного напряже- 
ния на выводе 9 от напряжения 
питания при U, = 50 мВ, /=1 МГц 


Upu, 8 
s 


pru Z 
Feie 
AT 
ATT 


04 9 10 160 204,8 


Зависимости выходного напряже- 

ния АРУ от входного напряжения 

при T= +25°С и различных зна- 
чениях напряжения питания 


oam 
= 


04 9 10 


50 200 Up, 


Зависимости выходного напряже- 

ния АРУ от входного напряжения 

при ПИ, =6 В, Т=+25°С и pas- 

личных значениях частоты вход- 
ного сигнала 


Схема включения 


Типовая схема включения микро- 
схемы К175ДА1 


Дополнительная литература 
Микросхемы и их применение: Спра- 
вочное пособие/В. А. Батушев, В. H. Вениами- 


нов, В. Г. Ковалев и др.—2-е изд., перерА 
и доп.—М.: Радио и связь, 1983.—272 с 


К175УВ1А, К175УВ1Б 


Микросхемы представляют собой широкопо- 
лосный усилитель. Предназначены для примене- 


pan в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. 
а вы di 14-4 (см. KT1750A1). Масса 
не более 


K175481 (А, E) 


14 %2 


Назначение выводов: |--общий вывод 
(-Ц.); 2— блокировка; 3 — коллектор вспомо- 
гательного транзистора; 4— эмиттер вспомога- 
тельного транзистора; 5 — база вспомогательно- 
го транзистора; 6 — выход; 8 — питание (+U); 
9, 10 — коррекция; 12 — вход; 13, 14 — обратная 
СВЯЗЬ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........ 
Ток потребления при И’ =6,3, О„=0, T= 
w +23 С, Не бОЛ6Е cnnan 
Выходное постоянное напряжение при отсутст- 
вии сигнала, U =6,3 В, Т=+25°С...... 3... 4,5 В 
Нелинейность амплитудной характеристики при 
U =6,3 В, U =50 мВ, А,=1 кОм, T= +25° С, 
к - ПО СЕ ИИ 5% 
Коэффициент усиления напряжения при О, = 
=6,3 В, /=1 МГц, (И„=10 MB, А, =| кОм, 
С„=5 ПФ, T= +25° С, не менее ................. 10 
Входное сопротивление при И, =6,3 В, f= 
=0,1] МГц, Т=+25°С, не менее ........ 1 кОм 
Выходное сопротивление при И, =6,3 В, f= 
=0,] МГц, Т=+25°С, не более ...... 75 кОм 
Коэффициент шума при И! =6,3 В, /=20 МГц, 
Т= +25°С, не более 12 дБ 
Верхняя граничная частота при И. =6,9 В, R,= 
=] кОм, С„=5 пФ, T= +25° С, не менее: 
К175УВ1А 
К175УВ1Б 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ......... 7В 
Максимальная амплитуда входного напряже- 


и они 1,5 В 
Температура окружающей 
СРЕДЫ onion aan —25... +85° С 


Тот, МА 


с м 


я 
| У 

и 
uams 


Зависимости тока потребления 

от напряжения питания при раз- 

личных значениях температуры 
окружающей среды 


UB 7 


195 


196 


Ку,и, оти.ей 
140 


/,8 7 


Зависимости коэффициента уси- . 
ления напряжения от напряже- 
ния питания на частоте 
1=1 МГц при различных зна- 
чениях температуры . окружаю- 
щей среды 


0 1 J0 


45 f My 


Зависимость входной емкос- 
ти от частоты при И! =6,3 В, 
T= +25° С 


Схема включения 


(1 01 
H 9 71 24 29 Puxo 
9 вр 
< И ры 
< 4 к 
Вход X 51 6505 
RI & :HH 


Типовая схема включения 
микросхемы К175УВ1 (А, B) 


Дополнительная литература 


1. Микросхемы и их применение. Справочное 
пособие/В. А. Батушев, В. Г. Ковалев, О. Н. Ле- 
бедев и др.—2-е изд., перераб. и aon.— M.: 
Радио и связь, 1983.— 272 с. 

Z- 18; ©. 122, 1231 


К175УВ2А, К175УВ2Б 


Микросхемы представляют собой дифферен- 
циальный усилительный каскад со стабилиза- 
цией режима и двумя вспомогательными тран- 
зисторами, на которых возможно построение 
входных или выходных эмиттерных повторите- 
лей. Предназначены для применения в бытовой 
радиоэлектронной аппаратуре. 

Корпус типа 401.14-4 (см. К175ДАТ). Масса 
не более 1 г. 


#175982 (A, b) 


VTI VTS | VTG 


RI ИТ? Г 
6, 6K 


„10 Е.Л 


= 
$ 
С 
Ré garl, 
3 4 


1 2 71 14 


8 2190 
Назначение выводов: 1 — питание (— U); 2— 
делитель цепей смещения; 3— вход l; 4— вы- 
ход l; 5-— выход 2; б— вход 2; 7— делитель 
цепей смещения; 8 — питание (+0,); 9 — база 
2-го вспомогательного транзистора; 10— эмит- 
тер 2-го вспомогательного транзистора; 11Ы— 
эмиттер 1-го вспомогательного транзистора; 
]12— база 1-го вспомогательного транзистора; 
13 —вход регулировки усиления; 14 — фильтр. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 6В 
Ток потребления при И„=0, не более: 

при ео B, = С и 3 мА 

при О. =00В, 1=-2С ди 4 мА 
Напряжение на выводах 4 и 5 при U, =6 В, 
А У Ро О 3,6... 5,2 В 
Напряжение на выводах 10 и [1 при U ,=6 В, 
DaO Tast т 2,1...2,4 В 
Крутизна при U ,=6 В, f=20 МГц, Us =10 MB, 
T= +25° C, не менее .seessssssessessces 10 MA/B 


Нестабильность крутизны при U ,=6 B, f= 


=20 МГц, (,, =10 MB в диапазоне температур, 
не более: 

+25... +85°С 

—25... +25° С +30% 
Коэффициент шума при И, =6 В, /=20 МГц, 
К, =1| кОм, С,=5 пФ, T= +25° С, не | 
Е о о. _ 6 дБ 
Верхняя граничная частота при U, =6 В, Us = 
=10 мВ, R, =1 кОм, С,=5 пФ, .Т= +25° С, не 


ооо ро ва о вос о ово ооо соо вов овоосово 


ооо во о ово осо оса осо сос ооо во овоово 


менее: 
КУ ВЕН раны 50 МГц 
ВВ а ое 65 МГц 


Глубина регулировки усиления при И, =6 В, 
О„„=20 мВ, Т=+25° С, не менее: 


При: 7—1 МЕЦ: по воооононьы 60 дБ 

ma Js МЕ annona 40 дБ 
Коэффициент ослабления синфазного сигнала 
при И =6В, Т=+25° С, не менее ..... 60 дБ 
Входное сопротивление при И ,=6 B, f= 
=100 МГц, Т=+25° С, не менее ....... 1 кОм 

Предельные эксплуатационные 
данные 

Максимальное напряжение питания ...... 6,6 В 
Максимальное входное напряжение ..... Е, 
Максимальное синфазное входное напряже- 
ВИО са +3 B 
Максимальное напряжение на выводах 4 и 
о а OENE 9 B 


Максимальный ток коллектора дополнительных 
транзисторов 2 мА 


ооо ооо осо оо ооо оо ооо ово оо ово ооо осо ооо 


Максимальное обратное напряжение база— 


эмиттер дополнительных транзисторов ... ЗВ 
Максимальная рассеиваемая мощность од- 
ним дополнительным транзистором при Т= 
= +85° С 10 мВт 


ооо ос осо ооо вое о о о о оо обо ово ооо ооо осо ооо ос ооово 


РГ вия 
Ее | 
М 


J- ОИ 


90 f, Mu 


Зависимости крутизны преобразования от час- 
тоты входного сигнала при U, =6 В и различ- 
ных значениях температуры окружающей среды 


Схемы включения 


ы | 
[2 
01 7 R2 
RII 2к L c5 
75 V T 01 
< 
S 
2 64 1 | выход 
вход | (7 zm > 
1 
4 и 5 ЯК 
7100 
L1 


+U, 100 mfn 


Типовая схема дифференциального усилителя 
на микросхеме К175УВ2 (А, Б) 


1,87 


Зависимости тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при различных значениях 
температуры окружающей 
среды 


Зависимости выходного напря- 

жения от напряжения АРУ при 

О =6 В, Т=+25° С и различ- 

ных значениях частоты входно- 
го сигнала 


2 (ру, 6 5 w 35 


90 F My 


Зависимости крутизны преобра- 

зования от частоты входного 

сигнала при T= +25°С и раз- 

личных значениях напряжения 
питания 
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-Uhn 


K175982 (A, 5) 


+U, 100nnin 


Типовая схема каскодного а на микро- 
схеме К175УВ2 (А, B) 


Дополнительная литература 


Микросхемы и их применение: Справоч- 
ное пособие/В, А. Батушев, В. Н. Вениаминов, 
В. Г. Ковалев и др.— 2-е изд., papan и доп.— 
M.: Радио и связь, 1983. —- 272 с 


К175УВЗА, К175УВЗБ 


Микросхемы представляют собой двухкас- 
кадный широкополосный усилитель с одним 
вспомогательным транзистором и малой по- 
требляемой мощностью. Предназначены для 
применения в бытовой радио злектронной аппа- 
ратуре различного назначен 

орпус типа 401.14-4 (см. “KITSIAD. Macca 
не более |r. 


К175 989 


И? 
n vr, 


И Е 


Назначение выводов: |-— общий, питание 
(— Ua) 2— фильтр; 3 — промежуточный вывод; 
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б—выход; 7— внутренний нагрузочный резис- 
тор; 8— питание (+U); 9— эмиттер вспомога- 
тельного транзистора; /0— база вспомогатель- 
ного транзистора; /1, 12 — обратная связь; [3 — 
вход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания.............. 6В 
Ток потребления при U, =6 В, ПО„=1 мВ, не 
более: 
то Ciosi N 2 MA 
iw Jay Casna an 2,5 MA 
Крутизна при U, =6 В, f=1 МГц, U= 1 MB, не 
менее: 
KIY Во 300 мА/В 
КУ ВОВ A EA E E 500 MA/B 


Нестабильность крутизны в диапазоне темпера- 
тур, не более: 


ое 8 Сна E -50% 

Aka PE Y a A +30% 
Верхняя граничная частота при U =6 В, О = 
| МВ, T= +25° C, не менее uues 3 МГц 
Коэффициент шума при U, =6 В, {=1,6 МГц, 
Та С, НФ Оле EET 8 дБ 
Входное сопротивление при U, =6 В, /=1 МГц, 
T= +25° С, не менее ........иуееньниииининиие 0,75 кОм 
Входная емкость при И =б В, fm] МГц, T= 
m +25°С, не более ........зззииииииииььввнининьниь 50 пФ 

Предельные эксплуатационные данные 

Максимальное напряжение питания.......... 6,6 В 
Максимальное входное напряжение............. 2 В 


Максимальное напряжение на выводе 6...9 В 
Максимальный ток коллектора дополнительно- 
ГО ТРАНЗИСТОРА moininiidainininin 3 B 
Максимальная paccenBaeMas мощность допол- 
нительным транзистором при 


Tapi О она 10 мВт 
Температура окружающей 
СРЕНЫ пинком —25... +85° С 


И. 7 


Зависимости тока потребления от напряжения 
питания при О„=0 и различных значениях 
температуры окружающей, среды 


Зависимости крутизны преобразования от час- 
тоты при различных значениях температуры 
окружающей среды 


Схема включения 


ны! 
на; 

‚69 > + 
01 Tti "R 5 
o e 

; 6 7 


„Усиление“ 


Типовая схема аа микросхемы 
К175УВЗ (А, 


Дополнительная литература 


Аналоговые интегральные микросхемы: 
Е авочник/Б. TI. g ebano FO. В. Назаров, 
Bagy HH, Ушибышев. —М.: Радио 
- СВЯЗЬ, 1981 EA 


K175YB4 


Микросхема представляет собой дифферен- 
циальный усилитель. Предназначена для усиле- 
ния сигналов высоко И в бытовой 
радиоэлектронной апп apaty 

Корпус типа 401.14- Се “ К175ДА!. Масса 
не более |г. 

ве выводов: [|-— питание, общий 
(—U,); 2 я Faa A нагрузоч- 
ный резистор; 4— вход 2; )-— общая точка 
внутренних нагрузочных резисторов; б — вход 1; 
7— второй внут HiH нагрузочный резистор; 
8 — питание (+0,); 9, 11, 12— вывод делителя 
напряжения; 10 —‘выход |. 13 — вход регулиров- 
ки усиления; /4— вывод установки и контроля 
poxia работы. 


№1790 5 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания... иене 6 B 
Ток потребления при И, =6 B, T= +25° С, не 
о ИННА 1,8...3 мА 
Напряжение на выводах при U =б В, Tm 
= +25° С: 


ны 3,6... 4,4 В 
О та 2,1... 2,8 В 
ани 1,4... 1,8 В 
Оооо бани 1... 1,4 В 
Крутизна при U =6 В, Ил =10 мВ, f=1 МГц, 
T= + 25° С, не менее ........ ии ииьиниьииииинииь 10 мА/В 
Нестабильность крутизны в диапазоне темпе- 
ратур: 
а ФТ —10... +40% 
T= +25... 485° Слои —40... +10% 
Коэффициент шума при U ,=6 B, f=100 МГц, 
T= -+25° C, ne БОЛбВ:. ааа 8 дБ 
Глубина регулировки усиления при ИП; =6 В, 
f=1 МГц, T= +25°С, не менее.............. 60 дБ. 
Верхняя граничная частота при U, =6 В, T= 
æ -+25° C, не мМенее...........иезьнииьоознинивн 150 МГц 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение ПИТания..........зеенньнььььь ен ные 9 В 
Максимальное напряжение на выводах 2 и 
Я И ИИ 12,5 В 
Максимальное входное напряжение: 
дифференциальное ....... лин ьиниииининаньнивнние +2 В 
CENDA INOG ri 2... 4,4 В 
Максимальное входное напряжение на выво- 
i A E E о 1,2 B 
Температура окружающей 


ИИ ИЯ —25... +85° С 
| 199 


-30 0 J0 


Зависимость. тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при И! =6 В 


Схемы включения 


C1 0,068 и +4 


№2 A RI 
(2 0068 Jz И 2, C7 ых 


10 z 8 0068 


7 
X 
Ry 
0068 4171904 50 И 
ы |5 13 |1 
RN 
RI j; C4 (5 S 
7 |008] [aoe [5% 


Типовая схема включения микросхемы 
K175Y B4 


Выход 


Вариант включения микросхемы К175УВ4 с 
эмиттерным повторителем на выходе 


Дополнительная литература. 


1. Гумеля Е. B. Радиотракт для  микро- 
кассетной магнитолы//Радио— 1983.— № 11.— 
С. 40—43. 

2. [8, с. 24, 25]. 
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7°C 0 3 60 


Зависимость крутизны преобра- 
зования от частоты при 
U =6 B, Т=+25С 


Sap, "A/B 


16 
#177904 
t 
12 
~ 1 
99 1204, My -30 0. Я T 


Зависимость крутизны преобра- 
‚ зования от температуры окру- 
жающей среды при U =6 В 


2.9. Микросхемы Papan K193, KM193, 
KP193 


Микросхемы серий K193, KM193, KP193 
предназначены для деления частоты высокочас- 
тотных сигналов синусоидальной и импульсной 
формы. Выполнены по биполярной технологии 
с изоляцией элементов р-п переходом. 

Конструктивно микросхемы оформлены в 
прямоугольных корпусах: КР193 — в пластмас- 
совых, K193 и КМ193 — в металлокерамических 
и металлостеклянных. 

В состав серии входят: 

КМ193ИЕ! — высокочастотный делитель час- 
тоты с постоянным коэффициентом деления 2; 

КМ193ИЕ? — высокочастотный делитель час- 
тоты с программируемым коэффициентом де- 
ления 10/11; 

КМ193ИЕЗ, КР19ЗИЕ3З— маломощные дели- 
тели частоты с программируемым коэффициен- 
том деления; 

КМ193ИЕ4, КР19ЗИЕ4 — маломощные дели- 
тели частоты с постоянным коэффициентом 
деления 32; 

КМ193ИЕб, КР19ЗИЕб — высокочастотные 
делители частоты с постоянным коэффициентом 
деления 64 и 256; 

К193ИЕ?7] — сверхвысокочастотный делитель 
частоты с коэффициентом деления 4. 


КМ193ИЕ1 


Микросхема представляет собой высокочас- 
тотный делитель частоты с постоянным KOJỌ- 
фициентом деления 2. Предназначена для деле- 
ния частоты высокочастотных сигналов сину- 
соидальной и импульсной формы в синтезато- 
рах частоты. | 

Корпус типа 2103.16-3 (4). Масса не более 
LoT. 

Назначение выводов: 2— выход 1; 4— Bhl- 
ход 2; 8—общий вывод (— U); 1/4—информа- 
ционный вход |; /5— информационный вход 2; 
]6 —питание (+0)). 


2103.16-34) 
не 19 


iy НН 


Я д 
175 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания........... 5,2 В 
Ток потребления при И, =5,2 В, Т=-45... 
.. +85° С, не GONGO nnair 18 мА 
Коэффициент деления......... „ини ииениииианниинанинние 2 
Амплитуда входного напряжения при U = 5,2 В, 

e e 228 С о EEO 0,4... 0,8 В 


Амплитуда выходного напряжения при U, = 
=5,2 В, Т=-45... +85° С, не менее........ 0,4 В 
Частота входного сигнала при U= 5,2 В, 
fax. =0,4...0,6 В, Т=-45... +85° С: 

нижнее значение,' не более............. 40 МГц! 

верхнее значение, не менее.............. 500 МГц 
Входное сопротивление по выводам 14 и 15 при 
U,=5,2 В, fa=40 МГц, Т=+25° С, не me- 


Входная емкость по выводам 1/4 и 15 при 
И =5,2 В, fa=40 МГц, Т=+25°С, не бо- 


еб он неьиа 12 пФ 
Потребляемая мощность при U = +5,2 В, T=- 


= — 45... +85°С, не более............ а 94 мВт 


! При использовании импульсного входного сигнала с Kpy- 
тизной фронта и среза не менее 100 В/мкс нижнее значение 
входной частоты 0,1 МГц. 


Примечание. С целью исключения само- 
возбуждения микросхемы неиспользуемый вход- 
ной или выходной вывод должен быть подклю- 
чен к общей шине через резистор сопротивле- 


‚ нием не менее 13 кОм. 


_ KMI9IIHET 


i НЕЕ 


Предельные эксплуатационные данные Максимальный ток нагрузки по выводам 


Максимальное напряжение питания............ 6 B AEAN E - ны 20 мА 
* Максимальная амплитуда входного напряже- р na УР ру 

ИИ A I O O 2 B psi 

Js ? МГц 

660 


ET 
FENN 
T N 


600 
980 
960 
940 13 
-60-40 -20 0 20 40 60 807°C 0 20 40 Cys NP -60-40 -20 0 20 40 60 807°C 
Зависимости верхней рабочей Зависимости амплитуды Bbl- Зависимости нижней рабочей 
частоты от температуры окру- ходного напряжения от ем- частоты от температуры окру- 
жающей среды при кости нагрузки при жающей тр при 
U= 5.2 В+ 5%, Una 508 В, U= 5,2 В, ^=0,8 B, о л = 0,4 В, 
R,=500 Ом. C =3 пФ R, =500 Ом, T= +25 C R, = 500 Ом, ei = пФ 
Js, МГц | m МА 


0 26 
4,42 468 494 32 546970 01,8 -60-40 -20 0 20 40 60 807°C 442 468 4,94 52 546 3N, B 


Зависимость верхней рабочей Зависимости тока потребления Зависимость нижней рабочей 
частоты от напряжения питания от температуры окружающей частоты от напряжения пи- 
при U. a=0,4 В, R „= 500 Om, среды при И», ^=0,8 B, Tanna при U, ^=0,8 В, 
Cead пФ, Т= +95 С А, =500 Ом, С. =3 пФ А, =500 Ом, С, =3 пФ 
Una В 
[22277268 
щи ГТГ 


ДЦ она yomoavudoa I 
ЦИ 


442469494 52 5465720,8 442 468 494 52 546 5U, B O 100 200 mu 400 FF М 


Зависимость амплитуды выход- Зависимости тока потребления Зависимости минимальной 
ного напряжения от напряжения от напряжения питания при амплитуды входного напря- 


питания п n U.: a = 0,8 В, U.a =0,8 B, К„= 500 Ом, жения от частоты входного 
„= 500 С, =3 пФ, С =3 пФ, Т= +25° С сигнала при R,= 500 Ом, 
T= T257 C | С, =3 ПФ 


H 
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КМ19ЗИЕ2? 


Микросхема представляет собой высокочас- 
тотный делитель частоты с И 
коэффициентом деления 10/1 редназначена 
для деления частоты высокочастотных сигналов 
синусоидальной и импульсной формы в синтеза- 
торах частоты. 

Корпус типа 2103.16-3 (4) (см. KM193HE1). 
Macca не боле 2,6r. 


KM1934E2 
A 
n-o As 
Г 
029—+ 
15 


4— 
— общий (— Ua); 12 — информа- 


Назначение 6ы60д06: 2-— выход ЭСЛ-1: 


выход ЭСЛ-2; 8 


ционный вход; /4— вход управления 1; 15— 
вход управления 2; 16 — питание (+U). 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания.............. 5,2 В 
Ток потребления при U, = 5, 2 B, Т=-45.. 
a a. e a O A oei E A E 65 MA 
Коэффициент Деления ' .......еиениенизнньнье 10 или 11 


Амплитуда входного напряжения при Up= 5,2 В, 


о И 0,4... 0,8 В 
Амплитуда выходного напряжения при U, = 
=5,2 В, T= 45... +85° C, не менее............ 0,4 В 
Частота входного ‘сигнала при И =5,2 В, 
Us. a 0,4...0,6 В, T= —45... +85° С: 
нижнее значение ?, не более .................. 40 МГц 
верхнее значение, не менее.................. 500 МГц 


' Коэффициент деления может принимать одно из значений 
B j iia с приведенной ниже таблицей, 
и использовании импульсного входного сигнала с кру- 
о фронта не менее 100 
стоты 0,1 МГц. 


/мкс нижнее значение входной Wa- 


Коэффициенл 
деления 


Вывод 14 


| 
0 
| 
0 


0-— низкий уровень; | высокий уровень. 


Потребляемая мощность при И, = + 5.2 В, T= 
= —45... +85” С, не GONE uues 340 мВт 
Входнос сопротивление по выводам /4 и /5 при 
И =5,2 В, /„=40 МГц, Т= +25” С, не me- 


Входная емкость по выводам /4 и /5 при U, = 
=5.2 В, /„=40 МГц, Т= +25’ С, не 


Примечание. С целью исключения само- 
возбуждения микросхемы неиспользуемый вы- 
вод должен быть подключен к общей ши- 
не через резистор сопротивлением не менее 
13 кОм. 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания............ 6В 
Максимальная амплитуда входного напряже- 
О О ИН НУ 2 В 
Максимальный ток нагрузки по выводам 2 
о а 20 мА 
Температура окружающей 

т TA —45... +85° С 


-60-40 -20 0 20 40 60 80 7°C 


Зависимости верхней рабочей ya- 


стоты от температуры 
ar OO при Usa =0 
| 00 Ом, C, = 3 пФ 


Я 


203 


Unix, A , B 


МИЯЗИЕ? | | | 
И БИ И Е Е 
[ини _ 


O 10 20 30 902,19 


Зависимости амплитуды выход- 
ного напряжения от емкости 
нагрузки пря И, = 5,2 В, 
О,„.^=0,8 В В, = 500 Ом, 
Т= +25 С 


-60-40 -20 0 20 40 60 8015 


Зависимости нижней рабочей 
частоты от температуры ок- 
ружающей среды при 

Usx, a =0,4 B, 


R,=500 Ом, 


C, =3 пФ 


4,42 468 494 52 5464720,8 


-60-40 -20 0 20 40 60 807% 


Зависимость верхней рабочей Зависимости тока потребле- 
частоты от напряжения питания ния от температуры окру- 
при U a=0,4 В, А, =500 Ом, жающей среды при 
С.=3 пФ, T= +25° С бл =0,. В, na 500 OM 
н= п 


(Вых, д, B 


msue] | || 
ШИ 
Ши 
НЕЕ 


441 468 494 42 950,8 


пот, МА 


Ги 
[= T 
и 


K 
ея 
7 В ВВ ВАЙ И 


442 468 4% 52 5460,8 


10 
08 
E 


Зависимости амплитуды выход- Зависимости тока потребле- 
ного напряжения от напряжения ния от напряжения питания 
питания при ПО», _=0,8 В, при U.a =0,8 В, 
К„=500 Ом, С,„=3 пФ К„=.500 Ом, С. =3 пФ 
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442 468 494 52 5465720,8 


Зависимость нижней рабочей 

частоты от напряжения питания 

при U, a=0,8 В, К, =500 Ом, 
C,=3 пФ, T= +25° С 


n a 
т 
NESE 


№ И 
ЕЕ | 
0 100 200 300 400 500 £ МГц 


Зависимости минимальной aM- 

плитуды входного напряжения 

от частоты входного сигнала 
при К„=500 Ом, С,=3 пФ 


КМ19ЗИЕЗ, KP193ME3 


Микросхема представляет собой маломощ- 
ный делитель частоты с программируемым 
коэффициентом деления 10/11. Предназначена 
для деления частоты высокочастотных сигналов 
синусоидальной и импульсной формы в синтеза- 
торах частоты. 

Корпус керамический типа 2103.16-3 (4) 
(см. КМ193ИЕГ), масса не более 2,6 г, для 
КМ193ЗИЕ и пластмассовый типа 238.16-2 (см. 
К174АФ1), масса не более 2,5 г для КР19ЗИЕЗ. 


296. 16-2 
ры 
СООО 


16 ды60906 


в, 9 


ВАД 


дона ключа 
#7777 
7 m 


ee 


KMIISHES, КРУЯЗИЕЯ 


Назначение выводов: 2— выход ЭСЛ-1; 4— 
выход ЭСЛ-2: 6— выход ТТЛ; 8— общий 
(—0,); 11 — информационный вход 1; /2— ин- 
формационный вход 2; 1/4 — вход управления l; 
15— вход управления 2; [6 — питание (+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение источника MATA- 
Я а анеьь 5В 
Ток потребления при И =58В, Т=-45... 
ео" № НВ: ОО ед 20 мА 
Коэффициент деления’ .......... линии 10 или 11 


Выходное напряжение высокого уровня при 

И =5 В, Т=-—45... +85° C, не менее: И 
ВЕ Ао лоно 4,15 В 
ВО ЕЕ оне 2,4 В 

Выходное напряжение низкого уровня при И, = 


=5 В, Т= 45... +85° C, не более: 
Зе, ОС О А 3,5 В 
ВЫХОД ГЕЛЬ орка 0,4 В 
Амплитуда входного напряжения при U= 5,2 В, 
Тед. 289 Сарань 0,4... 0,8 В 
Частота входного сигнала при И. =5 В, О», „= 
=0,4...0,6 В, Вы . +85° С: 
нижнее значение?, не более............... 30 МГц 


верхнее ен не менее: 
ВОТ. Эро ыы 200 МГц 
benon ТЕТ инь о AEA, 200 МГц 


' Коэффициент деления может принимать одно из значений 
в соответствии с приведенной ниже таблицей. 
2 п у использовании импульсного входного сигнала с кру- 
TH3HO Е не менее 100 В/мкс нижнее значение входной 
1 МГц. 


частоты 


Вывод /4 Коэффициент | 


O Å—_ O = 


0 — низкий уровень; l — BbICOKMĂ уровень. 


Примечание. С целью исключения само- 


' возбуждения микросхемы неиспользуемый Bbl- 


вод должен быть подключен к общей ши- 
не через резистор сопротивлением не менее 
13 кОм. 


Предельные эксплуатационные данные ` 


‚ Максимальное напряжение питания............ 8 B 
Максимальная амплитуда входного напряже- 
ана 2 B 
Максимальное входное напряжение на выводах 
Управления оо аи 5В 
Максимальный ток нагрузки: 

no Stony TT И 10 MA 
ВО: ВЫХОДУ SCi rnin ...20 мА 
Температура окружающей 
ЕДЫ еек опа —45... +85° С 
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[4 ‚8 
АМЯЗИЕЯ, KPIOIHES 


[АМУЗИЕЛ КРИ | 
0,1 
нинныЕня 
009 [РЕ 
и | 
007 Ш 


-40-20 0 20 40 60 807°C 


Зависимости выходного напря- 

жения низкого уровня от темпе- 

ратуры окружающей среды (вы- 
вод 6) при И» л=0,6 В, 


К„=1,5 KOM 


АМ ЗЩЕЯ 
& | ДРАЯДЩЕЯ 


РЕ 
PI 


$9 4 90 95 490,8 


Зависимости амплитуды выход- 

ного напряжения от напряже- 

ния питания при О,„^л=0,6 В, 
К, = 500 Ом: 

|— на выводе 6; 2- на выводах 2, 4 


Утаг, Mu 


АМТЯЛИЕХ, KPIIIUES 
И Nn 


230 
-40-20 0 20 40 60 00T 


Зависимости максимальной 

рабочей частоты от темпе- 

ратуры окружающей среды 
вх, А = 0, 


при В, 
К, = 500 Ом, С,=3 пФ 
206 


O 10 20 30 C, n? 


Зависимости амплитуды выход- 
ного напряжения от емкости 
нагрузки при ПО». =0,6 В, 
К„=500 Ом; /[--на выводе б; 
2— на выводах 2, 4 


12 
+25 45 475 50 5150,6 


Зависимость тока потребления 
от напряжения питания при 
U, ^=0,6 В, К, =1,5 кОм, 
C =3 пФ, /=30...500 МГц 


ых ‚ д 


KNISMES РНИИ | | 
LoT 


-40-20 0 20 40 60 801% 


Зависимости выходного напря- 

жения высокого уровня от тем- 

пературы окружающей pena 

(выводы 2, 4) apy Usa = 0,6 В, 
R= 1,5 KOM 


Smoz, MU 
AMIIIHES, KPIOIUEI 


AAN 
WARRE 
230 pa 


e N 
220 WESE 


42745 475 50 550.8 


260 
250 
240 


Зависимость максимальной 
рабочей частоты от напря- 
жения питания при 
Uxa =0,6 В, К,„=500 Ом, 


С„=3 пФ 
Snin ' ИГ Ц 
24 ВЕ: KMISIHEJ 
KPIIIUEI 


14 
425 45 475 50 5250,8 


Зависимость минимальной 
рабочей частоты от напря- 
жения питания при О» = 
= (0,6 В, А, = 500 Ом, 
С,=3 пФ 


тах, MU 


-40-20 0 20 40 60 807°C 


Зависимости максимальной pa- 
бочей частоты от температуры 
окружающей среды при 
Uma =0,6. В, И м, 


и. П 


425 
-40-20 0 2040 60 807,0- 


Зависимости выходного напря- 

жения высокого уровня от тем- 

НЫ окружающей среды 

(вывод 6) при ОП» _=0,6 В, 
= 1,5 КОм 


475 50 (0,85 


Зависимости выходного напря- 
жения высокого уровня от на- 


при Uxa =0, 6 В, 


Зависимость выходного напряжения низкого 
уровня от напряжения питания (вывод 6) при 


Ux a =0,6 В 


А, =1,5 кОм . 


Тот, МА 


ГАМТЯЗИЕД, ИРИЗИЕЯ _ 
ГГ aT 
В ВА вы 
М и И arn 


add 


-40-20 0 20 40 60 915 


Li a 
15 -— 


Зависимости тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при 
о К„=1,5 KOM 


U aii ‚8 


rE] 
9,29 
40 
$79 


47 50 (0,8 


ne FANIMEJ KPIIIHEJ 


51 
-40-20 0 20 40 60 801% 


Зависимости выходного напря- 
жения низкого уровня от темпе- 
р T жающей и (вы- 
воды о Un, a =0,6 B, 


Ux ‚д 


Зависимость выходного напря- Зависимости выходного напря- 
жения высокого уровня от на- жения низкого уровня от на- 
пряжения питания (выводы 2, 4) пряжения питания о 6) пряжения питания (выводы 2, 4) 


при Т=-—45... +85°С 


U бых, А» 8 


0,8 


02 


В О ВИ Е 
ААА Ч И В РР 
ее ZA 


0 40 


при U,,a=0,6 B, R, = 1,5 кОм 


ИМИЯЗИЕЛ ИРИЯЗИЕЯ 


U3 25B 58 


vaa 


120 ` 160 200 2405 My 


Зависимости минимальной амплитуды выход- 
ного напряжения от частоты входного сигнала 


при К, =500 Ом, С„=3 пПФ 
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КМ193ИЕ4, KP193ME4 


Микросхемы представляют собой маломощ- 
ный делитель частоты с постоянным коэффи- 
циентом деления 32. Предназначены для деле- 
ния частоты высокочастотных сигналов сину- 
соидальной и импульсной формы в синтеза- 
торах частоты. 

Корпус керамический типа 2103.16-3 (4) 
(см. КМ193ИЕГ), масса не более 2,6г для 
КМ193ИЕ4 и пластмассовый типа 238.16-2 (см. 
К174АФ1), масса не более 2,5 г для КР19ЗИЕ4. 


АР19ЗИЕ$, KMIIIHEY 


Назначение выводов: 3 — выход ТТЛ/КМОП; 
8 — общий (—И,); 11 — информационный вход 
1; 12— информационный вход 2; 16 — питание 
(+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 5,2 В 
Ток потребления при U, ,=5,2 В, Т=-45... 
+85° С, не более ercran ieri 14 мА 
Коэффициент деления varionin 32 


Выходное напряжение высокого уровня при 
U= 5,2 В, T= —45... +85°С, не менее ...... 2 В 
Выходное напряжение низкого уровня при И. = 


=5,2 В, T= -—45... +85? С, не более ........ 0,4 В 
Амплитуда входного напряжения при U = 5,2 В, 
Tesda FII А 0,4... 0,8 B 
Частота входного сигнала при U, =5,2 В, 
Ux, a =0,4...0,6 В, T= —45... +85° С: 
нижнее значение', не более ................. 40 МГц 
верхнее значение, не менее ................. 200 МГц 


' При использовании импульсного входного сигнала с Kpy- 
TH3HOÑ ppo не менее 100 В/мкс нижнее значение входной 
частоты 0,1 МГц. 

Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания .............. 8 В 
Максимальная амплитуда входного напряжения 
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на информационных входах (выводы 11 
не о TOTAA 2 В 
Максимальное напряжение на выводе 3 ..... ИВ 
Максимальный ток нагрузки по ТТЛ-вы- 
ONY ео 10 мА 
Температура окружающей 

COENE А АИК ИЕ A —45... +85° С 


КМ19З3ИЕб, КР1ЭЗИЕб 


Микросхемы представляют собой высоко- 
частотный делитель частоты с постоянными 
коэффициентами деления 64 и 256. Предназ- 
начены для деления частоты высокочастотных 
сигналов синусоидальной и импульсной формы 
в синтезаторах частоты телевизионных и радио- 
вещательных приемников. 

Корпус керамический типа 2103.16-3 (4) (см. 


КМ193ИЕГ, маса не более 2,6 г для КМ193ИЕб 


и пластмассовый типа 238.16-2 (см. К174АФ!]), 
масса не более 2,5г для КР19ЗИЕб (см. 


КМ193ИЕЗ, КР19ЗИЕ?З). 


KPIIIUEG 
KMIIIHEG 


Назначение выводов: 1, 16 — питание (+U); 
б— выход делителя на 256; 8, 10— общий 
(—U,); 9— выход делителя на 64; 1/1 — инфор- 
мационный вход 2; 12 — информационный вход 
1; 15—вывод управления. 


Злектрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 6,3 В 
Ток потребления при U, =6,3 В, Т=-—45... 


589”; Не-бОЛО иода ES EEE 100 мА 


Коэффициент деления ...eisoisssicrerssssierssesss 64 и 256 
Выходное напряжение при И =6,3 В, T= 
= —45... +85° С: } 
высокого уровня, не менее ...................... 2,4 В 
низкого уровня не более .......................... 0,5 В 
Амплитуда входного напряжения при U = 6,3 В, 
т и 0,4... 0,8 В 
Частота входного сигнала при п = 6,3 В, 
U. =0,4...0,6 В; T=-—45.. . +85° С: 
нижнее значение', не более ..... и 80 МГц 
верхнее значение, HE менее ........ 1000 МГц 


' При использовании импульсного входного сигнала с Kpy- 
тизной Е не менее 100 В/мкс нижнее значение входной 
частоты 0,1 МГц. 


Примечание. При высоком уровне напря- 
жения на управляющем входе (U, 22,4 В) ak- 
тивным является информационный вход l. В 
этом режиме работы напряжение высокого 
уровня на управляющий вход разрешается не 
подавать. При подаче на управляющий вход 
напряжения низкого уровня (Ux <0,4 В) актив- 
ным становится информационный вход 2. 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания .............. 8В 
Максимальная амплитуда входного напря- 
KORNA. И О И ТЯ 2 В 
Максимальное‘ напряжение на управляющем 
BNO aiani 6,6 B 
Максимальный выходной TOK ................... 20 мА 
Температура окружающей 

о aoin и —4$5... +85° C 

И А, 8 


0,8 —— 
Зона устойчивой работы 
6 делителя частоте! 


0 200 


400 500 800 1000 A, Mu 


Зависимость минимальной амплитуды входного 
напряжения от частоты входного сигнала 


Дополнительная литература 


Гутаускас А. P., Мяшкаускас К.-В. I. Дели- 
тели частоты КР19ЗИЕ6ёб, КМ193ИЕб для синте- 
заторов частот // Электронная ’промышлен- 
ность.— 1985.— Вып. 7 (145).— C. 34—36. 


Схема включения 
+08 
Вход управления 


— 


to 
2z NX 5 
NS 
у < 14 
4 X 
5 < /2 xod CI 
Выход Q1 чз 
6 X 11 þa Я [2 
7 N 10 C4 1000 
8 X Boxod Q2 


включения 


схема 
КМ193ИЕб и KP193ME6 


Типовая микросхем 


К19ЗИЕ?7 


Микросхема представляет собой сверхвысо- 
кочастотный делитель частоты с постоянным 
коэффициентом деления 4. Предназначена для 
деления частоты сверхвысокочастотных сигна- 
лов синусоидальной и импульсной формы в 
синтезаторах частоты. 

Корпус типа 201.16-13. Масса не более 2 г. 


201.169 1; 


HHRHH, TH- 
UUU 


Jona ключа 
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K1934E7 


Назначение выводов: 4— информационный 
вход; б-—опорное напряжение; 8— общий 
(—U,) 11—выход ЭСЛГ; 14—выход ЭСЛ2; 
16 —питание (+0)). 


шт, МА Ил, 8 


08 
06 
04 
($: 


60 62 64 650,8 0 


Зависимости тока потребле- 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............, 6,3 В 
Ток потребления при U,=6,3 В, Т=-10... 
H В. OOI И 150 мА 
Коэффициент деления........ „ни олиниеияниииинниньнининие 4 
Амплитуда входного напряжения при И, =6,3 В, 

aad E Сила 0,8.. 1 B 
Частота входного сигнала при U, =6,3 B, 
U. =0,9 В, Т=-10... +70° С: 

нижнее значение, не более ................. 200 МГц 

верхнее значение, не менее ............... 2000 МГц 


Амплитуда выходного напряжения при И! = 


=6,3 В /=2000 МГц, U. a=0,8 В, T= 
w a ДС HE МЕНЕЕ: orsina 0,5 B 
Предельные эксплуатационные данные 

Максимальное напряжение питания ............. 7В 
Максимальное входное напряжение .............. 2 В 
Максимальный ток нагрузки .............льнинии 15 мА 
Температура окружающей 

ОЛ ое —10... +70° С 


2.10. Микросхемы серии КР198 


Микросхемы серии КР198 — комплект тран- 
зисторных матриц и элементарных каскадов 
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ИЕ || | 
ENNM 
IRERE 
И 
Ул 

04% QB 12 16 ХИ 
Зависимость минимальной ам- 


ния от напряжения питания плитуды входного сигнала от 
частоты входного сигнала 


Схема включения 


#794 ИЕ s 


+ Un 
м о 
42 


Типовая схема включения микросхемы 
K193HE7 


05 
-20 0 20 40 807°C 


Зависимость амплитуды выход- 

ного напряжения от темпера- 

туры окружающей среды при 
В 


, 


на их основе универсального назначения. Bhl- 
полнены по биполярной технологии с изоляцией 
элементов диэлектриком. Предназначены для 
применения в различной радиоэлектронной ап- 
паратуре. 

В состав серии входят: 

КР198НТ1А, КР198НТ1Б — матрицы из пяти 
транзисторов n-p-n; 


КР198НТ2А,  KP198HT25,  КР!198НТЗА, 
КР198НТЗБ — матрицы из четырех транзисто- 
ров n-p-n; 


КР198НТ4А, КР198НТ4Б — матрицы из трех 
транзисторов п-р-п; 

К198НТ5А, КР198НТ5Б — матрицы из пяти 
транзисторов р-п-р; 


КР198НТ6А,  KP198HT65,  KP198HT7A, 
Sa матрицы из четырех транзисто- 
р-п-р 


OP КР1ЭВНТВА, КР198НТ8Б — матрицы из трех 
транзисторов р-п-р; 

КР198УНЛА, KP198YH1B, KP198YH1B— 
универсальные линейные каскады; 

КР198УТ1А, КР19ЗУТТБ — многофункцио- 
нальные дифференциальные усилители. 


KP198HT14A, 
KP198HT2A, 
KP198HT3A, 
KP198HT4A, 


KP198HT16, 
KP198HT25, 
KP198HT35, 
KP198HT45 


Микросхемы представляют собой матрицы 
п-р-п транзисторов. Различаются числом тран- 
зисторов, входящих в состав матрицы: 
КР198НТ] содержит пять транзисторов 
КР198НТ2, КР198НТЗ — четыре; КР198НТ4— 
три. 

Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,2 г. 


ри М 
mon 
| ПИ 


= (14 0oi0o0800) 


6,7 


_ 
летел 


КРУ9ВИТИ (А, 5) 
102011098 


12944667 


ИРУЯВИТ2 k 5) 
nann 


КИ 
ИТ 


1294956 


ИРЯЯВИТЯ (A, 5) 
пи 98 


1294967 


KP1II8HTS (А, 6) 
99 n 9 в 


Deg 


Электрические параметры 


Напряжение насыщения база—эмиттер при 
к=3 МА, [,=0,5 мА, Т=+25° С, не 6o- 
ур. sonanu PEN AEAEE IEE 1B 
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 


при /к=3ЗмМА, 1[,=0,5 мА, Т=+25° С, не 
‚тез; (МИА СИНИЕ УИТНИ 0,7 В 
Обратный ток коллектора при Икв=6 В, T= 
= +25° С, не более ..,.зеьенииаььзанинельбонацивя 0,04 мкА 


Статический коэффициент передачи тока в 
схеме с общим эмиттером при Икэ=3 В, [= 
=0,5 мА, T= +25° С: 


КР!98НТ1А,  КР!198НТ2А,  KP198HT3A, 
К niorum 20... 125 
КР198НТ1Б, — КР!198НТ2Б КР198НТЗБ 
KPISSH TAB И 60.., 250 


211 


Разброс значений статического коэффициента 


Обратное напряжение коллектор — эмит- 
передачи тока дифференциальной пары в MH- тер ............... ии иияниииииииниинииитинани 15 В 
кросхемах КР198НТТА, КР19Э8НТУБ, Обратное напряжение база -—эмиттер .......... 4 B 
KP198HT2A, KP198HT2B, не более ............. 15% — Постоянный ток коллектора ..............ьжьниие. 10 мА 
Разброс прямых напряжений база—-эмиттер Постоянный ток коллектора в режиме насыще- 
дифференциальной пары в микросхемах НИЯ ............ и ииииииининиииииииииииииииннининне 30 мА 
KP198HT1A, КР198НТ2А, не более ............ 4 мВ — Постоянная рассеиваемая мощность в диапазо- 


не температур окружающей среды Т=-45... 


Предельные эксплуатационные данные +857 С: 
одним транзистором .............. еее 20 мВт 
Постоянное напряжение коллектор — база ... 1$ В МАТОННЕЙ ола A 100 мВт 
Постоянное напряжение  коллектор—эмит- Температура окружающей 
И БВ: Зы а ое —45... +85° С 
Žkso, “KA Uks nas » B3 Uba nac» B Uksnac» 8; Овунос 8 


КРУЗВИТИА, B), KPII8HTZ(A,6) 
KPIIEHTI(A, E), KPISBHTHA, 5) 


-20 0 20 40 60 807°C 


Зависимости обратного тока 
коллектора транзисторов, вхо- 
дящих в состав микросхем от 
температуры окружающей сре- 
ды. Заштрихована область раз- 
броса значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной ли- 
нией показана типовая зависи- 
мость 


(Энас , 8 


07 ГАРАНТ! (А, 6) 
QG [ИРИЯВНТЕ А, B) 


АЛИ 
s BE — 
n ZAA 


Y 


НЕ ОВ 
AA ИИ ИИ 
= 


0 ő ПП 


15 Iy, МА 


Зависимости напряжения насыще- 
ния коллектор — эмиттер транзис- 
торов, входящих в состав микро- 
от тока коллектора при 


тЫ 


L iame 
04 В 7, 
02 ей 
Ро ВИ 
-20 0 20 40 9 807°C 


Зависимости напряжений насы- 
щения коллектор — эмиттер и 
база -——эмиттер транзисторов, 
входящих в состав микросхем, 
от температуры окружающей 
среды при [;=0,7мА, Ik= 
=3 мА. Заштрихована область 
разброса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплош- 
ными линиями показаны типо- 
вые зависимости 


I5, MKA 
240 РИТА ИЯ 
PIIBHT? 


200 ен Г) 
ИР/ЯЕНТА Я, B) 


43 04 05 06 07 15,8 


Зависимости тока базы тран- 

зисторов, входящих в состав 

микросхем, от напряжения 
база — эмиттер 


=0,5 мА. Заштрихована область 
а. значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной линией 


показана типовая зависимость 
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KPIISHTI(A, E) KPI98HT2A, 5) 
[ИРЯВИТЯЙ, 8 KPIISHT (A, 6) 


0 02 04 Q6 08 lg, мА 


Зависимости напряжений Ha- 

сыщения коллектор — эмит- 

тер и база — эмиттер тран- 

зисторов, входящих в состав 

микросхем, от тока базы 
при к =3 мА 


12 KPIIBHTIYA, 6) 


w |% РТА) оба 


р И 


6 
4 
2 == 
0 3 6 9 12 5Uy,b 
Выходные вольт-амперные 


характеристики транзисто- 
ров, входящих в состав 
микросхем 


-Ez 
P- 


-60 -40 0 25 607°C 


Зависимость разности прямых 
напряжений база — эмиттер 
транзисторов, входящих в сос- 
тав микросхем (дифференциаль- 
ной пары), от температуры ок- 
ружающей среды при %У/1,= 
=0,5 мА, Т=-+25° С. Заштри- 
хована область разброса зна- 
чений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


fais 
130 


-40 0 40 915 


Зависимость статического 
коэффициента передачи тока 


Зависимости 
коллектора транзисторов, вхо- 


КРУЯВНТИ (A, 5) 
КРУЯВНТ? (А, B) 
а НН (4, i 5) 


G- 


PRL L 


PZLA 
[77 ТЕ 


6 8 1, МА 


Зависимости коэффициента пе- 
редачи тока в схеме с общим 
эмиттером транзисторов, вхо- 
дящих в состав микросхем, от 
тока эмиттера при Ох, =3 В 
Заштрихована область разброса 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


0,1 (KPIBENTSAENKPIOSHTEIA J; 
KP1I98HTT (A, 5) h 


TA 
RR 


pl 


M 
-25 0 259 1 007°C 


обратного тока 


в схеме с общим эмиттером 
_ транзисторов, входящих в 
состав микросхем, от темпе- 
ратуры окружающей среды 


КР198НТ5А, КР1УЗНТЬБ, 


дящих в состав микросхем, от 

температуры окружающей сре- 

ды. Заштрихована область раз- 

броса. значений параметра для 

95% микросхем. Сплошной ли- 

нией показана типовая зависи- 
MOCTb 


‚Корпус типа 201.14-1 
КР198НТ4). Масса не более 1,2 г. 


KP198HT6A, KP198HT65, 


KP198HT7A, КР1ЭЗНТ?Б, 
KP198HT8A, KP198HT85 


Микросхемы представляют собой матрицы 
р-п-р транзисторов. Различаются числом тран- 
зисторов, входящих в состав матрицы. Микро- 
схемы КР198НТ5А, КР198НТ5Б содержат 5 
транзисторов p-n-p; КР198НТ6А, КР198НТ6Б, 
КР198НТУБ — 4; 


P198HT7A, 
KP198HT85 — 3. 


КР] 98НТ8А, 


-40 0 40 807°% 


Зависимости разности стати- 
ческих коэффициентов пере- 
дачи тока в схеме с общим 
эмиттером дифференциаль- 
ной пары транзисторов, вхо- 
дящих в состав микросхем, 
от температуры окружаю- 
щей среды 


Uk нас , 8 


o pemn A T 
o ZE 
ИР T 


0,2 
0,1 


pa A _ 
АТГ 
10 20 %0 91, 


Зависимость напряжения насы- 


щения коллектор —эмиттер 
транзисторов, входящих в сос- 
TaB микросхемы КР198НТЗА, 
от тока эмиттера. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметров. для 95% микро- 
схем. Сплошной линией показа- 
на типовая зависимость 


(см. КР198НТ!— 


КРУЯВИТУ(А, b) 
0 3 8. 


я 2 t 
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KPII8ATE (А, 5) 
чит 10 


КРУЯВИТ7 (A, 5) 
2 n wo 9 в 


1294 


КРУЯВНТВ (А, 5) 
4 3 12 9 8 


S 8 7 


129 PE i 


Электрические параметры 


Напряжение насыщения база—эмиттер при 
к=3мМА, 1;=0,5мА, Т=+25°С, не 6o- 
И ИИ 1B 

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер 
при Ik=3 МА, [;=0,5 мА, T= +25° С, не более: 


KP198HT5A,  KP198HT6A, — КР198НТТА, 
КР оо ааа 0,5 В 
KP198HT5B, KP198HT65 KP198HT7B, 
КР198НТЗЬБ ........... о 0,75 В 
Обратный ток коллектора при ОИкь=6 В, не 
У Е 0,3 мкА 


Статический рии. передачи тока в 
схеме с общим эмиттером при Икэ=3 В, = 
=0,5 мА, T= +25° С: 


KP198HT5A,  КР!98НТбА, KP198HT7A, 
KP1I98HT8A siiin а 20... 125 
КР198НТ5Б,  КР!98НТбБ,  КР1ЭЗНТ7Б 
КР198НТВВ siisii 60 +, 300 


Разброс значений статического коэффициента 
` передачи тока дифференциальной пары в MHK- 
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росхемах КР198НТ?ЗА, КР198НТЪ5Б, КР1Э8НТбА, 


KPI98HTO6B, не более и ааониинииньня 15% 
-Разброс прямых напряжений база — эмиттер 
дифференциальной пары B микросхемах 
КР198НТЗА, KP198HT6A, не более ............ 5 мВ 


Предельные эксплуатационные данные 
Постоянное напряжение коллектор — база: 


КР198НТ5А,  КР198НТ6А,  KP198HT7A, 
EPISSH TBA оон A 15 B 
KP198HT5B5, KP198HT65 KP198HT75 
KPED TSD nerion a 30 B 


Постоянное напряжение коллектор — эмиттер: 


КР198НТ5Б, КР198НТ6Б, KP198HT7B, 
KPII ETOD aioa Aa 30 B 
KP198HT5A, KP198HT6A, KP198HT7A, 
КРУЗНТЗА riisiniss ENE NERA 15 B 
Обратное ‘hanpaxenie коллектор — эмит- 
И 15 В 
Обратное напряжение эмиттер —-- база .......... 4В 
Постоянный ток коллектора ossee 10 мА 
Постоянный ток коллектора в режиме насыще- 
БИЯ ое 30 мА 
Постоянная рассеиваемая мощность в диапазо- 
не температур окружающей среды Т= 
=—45... +85° С: 
одним транзистором ................иининниныныиь 30 мВт 
> . МАТРИЦЕЙ corcia 120 мВт 
Температура окружающей 
ВЕДЫ Зоо ео иывы —45... 85° С 
КР198УНЛА, КР187УНЛБ, 
КР198УН1В 
рю т собой универ- 
сальный линейный каскад, выполненный на 
основе несимметричного дифференциального 


ИРУЯВУНТ (А-8) 
нина T 


RI В R 


усилителя с эмиттерным повторителем на выхо- 
де. Предназначены для усиления низкочастот- 
ных сигналов. — 

Корпус 201.14-1 (см. КР19Э8НТ1 — КР198НТ4). 
Масса не более 1,2 г. 

Назначение выводов’ [-— вход (база VT2); 
2 — резистор смещения генератора стабильного 
тока; 3, 5— резисторы смещения Же 
ТЗ; 4—вход (база ИТЗ); б-—питание (— U); 
7— выход делителя в цепи эмиттера транзисто- 
ра VT4; 8 — питание (+U); 9-— выход; 10 —вы- 
вод коллектора VT3; | — вход (база VTI); 
12-- выход (коллектор ГГ/); 13 — резистор cme- 
щения транзистора VTI; /4— контрольный Bbl- 
вод (общая точка транзисторов VTI и VT2). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ..... + 6,3 В 
Ток потребления при U, = + 6,3 В, U=! B, 
f=10 кГц, А, =1,8 кОм, не более: 
При. Г-н иены 6 мА 
При. Тм С он 7,5 мА 


Коэффициент усиления напряжения при U= 
= +6,3 В, Ux =0,8 В, /=10 кГц, А, =1,8 кОм, 
Т= +25° С, не менее: 

КРЭЗУНА, KPI98YHIB уу 4 

КР198УН1В 
Коэффициент гармоник при U, = 6,3 В, U= 
=0,5 В, А,„=1,8 кОм, А, =1,2 кОм, T= +25° С, 
He OOE оо 10% 
Коэффициент шума при U = + 6,3 В, f=1 кГц, 
К, =1,2 кОм, T= +25° С, не более ......... 30 дБ 
Верхняя рабочая частота при И, = + 6,3 В, К, = 
=18 кОм, T= +25° С, не менее ........... 1 МГц 
Входное сопротивление при И, = + 6,3 В, Им = 
=0,3 В, /= 10 кГц, T= +25° С, не менее 3,3 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 
Максимальное напряжение питания ..... + 6,9 В 


Максимальное входное напряжение ........ +4 В 
Максимальное выходное напряжение при А, = 
В аа 2В 


Температура окружающей среды — 45... +85° С 


Схемы включения 


411098 
KPII8UNIA-8) 
1294987 


Принципиальная схема линейного усилителя 


чин 9в 
ИРИЯВУНТА-В) 


-Jý 
-04 -02 0 


02 04 450.8 
6) с 


Принципиальная схема (а) и регулировочная 
характеристика (6) регулируемого усилителя 


ВИН) в 
КРУУВУНТ(А-6) 
1234507 


Принципиальная схема амплитудного аа 
на микросхеме КР198УН1 (А—В) 


215. 


Дополнительная литература 


Аналоговые — интегральные — микросхемы: 
а / 5. TI. Кудряшов, КЮ. В. Назаров, 
Тарабрин, В. А. Ушибышев.— M.: Радио и 


связь, 1981:—160 с.— (Массовая радиобиблиоте- 
ка; Вып. 1033). 


КР1ЭЗУТТА, КР198УТ1Б 


Микросхемы представляют собой много- 
функциональный дифференциальный усилитель 
с выходными эмиттерными повторителями. 
Предназначены для усиления низкочастотных 
мые 

ус типа 201.14-1 (см. КР198НТ1— 
КР, Масса не более 1,2 г. 


п № KPIIBYTI (A, 5) 


VT3); 


|—вход (база 
2— резистор смещения генератора стабильно- 


Назначение выводов: 


го тока; 3— резистор смещения транзисто- 
ра VT2, 4— вход (база VT2), 5— вход эмит- 
терного повторителя; б — питание (— U.) 7— 
выход эмиттерного повторителя; 8— питание 
(+0,); 9— выход эмиттерного повторителя; 
]О— выход (коллектор транзистора VT4), 11— 
вход (база транзистора VT4), [2— выход (кол- 
лектор транзистора 772); 13 — резистор cme- 
щения транзистора 774; [4 — контрольный Bbl- 
вод (эмиттер транзистора VT3).- 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... + 6,3 В 
Ток потребления при U = +6,3 В, U, =0, T= 
нло в, Ме DOE о ааа 5 МА 


Напряжение смещения при U = + 6,3 В, U, =0, 
T= +25° С, не более: 

КР!98УТ1А 

БРНО TID oaar a + 12 мВ 
Температурный дрейф напряжения смещения в 
диапазоне температур Т=—45... +85°С при 
И. = 6,3 B, 0, =0, не более: ии. 30 мкВ/ C 
Максимальное выходное напряжение при U = 
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= + 6,3 В, /=10 кГц, А, <10%, не mence: 
non Taplin F8 И 2,5 B 
При: Tee E r a 2 B 
Входной ток при И, = 6,3 В, ‚бы, не более: 
при Т=+25 и +85° C: 


KPII TIA airone 10 MKA 

КРОТ А Иа 20 мкА 
при T= —45° С: 

ЧСС, oana a Gi 20 мкА 

КРУ ТЕ: sinana A 35 мкА 


Разность входных токов при U = 6,3 В, Up= 
=0, не более: 
при Т=+25 и +85° С: 


КРОТ орон 3 мкА 

КРОУ: лок долее 8 мкА 
при Т=-—45° С: 

с, А 5 МКА 

БРВ 1 Ы aerea 15 мкА 


Коэффициент усиления напряжения при U = 


= +6,3 В, И, ы„<0,7 В, /=10 кГц, не менее: 


При T= hat С зонах 20...70 
ПИ р ордена 15... 80 
Коэффициент ослабления синфазного 'сигнала 
при И, = 6,3 В, ПО, =2,5 В, Т=+25° С, не 


МЕНЕЕ а ‚ 70 дБ 


Верхняя рабочая частота по уровню выходного 
напряжения —3 дБ при (И, = 6,3 В, T= 
=+ C, Не Менее. ен 0,7 МГц 
Входное сопротивление при U = + 6,3 В, Иьы, = 
=0,6 В, /=10 кГц, T= +25° С, не менее 5 кОм 


Выходное сопротивление при (И, = 6,3 В, 
(к =0,6 В, /=10 кГц, Т=+25°С, не 6o- 
ое Анно на 0,5 кОм 


П редельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................... +5,7... + 6,9 В 
Максимальное входное дифференциальное на- 
пряжение при /[„<2 мА, на более ......... +4 В 
Максимальное входное синфазное напря- 
НИЕ ме . +2,5 В 
Минимальное сопротивление нагрузки 200 Ом 


~ 


Температура окружающей среды — 45... +85° C 


Схемы включения | 


14 131211 109 8 
KPIIBITIA, Е) 
1234567 


Типовая схема включения 
микросхемы KP198YTI 
(А, Б) 


Ie 

4 1321098 | 20 
KP1989T1A, 5) 

1234567 10 

0 


Принципиальная схема (a) и регулировочная характерис- 
тика (6) регулируемого дифференциального усилителя 


Дополнительная литература 


Аналоговые — интегральные — микросхемы: 
Справочник / B. П. Кудряшов, FO. В. Назаров, 
B. В. Тарабрин, В. А. Ушибышев.— M.: Радио и 
связь, 1981.— 160 с.— (Массовая радиобиблиоте- 
ка; Вып. 1033). 


2.11. Микросхемы серий К538 и 
КР538 


Микросхемы серий K538 u КР538 — комплек- 
ты малошумящих усилителей, предназначенных 
для усиления малых электрических сигналов от 
генератора с низким сопротивлением в радиоиз- 
мерительной,  звукозаписывающей и другой зву- 
коусилительной радиоаппаратуре. Выполнены 
по планарно-эпитаксиальной технологии на би- 
полярных транзисторах с изоляцией элементов 
диэлектриком. 

В состав серии входят: 

K538YH1— малошумящий — универсальный 
усилитель; 

К538УН2, KP538YH2— малошумящие низ- 
ковольтные усилители; 

К538УНЗА, К538УНЗБ, КР53З8УНЗА, 
КР5З8УНЗБ — сверхмалошумящие —широкопо- 
лосные усилители. | 


К538УН1 


Микросхема представляет собой малошумя- 
щий универсальный усилитель для усиления 
сигналов с частотой до 1000 кГц. Характеризу- 
ется малым уровнем шума в звуковой полосе 
частот, имеет большой коэффициент усиления и 
защиту от короткого замыкания на выходе. 
Предназначена для применения в высококачест- 
венной бытовой и студийной аппаратуре записи 
и воспроизведения звука, а также в различной 
радиоизмерительной аппаратуре. 

Корпус типа 301.8-2. Масса не более 1,5 г. 


НРНВТАЙ a 
ны 


ac UQ 
оо O Q 
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Назначение выводов: | — питание (+U), 2— 
общий (— U) 3— ИИ вход; 4— He- 
инвертирующий вход; общий эмиттер диф- 


ренциального усилителя; 6, 7— коррекция; 


— выход. 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ........... 15 В 

Ток потребления при И =15 В: 
при T= +25° С, не более... 10 мА 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ оне 6 мА 
при Т=-25... +70°С, не более ........ 10 мА 


Коэффициент усиления напряжения при И, = 
= [5 В: 
при T= +25°С, не менее ....... иене 3. 10* 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ .....уозеениниозиньзианивньнионианния 10° 
при Т= +10... +70° С, не менее ...... 2,5.10“ 
Напряжение шумов при ПО. =15 В, А, = 500 Ом, 
[=10...10 000 Гц, T= +25° С, не более 1,4 мкВ 
ТИПОВО@ ЗНАЧЕНИЕ ..,злизлиье вала пькавеяоаиееве нома 1 мкВ 
Коэффициент нелинейных искажений при И = 
== 15 В, Оль, =2 В, Kyu = 50, {= 1 КГц, T= +25° С: 
НО БОЛЕ ооо ааа 0,1% 
ТИПОВОе ЗНАЧЕНИЕ ......онизниньвавьзовавввззивиньавя 0,08% 


10° 10% 10: 


06 Г 10 12 


” Зависимость выходного 
напряжения от частоты 
при (1 =15 В, T= +25° С 


К, % 
100 S E A РКНЕННИЕ 


RS38YNI oar 


9045 


10! 108 10° 10* 
Зависимости коэффициента Зависимость 
гармоник от частоты при 

О. =15 В, Ош =2 В, 

T= +25° С 
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н #08 


Зависимость коэффициента усиления Зависимость максимального 
напряжения от напряжения питания 


при К,=10 кОм, /<20 кГц, Т=+ 
+25° C 


$ iy 0 10 w’ 


коэффициента 
усиления а от час- 
тоты при ПО. =l 
К» = 10 кОм, С 


Частота единичного усиления при И, =15 В, 
1-25 C BE МЕН юны 10 МГ 

ТИПОВОЕ 3HAĦYCHHE ньносныниныы 30 МГц 
Максимальная амплитуда импульсов выходно- 
го напряжения при U, =15 В, не менее: 


при. Tækni a U„— 3 B 
ma [as At E Gnani 0, —5 B 
Входное сопротивление при U,=15 B, T= 
= +25° C, не менее ..esssesssssssssressssss 50 кОм 
Выходное сопротивление при U,=15 B, T= 
=+25° C, типовое значение ................. 100 Ом 


Коэффициент влияния нестабильности источни- 
ка питания на выходное напряжение при И, = 
=15 В, T= +25° С, не менее csucs 100 дБ 

типовое значение .........«ззниьианььаннинннннинь 110 дБ 


Предельные эксплуатационные данные ’ 


Максимальное напряжение питания ......... 30 B 
Максимальное входное напряжение ..... 300 мВ 
Минимальное сопротивление нагрузки (кратко- 


о pacisoaiiiniinnciiada naa 0 Ом 
Температура окружающей среды: 
длительное воздействие .......... — 10... +70° c 
кратковременное воздействие ....... < +128° С 


Utax, mag » j 


выходного напряжения от 
напряжения питания при 
T= +25°С 


w i PN 


1061, 


Зависимость тока потребления от 
напряжения питания при 
T= +25° С 


Схемы включения 


[1 =+12..#188 
02 0,1 


| г 
#2 R4 Ок 


Принципиальная схема ли- Принципиальная схема предва- — Принципиальная схема предва- 
нейного усилителя рительного усилителя-корректо- — рительного усилителя воспроиз- 
ра для магнитной головки вы- ведения для магнитофона 


сококачественного DMY 


Дополнительная литература 

$151, 12-1 

Аналоговые и цифровые интегральные мик- 

росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубов- 

ский, H. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 

Под ред, С. В. Якубовского.-— 2-е изд. ЗЫ 
и доп—-М.: Радио и связь, 1984.— 432 с 


К538УН2, KP538YH2 


Микросхемы представляют собой малошу- 
мящие низковольтные усилители. Предназначе- 
ны для усиления аналоговых сигналов низкой 
частоты при напряжении питания 0,9.. 

‚5 В. Оригинальное построение выходно- 
ro усилителя и выходного каскада, работаю- 
щего в классе «B», позволило уменьшить ток 
покоя до 0,4мА и получить максимальное 
значение выходного сигнала около 0,3 В apy 
напряжении источника питания 1,2 В. Мик 
схемы характеризуются низким уровнем со от. 
венных шумов, малыми нелинейными искаже- 
ниями и высоким коэффициентом усиления. 
Применяются также в миниатюрных слуховых 
аппаратах и приборах для медико-биологиче- 
ских исследований. 

Корпус типа 301.8-2 для К53З8УН2 и т 
тюрный пластмассовый типа 4151.12-1 

КРЗЗВУН2. Масса К53З8УН2 1,5 г, КР!538УН2 


ры т 
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Назначение выводов 


Назначение вывода 


К538УН2 


1 Питание (+U) 
2 Коррекция 
5 Вход 
6 о питание 
(=U 
7 Регулировка Kv 
8 | Выход 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 1,2 В 
Ток потребления при U ,=1,2 В, T= +25° С, не 
о НЕА О НИ НОЯ 1,2 мА 

ТИНОВОЕ. ЗНАЧЕНИЕ: оон 0,4 мА 


Напряжение шумов при И! =1,2 В, f= 
=100... 5000 Гц, Т= +25° С, не более 1,5 мкВ 
типовое значение ................иниинньнинань, 0,8 мкВ 
Максимальное выходное напряжение при И, = 
=1,2 В, К. =7%, А, =1 кОм: 
при Т= +250 С, не менее .......... ии 0,25 В 
типовое значение ............ зе ьииизнньюизньии 0,32 В 


-10 0 10 20 30 ort 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения’ от темпера- 


12 19,8 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от рая 


при Т=-10... +40° С, не менее ........ 0,23 В 
ТИПОВОЕ `ЭНВЧЕНИЕ доска ини 0,3 В 
Коэффициент усиления напряжения при И, = 
=1,2 В, О, =0,2 В, Е, =1 кОм, T= +25° С, не 
И НИ ЕР 1500 
ТИПОВОЕ: ЗННЕНИ Военные 2500 
Изменение коэффициента усиления напряжения: 
при изменении напряжения источника пита- 
НИЯ: НВ. 105: ме. Golte ера +2 дБ 
ТИПОВОЕ Значение „лысым + 0,5 дБ 
в диапазоне температур T= —10... +40° C, не 
[оо АНИ ААА И АН 
ТИПОВОЕ: ЗНЗЧЕНИЕ оленя 
Верхняя граничная частота при U, =1,2 В, T= 


а E. OR E IEE ES T T 10 кГц 
Входное сопротивление при U, =1,2 В, T= 
s a a О IE NE E T A T 2 кОм 
Предельные эксплуатационные данные 
Максимальное напряжение питания ........... 2 В 
Максимальное входное напряжение ......... 0,1 В 


Минимальное сопротивление нагрузки 200 Ом 
Температура окружающей среды' —10... + 40° С 


1 Допускается кратковременное воздействие температуры 
—60 и +85° С. 


Inr, МА 


НОВИН НРУ | 
a В ВОИ ВА 


-10 0 10 20 30 401% 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 


ее >> 
(вых, 5 и, ABITE Kps % 
"e „т р 
„Ми | сияние ГГ 
1 ГРЕШ 
10 ИИ E НЕ Е 


0' 10? 


10* Ra, KOM 


Зависимость выходного напря- 
жения от сопротивления нагруз- 


ки при И. =1,2 o И, =1,2 


' -220 


lal 


Зависимость напряжения шу- 
мов от частоты при 

В, Ю =2 кОм, 

Т= +2 


02  б9ьк,б 


Зависимость коэффициента гар- 

моник от выходного напряже- 

ния при R,=1 кОм, /=1 кГц 
# 


10° £, Tu 01 


$o С. 


Схемы включения 


+09... 158 


K538YN2 
C1 10,0 
+ 


Принципиальная схема линейного усилителя с 
регулируемым коэффициентом усиления 


y A 
IP 
Ip 
Принципиальная схема слухового аппарата 


К5З8УНЗА, К5ЗЗУНЗВБ, 
КР5ЗЗ8УНЗА, КР5ЗЗУНЗБ 


Микросхемы представляют собой сверхма- 
лошумящий широкополосный усилитель сигна- 
лов частотой до 3 МГц. Шумовые характери- 
стики усилителя оптимизированы для работы с 
низкоомными генераторами сигналов (от сотен 
ом до единиц килоом). Коэффициент усиления 
фиксирован внутренним делителем, имеется 
возможность его внешней регулировки. Усили- 
тель предназначен для применения в качестве 
предварительного усилителя воспроизведения 
кассетного магнитофона высшего класса, а 
также в качестве усилителя для низкоомных 
датчиков. 

Корпус типа 301.8-2 (см. К53З8УНТ) для 


микросхем К5З8УНЗА, К538УНЗБ и пластмас-' 


совый типа — 2101.8-1 для  КР5З8УНЗА, 
КР5З8УНЗБ. | 
Масса К53З8УНЗА, К5З8УНЗБ — 1,5 г, 


КР53З8УНЗА, КР53З8УНЗБ — | г. 


2101. 8-1 


Назначение выводов: l — питание (+U), 2— 
не используется; 3 — коррекция; 4— вход; 5— 
вывод регулировки коэффициента усиления; Ő — 
емкость фильтра; 7 — общий (— U); 8 — выход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 6 B 
Ток потребления при U, =6 B, T= —45.. 
Bo OON OA 

Коэффициент усиления а с С 


i обратной связью при U ,= Г ц, 
=] мВ, В, =10 кОм, Ат, 
ЗУ НЗА" КР5З8УНЗА, ие р ORN 200 
K538Y H35, KP538YH3B, He менее .......... a LOO 
КЗЗВУНЗА, КР5З8УНЗА, типовое Е 
К5ЗЗУНЗЕ, КР53ЗЗУНЗБ, . типовое значе- 
ИЕ РЕ ИА ОИ ИИ 250 


K538YH3A, KP538YH3A, не более ........ 300 
К$38УНЗБ, КР5З8УНЗБ, не более ......... 350 
Коэффициент усиления напряжения без. внутрен- 
ней обратной связи при U =6 В, f=1 МГц, 


И =1 мВ, К, =10 кОм, 


BHAYCHHE о ана 
Нормированное напряжение собственного шума 
при Ин =6 В, /=1 кГц, А, = 500 Ом, 
T= +25° С, не болес ............... 


и 5 нВ/. /Гц 


К53З8УНЗА, КР5З8УНЗА, типовое о 

К5ЗВУНЗЬ, `КРЕЗВУНЗЕ, “тиловое ^^ ‚значе 
ИТ 

w о Верхняя частота среза при U ,=6 В, К, =2 кОм, 

Т= +257 С, типовое и = 100, T= +25 С, типовое значение 3 МГц 

Е Входное сопротивление .......................... L0 КОМ 


К„ = 10 кОм, Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ........ 7,5 В 


ТИПОВОС ЗНАЧЕНИЕ ........ нение, « 21 uB// Tn — Максимальное входное нап 
= ряжение ..... 200 mB 
ее УЖЕ ава аби: Минимальное сопротивление нагрузки (крат- 
=6 B, А, =2 кОм, К <10%, Т=-45° С: ковременное) 0 Ом 
ВУЗА, КР53З8УНЗА, не менее ..... 0,5 В Температура окружающей среды: о. 
К538УНЗБ, КР53З8УНЗБ, не менее .......... 0,3 длительное воздействие... — 45... +70° C 
кратковременное воздействие —60... +125 C 
Ius nA fvi, i nB / У Ку, 18 
ы KSI8UHI(A, 5) e Aa. 
KPSJOYNI SNNN 
10° 0! ныть 200 ANNB Y 
В Ва О ВИ Е E 
r! ji KSSBINI(A, E), KPSIOIHA MA) | 
10°10" 10° 10% 10'fru 10° 10! 10? 109 10° 74 -60 -40 -20 0 20 40 607° 


Зависимость шумового тока 
от частоты при U, =6 В, 
К, =500 кОм 


77222224 


5 7 


Зависимость коэффициента 
усиления напряжения от на- 
пряжения питания N 

f=1 МГц, В, =10 кОм. За. 
штрихована ре разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая 

зависимость 


222 


Зависимость напряжения ри коэффициента усиления 
шумов от частоты при пей среды от ме ы окружаю- 
И =6 В, К, =500 Ом ды при О =6В, /=1 МГц, 
кОм. аштрихована область 
миа значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией пока- 

зана типовая зависимость 


Ky 


и КУЗИН, E). KPSIOINJ(A, B) 

90 
40 
90 


-60-40 -20 O 20 40 60 7°C 10° 10! 102 10° 10* 103 10°£ ių 


Зависимость выходного напря- 
жения от температуры ВВ, 
жающей jg при 

м 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от частоты 
при О, =6 В, К, и=40 дБ =const 


Схемы включения 


+68 


89 KJJBYNIA 


KPSJBYNJA 


KSIOYHIA 
KPSIBYINIA 


(1 10,0 
4 


Baixo 


2 00T 


Принципиальная электричес- 

кая схема линейного усили- 

теля с полосой пропускания 
1,5 Гц...3 МГц 


KIJOYHIA 
ИРУЧЕУИЗА 


019,0 
4 


Принципиальная схема предварительного уси- 

лителя воспроизведения для магнитофона. Уси- 

литель характеризуется ны основны- 

‚ми параметрами: И, &20 мВ при f=1 кГц, 
К. <1% 


‚ Дополнительная литература 


l. ui Langar o 
Б. В. b a a 
и др.; 
и связь, 


осхемы: Справочник / 
унин. Ю. Н. Смирнов 
И а м ЕВ Тарабрина.— M.: Радио 


b; Певницкий Cu Филин С. И a 


силители на 


КР53З8УНЗ// 
6.— С. 45, 46. 


адио.—1984.— 


2.12. Микросхемы серий К548 
и КР548 


Микросхемы серий К548 и КР548 — комплек- 
ты малошумящих усилителей, предназначенных 
для усиления малых электрических сигналов 
в аппаратуре магнитной записи и воспроизведе- 
ния звука, слуховых аппаратах, радиоизмери- 
тельной и другой аппаратуре. Выполнены по 
планарно-эпитаксиальной технологии на бипо- 
лярных транзисторах с изоляцией элементов 
диэлектриком. 


Принципиальная схема уси- 
лителя с регулируемым ко- 
эффициентом усиления 


росхема имеет малые шумы 


ПНА 
_ КРУИЗ 


CI 


30, $ 


Принципиальная схема уси- 

лителя с повышенной чувст- 

вительностью. Усилитель 

характеризуется следующи- 

ми основными параметрами: 
К, и=3000, К, =3%, 


Uin =0,5 В, У; =200 КГЦ 


В состав серии входят: 

К548УН1А, К548УН1Б, К548УН1В — двух- 
канальные малошумящие усилители; 

К548УН2 — малошумящий УНЧ для слухо- 
вых аппаратов; 

КР548УНЗ — специализированная микросхе- 
ма для высококачественных слуховых аппа- 
ратов. 


К548УН1А, К548УН1Б, 
К548УН1В 


Микросхема представляет собой малошумя- 
щий двухканальный усилитель для SET A 
тельного усиления сигналов частотой до | M 
Предназначена для применения в высококачест- 
венной стереофонической бытовой и студийной 
аппаратуре записи и воспроизведения звука, 
а также радиоизмерительной аппаратуре. Мик- 
и нелинейные 
искажения, внутреннюю частотную коррекцию 
и защиту от коротких замыканий. 

Корпус типа 201.14-1. Масса не более 1,5 г. 


94841 (А-В) 


pr 


N 


<> 
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201.14-1 и 


ИЖЕ r 
НРААРААЕ 


14 6160008 


ki 


дона ключа 


XA 
NN 
MARII 


Электрические нараметры 
Номинальное 


напряжение источника пита- 

НИЯ ак 12 

Ток потребления при U, ,=12 B, Т=-10.. 
A Cpe Be НН 15 мА 


Коэффициент усиления напряжения в несиммет- 
ричном pe при U,=12 В, R,=10 кОм, 


Ол =2 В, /=100 Гц: 
при Т= +25° С, не менее o. 5. 10* 
типовое значение .............. ии ииинииниинниния 10° 


при Т=-—10 и +70° С, не менее. 
Коэффициент нелинейных искажений при U = 
=12 B, R, ,=10 кОм, Ки=50, Uux=2 B, 
= +25° С, типовое значение ................... 0,05% 
Напряжение шумов, приведенное ко входу, при 
U„=12 В, /=0,02...10 кГц, В, =600 Ом, R,= 
=10 кОм, T= +25° С, не более: 


ОНА ое а Аа 0,7 мкВ 
В 25 ИБ: ооо ао акавен 1 мкВ 
КЗЯБУ НТВ: арын ARTAN aAA 1,6 мкВ 


Максимальная р импульсов выходно- 
го нап PE npa: U =12 B, f=0,] кГц, R,= 
=10к 
при T= +253 E: не менее... О.—3ЗВ 
ТИНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ: oiis 9—2 В 
при T=—10 и +70° С, не менее. 9—4 В 


Ло4ВУНТ(А-6) 


УТ! 


урон и 
Г 


ИТ! RI 


Е 
ИИ У 
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Назначение выводов: |— вход неинвертирую- 
щий 1-го канала; 2— вход инвертирующий 1-го 
канала; 3 — общий эмиттер дифференциального 
каскада 1-го канала; 4— общий (-0.); 5, 
б — коррекция 1-го канала;' 7 — выход 1-го кана- 
ла; 8— выход 2-го канала; 9— питание (+U); 
10, 11—коррекция 2-го канала; 12 — общий 
о р еренциального каскада 2-го кана- 
ла; 13— вход инвертирующий 2-го канала; 
14— вход неинвертирующий 2-го канала. 
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Частота единичного усиления при И, =12 В, 


0. =10 мВ, К,=10 кОм, T=+25 C, не 
МОЕ си окр 20 МГц 
типовое значение ............ и нннинннье 30 MTu 


Коэффициент ослабления выходного напряже- 
ния соседнего канала при И’ =12 В, К, = 1000, 
7=1 кГц, R =600 Ом, В, =10 кОм, 0. =2 В, 
T= +25° С, типовое значение И 60 дБ 
Коэффициент влияния нестабильности источни- 
ка питания к входному. напряжению при И’ = 


n 


=12 В, f=1 k u, K,y=500, R„=10 кОм, T= Предельные эксплуатационные данные 
+2 C nE МЕНЕ арены 100 дБ 


Максимальное напряжение питания ......... 30 В 
ТИПОВОЕ. ЗНАЧЕНИЕ: океаны 110 дБ Максимальное входное напряжение .... 300 MB 
о сопротивление при U, ,=12 B, T= Температура окружающей 
+25° C, типовое значение ............... 250 кОм 


о, ИА AN E O —10... +70° C 


0% 10° wfs 9 12 15 18 24 4 274,6 10? 10% MFT 
Зависимость выходного напря- Зависимость коэффициента YCH- Зависимость коэффициента 
жения от частоты при ления напряжения от напряже- гармоник от частоты 

О =13 В, K, =10% ния питания 
Kan, Un ? 45 м х, HB/VII Koc, бых, ск, AË 
70 


IRG КАЗВЧИТА-6) 
М = 


10 


Ш К54ВЧИТ(А-6) 


1 
12 м 18 21 24 274,8 10? 10° 10 10? 10° 10$ Ty 
Зависимость коэффициента Зависимость приведенного Зависимость коэффициента ос- 
влияния источника питания на — ко входу напряжения шумов лабления выходного напряже- 
коэффициент усиления от частоты ния соседнего канала от 
напряжения | частоты 


Схемы включения 


Принципиальная схема линейного усилителя Принципиальная ‘схема линейного усилителя 
[симметричное включение микросхемы [несимметричное — включение | микросхемы 
К548УН1 (А—В)], K, u=(R3+ Е2)/ Е2 К548УН1 (А—В)], К, и=(Е3+Е2)/Е2 
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Bi +246 


54241.1.9 


Принципиальная схема усилителя воспроизве- 

дения катушечного магнитофона [27]. Основ- 

ные параметры усилителя: диапазон рабочих 

частот 40... 18 000 Гц; номинальное входное Ha- 

пряжение | мВ; номинальное выходное напря- 

жение 250 мВ; коэффициент гармоник на часто- 
те 1 кГц не более 0,2% 


„НЧ“ 
и RI 
0110 Ик 100x 


R236r R 47On CË 
ыы „ВЧ“ 200 T 


Принципиальная схема активного регулятора 
тембра [27]. Диапазон регулировки АЧХ: 


НА Частоте ЗО ГЫ ооо iiias +12 дБ 
Ha- Частоте. ТИ нии коб +12 дБ 


9 


K548 YNNA-B 3 
2(13) в 


H 
(2 100,05 R2 


Принципиальная схема пикового детектора [30] 
Исз=1,3+(1+ R2/R1) Usa. 
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Принципиальная схема микрофонного усили- 
теля [27]. Основные параметры усилителя: 
диапазон рабочих частот 20...20 кГц; номи- 
нальное входное напряжение | мВ; максималь- 
ное входное напряжение 30 мВ; номинальное 
выходное напряжение 250 мВ; входное сопро- 
тивление не менее 4,7 кОм; отношение сиг- 
нал-шум более 60 дБ; коэффициент гармоник 
при выходном напряжении 5 В не более 0,2% 


#10 0400S 
00 


Принципиальная схема пассивного регулятора 
тембра [27]. Диапазон регулировки АЧХ: 

Ha ЧС ГОТе 4O TI оо опар еее +15 дБ 
Ha ЧО 16 DU резаные EN PAA +15 дБ 


VD1-VD4 
49E 


02 
100,0 *5 R1 
mm | pag SS 


Принципиальная схема детектора среднего 3Ha- 
чения [31 


ый. 
64 0,02 и" 1 


+248 p pÁ 
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3 + Выход 
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e> 
RI 
Re" 200 É мик бан A8 390 
100x == 55“ = 
9 ш k 07 
ый | 2005 + |, и, j 4 +100 0—5 
Принципиальная схема предварительного уси- ней а VDI ДВА 


лителя-корректора для электромагнитного зву- 
коснимателя ЭПУ [28]. Основные параметры 

усилителя: диапазох рабочий частот Принципиальная схема предварительного уси- 
20 Гц...20 кГц; коэффициент усиления напря- лителя воспроизведения катушечного магнито- 
жения 40 дБ; отношение сигнал-шум 70 дБ; фона с подключением магнитной головки He- 
коэффициент гармоник в диапазоне рабочих посредственно на вход микросхемы К548УН1А 
частот не более 0,05%; входное сопротивление [29 Основные параметры усилителя: диапазон 
не менее 300 кОм; сопротивление нагрузки рабочих частот 30 Гц...20 кГц; номинальное 

10 кОм выходное напряжение 25 мВ 


А правому каналу 
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Принципиальная схема стереофонического усилителя мощности кассетного автомобильного 
проигрывателя [32 


R1* 15n Ry ЗК 
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Принципиальная схема усилителя записи кассетного магнитофона [33] 
м | 227 
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К548УН2 


Микросхема представляет собой малошумя- 
щий усилитель низкой частоты для миниатюр- 
ных слуховых аппаратов’ типа «Заушина» с 
максимальным уровнем акустического давления 
(с телефоном типа ТЭМ) до 115 дБ и акустиче- 
ским усилением до 55 дБ. Содержит малошумя- 
щий предварительный усилитель, выходной уси- 
литель и цепь автоматической регулировки 
усиления. Имеется возможность введения регу- 
лировки частотной коррекции (регулятора темб- 


ра). 

Корпус типа 4151.12-1 [(см. 548УН1(А—В)]. 
Масса не более | г. 

Функциональный состав: Г— предваритель- 
ный усилитель; [Г — оконечный усилитель; MI — 


$191. 12-1 


усилитель системы автоматической регулировки 
усиления. 

Назначение выводов: 1— неинвертирующий 
вход предварительного усилителя; 2 — регули- 
ровка постоянной времени АРУ; 3— выход 
АРУ; 4, 5— корпус (— Un); 6 — вход оконечного 
усилителя; 7— питание микрофона; 8 — выход 
оконечного усилителя; 9 — питание (+ И"); 10— 
выход предварительного усилителя; / f- BXOJ 

У; 12 — инвертирующий вход предваритель- 
ного усилителя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... 1,2 В 
Ток потребления при И. =1,2 В: 
при Т=+25°С, не более ................... 1,2 мА 
типовое значение ...............ииининенининнь 0,45 мА 


при Т=-—25 и +55° С, не более ..... 1,3 мА 
Коэффициент усиления при U, =1,2 В, T= 
=+25° С, И ы,=0,2 В, R ą=1 KOM, не Me- 
НОВ: сосала ао 2000 
типовое значение ...............нниениеиненьнининь 2400 
Приведенное ко входу напряжение собственных 
шумов при И, =1,2 В, А/=100... 5000 Гц, T= 


= 2 С, BE бое ана 1,5 мкВ 
ТИПОВОЕ ЗНаЧение .......еееньеньныев 0,8 мкВ 
Выходное напряжение при U =1,2 В, К. =7%, 
К, =1 кОм: 
при Т=+25° С, не менее .................... 0,25 В 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ... кники 0,32 В 
при Т=-—10 и +55° С, не менее ..... 0,23 В 
Верхняя граничная частота ....................+. 8 кГц 
Глубина регулировки АРУ при И, =1,2 В, f= 
=] кГц, Г=+25° С, не менее ................ 14 дБ 
ТИНОВОе ЗНАЧЕНИЕ он 16 дБ 


Входное сопротивление при И =1,2 В, T= 
ее ФЕ А 24 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ........... 2В 

Максимальное входное напряжение ......... 0,1 В 

Минимальное сопротивление на- 

с nna ET 400 Ом 

Температура окружающей 

Е а —10... +55° С 
(ых, 8 


parn 

03 

ОД [т 
зи ПИ ЗЕ 
10: 103 10* 10% $. lù 


Зависимость выходного напряжения от частоты 
при К. =7% 


-10 0 10 20 30 407C 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от темпера- 
туры окружающей среды 


И946 912 


10° 108 £ rų 


Зависимость коэффициента усиления напряже- 
ния от частоты: 


1—в режиме предварительного усилителя, А„=20 кОм; 2—в 
режиме выходного усилителя, R, =! кОм 


0 
10 102 10° 10* 


Схема включения 
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Типовая схема включения | микросхемы 
К548УН2 в состав слухового аппарата 


9 142 15 48B п Ш 1? 


Зависимость коэффициента уси- 
ления напряжения от напряже- 
ния питания 


Us, nbg : 


AANZA 
ПИ > ЧИ ЕЕ 
ВИ: ВИ В 


10 


ИЖ 


Зависимость приведенного 
ко входу напряжения шумов 
от частоты 


КР548УНЗ 


КР548УНЗ — специализированная микросхе- 
ма, предназначенная для использования в высо- 
кокачественных слуховых аппаратах с макси- 
мальным выходным акустическим давлением до 
132 дБ и усилением до 75 дБ. Может также 
применяться в приборах для научных исследо- 
ваний. Состоит из малошумящего предвари- 
тельного усилителя с регулируемым maa i 
циентом усиления и выходного усилителя мощ- 
ности. Имеются возможности подключения ре- 
гуляторов тембра, телефонной катушки, ограни- 
чителя уровня выходного сигнала. 

Корпус типа 4151.12-1 [см. К548УН2]. Mac- 
са не более | г. 


KIBYNI 


Функциональный состав: Г— предваритель-_ 
ный усилитель, [|— усилитель мощности. . 

Назначение выводов: 1[— неинвертирующий 
вход предварительного усилителя; 2 — общий 
вывод предварительного усилителя, питание 
(— Ua); 3— вход усилителя мощности; 4— €M- 
костной фильтр; 5, 8—выход усилителя мощ- 
ности; б— общий вывод усилителя мощности, 
питание (—И.); 7— питание (+U), 9, 10— ем- 
костной фильтр, 11 — выход предварительного 
усилителя, 12 — инвертирующий вход предвари- 


„тельного усилителя. 
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KPSLBYNI 
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Электрические параметры 


Номинальное напряжение источника пита- 
ВИЙ оон 1,3 В 
Ток потребления при И, =1,3 В: 
при Tet С. Be БОЛ aroni 2 МА 
ТИПОВО@ ЗНАЧЕНИЕ десен 0,6 мА 


при T==10 и +55° C, не более ..... 2,5 МА 
Коэффициент усиления тракта в типовой схеме 
включения при А, = 300- 300 Ом, И, =0,2 В: 

при Т=+25` С, не Менее. иены 72 дБ 

ТИПОВОВ: SHARH Onun 76 дБ 

при Т=-1!0 и +55° C, не менее ...... 67 дБ 
Коэффициент усиления предварительного уси- 
лителя в основной схеме включения при А„ = 
=20 кОм, И, =0,1 В, T= 425° C, типовое зна- 
И М 40 дБ 
Приведенное ко входу напряжение шумов в 
полосе частот 100 Гц...5.кГц при И, =1,3 В, 
и 20 С, 86 DONGE ennn 1,5 мкВ 

типовое значение... anisan 0,8 мкВ 
Коэффициент гармоник при И, =1,3 В, К, = 
= 300+ 300 = Ом: 


при (,„,=0,6 В Т=+25°С, не бо- 
о 10% 
типовое значение ........ „уе иииининиянниннннньн 3% 
при Ux=0,5 В, Т=-10 и +55° С, не 6o- 
ПЕ но ок 10% 


Верхняя граничная частота тракта в типовой 
схеме включения при М =1,3 В, T= +25° С, 
ТИНОВОХ  SHATCHHE унив 5 кГц 
Входное сопротивление предварительного уси- 
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лителя, выходного усилителя при U, =1,3 В, 
ТС. Не МЕН. уе 10 кОм 
ТИПОВОЙ. ЗНЯЧеНиИе „знании 24 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ПИТАНИЯ... 0,9... 2,0 B 
Максимальное кратковременное напряжение пи- 


TARUN ооо наи 3B 
Максимальное входное напряжение sor 1В 
Минимальное сопротивление на- 

POVOA irinna И 100 Ом 
Температура окружающей 


среды 


10 hJ 


16 U, 8B 


Зависимость коэффициента усиления напряже- 
ния усилителя мощности от напряжения 
питания 


Иа, В/У 

А 
ШВ 
ЕЕ 


KP48 YNI 
1 0 Wè 


Льх, В 


KPS4BYNI 


ESAN 


15 


10 


5 


107 iy 


A 
TE 
2.109 210° 2.108 Z, Tų 10 15 150,8 
входу напряжения шумов от ления 


Зависимость приведенного ко Зависимость коэффициента уси- Зависимость выходного напря- 
напряжения 
частоты 


предвари- жения от напряжения питания 
тельного усилителя от частоты 


108 107 10 109% и 


10 48 204,8 


Зависимость коэффициента уси- Зависимость коэффициента уси- Зависимость тока покоя от 
ления напряжения усилителя ления напряжения предвари- 
мощности от частоты 


напряжения питания 
тельного усилителя от напряже- 
НИЯ ПИТАНИЯ 


10 hI 100,8 


Схема включения 


"Усиление" Вил. 
AE m L og 
H 261 138 
i 


fan тя T r) E 7 | 
ie Г] 84! 
g7 10 
0i 10 19 Их, 8 22n 
„Громкость“ AAL 
Зависимость коэффициента гармоник усилителя 
мощности от а а на частоте Типовая — схема 
=. KIU 


включения — микросхемы 
КР548УНЗ в состав слухового аппарата 
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2.13. Микросхемы серий K572 и 
КР572 


Микросхемы серий K572 и КР572 — комц- 
лект цифро-аналоговых и аналого-цифровых 
преобразователей для построения радиоэлект- 
ронной аппаратуры с цифровой обработкой 
аналоговых сигналов и устройств сопряжения 
я азличной аппаратуры с ЭВМ. Выполнены по 

МОП-технологии, резистивная матрица — по 
тонкопленочной технологии. 

В состав серии входят: К572ПАЛА, 
aei К 572 ПАВ, К572ПА1Г — умножаю- 

цифро- -аналоговые преобразователи; 
К 572 ПАА, К572ПА>Б, К572ПА2В — 12-разряд- 
ные аналого-цифровые преобразователи после- 
довательных приближений; 

‚ К572ПВ2А, K572IIB2B, К572ПВ2В, 
КР572ПВ2А, КР572ПВ2Б, КР572ПВ2В — интег- 
рирующие аналого-цифровые преобразователи 
на 3,5 десятичных разряда с выходом на 
семисегментный светодиодный индикатор. 


К572ПАЛА, К572ПАЗБ, 
К572ПАЛВ, К572ПАЛГ 


Микросхемы представляют собой умножаю- 
щие цифро-аналоговые преобразователи. Вы- 
полнены по КМОП-технологии. Предназначены 
для применения в устройствах преобразования 
информации, устройствах ввода и вывода мини- 
и микро-ЭВМ. 

Корпус типа 201.16-8. Масса не более 2 г. 

Назначение выводов: | — 1-Й аналоговый вы- 
ход; 2—2-й аналоговый выход; 3— общий; 
4— 1-й о вход (старший значащий 


‚ (+ Un); 


201. 16-8 


14—-питание 


(младший значащий разряд); 
16 —вывод 


15 — опорное напряжение; 
резистора обратной связи. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 15 В 
Ток потребления при U,=15 В, Ul =3,6 В, 
О „=10, 24 В, не более: 
ПРИ. Ро О о азесаы 2 MA 
при T=4+70 a —10° C еее 3 MA 
Дифференциальная нелинейность при U = 15 В, 
Ul =3,6 В, 0%, =0,8 В, U„=10, 24B (% от 


разряд); 5 й цифровой вход; б — 3-й цифро- ; 
вой вход; 7—4-й цифровой вход; 8— 5-й циф- и a 
ровой вход; 9— 6-й цифровой вход; 10— 7-й при 1=т | : 
цифровой вход; /|— 8-Й цифровой вход: 12— ИО. ТУ, ИИ ПИ +0,1 У 
9-й цифровой вход; /3— 10-й цифровой вход ЗУ В.В ИРИНЕ +0,2% 
К572 ПА! (А-Г) 
15 с зая um =_e ee unn J 
R R R 
2R| | 2R || JR []2^ 
О бела наро a -7 p S i о 14 
| VTI | VTS УТ | VTG $1 | 152 1810 
aod | l | 
I1! | | | 
| || ! | | 
i ИТ? | р l 
[Ev ИТ 77 | vre) | [vro ! |1 | R=7.t5n0n i) ji 
T OEE =- L V a hdi 
BOER RAE Ч ЗВОН TSE RE i 
} L ыы R 16 
а 5 б 13 


KOIA 2: aaea +0,4% 
ESUAT suai +0,8% 
при T= +70° C: 
KOURIN aa +0,2% 
КВ: аа + 0,4% 
КОВ: роны + 0,6% 
Е soeia +1% 
при Т=-—10° С: 
НУ. Г. ЕАН ВЕН + 0,3% 
КОНЬ ола + 0,5% 
КЕ В resisite + 0,7% 
о а E +1% 
РаЗРИДНОСТЬ: оао oea 10 бит 


Погрешность коэффициента преобразования 
при И. =15 В, U} =3,6 В; И„=10,24 В (% от 
полной шкалы): 


БИ. ГЕО бе +3% 
ПЕ a SEE N . +44% 
При Ta e aE +4,5% 


Время установления выходного тока при U, ,= 


Inor, MKA Миф /Naug (158) 


Зависимость тока потребле- Зависимость 


ния от напряжения питания 


Кал, п» 10-5 Гут, вых , НА 


Зависимость коэффициента 
влияния источника питания 
от напряжения питания 


нормированной 
дифференциальной нелинейнос- 
ти от напряжения питания 


Зависимость выходного тока 
утечки от напряжения питания 


—15 В, И. =5 В, бы =0,8 В, О. „= 19,24 В, не 


ВО: seian iNES NER EEEE 5 мкс 
Среднее значение входного тока по цифровым 
входам. hë БОЛЬ 1 мкА 
Выходной ток смещения нуля при U, ,=15 В, 
О „=10,24 В, T= +25 С, не более ......... 200 нА 
Выходной ток при О„=10 В, не более ...... 2 мА 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................чннньннньье. 5...17 B 
Опорное напряжение o.oo ereere +17 B 
Входное напряжение низкого 

УБОВНЯ оное 0... 0,8 В 
Входное напряжение высокого 

УОВНИ р нае 3,6 В 
Температура окружающей 

СРЕДЫ а ан —10... +70° С 


Примечания. 1. При эксплуатации реко- 
мендуется подавать напряжения на микросхему 


Akn, % от полной шкалы 


mamen] 


Зависимость погрешности коэф- 
фициента передачи тока от на- 
пряжения питания 


Ibux р МКА 


ТУВА 


ЕНОТ Т— 
ЕЕРРАЕЕ-Н 


100 
10* 0E f. 
Зависимость выходного тока 


от частоты 
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Noup» % om полной шкалы 


K572NA1 (A-T) m 


0 
-20 0 


-20 0 20 9 607°C 


Зависимость дифференциальной 
нелинейности от температуры 
окружающей среды 


в следующей последовательности: потенциал 
общей шины, напряжение питания, опорное 
напряжение, напряжение на цифровые входы. 
Порядок снятия напряжения обратный. 

2. Порядок подачи на микросхему входных 
напряжений Ui < 5,5 В произвольный. 

3. Опорное напряжение может быть задано 
любой полярности и формы. Незадействован- 
ные цифровые входы должны быть соединены с 
общей шиной. 

4. Не допускается подавать на выводы / и 2 
напряжение менее —100 мВ и более Va Не 
допускается подавать на выводы (кроме выво- 
дов 2, 2, 15) напряжение менее 0 и более Up 


Схема включения 


u 


/A 


Вхойвые TTN-ypobnu 
KSTZNAIA-T) 


Схема включения микросхемы K5720A1 
(АГ) с ТТЛ-схемами по входам 
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ДК, % om полной шкале 


20 40 501,°5 


фициента передачи от темпера- 
туры окружающей среды 


Гот, MKA 


500 
-20 0 


20 40 607°C 


Зависимость погрешности коэф- Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды 


Цифровые бходы 
K572MA1(A-T) 


схема 
К572ПА! (А — Г) с операционным усилителем 


Типовая включения — микросхемы 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубов- 
ский, H. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд., перераб. 


и доп.—М.: Радио и связь, 1984.— 432 с. 
К572ПА2А, К572ПА2Б, 
К572ПА2В 


Микросхемы представляют собой 12-разряд- 
ные умножающие цифро-аналотовые преобра- 
зователи. Выполнены по КМОП-технологии, 
Предназначены для применения в схемах двух- 
квадрантного умножения с одним внешним 
операционным усилителем, четырехквадрант- 
ного умножения с двумя внешними операцион- 
ными усилителями, записи и хранения цифро- 
вых данных. 

Корпус типа 4134.48-2. Тип микросхемы 
приводится на корпусе: К572ПА2А —ПА2А; 
К572ПА2Б — ПА2Б; К572ПА2В —ПА?В. Mo- 


4134. 48-2 0,2 


0,52 


букву заменять кодом: 
две точки; В-—три точки. 
Назначение выводов: 2— 2-й аналоговый Bhl- 
ход; 4—- рай шина; б-—-вход управления 
о егистра; 8— 1/9 — цифровые входы с 
1-го (СЗР) по 12-й (МЗР); 20 — питание (+U); 
21--вход управления второго регистра; 22— 
цифровая общая шина; 24-— питание (+ U,2); 
30— вывод конечного р матрицы; 35 — 
опорное напряжение; 47 — вывод резистора об- 
ратной связи; 48— |-Й аналоговый выход. 


А о - 


Таблица функций 


Сигналы на логических 
входах о 
регистрами ЦАП 


Вход RG? | Вход RG2 
(вывод 6) | (вывод 2/) 


Выполняемая функция 


Запись данных в АС/, xpa- 
нение предыдущих данных 
RG2 


B 
Запись данных из АС] B 
RG2, хранение данных B 
RGI] 

Прямое прохождение дан- 
ных через RGI, RG2 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания, 


Ток OTP MEHUR от источников И и Unz при 
U, =5B, И. =15 В, U= 10,24 В, U} =2,4 В, 
ВЕ БОЕ а ре 2 мА 
Дифференциальная нелинейность (% от полной 
шкалы) при И! =5В, U =1$ В, Up= 
=10,24 В, Ul =2,4 В, 0%, =0,8 В: 

KOHALA ее + 0,025% 


° значение 


20 4 


K572NA2(A-B) в 


9 © 
Е ah и, 
МУР |__ =H 
Hal ит Г] 2^ 
б ” 
210 qim — 
R= J0 t30% | R 
22 248 47 30 
КО НАОЬ, sirnane + 0,05% 
К ОНА В А Е + 0,1% 


Погрешность коэффициента преобразования (% 
от полной шкалы) при И =3В, И. =15 В, 

=10,24 В, U} =2,4 В, U} =0,8 В... +0,5% 
Время установления выходного тока при Из! = 


=5 В; 0..=15 В, U.„=10,24 В, Ul =4,9 В, 
U}, =0,8 В, He бо ое у бл 15 мкс 
Ток утечки на выходе при И! =5 В, И. =15 В, 
И =10,24 В, Ul, =2,4 В, типовое 

С EE A AA EE ETEA 50 HA 


Входной Tok! по каждому цифровому входу 
при И, =5 В, И, =15 В, типовое 


ЕН ла 1 мкА 
Выходной ток‘ при И„=17`В, не | 
DOE И НЫ ОИ И ЕАСИ 0,82 мА 


Температурный коэффициент дифференциаль- 
ной нелинейности, типовое 

ЗНАЧЕНИЕ: ола 107°1/° C 
Температурный. коэффициент погрешности ко- 
эффициента преобразования, типовое 
о N E 2:10761/°C 


! При Un < Uan Un < Un 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


E E оо нана иы 4,75... 17 В 
И E O 13,5...17 В 
Опорное НЯПОЯЖЕНИЕ: ие аииннинына +15 В 
Напряжение высокого уровня ........... 2,4... 17 В 
Напряжение низкого уровня ............... 0...0,8 В 
Температура окружающей 
CDOT aiana реысь — 10... +70° С 


Примечания: |. При эксплуатации peko- 
мендуется подавать напряжения на микросхему 
в следующей последовательности: потенциал 
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общей шины, напряжение питания U2; напря- 
жение питания U 1; опорное напряжение, напря- 
жение на цифровые входы. Порядок снятия 
напряжений обратный. 

2. Опорное напряжение может быть задано 
любой полярности и формы. 

3. Незадействованные цифровые — входы 
должны быть соединены с общей шиной. 


5. Ультразвуковая очистка не допускается. 

6. При распайке выводов жало паяльника 
должно быть заземлено. 

7. В процессе транспортировки, хранения, 
входного контроля и эксплуатации необходимо 
принимать меры, исключающие воздействие на 
микросхему статического электричества. До- 
пустимое значение статистического электриче- 


4. Монтаж микросхемы 
кается только один раз. 


Irori» MKA 


O 04 08 12 16 24,8 


Зависимость тока потребления 

от первого источника питания 

от уровня входного напряжения 
при ПО! =5В, И). =15 В 


lisri , МА 


97? ПА? (А-В) Е 


5.8 


0 4 8 R 


Зависимость тока потребления 

от второго источника питания 

от уровня входного напряжения 
при ОИ! =Un2=15 В 
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на плату допус- 


Тот , МА 


048 12 BiB 


Зависимость тока потребления 

OT первого источника питания 

OT уровня ВхХОДНОГО напряжения 
при О! == n2 =l 


0,002 
-20 0 2 


40 60T, C 


Зависимость дифференциаль- 

ной нелинейности микросхе- 

мы от температуры окру- 
жающей среды 


ства не более 30 B. 


0 04 08 12 4164,8 


Зависимость тока потребле- 

ния от второго источника 

питания от уровня входного 

напряжения при U, =5 В, 
О =15 В 


-006 
-20 0 


20 40 91% 


Зависимость — погрешности 

коэффициента преобразова- 

ния от температуры окру- 
жающей среды 


Зависимость дифференциальной нелинейности Зависимость погрешности коэффициента пре- 
от напряжения второго источника питания при образования от напряжения второго источник 


Š 


< Оо — © < > < > -« 


Цифродые бгоды 


заза 


Входы управления 
регистрами 


К572 ПА? (А-В) 


ni 7 


Схемы включения 


А572А2 (А-В) 


питания при И! => В ' 


Принципиальная схема включения микросхемы 
К572ПА2 (А— В) в режиме двухквадрантного 


K перемножения 


Unt Ш * 


Цифровые бходы 
K572MA2 (А-В) 


Входы упрадления 
регистрами 


Схема включения микросхемы К572ПА2 
(А — В) в режиме биполярного множительного 
цифроаналогового преобразователя 


<- Схема защиты аналогового выхода, выводов , 


питания микросхемы К572ПА2 (А— В). Диоды 

VDI, VD2 служат для защиты выводов питания 

микросхемы и могут отсутствовать при 

О! = Un, диод VD3 типа KASSILA служит для 
защиты аналогового выхода 
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Таблица соответствия выходного напряжения 
в режиме двухквадрантного перемножения 


Сигналы на цифровых входах 


Входное напряжение 


Таблица соответствия выходного напряжения 
в режиме биполярного 
множительного цифроаналогового 
преобразования 


Сигналы на пифровых входах 


Выходное напряжение 


+И„(1-27“') 


+ U Jan 
0 
бо" 


© 

> 
=, 
— <> .— 


= Uon 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубовс- 
кий, H. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского.— 2-е изд. перераб. 
и доп.-М.: Радио и связь, 1984.—— 432 с. 


К572ПВЛА, К572ПВ1Б, 
К5721В1В 


Микросхемы представляют собой 12-разряд- 
ные аналого-цифровые преобразователи после- 
довательных приближений. Выполнены по 
КМОП-технологии. Предназначены для приме- 
нения в устройствах, выполняющих функции: 
АЦП последовательного приближения совмест- 
но с внешним компаратором (усилителем) с 
выводом параллельного двоичного кода; умно- 
жающего цифро-аналогового преобразователя 
совместно с внешним усилителем; побайто- 
вого вывода-ввода цифровой информации для 
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согласования с 8-разрядной шиной данных 
Корпус типа 4134.48-2. [см. К572ПА2 (А — 
В)]. Масса не более 5 г. 


и572181 (А-В) 
i т J J0 24 


n= 


ТЕ и 
nE 

НА elm ah r Ea A 1 о 23 
И: те ыы E Sim 

} TE SAR 


R= 5... 20 ком Я.И. E-E- -Y-Y 
ADAI AI hs #748 


Функциональная о Е К5721В! 


Таблица функций 


Сигналы Сиг- 
Выполняемая функция нА ВХОДАХ налы 
упривления на 


12 бит двоичный 
код 

Двоичный код на 
цифровых выхо- 
дах 1—4 
Двоичный код на 
цифровых выхо- 
дах 5—12 
Разомкнутые 
цифровые выходы 


АЦП 


12 бит двоичный 
код 

Двоичный код на 
цифровых  выхо- 
дах /—4 
Двоичный код на 
цифровых выхо- 
дах 5—12 


ЦАП 


Хранение двоичного кода в 
регистре ЦАП 


Назнанчение выводов: [-- последовательный 
вход; 2— вход управления СР; 3— питание 
(+U); 4—15 — цифровые вход-выходы с 1-го 
по 12- й; 16 —вход управления МР); /7 — вход yn- 
равления режимом; 18—21, 33—39 — свобод- 


ные; 22— выход «Цикл»; 23 —BXOA сравнения; 
24 — питание (+ U2); 25 — вход ТИ; 26 — выход 
«Конец преобразования»; 27— вход «Запуск»; 
28 —вход «Цикл», 29— вход стробирования 
ЦАП; 30 — цифровая общая шина; 3/ — конеч- 
ный вывод матрицы R— 2R; 32 — общий вывод 
о К/4 и К/2; 40 — вывод резистора 
К/4; 41 —вывод резистора К/2; 42 — опорное 
напряжение; 43 — 1-Й аналоговый вход; 44 — 2-й 
аналоговый вход; 45 — общий вывод резисторов 
аналоговых входов | и 2; 46 —1-Й аналоговый 
выход; 47 — 2-й аналоговый выход; 48 — анало- 
говая общая шина. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


ад 15 В 
Ток потребления от источника Up, при Up= 
=5 В, (,:=15 В, U= —10,24 В, Ui, =2,4 В, 
ООВ, в: Gonit nannan 3 MA 
Ток потребления от источника И) при Up= 
=5 B, (,:=158В, Ии=-10,24 В, Ui =2,4 В, 
U’ =0,4 В, не более cinuoniraniennnuna 5 мА 
Нелинейность при О! =5В, И) =15 В, U= 
= 410,24 В, Ul =2,4 В, (0%, =0,4 В: 


KITABIA. побоеинанинтан +2 МЗР 
т RHBIB  pnjpuiniaiot nss +4 МЗР 
Ков В икон +8 МЗР 


Дифференциальная нелинейность при И! =5 В, 
(.:=15 В, И = 410,24 В, Ul =24 B; 0% = 


= (0,4 В: 
И aoon +4 МЗР 
ВНЕ В- nianna +8 МЗР 
ов В: Нео +16 МЗР 
Погрешность полной шкалы при U, =5 В, 


И=15В, И. =+10,24 В: 01 =248В; (0 = 
LIE E ИТ +122 M3P 
Выходное напряжение низкого уровня при 
U cas В, И: =15 В, И =-10,24 В; И! =2,4 В: 
ПРО: ne Gone aunan as 0,3 B 
Выходное напряжение высокого уровня при 
И1=5 В, И, =15 В, U =- 10,24 В; ULE 4 В, 


= 04.В. Не МЕНЕЕ, осы 2,4 В 
Ток по аналоговому выходу / при Ош =10 В, 
коде 11...11, типовое значение ................ 1 мА 


Ток смещения аналогового выхода при Им = 
=10 В, коде 00...00, типовое значение. 50 нА 
Входной ток по каждому выводу управления, 


ТИПОВОС: ЗНАЧЕНИЕ: оное 1 мкА 
ТАИТОВАЯ ВОСТОТЬ р о нонные 250 кГц 
Температурный коэффициент нелинейности, ти- 
повое значение oieee 12:107? МЗР С 


Температурный коэффициент дифференциаль- 
ной нелинейности, типовое 

STORE: aaa 12:10 7° M3P/° C 
Температурный коэффициент погрешности пол- 
ной шкалы, типовое 

ОНО ЧЕНИЕ нони 37.10 МЗРРЮ C 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


ни 4,75... 16,5 В 
ое T 13,5... 16,5 В 
Опорное напряжение ............... иене +15 В 
Входное напряжение высокого 
ОН оное 2,4... 16,5 В 
Напряжение высокого уровня на входе срав- 
HERBI пи 10... 16,5 В 
Входное напряжение низкого уровня ... 0...0,4 В 
Выходной ток высокого уровня .......... 40 мкА 
Выходной ток низкого уровня ........... 400 мкА 
Температура окружающей 
СОВДЫ обои —10... +70° С 


Примечания: |. При работе преобразова- 
теля с КМОП-микросхемами Upi может изме- 
няться до 15 В; при этом точностные парамет- 
ры микросхем не изменяются. При включении 
микросхемы с ТТЛ-схемами И! =5В, Up= 
= |5 В. В режиме однократного запуска вход 
«Цикл» отключается от общей шины и соеди- 
няется с выходом «Цикл». 

2. Выходное сопротивление по аналоговому 
выходу в зависимости от цифрового кода 
в пределах от 00...01 до 11...11 изменяется от 
3R до А, где К--номинал резистора К —2В- 
матрицы. 

3. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхем при выключенных 
источниках питания, а также отрицательных 
напряжений на выводы микросхемы, кроме 
вывода «Опорное напряжение». ` 

4. Недопустимо попадание внешнего элект- 
рического потенциала на крышку корпуса. 

5. Разводку выводов 37, 32, 47, 48 необхо- 
димо проводить к общей шине проводниками 
минимальной длины. 


Vira» 8 


0 4 ð 


IAN 


Зависимость выходного напряжения высокого 
уровня от напряжения первого источника пи- 
‚  тания 
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К572 187 (А-В) e 


a jum 
4 8 


2 60,6 


0 


Зависимости тока потребле- 


высокого уровня 


8 10 R № 160,8 

Зависимость погрешности пол- 

ной шкалы от напряжения вто- 
рого источника питания 


bln? 
"wal 72 ВИА) 
"o| KTADIA-D | 


8 2 BiB 


Зависимость тока потребления 

от второго источника питания 

от входного напряжения высо- 
кого уровня 
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Зависимость нелинейности 
ния от входного напряжения преобразования от температуры 


-20 0 20 40 607°C пн 


60,8 


n2’ 


Зависимость нелинейности 
преобразования от напряжения 


окружающей среды второго источника питания 


Al nori 
nori 


18 


-20 0 20 40 607°C -20 0 20 40 607°C 
Зависимость — погрешности 
полной шкалы от темпера- 


туры окружающей среды 


Зависимость тока потребления 

от первого источника питания 

от температуры окружающей 
среды 


U ых ‚8 | 
1972 087 /А-В) И 


-20 0 


20 40 501% 4 6 8 


№ 120 


nis 
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Зависимость тока потребления Зависимость выходного Ha- 

от второго источника питания пряжения низкого уровня от 

от температуры окружающей напряжения первого источ- 
среды ника питания 


Фродые 
ходы 


S 
33 


Цифровые Входы 
< — © < + < 


t 
о e | DAT 
A TA KS2ICAI 


, ны г 
преобразодания“ +0, 


Временные диаграммы работы микросхемы 
К572ПВ1 (А—В) в режиме АЦП. Заштрихова- 
ны области неопределенного состояния выхо- 
дов. Напряжение на входе сравнения (вывод 23) 


Типовая схема включения — микросхемы 
К572ПВ1 (А— В) в режиме АЦП с компара- 
тором напряжения 


Схемы включения 


(A-B) 


Цифровые 


дыхобы 


ı 5720B1 


ЛА? 


КУ7УД!  KIZICAI ЛА! 


KITAYA 


Типовая cxemMa включения микросхемы Типовая схема включения | микросхемы 
К572ПВ1 (А —В) в режиме АЦП с операцион- К572ПВ1 (А— В) в режиме АЦП с операцион- 
ным усилителем и компаратором напряжения ным усилителем 
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Схема защиты аналоговых выходов и выводов 
питания микросхемы К572ПВ1 (А— В) 


Дополнительная литература 


Аналоговые и цифровые интегральные мик- 
росхемы: Справочное пособие / С. В. Якубовс- 
кий, H. А. Барканов, Л. И. Ниссельсон и др.; 
Под ред. С. В. Якубовского,— 2-е изд., перераб. 
и доп.— М.: Радио и связь, 1984.—432 с. 


К572ПВ2А, К572ПВ2Б, 
К572ПВ2В, КРБ72ПВ2А, 
КР572ПВ2Б, КРБ72ПВ2В 


Микросхемы представляют собой интегри- 
ующие аналого-цифровые преобразователи. 
ыполнены по КМОП-технологии. Работают 


Функциональная схема микросхем 

КР572ПВ2 (А — В) К572ПВ2 (A — В). 

В скобках указана нумерация выводов 
для К572ПВ2 (А— В) 


Я с 
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по принципу двухтактного интегрирования с 
автоматической коррекцией нуля и автоматиче- 
ским определением полярности входного сиг- 
нала. Диапазон входного сигнала +1,999 В и 
+ 199,9 мВ. Цифровая информация на выходе 
АЦП представляется в семисегментном коде. 
Цифровой отсчет производится на 3,5-декадном 
индикаторе. 

Корпус микросхем КР572ПВ2 (А —В) типа 
2123.40-1(2), микросхем К572ПВ2 (А— В) типа 
4134.48-2 (см. К572ПА1). Масса микросхем в 
корпусах 2123.40-2 и 4134.48-2 не более 5г. 


2123. 40-18) 


4972162 (А-В), КРУ72 162 (А-В) 


О ЖДИ 
МИННИ ИЕН НИИИ И 6 765491 


,обобосоовобобвбвоо о оо O OGO AOAO AAAA A 


TEHE O E 
EESE] Ef m м 
Pesucmp 


O 27/4) 
Fo z/n 


nt O 2419) 
Upg <= 1 (#4) 


управления 
E 
kI 
-y 
> 29 (6) 
atl 


Tie- 
ЖИ га 
D 54 (И, 


чЕ-—_ ии 


Назначение выводов: 


в корпусе 2123.40-2: 1— "e tF Иа 
цифровые выходы: 2— Е — ав 
6— fi; 7 — 15 9— е., 9— dio; T ji 105 


12—aio; 13—fio; 14— e10; 15 —dio0; 
17— fioo; 18 — e109; = berop; ia Mli 
общий; 22— 8100 23 —а100; 4- g gioi 
26 — питание (— (12); 27 С интегра- 
тора; 28 — резистор интегратора; 29— конден- 
E: aah екции; 30-—аналоговый вход 
31—2-й аналоговый вход (+U) 32-- 
и выход; 33, 34— опорный конденса- 
тор; 35— опорное напряжение (—И.); 36— 
опорное напряжение (+U n); 37 — KOHTI OJIbHbIÑ 
вход; 38--xonnencarop генератора ТИ; 39— 
резистор генератора ТИ; 40 — генератор ТИ; 
в корпусе 4134.48-2: 3- питание (-— И.) 
4— конденсатор интегратора; 5-— резистор HH- 
тегратора; б-- конденсато автокоррекции; 7 -= 
1-Й аналоговый aoa (— 8 —- 2-Й аналого- 
вый вход (+U) 9 _- аналоговый выход; 20, 
1] —- опорный ВД 12 — опорное nanpa- 
жение (— Uan); /3 — опорное напряжение (+ И); 
20 — конт OJIbHbIÄ вход: 2/-— конденсато 


ратора ТИ; 22-—- тит генератора ТИ; 23— 
генератор ТИ; Te и (+U); цифровые 
выходы: 25-—-а,; 26-—6; 27— bi; "18 = 
u 30-81; ие. г. == C103 Ga 
r 36 — fio; 12k СЯ pu A hi 
—— Лоо чело == 961000; 49 — 810 
общий 45 — — 8100; 46—4100; Ян В 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ......... +5 В 
Ток потребления от источников И и И; при 
Ин =5B, И›=-5В, Ин =142.10-3 В, не 
DONE о 1,8 мА 
Погрешность преобразования при И =5 В, 


И. =—5 B, И =142,5.10-3...0,1+2,5.10-“ В, 
не более: 
КП572ПВ2А, КП572ПВ2А ............ 1 ед. счета 
КП572ПВ2Б, КП572ПВ2ЬБ ............. 3 ед. счета 
КП572ПВ2В, КП572П1В2В ............. 5 ед. счета 


Коэффициент ослабления синфазного напряже- 


ния при И =5В, ПО. =-—3 В, И =0,4+ 

+2,5:1074 В, О„=0+0,01 MB, Иц= 1 В, не 
БОЛЕЕ и и 100 мкВ/В 
Выходной ток при И! =5 В, И. =-—5 B, Un = 
си: № И. Я 5 мА 
Выходной ток старшего разряда при И! =5 В, 
Ua2= —5 В, Ои=3 В, не менее .............. 10 мА 


Ток утечки на входе микросхемы ' при U, = 
=—5В, И.=-—5 В, типовое значение ... 2 nA 
Входное сопротивление микросхемы ', не 

MENCE aocuunipe ei nT 20 МОм 


! Нестабильность опорного напряжения за время измерения 
не должна превышать +0,02%. 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания: 


Входное напряжение ................ НЫ Ug НН 
Опорное напряжение ............... ее Upa ss Uti 
Температура окружающей 

СЕЛЕ оо ие нь —10... +70° С 


* При Un SRU 


Примечания: 1. При эксплуатации реко- 
мендуется подавать напряжения на микросхему 
в следующей последовательности: потенциал 
общей шины, напряжения питания Up и О», 
опорное напряжение, выходное напряжение. По- 
рядок снятия. напряжений обратный. 

2. Допускается проверка цепей микросхемы 
и РЭА (при выключенных источниках питания) 
при подаче на выводы напряжения +3 Ви тока 
через микросхему не более 100 мкА. 

3. При преобразовании входного сигнала, 
измеряемого относительно общей шины, вы- 
воды 30, 32 и 35 КР572ПВ?2 (А -— В) и 7, 9и 12 
К572ПВ2 (А--В) необходимо подсоединить 
к общей шине. 

4. Выводы микросхем могут подключаться 
непосредственно к семисегментным светодиод- 
ным индикаторам. Для проверки работоспособ- 
ности выходных каскадов микросхемы необхо- 
димо вывод 37 КР572ПВ2 (А -- В) и вывод 20 
К572ПВ2 (А--В) присоединить к +U, При 
этом на светодиодном табло должно появиться 


значение «-- 1888», 


5. Для максимального подавления сетевой 
помехи, кратной 50 Гц, тактовая частота долж- 
на быть кратной частоте 50 Гц. Типовым рядом 
частот тактового генератора является частота 
40, 50, 100 и 200 кГц. Емкости интегратора’ С/, 
коррекции нуля С2 и C3 следует выбирать 
с низкой абсорбцией в диэлектрике, например 
К71-5, К73-9, K73-16 ит. д. 

6. Выводы 32 КР572ПВ2 (АВ) и 9 
К572ПВ2 (А —В) предназначены для использо- 
вания в качестве общей аналоговой точки при 
работе с входными сигналами. «плавающими» 
относительно источника питания. Напряжение 


50 ati 


Значения элементов схемы для Ё= 


Элемент 
схемы 


И. =0,100 В 1 = 1,000 В 


c1 0,1 мкФ + 5% 0,1 мкФ + 5% 

C2 0,47 MKỌ® + 5% 0,047 мкФ + 5% 

C3 0,01 мкФ + 20% 0,01 мкФ + 20% 
C4 0,1 мкмФ+ 5% 

C5 100 n® 5% 

RI 470 KOM t 5% 


100 KOM + 5% 100 KOM 5% 
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между выводами ] n 32 КР572ПВ2 (А — В) и 24 
и 9 К572ПВ2 (А — В) находится в интервале 2, 
4...3,2 В. 

При другом значении f, емкость конденса- 
тора С; определяется по форм‹ те 


С5=0,45 / f, R3. 


Для повышения стабильности f, может быть 
использован кварцевый резонатор, подключае- 
мый между выводами 38 (22) и 40 (23); при 
этом элементы ЖЗ и CS не используются. 

При работе от внешнего тактового генера- 
тора тактовые импульсы следует подавать на 
вывод 40 (23), а Выводы 38 (21) и 39 (22) не 
используются. 


Гот1,2 › MKA 


№972 182 (А-В), КРУТ2ТВ2 (A-6) 


7. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхемы при выключенных 
источниках питания. 

8. Недопустимо попадание внешнего элект- 
рического потенциала на крышку корпуса. До- 
пустимое значение статического потенциала не 
более 30 В. 


Схема включения 
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Зависимость погрешности преобразования от 
температуры окружающей среды 
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Типовая схема включения микросхем КР572ПВ2 
(А— В) и К572ПВ2 (A — В). 


скобках указана 
нумерация выводов для К572ПВ2 (А— В) 


Дополнительная литература 


1. Агрич IO. B., Алдерс М. P., Иванов bB. H. 
Аналого-цифровой преобразователь КР572ПВ2 // 


Электронная промышленность.— 1983.— 
Вып. 4.— C. 52, 53. 

2. Иванов b. H. Расширение возможности 
применения аналого-цифрового преобразова- 
теля промышлен- 


КР572ПВ2 // Электронная 
ность.-- 1984.— Вып. 1.— C. 52, 53. 
3. Ануфриев Л. Мультиметр на БИС // Ра- 
дио.— 1986.— № 4.— C. 34—39. 
4. Хоменков Н., Зверев А. Цифровой термо- 
метр // Радио. 1985.— № 1.—С. 17, 48 


2.14. Микросхемы серий 
К574 и КР574 


Серии К574 и КР574 — комплект быстродей- 
ствующих операционных усилителей, предна- 
значенных для применения в различной радио- 
электронной аппаратуре. Выполнены по планар- 
но-эпитаксиальной технологии на биполярных 
транзисторах с изоляцией элементов диэлектри- 
ком и содержат во входном каскаде дифферен- 
циальную пару полевых транзисторов. 

В состав серий входят: 


К574УД1А, К574УД1Б, К574У ДВ, 
КР574УД1А, КР574УД1Б, КР5741ДУВ — быст- 
родействующие операционные усилители; 
К574УД2А, К574У 2B, КР574УД2А, 


КР574УД2Б — двухканальные быстродействую- 
щие операционные усилители. 


К574УД1А, К574УД1Б, 
К574УД1В, КР574УДЛА, 
КР574УД1Б, КР574УД1В 


Микросхемы представляют собой быстро- 
действующие операционные усилители. Выпол- 
нены на биполярных и полевых транзисторах с 
изоляцией элементов диэлектриком. 

Корпус микросхем КР574УД1 (А— В) типа 


2101.8-1, К574УД1 (А — В) —типа 301.8-2. Mac- 


са микросхем в корпусе 2101.8-1 не более | г, в 


корпусе 301.8-2 — не более 1,5 г. 


2101.8-1 45 


Корпус 
1 F 
Бала 
gan He 3 
S 
Bananc 76) 
2(1) >. EED 


R1 


RIZ A 


В скобках указана нумерация выводов для 
корпуса 2101.8-1 


Назначение выводов: 

в корпусе 301.8-2: 7] — корпус; 2, б — баланс; 
3— вход инвертирующий (—); 4— вход неин- 
вертирующий (+); 5— питание (—U,); 7— вы- 
ход; 8— питание (+U); 

в корпусе 2101.8-1: 1, 5— баланс; 2 — вход 
инвертирующий (—); 3— вход неинвертирую- 
щий (+); 4— питание (— U); б—выход; 7— 
питание (+0,). 
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Электрнческие параметры 


Номинальное напряжение питания ....... +15 В 
Ток потребления при U, = +15 В, не более: 
при T= +25... + 70° С: 
K574Y 1A, KP574Y IA дзена 10 MA 
К574УД1Б, К574УД1В, KP574Y 01B, 


KPSS D oi a 8 MA 
при T= -45° С: 

К574УД1А, КР574УД1А ..................... 15 мА 

К574УД1Б, К574УД1В, КР574УД1Б, 

КЕ  N 11 MA 


Максимальное выходное напряжение при U, ,= 
=+15 В, (И, =100... 150 MB, К,„>22 кОм для 
КР574 и КА,>210 кОм для К574, Т=-4$5... 
О-о 10 B 
Напряжение смещения нуля при U, = +15 В, 
R, >10 кОм, Т= +25°С, не более: 
К574УД1А, К574УД1Б, КР574УД1А, 
КР574УД1Б 
КУ ИВ, КРУ MIB иены 100 MB 
Входной ток при И, = + 1$ В, Т= + 25° С, не 
более: 
K574Y 01A, К574УДТБ, КР574УДЛА, 
КР574УД1Б 
К574УД1В, КР574УД1В ........... ое еевениньен 1 нА 
Разность входных токов при И = =15 В, Т= 
= +25°С, не болес: 
К574УД1А, К574УД1Б, КР574УД1А, 
КР574УД1Б 
_ К574УД1В, КР574УДПВ ............. ай 0,4 нА 
Коэффициент усиления напряжения при И = 


= 15 В, Он = +5 В, А,>210 кОм, не менее: 
при Т=+25° С: 
К574УД1А, КР574УДПА ...........ииенненниь, 2.10“ 


К574УД1Б, К574УД1В, КР574УДБ, 


КРУ ПВ soun aaa a 5.104 
при T=—45 и +70°C: 

K574Y MIA, KP574Y DNA „иные 104 
К574УД1Б, К574УД1В, КР574УД1Б, 
КРОТ В: иода олинан а 2.10“ 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при О„= 15 В, U. =5 B, T= 
wt Cs BE MU gnana 60 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при И, = +15 В, Т= +25” С, не 


МЕНЕ: пополам 50 В/мкс 
Частота единичного усиления при U, = +15 В, 
То C, НЕ MONGO ен: 10 МГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............... + 13,5... + 16,5 В 
Входное дифференциальное напряжение .. 10 В 
Синфазное входное напряжение .............. +5 В 
Сопротивление нагрузки ......... ен ннььььн 10 кОм 
Температура окружающей 

ОЕ она —45... +70° С 
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Примечания: |. Допустимое 
статического потенциала 200 В. 

2. Максимальная емкость нагрузки 50 пФ. 

3. Разрешается питание микросхем от источ- 
ников с несимметричными напряжениями или 
от одного источника при условии 12 В<| 0, |+ 
+| -Ч„|<30 В. Приоэтом не допускается зазем- 
ление вывода микросхем в корпусе 301.8-2. 

4. При эксплуатации микросхем допускается 
как одновременная подача напряжения питания, 
так и в следующей последовательности: отрица- 
тельное напряжение питания, 
напряжение питания. Шины питания должны 
быть соединены с общей точкой питания через 
диоды так, чтобы не допускалось изменение 


значение 


полярности напряжения на шинах. 


——— и SILA, C 
5 7// АИ 


р, _ 


LA 
-60 alal n ia 


dar C 


Зависимость входного тока от температуры 
окружающей ponu, Заштрихована область раз- 
броса значений параметра для 95% микросхем 


Вых, тах ‚8 
KiTA YAI Arj KPSU (A-8 
9742 (A-B) КРУТИ (А-В) к 


01 1 10 


Зависимость максимального выходного напря- 
жения от сопротивления нагрузки 


Ан, KOM 


положительное ` 


KSAM A-B), KPSN INIA B) 
KS74YN2 (A-B) КР (A-6) 


-R5742 (A-0) 25 A KSM YNI(A-B) 105 


E Е. | 
[477742 (A-B) РЕНА erman) Г 
15 | WA 103 
10 НВА 10° 
5 Е К PNS у 10 
KP374912 (А-В) XN 1 
1 10 10? 10% 10* 10571 105 10° 107 £ fu 10 10° 10% 10* 10% 10° rų 
Зависимости приведенного ко Зависимости выходного напря- Зависимость коэффициента 
входу напряжения шумов от жения от частоты усиления напряжения от 
частоты частоты 


Схемы включения 


Схема балансировки микро- 
схем К574УД1 
о и КР574УД1 (A— 

). АЮ/=3...5 МОм, Е2= 
=100...200 кОм, С/<50 пФ. 
В скобках указана нумера- 
ция выводов для микросхем 

К574УД1 (А— В) 


=> 


K574Y 02A, K574Y 025, 
КР574УД2А, КР574УД2Б 


94) 6) Микросхемы представляют собой’ двухка- 


Схемы дополнительной частотной коррекции  НАЛЬНЫе  быстродействующие операционные 
микросхем  К574УД! (А-В), КРЭ4УД!  УСилители. Выполнены на биполярных и поле- 
(A— B), при включении в качестве неинверги- ВЫХ транзисторах с изоляцией элементов ди- 


рующего (а) и инвертирующего (6) усилителей. а 
г A рпус микросхем КР574УД2А, КР574УД2Б 
К! = 83 =5 KOM, АА 5 (1250 пФ, типа 2101.8-!, К574УД?А, К574УД2Б— типа 


И, 


bPa 
+4 


301.8-2 [см. К574УД1 (A— В), КР574УД1 
(А—В)]. Масса микросхем в корпусе 2101:8-1 
не более l r, в корпусе 301.8-2 не более 1,5 г. 

Назначение выводов: 

B d etig 301.8-2: 1— питание (—И,); 2— 
выход 1-го канала; 3 — инвертирующий вход 
1-го канала (—); 4— неинвертирующий вход 
1-го канала (+); 5— питание (+0.); б — неин- 
вертирующий вход 2-го канала (+); 7— инвер- 
тирующий вход 2-го канала (—); 8 — выход 2-го 
канала; 

в корпусе 2101.8-1: 

]—инвертирующий вход 1-го канала (—); 
2— неинвертирующий вход 1-го канала (+); 
3— питание (+U); 4— неинвертирующий вход 
2-го канала (+); 5 — инвертирующий вход 2-го 
канала (—); б— выход 2-го канала; 7 — питание 
(—0,); 8— выход 1-го канала. 


Электрические параметры 


ая aprene питания ....... + 15 В 
Ток потребления. H U= +15 В, не более: 
при T= +25.. ee С: 


К574УД?А, 5574 ЗА | ИН 5 мА 
К574УД2Б, KP574Y 2B ...................... 10 мА 
при T= —45° С: 
574УД2А, КР574УД2А ....................... 7 мА 
К574УД2Б, KP574Y 2B ...................... 14 мА 


Ор анНо напряжение шума при И, = 
‚ = 15 В, /=1 кГц, В, =0, T= +25° С, не более: 


К574УД2А, КР574УД2А ............ 150 нВ/\/Гц 
К574УД2Б, КР574УД?Б ............. 120 нВ/\/Гц 


Максимальное выходное напряжение Ен U= 


= +15 B, U„= 100...150 MB, T= —45.. +70" C, 
HE НЕ аа 10 В 
Напряжение смещения нуля при U, = +15 B, 
Raz 10 кОм, Т=+25° С, не более ......... 50 мВ 


Входной ток при U, = +15 В, Т= +25° С, не 
DOME по ео аи 1 HA 
Разность входных токов при ИД. = +15 В, T= 
29 C, Bè БОЛЕЕ: esinaise 0,5 HA 


Коэффициент усиления напряжения при. U, = 


=+15 В, ПО„= +5 В, R210 кОм, не менее: 
при Taps G ео 2 
при Т=-—45 и +70°С................... 1,5-10* 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при О, = +15 B, О, „= +5 В, T= 
== -+-25° C, не менее ..................ььооззьзьтьньньь 60 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при ПО, = +15 В, Т= +25° С, не менее: 

К574УД2А, КР574УД2А .................. 5 В/мкс 

К574УД2Б, КР574УД?Ь ................. 15 В/мкс 
Частота единичного усиления при U= +15 В, 
T= +25° С, не менее: 


К574УД2А, КР574УД2А .................... 1 МГц 
K574Y 2B, КР574УД2Б. seseereereeesseecesss 2 МГц 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ............... +13,5... +16,5 В 
Входное дифференциальное | 
НАПРИЕНИЕ: лана 10 B 
Синфазное входное напряжение пенни +5 В 
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Сопротивление нагрузки ooeec 10 кОм 

Температура окружающей 

за ОЕ ВЕ ИН —45... +70° С 
Примечания: |1. Допустимое значение 


статического потенциала 200 В. 


2. Максимальная емкость нагрузки 20 пФ. 

3. Минимальный коэффициент усиления на- 
пряжения с отрицательной обратной связью без 
внешней частотной коррекции для К574УД2А, 
КР574УД?А равен 1, K574Y N25, КР574УД2Б — 
ы 

4. При эксплуатации микросхем допускается 
как одновременная подача напряжения питания, 
так и в следующей последовательности: отрица- 
тельное напряжение питания, положительное 
напряжение питания. Шины питания должны 
быть соединены с общей точкой питания через 
диоды так, чтобы не допускалось изменение 
полярности напряжения на шинах. 

5. Графики зависимости и схемы включения 
аналогичны К574УД1 (А— В), КР574УД1 
(А— В). s 


2.15. Микросхемы серий 
K590 и КР590 


Микросхемы выполнены по КМОП-техно- 
логии. Предназначены для коммутирования 
аналоговых и цифровых сигналов, осущест- 
вления последовательной и параллельной вы- 
борки каналов в многоканальных системах 
сбора передачи и обработки информации, в ана- 
лого-цифровых и цифро-аналоговых преоб- 
разователях, системах ввода-вывода ЭВМ, теле- 
метрии и других областях техники. Корпус. 
микросхем серии КР59О типа 238.16-2, серии 
К590 — типа 402.16-18. 

Масса микросхемы в корпусе 238.16-2 не 
более 1,2 г, в корпусе 402.16-18 не более 1,3 г. 


238 16-2 15 


АННАН 
ПУ 3 


Зона Ключа 


402. 16-18 


В состав серий входят: 

К59ОКН1, KP590KH |1 -- восьмиканальные (8 
входов на | выход) аналоговые МОП-коммута- 
торы с дешифрато PEN pi 

K590KH2, 90KH2 —- четырехканальные 
МОП-ключи со ре управления; 

K590KH3, КР59ОКНЗ — сдвоенные четырех- 
канальные аналоговые мультиплексоры с де- 
ор 

590KH4, 
аналоговые ключи со схемой управления; 

К59ОКН5,  КР59ОКН5 — четырехканальные 
аналоговые ключи со схемой управления (одно- 
полосное включение); 

K590KH6, КР59ОКН6 — восьмиканальные (8 
входов на | выход), vera МОП-комму- 


таторы с а 

590КН7 P59 E RET E 
аналоговые ключи со схемой управления 
(двухполюсное включение); 

K590KH8A, KP590KH8A — четырехканаль- 
ные аналоговые ключи с повышенным быстро- 
действием (однополюсное включение) для ком- 
мутации напряжения — 10... +10 В; 

К59ОКНЗБ, КР59ОКН8Б — четырехканаль- 
ные аналоговые ключи с повышенным быстро- 
действием (однополюсное включение) для уп- 

авления микросхемами K590KH8A H 
P590KH8A; 

K590KH9, KP590KH9— двухканальные aHa- 
логовые ключи — схемой управления (однопо- 
люсное включен 

К59ОКТ1, КР5ОКТ! — четырехканальные 
МОП-коммутаторы со схемой управления. 


K590KH1, КР59ЭОКН1 


Микросхемы представляют собой восьмика- 
нальные МОП-коммутаторы с дешифратором. 
Назначение выводов: 1—1-й аналоговый 
вход; 2—-2-й аналоговый вход; 3 — 3-й аналого- 


КР59ОКН4 — четырехканальные — 


10 


Функциональная схема микросхем KS590KH1 и 
КР59ОКН1 


вый вход; 4—4-Й аналоговый вход; 5— 5-Й 
аналоговый вход; б-—6-й аналоговый . вход; 
7— 7-й аналоговый вход; 8— питание (+ (12); 
9—8-й аналоговый вход; 10 — аналоговый вы- 
ход; 11-—свободный; 12— логический вход 
«Разрешение»; 13 — логический вход 22; 14— ло- 
гический вход 2!; 15 — логический ' Ход 2. 
]6 — питание (— Un). 


Таблица истинности 


Уровни напряжений на входах Открытый аналоговый 


вход 


i © i E t 
Se 55 S Se Se 55 < К 


ED — —— ————— 
со 1 ол > > -- 


X | Bce входы закрыты 
Примечание. X— безразличное состояние. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


лы ое. +5 B 
Tox потребления при низком уровне выходного 


_ напряжения (по выходу 8) при U,2=5,5 В, 


О! = — 16,5 В, U .=01:=(1.=0,5=0,8 В, Ts 
ро. №. HE бое оо 3,5 мА 
Ток потребления при высоком уровне выход- 
ного напряжения (по выводу 8) при И!) = +5 В, 
ОИ. = — 16,5 В, И! .=(И!:=0И,.=(,8 =4,6 В, T= 
и 2”. HE БОЛЕ сена 3,5 мА 
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Сопротивление в открытом состоянии при 
И 2=5,5 В, И =-13,5 В, И,.=4,6 В, U= 
=0,8 В (для проверяемых выводов 1—4), 
И; =4,6 В (для проверяемых выводов 5—9), 
О. =0,8 В (для проверяемых выводов /, 2, 5, 6), 
О, . =4,6 В (для проверяемых выводов 3, 4, 7, 9), 
Us =0,8 В (для проверяемых выводов /, 3, 5, 7), 
(И. =6 В (для проверяесмых выводов 2, 4, 6), 
I=] MA (для каждого аналогового входа), не 
более: 


при U= O: 
Teat Co k Talay ama 200 Ом 
Ei ia N T TS 300 Ом 
РЕ оо юнныбю 500 Ом 
При ПЭ В: оное 500 Ом 


Ток утечки аналогового входа при U,:= 5,5 В, 
Он: = —16,5 В, И, = -—5 В (по каждому входу), 
О, =0,8 В, И, =0,8 В (для проверяемых Bbl- 
вводов /—4), (И, =4,6 В (для проверяемых Bbl- 
BOOB 5—9), U 4=0,8 В (для проверяемых вы- 
водов /, 2, 5, 6), (И! =4,6 В (для проверяемы\ 
выводов 3, 4, 7, 9), U, =0,8 В (для проверяемых 
выводов /, 3, 5, 7), U, =4,6 В (для проверяемых 
выводов 2, 4, 6, 9), не более: 

ПРИ Tetis урона $0 нА 

ПТ обои анаы 400 нА 
Ток утечки аналогового выхода при И; 2 =5,5 В, 
О: = =-16,5 В, Ик=5 В (по каждому входу), 


Um = —5 В, И =0О,.:=0.=0,=0,8 В, не 
более; 
TOE [a+ ионной $0 нА 
ie a A E EE A $00 нА 
Входной ток низкого уровня (выводы 72—135), 
при (/.:=5,5 В, ПО =-16,5 В, 0, =0О,= 
= U= Us =, T= +25° С. He 
DONDE soin NN AN 1 мкА 
Входной ток высокого уровня (выводы /2—15) 
при (И: = 5,5 B, U, = — 16,5 B, U =U 
æU =U, =5,5 B, T= +25°С, не 
POE A 1] мкА 
Время включения при И. =5,5 В ПО =- 


— 16,5 В, Ик =5 В, U = И; =U; =U; =4,6 В, 


УС. Ke bournan 1 мкс 
Емкость управляющего входа, типовое значе- 
Вибе а ео 6 n® 
Емкость аналогового входа, типовое 

НВ еНИЕ нони 8 пФ 
Емкость аналогового выхода, типовое 

ABRORNI innr NA 28 ПФ 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания: 


АИ ИИ РИА Н 4,5...5,5 В 

ть — 13,5... — 16,5 В 
Входное напряжение; 

НИЗКОГО УРОВНЯ: inunan 0...0,8 В 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ .... еее геев 3,6...5,5 В 
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Коммутируемое напряжение ..................... +5 В 
Коммутируемый ТОК ..............еееиининннни 10 мА 
Температура окружающей среды: 
Ча aariaa —45... +85° C 
КРОЗОКЕ inana —45... +70° C 


Примечания: 1. Значения Ul, и Upon не 
должны превышать Up, и Us > Un — 0,9 В. 

2. Помехозащищенность, равная 0,4 В, обес- 
печивается при U9, < 0,43 Ви Ul >U, —0,5 В. 

3. Запрещается подача каких-либо сигналов 
на вывод //. 

4. При эксплуатации необходимо учитывать, 
что корпус микросхемы К59ОКН! электрически 
соединен с подложкой (вывод 8). 

5. Минимальное расстояние от корпуса мик- 
росхем серий K590 до места изгиба вывода 


‚] мм, Пайка выводов допускается на расстоя- 


нии не менее 1,5 мм, температура пайки не 
более 235° C, продолжительность пайки не 
более 2,5 с. Допускается не, более трех перепаек 
микросхемы. 


Жотн / отн (9) 


Ио 
NIU 
ING 
TUDNI 
ALT 


-4-3-2-1 0 2 Ub 


Зависимость сопротивления 

открытого ключа коммута- 

тора от коммутируемого 
напряжения 


Rory / Rovs (нА) 


6 Гм, МА 


Зависимость сопротивле- 

ния открытого ключа 

коммутатора от комму- 
тируемого тока 


kr. бых, НА бил (вня(25°5) 


007 Q 

-40 -20 0 20 40 607°C 0 20 40 60 98015 -40 -20 0 20 40 607,°0 
Зависимость сопротивления Зависимости выходного тока утечки Зависимость времени 

открытого ключа коммута- от т окружающей среды — включения ключа комму- 

тора от температуры окру- при И = — 16,5 В, И. = +5,5 В. За- татора от температуры 
жающей среды штрихована область разброса значе- окружающей среды 


ний параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана типовая 
зависимость 


Cona / вил (50) 
N ими, KPSSOKHI g 


1 
-40 -20 0 20 40 607°0 


Зависимости тока потребления от 
т мерАтуВЫ рык среды при 


пр == — 5,5 В. Заштри- en a 
XOBaHA E AA разброс о па- 4 2 0 4 lon» b 
аметра для 95% микросхем. Сплош- 
р HO ial kali ТИПОВАЯ Зависимость времени включения коммутатора 
3ABHCHMOCTh от коммутируемого напряжения 


Типовая схема согласования ТТЛ-схем с микро- 
схемами К590КН1, КР59ОКН1: 
К] = Ю2 = R3 = R4 =}... 10 KOM 


KSIOKNI, KPSIOKHI Z 


K590KH2, KP590KH2 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные МОП-ключи со схемой управления. 

Назначение. выводов: [— 1-Й аналоговый Bhl- 
ход; 2—1-Й аналоговый вход; 3—1-Й norn- 
ческий вход; 4—2-й логический вход; 5— 2-Й 
аналоговый вход; б—2-йЙ аналоговый выход; 
7 — общий; 8 — питание (+0,„,); 9 — свободный; 
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Дкоды упрадеения 


Предельные эксплуатационные данные 


я 2 
== 5 Напряжение питания: 
| A о 10,8... 13,2 В 
4 | Е E NE EEE ENA — 13,2... — 10,8 B 
| Входное напряжение: 
| | НИЗКОГО: УРОВНЯ: елены 0... 0,8 В 
pe — — т = zH высокого УРОВНЯ .esssscsrsossssccccses 4,1... 13,2 В 
Коммутируемое напряженче .................. +10 B 
Коммутируемый TOK ...............иннининииининия 10 мА 
ов схема микросхем ых и  Рассеиваемая МОЩНОСТЬ „eseese 200 мВт 
КР59ОКН2 
EESOSA ПИРЕНЕИ 
ИТ 
R imj | 7? ее и 
2% "A № 
м 
ИТ7 ТЯ 
ИТ! Принципиальная схема 
одного канала микросхем 
> 0 K590KH2, KP590KH2 
16 2(511,14)  1(6, 10,15) ' 
i Температура окружающей среды: . 
10—3-й аналоговый выход; 1]— 3-Й аналого-  К59ОКН2 assesseer —45... +85° С 
вый вход; /2—3-й логический вход; 13 — 4-Й КРК Н орон —45...+70° С 


логический вход; 1/4—4-Й аналоговый вход; 
a P аналоговый выход; /б — питание 
— Чп2/. 


Электрические параметры 


Сопротивление в открытом состоянии при 


ОИ: =10,8 В, ЦИ.=-1088В, U, ,=U,;,=U,= 
=0,.=+10Ви 08, (0.=0,.=0,.=0, =0,8 В, 
U-=0, 11 =16=[0о=/14=1| МА, не более: 
При. ГЕ. а ааа. 100 Ом 
при Т=+85 и -—45°С (0,=0.=0 = 
О ана виано 135 Ом 


Ток утечки аналогового входа при U= 13,2 В, 
О. = — 13,2 В, U =И. =. =0,.=108В, U,= 
=. =0(,2.=01:=4,1 В, И0-=0, И! = =Иь= 
=0,.=—10 В, не более: 


| Tati И 70 нА 
ро TEF И 200 нА 
191 утечки аналогового выхода npu. Un = 


= 410 B, E И B, О-о, 
О! = Об = Оо = ОИ! 5= = + 10 B, T= +25° C не 
ВО бо неа 70 нА 


Ток потребления при высоком уровне выход- 


ного напряжения при U =13,2 В, U= 
= — 13,2 В, О. =(.= U ,2=U;3=4,1 B, О. =0, 
Т=+25-С, не. более nNota: 400 мкА 


Время включения при U, =13,2 В, И. = 
=—13,2 В, U =U; =U, =. = -—10 В, О. =0, 
Faty С, ‘не’ боле неа 0,5 мкс 
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Примечания: 1. Значение Ul, не должно 
превышать От,. 

2. Помехозащищенность, равная 0,4 В, обес- 
печивается при U9, <0,4В и И! 24,5 В. 

3. Запрещается подача каких-либо сигналов 
на вывод 9 микросхемы. 

4. При И! =Un2=0 напряжения на выводах 
микросхемы должны быть равны 0. Допускает- 
ся наличие напряжений на выводах микросхемы 
при И! =Un2=0, если приняты меры, исклю- 
чающие протекание токов логических входов 
более 05 мА и токов аналоговых входов 
(выходов) более 5 мА; при этом следует обес- 
печить мощность, рассеиваемую микросхемой, 
не более 150 мВт. 

5. Токи потребления Zl., Zlo от источника 
— 12 В не превышают 20 мкА во всем диапазоне 
температур. 

6. Токи /%,, J}, не превышают | мкА во всем 
диапазоне температур. 

7. Ток утечки аналогового входа и выхода 
при  U,m=0 не превышает 20нА при 
Т= +25° С. 

8. Емкость аналогового входа и выхода не 
превышает 10 пФ, емкость между аналоговыми 
входами и выходами не превышает | пФ при 
T= +25° С. 

9. Управляющие входы микросхемы инверс- 
ные, т.е. ключи открываются при низких 
уровнях напряжения на управляющих входах 


Inor, MKA 


KSIOKH2, KPS90KH2 


у" QI 1 Ш КП 


Зависимости тока потреб- 
ления от частоты пере- 
ключения 


Тут, бых ? МКА 


CAA 
ЕЕ. 


KN 


KLD 


RRES хх 


ВАА 


020 И 60 807.0. 


Зависимость выходного тока 
утечки от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


тт, MKA 


> — 

РРР 771774 А 

LZA 
вы. 


40 
-40 -20 0 20 40 5015 


Зависимость тока потребления 
от температуры окружающей 
среды. Заштрихована область 
разброса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая 
зависимость 


Ror» дм 


rman, wn 
Ner L 
NT 

EAN ZAN 
BERSE 


70 
60 
50 
40 


J0 
20 


-8 -4 0 4 


8 lhon: B 


‘Зависимость сопротивления открытого ключа 
от коммутируемого напряжения при различной 
температуре окружающей среды 


би 
X 
X 
Q 
№ 
AaS 
Xx 
S 
< 
S 
из 
x 


бхойм yapabnenua 


Схема согласования K590KH2 и KP590KH2 c 
ТТЛ-микросхемами: 
RI, R2, R3, В4— согласующие исторы сопротивлением 
TIDO EM R 


Éun , HC 


K590KH2, KP590KH2 


200 
-40 -20 0 20 


40 60T. 


Зависимость времени включения ключей от 

температуры окружающей среды. Заштрихована 

область разброса значений параметра для 95% 

микросхем. Сплошной линией показана типовая 
зависимость 


К59ОКНЗ, КР59ОКНЗ 


Микросхемы представляют собой восьми- 
канальные (4х2) аналоговые коммутаторы с 
дешифраторами. 


Назначение выводов: / — логический - 20, 
2— вход «Разрешение»; 3— питание (— U2); 
4— аналоговый вход 1A: 5— аналоговый вход. 
2А; б—аналоговый вход 34; 7— аналоговый 
вход 4А; 8-——аналоговый выход А; 9— anao- 
говый выход В; 10— аналоговый вход 48; 
] 1 — аналоговый вход 38; 12 — аналоговый вход 
28; 13— аналоговый вход 18; 14— питание 
(+U); 15— общий; 16 — логический вход 21. 
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° Выход 
канала А 


8 


Выхой 
Nenon 8 


Функциональная схема микросхем К59ОКНЗ, 
КР59ОКНЗ 


Таблица истинности 


Уровни напряжений 
на входах 


Открытый аналоговый 
BXO 


0 H 
0 H 
] И 
| И 
Х 


Все входы закрыты 


Примечание: Х-- безразличное состояние. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... £15 В 
Ток потребления от источника U; при низком 
уровне входного напряжения, Up =13,5... 
... 16,5 В, И. =-16,5... — 13,5 В, U% =0...0,8 В, 
Ты t29 С.. Не. более. оны 15 мкА 
Ток потребления от источника U2 при низком 
уровне входного’ напряжения, U =13,5... 
.:, 16,5 В, О. = — 16,5... —13,5-В, U2% =0:...0,8 В, 
Та” С. не Более заза 10 мкА 
Ток потребления от источника U, при высоком 
уровне входного напряжения, |, =13,5... 
... 16,5 В, U 2 = — 16,5... —13,5 В, U} =4:B... Unis 
T= +25° C, не более iesse. 1000 мкА 
Ток потребления от источника И„. при высоком 


уровне входного напряжения, U= 13,5... 
... 16,5 В, И. =-16,5... -13,5.В, И, =4 В... Ишь 


Т= +25° С, не более... илииииьинииюннин 10 мкА 
254. 


KSIOKHI 
KPSIOKAI 


212 


Ток утечки аналогового входа при Up= 13,5... 
... 16,5 В, И. =-16,5... -13,5 В, U}, =0...0,8 В, 
И =4 В... и, Олм= +15 В, не более: 
при Т= +25°С 
ВР о E 150 нА 


. Ток утечки аналогового выхода при Up= 


= 13,5... 16,5 В Ц. =-16,5... —13,5 В U= 
=0... 0,8 В, Ом = +15 В, не более: 

при Т=+25° С 

DATE И 250 нА 
Входной ток низкого уровня при Up =13,5... 
...16,5 В, U,2= — 16,5... -13,5 В, U% =0...0,8 В, 
T= +25°С, не более ..............еееетеньюиюиьы 0,2 мкА 
Входной ток высокого уровня при И = 
=13,5... 16,5 В И.=-16,5...-13,5 В, Оь= 
=4 B.. Un Г=+25°С, не более ..... 0,2 мкА 


Время включения при U, =13,5... 16,5 В, 
(„2 = -—16,5... —13,5 В, 00,=0...0,8 В, Ux= 
=4 В... 01, Оюы= +15 В, А, =10 кОм, С, = 
=40 пФ, T= +25° С, не более ............ 0,3 мкс 


Сопротивление в открытом состоянии при 

О. = 13,5... 16,5 В, U= — 16,5... —13,5 В, 0%, = 

=0...0,8 В, Ul =4 B... И, ем = 1 МА, не более: 
при Т=+25 и -45°С uurre 300 Ом 
При. T w Fae aeiae 400 Ом 

Емкость аналогового зхода! при 0.1 =15 В, 

И: = —15 B, /=1 МГц, типовое 

ЗНАЧЕНИЕ - ел аи 10 пФ 


‚Емкость аналогового выхода' при И.! =15 В, 


(1. = —15 В, /=1 МГц, типовое, 
значение 


Емкость управляющего входа! при U„i=15 В, 
И: =-—15 В, /=1 МГц, типовое 

значение 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 
вым выходом, типовое значение ............ 1 пФ 


! Величина Ui Uns Una E Uron < Он. 


Предельные эксплуатационные данные 


_ Напряжение питания: 
о енеы 13,5... 16,5 В 
о E EO — 16,5... —13,5 B 
Входное напряжение низкого уровня ... 0... 0,8 B 
Входное напряжение высокого 


ее sian nna A N 4... 16,5 B 
Коммутируемое напряжение ...... иене +15 В 
Коммутируемый TOK .esssssssosssssssssosssosssssss 20 MA 


Лт, ns НА ый 


100 | ИБЯДИНУ, ИРАЧОКИУ 


ОИ 


0 AA | микросхем. 
№”. 7.7971 ILILILILIL ЖИ ние 


ШРИ ии. s 


Зависимость выходного тока 
утечки от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихова- 700 
на область разброса значе- 

ний параметра для 95% 800 
плошной JIH- 

показана типовая зави- 


Температура окружающей среды: 
K590KH3 sossosasossosesooososoesssoosooosse — 45 sse -+ 85° С 
КРЗЮКН "и уадононаннинии —45... +70° С 


Примечания: |. Запрещается подача ка- 
ких-либо электрических сигналов на выводы 
микросхемы, не — используемые — согласно 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях питания, равных 0, 
напряжейия на выводах микросхемы должны 
быть равны 0. Допускается наличие напряжений 
на выводах микросхемы при напряжении пита- 
ния источников, равном 0, если приняты меры, 
исключающие протекание токов логических 
входов более 0,5 мА и токов аналоговых входов 
(выходов) более 5 мА; при этом следует obec- 
печить мощность, рассеиваемую микросхемой, 
не более 150 MBT. 


Тит)» MKA г 


ИРИ AO 
LKK A o rm симость 


И — 
к — 


ЯР Г 


= 
Зависимость тока потребления 600 
от температуры окружающей 
среды. Заштрихована область 500 
разброса значений параметра 


1 


y 


для 95% микросхем. Сплошной 400 


01 линией показана типовая -40 -20 0 20 40 91° 
0 20 40 60 807°C зависимость 
бл, ис | f PEER MKA 
RSIOKH, КРОН 1 
160 Wi, 
"Г | 
EER GED MN M G DUR UE -ЫУЕНЕЕ-ЕЕН 
120 w ГМО. 


Ah 7 


60 
-40-20 0 20 40 607°C 


Зависимость времени включе- 
ния ключей от температуры 
окружающей среды. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


na L 
erT ШИ, HAH 
o0 ATA RMg 

КБ A A 0 2 58 ОИК 7 A 3 НИ R СИ 19 38 НОО К 


ва. ЕЕ 
ыы Е ы 
AACA ЕЕ ЕЕ 
Ниеминен 

DAS 98 Хх & ВЯ ВБИ В © E 


7] CECAT CITEC CCD 
AraM Е ЕЯ 
Е Е 
К ЕП 


1 10 100. 1000 frey, KIY 


Зависимости тока потребления от частоты 
переключения 


299 


Ron, ОМ 


O 4 8 12 Ши, 


Зависимость сопротивления OT- 
крытого ключа от коммутируе- 
мого тока. Заштрихована об- 


Позже Г 
ГГЕСГИЕЕ 
TERE 


NA-I6 -12 -8 -4 04 8 Uo В 


Зависимости сопротивления OT- 
крытого ключа от коммутируе- 
мого напряжения: /— И! =9 В, 


R, ОТК» 0n 


-16 -12 -8 -4 O 4 8 Инв 


Зависимости сопротивления 
открытого ключа от ком- 
мутируемого напряжения 


ласть разброса значений пара- И.=—9В, 2— Ua: =12 В, при различных значениях 
метра для 95% микросхем. И. =-—12 В; 3— U =13,5 В, температуры окружающей 
Сплошной линией показана TH- U= — 13,5 В, 4— Cn = 16,5 В, среды 


повая зависимость 


K590KH4, KP590KH4 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные аналоговые ключи со схемой управ- 
ления. 


KSIOKHS, KP590KH4 


————— 4 
И "ПА 
| | 


Функциональная схема микросхем K590KH4, 
КР59ОКН4 


Назначение выводов: 1[—1-й аналоговый 
вход; 2, 7, [2— свободные; 3— 3-й аналоговый 
вход; 4— 3-й аналоговый выход; 5—4-й анало- 
говый выход; б—4-й аналоговый вход; 8 —2-й 
аналоговый вход; 9— 2-й аналоговый выход; 
10—2-й логический вход; 11 — питание (+U); 
13 — общий; 14 — питание (— U2); 15— 1-й ло- 
гический вход; 1[6——1-Й аналоговый выход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... + 15 В 
Ток потребления от источника U, при низком 
уровне входного напряжения, U= 13,5... 


256 


n2 — 


? 


... 16,5 B, U2 = — 16,5... — 13,5 В, U? =0...0,8 В, 
Т=+25° С, не более .............. шиза 50 мкА 
Ток потребления от источника U, „2 при низком 
уровне входного напряжения, И! =13,5... 
... 16,5 В, И›=-16,5... —13,5 В, US =0...0,8 В, 
Tat C oae DOIE ИН 5 мкА 
Ток потребления от источника Из! при высоком 
уровне выходного напряжения, И! =13,5... 
...16,5 В, И. =-—16,5...—13,5 B, Ul} =4В... О, 
Ты 25 С. Не БОЛЕЕ: о ыелеы 200 мкА 
Ток потребления от источника U 2 при высоком 
уровне входного напряжения, (И =13,5... 
«> 16,5 В, U= = 16,5... 1358, Uk =4 B.. Иа 
T40 C, ue OOE ила 5 мкА 
Ток утечки аналогового входа при И! = 13,5... 
... 16,5 B, (.=-—16,5... —13,5 В, U? =0...0,8 В, 
Ul =4 B... О, Ом= +15 В, не более: 

при T= +25° С | 

Е оне 400 нА 


Ток утечки ‘аналогового выхода при И = 
= 13,5... 16,5 B, ПО.=-16,5... -13,5 В, (= 
=0...0,8 B, И и=-15 В, не более: 

При. ЕО аи 70 нА 
ME: E N I ORE E A TT 500 нА 
Входной ток низкого уровня при И = 
=13,5...16,5 B, И, =-16,5..—1358, U= 
=0...0,8 В, Т=+25°С, не более ...... 0,2 мкА 
Входной ток высокого уровня при И = 
=13,5...16,5 В, О. =-16,5... -13,5 В, П= 


=4В...О., Т=+25° С, не более ..... 0,2 мкА 


Время включения при И =13,5... 16,5 В, 
И. = — 16,5... — 13,5 В, О», =0...0,8 В 0:= 
=4В...О., Ом= +15 В, В, =10 кОм, C,= 
=40 пФ, T= +25° С, не более: 
ПО ВЫВОДАМ. ©. 10. ое ieren a 150 нс 
HO ВЫВОДЕ 4, Эа 300 нс 


Сопротивление в открытом состоянии при 
195. 658, П.-— 165. В5В 
(+: =0...0,8 B, Ul =4В... Un, ьм=1 МА, не 


более: 
Я а’ CH ЕО ЕЛИ 75 Ом 
О EE A EE E 100 Ом 
Емкость аналогового входа' при И! =15 B, 
И.=—15 В, /=1 МГц, типовое | 
ЗН НЕ НИЕ ныть 10 пФ 
Емкость аналогового выхода при И! =15 В, 
О. =-—15 В, /=1 МГц, типовое 
ЗНАНИЕ: aaas EEA 12 пФ 


Емкость управляющего входа! при И! =15 В, 
U, =—15 В, /=1 МГц, типовое 
значение 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 


вым выходом ', типовое значение .......... 1 n® 


' Величина U! <0.., Unz Uson S Иа. 


Предельные эксплуатационные Данные 


Напряжение питания: 


ан 13,5... 16,5 В 
оное — 16,5... —13,5 В 
Lp,» НА Тит, мкА 


020 9 60 98015 


Зависимость выходного тока 
утечки от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


среды. 
разброса 


-60 -20 20 60 1001,°6 


Зависимость тока потребления 

от температуры 

Заштрихована область 

значений параметра 

для 95% микросхем. Сплошной 

линией показана типовая зави- 
симость 


Входное напряжение низкого 


р И a 0... 0,8 В 
Входное напряжение высокого 
УРОВНЯ: оон ое 4... 16,5 В 
Коммутируемое напряжение .................. +15 В 
Коммутируемый TOK ...............ииииаининиия 20 мА 
Температура окружающей среды: 
КОНЕ ие —45... +85° С 
КРОК НЗ. про —45... +70° С 


Примечания: l. Запрещается подача Ka- 
ких-либо электрических сигналов на выводы 
микросхемы, не — используемые — согласно 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях питания, равных Q, 
напряжения на выходах микросхемы должны 
быть равны 0. Допускается наличие напряжений 
на выводах микросхемы при напряжении пита- 
ния источников, равном 0, если приняты меры, 
исключающие протекание токов логических вхо- 
дов более 0,5 мА и токов аналоговых входов 
(выходов) более 5 мА; при этом следует обес-. 
печить мощность, рассеиваемую микросхемой, 
не более 150 мВт. 


Ciun, С 


-60 -20 20 60 1007,°6 


Зависимость времени вклю- 
чения ключей от температу- 
ры окружающей среды. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая за- 
BHCHMOCTb 


окружающей 
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KSIOKH KPSIOKH4 


2222 


ДИКА 
РР 


n 


0 4 8 12ko, MA 


Зависимость сопротивления . 


открытого ключа от ком- 
мутируемого тока. Заштри- 
хована область разброса 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной лини- 
ей показана типовая зави- 


-16 -12 -8 -4 04 80, В 


Зависимость сопротивления откры- 
того ключа от коммутируемого 
напряжения при /[„м=1мА, U} = 
=4 В и различных значениях на- 
пряжения источников питания: 


иен [ Г 
T 1 
ЕЕЕ 

PIKA 


90 
-16-12 -8 -4 0 


Зависимости сопротивления 
открытого ключа от ком- 
мутируемого НИ 


при О: = = 
=—13,5 В, 090,8 В, U- 

=4 B, Lal МА и различ- 
ных значениях температуры 


симость О 


Inm, "MKA 


KIJOKNG 
KPS90KN4 


100 


1000 тер, NTU 


Зависимости тока потребления от частоты 
переключения np От! = 16,5 B, U 2 = — 16,5 В, 
4 В, О =) 


К590КН5, KP590KH5- 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные аналоговые ключи со схемами уп- 
равления. 
| Назначение выводов: 1— 1-й логический вход, 

2— 1-Й ‘аналоговый выход, 3— 1-й аналоговый 
вход, 4— питание (— U2) 5— общий, б—2-й 
аналоговый вход, 7— 2-й аналоговый выход, 
8—2-й логический вход, 9— 4-й логический 
вход, 10) —4-й аналоговый выход, 11-— 4-й aHa- 
логовый вход, [2 — питание (+ 013), 13 — пита- 
‘ние (+U), 14 — 3-й аналоговый вход, 15 — 3-й 
аналоговый выход, [6 —3-й логический вход. 
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окружающей среды 


KIIOKNS, KPSIOKNS 
о —o: 


| 
TH 


бо —o7 


| 
TF 
оо 
16 ый 


Функциональная схема микросхем К59ОКН5 и 
КР59ОКН5. Ключи замкнуты при низком уров- 
не входного управляющего напряжения 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 
Uis Un2 


ооо ооо ооо ооо ооо соо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо ооо 


Ток потребления от источника U, С p BbICOKOM 


уровне входного напряжения, U „i = Ua = 16,5 В, 
U,2=— 16,5 B, Uł=16 B, T=+25°C, не 
OOE- ara aA E я 25 мкА 


Ток потребления от источника U, „ı при низком 
уровне входного напряжения, U i = U3 =16,5 В, 
U„2= —16,5 B; 0% =0,8 В, T= +25° С, не 
более 


Ток потребления от источника И’, при высоком 
уровне входного напряжения, U i = Una =16,5 В, 
(1 =—16,5В, Ulh=16 B, Т=+25°С, „не 
DONE a R EAE 5 МКА 
Ток потребления от источника U „2 при низком 


уровне входного напряжения, Ин, = И. = 16,5 В, 
U. a= -—16,5 В; -U2 =0,8 В, T=+25° C, ие 
E AE АИ E AE Аи И 5 мкА 


Ток утечки аналогового входа при Ui =16,5 В, 


И: =— 16,5 B; О; =4,5 В, ее. В, 

U= +15 В, не более: 
оо У ой ФИ 70 нА 
при Т= +70°С для КР5ЭОКН5 ....... 350 нА 
при Т=+85°С для K590KH6 .......... 400 нА 


Ток утечки аналогового выхода при И! = 
=16,5 В, U = -16,5 В, И. =4,5 В, И =4 В, 
(= +15 В, не более: 


ПРИ РО И a 70 нА 
при Т= +70°С для КР59ОКН5 ....... 350 нА 
при Т=+85°С для К59ОКН5 .......... 400 нА 


Входной ток низкого уровня при И! ==. 


=16,5 В, И. =-—16,5 В, U% =0, T= +25° С, не 
более ..... ль Ив нинннья 0,2 мкА 
Входной ток высокого уровня при И! = Un = 
=16,5 В, И. =-—16,5 В, Из, =16,5 В, 
Т= +25° С, не более 
Время включения при U =13,5 В, Un= 
=—13,5 В, U :=4,5 В, 0%.=0...04В, U} = 
=4,1 В, Un =10 B, К,=10 кОм, С,=40 пФ, 
Т= +25° С, не более 
Сопротивление в открытом состоянии при 
И. =13,5 В, U = —13,5 B, 0.=4,58, Пк = 
=0,8 В, И. = +10 В, Гм=1МА, не более: 
api T4 И © 70 Ом 
ее Я ...... 100 Ом 
Емкость аналогового входа! при И! =15 В, 
U ,2=—15 В, О. =5 В, T= +25° С (в закрытом 
состоянии канала), типовое значение ..... 7 пФ 
Емкость аналогового выхода! при И! =15 В, 
(>=—158В, И. =58В, Т=+25 С; типовое 
значение: 


Зависимости сопротивления откры- 
того ключа от коммутируемого 
напряжения при U= 13,5 В, 
И. =—13,5В, U 3 =4,5 В, 06. = 
=0.8 В, о мА и различных 
значениях температуры окружаю- 
щей среды 


в закрытом состоянии канала 

в открытом состоянии канала 
‚Емкость управляющего входа! при И! =15 В, 
U,2=—15 B, Из=5В, Т=+25° С, типовое 
ЗНАЧЕНИЕ ори S 10 пФ 
Емкость между аналоговыми входом и выхо- 
дом' при И =15 В, U,2=—15 B, О =5 В, 
Т=+25°С (в закрытом состоянии канала), 
ТИДОвОе ЗНАЧЕНИЕ лиана 1 пФ 

' Величина U! <U Unz S Uronu SUn 


xom `S 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


EAE В OE —16,7 ... —9 B 
о E T AT 4,5...167 B 


Входное напряжение низкого уровня О0...0,8 B 
Входное напряжение высокого 


VOODRI 4 B... U3 
Коммутируемое напряжение ............... + 15,1 В 
Коммутируемый TOK .............. и ннинииньнии 20 мА 


Температура окружающей среды: 
А и —45... +85° С 
КРК орала —45... +70° С 


Примечания: l. Запрещается подача ka- 
ких-либо электрических сигналов на выводы 
микросхемы, не используемые — согласно 
функциональной электрической схеме. 

‘2. При напряжениях источников питания, 
равных 0, напряжения на выводах микросхемы 
должны быть равны 0. Допускается наличие 
напряжений на выводах микросхем при напря- 
жении источников питания, равном 0, если 
принять меры, исключающие протекание токов 
логических входов более 0,5 мА и токов анало- 
говых входов (выходов) более 5 мА; при этом 
следует обеспечить мощность, рассеиваемую 
микросхемой, не более 150 мВт. 
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K590KH5, КРЯЗОКИУ 


10 


Ah, 


v 
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% 


LJ 
% 


40. 60 801°5 


Зависимость выходного тока 
утечки от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 


Inor, MKA 


КУУОКНУ 
KPS90KHS 


1 
0 20 40 60 807°C 


Зависимость тока потребления от 
температуры окружающей среды. 
Заштрихована область разброса 
значений параметров для 95% 
микросхем. Сплошной линией по- 
казана типовая зависимость 


Inor, MKA 


100 Fep, Kly 


Зависимость тока. потребле- 
ния от частоты переключе- 
НИЯ 


повая зависимость 


бил» HC 


~N 
4 
INX 
N 


С 
SN DIA 


-60-20 20 60 1007°t 


Зависимость времени включе- 
ния ключей от температуры 
окружающей среды. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметров для 95% микро- 
схем. Сплошной линией показа- 
на типовая зависимость 


Зависимость сопротивления 
открытого ключа от коммути- 


руемого напряжения при Из = 


=4,5 В, (0, =0,8 В, Lon =1 МА и 
а ОВ, ФО В, 
ЕВ U= В: 
3— U =13,5 В; U2 = —13,5 В; 
4—0, =16,5 В; 0, =-—16,5 В 
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Котк, OM 


12 Lon, МА 


Зависимость сопротивления 
открытого ключа от ком- 
мутируемого тока. Заштри- 
хована область разброса 
значений параметров для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая за- 
BHCHMOCTb 


Котк, ОМ 


ПЧ 7. 


20 
И-М 20-9 0. 4 


8 Ошн, В 


K590KH6, KP590KH6 


Микросхемы представляют собой восьми- 
канальные аналоговые коммутаторы с дешиф- 
раторами. 
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К5ЗОКИв, КРЯКИ 


Le e — r — _— чении 1. чение 


Функциональная схема микросхем K590KH6 и 
KP590KH6 


Таблица истинности 


Уровни напряжений на 
входах 


Открытый аналоговый 
вход 


ONDARRUN = 


>< —-—-- 00D oD 


© 


Все входы закрыты 


Примечание. Х— безразличное состояние. 


Назначение выводов: l] — логический вход 20; 
2— вход «Разрешение»; 3— питание (— U2); 
4—1-й аналоговый вход; 5—2-Й аналоговый 
вход; б-— 3-й аналоговый вход; 7— 4-Й анало- 
говый вход; в—- аналоговый выход; 9— 8-Й 
аналоговый вход; 1[0—7-й аналоговый вход; 
11— 6-й аналоговый вход; [2 — 5-й аналоговый 
вход; 1[3— питание (+U); 14 — общий; 15— 
логический вход 22; [6 — логический вход 21. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... 
Ток потребления от источника U„ı при низком 
уровне входного напряжения, U= 13,5... 
... 16,5 В, U „= — 16,5... —13,5 В, 0°,=0...0,8 В, 
1 =5225 ©. м6. ООЛЕЕ E 15 мкА 
Ток потребления от источника U „2 при низком 
уровне входного напряжения, U= 13,5... 
...16,5 В, Ч, =—16,5...-—13,5 В, 00. =0...0,8 В, 
T= +25° С, не более 15 мкА 
Ток потребления от источника U; при высоком 
уровне входного напряжения И, =13,5... 16,5 В; 
U „2 = — 16,5... — 13,5 В, 4 В. 
Т= +25° С, не более 
Ток потребления от источника U2 при высоком 
уровне входного напряжения, U= 13,5... 
Е И 
РС В ааа 15 мкА 
Ток утечки аналогового входа при. U 


п 


i= 


=13,5...16,5 B, U; =—16,5...—13,5 В, 0% = 
=0...0,88 В 0 =4В...О i U м= +15 В, не 
более: 

iae Teti G О 50 нА 

ПРИ нло банной 150 нА 
Ток утечки аналогового выхода при U= 
=13,5...16,5 B, И.=-16,5... —13,5 В, Ul = 
=0...0,8 В, И кы= +15 В, не более: 

ia Terr E NNN 70 нА 

И Е НИ 250 нА 


Входной ток низкого уровня при U, = 13,5... 
... 16,5 В, Ч ›=-—16,5... -13,5 В, 0%. =0...0,83 В, 
T= Не БОЛЕЕ coneissua 0,2 мкА 
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Входной ток высокого уровня при 
. =13,5...16,5 B, U 2=— 16,5... —13,5 В, 


О ыы 
U= 


=4 B... Ua, T= +25° C, не более ..... 0,2 мкА 
Время включения при И =13,5... 16,5 В, 
О, = — 16,5... — 13,5, U? =0...0,8 В, = 
=4 B... Ua К,=10 кОм, С,=40 пФ, 

T=4+25° С, Be более „лань 300 нс 


Сопротивление в открытом состоянии при 
ОИ! =13,5... 16,5 В, U 2 = — 16,5... —13,5 B, 
U? =0...0,8 В, U} =4В... О, [кОм =1 MA, не 
более: 
при Т= +25 и 45° С 
ПР пло елена 400 Ом 
Емкость аналогового входа! при И! =15 В, 
U2 = —15 В, /=1 МГц, типовое 
НАЧНИ оо нате 10 пФ 
‚ Емкость аналогового выхода при И! =15 В, 
И. =—15 В, /=1 МГц, типовое 
INACHE aiin О и 20 пФ 
Емкость управляющего входа! при U, ı=15 В, 
U2 = —15 В, /=1 МГц, типовое 
значение 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 
вым выходом ', типовое значение .......... 1 Ф 


' Величина U! <0,:, Unz S Ом < О. 


I YT, вых » МА I т МА 


100 


10 


$ 


b 


01 
0 20 40 60 6015 
Зависимость выходного тока 
утечки от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


-60 -20 20 60 1007,°6 


Зависимость тока . потребле- 

ния от температуры окру- 

жающей среды. Заштрихова- 

на область разброса значе- 

ний параметра для 

микросхем. Сплошной лини- 
ей показана типовая 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


Входное напряжение низкого уровня ... 0...0,8 В 


’ Входное напряжение высокого 


ОНИ о оно 4... 16,5 В 
Коммутируемое напряжение .................. + 15 В 
Коммутируемый TOK ...............ннииииниининии 20 мА 


Температура окружающей среды: 
КЕНО: ое —45... +85° С 
KPK HG ен —45... +70° C 


Примечания: 1. Запрещается подача ka- 
ких-либо электрических сигналов на` выводы 
микросхемы, не — используемые — согласно 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях питания, равных Q, 
напряжения на выводах микросхемы должны 
быть равны 0. Допускается наличие напряжений 
на выводах микросхемы при напряжении ис- 
точников питания, равном 0, если приняты 
меры, исключающие протекание токов, логи- 
ческих входов более 0,5 мА и токов аналоговых 
входов (выходов) более 5 мА; при этом следует 
обеспечить мощность, рассеиваемую микросхе- 
мой, не более 150 мВт. 


-60 -20 20 60 


1007,°0 


Зависимость времени включе- 
ния ключей от температуры 
окружающей среды. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 


95% 


зависимость 
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KIIOKNE, KPSIOKHG 


Е 


7 777 РУ? 77 


04 8 12i MA 


Зависимость сопротивле- 
ния открытого ключа от 
коммутируемого TOKA. 
Заштрихована — область 
разброса значений пара- 
метра для 95% микро- 
схем. Сплошной линией 
показана типовая зависи- 
мость 


напряжения при 
=0,8 В, U! =4 В, р. 


Ugat В, 3—0 


Inor, MKA . 


KIORNG 
KPS9I0OK NG 


- 1000 


1 = 10 100 1000 Жер, Kl 
| Зависимости тока потребления от частоты 
переключения 


К59ОКН7, КР59ОКН7 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные аналоговые ключи со схемой управ- 
ления (двухполюсное переключение). 


Kó90KH7, KPS90KH7 
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Функциональная схема микросхем K590KH7, 
_ KP590KH7 


KSSOKNGKPSSONHE| | | 
TALLAN 
E E 


-16 -12.-8 -4 0 4 8 Ukon, B 


Зависимость сопротивления откры- 
того ключа от коммутируемого 
„‹=0,8 В, U? = 
=] мА и раз- 
личных значениях ‘напряжения ис- 
точников питания: 

Pe И 135: U 
ов. О ав 


-16 -12 -8 -4 0 4 ВИ, B 


Зависимость сопротивления OT- 
крытого ключа от коммутируе- 
мого напряжения при U= 
= 13,5 В, О, = 
=0, 8 В; U! =4 В, 
различных” "значениях `‘темпера- 
туры окружающей среды 


вх 


Назначение выводов: [—2-й аналоговый Bbl- 
ход; 2, 7, 10, 12= свободныс: 3 -1-й аналого- 
вый выход; 4—1-й аналоговый вход; 5— 4-й 
аналоговый вход; 6—4-Й аналоговый выход; 
8 —3-й аналоговый выход; 9— 3-й аналоговый 
вход; [1[-— питание (+U); 13 — общий; 14— 
питание (— U2); 15 — логический вход; 16 — 2-й 
аналоговый вход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... +15 В 
Ток потребления от источника И,„‚ при высоком 


уровне входного напряжения. И, =16,5 В, 
0„.=-— 16,5 B, И„=4В, Т=+25° С, не 
ТО Е a a 200 мкА 
Ток потребления от источника U „ı при низком 
уровне входного напряжения, U= 16,5 В, 
U2 = — 16,5 В, U` =0,8 В, Т=+25°С, не 
DOme о ой 25 мкА 
Ток потребления от источника И„. при высоком 
уровне входного напряжения, U= 16,5 В, 
(12 = — 16,5 B, U! =4 В, Т= +25° С, не 
DOE ео. EBA e PAE PE A NA 5 мкА 


Ток потребления от источника И.) при низком 


уровне входного напряжения, U= 16,5 В, 
U„2= —16,5 B, U} =0,8 В, Т=+25° С, не 
С ОИ АНИ 5 MKA 


Ток утечки аналогового входа при U= 16,5 В, 


U„2= —16,5 В, U1 =4 В, Ом = +15 В, не более: 
при T= +25° EA EAE 70 нА 
| о Е O E A 400 нА 

Ток утечки аналогового выхода при U, = 


=16,5 В, U„2= —16,5 В, U! =4 В, Иы= +15 В, 


не более: 
при Т=+25°С ........- а а 70 нА 
ПРИ T= лв 400 нА 


Входной ток низкого уровня при И. !=16,5 В, 
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От. = — 16,5 B, U? =0, T= +25 С, не 
GONGO оно 0,2 мкА. 
Входной ток высокого уровня при U, =16,5 В, 
И 2=—16,5 В, И =16,5 B, Т=+25° С, не 
OOE АР R 0,2 мкА 
Время включения при И. =13,5 В, И .=. 


=—13,5 В, 0%,=0...0,4 B, Ul =4,5 В, И = 
=10 B, А,=10 кОм, С,=40 пФ, T= +25° С, не 
более 300 нс 
Сопротивление в открытом состоянии при 


О: =13, 5 В, U2 = — 13,5 В, U9, =0,8 В, п 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 


=4 В, Ion =10 MA, не более: 
при Т=+25 и —45°С ......... инь 30 Ом 
Пр ее 40 Ом 
Емкость аналогового входа' при U,„,=15 В, 


U,2 = —15 В, T= +25° С (в закрытом состоянии 
канала), типовое значение ...................... 20 пФ 
Емкость аналогового выхода! при И. =15 В, 
О,.=—15 В, T= +25° С, типовое значение: 

в закрытом состоянии канала 25 пФ 

в открытом состоянии канала 50 пФ 
Емкость управляющего входа! при U, =15 В, 
U2 = —15 В, T= +25° С, типовое 
значение 10 пФ 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 
вым выходом при Ок =15В, И. =-—15 В, 
Т= +25°С (в закрытом состоянии канала), 
типовое значение | 2 пФ 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оо соо о 


' Величина U! <Uni Unz <Им< Ол. 


Inor, "KA 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


И `9... 16,7 В 

еек — 16,7 ... —9 В 
Входное напряжение низкого уровня ... 0... 0,8 В 
Входное напряжение высокого 
OBAE ние 4 В... U1 
Коммутируемое напряжение ............... + 15,1 В 
Коммутируемый TOK ..............нннинннинининия 20 мА 
Температура окружающей среды: 

KOOKAN era a ЕАН —45... +85° С 

EPOE Е ое. —45... +70? С 


Примечания: 1. Запрещается подача ка- 
ких-либо электрических сигналов на выводы 
микросхемы, не — используемые — согласно 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях источников питания, 
равных 0, напряжения на выводах микросхемы 
должны быть равны 0. Допускается наличие 
напряжений на`выводах микросхем при напря- 
жениях источников питания, равных 0, если 
приняты меры, исключающие протекание токов 
логических входов более 0,5 мА и токов ана- 
логовых входов (выходов) более 5 мА; при этом 
следует обеспечить мощность, рассеиваемую 
микросхемой, не более 150 MBT. 
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Зависимость тока потребления 
от частоты переключения при 


Un =16,5 В, Ua = 16,5 B, 
U! =4 В, Q=2 
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0 20 40 60 807°C 


Зависимость выходного 
тока утечки от темпера- 
туры окружающей среды. 
Заштрихована — область 
разброса значений пара- 
‘метра для 95% микро- 
схем. Сплошной линией 
показана типовая зависи- 
мость 
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1 
т (s МКА 


100 L 
-60-20 20 60 1001°С 


Зависимость тока потребления от 
температуры окружающей среды. 
Заштрихована область разброса 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией по- 
казана типовая зависимость 


texn, "C 


K590KH7 Pas 
110 | KP590KH7 
100 E RN 


il 
-40 -20 0 20 40 607,0 D 4 8 


Зависимость времени вклю- 
чения ключей от температу- 
ры окружающей среды. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая за- 
висимость 


коммутируемого 
Заштрихована 


MOCTb 


\ KJIORHT, 7, | КРАЗОКИ7 


\ SOKH, |KPS9ORAT и 
AS da7 


-46 Mee A o 


Зависимости сопротивления открытог о ое 

от коммутируемого напряжения при 

=13,5 B, И..=-13,5 В, Ul =4 В, De 03 B, 

Гы=1 МА и различных значениях температуры 
окружающей среды 


K590KH8A, K590KH85, 
KP590KH8A, KP590KH85 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные аналоговые ключи с повышенным 
быстродействием (однополюсное включение) 
для коммутации напряжения —10.,. +10 В. 

Назначение выводов: 1— 1-й сток; 2— под- 
ложка; 3—1-й затвор; 4—1-й исток; 5— 2-й 


ГРИ, 
РР n 
м — 16 
N a ZARGA = 
y 


12 Iron, MA 


Зависимость сопротивле- 
ния открытого ключа от 


разброса значений пара- 
метра для 95% микро- 
схем. Сплошной линией 
показана типовая зависи- 


Rown, ОМ 


CAA 
ГА 


HRGS 


-16 -12 -8 -4 0 4 


8 Ukon , B 


Зависимости сопротивления открыто- 
го ключа от коммутируемого напря- 


тока. жения при 01=4В, U}? =0,8 В; 
область ом =1 МА и различных значениях на- 


пряжения питания: 
=9 B, И.=-9В; 2-0. =12В, U= 
Ив 3-0. =13,5 B, И. =-13,5 В; 4-0 = 
=Ч6,5 В, 0,=- 16,5 В 


K5IOKH8 (А. E) 
KP590Kh8 (A, 5) 


> -0 

gi VT? 
8 | RAES 
> о 71 

ái VTI 
9 L————oz 
> о 14 


| утв 
бо Lai 


исток; 6—2-ň затвор; 7, 10, 15 — свободные; 


8—2-й сток; 9— 3-й сток; 11—3-й затвор; 
12— 3-й исток; [3 —4-й исток; 14 —4-й затвор; 
16 —4-й сток. 


Электрические | параметры 


Номинальное напряжение питания ...... +12 В 
Пороговое напряжение ipa с =0,01 мА, 
T= +25 С: i 
K590KH8A, KP590KH8A VAE 0;1...2 B 
K590KH85, KP590KĦ8B .................. 0,5...2 B 
Ток утечки стока при Uc=20 B, Unoa = 


U;,=—5B mia K590KH8A, KP590KH8A и 


Ос=30 B, U,=0, U}=0 для К5ЭОКН&Б, 
KP590KH85, не более: 

К59ОКНЗА, КР59ОКН8А: " 
о р Е 50 нА 
Ter G E 100 нА 
О а 400 нА 

K590KH85, KP590KH8B: 

о а asn aneas os 10 нА 
s E PEE E ар ии 70 нА 
Tepis Co paa a 100 нА 


Ток утечки истока при Up=20 B, Ош = — 


U,=—5B для К5ЭОКН8А, KP590KH8A, не 
более: 
Ро И 50 нА 
РЕ CO о A 100 нА 
ТЕ e © реале нно ОНА 
Ток утечки затвора при (И.=30В для 
K590KH8A, КР59ОКН8А и О0;:;=20В для 
К59ОКН8Б,  KP590KH85, Т=+25° С, не 
БОЛЕ ооо a 0,5 мкА 
Сопротивление сток—исток при U,=5 B, 
[с =10мА, не более: 
при Т=+25 и —45°С .......... ии. 70 Ом 
BDE I И ИСИ 100 Ом 
Сопротивление сток— исток при Из =10 В, 
Ic=10 мА, T= +25 C°, не более .......... 45 Ом 


Входная емкость при Uc=10 B, U}= Unon = 
=—15В для KP590KH8A, KP590KH85, не 
ВОНЕЕ: нон ини 5 пФ 
Проходная емкость при Ис=10 В, И. = Unon = 
=—15В для КР59О0КН84, KP590KH85, не 
БОЕ а она бана 1,5 ПФ 
Выходная емкость при Ис=10 В, U= Unon = 
=—15В для КР59ОКН8А, КР59ОКН8Б, не 
более k: 


Предельные эксплуатационные данные 


Нанряжение сток — исток: 


K590KH8A, КР59ОКН8А ..................... +20 B 

K590KH85, KP590KH8B ................... 0...30 B 
Напряжение сток — подложка: 

К59ОКН8А, КР59ОКН8ЗА .................. 0... 25 В 

K590KH85, КР59ОКН8Б ................... 0... 30 В 


Зависимость сопротивления открытого канала 

транзисторов микросхем от температуры окру- 

жающей среды. Заштрихована область разброса 

значений параметра для 95% микросхем. 

Сплошной линией показана типовая зависи- 
мость 
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Напряжение исток — подложка: 


К59ОКН8А, КР59ОКНЗА ................... 0...25 В 

К59ОКН8Б, КР59ОКН8Б ................... 0... 25 В 
Напряжение затвор — исток: 

К59ОКН8А, КР59ОКН8А ..................... +25 В 

K590KH85, КР59ОКН8Б ................... 0...20 В 
Напряжение затвор — сток: 

К59ОКН8А, КР59ОКН8А ..................... +25 В 

К59ОКН8Б, КР59ОКН8Б ................... 0... 20 В 
Напряжение затвор — подложка: 

K590KH8A, КР59ОКН8А .................. 0... 30 В 

K590KH85, КР59ОКН8Б ................... 0... 20 В 
ТОК ТОК ны 50 мА 
Рассеиваемая мощность !: 

При ее С T 1 Вт 

Г В о DET A EETA 0,59 Вт 


Температура окружающей среды: 
K590KH8A, K590KH8B ........... —45...+85° С 
KP590KH8A, КР59ОКН8Б ..... —4$5... +70° С 


Примечания: 1. Время включения для 
каждого транзистора не превышает 3 нс, типо- 


_ вое значение времени выключения составляет 


12 нс при Озшл=5 В; Исшля=5 В, С, =19 ПФ. 

2. Запрещается подача каких-либо электри- 
ческих сигналов на выводы микросхемы, не 
используемые согласно принципиальной 
электрической схеме. 

3. Потенциал на любом из выводов микро- 
схем должен быть равным или более положи- 
тельным по отношению к потенциалу на выводе 
2. | 

4. Необходимо учитывать, что подложка 
K590KH8A, К59ОКН8Б электрически соединена 
с корпусом микросхемы. 
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Зависимость порогового Ha- 
пряжения затвор — исток 
транзисторов микросхем от 
напряжения исток —- подлож- 
ка. Заштрихована область 
разброса значений парамет- 
ра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана 
типовая зависимость 


-60 -20 20 60 1007,°C 


Зависимость порогового на- 
пряжения затвор-исток тран- 
зисторов микросхем от тем- 
пературы окружающей cpe- 
ды. Заштрихована область 
разброса значений парамет- 
ра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана 
типовая зависимость 


0 20 40 60 8015 


Зависимость тока утечки ис 
тока транзисторов микро- 
схем от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихова- 
на область разброса значе- 
ний параметра для 95% 
микросхем. Сплошной лини- 
ей показана типовая зависи- 
мость 
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Reu, orx » ОМ 


01 WERA БЕЯ ВИН 
0 20 40 60 807, C - 0 4 8 


Зависимость тока утечки 
стока транзисторов микро- 
схем от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихова- 
на область разброса значе- 
ний параметра для 95% 1-0 
микросхем. Сплошной лини- 3—0 
ей .показана типовая зави- 
CHMOCTb 


H - noni 


K590KH9, KP590KH9 


Микросхемы представляют собой двухка- 
нальные аналоговые ключи со схемой управле- 
ния (однополюсное включение). 


о aaa 


Функциональная схема микросхем K590KH9 и 
KP590KH9 (состояние ключей соответствует 
сигналу высокого уровня на входах управления) 


Назначение выводов: 1, 2, 7, 8, 9, 12, 
16 — свободные; 3—1-й аналоговый выход: 
4— 1-й аналоговый вход; 5—2-й аналоговый 
вход; 6—2-й аналоговый выход; 1[0— 2-й логи- 
ческий вход; 11|— питание (+U =15 В); 
]3 —общий; 14— питание (—U,:=— 15 B), 
15 —1-й логический вход. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... +15 В 
Ток потребления от источника U, при высоком 
уровне входного напряжения, И, =16,5 В, 
И. =—16,5 В, Ul} =4 В, не более: 


п 
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Зависимость сопротивления откры- 
того канала транзисторов микро- 
схем от напряжения затвор — исток 
при различных значениях напря- 
жения ее 


И си, orx › ОМ 


10 ig, МА 


Зависимость сопротивления 
открытого канала транзис- 
торов микросхем от тока 
стока при различных значе- 
ниях напряжения затвор — 
Un- nonn = — 5 В; исток 
-Ün =—15B 


-~ подл 


при T= +25° С 
при T= —45° С 
Ток потребления от источника И’, при низком 
уровне входного напряжения, (И! =16,5 В, 
И ›=—16,5 В, U} =0,8 В, не более: | 
при Т=+25° С 
ПРИ Ел ан 200 мкА 
Ток потребления от источника U2 при высоком 
уровне входного напряжения, U= 16,5 В, 
И .=—16,5 В, Ul} =4 В, Т=+25° С, не 
БОЕ: они 5 мкА 
Ток потребления от источника U, при низком 


уровне входного напряжения, (И! =16,5 В, 
И .=—16,5 B, U%ġ=0,8 В, Т=+25°С, не 
DOE ое 5 МКА 
Ток утечки аналогового входа при О! =16,5 В, 
И ›=—16,5 В Ul =4B, Им =+15 В, не 
более: 

при, TEF CG moimoi 50 HA 

npa T= о оби оаь 500 нА 


Ток утечки аналогового входа при U= 16,5 В, 


(= —16,5 В, 0%. =0,8 В, U. =0, Т=+25° С, 
НЕ. ЗО п а аа 50 нА 
Ток утечки аналогового выхода при U= 
=16,5 В, И). = — 16,5 В, U} =4 В, ПИ. = +15 B, 
не более: | 
те: N Рю бо E 50 нА 
BDE о И о И 500 нА 


Ток утечки аналогового выхода при И = 
=13,5 В; U ==1358 б.=4В И = +15 B, 
не более 
Входной ток низкого уровня при Ил, =16,5 В, 
(1. = —16,5 В, U°=0, Т=+25° С, не 


более 


Входной ток высокого уровня при U= 16,5 В, 
И›=—16,5 В Иь=16,5 В, Т=+25° С, не 
DOE e n АА T A 0,2 мкА 
Время включения при И =13,5 В, И = 


=—13,5 В, U„=10 B, 01=4,5 В, 09.=0... 


БОВЕ wosia ENE 0,5 мкс 
Сопротивление в открытом состоянии при 
И =13,5 В, 0. =-—13,5 В, U2 =0,8 В, Им = 
=—10В, 1[,=10мА, Т=+25° С, не 

ОВ (ААА АСИ И а 10 Ом 
Сопротивление в открытом состоянии при 


А: Е B, U2 =0,8 B, Una=0, 
[„=10 MA, не более: 

при: Tast С ааа 10 Ом 

а Е НИНА 15 Ом 
Емкость аналогового входа в закрытом сос- 
тоянии канала при И =15В, И .=-—15 В, 
Т= 25° С, типовое значение ................. 35 * пФ 
Емкость аналогового выхода в закрытом сос- 
тоянии канала при И =15 В, U= — 15 В, 
T= +25° С, типовое значение .............. 40 * n® 


Емкость управляющего входа при И! =15 В, 
И .=—15 В, Т= +25° С, типовое 

ЗНАЧЕНИЕ "ео 8 * пФ 
Емкость между аналоговым входом и аналого- 
вым выходом в открытом состоянии канала 
при U= 15 В, И. = -—15 В, T= +25° С, типо- 
БОЕ ЗНаЗЕНИВ: паса 2* пФ 


* Величина U! <0,1, Unz < Он < Ua- 


Rorx, OM 


d 


z 
z те =: 

изя. | || 
rom 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


НЕ 13,5... 16,5 В 
И ИИ Ч —16,5... —13,5 В 
Входное напряжение высокого 
УРОВНИ и аа 4... 16,5 В 
Входное напряжение низкого 
УРОВНЯ рые 0... 0,8 В 
Коммутируемое напряжение ................. +15 В 
Коммутируемый ТОК ..............шнинииннининини 50 мА 
Температура окружающей среды: 
КЮ: ое аа —45... +85° С 
КРООКНЫУ: коем —45... +70° С 


Примечания: 1. Запрещается подача ка- 
ких-либо электрических сигналов на выводы 
микросхемы, не используемые согласно . 
функциональной электрической схеме. 

2. При напряжениях питания, равных Q, 
напряжения на выводах микросхем должны 
быть равны 0. Допускается наличие напряжений 
на выводах микросхемы при напряжениях пи- 
тания, равных 0, если приняты меры, исклю- 
чающие протекание токов логических входов 
более 0,5 мА и токов аналоговых входов 
(выходов) более 5 мА; при этом следует обес- 
печить мощность, рассеиваемую микросхемой, 
не более 150 мВт. 


I 4 от (+)» МК. А 
KSIOKHI, КРАЗОКИЯ E 


a 
-60 -20 20 60 1007°5 0 20 90 Тин, мА -60 -20 20 60 1007°t 
Зависимость времени вклю- Зависимость сопротивления OT- Зависимость тока потребления 
чения ключей от темпера- крытого ключа от коммутируе- от положительного источника 
туры окружающей среды. мого тока. Заштрихована об- питания при высоком уровне 
Заштрихована область раз- ласть разброса значений пара- сигнала на входе управления от’ 
броса значений ‘параметра метра для 95% микросхем. температуры окружающей сре- 
для 95% микросхем. Сплош- Сплошной линией показана ти- ДЫ. Заштрихована область раз- 
ной линией показана типо- повая зависимость броса значений параметра для 


вая зависимость 


95% микросхем. Сплошной ли- 
нией показана типовая зависи- 
мость 


269 


D1 KISSNAB 


D11 
S SW | |y 
Š -158 
S 
> < < 
y 5 S 
3 LR 
S < È 
+в 


J .../0К 


Типовая схема включения микросхем К590КН9 
и КР59ОКН9 с ТТЛ-микросхемами 


Inor, MKA 


1 yr, boxs М А 
K5IOKH3, НРЯЯОКИЯ F 


QI 1 10 0, niy 0 20 40 


Зависимость тока потреб- Зависимость 


ления от частоты пере- 


60 801°5 


выходного 
утечки от температуры окружа- 


ias ? ме 


Е 
7 


-10 -1 -8 4 0.4 


Зависимость сопротивления открытого ключа 

OT коммутируемого напряжения при U= 

= 13,5 В, 0. .=-— 13,5 В, U x=0,8 В, Г.ы=10 мА 

и различных значениях температуры окружаю- 
щей среды 


Лок, ОМ 
annem | | 


-16 -12 -8 -4 0 4 


Зависимость сопротивления откры- 
того ключа от коммутируемого 


тока 


ключения ющей среды. Заштрихована об- напряжения при И?, =0,8 B, Irom = 
ласть разброса значений napa-  =10 мА и различных напряжениях 
метра для 95% микросхем. источников питания: 
Сплошной линией показана ти- 1—0. =98В, И, =-98, 2—U,,=12 B, 


повая зависимость 


K590KT1, KP590KT1 


Микросхемы представляют собой четырех- 
канальные МОП-коммутаторы со схемами уп- 
равления. 

Назначение выводов: 1—1-й аналоговый 
вход; 2—2-й аналоговый выход (аналоговая 
общая шина); 3—2-й аналоговый вход; 4— 1-Й 
аналоговый выход; 5— 3-й аналоговый вход; 
б—3-й аналоговый выход (аналоговая общая 
шина); 7—4-й аналоговый вход; 8—4-й логи- 
ческий вход; 9— 3-Й логический вход; 1[0— пи- 
тание (+0.); 11, 12, 13— свободные; 14— o6- 
щий (цифровая общая шина); 15 — 2-й логичес- 
кий вход; 1[6— 1-й логический вход. 
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Üa вв ев 0. =— DS B -= 


0/1 =16,5 B, U,2=—16,5 В 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 9 B 


Ток потребления при высоком уровне входного 
напряжения, И. =9,9 В, (к =9,1 В, T= +25° С, 
Ho. БО о ооо вера 1 мкА 
Ток потребления при низком уровне’ входного 
напряжения, U, =9,9 В, 0%, =0,8 В, T= +25° С, 
He- (И И И 1 мкА 
Ток утечки аналогового входа при И. =9,9 В, 
И =9,9 В, U} =9,1 В, не более: 

ПИ E a S 50 нА 

при Т=Т 120 вА 


max + ео ооо ое со ноев е 


Ток утечки аналогового выхода при ОИ, =9,9 В, 


KIIORTI, KPSIOKRTI 


16 15 


U„„=0, U? =0,8 B, Usu: =9,9 B, не более: 

ПРИ Ре a DEAA I E 50 HA 

У E S A E A 120 нА 
Входной ток высокого уровня при U ,=9,9 B, 
U1 =9,9 В, Т= +25° С, не более ........ 0,2 мкА 
Входной ток низкого уровня при U, =9,9 В, 
= 0; T =A С, ие, боле длины, 0,2 мкА 
Время включения при U =8,1 В, Lon =! MA, 
Т= 2). Be ‘более ара. 30 нс 


Сопротивление в открытом состоянии при 
(И. =8,1 В, U? =0,8 В, U1 =7,3 В, [м=1 МА, не 
более: 


npu. ен И, ой О 100 Ом 
о) TET Е О Е О В 130 Ом 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания ............... ны 8,1... 12 В 
Входное напряжение высокого уровня. я 
0,8 В)... 
Входное напряжение низкого уровня 0... 0,8 k 
Коммутируемый ТОК ................нненинииинннниия 5 МА 
Температура окружающей среды: 
ОО В о а а. —45... +85° С 
КРОКТЕ. soninaniion pan —45... +70° C 


Зависимость выходного тока утечки OT темпе- 
ратуры окружающей среды. Заштрихована об- 
ласть разброса значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией показана типовая 


зависимость 


727 


Примечания: 1. Помехозащищенность, 
равная 0,4 В, обеспечивается при И». <0,4 В и 
Ul 2 U,—0,4 В. | 

2. Запрещается подача каких-либо сигналов 
на выводы 11—13. 

3. При эксплуатации необходимо учитывать, 
что выводы 2 и Ó имеют электрическую связь 
через подложку. 

4. При напряжении питания, равном 0, на- 
пряжения на выводах микросхемы должны 
быть равны 0. Не допускается подавать напря- 
жение менее —0,1 В на выводы 2, 3, 4, 5, 7, а 
напряжение на выводах 2, Ó не должно быть 
больше, чем на выводах 1, 3, 4, 5, 7. 

5. Типовое значение емкости аналогового 
выхода (вывод 4) при U ,=9 B и замкнутом 
состоянии четырех каналов 80 пФ, при разомк- 
нутом состоянии всех каналов 16 пФ. 


Гут, вых, HA 
T a 


morr 
КОЗОКТИ GA ЕЕ 


т 


TREAS DILLI ия, а 


и 
0O 20 40 60 80 1007% 
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7777777 
Z 


9 Ikon, МА 


Зависимость сопротивления 
открытого ключа от комму- 
тируемого тока. Заштрихо- 
вана область разброса значе- 
ний параметра для 95% 
микросхем. Сплошной JIM- 
нией показана типовая зави- 
симость 


Зависимость тока потребления от частоты пере- 01 
ключения j 


-60 -20 20 60 1007°C 


Зависимость сопротивления 
открытого ключа от темпе- 
ратуры окружающей среды. 
Заштрихована область’ раз- 
броса значений параметров 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана типо- 
вая зависимость 


пот, мкА 


` 
f 


TEAT 
KJIORTI, KPSIOKTI AAAA 
TET A r, 
Darr š HRN 


г м 


10 100 


19 V2 Io 


MEE: 


-60 -20 20 60 

t 

Зависимость времени вклю- 

чения ключей от температу- 
ры окружающей среды 


100 7,°C 


LELLI f| 


ОЕ 52 83 № a НЫ ОХ 53 18 a E БИ a 
EEEN 
HHS ONT N 
eA TEREE 


СЕТЬ 
1000 пер» klų 


ИЯЗОКТ ИРАЯНТ! 


8 9 W 


ПИ, В 8 9 1 


Зависимость времени включения ключей от 

напряжения питания. Заштрихована область 

разброса значений параметра для 95% микро- 

схем.Сплошной линией показана типовая зави- 
симость , 


11 Up, B 


Зависимость сопротивления ‘открытого ключа 

от напряжения питания. Заштрихована область 

разброса значений параметра для 95% микро- 

схем. Сплошной линией показана типовая зави- 
CHMOCTb 


Ziz 


Схема включения 


Выход 


2.16. Микросхемы К1003 и 


серий 
KM1003 
Серии K1003 и КМ1003 — комплект анало- 


го-кодовых преобразователей для управления 
устройствами. индикации на полупроводнико- 
вых светоизлучающих диодах в аппаратуре 
магнитной записи и воспроизведения звука, 
радиоприемных устройствах и другой аппарату- 
ре. Выполнены по биполярной технологии с 
изоляцией элементов р-п переходом. 

В состав серии входят: 

К1003ПП1 — аналого-кодовый преобразова- 
тель для высвечивания столбика на шкале из 12 
светоизлучающих диодов; 

КМ1003ПП2 — аналого-кодовый преобразо- 
ватель для высвечивания одного из 16 светоиз- 
лучающих диодов на шкале; 

К1003ППЗ — аналого-кодовый преобразова- 


тель для высвечивания одного из 10 светоизлу- 


чающих диодов на шкале. 


K1003N0N1 


Микросхема управления светодиодной шка- 
лой непрерывного типа, обеспечивающая высве- 


чивание столбика на шкале из 12 светоизлучаю- 


щих диодов, которые загораются поочередно 
при изменении входного напряжения от мини- 


мального до максимального значения. При 


Типовая схема включения микросхем К59ОКТ1 
и KP590KT1: 


К! — R4 — весовые резисторы, К5 —резистор обратной связи, 
РА] — операционный усилитель К140УД7, р! — дешифратор 


увеличении входного напряжения светоизлучаю- 
щие диоды низших уровней не отключаются, 
яркость свечения включенного прибора каждого 
уровня постоянна. Предназначена для примене- 
ния в индикаторных устройствах бытовой аппа- 
ратуры магнитной записи и воспроизведения 
звука, усилителях низкой частоты и радиопри- 
емных устройствах. 

Корпус типа 2104.18-3. Масса не более 1,5 г. 

Функциональный состав: [— распределитель; 
П —компаратор напряжения; II — спусковая 
схема; [/— токовые ключи. 


Назначение выводов: [— общий (—U,) 2— 
регулировка яркости; 3 — опорный вход макси- 
токовых 


мального уровня; 4— 15 — выходы 


ключей; 16— опорный вход минимального 


уровня; /7— вход сигнала; 18 — питание (+U, ). 


2.1 


КОЗ 


1 2 J 4 
Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления микросхемы при отсутствии 
свечения светоизлучающих диодов и И! =12 В, 


He. OOIE И НИ 10 мА 
Число индицируемых уровней ....................... 12 
Разность опорных напряжений на выводах 3 и 
16 при U =12В, Т=+25°С................ 1...6 В 
Входное напряжение на выводе 1/7 при U, ,= 
sM B TS+ Е 0...6 В 


Ток по управляющему и опорным входам 
(выводы 3, 16, 17) при U, =12 В, T= +25° С, не 
В И И ИРИ Е НИ: РАНЫ а 1 мкА 


Типовая схема включения + 
микросхемы К1003 Ш: Pac- 7 
чет сопротивлений резисто- 
ров делителей напряжения в 
цепях опорного напряжения 
(R3— R5) и входного напря- pyoĝ 
жения (R1, R2) производят 
на основании следующих со- 
отношений: Ор, Uon, Usxmaxs 

U xmin — HĦCXOIHbIÉ данные;. 


3 ких 
И; 0-0 = 


Отв Uara \ 
Их шах — U ” 
=1...6 B; R === < R2, N 
Оз 
где А2=30...60 кОм; R3= 
= лв ыы | В5 = 
]ьх (16) ]ьх (3) 
Оп 
= —(R3 + R4) 
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18 17 16 15 14 13 21 1 


123456783 
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J 


ыы 


6 7 8 9 


Ток нагрузки на каждом выходе (выводы 4... 15) 
при U =12 В, Т= +25° С, не более ..... 10 мА 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................льшьини, 10... 18 В 
Максимальное входное напряжение ........... 6В 
Максимальное напряжение на выводах 3 и. 
и 6 B 
Температура кристалла, не более ..... +150° C 
Тепловое сопротивление ..................... 120° С/Вт 


Температура окружающей среды — 10... +70° С 


Схемы включения 


IA и в M 


и ç M 


KIOOJNNI 


ИМ VDZ VD3 YD% VD5 YDG VD7 VD8 
AA PA AA AA AA AA M dd 


„ Aprocmi“ 


YD WDID VB? VDZ YDA VY YDI PIG И VY У V20 VOZI V; 
AA fA AA A E 


KDI YD2. 
AA fA ы 


> 


AA ми Я 


> 


1 

1 

\ 

ы 

1 

Ч 

Е 

Е 

f к 
ЧУ 


АТОС! 


эз 
Е 


Схема каскадного соединения двух микросхем К1003ПП1 для увеличения разрядности свето- 
диодной шкалы 


Дополнительная литература _ 


SZELERski CEZARY. Analogiczne uklady scalone 
/| Radioelektronik.— 1985.— М 11.—P. 24, 25. 


KM1003NN2 


Микросхема представляет собой устройство 
управления линейной светодиодной шкалой ди- 
скретного типа и обеспечивает высвечивание 
одного из 16 светоизлучающих диодов шкалы в 
зависимости от уровня входного аналогового 
напряжения. Предназначена для применения в 
индикаторных устройствах бытовой аппаратуры 
магнитной записи и воспроизведения звука, 


20116-5 15 
РНЕ = 
АННАН 


ыы 


усилителях низкой частоты и радиоприемных 
устройствах. 
Корпус типа 201.16-5. Масса не более 2 г. 


KMI0DIANZ 
6 E h B NRN W 


air 


9 
T 
т] f) E 


ГР” 
9 4 6 7 


phg r 


1 2 ó 8 


Функциональный состав: [— выходные клю- 
чи; //—выходные повторители; 11/—компара- 
торы; [/’— входные повторители; Г — регуля- 


тор яркости; У/— стабилизатор напряжения. 


Назначение выводов: |[— общий (— U.) 2— 
5—выходы ключей; 6—9 — выходы повторите- 
лей; 10— питание (+0,); 11— управляющий 
вход; 12 — опорный вход минимального уровня; 
13 — опорный вход максимального уровня; 14 — 
выход стабилизатора; 15, 16— входы регуля- 
тора яркости. | 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........... 12 В 
Ток потребления при U, =12В, ПИ =0, T= 
= +25° C, ge более....... „1! о иналаньььваньи 10 мА 
Входное напряжение ....................ееньььииин 0... 6 В 


Опорные напряжения: 


На. ВЫВОДЕ {Z на 0... 4,6 В 

Ha ВЫШОДЕ: Пе о аа 1,4...6 В 
Выходное напряжение стабилизатора при U, = 
=12 В, 4=1 MA, Т=+25°С................. 4...6 В 
Входное напряжение регулировки ярко- 
НЯ E 0,8 ...2 В 
Ток по входу управления (вывод 11), не 
DOTO aoa a N 2 мкА 
Ток по опорным входам (выводы 72 и 13), не 
БОЛЕЕ нае 2 мкА 
Выходной ток нагрузки при U, ,=12 B, T= 
e Pi о AA EN TOAN 10...35 MA 
Выходной ток утечки при U, ,=12 B, T= +25° С, 
Ве DONGE океана 0,5 мкА 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ..................еььнннна. 11...18 В 
Максимальное входное напряжение (вы- 
У S LIT ОЕ SE 6 B 
Максимальное опорное напряжение (выводы 1/12 
РИ о 6В 


Температура окружающей среды — 10... +70° C 


Схема включения 


6 5 4INN WI 
KMIOOSNNZ 


12949678 


Типовая схема включения микросхемы 
КМ1003ПП2 


Дополнительная литература 


Szelerski cezary. analogiczne uklady 
scalone II radioelektronik.— 1985.— N 11.— 
P. 24, 25. 
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K1003NN3 


Микросхема представляет собой аналого-ко- 
довый преобразователь для управления линей- 
ной светоизлучающей шкалой на 10 элементов с 
перекрестной коммутацией. Она позволяет вы- 
свечивать один из 10 элементов светоизлучаю- 
щей шкалы в зависимости от уровня входного 
аналогового напряжения. Предназначена для 
применения в устройствах автоматики, аппара- 
туре магнитной записи и воспроизведения звука 
и радиоприемных устройствах. 

Корпус типа 238.16-2. Масса не более 1,5 г. 


298. 16-2 


dona ключа 


KI0O0INNI 


16 15 43 211109 


Функциональный состав: Г— входные повто- 
рители; /[/— компараторы; ЛП/— стабилизатор 
напряжения; //— регулятор яркости; Г— Bhl- 
ходные ключи; Г/— выходные повторители. 

Назначение выводов: l, 16 — выходы повто- 
рителя; 2, 4— выводы компаратора; 3, 7— 
опорные входы; 5 — управляющий вход; б — 06- 
щий (— U), 8 — выход стабилизатора; 9 — вход 
регулятора яркости; 10—14 — выходы ключей; 
15 — питание (+0)). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 5 B 
Ток потребления при Un =5 B, T= +25° C, не 
DOGE a a 10 мА 
Входное напряжение ........................... 0... 2,4 В 
Опорные напряжения: 

На ВЫВОД е ола 0,3... 2,4 В 

На: выводе: I naano 0... 1,6 В 
Ток по входу управления (вывод 5), не 6o- 
Пи оне ен 2 мкА 
Ток по опорным входам (вывод 3 и 7), не 
АИ ВОИН ТН 2 мкА 
Ток нагрузки при И. =5В, Т=+25° С, не 
БОЕ и ее неаьиа 10 мА 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ........ 5,5 В 
Температура окружающей среды —10... +70° С 


Схема включения 


16 АНИ: 


KIOOSNNS 
12345678 


Ея 


a 74 
ld Pogg 


„Яркость“ 


Типовая схема включения микросхемы 
K1003I H13 


2.17. Микросхемы серии KP1005 


Серия КР1005 — комплект микросхем, пред- 
назначенных для построения аппаратуры маг- 
нитной видеозаписи формата УН$. Выполнены 
по биполярной технологии с изоляцией эле- 
ментов р-п переходом. 

В состав серии входят: 

КР1005ПС1 — формирователь опорной ча- 
стоты для преобразования сигнала ` цветности; 

КР1005ПЦ1 — делитель частоты с програм- 
мируемым коэффициентом деления от 2 до 16; 

КР1005ПЦ2 — формирователь опорной yac- 
тоты кадров; 

КР1005УЛТА, КР1005УЛ1Б — предваритель- 
ные усилители видеосигналов; 

КР1005ХА | --автоматический регулятор ча- 


стоты вращения вала электродвигателя по- 
стоянного тока; 

КР1005ХА2 — автоматический регулятор 
средней частоты вращения вала электродвигате- 
ля блока видеоголовок; 

КР1006ХА4 — усилитель яркостного сигнала 
в канале записи видеомагнитофона; 

КР1005ХА5 — схема обработки яркостного 
сигнала в канале воспроизведения видеомагни- 
тофона 

KP1005XA6—cxema обработки цветового 
сигнала и выделения сигнала цветовой синхро- 
низации видеомагнитофона; 

КР1005ХА7 — формирователь  строчных HM- 
пульсов и генератор поднесущей частоты; 

КР1005ХА8 — многофункциональная схема, 
работающая как система ФАПЧ c разомкнутой — 
цепью управления. ГУН. 


КР1005ПС1_ 


Микросхема представляет собой формирова- 
тель опорной частоты для преобразования 
сигнала цветности в видеомагнитофонах форма- 
та VHS. Предназначена для работы в бытовых 
видеомагнитофонах. 

Корпус типа 238.16-2. Масса не более OT 


238. 16-2 


15 


ПА ЧЕ Ч Ч Ч ЧИ р Gp 


Габаритный чертеж корпуса 238.16-2 


Функциональный состав: Г— усилитель; TI, 
Ш— фазовые детекторы; IV — переключатель 
— «цвет — ч/б»; V, VI— буферные усилители, 
УП — кварцевый генератор; ГШ — балансный 
модулятор; ‘IX — стабилизатор напряжения... 

Назначение выводов: |— выход фазового ne- 
тектора ФД/; 2, 3, 4 — внешняя цепь кварцевого 
генератора; 5 — питание (+U); 6 — вход часто- 
ты 4,43 МГц; 7— вход управления режимом 
работы; 8— выход частоты 5,06 МГц; 9— вход 
частоты 625 кГц; 1/0 — выход буферного ycam- 


теля; [1-—-<выход импульсов 1953 Гц; 12— вход 
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| KP10054¢1 
6 6 V B R 


11 10 Я 


1 2 J 4 9 6 7 8 


Функциональная схема микросхемы КР1005ПС] 
и расположение выводов в корпусе 


управления; /3— вход фазового детектора ФД2; 
‘14 — вход фазового детектора ФД1; 15 — пита- 
ние (—(,); 16б— выход фазового детектора 
ФД2. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............. 9B 
Ток потребления при U ,=9 B, T= 
aa E E T E EE вин 20...29 мА 


Остаточное напряжение на выводе 10 при 
И =9 В, T= +25° С, не более: 

в режиме. заниси.......... 2... о елееьаоеинонн 0,5 В 

в режиме воспроизведения .................... 0,5 В 
Выходное напряжение на выводе 10 при И = 
=9 В, T= +25° С, не менее: 

в режиме записи ......................ннинииеньнннии: 6 В 

в режиме воспроизведения ........................ 6В 
Выходное напряжение на выводе 8 в режиме 
записи при U ,=9 B, Т=+25°С, („= 
Ванин 480... 600 мВ 
Выходное напряжение на выводе [2 в режиме 
воспроизведения при U =9 В, T= 
В И E TS ...... 2,7 ...4 В 
Амплитуда импульсов на выводе 1/1 в режиме 
воспроизведения при U =9 В, Т=+25° С, не 
МНЕ юн иНАО 8 B 
Коэффициент ослабления четных гармоник на 
выводе $ в режиме записи, не менее .. 40 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................нннниии 8,5... 9,5 В 
Размах выходного сигнала, не более 
Ha ВЫВОДЕ О прое раны 1,5 В 
на. выводах. È H-Í? ooeseeioccscióscssossssserioss 1,2 B 


Управляющее напряжение на выводе 7 0...10 В 
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Входное напряжение на выводе [2... 0...10 В 
Выходной ток, не более: 


ПО: ВЫВОДУ олова 0,4 мА 
ПО: ВЫВОДУ. 1 ааа 0,7 мА 
HO ВЫВОДУ кл осени 0,2 мА 


Температура окружающей среды —10... +55° С 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 
при Т=+25° С 


Inor, МА 
28 


27 
26 
25 


ЕР: 
TF 
ГЕРЕЕР 
[ror 


-20 0 20 40 607°% 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окружа- 
ющей среды при И! =9 В 


Вых (8), nB 


KP1005NC1 


-20 0 20 40 9015 


Зависимость выходного напряже- 
ния балансного модулятора (вывод 
8) от температуры окружающей 
среды при U, =9В и 0, =1,2 В 


Дополнительная литература 


Куленкамп В. T., Ушаков Е. Г; БИС 
формирования опорной частоты преобразова- 
ния сигнала цветности КР1005ПС1 // Электрон- 
ная промышленность.— 1984.— № 1 (129)— 


С. 59, 60. 


Схема включения 


15 8 R6 
ı | 0071 47K 
BU 
e _ В тк ОИ 
ро f т г 
РТО 


2 3 
Ri 
270x $ Об | E mrp 
7 R4 
AA g0 = 7 H 


= г 
ото | чи, 


КР1005ПЦ1 


Микросхема представляет собой делитель 
частоты с программируемым коэффициентом 
деления от 2 до 16. Предназначена для деления 
радиочастотных сигналов импульсной формы в 
диапазоне частот от 1 Гц до 100 кГц в 
сервосистемах автоматики, бытовой и студий- 
ной аппаратуре записи и воспроизведения ин- 
формации (видеомагнитофонах, магнитофонах 
и электропроигрывателях). 

Корпус типа 1102.8-1. Масса не более 1,5 г. 


1102. 8-1 


21,5 


Зона ключа 


7х 2.9= 149 


Функциональный состав: [— цепь входа; /— 
делитель на 2; П1— стабилизатор; [И — селек- 
тор; Г-— делитель на 3; VI— делитель на 5; 
ГП — выходной селектор; ГШ— цепь выхода. 

Назначение выводов: | — питание (+ Un); 2— 
1-й управляющий вход; 3 —счетный вход; 4— 
общий, питание (—И,); 5— вход опорного 
напряжения; б— выход; 7— 2-й управляющий 
вход; 8—3-й управляющий вход. 


100 м^Гн 
+), 
C15 001 вход p2 


| |Чрабление 
Боб 
a МГ. Ц 


DA 3 
Cl) Bexo 
Br 00| S08MIU 


Управление 
yA запись 
06-Фоспроизведение 
Типовая схема включения 


‚Вход 449 МГц микросхемы КР1005ПС1 


KPIOOSNII 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение .....................лннни а... 9B 
Tox а при (И, =9 В, T= +25° С, не 
ИЕ Е АНИ 4 мА 
Диапазон входных частот при И, =9 В, 
РО о а 1 Гц... 100 кГц 
Опорное напряжение при 0, =9 В, Г=+25°С.. 

ее - 0,6... 0,8 B 
Выходное напряжение высокого уровня при 
(1 =9 В, T= +25° С, не менее ..................... 2,4 В 
Выходное напряжение низкого уровня при Up= 
=9 В, T= +25° С, не более .................. и... 0,4 В 
Коэффициент деления частоты при И. =9 В, T= 
a e и T 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ........................ ны 4... 15 В 
Температура окружающей` среды —25... +70° C 


Программирование коэффициента деления 
осуществляется путем подачи кода на выводы 
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управления в соответствии с приведенной ниже 
таблицей. 
Таблица соответствия кода управления и 
коэффициента деления 


Код на выводах управления Коэффициент деления 


A 


7 
> 


2 J 4 5 
Примечание. Состоянию лог. 0 соответствует уровень j 10 10° 10° 10 10 лЩ 
входного напряжения 0...0,4 В; состоянию лог. 1 — уровень 
входного напряжения 2,4 В... U. Зависимость минимального входного напряже- 


ния от частоты входного сигнала 


35 7 9 0 1394,8 3 ő 7 9 N B 


Зависимость выходного напря- Зависимость выходного напря- 
жения высокого уровня от на- жения низкого уровня от на- 


пряжения питания при пряжения питания 
T= +25° С | 


ПЛЛЛАЛАЛАЛАЛАЛААЛ keres 
JTUUUUUUULU sa? 
T L L LI 
JUJ OJ LO ss 
LH L lL d 
| l | ] р h = 10 
р НЫ Е Ti 


35 7 9 BUB 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 


Диаг раммы напряжения на входе и выходе 


К, h =16 рр при различных значениях коэффи- 
| | | | 1 E% циента деления 
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Схемы включения 


АРИЯ АР/ОбоЙЦ! 


n n 
KÍ /% 1 Kh / 0 =12 


KPIOOSNUT ИРУ! 


n 
Kh [h8 


IA 


К /h=16 


Типовые схемы включения микросхемы КР1005ПЦ1 


КР1005ПЦ2 


Микросхема представляет собой формирова- 
тель опорной частоты кадров. Она выполняет 
следующие функции: генерацию опорной часто- 
ты 4,43 МГц с кварцевой стабилизацией; деле- 
ние частоты до 50 Гц; буферное усиление 
сигнала кадровой частоты. Предназначена для 
работы в бытовых видеомагнитофонах формата 


VHS. 
Корпус типа 1101Ю.7-1. Macca не более 
ON 
110140. 7-1 
18,5 
1,75 
АЛЮЧ 


| | 


B N т 


Зависимость тока потребле- 
ния КР1005ПЦ?2 от напряже- 
ния питания при T= +25° C 


Функциональный состав: [Г— опорный генера- 
тор; Пр— делитель частоты 1:8; И/— делитель 
частоты 1:4; [У — управляемый делитель; V— 
выходной усилитель; //— стабилизатор напря- 
жения питания. 

Назначение выводов: |— выход опорной yac- 
тоты 4,43 МГц; 2, 3— кварцевый резонатор; 
4— питание (— Ua); 5— выход частоты 50 Гц; 
б— вход управления; 7— питание (+0,). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ................. 9 В 
Ток потребления при И, =9 В, T= +25° С, не 
БОЛЕ ааа 21 мА 
Частота сигнала на выводе /[ ....... 4,433619 МГц 
Выходное напряжение на выводе / 400... 600 мВ 
Частота сигнала на выводе Í .............. нь. 50 Гц 


Выходное напряжение высокого уровня на вы- 
воде 5 при О, =9 В, T= +25° С, не менее .... 4 В 
Выходное напряжение низкого уровня на выво- 
де 5 при И, =9 В, T= +25° C, не более ..... 0,5 В 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ..................ьнинние $8,5... 9,5 В 
Емкость в цепи нагрузки, не более ...... 0,01 мкФ 
Сопротивление нагрузки на выводе l, не менее . 

Е Ч 9, 


Температура окружающей среды ... — 10... 70° C 


0 nn a 
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Inor, МА 


-20 0 20 40 607°C 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды при U =9 В 


о (1), < | 
940 


-20 0 20 40 607°% 
' 3ABHCHMOCTb выходного напряже- 
ния опорного генератора микро- 


схемы от температуры окружаю- 
щей среды при И, =9 В 


Схема включения 


ИР/009 ПЦ? 


Типовая схема включения микросхемы 
КР10051Ц2 


Дополнительная литература 


Амирханов А. В., Казинов В. А. Многофунк- 
циональная интегральная схема КР1005ПЦ? // 
Электронная ’промышленноеёть.— 1984.— № 1 
(129).—5С. 59. а 


КР1005УЛ1А, KP1005YJ115 


Микросхемы представляют собой предвари- 
тельный усилитель видеосигналов. Предназна- 
чены для коррекции и коммутации входных 
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видеосигналов в блоках воспроизведения быто- 
вых кассетных магнитофонов. В состав микро- 
схем входят два входных малошумящих предва- 
рительных усилителя, два усилителя-корректо- 
ра, схема управления, выходной усилитель 
и стабилизатор напряжения. Микросхемы 
КР1005УЛ1А, КР1005УЛ1Б характеризуются 
низким уровнем приведенного ко входу напря- 
жения шумов, широкой полосой пропускания и 
высокой степенью идентичности каналов. 
Корпус типа 2101.14-1. Масса не более 1,5 г. 


2101. 14-1 is 


14 8 


БУМ ыы 


~ 


m Ч Ч G Ga в H 


KPI005YM(A, 5) 
14 9 12 11 10 9 8 


Jona Ключа 


Функциональный состав: Г— усилитель-кор- 
ректор канала 4; Пр-— выходной усилитель; 
Ш — усилитель-корректор канала Б; IV — схема 
управления; Г — входной малошумящий предва- 
рительный усилитель канала AÁ; VI— входной 
малошумящий предварительный усилитель ка- 
нала b, ГП — стабилизатор напряжения. 

Назначение выводов; |[— питание (+ Un), 2— 
коррекция предварительного усилителя канала 
А; 3—вход предварительного усилителя канала 


EBT 


KP10054/1 (A, E) 


т ЕН ОЕ ПН E 
Е oe Bahe n 
eai ae an 


i Di DNA entie E 3 


go 
ИТ 
м ля rol) lJa f i w, am, 
i p HA 
ЕЕ НР == 


т ae 


RI8 


А; 4— общий (— Ua); $—BXOA предварительно- 
го усилителя канала Б; 6 — коррекция предвари- 
тельного усилителя канала Б; 7— выход стаби- 
лизатора напряжения; 8 — коррекция усилите- 
ля-корректора канала Б; 9— выход усилителя- 
корректора канала Б; 10— выход выходного 
усилителя; 1[|— вход выходного усилителя; 
12—-вход схемы управления; 1/3 — выход усили- 
теля-корректора канала A; 14 — коррекция уси- 
лителя-корректора канала А. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 9B 
Сквозной коэффициент усиления напряжения 
канала при И =8 В, /=5 МГц, О, =1 MB, 
T= +25° С: 
КР1005УЛТА, не менее ..................нининния 66 дБ 
ТИПОВОе ЗНачение нае okas 68 дБ 
КР1005УЛУБ, не менее ...................иинннинь. 56 дБ 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ..aaisseceiicsrisssresasererooissessss 63 дБ 


Приведенное ко входу напряжение шумов кана- 
ла в полосе частот | МГц при И, =9 В, T= 
=+25° С: 

КР1005УЛЛА, не более .............. и ььининьь, 2 мкВ 


8 9 WW N 120,8 -20 0 


Зависимость тока потребления 
от напряжения питания при 
Т=+25° С 


_ 00) ДЕ 
Uu, MKB Kyu f, ? H 


KP100S5Y/M1(A, B) 


ЧУ \_ 
ПА И 


8 9 10 1 


12 U,, B 0,1 1 


Зависимости напряжения шу- 
мов от напряжения питания 
при А/=1 МГц 
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АРЛООЗЧЛТА, DA 
| A 

ры 

[И | 


20 40 507. 8 93 wnn 


Зависимости напряжения шумов 
от температуры 
среды при А/=1 МГц 


Нормированная амплитудно- 
частотная характеристика 
при U ,=9 B, U, =1 MB 


THINOBOC Значение ...sooiscoieescsscsocsciocrcsersss 2,5 мкВ 
Коэффициент подавления сигнала соседнего ка- 
нала коммутатором при ЦИ, =9 В, /=0,4 МГц, 


T= 4237 ©; не менее дерини 40 дБ 
Входной ток срабатывания коммутатора при 
U„=9 B, T= +25° C, неболее ди... 300 мкА 

типовое значение .................ининнниннниния 100 мкА 
Входное сопротивление канала при И, =9 В, 
f=100 кГц, T= +25° С, не менее ........... 1,2 кОм 
Верхняя граничная частота канала при ЦИ, =9 В, 
T= +25” С. не MCHEE sessrccsscisisocsesscsssisoseroas 7 МГк 

типовое значение ...............нллинильииннниия 13 МГи 
Ток потребления при U„=9 В, T= +25° С, не 
ТО ОИ ИИ Е 40 мА, 

ТИПОВОВ: ЗНАЧЕНИЕ диакон 26 мА 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...............+ннннннии 8,8... 13 В 
Максимальное входное напряжение ........ 100 mB 
Минимальное сопротивление нагрузки ... 5 кОм 
Температура окружающей среды —10... +70° С 


12 Up, B 


Зависимость входного CO- 

противления от напряжения 

питания при /=5 МГц, T= 
=+25° С 


окружающей 


ВАШ -20 0 


20 40 501,5 


Зависимости коэффициента усиле- 

ния напряжения от температуры 

окружающей среды при И», =1 мВ, 
1=5 МГц 


Схема включения 
Выход 


7 Ic 612 [007 
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Типовая схема включения микросхемы 
КР1005УЛ1 (А, B) 


КР1005ХА1 


Микросхема представляет собой автоматиче- 
ский регулятор (стабилизатор) фазы и частоты 
вращения вала электродвигателя постоянного 
тока. Характеризуется минимальной амплиту- 
дой входных сигналов: для схемы регулирова- 
ния частоты вращения — 100 мВ (синусоидаль- 
ной или импульсной формы), для схемы регули- 
рования фазы —50 мВ (импульсной формы). 
Работоспособность схемы сохраняется в интер- 
вале напряжений питания 8... 14,4 В. 

Корпус типа 238.16-2 (см. КР1005ПС1). 
Масса не более 1,2 г. 


KP1005XA1 


Функциональный состав: Г— входной усили- 
тель; l1, Х — одновибраторы; 11, ХИ, XV— ло-. 
гические элементы, IV, XIV — генераторы трапе- 
цеидальных импульсов; Г! — преобразователь; 
VI —входной усилитель; ИП, VII, ХШ—триг- 
геры; /Х—л инвертор; XVI— преобразователь; 
XI— дифференциальная цепь. 

Назначение выводов: [— питание (+0.); 2— 
вход переключателя частоты вращения вала 
электродвигателя; 3, 4, 14— времязадающая 
КС-цепочка; 5— выход опорного напряжения 
схемы регулирования частоты вращения вала 
электродвигателя; 6, 10— сглаживающий KOH- 
денсатор; 7— выход напряжения схемы регули- 
рования частоты вращения вала электродвига- 
теля; $——общий (— Un); 9— выход напряжения 
схемы регулирования фазы; // — выход опорно- 
го напряжения схемы регулирования фазы; 
12 — интегрирующий конденсатор; 1/3 — 1-й вход 
схемы регулирования фазы; 15 — 2-й вход схемы 
регулирования фазы; [6 — вход схемы регулиро- 
вания частоты вращения вала электродвигателя. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............... 9 В 
Ток потребления при И, =9 В, T= +25° С, ........ 
и о ель 16...34 мА 
Выходное напряжение схемы регулирования 
фазы при U„=9 В, Т=+25° С: 

высокого уровня, не менее ...................... 6,8 В 

низкого уровня, не более .......................и 0,6 В 
Опорное напряжение: 

схемы регулирования фазы ............. 2,7...3,7 В 


схемы регулирования частоты вращения ........ 
P о о ВтьХ, 2,7...3,7 В 
Чувствительность схемы регулирования фазы 
при И, =9 В, T= +25° С, не хуже: 

ПОВОД 50 MB 

ПО: ВВОДУ оне 7 В 
Выходное напряжение регулирования частоты 
вращения при И, =9 В, Т=+25° С: 

высокого уровня, не менее ................ ВЫ 7В 

низкого уровня, не более ...............инининини 1B 
Чувствительность схемы регулирования часто- 
ты вращения по выводу 16 при И, =9 В, 
TF2 ©, BEIRO не 100 mB 
Чувствительность переключателя частоты вра- 
щения по выводу 2 при И. =9 В, T= +25° С, не 


AVRO о оо ан 5 В 
Диапазон регулирования > 
ПА РО зе 200... 450 Гц 
ЩИТЕ 0+45° 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ............ 14 В 
Температура окружающей среды —25... +70° С 
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| (Лрых, Рф, B 


-40-20 0 20 40 607°C 


Зависимости выходного Ha- 
пряжения высокого уровня 
схемы регулирования фазы 
от температуры окружаю- 
щей среды при различных 
напряжениях питания. 


S15, % ; mB 


7 8 9 10 N 12 30,8 


Зависимости 
схемы регулирования фазы 


бык. ee, 8 


-40-20 0 20 40 91% 


Зависимости выходного Ha- 
пряжения низкого уровня 
схемы регулирования фазы 
от температуры окружаю- 
щей среды при различных 
напряжениях питания 


m МА 


799 


чувствительности 


10 11 12 130,8 


Зависимость тока потреб- 
ления от напряжения пи- 


рых, Pu ‚8 р 
nema) | | 


-40 -20 0 20 40 607°C 


Зависимости выходного напряже- 
ния высокого уровня схемы регуля- 
тора частоты вращения от темпе- 
ратуры окружающей среды при 
различных напряжениях питания 


Unix, PU» B | 
КРОХА | | 


-40-20 0 20 40 607°C 


Зависимости выходного напряже- 
ния низкого уровня схемы регуля- 


(5,5) и схемы регулирования 
частоты вращения (5:5) от Ha- 
пряжения питания 


Схема включения 


К переключатели 
р FA режима работ 
K батчину ты р НЫ 
фазы 100r TL p 
c1 01 JEN alg Те 
053 кт T01 
640.27 регулирования 
l EN z 15 14 13 12 n 10 9 
бращения ву Á I00SXAT 


бращения 


Типовая схема включения микросхемы 
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n erh Е 
T 22 470 Ир ; 
J a 01 
K переключатели = И регулято- 
частоты [= ду частоты 


бращения 


тания 


тора частоты вращения от темпе-. | 


ратуры окружающей среды при 
различных напряжениях питания 


КР1005ХА2 


Микросхема представляет собой автоматиче- 
ский регулятор средней частоты вращения вала 
электродвигателя блока видеоголовок в видео- 
магнитофоне. Она позволяет стабилизировать 
среднюю частоту вращения вала вращающихся. 
видеоголовок с высокой точностью по частоте и 
фазе, а также вырабатывать сигналы переклю- 
чения видеоголовок, усиливать’ синхросигналы 
записи и воспроизведения. Характеризуется Ma- 
лой амплитудой входных сигналов: для схемы 
частоты вращения — 100 мВ 
(сигнал синусоидальной или импульсной фор- 
мы), для схемы регулирования фазы—1 В 
(сигнал импульсной формы). Работоспособ- 
ность схемы сохраняется в интервале напряже- 
ний питания 8... 14,4 В. 

Корпус типа 2121.28-1. Масса не более 5 г. 

Функциональный состав: I, I, XI, ХИШЫ— 
усилители; II, IV, ГП, XII, ХХ1— одновибрато- 
ры; VI, IX, ХХ, XXII, XXIV, ХХУП — логиче- 
ские элементы; VII, ХХУ!/— генераторы HM- 
пульсов трапецеидальной формы; X, ХХИШЫ-— 
преобразователи; ХУ — электронный коммута- 


2121. 28-1 


Jona ключа 


KP1005XAZ 


28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 1716 5 


124356789 


тор; XVI— усилитель синхросигналов записи; 
ХУП — усилитель синхросигналов воспроизведе- 
ния; Г, МХ, XXIII, XXV— триггеры. 


Назначение выводов: | — питание (+ Ua), 2— 


‚выход усилителя воспроизведения и записи; 3 — 
вход усилителя записи; 4 — фильтрующий KOH- 
денсатор; 5 — общий вывод усилителя воспроиз- 
ведения (— Un); б— вход усилителя воспроизве- 
дения, выход синхронизации сигналов записи; 
7— общий вывод схемы регулирования фазы и 
усилителя записи; 8 — выход напряжения схемы 
регулирования частоты вращения; 9, [6 — сгла- 


живающий конденсатор; /[0— выход опорного 


напряжения схемы регулирования частоты вра- 
щения; 17, 18— интегрирующий конденсатор; 


12 — общий вывод схемы регулирования часто- 
ты вращения; 13, 19, 21, 22, 27 — время- 
задающая АС-цепочка; 14— вход схемы pe- 
гулирования частоты вращения; [5— выход Ha- 
пряжения схемы регулирования фазы; /7— вход 
опорного напряжения схемы регулирования фа- 
зы; 20—выход напряжения переключателя ви- 
деоголовок; 23 — 1-й вход схемы регулирования 
фазы; 24 —2-й вход схемы регулирования фазы; 
25 —3-й вход схемы регулирования фазы; 26 — 
не используется; 28 — вход электронного KOM- 
мутатора. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ................ 9 B 
Ток потребления при И, =9 В, Т=25°С............. 
И A E E A 30... 60 мА 
Выходное напряжение схемы регулирования 
фазы при U„=9 В, Т=+25° С: 

высокого уровня, не менее ...................... 6,5 В 

низкого уровня, не более ......................... 0,6 В 
Опорное напряжение: 

схемы регулирования фазы ............. 2,7...3,7 В 


схемы регулирования частоты вращения 
E EI AE Е E EA 2,7 ...3,7 В 
Чувствительность схемы регулирования фазы 
при ЦИ, =9 В, Т=+25°С, не хуже: 

по выводам 23 и 24 .............. и ининииииитиииннннье 1В 

ПОВЫВОДУ- 22 ое ннныню 2 В 
Выходное напряжение схемы регулирования при 
И. =9 В, Т=+25° С: 

высокого уровня, не менее ....................... 7,5 В 

низкого уровня, не более ......................... 1,1 В 
Чувствительность схемы регулирования часто- 
ты вращения по выводу 14 при И, =9 В, 
Tat С, ИВ ХУЖЕ. aaa 100 MB 
Выходное напряжение переключателя видеого- 
ловок при ПИ. =9 В, Т=+25° С: 

высокого уровня, не менее .............:......... 6,5 В 

низкого уровня, не более ............ лишние 0,15 В 
Чувствительность переключателя режимов ра- 
боты по выводу 28 при И, =9 В, T= +25° С, не 


р И И 5 В 
Коэффициент усиления при (И, =9 В, = 
= +25 °С, не менее: | 
УСИЛИТЕЛЯ. ЗАПИСИ льна 50 
усилителя воспроизведения ...................:... 1000 
Диапазон регулирования: 
ПО ЧТО мани 120... 320 Гц. 
о: И я м 0- 20° 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания ......... .... 14 В 
Температура окружающей среды — 25... +70° C 
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Схема включения 


K переключателю К датчикам 
„Запись - 62спроиз- фазы 
Дрбение“ m 


ДидрРоголовок 


28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 #18 


KP1005XA2 
89 
+U 


—— 

К усшлителю K датчику K регулятору 
синхросигналоб — синхросиг- частоть 
nanoh дращения 


КР1005ХА4 


Микросхема представляет собой усилитель 
яркостного сигнала в канале записи бытового 
видеомагнитофона. Содержит устройство’ авто- 
матической регулировки усиления видеосигнала, 
детектор, усилитель системы автоматической 
регулировки усиления, селектор синхроимпуль- 


210.249 п 


Йа 


RRR 


Зона ключа 
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‚М переключателю K pezynamopy 
Ni 


Фазы 


17 16 


K датчику 
частоты 
бращения Типовая схема включения мик- 


росхемы КР1005ХА2 


сов, электронный коммутатор, схему привязки 
уровня, корректор-ограничитель и частотный 
демодулятор. 

Корпус типа 2120.24-5. Масса не более 3,8 г. 


АРУ ХА4 


— 


O a чо + ъ 


Функциональный состав: Г— устройство авто- 
матической регулировки усиления; lI, Г — уси- 
лители; II — детектор; IV — селектор синхроим- 
пульсов; И/— электронный коммутатор; VH — 
корректор-ограничитель; ИП/ — частотный MO- 
дулятор; [Х— схема привязки уровня. 

Назначение выводов: [— вход видеосигнала; 
2, 3— выводы балансировки усилителя; 4 — Bbl- 


вод подключения цепей коррекции; 5— вход 
селектора; б — выход строчного синхроимпуль- 
са; 7-— общий вывод, питание (— Ua), 8 — em- 
кость фильтра; 9— выход ЧМ; /0— регулиров- 
ка уровня белого; // — вывод для подключения 
цепей коррекции; /2 — регулировка уровня Yep- 
ного; 73, 14 — коррекция и установка значения 
несущей частоты; /5 — опорная точка; 16 — вход 
схемы привязки уровня; 1[7— вход управления 
режимом работы (включение режима «Запись»); 
18 — выход усилителя; 19 — вход усилителя; 20, 
23 — питание (+ Ua); 21, 22 — выводы электрон- 
ного коммутатора; 24 выход видеосигнала. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 9B 
Ток потребления по выводу 17 при U,„=9 В: 
ELEF C raO 8...16 MA 
при Г=—10и +55 C isisisi 6...20 MA 


Ток потребления суммарный по выводам 20 и 
23 при И, =9 В: 
ПРИ РЕ G aaraa 15...28 мА 
при T= —10 a +55° Сы 13...30 MA 
Амплитуда строчного импульса выходного на- 
пряжения на выводе б при И, =9 В, Ик = 


0:25 В, Олдру =0,7 В: 
n Мб о ВО Е НЕВЕ И ЕН 4...6 В 
при T= —10 an +55°С ..... еее 3... 6,5 В 


Амплитуда напряжения выходного ЧМ-сигнала 
на выводе 9 при И, =9 В, Т=+25° С, не 


| о ИЕ КА ИЕ ИИ 0,9 В 
Постоянное напряжение на выводе /2 при И, = 
УВ РЕ ааа Эк 9.9. В 


Амплитуда выходного напряжения усилителя на 
выводе 1/8 при И. =9 В, Ик, =0,25 В, Иж = 
=0,6 В, Одру=0,7 В, Т=+25°С ....... 2.1...35 В 
Амплитуда выходного напряжения коммутато- 


ра на выводе 22 при ПИ, =9 В, Ик, =0,25 В, 
Ury =0,7 В, T= +25° С, не менее .............. 0,8 В 
Тит (20,23) мА 
24 
В 
22 
21 


-10 0 


0 20 30 9 50 15 


Зависимости выходного напря- 

жения на выводе б от тем- 

пературы окружающей среды 

при различных напряжениях пи- 
тания 


пературы 


Длительность выходного 


277288 
ЕЕ uros 
ЕР. 
{| | | 14-59. 


-10 0 10 20 30 9 50 T,°C 


Зависимости тока потребления 

по выводам 20 и 23 от тем- 

окружающей среды 

при различных напряжениях пи- 
тания 


Выходное напряжение на выводе 24 при И, = 
=9 B, О», = 0,2 ... 0,8 В, Uapy =0,7 В, = 
e T A ФТИ И ПИ ВИ 0,7... 0,85 В 
Диапазон перестройки частоты модулятора на 
выводе 9 при И, =9 В, T= +25°С .. 3,5...6 МГц 
строчного импульса 
по выводу 6 при И, =9 В, Us) =0,25 В, Одру = 
а бое C auncunnaani 3,5... 4,5 мкс 
Коэффициент ослабления второй гармоники 
модулятора по выводу 9 при И, =9 В, Ик) = 
=0,25 В, /=5 МГц, T= +25° С, не менее . 25 дБ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания raanei 8...10 В 
Амплитуда импульсов входного напряжения на 
выводе. /, не более елены 2 В 
Амплитуда импульсов напряжения видеосигна- 
ла на выводе /[6, не более ...............знььииньньни 0,6 В 
Максимальное входное напряжение покоя, не 
более: 

ВА ВЫВОДЕ Гао 3 B 

Ha о: ON JO raci e 2 B 
Минимальное сопротивление нагрузки, не M€- 
нее: 


Ва ВВОДЕ 2 ооо ео 1 кОм 
HA BPEIDONG- ÍO ло 10 кОм 
НЯ ВЫВОДЕ Рене 3,3 кОм 
Рассеиваемая мощность ............ а инаниннние. 350 мВт 


Температура окружающей среды — 10... +55° С 


Дополнительная литература 


1. Плужников Б. И. БИС записи яркостного 
сигнала КР1005ХА4 // Электронная промышлен- 
ность.— 1984.—№ 1 (129).— C. 55, 56. 

2. Интегральные схемы для видеомагнито- 
фонов и другой РЭА: Каталог.—М.: ЦНИИ 
«Электроника», 1983, вып. 3.— 40 с. 


e (17), МА 


г] || 70а] | 
>| р 


-10 0 10 20 30 40 91% 


Зависимости тока потребле- 

ния по выводу /7 от темпе- 

ратуры окружающей среды 

при различных напряжениях 
питания 
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Схема включения 


+ Г, 
T Выход 
Регули ны р FE Усилителя 
СИЛЕН , 

ы 9612-+ R7 LI Ay 
Выхоб . г 2K £ 
бидеовигнала i 

C3 33 


T T70 
24 An 


01 
4047 Pe 
Вход 1| 2| 5] 4| 5 
Фидеосигнала 
+ 02 
470 E 
R1 220 R? 
82 
ИЗ 12K 
LL] 
Rh 
20K 
(9 + 220,0 


Запись 


Выход YM 


R19 
й ZK 


Принципиальная схема усилителя яркостного сигнала в канале записи видеомагнитофона формата 
y 


Эпюры напряжений на выводах микросхемы 
КР1005ХА4 


КР1005ХАЗ 


Микросхема представляет собой блок обра- 
ботки яркостного сигнала видеомагнитофона в 
режиме воспроизведения. Выполняет следующие 
функции: усиление входного сигнала; обнаруже- 
ние потери информации в записи; замещение 
потерянной информации сигналом ‘предыдущей 
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строки, задержанным внешней линией задерж- 
ки; усиление-ограничение ЧМ-сигнала; частот- 
ную демодуляцию; усиление демодулированно- 
го сигнала; улучшение отношения сигнал-поме- 
ха; суммирование яркостного и цветового сиг- 
нала; фиксацию уровня черного в выходном 
яркостном сигнале; усиление выходного видео- 
сигнала; усиление сигнала самоконтроля в ре- 
жиме записи. Предназначена для применения в 
бытовых видеомагнитофонах, и B 
формате VHS. 

Корпус ‘типа 2120.29-1. Macca не более 5 г. 

Функциональный состав: [Г— усилитель само- 
контроля; 1[/— выходной суммирующий усили- 
тель; [//— входной усилитель; IV, Г[— сумми- 
рующие усилители; Г— детектор выпадений; 
ИП — усилитель-ограничитель; VIII — частот- 
ный демодулятор; IX — предварительный видео- 
усилитель; X, XI, XII, ХШ — узлы шумопониже- 
ния; XIV — узел суммирования; ХУ — узел фик- 
сации уровня. 

Назначение выводов: 1, 6, 8, 11, 18 — блоки- 
ровка; 2— выход видеосигнала; 3, 27 — питание 
(+U); 4— вход контроля записи; 5— выход 
детектора выпадений; 7— 1-й вход усилителя 
ЧМ-сигнала; 9 —2-й вход усилителя ЧМ-сигна- 
ла; 10 — выход ЧМ-сигнала; 12 — вход усилите- 
ля задержанного сигнала; [3 — 2-й вход усили- 
теля-ограничителя ЧМ-сигнала; 1[4—1-Й вход 
усилителя-ограничителя ЧМ-сигнала; 15, 28— 
питание (— Un); 16 — выход частотного демоду- 


2120. 29-1 


лятора; 17— интегрирующий конденсатор час- 
тотного демодулятора; 19— цепь коррекции; 
20 — выход усилителя-ограничителя цепи шумо- 
подавления; 22 — 1-й вход видеоусилителя; 23 — 
2-й ‘вход видеоусилителя; 24 — промежуточный 
вход видеоусилителя; 25 — 3-й вход видеоусили- 
теля; 26 — управление режимом; 27— вход шу- 
моподавителя; 28— вход усилителя сигнала 
цветности. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 9B 
Ток потребления при И, =9 B, T= +25° C ......... 
о О О ат: 50...80 мА 
Коэффициент усиления входного усилителя при 
0, =9 В, /=3 MT, Т=+25°С........... 4... 6,5 дБ 
Коэффициент усиления усилителя замещения 
при ПИ, =9 В, /=3 МГц, T= +25°С .. 12...16 дБ 
Коэффициент усиления видеоусилителя в режи- 
ме черно-белого сигнала при U,=9 В, f=3 
Mra, > р НИ 14... 17 дБ 
Коэффициент усиления видеоусилителя в режи- 
ме цветного сигнала при И,=9 В,./=3 МГц, 
о ТО 12...15 дБ 
Коэффициент усиления усилителя контроля за- 
писи при И, =9 В, /=3 МГц, Т=+25°С ............ 
а EEEN AO ао 12... 14 дБ 
Коэффициент усиления усилителя сигнала цвет- 
ности при И, =9 В, /=3 МГц, T= +25°С .......... 
о о ое 11...14 дБ 
Крутизна характеристики частотного демодуля- 
тора при О, =9 В, /=3...5 МГЦ ...cssossscsesesersesssseso | 
Е ны 270...450 MB/MT u 
Коэффициент ослабления 2-й гармоники B YM- 
сигнале при И, =9 В, T= +25° С, не менее ......... 


Е E AORE E SEAE S N AEO 35 ab 
Верхняя граничная частота демодулятора, He 
MERCE ааа 6 МГк 
Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания .................1......... 8,5...9,5 В 
Входное напряжение на выводах, не более: 
И Е НЕ 0,25 В 
а ыы о а 0,15 В 
ар бани 0,5 В 
Управляющее напряжение на выводах /9, 26, 29, 
HE GONGEN A SARAAN 10 B 


Выходной TOK по выводам, не более: 


Я О ЕЕ В ПР ЗЕ АЗ ВВ 
-200 20 %0 60 80 100 120 140 1607,0 


Зависимость максимально допустимой рассеи- 
ваемой мощности от температуры окружающей 
среды 
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Схема включения 


$7 Г 
512-4 $ 10 икГи 
Выхоб УД рт < 
ти | R1756x Š 
S Е 15 S 
D 
C16 27 R14 1к 
m 
C15 18 JH (EEN 
990 
р. LEIA 
C13 16,0*168 тт 
Не — 
R12 18к СИ 68 40r 
012 
W3 s50nnTa | 29! 
Управление — ПДА Borxoð 
Jp 
th Te a д y < Boð 
08 470168 № < 7 òxreg "манат 
т S т 
Росии 3 
лк (RE > ЗЕ ix 670001 
, ZIK = |= №00 1 
p1 ЧМ-сигнала 
512-8 | C6 100 
7 
r 04 + Có 0001 
+ n 
R2 1n 470x168 a aji 
Управление. „ ИД? +, 1722, быпадений 
режимом = š 
АД50ЗА 90 Вход само 
2 27 КР 00  "o"mpona 
В, + 
H Ró 100 Выход 
22 RI 150 Принципиальная схема 
Вход сигнала Е ны PNOROCRENOND: + блока обработки яркост- 
ЦВЕТНОСТИ pad ного сигнала в канале 
Управление „И ут воспроизведения видео- 
режимом МДА [3 1,01 магнитофона. R3 в дан- 


0 1 2 9 4 


ó f, М/ц 


Суммарная амплитудно-частотная характерис- 
тика тракта воспроизведения сигнала яркости 
на микросхеме КР1005ХА5 
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ном блоке отсутствует 


В режиме «Запись» записываемый сигнал с 
выхода АРУ (контакт 24) подается. через дели- 
тель и переходный конденсатор на вывод 4. 
Усиленный усилителем самоконтроля /[, выход 
которого подключен к суммирующему выход- 
ному усилителю, сигнал попадает на выход 
(вывод 2). Остальные узлы микросхемы в 
режиме записи отключены благодаря отсутст- 
вию напряжения питания на выводе 3. 

В режиме «Воспроизведение» яркостный 
ЧМ-сигнал, усиленный предварительным усили- 
телем и отфильтрованный от сигнала цветнос- 
ти, подается на вывод 7. Здесь он усиливается 
входным усилителем ПТ, к выходу которого 
подключен суммирующий усилитель IV и детек- 
тор выпадений Г. При нормальной амплитуде 
входного сигнала он усиливается входным и 
суммирующим усилителем до l В и с выхода 
суммирующего усилителя (выход 10) через 
дополнительный ограничитель и фильтры попа- 


дает на вход усилителя-ограничителя (вывод 
14). Если входной сигнал из-за дефектов записи 
уменьшается более чем в 12 раз, то срабатывает 
детектор выпадений и вместо входного сигнала 
на суммирующий усилитель поступает задер- 
жанный линией задержки на 64 мкс сигнал 
предыдущей строки. При этом обеспечивается 
замещение четырех-пяти строк потерянного сиг- 
нала. 

Поступивший на вывод /4 сигнал с включен- 
ными замещениями усиливается усилителем- 
ограничителем ГП и демодулируется частот- 
ным демодулятором VII. Демодулированный 
телевизионный сигнал через внешние фильтры 
нижних частот.и корректирующий усилитель 
приходит на вход предварительного видеоуси- 
лителя [X (вывод 22). С выхода этого усилителя 
через линию задержки 0,3 мкс сигнал поступает 
на вход шумоподавителя (вывод 25). В шумопо- 
давителе (узлы X, XI, ХИ, ХШ) за счет 
ограничения полосы пропускаемых частот при 
малых сигналах происходит улучшение отноше- 
ния сигнал-помеха приблизительно на 6 ДБ. 
Прошедший через шумоподавитель сигнал 
в блоке сумматора XIV складывается с сигна- 
лом цветности, поступающим на вывод 29, 
и приходит на блок фиксации уровня XV, 
в котором производится восстановление посто- 
янной составляющей сигнала. С выхода блока 
фиксации уровня сигнал поступает на выходной 
суммирующий усилитель TI. 


Дополнительная литература 


Григорьев Ю. М. БИС воспроизведения 
яркостного сигнала КР1005ХА5 И ит про- 
мышленность.— 1984.— Вып. 1 (129).— C. 56, 57. 


КР1005ХАб 


Микросхема представляет собой тракт обра- 
ботки цветного сигнала и выделения сигнала 
цветовой синхронизации. Она выполняет: сле- 
дующие функции: усиление сигналов цветовой 
поднесущей; перенос частоты; селекцию сигна- 
лов опознавания цвета. Предназначена для 
работы в видеомагнитофонах формата VHS. 

В режиме «Запись» микросхема: 

выделяет сигнал цветовой вспышки ключом, 
управляемым стробирующим импульсом с вы- 
вода 4; 

‘автоматически регулирует амплитуду вход- 
ного сигнала в блоке АРУ2, управляемом 
величиной цветовой вспышки через детектор; 

переносит спектр цветового сигнала в диапа- 
зон 0,34... 1,16 МГц путем смещения с опорной 
частотой 5, 06. МГ ц в балансном смесителе; 

усиливает преобразованный сигнал. 

В режиме «Воспроизведение» микросхема: 

автоматически регулирует амплитуду цвето- 
вого сигнала в блоке АРУ; 

производит обратный перенос спектра сигна- 
ла из низкочастотного диапазона в диапазон 
3,9...4,7 МГц; 

усиливает преобразованный сигнал. 

Переключение из режима записи в режим 
воспроизведения производится тремя электрон- 


ными ключами, входящими в состав микро- 
схемы. 
Корпус типа 238.18-3. Масса не более 1,5 г. 


238. 18-3 15 


вх 2,5=20 
05 (18 дыводев) 


Jona nmoya 


KP1005XAG 
B 7 6 E k B RNW 


1 2 9 4 9 6 7 8 9 


Функциональный состав: [— универсальный 
усилитель l; П—балансный смеситель; ШЫ— 
усилитель; IV — 2-й усилитель воспроизведения; 
Г — детектор; VFI— - селектор сигналов. опознава- 
ния цвета; ИП — 3-й усилитель Ronnponsaencuns, 
VIII — усилитель записи. 

Назначение выводов: l — вход записи; 2— 
вход детектора; 3— выход детектора; 4— вход 
селектора; 5, 13 — питание (+ Ua), 6 — вход 3-го 
усилителя воспроизведения; 7— выход ключа 
запись-воспроизведение; 8 — вход 3-го усилите- 
ля записи; 9 — выход 2-го усилителя воспроизве- 
дения; [0)— вход 2-го усилителя воспроизведе- 
ния; [|-—стабилизированное напряжение; 12— 
выход балансного смесителя; 14 — вход опорно- 
го сигнала; 15 — питание (— Ua), 16— вход 2-го 
усилителя записи; 1[7— выход 1-го усилителя 
с АРУ; [8— вход воспроизведения. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания .............. 9B 


Выходное напряжение 1-го усилителя в режиме 
записи при И =9 В, /=4 МГц, U =5 MB, 
о ЕЯ 0,04... 0,08 В 
Выходное напряжение 1-го усилителя в режиме 
воспроизведения при И, =9 В, /=4 МГц, Us = 


Коэффициент ослабления боковых частот по от- 
ношению к основному сигналу, не менее 34 дБ 
Коэффициент ослабления опорной частоты по от- 
ношению к основному сигналу, не менее 35 дБ 
Изменение выходного напряжения при измене- 


sw MD Te а ФЕ Я 0,55... 0,75 В нии входного напряжения на 20 дБ, не более 3 дБ 
ео о aA 5 O MTN. Предельные эксплуатационные данные 

Ter A n ea a 0,7...0,9 В Напряжение питания ............... нии 8... 10 В 
Выходное напряжение 2-го усилителя воспроиз- Переменное напряжение на выводах, не более: 
ведения при И, =9 В, /=4 МГц, И„=50 MB, F6, 8 A0 dE auena ie a s 2 B 
Tera ОИ a 0,7... 0,8 B о о о EIE T A 1 В 
Выходное напряжение сигнала вспышки при Импульсное напряжение на выводе 4, не 6o- 
И о e EAE E ВВ ME aAa TRE 9B 
Выходное напряжение 3-го усилителя воспроиз- Постоянное напряжение на выводе 5, He 6o- 
ведения ‘при. U= -Be Гея. MT ОО мВ. IOC ар ава 9 B 
о a OET D NE ET, 0,2...0,3 В Максимальный ток нагрузки .................... 1,5 мА 
Амплитуда стробирующего импульса, не 6o- — Предельная частота ............... инь, 6 МГц 
р A AT NO 0,6 В Температура окружающей среды — 10... +55° С 


Uhun (9)? nB 


-20-100 2 9 15 8 9 W NU 120,8 


Зависимость тока потребле- Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- ния от напряжения питания 


-20 0 209 915 


Зависимость выходного напряже- 
ния на выводе 9 от температуры 


жающей среды при T= +25° С окружающей среды при U ,=9 В, 
Т=+25° С 
Схема включения 
P4 512-2 
(9 Вход опорного 
+7, TPF 772 сщенала 
Е Ligos и АМ (13 001 
N +Ü 
GN 
< 
M 
S 
S 
& R17 12К 
p6 512-5 


+ |518 10x 


R22 
39 т Я 590 
L2 I | ROG r 
Ganna! | 990 13 
L! = 68 nKTH 
10x168 = ы 00nn | 015 
a S Higos 
ЗЕ ъЁ R26 
SS RS Выход Вхой 2 
ЗЕ < X bixo XO 27K 
aS S записи управления sy vti ISN C16 
sANUCOIO n KT315 CH 001 
Ra А ках 
Типовая схема включения микросхемы КР1005ХАб 50 890 
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Дополнительная литература 


1. Степанов В. А. БИС обработки сигнала 
цветности КР1005ХАб // Электронная промыш- 
ленность.— 1984.— Вып. 1 (129).—С. 57, 58. 

2. Интегральные микросхемы для видеомаг- 
нитофонов ‘и другой РЭА: Каталог. M.: 
ЦНИИ «Электроника», 1983, вып. 3 — 40 с. 


КР1005ХА7 


Микросхема представляет собой формирова- 
тель строчных импульсов и генератор поднесу- 
щей частоты для видеомагнитофонов. Она 
выполняет следующие функции: амплитудную 
селекцию синхроимпульсов; генерацию строч- 
ных импульсов; автоматическую подстройку 
частоты и фазы; генерацию поднесущей часто- 
ты; коммутацию поднесущей частоты в системе 
ПАЛ. Предназначена для применения в быто- 
вых видеомагнитофонах, работающих в форма- 
те FHS.: 

В режиме записи микросхема: 

формирует стробирующие импульсы строч- 
ной частоты положительной полярности, кото- 
рые служат для выделения цветовой вспышки в 
КР1005ХАб6. Эти импульсы привязаны по часто- 


те и фазе к синхроимпульсу входного сигнала. . 


Синхроимпульс выделяется селектором из вход- 
ного сигнала, прошедшего через ограничитель 
XV; 

формирует опорную частоту 625 кГц для 
переноса спектра сигнала цветности. Эта часто- 
та образуется из частоты 2,5 МГц задающего 
генератора JI путем деления на 4 делителем 
частоты I/I. При дальнейшем делении частоты 
на 40 делителем IV получается строчная часто- 
‚ та 15 625 Гц, которая с помощью фазового 
компаратора V, выход которого управляет 
задающим генератором, привязывается по час- 
тоте и фазе к синхроимпульсу входного сигна- 
ла. Мультивибратор VI формирует из синхро- 
импульса входного сигнала импульсы амплиту- 
ды и формы, необходимой для работы фазово- 
го компаратора. Частота 625 кГц проходит 
через фазовый переключатель VII, который в 
режиме ПАЛ производит чересстрочную ком- 
мутацию фазы сигнала, необходимую для ком- 
пенсации фазовых искажений. Усиленный сиг- 
нал 625 кГц поступает на вывод 12. 

В режиме воспроизведения микросхема: 

формирует частоту 625 кГц для обратного 
переноса спектра сигнала цветности аналогично 
режиму записи; 

формирует с помощью усилителя XI и 
ключа ХИ импульсы, включающие канал цвета 
при выпадении строки; 

формирует стробирующие импульсы анало- 
гично режиму записи. Корпус типа 238.18-3. 
Масса не более 1,5 г. 


Функциональный состав: [— селектор синхро- 


‚ импульсов; П — задающий генератор; П/— ne- 


литель частоты на 4; Г — фазовый компаратор,; . 


VI— ждущий мультивибратор; ГП — фазовый 
переключатель; ИИ!/— регистр контроля фазы; 
IX, Хр— усилители; ХТ — усилитель ‘детектора 


KPIODSXAT ` 
в винт NNW 


выпадения строки; ХИП — ключ детектора выпа- 
дения строки; ХШ— стабилизатор напряжения; 
Х]/— ключ; ХУ — ограничитель уровня белого. 

Назначение выводов: / — выход внутреннего 
стабилизатора напряжения; 2 — питание (+ Un); 
3, б—выходы селектора; 4— контрольный вы- 
ход; 5— выход фильтра селектора; 7— выход 
ограничителя; 8 — вход ограничителя; 9 — вход 
детектора выпадений; 1/0 — вход управления фа- 
зой поднесущей частоты; 11— вход вспышки; 
12— выход поднесущей частоты; 1/3 — нитание 
(— Ua); 14— вход генератора; 15 — питание HH- 
жектора; [6 —2-й выход компаратора; 17— 1-й 
выход компаратора; 1/8 — выход синхронизации. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .............. 9B 
Ток потребления при И, =9 B, T= 425° C ......... 
PORNOA PIE SON ENIAN SA EOE вби 30...45 мА 
Напряжение внутреннего стабилизатора при 
БУВ, ПОС пои 6,3...6,8 В 
Напряжение отпускания на выводе 9 при О, = 
=9 В, Г=+25° С, не более pasurin nra 1 В 
Управляющее напряжение регистра контроля 
фазы при И, =9 В, T= +25° С, не более .... 0,4 В 
Амплитуда выходного строчного импульса ....... 


о E E NSA 5... 6,7 B 
- Амплитуда импульсов делителя частоты ............ 
ани НИИ ПИ. 
Амплитуда входного телевизионного сигнала на 
BÞbIBOMC 8, HE Менее... идее некеааьнньна 0,5 В 
Амплитуда импульсов поднесущей частоты при 
ООВ, ТЕ уе нь: 1,7...2,3 В 
Амплитуда синхроимпульсов на выводе 18 при 
USB Бы 5,4...6,7 В 
Полоса’ захвата при U„=9 В, Т=+25° С, не 
о A 1000 Tu 


Диапазон перестройки приведенной частоты 
внутреннего генератора при И,=9 В, T= 


р O yeyr NaS 14...17 кГц 
Длительность выходного строчного синхроим- 
ть О Аа 4...5,5 мкс 
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Длительность синхроимпульса на выводе 18 
ео о она 4,5 ...5,5 мкс 
Нестабильность частоты внутреннего генерато- 
ра от температуры при И,=9 В, Т=-10... 


ооо C, ВЕ БОЛЕ и щен 5 Гц/°С 
Предельные эксплуатационные данные 

Напряжение питания ................злельньнии: 8,7... 9,3 В 

Напряжение на выводе 15 ................... 1,1... 2,3 В 


Максимальное входное напряжение: 


Inor (2,15), МА 


Зависимость тока потребления от температуры 

окружающей среды при И, =9 В. Заштрихована 

область разброса значений параметра для 95% 
микросхем 


Схема включения 


НОВОЕ Па 1В 
НА ВЫВОДЕ IO опала 0,4 В 
Ha ВЫВОДЕ: TI она оею 4 В 
Амплитуда входного телевизионного сигнала на 
ВЕ aaan 0,5...3 В 
Минимальное сопротивление нагрузки: 
ПВО НЕ оо ое 2,5 кОм 
Ha ВЫВОДЕ J2 eonda 1 кОм 
На ВОДЕ Ги беиаеоы 4 кОм 
Рассеиваемая мощность, не более ......... 500 мВт 


Температура окружающей среды —10... +55° С 


Зависимость тока потребления от напряжения 
питания при T= +25° С 


Выход + Вход Вход 
о R3 08 =gh FIR 
120 c1 
o | т Йо RE "7 =-00 
1000 e |; 680 
та 390 H 
s A ET (9 12к 
(14 01| 180 
eij п 
s6 


Е 


Jd, НИ Ji JE ъ ий 


Hox CU oix СИ 


Дополнительная литература 


1. Челышев Н. Ф. БИС цветовой синхрони- 
зации КР1005ХА7// Электронная промышлен- 
ность.— 1984.— Вып. 1 (129)—С. 58. 
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Xx 

LS) co 2+ -o enop "i 
Je A A R8 Я RIO 
N / 
те J ÊK К 


+U, 600 empoy- Вхоб надро- 


Вхой buðeo- Pemermopa 
сигнала 


Типовая схема включения 
микросхемы КР1005ХА7 


Вхо0 


ДытадРний 


2. Интегральные схемы для видеомагнито- 
фонов и другой РЭА: Каталог.—М.: ЦНИИ 
«Электроника», 1983, вып. 3.— 40 с. 


KP1005XA8A, КР1005ХАЗБ 


Микросхема представляет собой многофунк- 
циональное устройство, работающее как систе- 
ма ФАПЧ с разомкнутой цепью управления 
ГУН. Содержит генератор, управляемый напря- 
жением, перемножитель сигналов и операцион- 
ный усилитель. Узлы, входящие в состав микро- 
схемы, могут быть использованы автономно 
или в различных комбинациях. Перемножитель 
может работать в режиме модулятора О5В-сиг- 
нала, регулируемого усилителя, удвоителя час- 
тоты, синхронного АМ-детектора; на основе 
ГУН возможно построение генератора ЧМ-сиг- 
нала, опорного генератора с кварцевой стабили- 
зацией. Комбинируя узлы, входящие в состав мик- 
росхемы, можно образовывать систему ФАПЧ, 
синхронно-фазовый детектор, следящий фильтр, 
генератор сигналов специальной формы («гене- 
ратор функций»). 

Корпус типа 2120.24-6. Масса не более 6 г. 


2120. 24-6 


© © зоя+оь-+ 


зас 


Функциональный состав: Г— операционный 
усилитель; 1/— перемножитель сигналов; MI— 
генератор, управляемый напряжением. 

Назначение выводов: 1[— инвертирующий 
вход ОУ; 2— неинвертирующий вход ОУ; 3, 
4 — выходы перемножителя; 5—7 — входы пере- 
множителя; 8— 1/1 — эмиттеры транзисторов пе- 
ремножителя; 12, 22 — питание (+ Ua); 13 — xop- 
рекция ОУ; 14—выход ОУ; 15, 16 —входы 
цифрового управления ГУН; 17, 18 — управле- 
ние частотой и крутизной перестройки, 19, 20— 
частотозадающая емкость ГУН; 21— выход 
ГУН; 23, 24— входы аналогового управления 
TYH. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


ОДНОПОЛЯРВОе ели 20 № 
ДВУНОЛЯРНОве iiin e +10 B 
Ток потребления при И„=20 B, T= +25° C, не 
DONO И ЕР ЖИ УНИИ 18 мА 
типовое значение ............... зи аинниинннининнни 14 мА 


Генератор, управляемый напряжением 


Частота свободных колебаний при И, =20 В, 
К„=10 кОм, С,=10 пФ, Т=+25° С, не ме- 
ИЕН EE ЗО ИН 15 МГц 
типовое значение .....................иелееиниииии 30 МГх 
Коэффициент перекрытия по частоте при И, = 
=20 В, Ra=10 кОм, fo=10 кГц, T= +25° С, не 


ТИПОВОЕ: Значение: ео nia 10 
Температурный дрейф частоты при И, =20 В, 
К„=10 кОм, T= —25... +55° С, не более ............. 
АН ИИ „иеельньнн.. 400 -1076 1/°C 

типовое значение ................льние. 250 -1076 1/°C 
Амплитуда выходного напряжения сигнала пря- 
моугольной формы при ПИ, =20 В, К„=10 кОм, 
f=5 МГц, Т=+25° С, не менее: 


КР АА дааа. 1,9 В. 
ВР ASD crosan e Nia 0,9 B 
типовое значение: 

KPIOOSAASA cinnara а 2,0 В 
КР1005ХАЗБ .................. ней 1,0 В 


Коэффициент влияния нестабильности источни- 
ка питания на частоту при И, =20 В, К, =10 кОм, 
f=1 МГц, T= +25° С, не более .................. 0,5% 

типовое значение ............. и. .зззлинниииииининини: 0,08% 
Время нарастания выходного импульса при 
U„=20 В, В.=5 кОм, Сы =10 пФ, Т=+25° С, 
ТИПОВОЕ ЗНачение .............- „ен еееееиеноиьовоновониее 20 нс 
Время спада выходного импульса при И. =20 В, 
К„=5 кОм, С,=10 пФ, Т=+25° С, типовое 
НОНО ыы 30 нс 


Перемножитель сигналов. 


Диапазон рабочих частот при И, =20 В, Ко.) = 
= №о.с‹(з)=0, T= +25° С, не менее ........... 50 МГц 
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ТИПОВОЕ MATERNE iiaia aa 100 МГц 
Коэффициент преобразования при И, =20 В, Ко = 
= № кз) =0, T= +25° С, типовое значение 2 В/рад 
Полное выходное сопротивление при И, =20 В, 
ю=1 кГц, f~ll кГц, Т=+25° С, типовое 
НОЧИ Е оон ан р. 6 кОм 


Операционный усилитель 


Коэффициент усиления по напряжению при 
разомкнутой ООС, И,=20 В, fə =300 Гц, 


Теа" C, R MEHE риа оне 66 дБ 
типовое значение .............дьоорьь инь щьбКьй 80 дБ 
Полное входное сопротивление при И, =20 В, 
„к = 300 Гц, T= +25° С, не менее ......... 0,4 МОм 
ТИПОВОЕ Значение: ила 2 МОм 


Полное выходное сопротивление при ЦИ, =20 В, 
к =300 Гц, F= +25° С, типовое значение ........... 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания 
однополярное sisirin a 6...30 B 
ABYNONAPHÖC aiiai A он Сы: < B 
Максимально допустимое напряжение (размах) 
входного сигнала на выводах 5 и 7, не более 3 В 
Напряжение смещения на выводах 5—7 при 


U20 Вис ое о о 4...16 В 

Постоянное напряжение при И, =20 В: 
п. 3: Г И eA 4... 18 В 
На ВЫВОДАХ 2I И ZA narnia a 9...18 B 


(41/1) 100% 


C 
T r 
И 

п ди НЕ 


Е 
О ОО 
DES ЕАН 


f, МГц 


50 
40 
90 
20 


SSS 
| rosaa 
DENRER 


Минимально допустимое сопротивление нагруз- 
КИ, He MORC а инь 10 кОм 
Температура окружающей среды —19... +55° С 


(A t/t} 100% 


| Orp. TKPIDOSXAG (A, 5) 

N 
INN | T) 
№ | |. 


A T AUR NE AR Ig 
6 1 18 2U 6 5 9 13 17 ив -25 0 25 TA 
Зависимость относительной не- Зависимость максимальной Зависимость относительной не- 


стабильности частоты от напря- 
жения питания. Заштрихована 
область разброса значений па- 
раметра для 95% микросхем 


рабочей частоты от напря- 
жения питания. Заштрихова- 
на область разброса значе- 
ний параметра 
микросхем. Сплошной JIM- 
нией показана типовая зави- 


стабильности частоты от темпе- 
ратуры ‘окружающей среды. За- 
штрихована область разброса 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


для 95% 


CHMOCTb 
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KP1005XA8(A, 5) 
20 


R17 11r 
R50 80 


5 18 


Utan, A» B 
M 
EER (Aa r 


0 29 И 201 М 


Зависимость амплитуды выходного напряжения 

от частоты при И, =20 В. Заштрихована об- 

ласть разброса значений параметра для 95% 

микросхем. Сплошной линией показана типовая 
зависимость 


0O -4 -8 -12 -16 Upp, B 


Зависимости частоты nepe- 
стройки от управляющего на- 
| пряжения: 
1—выводы 15 и 16 заземлены через 
резистор сопротивлением 1 кОм; 2 — выво- 

ды 15 и 16 не подключены 


Зависимость рабочей частоты 
ГУН от емкости частотозадаю- 
щего конденсатора: 


Г М ordo а aa = 


VTS% 
| T. И 
— 
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РАНЕ «4 
TK 
TRASY 

PSAN 


6 9 10% 18 21 24 270,B 


Зависимость тока потребления 
от напряжения питания. Зашт- 
рихована область разброса зна- 
чений параметра для 95% мик- 
росхем. Сплошной линией пока- 
зана типовая зависимость 


kr NPM > 45/8 


O TKPIOOSKAB (4,5) РРР 


-10 KAn та 
ив 
и Г. -50 АБ 
ЕТ МЕ 

AA A 


-80 -70 rE -50 -40 -30 -20 Uss nen 


Зависимости выходного напря- 


Inor, МА 


Manz 
T 
[O 
fT 


n O O р O O ЛУ AI D E N 


ARLE 


-20-10 0 10 20 30 407°C 


Зависимость тока потребления 

от температуры окружающей 

среды. Заштрихована область 

разброса значений параметра 

для 95% микросхем. Сплошной 

линией показана типовая зави- 
симость 


К пр, nen» ДБ 


EF. 

-Y rroma 
ЕТ. 
ЧЕТ 


-50-40-30 -20 -10 (и, AB/8 


Зависимость коэффициента 


жения перемножителя сигналов преобразования перемножи- 
от уровня входного напряже- теля сигналов от уровня 
ния при („= +10 В, =110 кГц, опорного напряжения при 


Fa =100 кГц 


Ken , bB/paô 


J rroan 
MENRE 


01 1 10 10° Up, nB 


Зависимость коэффициен- 

та передачи фазового де- 

тектора от входного на- 
пряжения 


Принципиальная схема «генера- 
тора функций» на микросхеме 
КР1005ХА8 (А, Б) [33] 


300 


10? 103 10° 10° 108 107 F Ty 
Зависимость коэффициента 


усиления напряжения ОУ 
микросхемы от частоты 


oe ПРМ, 45/8 


20 
-120 -100 -80 -60 - 40 lh, 45/8 


Зависимость выходного напря- 
жения перемножителя сигналов 
от уровня входного ет 

при И, = +10 В, = 


U =+10В, р. =10 кГц, f.=25 МГц, fa= A МГц 
И. =10 мВ 
Схемы включения 
+H 
(6 Q1 Выход ГУИ т Г ó 
H m , 
VDI KASOI 3 
A 5] 83 
á А 33 
72 №455 ~S 
a| 
T | И 
Ez] 
И” K TEREK IANA LA 101 
"T aTe 
AH ти 
| Выховы : C3 al 01 
"ААА. l C4, т HIR JN i 


HA7 HA? , d io 


ты 
KP1005XA8 (А,Б) 
Е ПОЕТ 


Схема включения микросхемы К1005ХА8 (А, B) 
в режиме ЧМ-детектора 


Таблица истинности 


Сигналы Ha 
входах 


управления Примечание 


Входному ‘напряжению низкого 
уровня соответствует напряжение 
не более 1 В, напряжение высоко- 
го уровня — не ‘менее 3 В. 


O m ODO mm 


При управлении по цифровому входу часто- 
та ГУН 


1+ п/2 


J= СВ’ 
где С,— емкость частотозадающего конденса- 
тора (С.), К =0,8 кОм. 

При управлении по аналоговому входу 


T R 
f= 2,518 
8С.В R 


O E E 
) 

20; + ОБэК«1/Ю В, 

где К. —сопротивление резистора, подключае- 
мого между выводами 17 п 18; К, — сопротив- 
ление резистора, подключаемого между выво- 
дами 12 и 15 (К, >1 кОм); ф, — температурный 
потенциал; Из-—-напряжение на участке ба- 
за — эмиттер, используемое как опорное (0,6... 
.. 1,0 В). 


Дополнительная литература 


Универсальная ИС КР!005ХА8 в режи- 
ме ФАПЧ и «генератора функций»/В. О. Kon- 
маков, Ю. И. Бороненков, T. П. Полятынин, 
А. H. `Петрунин//Электронная техника. Сер. 10. 
Микроэлектронные устройства.— 1983.— Вып. 6 
(42).— C. 21—26 


24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 
K1005XA8 (A, 5) 
1234567890112 

EFE 


Схема включения микросхемы K1005XA8 (A, B) 
в режиме следящего фильтра 


2.18. Микросхема серии КР1006 


КР1006ВИ1 


Микросхема представляет собой времяза- 
дающее устройство (таймер), формирующее 
импульсы напряжения длительностью от не- 
скольких микросекунд до десятков минут. Вы- 
полнена на биполярных транзисторах с изоля- 
цией р-п переходом. Предназначена для приме- 
нения в стабильных датчиках времени, генера- 
торах импульсов, широтно-импульсных и фазо- 
вых модуляторах, преобразователях напряже- 
ния, ключевых схемах, преобразователях сигна- 
лов, исполнительных устройствах. 

Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 1 г. 


2101. 8-1 


JONA ПОЛОЖения КЛЮЧ 


i Y Y E 
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Функциональный состав: I— компаратор Ha- 
П— триггер; 


пряжения; Ш— выходной уси- 


литель. 


Назначение выводов: [— общий; 2— запуск; 
3— выход; 4— сброс; 5— контроль делителя; 
б — срабатывание; 7— цепь разряда; 8 — пита- 
ние (+0,). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания...... 5... 15B 
Ток потребления, не более: 


при И, =15 В, Ошр=11,5...14 В, О =7... 
а В ооо 15 мА 
при U,=5 B, Unmop™=3,1...4,7 B, Ш =2.3.. 
В В O TES 6 MA 
Выходное напряжение низкого уровня, не более: 
при И, =15В, ИОшр=11,5...14 В, О =7... 
ро. B ТМА а i 2,5 В 
при (И =5В, Ошр=3,7...4,7 В, Ош =2,3 
Е B AaS MA E EAR NE 0,35 B 
Выходное напряжение высокого уровня, не 
менее: 
при И, =15 В, Ошр=5,5...8 В, Из=0,7... 
не В. ТОВ а 12,5 В 
при И =5В, Ошр=1,8...2,8 В, И „=0,3... 
т aa 2,75 В 
Ток сигнала сброса при И„=15 В, Ишр=5,5... 
2 В. ЕО. ЦВ. ue БОЛЕЕ 1,5 мА 
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НН AILA 


je) 


Входной ток при U,„=15 B, Июр=5,5...8 B, не 
DOO АТА ЖИ Е НЕ 2 мкА 
Ток срабатывания, типовое значение... 250* нА 
Время нарастания и время спада выходного 


импульса, типовое значение .................. 300 * нс 
Начальная погрешность в генераторном режиме 
при U ,=15 В, типовое значение................ 3*% 


Нестабильность начальной погрешности в гене- 
раторном режиме от напряжения питания, не 
более: 

0,3 *% /В 
пря: = В рее 0,5 *% /В 


* Параметры измеряются при T= +25° С. 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ......................... 4,5 ... 16,5 В 
ТО: HAOI ово 100 мА 
Рассеиваемая мощность ' 

Ter Chai 500 MBT 
Температура окружающей 

с РИ ЕН —45... +70° С 


1 При Т= +50°С максимальная рассеиваемая мощность, 
мВт, определяется по формуле 


Pas, max = 500— 5 (Т- 50° С). 
мани 1. Запуск микросхемы про- 
исходит при U|, < 1/30... Для устранения неста- 
бильности запуска таймера, вызванного пульса- 
цией источника питания, рекомендуется парал- 
лельно с источником питания в непосредствен- 
ной близости к выводам микросхемы включать 
конденсатор емкостью 1... 10 мкФ. 

2. Максимальное напряжение сброса нахо- 
дится в пределах 0,4...1 В. В случае неисполь- 
зования вывода «Сброс» его следует подклю- 
чать к плюсу источника питания. 


3. В случае неиспользования вывода «Конт- Inor., МА 
`роль делителя» его следует замкнуть на кор- 
пус через блокирующий конденсатор емкостью 
0,01...0,1 мкФ. | 

4. Минимальная длительность импульса, ге- 
нерируемого таймером, составляет 20 мкс, мак- 
симальная определяется параметрами внешних 
времязадающих элементов (1, =1,1 КС). 

5. Запрещается подавать на выводы 2, 4, 6, 7 
напряжение, превышающее напряжение пита- 
НИЯ. 

6. Допустимое значение статического потен- 
циала 200 В. 


= 
Зависимость тока потребления от напряжения 
питания 
0 
U бых 9 B 
Фэдьрс, HC + KP1006BU1 Ba 
2 = 7 
í ПАТИ 
8 zw LA ШП 
6 ah W um 
4 
2 
0,1 
8 
6 
h 
2 
0,01 
0 0 
01 0,2 0305 Un 01 0,2 490, [Ц 1 2 45680 20 мА 
Зависимость задержки распрост- Зависимости длительности им- Зависимости выходного на- 
ранения входного сигнала от пульса выходного напряжения пряжения низкого уровня от 
соотношения входного напря- от соотношения входного на- тока нагрузки при различ- 
жения низкого уровня к напря- пряжения низкого уровня к на-. ных значениях напряжения 
жению питания пряжению питания при различ- питания 
ной температуре окружающей. 
среды 


Схемы включения 


> 
j= 
> 
KP1006BHT 
Ş 
S, 
KP1I00EBHT 


импульса 


запуска T Ci 


a) 


Принципиальные схемы генераторов импульсов на микросхеме КР1006ВИТ: 


а—в ждущем режиме; t =1,1RIC1; б—в режиме автогенерации; t, =0,69 (1+ R2 ) C1; 1, =0,69К2С1; Е1+ К2 не более 10 МОм при 
ОИ, =15 В и не более 3 МОм при U, ,=5 В, минимальное значение 2 кОм 
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G1/6N 


Вход 
запуслающих 


UNNYNOCO ii 


KP1006841 


a) 


; "oð иирующего 
напряжения BG 


moĝynupyroyes0 
напряжения 


KP1006041 


5) 


Принципиальные схемы модуляторов на микросхеме КР1006ВИТ: 
а— широтно-импульсного; 6 — фазово-импульсного 


Дополнительная литература 


1. Пецюх Е., Казарец А. Интегральный тай- 
мер КР1006ВИ1//Радио.— 1986.— № 7.— С. 57, 
58. 

2. Певницкий С. Цифровой измеритель ем- 
кости//Радио.— 1984.— № 10— С. 46, 48 

3. Помехоустойчивое фотореле//Радио.— 
1984.— № 11.— C. 58. 

4. П ой преобразователь напряжение — 
частота//Радио.— 1985.—№ 2.— С. 61. 

5. Шило В. Л. Функциональные аналоговые 
интегральные микросхемы.— M.: Радио и связь, 
1982.— 128 с. 


2.19. Микросхемы серии КР1014 


КР1014КТЛА, КР1014КТУБ, 
КР1014КТ1В 


Микросхемы представляют собой ключи. 
Выполнены на МОП-транзисторах. Предназна- 
чены для коммутации электрических цепей. 

Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 1 г. 

Назначение выводов: 11, 8— управляющие 
входы; 4, )5—выходы; 2, 3, 6, 7— входы. 


Электрические параметры 
Обратное напряжение (падение напряжения на 


канале ключа при инверсном включении) при. 


Том =110 мА, Т= +60... +70° С, не более.1 В 
Управляющий ток при Upmp=5 B, Т=— 60... 
РЕ. о. GOIE ОК 1 мкА 


Ток утечки на входе при И»м=75 В, T= 
= — 60... +55° С, не более: 
КР1014КТ1А, КР!014КТ1Б.................. 20 мкА 
KPIOMK IIB я на ааа, 10 мкА 


Частота переключения при U,np=5 В, Им = 
=75 В, (фр.упр=250 нс, Ran, ucr, =300 Ом, T= 
= — 60... +70° С, не более..................... 100 кГц 
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2101. 8-1 


Jona nononcenua ключа 


Габаритный чертеж корпуса 2101.8-1 


2,56, 7 


4,5 


Принципиальная схема микросхемы КР1014КТ1 


Время включения и выключения при Uynp™ 
=5 В, Ошм=75 В, рур=250 HC, Ranner,“ 
=300 Ом, Т=— 60... +70° С, не более...5 Mke 
Сопротивление в открытом состоянии при 
lon =35 MA, T= -— 60... +70° С, не более: 


при Ua =2,5 B для KP1014KT1A, 


AATRES ea D: D 16. Ом 


Предельные эксплуатационные данные 


Управляющее напряжение: 
КР1014КТ1А, КР1О14КТИВ..................... 3,5 В 
КРИК TID оо оное ia 5,5 В 
Напряжение затвор— сток в закрытом состо- 


AHHH: 
KP1014KT1 A — КР1014КТ1В................. .. 75 В 


КР1014КТ1В при /=50 Гц, О=2, 


te S Ма a 230 B 
Коммутируемый ток........... вые 110 мА 
Рассеиваемая МОЩНОСТЬ ..............шельнинньии 0,15 Вт 
Температура ркружающей 
О ных — 60... +70° С 


Примечания: 1. Допустимое значение ста- 
тического потенциала 500 В. 

2. Температура пайки +235° C, расстояние 
от корпуса до места пайки не менее 2 мм, 
продолжительность пайки не более 5 с. 


Rox, 0м 


| 
-60 -20 20 60 107°C 


Зависимости порогового напряже- 
ния транзисторного ключа микро- 
схемы от температуры’ окружаю- 
щей среды. Заштрихованы области 
разброса параметра для 95% мик- 
росхем. Сплошными: линиями: IO- 
казаны типовые зависимости 


-60 -20 20 60 1015 


Зависимость входного тока 


утечки от температуры окру- 


жающей среды. Заштрихова- 

на область разброса значе- 

ний параметра для 95% 

микросхем. Сплошной ли- 

нией показана типовая зави- 
симость 


4 
-60 -20 20 6&0 007°C 


Зависимость сопротивления 
открытого ключа от темпе- 
атуры окружающей среды. 
аштрихована область раз- 
броса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана типо- 
вая зависимость 


[ком Мы MKA 


» 


Зависимости коммутируемого тока микросхема- 
ми от напряжения затвор — исток. Заштрихо- 
ваны области разбросов значений параметра 
для 95% микросхем. Сплошными линиями 
показаны типовые зависимости 


Cinn’ Coon» MNC 


KP1014KT1 (А-В) 


k X SS ох 


ta 


O 200 Ш 600 Ryu, OM 


Зависимости времени включения и выключения 
от вносимого сопротивления открытым ключом 
(сопротивления участка исток — сток). Заштри- 
хованы области разбросов значений параметра ` 
для 95% микросхем. Сплошными линиями 
показаны типовые зависимости 
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Дополнительная литература 


Геллер В. M., Лагунова Е. B., Политанский JI. Ф. 
Высоковольтный токовый ключ КР1014КТ1 с 
низким остаточным сопротивлением//Электрон- 


aa промышленность.— 1986.— Вып. 2 (150).— 


2.20. Микросхема серии КР1017 
КР1017ХА1 


Микросхема представляет собой многофунк- 
циональный ‘преобразователь, состоящий из 
усилителя, детектора, компаратора с большим 
гистерезисом, стабилизатора напряжения и CHC- 
темы положительной нелинейной обратной свя- 
зи. Выполнена на биполярных транзисторах с 
изоляцией диэлектриком. Мощный парафазный 
выход позволяет обеспечить согласование мик- 
росхемы с другими узлами аппаратуры, напри- 
о с логическими элементами ДТЛ, ТТЛ, 
МОП, светоизлучающими диодами. Встроен- 
ный стабилизатор напряжения питания имеет 
дополнительный выход. Предназначена для 
применения в бесконтактных датчиках положе- 
ния выдающих информацию о координате 
объекта при перемещении его относительно 
чувствительного элемента датчика (бесконтакт- 
ные системы электронного зажигания) в виде 
дискретного бинарного электрического сигнала, 
а также в качестве генератора прямоугольных 
напряжений, триггерахс регулируемым гистере- 
зисом (в промышленных роботах, полуавтома- 
тах металлообработки, электрических швейных 
машинах). 

Корпус типа 2102.14-1. Масса не более 1,5 г. 


||| 
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2102. 14-1 


k КИ 
ВИ 


ыы 


4 14 12 


Л 
И 


KP1017XA1 
ПП 93 8 
2 


Hr 
T 
T ЕЕ 


9 4 j 6 7 


1 


KP1017XA1 


Функциональный состав: Г— система с по- 
ложительной нелинейной обратной связью; 
Пр— усилитель; П/— стабилизатор напряжения; 
ГУ — детектор; Г — компаратор с большим THC- 
терезисом. 

Назначение выводов: |[— выход системы с 
положительной нелинейной обратной связью; 
2 —-выход усилителя для изменения гистерезиса; 
3— вход усилителя; 4— вывод усилителя для 
подключения отрицательной обратной связи; 
5 — вывод усилителя для подключения положи- 
тельной обратной связи; б — неинвертирую- 
щий выход; 7, 8-—-свободные; 9— общий 
(—(,); 10 — инвертирующий выход; 11 — пита- 
ние (+0,); 12— интегрирующий конденсатор 
детектора; /[3—выход стабилизатора; 14 — вход 
системы с положительной нелинейной обратной 
СВЯЗЬЮ. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания...... 5... 12 В 

Ток потребления при И, =27 В, не более: 
ПРИ, РАО E олень 18 мА 
при. T==43 ИЕ 20 мА 


Остаточное напряжение компаратора при U= 
=5 B, Ta t2F C: 
Тьых. комп = 50 МА, не более 


1 noT? МА 
КРОХА | 


0 5 10 1 400,8 


ТИЛОВОе 3HATCHHC i....oeissessotoocssosessscsossssssosse 0,7 B 
kuciwa O MA НЕ: DORE anena 0,35 B 
типовое значение ........oesneeseesseoreoossoreoesecsse 0,2 В 


Выходное напряжение стабилизатора при U = 
=5 B, =! мА, ТГ=+25° С: 


Be MEHE ааа 2,6 B 
номинальное значение..................:..нньньь. 29 В 
He ПОЛЕ са 3,2 В 


Выходной ток утечки первого и второго ком- 
параторов при И! =27 В, Гг=+25° С, не 6o- 


а E E E E E азы 20 мкА 
Частота переключения при И, =5 В, T= +25° С, 
HE МЕНЕЕ ао аоье 10 кГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ..................ннни: 4,75 ...27 В 
Входное напряжение компаратора 

(ORDON ое +5 В 
Входное напряжение усилителя 

(DEMON TI ТРИ +1 B 
ВЕОДНОЙ: ТОЖ A 50 мА 
Ток нагрузки стабилизатора ................... 1,5 мА 


Температура окружающей 


2 
-40-20 0 20 9 915% 0 ó 10 № 200,8 


Зависимость тока потребле- Зависимости тока потребления Зависимость выходного напря- 


ния от напряжения питания от температуры 


окружающей жения стабилизатора микросхе- 


среды при различных значениях мы от напряжения питания при 


напряжения питания 


Зависимость выходного 
напряжения стабилизато- 
ра микросхемы от темпе- 
ратуры окружающей сре- 

ды при [.=1,5 мА 
| 


2$ 
Зависимости выходного 
напряжения микросхемы 
от температуры окру- 
жающей среды при раз- 
личных значениях тока 
выхода 


1. = 1,5 мА 


(Лых , 5 


ых = 16 МА 
Е. 
-40 -20 0 20 40 ГС 
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Схемы включения 


К] 
[1 | Ок 
ED = == +U, z 
Memannu- X Tb x 
ческий 5 5 +U 
предмет © R2 © n 
x ТК <= 


Принципиальная схема бесконтактного датчика 


положения на микросхеме КР1017ХА1 


(м. 
табл. 


< 
X 
S 
x 


Выход 2 


Принципиальная схема триггера с регулируе- 
мым гистерезисом на микросхеме КР1017ХА1 


Peanusyenaa 
pynkyua 


2 - Cmapm- cmontbiŭ 


генератор 


д- Сларт-стопный 
генератор © 
регулируемым 
гисПерезисом 


Принципиальная схема генератора напряжения прямоугольной формы на микросхеме КР1017ХА1 


2.21. Микросхемы серии К1100 
и КР1100 


К1100СК2, КР1100СК2 


Микросхемы представляют собой устройст- 
ва выборки и хранения аналогового сигнала 
(УВХ), запоминают по команде, поступающей 
на логический вход, мгновенное значение вход- 
ного сигнала в течение определенного времени 
и с высокой точностью и поддерживают равное 
ему постоянное напряжение на выходе. Микро- 
схемы состоят из входного операционного 
усилителя II, выходного операционного усили- 
теля. П и схемы управления аналоговыми 
ключами /. Предназначены для применения в 
системах сбора данных, для временного уплот- 
нения сигналов в модулях ввода — вывода, для 
построения многозначных логических элемен- 
тов, в качестве пиковых детекторов, точных 
аналоговых ключей. Применяются совместно 
с аналого-цифровыми преобразователями для 
расширения частотного диапазона обрабатывае- 
мых сигналов. | 

Корпус микросхемы К1100СК2 типа 301.8-2 
или 201.14-1, КР1100СК?2 типа 2101.8-1. Масса 
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микросхемы в корпусе 301.8-2 не более 1,5 г, в 
корпусе 2101.8-1 не более 1,1 г. 

Функциональный состав: Г— схема управле- 
ния электронным ключом; ŽI, П/— операцион- 
ные усилители. 


207. 14-1 


ISPL 


АРУ 


K1100CK2 
(8 nopnyce 3018-2) s y `} 


Назначение выводов: 

в корпусе 301.8-2: 1 —1-й вход схемы управ- 
ления; 2— питание (+0,); 3— балансировка 
напряжения сдвига; 4— вход УВХ; 5 — питание 
(— U); б—выход УВХ; 7— емкость хранения; 
8—2-й вход схемы управления; 

в корпусе 2101.8-1: /— питание (+U); 2— 
балансировка напряжения сдвига; 3— вход 
УВХ; 4 — питание (— U); 5—выход УВХ; б— 


емкость хранения; 7— 2-й вход схемы управле-’ 


ния; — l-Ä вход схемы . управления. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания......... +12 В 
Ток потребления при И. = +12 В: 
при Т=+25”С, не DOIE inona 7 мА 


КРИФОСК2 (6 корлуее 21018-1) — КИОСК (6 nopnyce 207. 14-1) 


ТАПОВОе- ЗНАЧЕНИЕ ола 4 мА 
“при Т=-—10 и +70° С, не более....... 10 мА 
Время выборки при И„= +12 В, АО,, =10 В, 
Cxp= 1000 пФ, ==0,1%: 
npa Т=-+25° C, ne болела 10 мкс 
ТИПОВОЕ Значение... оное 5 мкс 
при Т=-—10 и +70° С, не более...... 12 мкс 
Апертурная задержка при И,„= +12 В, C.p= 


== 1000 ХФ. не GOME ii 250 нс 

типовое значение....................илениининииии 100 нс 
Коэффициент усиления при И, = +12 В, не 
ИА И ИНОЕ 1 


Прямое прохождение сигнала в режиме хране- 
ния при И,= +12 В, О„=5В, C,p=10 HỌ, 
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= РАЕН, Ве Gont uaran —80 дБ 

типовое значение............ „еее еьинатенььь — 100 дБ 
Перенос заряда при И„= +12 B, Us =0, Cp = 
=10 нФ, типовое значение....................... 0,5 мВ 
Скорость изменения выходного напряжения в 


режиме хранения при И. = +12 В, П„=5 B, 
Cxp = 1000. пФ: 
при T= +25° С, не более.................. 5 мВ/мс 
типовое значение..................инининьниии 0,2 мВ/мс 


при Т=-—10 и +70° С, не более.. 50 мВ/ме 
Время установления в режиме хранения при 


О, = +12 В, типовое значение................ 0,4 мкс 
Напряжение смещения при И =-12 В, не 
DOTEE окна 30 MB 

ТИПОВОе Значение. овен 5 мВ 
у, м8 


MESRA 


AERIAN! 


100 1000 TÀ np -0 w 


Зависимость величины Nepe- 
носа заряда микросхемами 
К1100СК?2 и КР!100СК2 от 
емкости хранения при U,= 
=+12 B, U„=0 


BX 


Kapcs 45 
ponz, ити T T] 


(р, nP -10 


J0 90 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей емо при И = 


Ч, {dt, nB/ne 
KNOOCK2, KPIOOCKZ 


10 J30 50 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания .................... +6... +13,2 В 
Входное напряжение ......................ззлниииььнии +5 В 
Сопротивление нагрузки ....................-..... 10 кОм 


Температура окружающей 


Примечания: 1. В качестве емкости хране- 
ния рекомендуется использовать конденсатор 
типа ФТ-1. 

2. Управление микросхемы осуществляется 
от ТТЛ-логики: режиму выборки соответству- 
ет уровень лог. l; 
лог. 0. 


режиму хранения — уровень 


K пр,с› 4 5 
KUOOCKZ, ИРИ? 


10? 10° 10% 105: 


Зависимость уровня прямого про- 
хождения входного сигнала на вы- 
д ход микросхем К1100СК2 и 

„=0 КР1100СК2 от частоты при И, = 
= +12 В, О =5В, Cx =1000 пФ 


70 1°5 10 


ta, sas "C 


KNOOCKZ, KP1OOCK2 


0 
VRA: -10 


0 90 50 ПЕС 


Зависимость уровня прямоГо про- 
хождения входного сигнала на вы- 
ход микросхем К/1100СК2 и 
КР1100СК2 от емкости хранения 


при И. = a =5 B, /=1 кГц, 


KoT: 
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Зависимость скорости нарас- 

тания выходного напряже- 

ния от температуры окружа- 
ющей среды 


Зависимость апертурной за- 
держки от температуры ок- 
ружающей среды 


ERR 
En REA 
F dinut KP1O0CKZ 


A oda aaa 
T SE A a T E Е РЕ 


AEREA 

c ЧЕ 

DERE SU P ТЕ ПЕН ОБЕ A E И ЗН 
AA 
AEA ВЕЕТ 
EA 


wL S T О 
10 103 10° бр, пФ 


Зависимость времени выборки от емкости хра- 
нения 


Схемы включения 


RI 24 2 К 


Вход 


CS 
N 
X% 
% 
KP1100CK2 
(^1100СК2) 


Типовая схема включения микросхем К1100СК2 
и КР!100СК2. В скобках указаны номера 
выводов для. КР1100СК2 


В этой схеме балансировка по напряжению 
смещения в режиме выборки осуществляется 
резистором R2. 

Малые входные токи схемы управления 
электронным ключом обеспечивают возмож- 
ность прямой подачи сигнала управления 
на входы управления микросхемы К1100СК2 
(КР1100СК2) от схем, построенных на ТТД- и 
КМОП-логике. Нормальное функционирование 
микросхемы обеспечиваетея при напряжениях 
управляющего сигнала на входах схемы уп- 
равления от —U,+3B до +U ,—3 B. Схе- 
мы управления микросхемами K1100CK2 и 
КР1100СК2? приведены ниже. 

Скорость изменения выходного напряжения 
в режимах хранения определяется токами утеч- 
ки микросхемы, изоляционным сопротивлением 
монтажной платы и емкостью хранения и 
может быть снижена до определенных пределов 
высоким качеством монтажа, промывкой плат и 
специальным покрытием. Существуют и другие 


+9 +7 +9 +f 


+90, 6. 


Зависимость тока потребления от напряжения 
питания 


схемотехнические методы уменьшения измене- 
ния выходного напряжения в режиме хранения. 
Один из таких способов основан на перезаписи 
выходного напряжения «быстрого» (с временем 
выборки менее 10 мкс) на вспомогательное 
«медленное» (с временем выборки порядка 
15 мс) устройство выборки — хранения (УВХ), 
запускаемое логической командой «быстрого» 
УВХ. Скорость изменения выходного напряже- 
ния такой схемы при T= +25° С не превышает 
0,5 мкВ/мс. 

На двух микросхемах К1100СК2 и опера- 
ционном усилителе можно построить усилитель 
с программируемым коэффициентом усиления. 
При управляющем сигнале положительной по- 
лярности коэффициент усиления напряжения 
равен 100, а при отрицательной — 10. 

Компенсация ошибки из-за переноса заряда 
может быть достигнута подачей на емкость 
хранения противофазного сигнала с потенцио- 
метра, включенного в цепь обратной связи 
вспомогательного инвертора, построенного на 
микросхеме К140УД8. При С,,=0,01 мкФ и 
О,р=5 В схема позволяет производить pery- 
лировку амплитуды выходного сигнала в пре- 
делах +4 мВ. 

Микросхемы К1100СК2 и КР1100СК2 могут 
применяться в системах сбора данных. Типовая 
схема системы сбора данных состоит из много- 
канального мультиплексора с подключенными 
последовательно устройством выборки — хране- 
ния и аналого-цифровым преобразователем, 
схемы цифрового управления и адресного счет- 
чика. По сигналам схемы управления мульти- 
плексор подключает выбранный канал ко входу 
УВХ, а устройство выборки — хранения запоми- 
нает мгновенное значение аналогового сигнала 
и хранит его в течение времени преобразова- 
ния АЦП. 


311 


ОЕ. ^ Принципиальная схема уст- 
ройства выборки — хране- 
ния, позволяющая умень- 
шить скорость изменения 
выходного напряжения в ре- 
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Варианты включения микросхем K1100CK2 и 
КР1100СК2 при различных уровнях управляю- 
щего напряжения 


KP1OOCKZ 
(КОСК) 
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Принципиальная схема усилителя’ с програм- 
мируемым коэффициентом усиления 
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Схема включения К1100СК2 (КР1100СК?2) с 
компенсацией ошибки из-за переноса заряда 


2.22. Микросхемы серий К1107 
и КМ1107 
Микросхемы серий К1107 и КМ!107— 


комплект преобразователей аналогового сигна- 
ла в цифровой. Выполнены на биполярных 
транзисторах по планарно-эпитаксиальной тех- 
нологии. 

В состав серий входят: 

К11071В1, КР!1107ПВ1 — быстродействую- 


RS 
3 L 
a 
S 8 $ 
< 38 Š 
— S A Y 
RY 53 © 
$ -H S$ N 
< x S| 10маида x 
х | „2ь/форка- S 
xpanenue“ | | „Начало пре- Команда 
| образобания“| „Монещ npe- 
офразовения 


Адресный Команда | Устройство 
счетчик | „Цикл“ | упрадления 


Функциональная схема системы обработки дан- 

ных с последовательным преобразованием ана- 

логового сигнала в цифровую форму с исполь- 

зованием устройства выборки — хранения типа 
К1100СК2 


щие шестиразрядные параллельные аналого- 
цифровые преобразователи; 

К1107П1В2 — восьмиразрядный параллельный 
аналого-цифровой преобразователь; 

К1107ПВЗА, КМ1107ПВЗА — шестиразряд- 
ные параллельные аналого-цифровые преобра- 
зователи с частотой квантования 100 МГц; 

К1107ПВ3Б, КМ1107ПВ3ЗБ — шестиразряд- 
ные параллельные аналого-цифровые преобра- 
зователи с частотой квантования 50 МГц. 


К1107ПВ1, КР1107ПВ1 


Микросхемы представляют собой быстро- 
действующие 


шестиразрядные параллельные 


аналого-цифровые преобразователи. Выполнены 
на биполярных транзисторах с изоляцией р-п 
переходом. Предназначены для преобразования 
напряжения в диапазоне —2...0 В в один из 
потенциальных кодов параллельного считыва- 
ния: двоичный код (прямой и обратный) и код с 
дополнением до двух (прямой и обратный). 

Корпус микросхем КР1107ПВ1 типа 244.48- 
12, К1107ПВ1 — типа 2207.48-1. Масса микро- 
схем в корпусе 244.48-12 не более 5 г, в корпусе 
2207.48-|1 —не более 5 г. 

Назначение выводов: [— выход 4; 2— выход 
5; 3——выход 6 (младший разряд); 4 — тактовый 
сигнал; 5, 43 — общая цифровая шина; 8, 39 — 
питание (+ U); 9 — опорное напряжение (Unz); 
10, 13, 15— входы (аналоговый сигнал); 11, 
14 — общая аналоговая шина; /2— вывод кор- 
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ректировки нелинейности; [6 — опорное напря- 
жение (Ui); 24, 37, 38 — питание (— Un); 
44— вход 1 (управление выходным кодом); 
45— выход | (старший разряд); 46 — выход 2; 
47 — выход 3; 48 — вход 2 (управление выход- 
ным кодом); 6, 7, 17—23, 25—36, 40...42— 
незадействованные выводы. 


Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


М ооо ооо ооо ооо ооо ово ооо о оо бо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ово ово ооо вонь 5 В 

И Не —6 В. 
Ток потребления при Un =5,25 В, Um= 
= — 6,18 В, О! =0, Uən2 = — 2,048 В, Т=-10... 

`... + 70° С: 

от положительного источника, не 

DOE к пов 30 мА 

от отрицательного источника, не 

ВОЛЕ анна 150 мА 

от источника опорного напряжения, . 

He DONGO оо нь 43 мА 
Выходное напряжение высокого уровня при 
(1 =4.75 В: П.=-—5828, О =0 U= 
= — 2,048 В, [.=—0,4мА, Т=-10... +70° С, 
HE MONGE МИРА УРАНА ИАИ НН 2,4 В 
Выходное напряжение низкого уровня при 
(1 =4,15 В, Ц.=-—6,18 В, Ч =0, = Una 
= — 2,048 В, Г.=2мА, Т=-10... +70° С, не 
DOE нае НИЕ 0,4 В 
Напряжение смещения нуля на выходе при 
15,25 В, И. ==6,18 B. Uar Ums 


= —2,048 В, Т=-10... +70°С...... —0,075...0 В 
Входной ток смещения нуля при Uni =5,25 В, 
О, = — 6,18 В, О. =0, Ош. = 2,048 В, T= 
=—10... +70° С, не более..................... 150 мкА 
Входной ток высокого уровня при Uni =5,25 В, 
(„2 = —6,18 В, Umiı=0, U2= —2,048 В, T= 
=—10... +70° С, не более.................ьние 75 мкА 
Входной ток низкого уровня при И! =5,25 В, 
О, = — 6,18 В, Ош =0, Uən2 = —2,048 В, T= 
= — 10... +70° С, не менее.............. нии 1,5 мА 
Дифференциальная нелинейность npa Un = 
=5,25 В, И, = -— 6,18 В, 

а Е Е —1/2... 1/2 МЗР 
Абсолютная погрешность преобразования в 
конечной точке шкалы при ПИ! =5,25 В, Unz = 
= — 6,18 В, Usai =0, Uon2 = — 2,048 В, Т=-10... 
sA A Ceai РР AE —0,1... +0,1 B 


Максимальная частота преобразования при 
И. =4,75 В, Ua2=— 5,82 В, О: =0, Ош = 
=—2В. не менее................ и ниииниьинины 20 МГц 


Время преобразования при Uai =4,75 В, Un2= 
= = 5,82 B, Coni =0, Uon2 =—2 В, Т= +25 С, 


He ПО нота ао 100 нс 
Входная емкость, не более ..................... 100 пФ 
типовое ‘Значение ладьи аи 50 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


ео обе 4,75 ... 5,25 В 
С HE MONEE и ооо — 6,18 В 
Входное напряжение низкого 
о: ЕЕ О ИЕ r —2...0 В 
Входное напряжение высокого 
уровня................. О ее 0... 5,25 В 
Опорное напряжение: 
ИЛИ EE NAANA T ET — 0,075 ...0 B 
AE PIENE AEE OON NIESTE Sainaei —2,1... —1,9 B 
TOK от. И У ОИ 0...2 мА 
Температура окружающей 
о Ен: ЕЕ —10... +70° C 


Примечания: 1. Калибровка микросхем 
(компенсация смещения нуля на входе и абсо- 
лютной погрешности преобразования в конеч- 
ной точке шкалы) осуществляется регулировкой 
опорных напряжений Uni, Ишж2. Отклонение 
напряжения Uoni вызывает появление дополни- 
тельной погрешности, эквивалентной напряже- 
нию смещения нуля на входе, равной по 
величине отклонению опорного напряжения. 
Отклонение напряжения И n2 вызывает появле- 
ние дополнительной погрешности преобразова- 
ния в конечной точке шкалы, равной по 
величине отклонению опорного напряжения. 


49 40 ó 9250,6 


Зависимость выходного напряже- Зависимость выходного на- 
пряжения высокого уровня 
от тока нагрузки 


ния высокого уровня от напряже- 
ния первого источника питания 


0 QI QZ QI Ohly, мА 


2. Корректировка нелинейности микросхем 
может осуществляться подключением вывода 22 
к источнику опорного напряжения И! или И? 
в зависимости от знака нелинейности. Вывод 12 
микросхем может служить источником опорно- 
го напряжения для входного буферного усили- 
теля в случае биполярного преобразования. 
Однако любая нагрузка, подключаемая к сред- 
ней точке делителя, оказывает влияние на 
нелинейность микросхемы. 

3. Работой микросхем управляет тактовый 
сигнал. Компараторы стробируются через 10... 
...22 нс после прохождения фронта тактового 
импульса. Данная апертурная задержка для 
разных микросхем может быть различной и 
зависит от изменения температуры окружаю- 
щей среды, однако случайные изменения незна- 
чительны. 

4. Кодирование производится после прохож- 
дения среза тактового импульса, а результат, 
полученный в процессе кодирования, передается 
в выходной регистр одновременно с фронтом 
очередного тактового импульса. Задержка вы- 
хода цифрового сигнала не превышает 50 нс. 
Это позволяет фронтам тактового импульса 
производить следующую выборку, т.е. в тот 
момент, когда на выходе микросхемы результат 
п-й выборки, на входе производится (п-+2)-я 
выборка. 

5. Тип выходного кода задается двухразряд- 
ным потенциальным кодом на выводах 44 и 48, 
но может задаваться и постоянными уровнями; 
при этом подключение источника питания U; к 
выводам 44 и 48 эквивалентно подаче напря- 
жения высокого уровня, а к общей шине— 
подаче выходного напряжения низкого уровня. 


(ых ‚ 8 


Зависимость выходного на- 
пряжения низкого уровня от 
тока нагрузки 
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lix, MKA 
kiorhbi 


-100 


-60 -20 20 60 1007°t -60 -20 60 60 1007°0 -60 -20 20 60 1001,5 


Зависимость выходного Ha- Зависимость выходного Ha- Зависимость входного тока при 

пряжения высокого уровня  пряжения низкого уровня от высоком уровне сигнала управле- 

от температуры окружаю- температуры окружающей ния от температуры окружающей 
щей среды среды среды 


Inori , MA 


#107787 АПОРТ 


-60 -20 20 60 10075 -60 -20 20 60 101% -60 -20 20 60 1007,5 


Зависимость входного тока при Зависимость времени преоб- Зависимость тока потребления 

низком уровне сигнала управле- разования от температуры OT первого источника питания 

ния от температуры окружаю- окружающей среды от температуры окружающей 
щей среды среды 


Гот? › МА 


9 
-60 -20 20 60 1007,°0 -60 -20 20 60 1007°t -60 -20 20 60 1007°t 


Зависимость тока потребле- Зависимость частоты преоб- Зависимость времени задержки Bbl- 

ния от второго источника разования от температуры  ходного регистра (от фронта так- 

питания от температуры ок- окружающей среды тового импульса до появления ре- 

ружающей среды зультата на выходе АЦП) от тем- 
пературы окружающей среды 
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Схема включения 


Управление цифровым 


кодом 


Тактовьш 
гигнал 


DAI ci 


КОИ VTI 


jg L KT y 
EZ] PZA > 
R1* RI 10к 


Bexo 


Типовая схема включения микросхем К1107ПВ1 и КР1107ПВ1] 


К1107ПВ2 


Микросхема представляет собой восьми- 
разрядный параллельный аналого-цифровой пре- 
образователь. Предназначена для преобразова- 
ния телевизионных сигналов в диапазоне вход- 
ных напряжений 0...—2В в восьмиразряд- 
ный код параллельного считывания. Выполнена 
по биполярной технологии на низкоуровневых 
ЭСЛ-элементах с изоляцией р-п переходом. 

Корпус типа 2136.64-1. Масса не более 22 г. 


2196. 64-1 


052 (64 дывода 


НЫЕ ЧЕ 
T.F. ? x ] 


Назначение выводов: 1] — опорное напряже-. 
ние (Лит; 13, 15, 16, 18, 20 — входы (аналоговый 


‚сигнал); 14, 19 — аналоговая общая шина; /7— 


вывод корректировки нелинейности; 22 — опор- 
ное напряжение (И и2); 28, 43 — питание (+ Un); 
29, 42 — цифровая общая шина; 30— тактовый 
сигнал; 32— выход 8 (младший разряд); 33— 
выход 7; 34—выход 6; 35— выход 5; 36— 
управление выходным кодом, вход 2; 37 — Bbi- 
ход 4; 38 — выход 3; 39—выхол 2; 40 — выход 1 
(старший разряд); 41 — управление выходным 


19, 96 
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13, 15, 16, 18, 20 
Ux © 


ot K1107082 
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линейно- 
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кодом, вход 1; 47—50 — питание (— U2); 1— 10, 
12, 21, 23—27, 31, 44—46, 51—64 — незадейст- 
вованные выводы. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 
о о 5 В 


Ток потребления при Uni =5,25 В, Un2 = — 6,18 
В, Ия =0, Uain = — 2,048 B, T= — 10... +70° C: 

от источника положительного напряжения 
питания, He GOJICE ааа 35 мА 
от источника отрицательного напряжения пита- 
ния. Не. БОЛ ооо 450 мА 
от источника опорного напряжения, не более .... 
И ИН 35 мА 
Выходное напряжение высокого уровня при 


Uni =4,75 В, Un2=-—5,82 В, Ош =0, Ош2= 
= — 2,048 В, [,=0,4 мА, Т=-10... +70° С, не 
| АИТ А ИИ УИ 2,4 В 


Выходное напряжение низкого уровня при 
Па =4 В.О =—6. 18. В. бд Ups 
= —2,048 В, Г[.=2 мА, Т=-10... +70° С, не 
ВОДЕ Пой 0,4 В 
Напряжение смещения нуля на входе при Uni = 
=5,25 В. 05-018 B, = Us =—2.08 
о | И +0,1 B 
Входной ток смещения нуля при Ui =5,25 B, 
Ua2 = —6,18 B, ба =0 О .= —2,048 B, T= 
= —10... +70° C ne bore naasna 500 мкА 
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Входной ток высокого уровня при И! =5,25 В, 
Ü.2= —6,18 В, ПО =0, Uə»m2= —2,048 В, T= 
= — 10... +70° C, не более ...c....0eeo0e000000000. 75 мкА 
Входной ток низкого уровня. при И, =5,25 В, 


: Un2=—6,18 В, Из: =0, О2=-2,048 В, T= 


= — 10... +70° С, не менее ..............ильннининьни 2 мА 
Абсолютная погрешность преобразования в 
конечной точке шкалы при Uni =5,25 В, Unz = 
=—6,18 В, Пн! =0, Uə2=—2,048 В, T= 
Bet Е ое: G r И ПЕНИЕ +0,1 В 
Нелинейность при Uni = 5,25 В, И. = — 6,18 В, 
И =0, Uon2 = — 2,048 В, T= — 10... +70°С az.. 
наи ны АК 
Дифференциальная нелинейность при Uni =5,25 
В, Ua2 = — 6,18 В, Ош! =0, Иж = — 2,048 В, T= 
о Г. ИА +1 МЗР 
Время преобразования при Uni =4,75 В, Um = 
= — 5,82 B, Он. =0, Uomn2 = —2 В, T= +25° С, не 


ее ВОИ 100 нс 
Входная емкость по аналоговому входу, не 
TS ИЖ Е ЧИНА ИНН 300 пФ 

типовое значение ............... линии RER 250 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение положительного источника пита- 
ооо поно. 4,75...5,25 В 
Напряжение отрицательного источника питания 
Е — 6,18... —5,82 В 
Входное напряжение .................... —2,1... +0,1 В 
Выходное напряжение высокого уровня 2,4...5 В 
Опорное напряжение: 


8 PENEIRA EEEN EAI ИЕ ВИНО +0,1 B 
Ua oiea a ИЕ —2,1... —1,9 В 
ЧоК нагрузить ы 0...2 мА 


Температура окружающей среды — 10... {70° С 


Примечания: |. Допустимое значение ста- 
тического потенциала 100 В. 

2. Калибровка микросхем (компенсация на- 
пряжения смещения на входе и абсолютной 
погрешности преобразования в конечной точке 
шкалы) осуществляется регулировкой опорных 
напряжений Ош: и О 2. Отклонение напряже- 
ния О: вызывает появление дополнительной 
погрешности, эквивалентной напряжению сме- 
щения нуля на входе, равной по величине 
отклонению опорного напряжения. Отклонение 
напряжения И. вызывает появление дополни- 
тельной погрешности, эквивалентной абсолют- 
ной погрешности преобразования в конечной 
точке шкалы, равной по величине отклонению 
опорного напряжения. 

3. Вывод 17 микросхемы может служить 
источником опорного напряжения для входного 
буферного усилителя в случае биполярного 


преобразования. Однако необходимо учиты- 
вать, что любая нагрузка, подключаемая к 
средней точке делителя (вывод 17), оказывает 
‘влияние на нелинейность микросхемы... 

4. Работой микросхемы управляет тактовый 
сигнал. Компараторы стробируются через 10... 
...22 нс после прохождения фронта тактового 
импульса. Данная задержка (апертурная задерж- 
ка fas) для разных микросхем может быть 
различной и зависит от изменения температуры 
окружающей среды, однако случайные измене- 
ния незначительны. 

Кодирование производится после прохожде- 
ния среза тактового импульса, а результат, 
полученный в процессе кодирования, передается 
в выходной регистр одновременно с фронтом 
очередного тактового импульса. Задержка циф- 
рового выхода не превышает 50 нс. Это дает 
возможность фронтом тактового импульса про- 
изводить следующую выборку, т.е. в тот 
момент, когда на выходе микросхемы результат 
п-й выборки, на входе производится (п+2)-я 
выборка. | 

5. Тип выходного кода задается двухразряд- 
ным кодом на выводах 36 и 41. Тип выходного 
кода может задаваться и постоянными уровня- 
ми напряжения. При этом подключение источ- 
ника питания (2 к выводам 36 и 4l эквива- 
лентно подаче выходного напряжения высокого 


уровня, а к. общей шине — подаче выходного 
напряжения низкого уровня. 

6. Запрещается подведение каких-либо элект- 
рических сигналов к корпусу и неиспользуемым 
выводам микросхемы. | 

7. Необходимо предусмотреть отдельные 
шины (связи) —«цифровая общая шина» и 
«аналоговая общая шина» с соединением их 
только в одной точке на клемме источника 
питания. К выводам микросхемы О! и Unz 
следует подключить конденсаторы емкостью 10 
и 0,1 мкФ, к выводам ПО: и Uon2 конденсатор 
емкостью 10 мкФ. 

На выходе аналого-цифрового преобразова- 
теля можно получить четыре типа кодов: 
двоичный прямой; двоичный обратный; допол- 
няющий прямой; дополняющий обратный. Тип 
выходного. кода задается двухразрядным потен: 
циальным ‘кодом на выводах «Управление Bbl- 
ходным кодом, вход |» (вывод 41), «Управле- 
ние выходным кодом, вход 2» (вывод 36). 
Кодирование выходного кода аналого-цифрово- 
го преобразователя осуществляется в соответст- 
вии с приведенной ниже таблицей. 


Кодирование входного сигнала микросхемой К1107ПВ2 


Номер ступеньки 
характеристики 
преобразователя 


Напряжение на 
входе АЦП, В 


Вход |— «l», 
вход 2— «l» 


код 


Двоичный прямой |Двоичный обратный 


Логические уровни на входах управления выходным кодом 


Вход 1 «0», Вход 1— «l», Вход 1— «0», 
вход 2— «0» вход 2— «0» вход 2— «l» 
Дополняющий Дополняющий 


код прямой код обратный код 


000 0 00000000 
001 — 0,0078 00000001 
127 — 0,9961 01111111 
128 — 1,0039 10000000 
129 — 1,0117 10000001 
254 — 1,9922 11111110 
LIF — 2,0000 11111111 


11111111 10000000 01111111 
11111110 10000001 01111110 
10000000 ПИИИ 00000000 - 
01111111 00000000 _ 11111111 
01111110 00000001 10000000 
00000001 01111110 10000000 
00000000 01111111 10000000 
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Uswis ‚5 U i ‚ 8 
moma | 


Inori » МА 


nk 
р» 


rom 


LA 


, Z; 
4547 5 55 45,8 -66 -63 -6 -570.,6 4545 5 525 550.8 


Зависимость выходного напря- Зависимость выходного напря- 


жения высокого уровня от на- жения высокого уровня от на- 
пряжения первого источника пряжения второго источника 


питания питания 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения первого 
источника питания 


Тост 2» МА Uen, вк, "8 


-20 


-66 -6,3 -6 -370,8 4540 5 525 550,8 


-66 -63 -6 -47 U,,B 


Зависимость тока потребле- Зависимость входного. тока при 

ния от напряжения второго низком уровне входного. напря- 

источника питания жения от напряжения первого 
источника питания | 


Зависимость напряжения сме- 

щения нуля на входе микросхе- 

мы от напряжения второго ис- 
точника питания 


рых ? U, Boix ? д 


ABE 


0 1 2 3 41 -20 0 20 40 60T, -20 0 20 40 607,0 


Зависимость выходного на- Зависимость времени преоб- 
пряжения низкого уровня от разования от температуры 
тока нагрузки окружающей среды 


Зависимость выходного ‘напряже- 
ния низкого и высокого уровней от 


температуры окружающей среды 
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тактовый сигнал 


E a роке 


Дополнительная литература 


Климашаускас К. B., Марцинкявичюс А.— 
K., Сташис И. В. Быстродействующий 


- t восьмиразрядный АЦП K1107IIB2 // Электрон- 
cuenan t ная промышленность. 1985.— Ne 7 (145)— 
A C. 30—32. 
n 
Выборка net "+E 
$ | 
Вых 
kod j Kod | Код Ko 
Îoibopru boibopru Дыборки Выборки 
Д-р n-i n n+l 
t 
Временная диаграмма работы aHa- 
лого-цифрового преобразователя 
К11071В2 Схема включения 
Управление 
цифровым rodon 
Гактовьш > 
y сценал С! A/D CP 
DAI + ^ J6) p7 Q1 
КУ74УДВ УП | 
KTI102 т, 92 
T 
[> 03 
N 
04 Š 
05 Q 
~N 06 
5 
= 07 
= |a 
ыы МР 
28,43 
Ни ‘м 
OVD 29,42 T01 T 10,016 
49,50 
K1409421 81 -y 2% P 
n2 03 (5 n2 
+ 1006 
oya 22 To И 


Типовая схема включения 


К1107ПВЗА, К1107ПВЗБ, 
КМ1107ПВЗА, КМ1107ПВЗБ 


Микросхемы представляют собой шестираз- 
рядные параллельные аналого-цифровые преоб- 
разователи с частотой квантования 100 МГц 
(К1107ПВЗА, КМ1!107ПВЗА) и 50 МГц 
(K1107IIB35, КМ!107ПВЗБ). Предназначены 
для применения в телевизионной, метрологиче- 
ской и другой радиоэлектронной аппаратуре. 
Микросхемы Е напряжение в диапа- 
зоне —2,5... +2,5 в параллельный двоичный 
прямой код. 


микросхемы К1107ПВ2 


Аналого-цифровой преобразователь MOCT- 
роен по параллельной схеме, обеспечивающей 
максимальное быстродействие, и не требует 
внешнего устройства выборки хранения. При 
выборке аналоговый сигнал поступает одновре- 
менно на все 64 компаратора. Последний 
фиксирует превышение аналоговым сигналом 
входного диапазона и управляет цифровым 
выходом сигнала переполнения; при этом на 
нем появляется сигнал лог. l, а на остальных 
цифровых выходах — лот. 0. 

Преобразователь выполнен на биполярных 
транзисторах по планарно-эпитаксиальной тех- 
нологии с применёнием двухуровневой металли- 
зации. Резистивный делитель опорных напряже- 
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ний выполнен в диффузионном слое глубокого 


коллектора, общее сопротивление делителя 
100... 150 Ом. 
Корпус К!11071ВЗА, К!107ПВЗБ типа 


201.16- EY КМ!107ПВЗА, а типа 
2103.16-4, Macca микросхемы в р 
201.16-13 не более 1,7 г, в корпусе 2103. 16- -— 
более 2,5 г. 


2109. 16-4 
еорИЕеН IEEE 


Ре о а О М И 
АННЫ 
ЕЕ ВТ 


дона кеюча 


Назначение выводов: |— аналоговая общая 
шина; 2— опорное напряжение (Usni); 3— aHa- 
логовый вход; 4— опорное напряжение (Иша); 
5—контроль гистерезиса Y ia) б— вход TAK- 
тирования; 7— питание (+U); 8— питание 
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x KNOINBI(A,5), KMNOTNOI(A, 6) 


on” 


i 
Ra | 
| 


64 nonnapamopa 
Регистр 


а 
Е 
N 
x 
ъ 
$ 
X 
S 


| 
e 


. и В | Гактовый 
от у 5 5 Cuenan 
(—-(.2); 9-—- выход | ое ра ри 10— 
выход 2; ||--выход 3; 12— выход 13 —вы- 


ход 5; 14 — выход 6 (старший азряд); 15 — 
выход 7 (переполнение); /6б— а. общая 
шина. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


—5,2 В 
Ток потребления при Uni =5,25 В, Up= — 5,46 
В, Иа! =2,5 В, Ош = —2,5 В, T= — 10... +70° С: 

от источника положительного напряжения, не 


БОЛЕ они бя 60 мА 
от источника отрицательного напряжения, не 
аи Бона 80 мА 
от источника опорного напряжения Uni, не 
DON ИЯ И АН 60 мА 
от источника опорного напряжения U,n2, не 
ор ИР А E ИИ 60 мА 


Un = 
Uon2 = —2,5 В, T= 


Выходное напряжение при Un, =4,75 B, 
= —4,94 В, ПО =2,5 В, 


= —10... +70° С: 
высокого уровня ....... инь — 1,1... —0,6 В 
низкого УРОВНЯ ............зеееенннннние —2... —1,5 В 
Входной ток при Un =5,25 В, П,.=-5,46 В, 


О: =2,5 В, Ош2=-2,5 В, Т=-10... +70° С: 
К1107ПВЗА, КМ1107ПВЗА .... —10...500 мкА 
К1107ПВЗБ, КМ1107ПВЗБ ..... —10... 800 мкА 


Нелинейность при Ин! =4,75 В, Uno = —4,94 В, 
Usni =2,5 В, Ош = —2,5 В, Т=-10... +70°С.... 
О ель — 11/4... +1/4 МЗР 
—0,4... +0,4% 
Дифференциальная нелинейность при Uni =4,75 
В, Unz = —4,94 В, ПИ: =2,5 В, ПО. =-2,5 В, 


T= — 10... +70° С не == 112. +1/2 МЗР 
Абсолютная погрешность преобразования в 
конечных точках шкилы при Ил! =4,75 В, Un = 
= —4,94 В, ПО! =>.5 В, Ош:=-2,5 В, T= 
æ — 10... + 70° C usses E 100 МВ 
Время преобразования при Un =4,75 В, И. = 
= —4,94 В, 0! =2,5 В, О:=-2,5 В, T= 
м 25° C, Не ONCE asssssssesssssssssssonessesssssesssos ZÒ HC 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение источника питания: 


положительного ........ ее 4,75... 5,25 В 

отрицательного ........ Аа —5,46... —4,94 В 
Входное напряжение ............. ии линининнининые +2,6 В 
Напряжение контроля гистерезиса .......... 0...2 В 
Опорное напряжение 

лоне не 2,4...2,6 В 

О Е —2,6... —2,4 В 


Температура окружающей среды —10... +70° С 


Примечания: 1. Калибровка микросхем 
(компенсация абсолютных погрешностей в ко- 
нечных точках шкалы) осуществляется регули- 
ровкой опорных напряжений Usni, Иш2. Откло- 
нение опорных напряжений вызывает Появление 
дополнительных погрешностей, эквивалентных 
абсолютным погрешностям в конечных точках 
шкалы, равным по величине отклонениям опор- 
ных напряжений. 

2. Вывод 5 служит для управления гистере- 
зисом компараторов аналого-цифровых преоб- 
разователей при подаче внешнего постоянного 
напряжения гистерезиса. Для большинства слу- 
‚ чаев микросхемы применяются без внешнего 
напряжения гистерезиса путем подключения 
конденсатора емкостью 0,1 мкФ между выво- 
дом 5 и общей шиной. Подача регулируемого 
напряжения гистерезиса в пределах 0...2 В 


1 хх, MKA 
200 


ep He 0 1 


Временные диаграммы работы преобразовате- 
лей К1107ПВЗ, КМ1107ПВ3 


позволяет управлять гистерезисом компарато- 
ров и рекомендуется при использовании микро- 
схем на высокой частоте для повышения ста- 
бильности работы АЦП. 

3. Микросхемы содержат цифровой выход 


‘переполнения (вывод /5), позволяющий приме- 


нять их параллельное соединение для увеличе- 
ния разрядности АЦП. При превышении анало- 
говым сигналом входного диапазона (Us > 
>И!) на цифровом выходе переполнения 
появляется напряжение высокого уровня, а 
на остальных цифровых выходах — напряжение 


низкого уровня. 


4. Работой микросхем управляет тактовый 


сигнал. При низком уровне тактового сигнала 


происходит выборка аналогового напряжения, а 
при подаче положительного фронта тактового 
сигнала компараторы микросхемы стробируют- 
ся через две-три наносекунды (апертурная за- 
держка), и после времени преобразования 8... 20 
нс на цифровых выходах появляется соответст- 
вующий код. Нестабильность времени преобра- 
зования не превышает 3 нс. При высоком 
уровне тактового сигнала происходит хранение 
записанной информации. В микросхеме отсутст- 
вует выходной регистр, и поэтому часть перио- 
да тактирующего сигнала информация на циф- 
ровых выходах неопределенна. Длительность 
времени, в течение которого информация неоп- 
ределенна, равна длительности режима выборки 
(тактовый сигнал — низкий уровень), сдвинутой 


О 
A 
t 
Выборка 
Аранение 
U, 
| 
o \ / N 
Ивопреде- 
Kod \ remo Kod 
/ 
о Е ТЫ 
ых E 


Зависимость входного тока микросхем 
К1107ПВ3З и КМ!107ПВ3 от входного напря- 
жения 
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на время преобразования. Для синхронизации Дополнительная литература 

записи информации с микросхемы может быть 

использован тактовый сигнал, задержанный на Pacan В. M., Кучинскас И. M., Марцинкявичюс 

время преобразования. А.— И. К. Сверхбыстродействующие шестираз- 

рядные АЦП К!1107ПВЗА, B // Электронная npo- 

5. При эксплуатации к выводам микросхемы —мышленность.— 1985.— № 7 (145)—С. 32—34. 

От и 0.2, Uoni и Ош2, «Контроль гистере- 

зиса» необходимо подключать конденсаторы 

емкостью 0,1 мкФ. Разряд быхой 

переноса ипформации 

Схемы включения и 
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Типовая схема включения микросхем К1107ПВЗ и КМ!107ПВЗ (1— буферный каскад) 
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Типовая схема — соедине- „jJ X 

ния двух преобразователей Младший 8 

К1107ПВ3 (КМ!1107ПВ3) для разряд 

построения семиразрядного актовый -U 
преобразователя cuenan on2 
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2.23. Микросхемы серий K1108 
и КР1108 


Микросхемы серий К1108 и КР1108 — komn- 
лект цифро-аналоговых и аналого-цифровых 
преобразователей. Предназначены для построе- 
ния различной аппаратуры с цифровой обработ- 
кой аналоговых сигналов, а также устройств 
сопряжения радиоэлектронной аппаратуры с 
ЭВМ. Выполнены по планарно-эпитаксиальной 
технологии на биполярных транзисторах с 
изоляцией элементов р-п переходом. Микросхе- 
ма К!108ПВ! выполнена комбинированным 
методом, сочетающим полупроводниковую и 
тонкопленочную технологии (резистивная мат- 
рица). 

В состав серии входят: 

К1108 ПАПА, К!108 ПАБ — 12-разрядные 
быстродействующие рр -аналоговые преци- 
зионные преобразовател 

О8ПВТА, К! 108 ПВ1Б — 10-разрядные 
прецизионные быстродействующие функцио- 
нально законченные аналого-цифровые преобра- 
зователи последовательного приближения; 

К1108ППТ, КР1108ПП1 — прецизионные 
преобразователи напряжение — частота — напря- 
жение. 


К1108ПАЛА, К1108ПАЛБ 


Микросхемы представляют собой 12-разряд- 
ные быстродействующие прецизионные цифро- 
аналоговые преобразователи. Выполнены мето- 
дом полупроводниковой технологии на основе 
биполярных транзисторов с изоляцией р-п пере- 
ходом. 

Корпус типа 210Б.24-1. Масса не более 5 г. 

Назначение выводов: 1 — питание (+ Uni), 2— 
питание (— Unz); 3— выход ОУ компенсации; 
4— опорное напряжение; 5, 7— вывод К54; б— 
общий вывод матрицы А— 2R, $8 — выход ЦАП; 
9 — общий вывод R55 и R56; 10— вывод R56; 


2106. 24-1 12 28 ` 


HEHHHHHHHHHI 
TERRRRTERITE 


U»; 13—Bxon 1-го papaa (СЗР); 14— вход 
2-го разряда; 15 — вход 3-го разряда; 16 —вход 
4-го разряда; 17— вход 5-го разряда; 18 — вход 
6-го разряда; 19 — вход 7-го разряда; 20— вход 
8-го разряда; 21 — вход 9-го разряда; 22— вход 
10-го разряда; 23— вход 11-го разряда; 24— 
вход 12-го разряда (МЗР). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания. 
От 


оозосо осо ооо ооо ооо о во о ооо ооо ооо осо оо ооо соо ооо во сос о оо оноое 


Ток потребления от источника Un, при Ив! = 
=5 В, Un2= —15 В, Uan = 10,24 В, Us = 0,8 В, не 
более: 


1]|—вход ОУ компенсации; 1[2— общая шина mi Tari C aneia 15 MA 
0 79 КОВ ПА! (A, 5) 
Ков | R55 ВЕ R-2R матрица 
и = ПЕРО ЗН СИНИХ ВИНЕ D 
| trir tee 
EAEAN Eo Em En En En Fg 
RI : и 5 MIN 
4 o Dd m S 
oR 
S 
S 
К. И A ARNERI: ь 
Е PS FAE TAE E E E PEA E TRE P DES TE SBE TER S E S WA PAA BOPO SES 
e 
$ 


Cxena obhuea и согласодания бкобных уровней 


в 


16 


17 18 1 20 2 22 2 24 
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при ПИ 0 C orati 17 мА 
Ток потребления от источника Unz при И! =5 


В, И,2=-15 В, Ои=10,24 В, (2 =0,8 В, не 
более: 
т йе” В НИ 46 мА 
при T= =O РОС roaren 48 мА 


Входной ток высокого уровня при ПО! =5 В, 


Uana = -15 В, Он = 10,24 В, Ий=2 В, не более: 
ПЕ Се 100 мкА 
при Т= ФИЛЕ ааа 150 мкА 


Входной ток низкого уровня при И, =5 В, 
(= —15 В, И = 10,24 В, 02 =0,8 В, не более: 
ПРИ Tap оне 300 мкА 
при Т= —-10и +70°С...... ен 400 мкА 
Дифференциальная нелинейность при И! =$ В, 
(2 = —15 В, Usm = 10,24 В, Ол =2 В, UR =0,8 В: 
ПРИ и a A a S E + 0,024% 
npa T= —10 u +70° C uues + 0,048% 
Абсолютная погрешность преобразования B 
конечной точке шкалы при И! =5 В, Ин = 
=-—15 В, Usa = 10, 24 В, Uk=2 В; Ug =0,8 В: 
moi Tapy Cao +0,3% 
npu Te =10 u +W C runoissa +0,5% 
Время установления выходного тока при Он! =5 
В, И = —15 В, Uwm = 10,24 В, Ой =2 В, UR =0,8 
- В, Т=+25`С, не более: 


KHOSHATA: иронии 400 nc 


К ПОДАТЬ зоолееонникиниоуинь 700 нс 


Предельные эксплуатационные данные 
Напряжение питания, 


Uni осооо вов ово ов оо чоо чо ооо вору сор ов ово о оо ооо обооооовоее 4,7 soe 5,3 В 
ео —15,8... —14,2 В 
Опорное напряжение .......... иен ьиииеиьннни, 2... 10,5 В 


Входное напряжение низкого уровня ... 0...0,8 В 
Входное напряжение высокого уровня 2 В... Ил: 
Выходное напряжение ....... нии иене +1 В 
Температура окружающей среды —10... +70° С 


Ikadi MKA Inori: МА 


Зависимости входного тока OT Hä- 
пряжения первого источника пи- 
тания: 


| — входной ток при низком уровне входного 
напряжения; 2— входной ток при высоком 
уровне входного напряжения 
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-20 0 20 40 607°0 475 у 


Зависимости токов потреб- 

ления от источников пита- 

ния от температуры окру- 
жающей среды 


Примечания: |. Среднес значение выход- 
ного тока 5 МА при И„=10,24 В. Среднее 
значение тока источника опорного напряжения 
1,25 мА R54=4 кОм, Ю55= К 5б=2 кОм. 

2. Допустимое значение статического потен- 
циала не более 30 В. 

3. Не допускается ультразвуковая очистка 
микросхем. 

4. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхемы при выключенных 
источниках питания. При проверке целостности 
цепей аппаратуры с вмонтированными микро- 
схемами напряжения, подаваемые на любые 
выводы, не должны превышать 0,5 В, а ток | 
МА. 

5. Недопустимо попадание внешнего элект- 
рического потенциала на крышку корпуса. 


Ibux: МА 


Nma 


-20 0 20 40 


60 T°C 


Зависимость выходного тока от температуры 
окружающей среды 
Гота, MA 


Inorg: МИ Inori: МА 


(|. 


Зависимости токов потреб- 

ления от источников пита- 

ния от напряжения первого 
источника питания 


Ik, 1, MKA 


р -1575 -15 -7425 01,8 
-20 0 20 4% 607° 


Зависимости входного тока при высоком и Зависимость дифференциальной нелинейности и 
низком уровнях’ входного напряжения от тем- абсолютной погрешности преобразования от 
пературы окружающей среды напряжения второго источника питания 


Гот, МА Пиз, МА Ме, % Моб, % 


romaa АИ 
001 ETEME 
EZP 


0 Ka 27227277; KZ 


-001 
0,1 
-15 -1 -14,28 la, b -20 0 20 %0 607°C 4,75 5 Uð 
Зависимости токов пот- Зависимости дифференциальной Зависимости р. 
ребления от напряжения нелинейности и абсолютной по- нелинейности и абсолютной по- 
второго источника пита- грешности преобразования от тем- грешности преобразования от 
| HHA пературы окружающей среды. 3a- напряжения первого источника 
штрихована область раз р зна- питания 
чений параметра для 95% мик- 
росхем 
tyer/ tyer(o) 


122277 


Зависимость времени установления выходного | 
тока от емкости нагрузки 20 40 60 80 100 120 #048 
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Схема включения 


Перемычка между выводами 7 и 8 ставится 
при D микросхемы в биполярном режиме. 
еремычка /1/ между выводом 9 и точкой А 
обеспечивает напряжение полной шкалы 10,24 
В; перемычка П2 между выводом 10 и точкой 
А— 20,48 В; одновременно установленные пере- 
мычки [M] и П2— 5,12 В. 


технологии на биполярных транзисторах с 
изоляцией р-п переходом. Предназначены для 
преобразования аналогового сигнала в цифро- 
вой в виде параллельного двоичного кода в 
ик и быстродействующих системах 
обработки информации, аналого-цифровых пре- 
образователях, телевизионной аппаратуре, вы- 
числительной и измерительной аппаратуре, ди- 
агностической и медицинской аппаратуре, раз- 


Старший 
р (CIP) | 13 snaYauud 
+98 +U D1 paspa 
-58 -U p2 № 
+ | тт, р 
y RI S) pa D3 
K 
+198 т -58 P aa D4 16 
at] a fe fa 
HAP RS 560 15 3 
1n K | Ei R-2R | pe Š 
UE e à 
У. m| [им f} 
DAI N7 gE X & 
КОД! ОЕ 
m | 
y бых 2 ты RSSG 
Fe- 22 
11 | Вход 
10...100 23 
1 
| Е бу a Младший 
Типовая схема включения sason 


микросхемы К1108ПА1] 


3 


R]— резистор компенсации абсолютной погрешности преобразования в конечной точке 
шкалы; А2— резистор компенсации погрешности биполярного смещения; АЗ — резистор 


компенсации униполярного смещения 


К1108ПВЛА, К1108ПВ1Б 


Микросхемы представляют собой 10-разряд- 
ный прецизионный быстродействующий функ- 
ционально законченный ее ан пре- 
образователь последовательного приближения с 
временем преобразования не более 0,9 мкс, 
состоящий из источника опорного напряжения, 
тактового генератора, выходного регистра на 
три состояния с хранением информации преоб- 
разования в течение последующего числа преоб- 
разования, схемы перевода в 8-разрядный ре- 
KHM pibon с временем преобразования 0,75 
мкс. Выполнены методом полупроводниковой 
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личных системах и устройствах скоростной 
обработки информации в промышленности, 
автоматике и бытовой электронике. 
Корпус типа 210Б.24-1 (см. К1108ПА1]). 
Масса не более 5 г. | 
Назначение выводов: 1— выход 1-го разряда 


- (СЗР); 2— выход 2-го разряда; 3— выход 3-го 


разряда; 4 — выход 4-го разряда; 5 — выход 5-го 
разряда; 6 — выход 6-го разряда; 7 — выход 7-го 
разряда; 8 —выход 8-го разряда; 9 — выход 9-го 
разряда; 10 — выход 10-го разряда (МЗР); 11— 
выход «Готовность данных»; 12— питание 
(—Un2) (цифровая часть); 13 — укороченный 
цикл; /4— цифровая общая шина; 15 — питание 
(— U2) (аналоговая часть); 16 — коррекция one- 
рационного усилителя; 17— аналоговый вход; 
18 — опорное напряжение; 19 — коррекция ИОН; 
20— аналоговая общая шина; 2/1— питание 
(+U); 22— вход «Запуск»; 23 — вход «Такт»; 
24 —разрешение считывания. 


Дешифратор 


22 4 


разряды #5 


—= /22истр хранения 


R11 92 RII 119 


E pr 

PRAN 
w E 

e м 

YAn | 

Разрядь! 4-10 

7 10 о 16 

РОТ ЯЯЯ ай 

0 n 


о 19 
“Un ——— 


Регистр сббига |— 


[1 [2]9 [+86 7[8 [9 [20 
Регистр бихобной Выход 
ма 9 состояния ГД 

1254557890 ii 


Функциональная схема микросхемы К1108ПВ1 (A, B): 


ИОН — источник опорного напряжения; КН — компараторы напряжения; ТГ — тактовый генератор; ГД — готовность данных; 
— операционный усилитель; ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


о ых 5 В 
ел —5,2 В 
Ток потребления от источника Uni при Un = 
= 5,25 В, U2 = — 5,45 В, не более .............. 50 мА 
Ток потребления от источника („2 при Un = 
=5,25 В, (12 = — 5,45 В, не более ............ 130 мА 


Ток потребления от опорного источника (внеш- 
него) при Uni =5 В, Una = — 5,2 В, Uan =2,5 В, не 
БОЕ: ааа 7 мА 
Нелинейность при Uni =4,75 В, И. = — 4,95 В, 
(в =2,5 В, Ом=0,3 В, /=13,6 МГц: 
KIHOSIIBIA ука а +1 МЗР 
К1108ПВЬ ....... ЕН +3 МЗР 
Дифференциальная нелинейность при Uni =4,75 
В, 0,2 = —4,95 В, Um =2,5 В, О =0,3 В, /=13,6 
МГц: 
ЕН ВА аа еавасьь + 0,75 МЗР 
ОВО ВТ В ри +3 МЗР 
Абсолютная погрешность преобразования в 
конечной точке шкалы при Uni =4,75 В, Unz = 
= —4,95 В, Ож=2,5 В, ПО =0,3 В, /=0 13,6 
МГц: 


Е. РОННИ ИННА +4 МЗР 
КОИ ВТ B ооо ИЕ +7 МЗР 
Число разрядов при И! =5 В, Un2= — 5,2 В, 
Uwa = 2,9 В, Un =0,3 В, f=13,6 МГц .........ииинььь 10 


Напряжение смещения нуля на входе при 
О =5 В, Un2= — 5,2 В, Usam =2,5 В, И, =0,3 В, 


}=13,6 МГц: 
ОВ ооо ьцонаы +10 мВ 
КОЗЫ ВТЬ: sociai а +20 мВ 


Выходное напряжение низкого уровня при 
О: =4,75 В, Una = — 5,2 В, Он =2,5 В, О, =0, 
Ве, ne бое 0,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня при 
Un =4,75 В, Un2 = — 5,2 В, О =2,5 В, Ох =3 В, 
И, =0,1 мА, не менее .......... и илиииииииииннииь, 2,4 В 
Выходное напряжение внутреннего опорного ис- 
точника при Uni =5 В, Un2 = — 5,2 В .. 2,4...2,8 В 
Коэффициент влияния нестабильности источни- 
ков питания на выходное напряжение внутрен- 
него опорного источника при U, =5,25 В, 
Розе Вона +8 мВ/В 
Температурный коэффициент выходного напря- 


жения внутреннего опорного источника при 


О: =5 В, Ua2= — 5,2 В: 


КИНОЗПВА ее онананыиь +200 mkB/°C 
КТЮЗНВТЬ ... иена +300 mkB/°C 
Частота преобразования при И! =5 В, Um = 
мы В, Uamh В пены, 0,4... 1,5 МГц 


Время преобразования при ПИ! =5 В, Unm = 
= — 5,2 В, Он =2,5 В, Un =0...3 В, /=13,6 МГц, 
He БОЛ ое. 0,9 мкс 
Время преобразования в режиме «Укороченный 
цикл» при Uni =5 В, О, = — 5,2 В, Uan =2,5 В, 
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Us =0...3 В, /=13,6 МГц, не более....... 0,75 мкс 
Входной ток по входам «Запуск» и «Разрешение 
считывания» при Uni =5 В, Un2= —5,2 В: 
низкого уровня при Ug =0,4 В, не более ......... 
о О 2,5 мА 


И ИЕ 0,4 мА 
Входной ток по входу «Такт» при Un = 
Un2 = — 32 B: 

низкого уровня, не более .............ееннньниннниь 2 МА 

высокого уровня, не более serres 2 МА 
Входной ток в процессе преобразования при 
От: =5 В, Una = — 5,2 В, Иж=2,5 В, Un =3 В, f= 
5 [3.0 МЕЦ, не более орон б мА 
Ток утечки выходов при И! =5 В, Оз = — 5,2 В, 
Unel SB р, B ИИ +0,1 MA 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


аа 4,75...5,25 В 
осы оо олаа — 5,46 ... —4,94 В 
Входное напряжение ....... ии нииьнниньь —0,1... +3 В 
Опорное напряжение .......... нии ньнииининь 2,4... 2,6 В 


Напряжение на входах «Запуск» и «Разрешение 
считывания»: 


низкого УРОВНЯ ........ нии инниниииининиинн 0... 0,42 В 

высокого УРОВНЯ ........ „ии ииининнн 2,28 В... + Uz1 
Напряжение на входе «Такт»: 

низкого УРОВНЯ ...... зелени ньинининния —2... —1,57 B 

высокого УРОВНЯ .............еененниинин —1... —0,6 В 
Выходной ток: 

низкого УРОВНЯ ...... „ие иньииинннииинаннниния . 0... 3,2 мА 

высокого УРОВНЯ ........ еее иеененнннинииея 0...0,1 мА 


Температура окружающей среды —10... +70° С 


Примечания: 1. Допустимое значение ста- 
тического потенциала 100 В. 

2. Управление микросхемы по входам 
«Такт» (вывод 23), «Разрешение считывания» 
(вывод 24) и «Запуск» (вывод 22) осуществляет- 
ся низким уровнем управляющего напряжения. 
В режиме автоматического запуска вход «За- 
пуск» подключается к общей шине (вывод /4). 

Информация о результате преобразования 
хранится на разрядных выходах весь следую- 
щий цикл преобразования. 

3. По уровням сигналов преобразователь 
согласован с аналоговыми и цифровыми микро- 
схемами эквивалентного быстродействия, 

Входной сигнал — однополярный в диапазо- 
не 0 В...8/7 О, номинальное значение опорно- 
го напряжения +2,5 В, логические уровни 
выходных и управляющих сигналов соответст- 
вуют ТТЛ-схемам. 

Опорное напряжение внутреннего источника 
опорного напряжения (ИОН) можно также 
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еменные диаграммы работы микросхемы 
В 7 Т,— период тактовых импульсов; 
длительность тактовых импульсов {°>225 нс, 
(225 нс; время задержки импульса «Такт» 
относительно импульса «Запуск» при внешнем 
тактировании (1,220 нс; минимальная дли- 
тельность импульса «Запуск» Т,>Т,; время 
задержки импульса «Готовность данных» f5a,r S 
<40 нс, #1, ‚< 60 нс; время задержки считывания 
данных facu C60 нс; время задержки выхода 
данных fsa <70 нс; время кодирования сигнала 
Tke = BT, +t% г, где В— число а время 

преобразования Tap=( 


подавать на опорные входы внешних устройств 
или на цепи смещения входного ОУ; при этом 
ток с выхода опорного источника во внешние 
цепи не должен превышать | МА. 

При необходимости обеспечения более высо- 
кой температурной стабильности опорного на- 
пряжения или при необходимости параллельной 
согласованной работы одновременно несколь- 
ких преобразователей можно подать на опор- 
ный вход (вывод /8) внешнее опорное напряже- 
ние. Для этого внутренний ИОН необходимо 
отключить, соединив вывод /9 с общим прово- 
дом питания через резистор сопротивлением 
100 Ом. 

_ Построение входных каскадов ячеек «За- 
пуск» и «Разрешение считывания» соответствует 
используемым в типовых ТТЛ-схемах. 

Тактирование регистра сдвига АЦП осу- 
ществляется внутренним тактовым генерато- 
ром. Для задания требуемого периода тактовой 
частоты к выводу 23 подключается конденсатор 
С, или кварцевый резонатор. 

4. Допускается произвольный порядок пода- 


чи и снятия напряжения питания и входных 
сигналов. 

5. Разводку выводов /7, 18, 20, 23 проводить 
шинами минимальной длины. 

6. Запрещастся подключение к незадейство- 
ванным выводам микросхемы и закорачивание 
их на общую шину. 

7. Крышка корпуса микросхемы находится 
под потенциалом напряжения питания Unz. Не 
допускается попадание внешнего электрического 
потенциала на крышку корпуса. 


Inoi» МА 


100 
-20 0 20 40 9015 


Зависимость тока потребления Зависимость тока потребления 

от первого источника питания от второго источника питания 

окружающей от температуры окружающей 
среды 


от температуры 
среды 


Зависимость тока потребле- 
ния от второго источника 
питания от его напряжения 


-20 0 20 40 607°C 


-20 0 20 40 607°C 


Зависимость нестабильности Bbl- 
ходного напряжения внутреннего 
источника опорного напряжения от 
температуры. Заштрихована об- 


8. Запрещается подача отрицательных Hál- 
пряжений на выводы микросхемы, кроме выво- 
дов -12, 125, 27, 23, 

9. Блокировочные конденсаторы по источни- 
кам питания необходимо устанавливать в не- 
посредственной близости от выводов микро- 
схемы. 

10. Установку и замену микросхемы следует 
производить при отключенных источниках пи- 
TAHHA, 

11. Ультразвуковая очистка выводов не до- 
пускается. 


Inot, МА 


#0 (и, 6 


Зависимость тока потребле- 
ния от первого источника 
питания от его напряжения 


Зависимость напряжения 
смещения нуля на входе 
микросхемы от опорного на- 

пряжения 


ласть разброса значений параметра 


для 95% микросхем 
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4 | 
-20 0 20 40 607°C 10 100 Cr, п? -20 0 20 40 607°C 


Зависимость напряжения Зависимость времени преобра- 
смещения нуля на входе зования сигнала от емкости час- 
микросхемы от температуры тотозадающего конденсатора 

окружающей среды ` C., подключаемого между Bhl- 


водами 20 и 23 


Зависимость абсолютной по- 
грешности преобразования в 
конечной точке шкалы от тем- 
пературы окружающей среды 


Ô MIP 
Ô, MIP 


—_—-——- 


КИОВИВТ(А, 6) 


Koeni (A, 6) 


Зависимость абсолютной погрешности преобра- 
зования в конечной точке шкалы от опорного 
напряжения 


Схемы включения 


Тактобьш сигнал fa 
Сигнал запуска 22 
бигнал разрещения считывания 24 


Опориое напряжение 


Bxoð аналогойого сигнала 17 


Типовая схема включения микросхемы 
К1108ПВ1 (А, B) 
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Зависимость абсолютной погрешности преобра- 
зования в конечной точке шкалы от времени 
преобразования 


Укороченный цикл 


K Yu | A/D 
25 Г. 


18 
Uon 


CELEC |< | kal > |< [№ |—^ 
Выход цифровых банных 


Готобиость 
банных 


-528 


^1/08 761 (A, B) 


Принципиальная схема включения микросхемы 
К1108ПВ1 (А, B) в режиме работы с внутрен- 
ним тактированием и внутренним источником 
опорного напряжения с 8-разрядным циклом 
преобразования и инвертирующим усилителем 
на входе (РА!) для обеспечения работы с 
двуполярным входным напряжением в пределах 
+4/70„, В1— R4— tuna С2—2 


РД 


Bxoô KISSDAB s 
marmoloso VTI 
сигнала KTII6A 
(ТТЛ урини) $ w3 


VD1-VD4 
KASOJ 


v2 $ 
у hA Я, 5) 


-h 


ющего устройст- 


Принципиальная схема согласую 
Л-схемами 


ва по входу «Такт» с 


Дополнительная литература 


Игнатов B. M., Рябов Е. A., Сотский Д. В. 
Быстродействующий однокристальный АЦП 
K110 Aot y ЖЕ промышленность.— 
1986.—№ 2 (150)—С. 16—19. 


К1108ПП1, КР1108ПП1 


Микросхемы представляют собой преци- 
зионные преобразователи напряжение — часто- 
та — напряжение. Выполнены на биполярных 
транзисторах с изоляцией р-п переходом 

Корпус микросхемы К1108ПП1 типа 201.14- 
ya КР!108ПП1 — типа 201.14-1. Macca не более 


Функциональный состав: Г— операционный 


усилитель; //—коммутатор; 1/1-— источник TO- 


ка; [/— компаратор; V — устройство смещения; 
VI— источник опорного напряжения; ИИ — уст- 


актовый 
вигнал 


КИОВИВИА, 6] 


Принципиальная схема включения микросхемы 
К1108ПВ1 (А, B) в режиме работы с внешними 
генератором тактовых импульсов и источником 
опорного напряжения с 10-разрядным циклом 
преобразования 


ройство бланкирования; VIII— выходной Kac- 
кад; [Х— ключ. 

‚ Назначение выводов: 
вход; 4— питание (— Un); 
новибратора; б— вход блокирования; 


] — инвертирующий 
5 — конденсатор од- 
7 — час- 


_тотный выход; ЯУ— вход компаратора неинвер- 


тирующий; 10— вход компаратора инвертирую- 
щий; /1— общий вывод (+0,2, — Un), 
питание (+0,,); 13 —аналоговый выход; 14— 
неинвертирующий вход. 


201, 14-10 a 


T 


[А О i 11 JaVaia 


Электрические параметры 


Номинальные напряжения питания, 
ENT ВВООВОВОВОВАОООЗОВОЗОЗАОВОЗАОВООВОВОООАООВОВОВЗОВОВОВОВОООО +15 В 


Ток потребления от положительного и отрица- 
тельного источников питания при Uai =15,75 В, 
(И: = =15,75 В, О, =Ф0,1 В, не более: 

т ЯР e A T N O E EE 6 МА 

ipu Te -Юи КС iiini 7 MA 
Напряжение смещения нуля на входе при Upi = 
=: 14,25 В, (/,:=-15,75 В, [0 =8 МА: 

о Ter E naai +4 мВ 

при T= —10и +70 Ç assen +8 мВ 
Выходное напряжение низкого уровня при 
(и: = 14,25 В, И. =-14,25 В, 10, =8 МА, 
T= — 10... +70? C, не более ... ль ии ииньвьзькьюинья 0,4 В 
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G) VTS 


ai 


——o4 


Входной ток смещения нуля MO неинвертирую- 
щему входу при (Ин! = 14,25 В, И: = — 15,75 В, 
10 =8 МА, не более: 

при 71425... +70 С oaii 180 нА 

ioi Ta E aa a 250 нА 
Входной ток смещения нуля по инвертирующе- 
му входу при Un = 14,25 В, ПО: =-15,7$ В, 
0 =8 МА: 

e E E E i a E +60 нА 

na Tes C annann a + 100 нА 
Нелинейность АЦП в диапазоне 10 кГц при 
(.! =14,25 В, 0.:=-14,25 В, [2,=8 МА, не 
более: 

mi Tet С unnan 1074 

при T= —10 a +70°С .... ленин 1,75 .10-“ 
Нелинейность ЦАП в диапазоне 10 кГц при 
Ин! = 14,25 В, (1 = - 14,25 В, Ил =| В, Up= 
=—| В, не более: 

gou Ты 2 С ани 1074 

при Tæ —10и +70 C unuci 1,751074 
Абсолютная погрешность преобразования АЦП 
в конечной точке шкалы при Uni =14,25 В, 
Из = - 14,25 В, О’=10 В, [0 =8 МА, T= 
м ООС оао ака +10% 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ПИТАНИЯ, 


нитка 14,25... 15,75 В 

O аи —15$,75.., — 14,25 В 
Входное напряжение: 

низкого УРОВНЯ oupronserimunro —3... = 0,9 В 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ диана 0,9...3 B 
Выходное напряжение высокого Уровня oreren 
аи 2,4... 15,75 В 
Выходной ток низкого уровня по частотному 
ВЫХОДУ oriita неа 2..8 МА 


Выходной ток по аналоговому выходу seernes 
о О и 0.., 0,5 мА 
Температура окружающей среды — 10... +70° С 


Примечания: |. Допустимос значение ста- 
тического потенциала 100 В. | 

2. Абсолютная погрешность преобразования 
может быть умсньшена путем изменения сопро- 
тивления резистора RI. 

3. Согласование уровней компарирования в 
режиме ЦАП с различными логическими уров- 
нями может быть достигнуто путем подачи 
смещения на вход 9 или 10 микросхемы. 
Согласование выходных логических уровней с 
логическими уровнями нагрузки достигается 
выбором необходимого напряжения питания 
выходного транзистора (вывод 7) и ero Ha- 
грузки, 

4, Наличие схемы со свободным коллекто- 
ром и возможность блинкирования по входу 
(вывод Ó) позволяют объединить несколько 
преобразователей, работающих в режиме АЦП, 
на одну нагрузку. Для этого на входы (вывод Ó) 


Inori» лота, МА 


Ги, om1, МА 


90 
-20 0 20 


8 10 1 


Зависимости токов потреб- 
ления от напряжений источ- 
ников питания 


14 Uis дз, B 


|Zix, onz, HA ESTE 
ИТУ КРИТ! | __ 


20 
-20 0 2 


40 507°6 


40 60T°C 8 M k 


Зависимость входного TOKA CMC- 

щения нуля по неинвертирую- 

щему входу от температуры 
окружающей среды 


Зависимость входного тока сме- 

щения нуля по инвертирующе- 

му входу от температуры окру- 
жающей среды 


Зависимость нелинейнос- 
ти ЦАП 
10 кГц от тока нагрузки 0-08! 


всех микросхем, кроме одной, должен быть 
подан цифровой сигнал высокого уровня (U, ). 
Выходной каскад запирается при U >2,4 Ви 
отпирается при Ир <0,4 В. Предельные значе- 
ния напряжения бланкирования Unz < 0, < Ил. 

5. Запрещается подключение к выводам мик- 
росхемы, не задействованным в схемах включе- 
ния. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхемы при выключенных 
источниках питания. Порядок подачи питающих 
напряжений: (,.. Unis Uss, порядок CHA- 
тия напряжений — обратный. Допускается одно- 
временное включение и выключение напряже- 
НИЙ. 

6. Рекомендуется использовать микросхемы 
на частотах входных и выходных сигналов, не 
превышающих 500 кГц. 

7. При проверке целостности цепей РЭА с 
вмонтированными микросхемами напряжения, 
подаваемые на любые выводы, не должны 
превышать 0,5 В, ток—| МА. 

8. Ультразвуковая очистки выводов не до- 
пускается. 


| Lor, ома | НА 


Ш Иа, 8 


Зависимость входного тока сме- 

щения нуля по инвертирующе- 

му входу от напряжений ис- 
точников питания 


тит, senam f 


в диапазоне 
L 21. мА 
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Зависимость абсолютной погреш- 
ности преобразования АЦП в ко- 
нечной точке шкалы от температу- 


ры окружающей среды 


-20 0 20 9 607°C =. 
Зависимость выходного напряже- 
ния низкого уровня от темпера- 250 
туры окружающей среды 20. -Q 20 40 91° 
Схемы включения 
01 


R1 40,2к 
PZA 


ANOSNM, KPHOBAM C 


Схема включения микросхем К1108ПП! и 

КР!108ПП1 в режиме преобразования частоты 

в напряжение (@) и эпюры входного напряже- 
ния (6): 


0,2 мкс < T< [мкс] 


150 
fa max [kru ] 


1000 
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RI 40,28 
в 
2 
а +158 
S S Ch 
-158 TNE 01 
$ Š 
55 
+58 
7 
ых 


Схема включения ‘Микросхем К1108ПП и 
КР!108ПП1 в режимеьпреобразования положи- 
тельного напряжения 0. в частоту в 

диапазоне (0... 10 кГц) 


АПОВТИ 
КРПИОВИИТ 


1 
2 
9 
4 
J 
6 
7 


Схема включения микровхем К1108ПП и 

КР!108ПП1 в режиме преобразования отрица- 

тельного напряжения (0... —10 В) в частоту в 
диапазоне (0... 10 кГц) 


S S 12 +158 
-8 се 

зи 

T w~ 

x $s 


< Фоты ъ x~ 


Схема включения микросхем К1108ПП1 и 
КР1108 ППП в режиме преобразования напряже- 
ния в частоту в диапазоне 100 и 500 кГц 


Soir max» кГц 


Дополнительная литература 


ее В. Б., Кобзарь С. И., Су- 
aban С. Л. Преобразователь напряжение — час- 
тота — напряжение КР1108ПП1 | Электронная 
промышленность.— 1984.— № 6 (134).—С. 23. 


2.24. Микросхемы серии К1109 


Микросхемы серии К1109 — комплект семи- 
и восьмиканальных ключей для управления 
приборами отображения информации. Выполне- 
ны по планарно-эпитаксиальной технологии на 
биполярных транзисторах. 


состав серии входят: K1109KT2, 
K1109KT21, K1109KT22, K1109KT23, 
К1109КТ24 — семиканальные ключи; 
K1109KT61; K1109KT62, K1109KT63, 
K1109KT64, К1109КТ65 — восьмиканальные 
КЛЮЧИ. 


K1109KT2 


Микросхема представляет собой семиканаль- 
ный ключ. Выполнена на основе биполярных 
транзисторов с изоляцией р-п переходом. Пред- 
назначена для управления светоизлучающими 
диодами, накальными индикаторами и другими 
мощными нагрузками. 

Корпус типа 238.16-3. Масса не более 1,3 г. 

Назначение выводов: |[— вход 1-го ключа; 
2— вход 2-го ключа; 3— вход 3-го ключа; 4— 


АЛ 


АОЯКТ2 


вход 4-го ключа; 5— вход 5-го ключа; б— вход. 


. 6-го ключа; 7— вход 7-го ключа; 8 — общий; 


9 — общий вывод диодов развязки; 10 — выход 
7-го ключа; 1|1— выход 6-го ключа; 12 — выход 
5-го ключа; [3 —выход 4-го ключа; 14— выход 
3-го ключа; 15— выход 2-го ключа; 16— выход о 
1-го ключа. 


Электрические параметры 


Выходное напряжение низкого уровня при IS = 
=350 МА, [0 =500 мкА, T= +25° С, не более .... 
ана 1,8 В 
Постоянное прямое напряжение защитного дио- 
да при Inp, sam, д=350 МА, T= +25° С, не более ... 
ИИ И и. 


Коэффициент усиления тока при Ug,=2,5 В, 
№ =350 мА, не менее: 
ПИ ЕО ао 1000 
ВОИ 1 = = 01 С поно 500 
Ток утечки высокого уровня при И„., = 50 В, не 
более: 


ЕО бан 50 мкА 
о SL a E E E 200 MKA 
Входной ток высокого уровня при /1.„=0,5 MA, 
ИО 35 мкА 
Ток утечки защитного диода при Ир = 50 В, не 
более assesses т 50 мкА 


Время задержки распространения при включе- 
нии при [2„=350 МА, [0 = 500 мкА, Т= +25 
Пе БОЛЕ по ианоеюная 1 мке 
Время задержки распространения при выключе- 
нии при /2„=350 мА, T= +25” С, не более ....... 


аа нонааи 1 мке 
Предельная частота коммутируемого сигнала ... 
оо E AA, 50 кГц 
Входная емкость при И =0, /=10 МГц: 
Ne MOREE ооо аль 12 пФ 
Вы И Я 25 n® 
ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ....оееьаьаинивизьвововавьвани вонь 16 ПФ 


Выходное напряжение ........ ан заннкя 50 В 
Коммутируемый TOK .... иная 350 мА 
Импульсный — коммутируемый ток при 
В ВОО О Ю биол авананы 540 мА 
ВХОДНОЙ: TOK приона 25 МА 
Отрицательный входной ТОК ..... еее 50 мА 
Прямой ток защитного диода ceses 500 мА 


Lyr, зщ, A Г МКА 


-20 0 ии T 


Зависимость тока утечки защит- 
ного диода от температуры ок- 
ружающей среды. Заштрихова- 
на область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 
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Рассеивасмая мощность при T= +25" С: 
ОДНОГО КЛЮЧЕ они 0,75 Вт 
МИКРОСХЕМЫ: оон 1,5 Вт 


_ Примечания: 1. Максимально допустимая 
импульсная мощность одного ключа 1 Вт, всей 
микросхемы 2 Br. 

2. При использовании индуктивной нагрузки 
для защиты ключа от возникающих выбросов 
напряжения вывод Ù должен присоединяться K 
ключевому выводу коммутируемого источника, 
питающего нагрузку. 


Гор, защ, д, МА 


AN 
#2 
00! 


15 20,9 

Вольт-амперная характеристика 
защитных диодов, входящих в 
состав микросхемы. Заштрихо- 
вана область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 

повая зависимость 


If, MKA 


mom [ 
г чи 


ри 


Зависимость входного тока 
при высоком уровне входно- 
го напряжения от температу- 
ры окружающей среды. За- 
штрихована область разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая 3A- 
BHCHMOCTb 


O 100 200 300 Ви, мА 


Зависимость выходного Hä- 
пряжения низкого уровня 
от выходного тока нагрузки, 
Заштриховани область pas- 
броса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана типо- 
вая Зависимость 


р pao, mas/ fas, таз (25°) 


шит] Г 


09 
0 20 


Зависимость максимальной рассеиваемой MHK- 
росхемой мощности от температуры окружаю- 
щей среды 


К1109КТ21, К1109КТ22, 
К1109КТ23, K1109KT24 


Микросхемы представляют собой семика- 
ыполнены на биполярных 
транзисторах с изоляцией p-n переходом. Пред- 
назначены для управления мощными нагрузка- 
ми, Каждая микросхема обеспечивает сопряже- 
ние с определенными типами маломощных и 
биполярных МПО-микросхем. Принципиальные 
схемы микросхем К1109КТ22, K1109KT23 и 
К1109КТ24 идентичны, r COCTOHT B CO- 


нальны КЛЮЧ, 


противлении резистора К 


Корпус типа 238.16-3 т К1109КТ2). Масса 


не более 1,5 г. 


40 60 


O- Ш 200 300 I$, nA 


Зависимость коэффициента 
усиления по току УПТ мик- 
осхемы от выходного тока, 
аштриховани область раз- 
броса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплош- 
ной линией показана тино- 
вая зависимость 


80 7,°0 


мии? | | 
MENY 
КА 
Ц > 
А 
TIT 


-20 0 20 40 607°C 


Зависимость тока утечки по 
входу при высоком уров- 
не напряжения на выходе 
от температуры окружаю- 
щей среды. Заштрихована 
область разброса значений 
параметра для 95% микро: 
схем. Сплошной линией по- 
казана типовая зависимость 


ANOIKTEI 
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Сопротивление 


Тип микросхемы резистора RI, кОм 


К1109КТ22 
К1109КТ?23 
К1109КТ24 


10,5 


Назначение выводов: [— вход 1-го ключа; 
2— вход 2-го ключа; 3—вход 3-го ключа: 
4— вход 4-го ключа; 5— вход 5-го ключа; б— 
вход 6-го ключа; 7— вход 7-го ключа; 8 —об- 
щий; 9— общий вывод диодов развязки; 10— 
выход 7-го ключа; //— выход 6-го ключа; 12— 
выход 5-го ключа; [3 — выход 4-го ключа; 14— 
выход 3-го ключа; [5— выход 2-го ключа; 16 — 
выход |-го ключа. 


Электрические параметры 


Входное напряжение при И2,=2 В, 10.= 


=300 мА, не более: 


при Т=+25° С: 
KOSE TA ini 13 B 
KIOSK T an RAS 3 B 
KOSE И ИИ 8 В 
KFIOSE Akera A 2 B 

при T= +70° C: 
KIORE TEI a Е И 14 B 
ВОВ r RE EE E E 3,2 B 
KLOK TAS reien 8,5 B 
О 2,2 В 

при Т=-10° С: | 
о И ИИА 15,5 В 
KUSK T22 ansaan 3,5 B 
KIIOIK T23 дань EEE E 9,5 B 
KOIR TIA airaa A 2,4 B 


Выходное напряжение низкого уровня при 78 = 


Гр, защ, д, МА рык, В 


0 05 1 


15 208 0 


АПОЯКТ2!- ИЯ Т 2 


< 

< ONN 

~> AD 

kaS 
aa 


100 200 300 400 1ь ‚нА 5 


Л 1,8 В 
Постоянное прямое напряжение защитного дио- 
да. при Г, =320 МА, не более доныне 2 В 


Ток утечки выхода высокого уровня при ПИ! „= 
=50 В, не более: 


при 1 = — 10.25 С aei 50 мкА 

при Te 70 С длинной 200 мкА 
Входной ток при T= +25° С, не более: 

при UL =17 В для К1109КТ?21 .............. 1,2 мА 

при UL =3,8 В для К1109КТ22 ............. 1,3 мА 

при (2 =5 В для К1109КТ?3 ........... ..... 0,5 МА 

при Ио =3,0 В для К1109КТ24 .... 25... 2,4 мА 


Ток утечки защитного диода при О» =50 В, не 
более: 

Пр ры 50 мкА 

При = L a DEE 100 мкА 
Входной ток высокого уровня управляющего 
напряжения при 14,=0,5 мА, Т= +70° С, не 
В аа. 50 мкА 
Время задержки распространения при включе- 
нии при 10 =0,5 МА, 1[0,=350 мА, T= +25° С, 
НЕ О 1 мкс 


Время задержки распространения при выключе- ` 


нии при [2 =0,5 МА, 18, =350 МА, `Т= +25° С, 
НО COTO оао 1 мкс 
Входная емкость при И, =0, f=10 МГц ........... 
ий 12...16... 25 пФ 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное выходное напряжение одного 


о ИР И ВИ 50 В 

Максимальный коммутируемый ток одного 

о А И НИ Е АИ 500 мА 
Igy , МА 


Юм 20 ив 


Вольт-амперная характеристика за- 
щитных диодов, входящих в состав 
микросхем. Заштрихована область 
азброса значений параметра для 
5% микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 
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Зависимость выходного на- 
пряжения низкого уровня от 
тока нагрузки. Заштрихова- 
на область разброса значе- 
ний параметра для 95% 
микросхем. Сплошной JIM- 
нией показана типовая зави- 
симость 


Зависимость входного тока 
от входного напряжения. За- 
штриховака область разбро- 
са значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая 34- 
BHCHMOCTb 


Максимальный входной ток одного ключа ........ МИКРОСХЕМЫ ооо вонь 1,5 Вт 


зоо ооо ооо оо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо сочое 


нон 25 мА — Температура окружающей среды —10... +70° С 


Максимальная рассеиваемая мощность при Т= 


=+25° С: 


ОДНОГО КЛЮЧа. дрен 


Г, МА 


CA 
TT 


Зависимость входного тока OT 
входного напряжения. Заштри- 
хована область разброса значе- 
ний параметра для 95% микро- 
схем. Сплошной линией показа- 
на типовая зависимость ' 


Тр, MKA 
KNOIKTZI-KNOIKT24 


"FETA 
MANSE 


IAA ST 
и 
40 


-20 0 20 40 607,55 


Примечание. Входной ток практически не 


0.75 вт Зависит от температуры окружающей среды в 
а | 


диапазоне —10... +70° С. 


Зависимость входного тока от Зависимость входного тока 
входного напряжения. Заштри- от входного напряжения. За- 
хована область разброса зна- штрихована область разбро- 
чений параметра для 95% мик- са значений параметра для 
росхем. Сплошной линией пока- 95% микросхем. Сплошной 


зана типовая зависимость линией показана типовая за- 
BHCHMOCTb 
I yT, saw, д› MKA Рас, таз / Прав, maz (255) 


KNOIKTZI-KNOINT24 


ERNE 
TLL 
p 


РО ИИ 


-20 0 20 40 607°C 0 20 40 60 95015 


KUOIKT21-KIOIKT24 


JA 


В 


Зависимость тока утечки по выхо- 
ду при высоком уровне выходного 
напряжения от температуры окру- 
жающей среды. Заштрихована об- 
ласть разброса значений параметра 
для 95% микросхем. Сплошной 
линией показана типовая зависи- 
мость 


Зависимость тока утечки защит- Зависимость максималь- 


ных диодов микросхем от тем- 
пературы окружающей среды. 
Заштрихована область разброса 
значений параметра для 95% 
микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


но допустимой рассеивае- 

‘мой мощности от темпе- 

ратуры окружающей сре- 
bI 
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K1109KT61, K1109KT62, 
K1109KT63, K1109KT64, 
K1109KT65 


Микросхемы представляют собой восьмика- 
нальные ключи. Выполнены на биполярных 
транзисторах с изоляцией p-n персходом. Пред- 
назначены для управления мощными нагрузка- 
ми. Каждая микросхема обеспечивает сопряже- 


ние с определенными типами маломощных 
биполярных и МОП-микросхем. 
Принципиальные схемы микросхем 


К1109КТ63, К1109КТ64 и KI109KT65 идентич- 
a отличие состоит в сопротивлении резистора 
К 


Корпус типа 2104.18-4. Масса не более 2 г. 
KNOIKTEI 


Назначение выводов: [--вход l-ro ключа: 

2— вход 2-го ключа; 3— вход 3-го ключа; 4.— 
вход 4-го ключа: 5-— вход 5-го ключа: б-— вход 
6-го ключа: 7-— вход 7-го ключа: 8—- вход 8-го 
ключа: 9- общий: /0— общий вывод диодов 
азвязки: //--выход 8-го ключа; /2— выход 
-TO ключа; /3— выход 6-го ключа; 1/4 — выход 
5-го ключа: [5—-выход 4-го ключа: /6-— выход 
3-го ключа; /7— выход 2-го ключа; [8 — выход 
1-го ключа. 


Электрические параметры 


Входное напряжение при T= +25` С, не более: 


ОКТ 62 нони 13 В 
КУК Е оо аа удобны 3 B 
а TOG nirnnionnsure naas 8 B 
KEIR TO T ETT 2 B 


6) 


Сопротивление 


Тип микросхемы резистора RI, кОм 


K1109KT63 
K1109KT64 
K1109KT65 
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Входной ток npu T= +25’ C, не onec: 


KIOK TO? omna 1,2 MA 
о о ее 1,3 мА 
K OOE TOS о оны 0,5 MA 
KORTO ИВ ИН 2,4 мА 
Ток утечки защитного диода при Т= +25° С, не 
DOTEE RE O 50 мкА 


Время задержки распространения при включе- 
нии и выключении при T= +25° С, не более ...... 


ооо 1 мкс 
Коэффициент усиления по току при Т= +25° С, 
НОО ео ети 1000 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное коммутируемое напряжение 50 В 
Максимельный коммутируемый ток ...... $00 мА 


Максимальный входной ТОК ....,.еееиииининния 25 MA 

Максимальная рассеиваемая мощность: 
ОДНОГО" КЛЮЧА nacieron i 1 Вт 
МИКРОСКЕмы incarnada 1,75 Вт 


Температура окружающей среды —10... +70° С 


2.25. Микросхемы серий К1112 
| | и КР1112 


Микросхемы серий К1112 и КР!112 — комп: 
лект преобразователей, предназначенных для 
работы в устройствах экспонометрии и автома- 
тики современных моделей кино- и фотоаппара- 
туры. Выполнены по планарно-эпитаксиальной 
технологии на биполярных транзисторах с 
изоляцией элементов р-п переходом. 

В состав серий входят: 

К!112ПП1 — логарифмирующий преобразо- 
ватель с суммирующим усилителем, стабилиза- 
тором напряжения и источником опорного 
напряжения, 

Р1112ПП2 — устройство определения ба- 
ланса электрического моста с устройством 
индикации. | 


К1112пП1 


ра представляет собой логарифми- 
рующий преобразователь II с суммирующим 
усилителем /[, источником опорного напряже- 
ния / и стабилизатором напряжения IV. Выпол- 
нена на основе биполярных транзисторов с 
изоляцией р-п переходом. Предназначена для 
применения в устройствах экспонометрии и 
автоматики кино- и фотоаппаратуры. 

Корпус типа 4153.12-1. Масса не once 0,8 г. 


$159 12-1 


12 и № 9 8 7 


Назначение выводов: 1— инвертирующий 
вход логарифмирующего усилителя; 2— выход 
логарифмирующего усилителя термокомпенси-. 
рованный; 3-——выход логарифмирующего уси- 
лителя; 4 — неинвертирующий вход логарифми- 
рующего усилителя; 5— общий (—И„); б— уп- 
равление стабилизатором напряжения; 7— Bbl- 
ход стабилизатора напряжения; 8— питание 
(+(.); 9—выход суммирующего усилителя; 
10 — инвертирующий вход суммирующего уси- 
лителя; [|— выход источника опорного HANDA- 
жения; /2— компенсация входного тока инвер- 
тирующего входа логарифмирующего усили- 
теля. 


’Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ............... 5В 
Ток потребления при И,=5 В, Т=+25° С, не 
аа, иены 6 мА 

типовое значение ........ и 4,5 мА 
Напряжение стабилизации при И,=5 В, T= 
д Я ОН 3,8 ... 4,05 В 
Опорное напряжение при И,=5 В, T= +25° С, 
типовое значение ........... „о иинииииннзовьванининияв ‚. 5: В 


Изменение выходного напряжения при измене- 
нии сопротивления датчика на декаду (регули-, 
руется внешним элементом), И.=5 В, А, = 
= 100 Ом, T= +25" С, не более ..............., 700 мВ 
Относительное отклонение выходного напряже- 
ния от логарифмического закона преобразова- 
ния при И, =5 В, T= +25° С, не более ....... 10% 
Температурный коэффициент крутизны преоб- 
разования при И,=5 В, Т=-10...-+355° С, не 


Г И ОИ 0,5% /°C 
(Лт, 9 
h 
%4 
Jl Ан, дм 
5.10 * m? g 


Зависимость выходного напряжения стабилиза- 
тора микросхемы от сопротивления нагрузки 
при различных значениях напряжения питания 
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Uon, сум, В 


-20 0 20 40 5015 


Зависимость опорного 
напряжения микросхемы 
от температуры окружа- 

ющей среды 


дачи 


Температурная нестабильность напряжения ста- 
билизации при И,=5 В, Т=-10... +55° С, не 
DO E a S 1 mB/°C 


Предельные эксплуатационные данные 


Максимальное напряжение питания (кратковре- 
MEHHOE ИЕ ОИ АИ A 6,5 В 
Сопротивление нагрузки суммирующего усили- 
TENA С про оное В 1 кОм 


а AR 100 Ом 


05 
10? 10% 10% 105 108№.,0и 
Зависимости в 
мического пре 
противления 
ниях тем 


ыходного напряжения логариф- 
образователя микросхемы от со- 
генератора при различных значе- 
пературы окружающей среды 
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02 10° 10* 10° 10fR,, 0n 


Зависимости выходного напря- 
жения суммирующего усилите- 
ля микросхемы от сопротивле- 
ния генератора при различных 
значениях коэффициента пере- 


U boix, cym ? B 
“emm 


T=+55°0 


10° 10° 10° 10° R, бм 


Зависимости выходного напряже- 

ния суммирующего усилителя мик- 

росхемы от сопротивления генера- 

тора при К=р-—5 и различных 

значениях температуры окружаю- 
щей среды 


Схема включения 


Типовая схема включения микросхемы 
К1112 п 


КР1112ПП2 


Микросхема представляет собой устройство 
определения баланса электрического моста с 
индикацией, состоящей ‘из операционного уси- 
лителя l, компаратора I и источника опорного 
напряжения III. Выполнена‘ на биполярных 
транзисторах с изоляцией р-п переходом. Пред- 
назначена для применения в устройствах экспо- 


нометрии и автоматики фото- и киноаппара- 
туры. 
Корпус типа 2101.8-1. Масса не более 1, г. 


2101. 8-1 


Назначение выводов: 1— неинвертирующий 
вход; 2— выход; 3— источник опорного напря- 
жения; 4— питание (+U); 5— коллектор p-n-p 
транзистора; б— коллектор n-p-n транзистора; 
7— общий (—И,); 8— инвергирующий вход. 


Электрические параметры 


Напряжение смещения нуля при И, =3 В, не 


оли О ОИ ИЛЬИН ИЯ 30 мВ 
Ток потребления при И„=3 В: 
при T= +25° С, не более ......................... © МА 
типовое значение ............ и. ьио ока ввосвьововоноеьь 2 мА 
при Т=-—10 и +55° С, не более .............. 8 мА 
типовое значение ........... ии зениониненияниинь 5 МА 


Напряжение источника опорного напряжения 


р А РИ: 0,8... 1,1... 1,2 В 
Входной ток при О,=3 В, не более: 
При: ма E ее. 0,2 мкА 
при T=—10 a +55°С usasse 0,3 мкА 
Выходной ток операционного усилителя (вывод 
6) при И, =3 В, не менее ................еееьеьнннь ЗмА 
типовое значение errereen и 6 мА 
Выходной ток компаратора (вывод 5) при И, = 
a 3 B, Ré Мене. ар манны 3 MA 
ТИПОВО@ ЗНАЧЕНИЕ ...ssssssssssssssressssesssrssessrsses 6 мА 
Температурный дрейф источника опорного на- 
пряжения, типовое значение ................ 0,3 MB/°C 


Предельные эксплуатационные данные 


Синфазное входное напряжение ............ 0... 1,2 В 
Напряжение источника питания ............ 2,5...5 В 
Минимальное сопротивление нагрузки .. 
Температура окружающей среды —10... +55° С 


Un, B 


Зависимость опорного напряжения микросхемы 
от напряжения питания 


Un, B 


Зависимость опорного напряжения микросхемы ` 
от температуры окружающей среды 
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Схема включения 


| 
КРУ! 2 ПП2 


Типовая схема включения микросхемы 
КР!112ПП2 в системах ‚ экспонометрий 


2.26. Микросхемы серии К1113 


К1113ПВ1А, К1113ПВ1Б, 
К1113ПВ1В 


Микросхемы представляют собой функцио- 
нально законченные аналого-цифровые преобра- 
зователи на 10 двоичных разрядов. Выполняют 
функцию аналого-цифрового преобразования 
последовательного приближения. onna Ha 
основе биполярной технологии И?Л, ИЛ и 
имеют выходные буферные каскады с тремя 
состояниями, что упрощает сопряжение с шина- 
ми данных. 


Корпус типа 238.18-]. Масса не более 2,5 г. 


28  238.18-1 
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lauenue u 
преобразование 
о 16 9/7 о 10 


K361 (А-В) 


Анилогодый 
xod 


Упрабление 


сдвигом нуля 


состав; 
ИП -—- схема И, а и. нуля: ШИ 


Функциональный — компа ато 
разрядный TI стоковым выходом; И—т и 
пературно-компенсированный источник опорно- 
го напряжения; ГИ — схема гашения и преобразо- 
вания; И/— 10-разрядный регистр последова- 
тельного приближения; ИИ — схема формирова- 
ния тактовой частоты; ИШЫ— о мирователь 
сигнала «Готовность данных», — тактовый 
генератор; Х--выходное буфе т устройство. 

азначение выводов: 1-— разряд; 2— 8-Й 
разряд; 3—7-Й разряд; 4— 6: й разряд; 5— 3-Й 
разряд; б6—-4-й разряд; 7—-3-Й разряд; 8-— 2-Й 
разряд; 9— 1-Й разряд; /0— питание (+Un); 
]|-—гашение и преобразование; 12 — питание 
(—(.:2); /3--аналоговый вход; /4 — аналоговая 
общая шина; 1[5— управление сдвигом нуля; 
16 — цифровая общая шина; /7— готовность 
данных; /8 — 10-Й разряд. 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания: 


Ро иона —15 В 
Ток потребления в режиме «Гашение» при 
И1=+58, ИЦ.=-158, ПИ =ПВ, U= 
=2,4 В, не более: 

от’ первого ИСТОЧНИКА .... ое ееесзиикововоньвеа 10 мА 

от второго источника osccsccresere 20 мА 
Ток потребления в режиме «Преобразование» 
при U= +5 В, И, =-15 В, (0,1 =11 В, Оф = 
=2,4 В, 0%, =0,4 В, /=50 Гц, T= +25° С, tuno- 
вое значение: 


Нелинейность при Un = +5 B, U,2=—15 B, 
U„=10 B, U! =2,2 В, U? =0,4 B: 


ВЕНЕ ее tl ea МЗР 
KIHSHBID inaianei t2 ед. МЗР 
КОВ" пельмени +4 ед. МЗР 
Дифференциальная нелинейность при И = 


= +$ В, Ua = — 15 В, Us = 10 B, И. =2,4 В, 
U?’ =0,4 В: 


КВ ем +1 ед. МЗР 
Е И +2 ед. МЗР 
Е: и +4 ед. МЗР 


Абсолютная погрешность преобразования в ко- 
нечной точке шкалы в униполярном режиме при 
И: =+5В, (.=-15 В, О=ИВ, О = 
a24 B -UT 04 В еакаание +4 ед. МЗР 
Абсолютная погрешность преобразования в ко- 
нечной точке шкалы в униполярном режиме при 
И: =+58, И =-15 В, U„2=5,5B, И! = 
m24 B, U? m04 B О +4 ед. МЗР 
Напряжение смещения нуля на входе в унипо- 
лярном режиме при U a= +5 В, Ua2= — 15 В, 
И, =9,76639,1 В, U! =2,4 В, U? = 
мо: Воронина +3 ед, МЗР 
Напряжение смещения нуля на входе в бипо- 
лярном режиме при И, =+3В, Ua2= — 15 В, 
И :=5,5 В, И! =2,4 D, U? = 

ша В ен ао +3 ед, МЗР 
Время преобразования при И! =+-+5 В, Па = 
=-15 В, О, =ИВ, U} =2,4 В, U? =0,4 В, 
у R E елью 30 мкс 
Ток утечки разомкнутых разрядных выходов 
при U. =+3В, И. =-15$ В, типовое 3Ha- 
О AS 10 мкА 
Входной ток высокого уровня по выводу // при 
напряжении высокого уровня типовое зна- 
TERNO. EE A +40 мкА 
Входной ток низкого уровня по выводу // при 


- (рн, MOP 


omman 
TTT 
E 


Ujun b 


0,19 
. 0,108 
0,106 
0,164 
0,182 
0,18 


Зависимость напряжения CME- Зависимость выходного напря- 
жения низкого уровня от темпе- 
ратуры окружающей среды 


щения нуля микросхемы от тем- 
пературы окружающей среды 


BEZZA 
ERRENA 


20 0 20 40 91 


напряжении низкого уровня, типовое значе- 


ВИ ао оо +40 мкА 
Входное сопротивление в цепи аналогового 
ВХОДА, ТИПОВОС ЗНаченис ...... и инньанинаниие 10 кОм 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


и E 4,75... 5,25 В 
олени — 15,75... 14,25 В 
Входное напряжение: 
биполярного режима... —5,5... +5,5 В 
униполярного рРежими ocrrsrroreree 0... 11 В 
высокого уровня на выводе //..... 2... 4,5 В 
низкого уровня на выводе //........ 0... 0,4 B 


Выходное напряжение на разрядных выходах: 
высокого уровня при токе 0,3 мА ... 2,4...5 В 


низкого уровня при токе 2,5 мА ........ 0,4 В 
Температура окружающей 
СОЕД о rn —10... +70° С 
Примечания: |. Допустимое 


значение 
статического потенциала не более 30 В. 

2. В зависимости от необходимой точности 
номинала полной шкалы сопротивление резис- 
тора А выбирастся от 5 до 50Ом. При 
необходимости иметь шкалу 10,24 В сопротив- 
ление выбипастся от 100 до 200 Ом. 

3. Рекомендуется подавать на микросхему 
напряжения в следующей последовательности: 
потенциал общей шины, напряжение питания 
Ол: = +5 В, И. = —15 В; напряжение на цифро- 
вые входы; входное напряжение. Порядок сжа- 
тия напряжений должен быть обратным. 

4. Для включения микросхемы в униполяр- 
ном режиме необходимо вывод 1/5 соединить 
с выводом /6; в биполярном режиме вывод 15 
должен быть свободен. 

5. Запрещается подача электрических сигна- 
лов на выводы микросхемы при выключенных 
источниках питания, 


Uin 1 В 


0,33 
-20 0 20 4 607% 


Зависимость выходного на- 

пряжения высокого уровня 

от температуры окружаю- 
щей среды 
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15 
-20 0 20 40 91° 


Зависимость тока потребле- 
ния от второго источника 
питания в режиме «Гаше- 
ние» от температуры окру- 
жающей т ppa Un = 


Rix ; KÜN 


K1113NB1 (А-В) 


Тот, МА 


1973 
-20 0 20 40. 9150 


Зависимость тока потребления 

от второго источника питания в 

режиме «Преобразование» от 

температуры аа сре- 
ды при И.=- 


Тот, МА 


АЗ ВУ (A-8) 


Тот, МА 


J, 
-20 0 20 40 607°C 


Зависимость тока потребления 
от первого источника питания в 


режиме «Преобразование» от 
температуры окружающей сре- 
ды при U= 


8 
-20 0 20 40 60T,°C 


Зависимость входного сопротивления от темпе- 
ратуры окружающей среды 


Вхой сигнала 
„Гашение- 
преобразова- 
ние“ 


! Время. 
прердразования 


8х0 сигнала 
„ ППОВИОСТЬ 
данных “ 


Разряйны!е 
данньв 


преобразования 


-20 0 20 4 Ят5 


Зависимость тока потребления от первого ис- 
точника питания в режиме «Гашение» от 
температуры окружающей среды при Из, =5 В 


Сорос 
(в/х0008 


станов 
преофразодания 


/1YCK 


Временные диаграммы 
работы микросхемы 
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Маличие выходных уровней t 


Схемы включения 


+58 

a -158 

z | 

|= = 

с = Вход сигнала „To- 
Š S molnocma банных 
а y Вод сигнала „Taue- 
$ = ние-преобразование“ 
> 


9х00 аналогового 
cuenana 


Типовая схема включения микросхемы в уни- 
полярном режиме 


K1113NB1 (A-8) 


Схема регулировки смещения нуля в пределах 

+3 МЗР (в биполярном режиме резистор R2 

исключается; все резисторы должны иметь ТКС 
не более 107?° C7!) 


2.27. Микросхема серии К1114 


К1114ЕУЗ 


Многофункциональная микросхема представля- 

ет собой устройство управления импульсными 

источниками вторичного электропитания. 
Корпус типа 1102.9-5. Масса не более 5 г. 


KILEY 


Цифровые дыходы 
КИЗ ИВТ (А-В) 


Схема регулировки полной шкалы микросхемы 


KNIZNBI(A-8) 


Схема смещения нуля в пределах +1/2 МЗР 


Функциональный состав: Г— стабилизатор 
напряжения; //— формирователь опорного Ha- 
пряжения; /1/— усилитель обратной связи; [/— 
узел резервирования; Г — ограничитель перегру- 
зки; Г/— формирователь тактовых импульсов; 


1102.8-95 


>] ПИЩИ ИИА И 


ИИ 
пан 
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VI — Pp старт-стоп; Г/Ш— вход управле- 
ния; T `формирователь ра A напря- 
жения; Х—-триггер блокировки; усилитель 
выходного тока; XII — узел заряда конденсато- 
ра связи; ХШ — выключатель базового тока. 
Назначение выводов: 1--выход опорного 
напряжения; 2 —вход для подключения внешне- 
го генератора; 3 —вход обратной связи; 4 — Bhl- 
ход генератора пилообразного напряжения; 5— 
вход триггера ‘защиты; б-—общий; 7-—вход 
выключателя выходного тока; 8 — выход усили- 
теля выходного тока; 9—вход напряжения 


питания. 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ........... 10 B 
Ток потребления: 
при =. в, не GONE occisis 0,5 MA 
при Ur a а 1,5...2 мА 
при = 10 b nP EAE ENT TEE E 2,4 ... 3,2 мА 
при. ОВ, Uaa I Винни: 14...26 MA 
при (=10 B, Оовр, cs = 

= 2,1 го 05 Y ТЕ 110...160 мА 
при = , св = 

=2,5...29 В ны о 60...110 мА 


Опорное напряжение при И, = +0,5 В, f= 
=20 кГц, K=: 
при = + 25° С: 
Uin Taa, оп =0, 2 MA и (0, =10 В, № 


usA E E NEIE T ES, 4'4 В 

U, =10 B, Du sa m0,2 MÀ звовоово вос асано 4 .. 4,5 В 
при Т=+70 и -10°С 

nml? В; О Воины 4... 4,4 В 


Нижний уровень’ пилообразного напряжения 


при ПО, =10 В, (Ц. = +0,5 В, /=20 кГц, К,=1:1, 
He Менее „нии ини г В 
Ea miO Poro ETEN pi% 
=10 B, 0, = = +0,5 В Иж» „=2,18 В К 
К, =1:1, С a, 1,2 В 
Входное Kanpazenne T piii защиты при (= 
аи = +0,5 В, /.=20 кГц, К, = т 


0 
19.2 2,1 


‘среды 


ее О, = 0,5 В, Ор в == 2,6 В, НИК 
Размах выходного напряжения: 
при T= +25° С: 

и и 10 В, 0. = +0,5 В, /.=20 кГц, К, =1:1, не 
менее ее на ск В 
И. =10 В, 0. = 0,5 В, Гы, =! А, f=20 кГц, 
k-ti He Менее areenan 4,5 B 
при Т= +70 и — 10° С: 

„= 12 В, О = 40,5 В, fe=20 КГц, К =1: T 


менее 
Выходное напряжение микросхемы мы c aoe 
тывании защиты при О, =10 В, И. = +0, 
О КГЦ, м оон +9 +5 ka 
о срабатывания при U =10 В, 


осо соо осо во в сб оо в ово ооо соо вов ооо ооо соососо соо воовоовосоов 


= +0,5 В, /.=20 кГц, К,=1:1, не более ... 1$ В 
а. отпускания при U =10В, U = 
= +0,5 В, f.=20 кГц, К,=1:1, не более ... 2,7 В 


Температурный Ao aa ono Karg ranpa 


жения a H U 
=2,2..2,.6 B, r =20 кГц, K, zi 1, ии 
+ 70° Е. не более eenen 0,1% /° С 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение ПИТания ...... инь ининиинньиинни, 7,5 ... 15 В 
Напряжение включения ........еенннньь, 11,3... 12,3 В 
Напряжение обратной связи ............ 1,9... 2,9 В 
Максимальный ВЫХОДНОЙ ток микро- 
У aranan EEE А 
Максимальный выходной ток источника опор- 
ВОГО: НИПОНЖЕНИЯ: лоне $ МА 
Максимальная рассеиваемая мощ- 

ВОТЬ ооо 2,5 Вт 
Частота коммутации ...... и. еиеееанииианинн 100 кГц 


Температура окружающей 
озвасаьь о во вов вавовеввосо в 6 о сб вовъевоввоноаев ще 10 oo -+ 70° C 


Примечания: |. Изгиб выводов допуска- 
ется не ближе 3 мм от корпуса, радиус изгиба 
не менее 0,8 мм. 

2. Пайка выводов осуществляется при TEM- _ 
пературе не более 235° C в течение не более 3 с. 
Перепайка микросхемы допускается 2 раза, 
демонтаж | раз. 


22 29 2% в, В 


Зависимость длительности импульса от напря- 
жения обратной связи 


_ 350 


— THA 


Схема включения 
~ 220 8 


VDS WA226 


vD9 016 


m TVI #426 120063 


yi E 
i 05 АП 
270 


VD1-VD, | + AR 
| 
Г. 
S koa т тг 100K 
4700 |$ Я д. 5.ниги KTOZBA №1742 
a Aea | Dee- +28 B 
| tt [ R4 
1 мс 
| [ RI5 
Злом 
| VDI 
2 : R +98 
| 
| 
| 
| 
| 


ИДИ, VD12 
АД226 


Типовая схема импульсного блока электропитания на микросхеме К1114ЕУЗ 


2.28. Микросхемы серии К1118 
К1118 ПАЛ, КМ1118ПА1 


Микросхемы представляют собой сверхбыст- 
родействующие восьмиразрядные цифро-анало- 
говые преобразователи. Выполнены на биполяр- 
ных транзисторах с изоляцией р-п переходом. 
Корпус К1118ПА1 типа 201.16-8, КМ1118ПА1 
103.16-4. Масса микросхем в корпусе 
a .16-8 не более 1,7 r, B корпусе 2103.16-4 не более 
Г. 


201. 16-8 
= aan 


ii Miili 
И: F 


2104. 16-4 


AraM An ANEAN ieg 


Назначение выводов: |— вход 8-го разряда 


E (16 0oi00800) 


(младшего); 2— вход 7-го разряда; 3— вход 
6-го разряда; 4— вход 5-го разряда; 5— вход 
4-го разряда; б— вход 3-го разряда; 7— вход 
2-го разряда; о 1-го разряда (старшего); 
9—питание (-—5,2 В); 10— инвертирующий 
вход усилителя; о р 12 
— опорное напряжение (+10,56 В); 13 — nenc- 
пользуемый вывод; 1[4— выход; 15 — выход до- 
полняющий; /б — общий. 
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KIMENAT, KMTIENAI 


T 
“0 И 


A 


f |R мы | 


ИТ/7. | ИТ 


Е ЕСС Е 


12 10 íí 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение .............ниннни —5,2 В 
Ток потребления при И =- 5,46 В, Un= 
= +10,56 В, U} =-— 1,105, —1,052, —1,151 В для 
Т=+25, +70, —10° C соответственно, не 
ии Пао 130 мА 
Абсолютная погрешность преобразования в ко- 
нечной точке шкалы при U =—5,2 В; U n= 
= + 10,56 В: 
npu ЛЕС, = Ва +5% 
при Т= +70° С, Из = -— 1,052 В ............. +5% 
при T=+10 C, Uks = hISi B ceai +5% 
Нелинейность при U, = — 5,2 B, U„„= + 10,56 В: 
при Т=+25°С, 01=-1 (105 В 0°= 
ars [2205 Военная +1/2 M3P (+0,195%) 
при T= +70° С, (1 = 1,052 В, U} = 
а e И + 1/2 МЗР (+0,195%) 
при Т=-10°С, Иь=-1151В, = 
р С И КР + 1/2 МЗР (+0,195%) 


Выходной ток смещения нуля при (= — 5,2 В, 


И, = +10,56 В, U% =-—1,505, —1,48, —1,51 В 
для Г= +25, +70, —10° C соответственно, не 
DOO ОВ ИТ И И К НИ 50 мкА 
Входной ток высокого уровня при U „= — 5,2 В, 
И „= + 10,56 В, U} = — 1,505, — 1,052, — 1,516 В: 

при T= +25” С, не более ол 180 мкА 

при T= —10 и +70? С, не менее .......... 10 мкА 
Входной ток низкого уровня при U, = — 5,2 В, 


И „= + 10,56 В, U} = — 1,105, —1,48, —1,516 В: 
при Г = 2)” ©, Че МЕНЕ ди 10 мкА 
при Т= — 10 и +70° С; не более ........ 180 мкА 

Изменение выходного тока при U, =-—5,2 В, 

И„= +10,56 В, Ив = — 1,105, —1,052, — 1,151 В, 

0% =-—1,505, —1,48, —1,516 В для Т=+25, 

+70, — 10° С соответственно, не бо- 
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ó 4 9 2 


VTIS) ИИ| ИМ] И] И 


E1 а ATE AEEA EA IET 100 MKA 
Изменение выходного тока при изменении 
напряжения питания от —5,46 до —4,94 В, 


(„= + 10,56 В, Ul = —1,105, — 1,052, — 1,151 В, 
US =s =1[48 —156В для. Tara. 
+70, — 10° C соответственно .............. +100 мкА 
Изменение выходного тока при изменении 
напряжения на выходе от —1,3 до +2,5 В, 
U = — 5,2 В, U „= + 10,56 В, U} = — 1,105, 
— 1,052, — 1,151 В (10, = — 1,505, — 1,48. 
— 1,516 В для T= +25, +70, — 10? С соответст- 
ВЕНЕ а а +100 мкА 
Время задержки распространения сигнала при 
выключении при („= — 5,2 В, U} =0,9 В, U! = 
1.2 В. 0 = ИВ. T=+25 С. He 
ООО: оса ооо он 6 нс 
Время задержки распространения сигнала при 
включении при U ,=-—5.2 В, И! =0,9 В, U} = 
=—1,7 В, О =+10,56 В, Т=+25 C, не 
о ОИ РИ S A 6 нс 
Время установления выходного тока при U, = 


=—5,2 В, И = - 0,9 В, V= +10,56 В, И = 

= —1,7 В, T= +25? С, не более ..... „инь: 20 нс 

Входные напряжения логических уровней: 
аа — 1,516... — 1,480 
E p ETNA PANEIS N — 1,151... — 1,052 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ............... — 5,46 ... —4,94 В 

Максимальные входные напряжения логических 
УРОВНЕЙ. оо а —5,2...0 

Опорное напряженис ............енньнние. 9,9... 10,6 В 

Максимальный опорный TOK ..............ньннинн 5 МА. 

Температура окружающей 

СРЕДЕ лье —10... +70° С 


Примечания: 


1. Допустимое 
статического потенциала 1000 В. 
д. Порядок подачи питающих напряжений 


значение 


следующий: вывод J6 подключить к общей 


Inor, МА 


9 
495 51 52 5950,5 


Зависимость тока потребле- 
ния от напряжения питания 


ых, см, мкА 


KONAT 
KMINENAT 


49 5 51 42 531,8 


Зависимость выходного тока Зависимости входного тока от тем- 
пературы окружающей среды при 
различных уровнях входного на- 


смещения нуля от напряже- 
ния питания 


вых й Твых (0) 
1 вых (0) 


АЛТЗПАТ АМА 


Аи y a 


ходного напряжения 


12? Зак. 2586 


2х, B 


Зависимость относительной раз- 
ности выходных токов от вы- преобразования от напряже- 


Фатх МА 
АТИВЛАТ, ИМЛИВПАТ 


-20 0 20 40 607°C 


Зависимость тока потребле- 
ния от температуры окру- 
жающей среды 


Is» 1, MKA 
120 


-20 0 20 40 5607°5 


пряжения 
ов 7 % 


KIGNAT, KMIIONAI 


49 5 51 52 53U,8 


Зависимость нелинейности 


ния питания 


шине, на вывод 9 подать напряжение —5,2 В; 
подать опорное напряжение на вывод 12 через 
резисторы R9, R13. 


I swx, cM? MKA 


KINENAL КМЕТА! 


0,4 
-20 0 20 40 915 
Зависимость выходного TOKA сме- 


щения нуля от температуры окру- 
жающей среды 


I бых i дых (5,2 B) 
boix (528) 


49 5 31 42 53 540,6 


Зависимость относительной 
разности выходных токов от 
напряжения питания 


Mr бых ? % 


KINENA КИПИА! 


-0 0 2 


40 91° 


Зависимость нелинейности пре- 


образования’ от температуры 
окружающей среды 
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Схема включения 


ИД 
- Пи” 


RIS 
х = 
X Q № Hik 
ъ RJ 
5, — 
З = js 
х 5 RII 
x = 29 р r 470 Uon =+/08 
T 
` Q 
Е > n pe 10! Е 1 T 
i < ди. 
< 1o 7 33K 
9 
(3 U= -5,28 
S Eci L e Lor 
-2,0 8 LU L+ 10016 j 


Типовая схема включения микросхем К1118ПА1 
и КМ1118ПА1 для работы на согласованный 
тракт с волновым сопротивлением 50 Ом 


2.29. Микросхемы серии К1401 


Микросхемы серии К1401 — четырехканаль- 
ные операционные усилители. Выполнены по 
планарно-эпитаксиальной технологии на бипо- 
лярных транзисторах с изоляцией элементов р-п 
переходом. Предназначены для работы в ус- 
тройствах автоматики, измерительной техники 
и других устройствах радиоэлектронной аппара- 


_ туры. 


В состав серии входят: 
К1401УД1, К140ТУД?2 — четырехканальные 
операционные усилители; 


ри 4 


бы 7 


аа 


- ви! в 1 
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K1401941 


ВЕ а 


® 12 С 
-Exo 4 + Вх00 4 


К1401УДЗ — четырехканальный 
мый операционный усилитель. 


управляе- 


К1401УД1 


Микросхема представляет собой четырехка- 
нальный операционный усилитель. 

Корпус типа 2101.14-2. Масса не более 2,5 г. 

‚ Функциональный состав: I, II, Ши IV— one- 
рационные усилители 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
каналов соответственно. 


2101. 14-2 


15 


dona ключа 


ыы 9 и 2 


d . A T. 
+ Bao J -Boð J + Bxoð 2 -8xoð 2 


^14+019Д1 
нити шп 


в 


Назначение выводов: l, 7, 8, 14— выходы 
1-го, 2-го, 3-го, 4-го каналов соответственно; 2, 
6, 9, 13 — инвертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 
4-го каналов соответственно; 3, 5, 10, 12 — неин- 
вертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го кана- 
лов соответственно; 4— питание (— U) 11— 
питание (+U). 


Электрические параметры 


Максимальное выходное напряжение при U „= 
=15 В, А,„=2 кОм, не менее: 


ты -Teka И НИ 12,5 В 
при Т=-—45 и +100°С......................... 10 B 
Ток потребления при U, ,ı=15 B, не более: 
при РЕЛЕ вона 8,5 мА 
при ТГ=-—45и +100°С....................... 10 мА 


Входной ток при И. =15 В, R, =5 кОм, не 
более: 


9 10 


и 20 25U,8 01 


Зависимость коэффициента усиле- 
ния напряжения от напряжения 
питания. Заштрихована область 
разброса значений параметра для 
95% микросхем. Сплошной линией 
показана типовая зависимость 


Зависимость коэффициен- 
та усиления напряжения 
от частоты 


при T= 100 Сы ее 150 нА 

при == Са 300 нА 
Коэффициент усиления по напряжению при 
U =15 В, В,=5 кОм, не менее: 

при Г=-45 и 25°C eiiie 2.103 

принт ПО рес 1,5 -10° 
Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения при И =15В, К,=5 кОм, T= 


=+25° С, не менее .................ьзиизенььь 0,5 В/мкс 
Входное сопротивление при U =15 В: R=, 
T= +25° C, не менее ................зьиинььиьь 100 кОм 
Частота единичного усиления при И, =15 В, 
К„=5 кОм, T= +25° С, не менее .......... 2,5 МГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 


однополярное „ео аланы 4... 30 В 
пвуполярное: иене +2... +1$ В 
Максимальный Выходной ТОК ................. 10 мА 
Максимальный Входной ТОК .............нннньь, 1 мА 
Максимальная рассеиваемая мощность'!: 
при Т=—45... +50°С :.. д еьььььь. 400 мВт 
при: ТЕКО С еее ен 200 мВт 
Температура окружающей 
СРД ла aN — 45... +100° C 


1 При T= +50... +100°С P 


рас, тах 


снижается линейно. 


Примечания: 1. Допустимое 
статического потенциала 500 В. 

2. Пайка выводов допускается не ближе 
1,5 мм от корпуса при температуре 235°С в 
течение не более 5с. 


значение 


ых, Е 
мне | 


10 ХА O Z 4 6 R, /бм 


Зависимость максимального Bbl- 
ходного напряжения от сопро- 
тивления нагрузки. Заштрихова- 
на область разброса значений 
параметра для 95% микросхем. 
Сплошной линией показана ти- 
повая зависимость 
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Inst, МА 


K1401941 


Utu, таг, 8 


740797 


r 


Е 
2 
o 


5 
50 5 п 250,8 


Зависимость максимального выходного напря- Зависимость тока потребления от напряжения 
жения от напряжения питания питания. Заштрихована область разброса зна- 
чений параметра для 95% микросхем. Сплош- 

ной линией показана типовая зависимость 


К1401УД2А, К1401УД2Б, 
К1401УДЗ 


Микросхемы представляют собой четырехка- 
нальные операционные усилители. 

Корпус микросхем К1401УД2А, К1401УД2Б 
типа 2101.14-2 (см. К140УДТ), К1401УДЗ — типа 
2103.16-3. Масса не более 2,5 г. 


№14 074Д2(А, 5) Н КНС, 5), P 
w 3 2 3l 8 i 


о Выход 
Цель смещения 


Вход 


= АЯ 
piia 
[f Е 


ЕЕ: ЕЕ НЕЕ 
= ~ 


ее 
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2103. 16-3 i 


PEE E IRN EAR 
По ННННННЕ 
РРР 


0148 (16 дыдод08) 


Назначение`выводов: 

в корпусе 2101.14-2: [, 7, 8, `14 — выходы 
1-го, 2-го, 3-го, 4-го каналов соответственно; 2, 
6, 9, 13 — инвертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 
4-го каналов соответственно; 3, 5, 10, 12 — nenn- 
вертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го кана- 
лов соответственно; 4— питание (—U,) 11— 
питание (+U); 


в корпусе 2103.16-3: 7, 7, 10, 16 — выходы 
1-го, 2-го, 3-го, 4-го каналов соответственно; 2, 
Ó, j1, 15 — инвертирующие входы l-ro, 2-го, 
3-го, 4-го каналов соответственно; 3, 5, 12, 
14 — неинвертирующие входы 1-го, 2-го, 3-го, 


140193 


| 
| 
| 
h 
4 | 


"Вход 5 


ТН 


— — — — — — — — —-— 


K140194 3 
16 n 3 n n 


KAKA 


4-го каналов соответственно; 8 — управлением, 
1-м, 2-м, 4-м каналами; отт авление 3-м кана- 
лом; 4 — питание (+U. 13 — питание 


(= Ú, 
Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания: 


К1401УД2А, К1401УДЗ ................н.. +15 В 

КЧОГУД2Б AIM unan 9 В 
Ток потребления при U,„=U ты, R= 0, T= 
=.T min +. Tnax HE более: 

KHOIYIĄDA о лье ЗмА 

KIOIN D а NT A 2 мА 

С inenen anann A MÀ 


Нормированное напряжение шума при U,= 


=О м Л=1кГц, А, =0, Т=+25°С для 
К1401УД2А, К1401УДОБ, типовое —значе- 
E ПИ ЕЯ РИ АА .... 50 нВ/ Гц 
Максимальное выходное напряжение, не менее: 
при T= +25° С: 
К1401УД2А (U = +15 В, ПО„=0, В, R,” 
ОМ а +12 В 


Boixoð 1 
Выход 7 
Выхой 16 


+U 
O 4 


Гиещенце 
9-го канала 
о9 


[мещение 
1.2,4-го каналов 
о8 


-U 
о 13 
Выход 10 


9 


К1401УД2Б (U, =+15B, U„=0,1 B, R,= 


SAROM о: +3 B 
К1401УДЗ (0„= +15 B, U,=0,1 В, Lnp= 
==10 MKA, К, =10 KOM) .............. нь +12 В 


при T= +100° С (+70°С для K1401Y M3): 


К1401УД2А (U= +15 В, U „=0,1 В, R= 
а +12 В 
К1401УД2Б (И, =+58В, U „=0,1 В, R= 


L TOM] По +3 B 
К1401УДЗ (U =+15B, U,=0,1 В, Lnp= 
=10 мкА, А, =10 кОм)...,......иенььь, + 11,5 В 


при Т= —45° С (—10°С для К1401УДЗ): 


К1401УД2А (И.=+15 В, U,„=0,1 B, В, = 
SIROM) реечные +11,5 В 
К1401УД2Б (U,=+5B, U,„=0,1 B, В,= 


ОМ) arar A +3 B 

К1401УДЗ (U ,= Tis В, О =0,1 В, Lmp= 

=10 мкА, R, =10 кОм) .................... +11,5 В 
Напряжение смещения, не более: 

при T= +25 С: 

К1401УД2А (U, = +15 В, R,= 

SLIMIN +5 мВ 

К1401УД2Б (U= +5 В, R= 

SORMI И НИ +7,5 мВ 

К1401УДЗ („= +15 В, Inp=10 мкА, R,= 

s TO KOMI о рае +6 мВ 


при T= +100°С (+70° C для К1401УДЗ): 


К1401УД?А (0,= +15 В, R,= 


SS ROMTE Е +7,5 MB 
K1401yY 25 (U, ,= +5 B, Ra” 

er KOND si +10 мВ 
К1401УДЗ (U= +15 B, Inp=10 MKA, R,= 
“IO ROM) curae +o MB 


при T=—45° C (—10° C для К1401УДЗ): 


К1401УД2А (U,=+15 В, R,= 


SROM oira a TR ENR +7,5 MB 
К1401УД2Б (U, = +5 B, R= 

2 КОМИ, ааа + 10 мВ 
К1401УДЗ (U = +15 В, Г.„=19 мкА, R,= 
STO KOMT EEN +7,5 MB 

Разность входных токов, не более: 
при Т=+25° С: 

К1401УД2?А (U = +15 В, R= 
о A 30 вА 
К1401УД?2Б (U, = +5 В, R= 

<Я Е 60 нА 
К1401УДЗ (U, = +15 В, [„„=19 мкА, R,= 
J0 KOM) aaa OOE 100 нА 


при Т= + 100° C (+70°C для К1401УДЗ): 


К1401УД2А (И. =+15 В, R,= 


Р.Е А НЕ 60 нА 
К1401УД?2Б (U= +5 B, R= 

SS E MS er A 100 нА 
К1401УДЗ (U = +15 В, [„р=19 мкА, К, = 
О неа 100 нА 


при T= —45°С (—10°С для K1401Y M3): 
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К1401УД2А (U, ,=+15 В, А,= 


A ROMI оны 100 нА 
К1401УД2Б (U,=+5 В, R,= 
w2 ROM) И ИР 100 нА 
К1401УДЗ (U„=+15 B, [np=10 мкА, R,= 
ОМ orae TR а 100 нА 
Входной ток, не более: 
при T= +25° С: 
К1401УД2А (U ,=+15 В, R,= 
SATOM) aa CEL TESE 150 нА 
К1401УД2Б (U, = +5 В, R,= 
SLOM ИИ 150 нА 
К1401УДЗ (ПО, = +15 В, [›=10 мкА, R,= 
ОМ arrin aa 250 нА 


при T= +100°С (+70° C для К1401УДЗ): 
К1401УД2А (0„= +15 В, В, = 


в. о ОИ ИАН 150 нА 
К1401УД2Б (U = +5 В, R= 

SA ON И рт 300 нА 
К1401УДЗ (О, = +15 В, Inp=10 мкА, R,= 
ОКО: а 250 нА 


при T=—45° C (—10°С для К1401УДЗ): 
К1401УД2А (U ,=+15 В, R,= 


SANON) on A 300 нА 
К1401УД2Б (U= +5 В, А, = 

ОИ rcli a 300 нА 
К1401УДЗ (U= +15 B, [„„=190 MKA, R,= 
S TOS OMI ia ET 250 nA 


Коэффициент усиления напряжения, не менее: 


при Т=+25° С: 
К1401УД2А (U, = +15 В, R,= 


STROM Е 50 . 103 
К1401УД2Б (U =+5В, R= 

E E e 25.103 
К1401УДЗ (U =+15 В, I„„=10 мкА, А, = 
ТОКОМ) онлаин 50 . 103 


при Т= +100° С (+70°С для К1401УДЗ): 
К1401УД2А (И. =+15 В, В, = 


р реа оба 25.103 
К1401УД2Б (U,=+5B, В, = 

SRONA o и 10 -10° 
К1401УДЗ (U,=+15B, I„„=10 мкА, R,= 
SIO TOM o a A AA 25 -10° 


при T=—45° С (—10° C для K1401y M3): 
К1401УД2А (U, ,=+15 B, R,= 


КО А 50 - 10° 
К1401УД2Б (И.=+5В, В. = 

А 25.103 
К1401УДЗ (U,=+15B, I„„=10 мкА, В,= 
р 25.103 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений, не менее: 


К1401УД2А (U„=+15B, U= +10 В, 
R,=0, Т==45... +100° © 70 дБ 
К1401УД2Б („= +5 В, Иь= +2 В, R,=0, 
а о 70 дБ 
Т= +100° С 


К1401УДЗ (U =+15 B, U.«=+10 B, Lnp= 
= 10 мкА, К„= 10 кОм, Т=-10... 
О раба ооо ринок 70 дБ 
Температурный коэффициент напряжения сме- 
щения нуля при T= —45... + 100°С, не более: 


К1401УД2А (U,=+15 B, В, = 


SAROM) Е и 30 мкВ/ С 
К1401УД2Б (U, =+5 В, R,= | 
О Е 30 mkB/° С 


Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения при ЦИ, = +5 В, И„=+3В, R= 

=2 кОм, Т=+25°С для К1401УД72Б, не 
О о бои 0,35 В/мкс 
Коэффициент разделения каналов при /=1 кГц, 
T= +25° С, не менее: 


КОТ ДА на 120 дБ 
КАЗОРУ ДОБ, оао о 110 дБ 
Входное — сопротивление, среднее значе- 
В а ами 200 кОм 


Частота единичного усиления, не менее: 
Е ОРДА. ое ионы 1 МГц 
K1401 Y [25 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания: 
К!1401УД?А (Т=-—45... 


О роты +1,5... +16,5 В 

К1401УД2Б (Т=-—45... 

ке О НИ, +3... + 16,5 В 

К1401УДЗ (при Т=-10... 

О ет оао +1,5... +16,5 B 
Максимальное входное дифференциальное Ha- 
пряжение: 

К1401УД2А при T= -—45... 

PIOU G ода i 2U,—3B 


ð W 


№ 200,6 Е 


Зависимости напряжения смещения 

нуля от напряжения питания при 

различной температуре окружаю- 
щей среды 


29 


Зависимости максимального 
выходного напряжения от 
сопротивления нагрузки 


К1401УД2Б при Т=-—45... 

PI CG О U,—3B 

К1401УДЗ при T= —10...+70°C .... 2U ,—3B 
Максимальное синфазное входное напряжение: 

К1401УД2А при T= —45... 


ЕО Ве +(U, —2) B 

К1401УД2Б при T= —45... 

Г DEE E INNT AO U, —1,5 В 

К1401УДЗ при Т=-10... | 

L ОТ +(0,—2)В 
Максимальный выходной ток К1401УД?А, 
К1401УД2Б каждого канала при Т=-45... 
WO о ИРИ ВИН 5 МА 


Максимальная рассеиваемая мощность": 
К1401УД2А, К1401УД>Б: 


при Т=-—45... +50°С .................... 600 мВт 

при. ТЕ 100. С ау 200 мВт 
К1401УДЗ: 

при Т=-—10... +50°С .................... 500 мВт 

При T= G oiia 200 MBT 


Температура окружающей среды: 
К1401УД2А, К1401УДРБ .... —45... +100° С 
КЛаТУД: озна —10... +70° С 


' При T= +50... + 100° СР 


с а для К1401УД2А, К1401УД2 
и Т=+50...70°С для К140ГУД 


изменяется линейно. 


Примечания: |. Допускается при исполь- 
зовании однополярного питания подключение 
сопротивления нагрузки к положительному по- 
люсу источника питания. 

2. Допускается использование несимметрич- 
ного питания при условии ЗВ<|+И,|+|- 
~ al< | 

3. Допускается двуполярное питание микро- 
схем К1401УД2Б при условии |+И.|+|0:|< 
< 16,5 В. 


U вых, тат 


Ан, KON 05 1 hő Ry, KOM 


Зависимость максимального 
выходного напряжения от 
сопротивления нагрузки 
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Ux 8 
щи | 


01 1 10 и 


Зависимость выходного на- 
пряжения от частоты при 
О, = +15 В, т > мВ, К, = 


=] 


[вши [ 
ЕЕ 


и | 


10 10074 


Зависимость коэффициента 
усиления напряжения от час- 
тоты 


I упр» "KA 


Зависимость тока потребле- 
ния от тока управления 
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Гот, МА 
рва — 


7=+25 °С 


ó M 


Зависимость разности входных 

токов от напряжения питания 

при различной температуре ок- 
ружающей среды 


№ 200,8 5 М B 28 


Зависимость тока потребления 

от напряжения питания при раз- 

личной температуре окружаю- 
щей среды 


Кос, co, ДЕ 
[inoa | T 


Koc, cp» A5 


0 1 


ли 


Зависимость коэффициента 
ослабления синфазного сиг- 
нала от частоты 


Зависимость коэффициента ослаб- 
ления синфазного сигнала от уров- 
ня этого сигнала 


Тб, Aly, НА 


12 Lyp, "KA 


Зависимости входного тока и раз- 
ности входных токов микросхемы 
от тока управления 


Зависимость напряжения сме- 
щения нуля от Тока управ- 
ления 


Koc,cp> ДВ 
mom 


Зависимость коэффициента 


усиления напряжения от то- 
ка управления 


Схемы включения 


Зависимость коэффициента 
ослабления синфазного сиг- 
нала от тока управления 


12 Iynp, "KA ó 6 7 8 Ra KÜN 

Зависимость коэффициента 

усиления напряжения от со- 
противления нагрузки 


Схемы включения одного из каналов микросхем К1401УД2 (А, B): 
а —однополярное питание; б— двуполярное питание; в--схема балансировки усилителя 


Типовые схемы включения микросхемы 
К1401УДЗ: 


а— двуполярное питание; б — схема балансировки, К/=1 кОм, 
К2=К3=100 кОм, В,р=|—И,|-0,6 


/Imp; при подключении к 
+U 


положительному полюсу К =(| |1+|1-9,|-0,6) /Туар 


2.30. Микросхема серии 
КБ1402 


КБ1402УЕ1-1 


Микросхема представляет собой р-каналь- 
ный малошумящий истоковый повторитель. 
Предназначена для применения в микрофонных 
предварительных усилителях, в электретных 
микрофонах, в устройствах регистрации и изме- 
рения слабых электрических сигналов от источ- 
ников с высоким внутренним сопротивлением, 
во входных каскадах операционных усилителей, 
в сенсорных системах управления, в высокоом- 
ных преобразователях переменных электриче- 
ских сигналов в постоянный ток. | 

Бескорпусные, с защитным покрытием и 
гибкими выводами. Масса не более 0,1 г. 
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Вход 


01 


Общий 1Выхоб \-Ц, 

Электрические параметры 
Напряжение шума на выходе при U, „= -— 1,5 В, 
С„=9,1 пФ, R21 МОм, не более ...... 2,5 мкВ 

типовое значение ................аиииньииньннние 1,9 мкВ 
Ток потребления при И =-—1,2 В, не 6o- 
Е ne 70 мкА 
ТИПОВОЕ ЗНачение ....:;. деи иеииивианньннее 40 мкА 
Ку, 


эх 


10° 10! 102 10° 10° 


Зависимость коэффициента 
усиления напряжения от час- 
тоты 


-40 -20 0 


ronner [ 


SAMEN 
NULL 
О E 


20 40 60T,°C 


Зависимости тока потребления от 
температуры окружающей среды. 
Заштрихована область 


Коэффициент усиления напряжения при U, ,= 
=—1,23В, О. =30 мВ, У=| нц, С,.=9 пФ, ' 
В. МОМ. Be МЕНЕЕ: ааа 0,36 

ТИПОВ: ЗНАЧЕНИЬ ео 0,5 
Входное сопротивление при U ,=—1,2 B, f= 


SIED. НЕ MENCE деи 30 МОм 
Выходное сопротивление при U ,=-—1,2 B, f= 
=r ОНО, GORE a 3,5 кОм 

ТИПОВОе: ЗНАЧЕНИЕ: елены 2 кОм 


Коэффициент нелинейности амплитудной харак- 
теристики при И =-—1,2В, О, min=30 MB, 
Ох. тах = 80 МВ, /=1 кГц, С„=9,1 пФ, К„>21 МОм, 
He БО небе 0,02 
Граничные частоты полосы пропускания по 
yposno 0.95 пене 2...2.10>Гц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................... —0,3... —10 В 
Напряжение на входе при К, =0 ....... + 0,4 В 
Минимальное сопротивление нагрузки ......... 0 


Температура окружающей среды '—45... +85° С 


Kyu 
aer T 


Зависимость коэффициента 
усиления от напряжения пи- 


разброса тания 


значений параметра для 95% мик- 
росхем 


-49 -20. 0 


O 100 200 300 Up, MB 


Зависимость коэффициента 
гармоник от выходного на- 
пряжения 


362 


20 40 6017,5 


Зависимость коэффициента 
усиления от температуры ок- 
ружающей среды 


Ош вх, #B/ VT 
оне 


10° 10! 102 10° 10% 


Зависимость приведенного ко вхо- 
ду напряжения шумов микросхемы 
от частоты при О„=0, Си=0 


Схема включения 


KTA: 
KB1402YE1-1 


C= IInp 


Типовая схема включения микросхемы 
КБ1402УЕ]-1 


2.31. Микросхемы серий 
К1407, КФ1407 и КР1407 


Микросхемы серий К1407, КФ1407 и КР1407— 
комплект малошумящих операционных усилите- 
лей. Выполнены по планарно-эпитаксиальной 
технологии с изоляцией элементов р-п перехо- 
дом (К1407УД2 и КР!407УД2, К1407УДЗ и 
КР1407УДЗ, КФ!407УД4) и с изоляцией mma- 
лектриком (К1407УД] и КР1407УД]). Предназ- 
начены для построения различных узлов радио- 
электронной аппаратуры. 

В состав серии входят: 

К1407УД1, КР1407УД1 — малошумящие ши- 
рокополосные операционные усилители; 

К1407УД2, КР1407УД2 — программируемые 
малошумящие операционные усилители; 

К1407УДЗ, КР1407УДЗ — программируемые 
малошумящие широкополосные операционные 
усилители; 

КФ1407УД4 — четырехканальный операцион- 
ный усилитель с пониженным уровнем шума. 


К1407УД1, КР1407УД1 


Микросхемы представляют собой малощу- 
мящие широкополосные операционные усили- 
тели. Выполнены на биполярных транзисто- 
рах с изоляцией элементов диэлектриком. Пред- 
назначены для применения в качестве чув- 
ствительных предварительных усилителей для 
низкоомных фоторезисторов, головок воспроиз- 
ведения в видеомагнитофонах. Рассчитаны на 
работу с низкоомными генераторами сигна- 
лов от 100 Ом до 1 KOM, обеспечивают. воз- 
можность регулировки тока управления от 
250 мкА до l1 MA, имеют широкую полосу 
пропускания (6 МГц, типовое значение) при 
К, и=80. 

Корпус микросхемы КР1407УД|1 типа 
2101.8-1, К1407УД1 — типа 301.8-2. Масса мик- 
росхемы в корпусе 2101.8-1 не более 0,7 г, в 
корпусе 301.8-2— не более 1,5 г. 


2107.8-1 


$018-2 
1+ 45°= 9/5 ° 


Назначение выводов 

в корпусе 2101.8-1: Z — коррекция 1 (баланс); 
2 — инвертирующий вход усилителя; 3— HEHH- 
вертирующий вход усилителя; 4— питание 
(—0.); 5— коррекция 2 (баланс); б—выход 
усилителя; 7 — питание (+U); 8— ток управле- 
HHS; 

в корпусе 301.8-2: |[—ток управления; 2— 
коррекция | (баланс); 3 — инвертирующий вход 
усилителя; 4 — неинвертирующий вход усилите- 
ля; 5 питание (—0,); б-—_коррекция 2 (ба- 
ланс); 7— выход усилителя; 8 — питание (+U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ........ +5 В 
Ток потребления при U ,= +5 В, Г, =0,9 мА: 
при T= +25° С, не более ........... шили, 8 МА 
THRONG MATERNE ление 5 МА 
при Т=-—45 и +70° С, не более .... 10 мА 
типовое. значение .................зеииитенинанинь 5,5 мА 


Нормированное напряжение шума при U, ,= 


= 5 В, [„р=0,9 мА, f=10 кГц, Т= +25° С: 
при К, = 500 Ом, не более ................ 5 нВ/./Гц 
типовое значение ............. ии илььнини 3,5 инВ/./Гц 


при К, =0, типовое значение 1,8 нВ/_/Г ц 
Максимальное выходное напряжение при И. = 


=+5 В, [.„=0,9 мА, К„=2 кОм, T= +25° С, 
ИЕ MERGE а +3... —-2 B 
типовое значение ........................ +4... —3,4 В 


Напряжение смещения при U,=+5 B, [„›= 


=0,9 мА, T= +25° С, не более ............. 10 MB 

типовое значение ............. „зо оеьеньннеьньюнне 1 мВ 

Входной ток при И, = +5 В, 1„„=0,9 мА, T= 

14420 CG, Не: Обе ново 10 мкА 
мн, иВ/У 


0 10 20 


50 Rynp, NON 


Зависимость тока потребле- 
ния от сопротивления уп- 
равляющего резистора 
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тет — 
ООО ПО ПОВ ИИ 


Kanaa Ry = 300 0n 


10 102 103 10* 10fF Ty +7 +4 +5 


Зависимости приведенного ко 

входу микросхемы напряжения 

шумов от частоты при [„р= 
=0,9 мА 


типовое значение ............... и. ениинининньь Z; 7 МКА 
Разность входных токов при U ,= 5 В, Гр = 
=0,9 мА, Т=+25° С, не более. и 2 мкА 

типовое значение ....... НЫ 0,5 мкА 
Коэффициент усиления напряжения при „= = 


=+5 В, 1,=0,9 мА: 

при T= +25° С, не менее eese: 40t 
типовое значение ............... зе инниинньниннинь 5 .10* 
при Т=-—45 и +70° С, не менее ..... 8 - 10° 
типовое значение ............... и илиииилньния 4.10“ 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при. U, = +5 В, [„„=0,9 мА, T= 
= +25° С, не менее 

ТИНОВОЕ: ЗНАЧЕНИЕ: ионная 90 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при И,=+5В, Г[Г„р›=0,9 мА, К=-—100, T= 
= +25° С, не менее 10 В/мкс 

типовое значение ..............инининьнье, 25 В/мкс 
Температурный дрейф напряжения смещения 


при И, = +5 В, [„р=0,9 мА, Т= —45... +70° С, 
НВ. DONEO arueraa 50 mkB/° С 
типовое значение ................ л.н 5 мкВ/° С 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ...................... ни 7.9: 
Максимальное входное пе peennani noe на- 


ПРЯЖЕНИЙ икона + 2,5 В 
Максимальное входное синфазное напряже- 
НИЕ о O TAE PEES OTEN |U, —1,5| B 
Максимальный ток нагрузки .................... $ МА 
Максимальная емкость нагрузки ....... .... 25 пФ 


Температура окружающей среды —45... +70° C 


мн, nB fvTu 
АННА kenong | 


и - =900 0n 


+8 U 


Зависимость приведенного ко 

входу микросхемы напряжения 

шумов от напряжения питания 
при К, =0, [„р=0,9 мА 


(Льх, mer ? Г, 


А407УД! 
ИРИОТУДТ 


10? 10° 10° 10° 108 Ш’: 


Зависимость коэффициента — Зависимость напряжения сме- Зависимости максимального вы- 

усиления напряжения от час- щения нуля от напряжения ходного напряжения от напряже- 

тоты при [„р=0,9 мА питания при [,.р=0,9 мА ния питания при [ир=0,9 МА, 
К„=2 кОм 


Схемы включения 


АНД! 
| a| KPKO7YI 


CIIS 
2 
К: 9 
R2 10x : 
Za 


Типовая схема включения микросхем Принципиальная схема бестрансформаторно- 
К1407УД1, КР1407УД1 (R 21 кОм, C <25 пФ) го микрофонного усилителя на микросхемах 
К1407УД1, КР1407УД1 


+ 
n 


panam 
paaga 


C4 
1” 
K1407901, КРИФТЧД! 
7 
Выход 


o E []% 
Т i 
a) 6) 


Принципиальная схема широкополосного инвертирующего усилителя на микросхемах К1407УД] и 
КР1407УД1 (а), таблица значений емкостей коррекции (6) и частотные ` характеристики усилите- 
ля (в) (Е„>1 кОм, С,<25 пФ) 
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К1407УД2, КР1407УД2 


Микросхемы представляют собой програм- 
мируемые малошумящие операционные усили- 
тели. Выполнены на биполярных транзисторах 
с изоляцией элементов р-п переходом. Предназ- 
начены для применения в видеоусилителях. 


Корпус микросхемы КР1407УД? типа 
2101.8-1, К1407УД2 — типа 301.8-2 — (см. 
К1407УД1, КР1407УДТ). Масса микросхемы 


в корпусе 2101.8-1 не более 0,7 г, в корпусе 
301.8-2 — не более 1,5 г. 


№14079Д2, KPOTIAZ +y 


Назначение выводов: 

в корпусе 2101.8-1: 7 — коррекция 1 (баланс); 
2 — инвертирукяций вход усилителя; 3 — неин- 
вертирующий вход усилителя; 4— питание 
(—0.); 5-—коррекция 2 (баланс); б— выход 
усилителя; 7 — питание (+U); 8 — ток управле- 
HHA; 

в корпусе 301.8-2: /— ток управления; 2— 
коррекция | (баланс); 3 — инвертирующий вход 
усилителя; 4 — неинвертирующий вход усилите- 
ля; 5— питание (—И0,); б-—-коррекция 2 (ба- 
ланс); 7 — выход усилителя; 8 — питание (+ U). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания .......... + 12 В 
Ток потребления при И, = +12 В, [„„=4 мкА, 
T= +2 < ne DONGE ааа 100 мкА 

типовое значение ................... аа 60 мкА 


Нормированное напряжение шума при U = 


= +12 В, /„„=4 MKA, А, =0, /=100 Гц, T= 
ое 2 C НЕ DOCO а ann 15 нВ/./Гц 
типовое значение ............................ 12 нВ/\/Гц 


Максимальное выходное напряжение при И, = 


=. 12 B, [пр=4 мкА, T= — 60... +85° С, не Me- 
| О Я 1 +10 B 
типовое ‘значение .oossssseseesseesesocerisonsiriorue +11 B 
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Напряжение смещения при U = +12 B, Lnp= 
=4 мкА: 


при T= С. не более онл 5 мВ 
ТИПОВОЕ ЗНЗУЕВИЕ: ионов 0,5 мВ 
при T= —60 и +85° С, не более ............ 10 MB 
ТИПОВОЕ: Значение. ада ионы 2 мВ 
Входной ток при И, = +12 В, [„„=4 мкА, T= 
sto CRE БОЛ оао 150 нА 
TRRODOG Значение дикое оаньщь 110 нА 
Разность входных токов при U = +12 В, [= 
=4 мкА, Т=-+25° С, не более ..... аа. 50 нА 
ТИНОВОе: Значение -.... льна оабьновиь 25 нА 


Коэффициент усиления напряжения при U, = 
= +12 В, [„р=4 мкА: 


при T= +25° С, не менее ..............ильниььи 5.10% 
типовое значение ....................илииииньььнниини 7. 10* 
при T= —60 и +85° С, не менее ............ 2.10“ 
типовое значение ................. линии: 5. 10° 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при И„= +12 В, [„„=4 MKA, T= 
= 425° ФЕ 70 ab 

ТИПОВОЕ: Значение oci r 100 дБ 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при И„= +12 В, [1„=4 мкА, Т= +25” С, не 


И И 0,5 В/мкс 
типовое значение ...............знеизаньтативания 1 В/мкс 
Частота единичного усиления при U, = +12 В, 
[р=4 MKA, T= +25° С, не менее ............ 3 МГц 
ТИНОВОС: Значение ге бани 5 МГц 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................... . + (1,2... 13,2) В 
Максимальное входное синфазное напряже- 
И о ое EE +10 В 
Максимальное входное дифференциальное на- 
ПОНИ ое 2,5 В 
10K НАГРУЗКИ о бан 20... 5000 мкА 
Минимальное сопротивление на- 
онных R 2 кОм 
Температура окружающей 

среды 


10" 10° 10 10° Ipp, "KA 


Зависимость тока потребле- 
ния от тока управления 


Uun, #B/vTu 
Knospe, ИР: || ||| 


№ 102 10° Dor, MKA 


Зависимость приведенного ко Зависимость напряжения сме- 
входу микросхемы напряжения щения нуля от тока потребле- 
шумов от частоты при В, =0, ния при О! = +12 В 
упр =4 МКА 
ин, Н/У Му, 45 Аи, 45 


ААЦ 


ео 
РА 


10 10? 103 In, MKA 10 10° 10% To, MKA 4 8 1040,8 
Зависимость приведенного KO вхо- Зависимость коэффициента Зависимость коэффициента 
ду микросхемы напряжения шумов усиления напряжения от то- усиления напряжения от на- 
от тока потребления при К, =0, ка потребления пряжения питания 

=1 кГц 
+ (7, 


Схемы включения 


10/55 10/55 R2 100 


Быхов 


r K Выход 


Схема включения микросхем К1407УД2? и 
КР1407УД2 в режиме повторителя напряжения 


Принципиальная схема низковольтного 3By- 
KOBOTO Г енератора-пробника на микросхеме 
К1407УД2 (/=1 кГц) 


> 
Схема подачи тока управления: Кр=(|А0|)-— 


вр 
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apl A R2, 
покой, мкА га KOM 


Принципиальная схема микроамперметра и таб- 
лица сопротивлений резисторов, определяющих 
пределы измерения тока 


К1407УДЗ, КР1407УДЗ 


Микросхемы представляют собой програм- 
мируемые малошумящие широкополосные опе- 
рационные усилители с регулируемыми токами 
управления. Выполнены на биполярных тран- 
зисторах с изоляцией элементов р-п переходом. 
Рассчитаны на работу с низкоомными источни- 
ками сигналов (от 100 до 10 кОм). Предназначе- 
ны для применения в видеоусилителях. 

Корпус микросхемы К1407УДЗ типа 301.8-2, 
КР1407УДЗ — типа 2101.8-1 (см. К1407УД1, 
КР1407УД1). Масса микросхемы в корпусе 
301.8-2 не более 1,5 г, в корпусе 2101.8-1 — не 
более 0,7 г. 


K1407943, KPOTYAS. sy, 
o8 


Пк с 
управления Е 


Назначение выводов: 

в корпусе 301.8-2: | — ток управления; 2— 
‘коррекция | (баланс); 3 — инвертирующий вход 
усилителя; 4 — неинвертирующий вход усилите- 
ля; )5— питание (—0,); б—коррекция 2 (ба- 
Janc); 7 — выход усилителя; 8 — питание (+U); 

в корпусе 2101.8-1: 7 — коррекция 1 (баланс); 
2 — инвертирующий вход усилителя; 3 — неин- 
вертирующий вход усилителя; 4— питание 
(-—0,); 5— коррекция 2 (баланс); б— выход 
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усилителя; 7— питание (+U, ,); 8— ток управ- 
ления. 

Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания ......... +6 В 
Ток потребления при И, = +6 В, [„„„=60 мкА, 
T= 425 C, Bë БОЛЕ 2 мА 

типовое значение .................шннанининининннии 0,8 мА 


Нормированное напряжение шума при U, ,= 


= +6 В, Г„„=125 мкА, К„=10 кОм, Е, =0, f= 
=] КГЦ: 
при Т= +25° С, не более ................. 3 uB/ /Tu 
при T=—60 и +85° C, не более ..... 4 uB/ /Tu 
типовое значение .....................льининии 2 нВ/./Гц 


Максимальное выходное напряжение при U = 


= +6В, /[„,=60 мкА, К„=2 кОм, Т=+25° С, 
He МЕНЕ o EN +3 B 
типовое значение ....osoosoooseseseeososersessossesee +4 В 
Напряжение смещения нуля при U, = +6 В, 
[р=60 мкА, Т=+25° С, не более ......... 5 мВ 
типовое значение ................ннниньниииииинннь 0,5 мВ 
Входной ток при U„= +6 В, [„„=60 мкА, T= 
s+ C. НО. ПОЛО: оон 5 мкА 
ТИПОВОЕ Значение... ели очьииьвььня 1 мкА 
Разность входных токов при И, = +6 В, [= 
=60 мкА, T= +25° С, не более ............. 1 мкА 
типовое значение ..................нньнинннии 0,05 мкА 


Коэффициент усиления напряжения при U, ,= 


= +6В, [„,=60 мкА: 
при Т=+25° С, не менее ............. шеек 10° 
типовое значение .................. ие лииьинлиииии, 2.10* 
при Т=—60 и +85° С, не менее ... 0,8 - 10* 
типовое значение ...................иилиььниниии, 1,5 .10* 


Коэффициент ослабления синфазных входных 


напряжений при И„= +6 В, [„„=60 мкА, T= 
Не MUO он ао Е 76 дБ 
типовое значение ...............шлеиелиииииньннии 100 дБ 


Скорость нарастания выходного напряжения 
при И,= +6 В, [„„=60 мкА, Т=+25° С, не 


р = АРИОН 5 В/мксе 
типовое значение ..................нннниниьии 10 В/мкс 
Температурный дрейф напряжения смещения 
нуля при И,=+6В, Г„„= +60 мкА, T= 
= — 60... +85° С, не более ............... 20 мкВ C 
типовое значение ...............неньннниннния 5 мкВ/° С 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ....................... +2... +12 В 
Максимальное входное дифференциальное на- 
ПОНИ оон +2,5 В 
Максимальное входное синфазное manpas- 
MONRO о але |U, —1,5| В 
Максимальный ток нагрузки ................. 2,5 мА 
Ток управления ...................лееьььььние. 10... 150 мкА 
Температура окружающей 

CUE аа — 60... +85° С 


Un n» "8/vTu 


KROTINI, РАДУ 


S lyp” 15 MKA 
Ави — 
R a 
И Ъ 


100 1000 700007 Гц 


> © 


O +3 +6 +9 +2U,B 


0 10 


Зависимости приведенного KO BXO- Зависимости тока потреб- 

ду микросхемы напряжения шумов ления от напряжения пита- 

от частоты при различных значе- ния при различных значе- 
ниях тока управления ниях тока управления 


Ky, u, 4B Ix, MKA 


KOTINI КРАЯ 


0 +9 +6 +9 *00(,8 -60 -20 20 50 1001°0 


Зависимости коэффициента уси- Зависимость входного тока от 

ления напряжения от напряже- температуры окружающей сре- 

ния питания при различных зна- ды при [„р=60 мкА 
чениях тока управления 


10 10% 105 1081 fru 10- 


Зависимость коэффициента усиления напряже- 
ния от частоты при [.р=60 мкА 


0 +45 +65 +9 100,8 


Зависимость напряжения сме- 


щения нуля от напряжения 
питания при /[„р=60 мкА 


U бых, maT ? 5 


11407УДУ, KP1407403 


-Uig maT 


-60 -20 20 60 100T,°t 


Зависимости максимального 

выходного напряжения от 

температуры окружающей 
среды 


10° АМ 


10! 10? 


Амплитудно-частотные характеристики усилите- 
ля на микросхемах К1407УДЗ, КР1407УДЗ при 
различных значениях тока управления 
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Схемы включения 


Схема включения микросхем 
К1407УДЗ и КР!1407УДЗ с ком- 
пенсацией напряжения смещения 

(R >3 кОм, K, y> 100, 
ЕЗК../(ВЗ+Е,.)=Ё, где R, .— 
сопротивление цепи обратной свя- 
зи) 


упр (10...90 кА) +U (+2,2..+128) 


Выход 


Ее. 
а U (2.-12 8) 


Схема подачи регулирующего напряжения на 
микросхемы 
К1407УДЗ и КР1407УДЗ (1„„=(20,-—0,7)/ Втр; 
К1<100 кОм; R, <10 кОм) 


R2 10x 


1407, , 
nenons ЗВ 
enora 62-21% 


И 


Схемы включения микросхем К1407УДЗ и 
КР1407УДЗ при различных значениях К, и, 
обеспечивающие максимальную полосу пропус- 
кания при минимальной неравномерности АЧХ: 
а—К,и=10, [р=100 мкА; б—К,и=100, [„›=100 мкА 


КФ1407УД4 


Микросхема представляет собой четырехка- 
нальный операционный усилитель с понижен- 
ным уровнем шумов. Выполнена на биполяр- 
ных транзисторах с изоляцией элементов р-п 
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Схема включения начально- 
го источника тока микросхем 
К1407УДЗ и КР1407УДЗ при 

Вр=(20,—0,7) / Гир ка 


1407943 KOTINI 
KP140TYN3 3 207 
7 8 
Выход pia Выход 


Схема включения микросхем 
К1407УДЗ и КР!407УДЗ с 
генератором начального то- 


переходом. Обеспечивается возможность управ- 
ления статическими, динамическими и шумовы- 
ми характеристиками с помощью внешних 
элементов. Предназначена для применения в 
тракте воспроизведения и записи звука в мало- 
габаритной аппаратуре с автономным MHATA- 
нием. 

Корпус типа ®08.16-130. Масса не более 1 г. 


208. 16-190 


KP1407414 


№014073Д4 


Функциональный состав: I, II, Ши IV— one- 
рационные усилители 1-го, 2-го, 3-ro и 4-го 
каналов соответственно. — 

Назначение выводов: 1— неинвертирующий 
вход 1-го канала (+); 2 — инвертирующий вход 
1-го канала (—); 3— выход 1-го канала; 4, 
5—питание (—U,); б—выход 2-го канала; 
7— инвертирующий вход 2-го канала (—); 8— 
неинвертирующий вход 2-го канала (+); 9— ne- 
инвертирующий вход 3-го канала (+); 10 — ин- 
вертирующий вход 3-го канала (—); 11 — выход 
3-го канала; [2— ток управления; [3 — питание 
(+0.); 14— выход 4-го канала; 15 — инверти- 
рующий вход 4-го канала (—), 16 — неинверти- 
рующий вход 4-го канала (+). 


Электрические параметры 


Номинальное напряжение питания ...... +1,5 В 
Ток потребления (общий) при И, = +1,5 В, 
[р=20 мкА, К,„=2 кОм, U, =0: 
при T= +25° С, не более ...................... 2 мА 
типовое значение .................нильииньниннние 0,7 мА 


при Т=-—10 и +70° С, не более .... 2,5 мА 


Нормированное напряжение шума при U, = 


= +1,5 В, [н›=20 мкА, К,=0, f=10 кГц; 
при Т== +25° С, не более .............. =. нВ//Гц 
типовое значение ...................нининьь: 5,0 uB/,/Tu 
при T=—10 и +70° C, не 6o- | 
TE aa И ЕН 10 нВ//Гц 
типовое значение ................ннььнини 6,0 нВ//Гц 


Максимальное выходное напряжение при U = 


= +1,5 В, [р=20 мкА, R,=2 кОм, не менее: 
При: ЕЭС зоол + 0,65 В. 
при Т=-—10 и +70°С..................... + 0,55 В 
Напряжение смещения нуля при U, „= 1,5 В, 
I np= 20 мкА, Т=+25°С, не более ......... 5 мВ 
типовое значение ................. зи еишиининниии 1,5 мВ 
Входной ток при И, = +1,5 В, [„„=20 мкА: 
при Т=+25° С, не более .................... 2 мкА 
типовое значение ................ ил еинньинннинния 0,5 мкА 


К другим 
каналам 


при Т=-—10 и +70° С, не более ... 2,5 мкА 
Разность входных токов при И, = + 1,5 В, [пр= 
= +20 мкА: 

при Т=+25°С, не более................. 0,5 мкА 

типовое значение ................шееннинининья 0,06 мкА 

при Т=—10 и +70° С, не более ...... 1 мкА 
Коэффициент усиления напряжения при U, = 


= +1,5 В, Г[.р=20 мкА: 

-upa Г=+25°С, не менее ...............-:---ь.. 3000 
ТИПОВОЕ JOEG нае 4000 
при Т=-—10 и +70° С, не менее ........ 2000 


Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при И, = + 1,5 В, [„„=20 мкА, T= 
= + 25° C, не менее ......... ие. ььаьиаьоранаи 70 дБ 
Частота единичного усиления при U = + 1,5 В, 
[ир=20 мкА, T= +25° С, не менее ...... МГц 

ТИПОВОЕ: ЗНАЧЕНИЕ елки ани 3 МГц 
Скорость нарастания выходного напряжения 
при И,= +1,5 В, [„,=20 мкА, К=-—10, T= 
=+25° С, не менее ................. ны 1 В/мкс 


\ 


типовое значение ...................илиинниньинии. 3 В/мкс 


Коэффициент разделения каналов при U, ,= 
= +1,5 В, Г.›=20 мкА, Т= +25” С, типовое 


значение 


Предельные эксплуатационные данные 


Напряжение питания ................... 
Максимальное входное дифференциальное на- 


ооо ооо оо ооо ооо ооо фо соо ооо ооо ооо оо ооо о 


Температура окружающей 
среды 


ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо» 


+ 1,5... +6 В 


ПРяжение сылка + 2,5 В dëcroro позеннияла 200 В. 
Максимальное входное синфазное anpa- 
Гот, МА Ку, и, x103 


EZZAR 


0 +2 t4 +6 t8 UB 

Зависимости тока потребления 

от напряжения питания при раз- 

личных значениях тока управ- 
ления 


0 #2 +4 +6 +50,8 0 2 


Зависимость коэффициента уси- 

ления от напряжения питания 

при различных значениях тока 
управления 


Зависимость 
ния от тока 


è 


WODNE ora A |U —1,5| B 
Максимальный ток нагрузки любого ka- 
ан $0 2b ‘нала, сое до MA 
Tor УПРАВАЕНИЯ: пло, 5... 100 мкА 


... ©... +70° С 


П римечание. Допустимое значение стати- 


40 60 Iynp, мкА 


тока потребле- 
управления при 


И. =+1,5 В 


мн, ИВ/УТа 


10° 10! 102 10° 10* Tų 


Зависимости приведенного ко 

входу микросхемы напряжения 

шумов от частоты при раз- 

личных значениях тока управ- 
ления 


Зависимости коэффициента уси- 

ления напряжения от частоты 

при различных значениях тока 
управления 


‚912 


Зависимость коэффициента 

ослабления напряжения син- 

фазного сигнала от напря- 
жения питания 


Ку, и, ДБ 


10! 102 10° 10% 107 1087 Tų 


Схемы включения 


940744 |+ 0, 


Схема включения источника тока управления Принципиальная схема микромощного Mac- 


при однополярном питании штабного усилителя 
1,47 01,47 
R3 47к | +U 
EZA и n 
j n 
K микрофону R2 V KPHOTINS 
>] + К]! 19 
p 


Принципиальная схема предварительного уси- 
лителя для микрофона 


65 
147 


Принципиальная схема предварительного уси- 
лителя кассетного магнитофона 


Тип микросхемы 


К142ЕН1 
К142ЕН2 
К142ЕНб 
К142ЕН8А 
К142ЕН8Б 
K142EN8B 
K142EH9A 
K142EH9B 
K142EH9B 
К174АФ1 
К174АФ5 
К174ГЛ1 
К174ГЛ1А 
К174ГЛ2 
К174КП] 


К174ПС1 
К174УК1 
К174УН7 


К174УН9 

К174УН10 
К174УНИ 
К174УН12 
К174УН13 


К174УН14 
К174УН15 
К174УП] 


К!74УР! 
K174YP2 
У174УР4 


+ К!174УР5 


К174УР7 

К174ХА2 
К174ХАЗ 
К174ХАб 
К174ХА8 


K174XA9 


K174XA10 


K174XA11 
К174ХА12 


К174ХА15 


К174ХА16 
К174ХА17 


К174ХА20 


К175УВ4 
KP198HT1 
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Приложение 1 


Таблица N1 


Функциональное назначение 


Стабилизатор напряжения 
» 
Двуполярный стабилизатор напряжения 
Стабилизатор напряжения (9 В 
Стабилизатор напряжения (12 В) 
Стабилизатор напряжения (15 В) 
Стабилизатор напряжения (20 В) 
Стабилизатор напряжения (24 В) 
Стабилизатор напряжения (27 В) 
Схема синхронизации генератора строчной развертки 
Е-С-В-матрица цветовых сигналов с фиксацией уровней 
Генератор кадровой развертки 
То же | 
2 < >» 
Аналоговый мультиплексор на четыре двухканальных 
входа и один выход в каждом канале 
Двойной балансный преобразователь частоты 


Схема регулятора яркости, контрастности, насыщенности 


Усилитель мощности НЧ (4,5 Вт) 


Усилитель мощности НЧ (5 Вт) 

Электронный регулятор тембра 

Усилитель мощности НЧ (15 Вт) 

Электронный регулятор громкости и баланса 
Универсальный усилитель для аппаратуры магнитной 
записи 

Усилитель мощности НЧ (4,5 Вт) 

Двухканальный усилитель мощности НЧ (2х 6 BT) 
Усилитель яркостного сигнала и устройство электронной 
регулировки размаха выходного сигнала, привязки и ре- 
гулировки уровня черного 

УПЧ ЧМ, ЧМ-демодулятор, предварительный УНЧ 
УПЧ канала изображения 

УПЧ ЧМ, ЧМ-демодулятор, предварительный УНЧ 
УПЧ канала изображения, видеодетектор и устройство 
обработки видеосигнала 


Отечественные микросхемы и их зарубежные аналоги 


Зарубежный аналог 


иА723С 
нА723С 
501501 
SG7808K 
SG7812K 
SG7815K 
SG7818K 
SG7824K 
LAS1528 
TBA920 
TBA2530 
TDA1170 
TDA1270 
TEA1120 


TDA1029 
S042 
TCA660 


TBA810, ТВА8105, 


А210К 
ТСАЭ940 
ТСА740А 
ТрА2020 
ТСА730А 
TDA1002 


TDA2003 
TDA2004 


TBA970, A270 


ТВА1205 
TDA440 


Экономичный тракт обработки ЧМ-сигнала с низкой MY TCA770 


Многофункциональная микросхема приемного АМ-тракта! ТСА440, A244 


Компандерный шумоподавитель 


МЕ545В 


Многофункциональная микросхема приемного ЧМ-тракта ТРА1047 


Сдвоенный синхронный демодулятор цветовой поднесущей 
для систем СЕКАМ и ПАЛ 
Предварительный усилитель-ограничитель сигналов цвет- 


ности для работы в системе СЕКАМ и в двухсистемных 


устройствах ПАЛ-СЕКАМ — 
Многофункциональная микросхема радиоприемного АМ- 
ЧМ тракта 


БИС синхронизации цветного телевизионного приемника | ТОА2593, A255 


TCA650 


TCA640 
TDA1083 


Универсальная ВЧ-система ФАПЧ с замкнутым контуром NE561 


обратной связи 


Многофункциональная микросхема для УКВ блоков радио-| ТОА1062 


приемных устройств 

Декодер сигналов цветности системы CEKAM 
Устройство обработки демодулированных цветоразност- 
ных и яркостных сигналов 

Многофункциональная микросхема МА для построения 
селекторов каналов телевизионных приемников 

ВЧ усилитель-преобразователь 

Транзисторная сборка из пяти п-р-п транзисторов 


ТРАЗ520 
TDA3501 


TDA2000A 


САЗ005 
UL1111 


К538УН1 
К548УН1] 
К572ПА1 
К572ПА2 


К5721В1 
К572ПВ2 


К574УД! 
К574У 2 

КР59ОКТ! 
КР59ОКН! 
KP590KH2 
KP590KH3 
KP590KH4 
KP590KH5 


KP590KH6 
KP590KH7 


KP590KH8 
K10030111 
KM1003012 
КР1005ПС1 
КР1005ПС2 
КР!005УЛ1 
KP1005XA1 
KP1005XA2 
КР1005ХА4 
КР1005ХА5 
КР1005ХАб 
КР1005ХА7 
КР1005ХА8 
КР1006ВИ1 
K1100CK2 
K110711B1 
K110711B2 
K1107I1B3 
К!108ПА1 
К!108 ПВ! 
К!108 ПП! 
K1109KT2 


K1113IIB1 
К1407УД2 


10-разрядный умножающий ЦАП 

12-разрядный ЦАП с функцией записи и хранения циф- 
ровой информации 

АЦП на 12 двоичных разрядов 

Интегрирующий АЦП на 3,5 десятичных разряда с выхо- 


дом на семисегментный индикатор 
Быстродействующий ОУ 
Сдвоенный быстродействующий ОУ 
Четырехканальный МОП-коммутатор с устройством уп- 


равления 


Продолжение таблицы ITI 


Тип микросхемы Функциональное назначение Зарубежный аналог 


Малошумящий предварительный УНЧ 
Спаренный малошумящий предварительный УНЧ 


Восьмиканальный МОП-коммутатор с дешифратором 


Четырехканальный МОП-ключ с устройством управления 
^ | Восьмиканальный (4х2) аналоговый коммутатор с дешиф 


ратором 


Четырехканальный аналоговый ключ с устройством уп- 


равления 
Четырехканальный 


аналоговый 


ключ 


управления (однополюсное включение) 


Восьмиканальный аналоговый коммутатор с дешифратором 


Четырехканальный 


аналоговый 


КЛЮЧ 


управления (двухполюсное включение) 


Четырехканальный аналоговый ключ с повышенным быст- 
родействием (однополюсное включение) 


С 


С 


устройством 


устройством 


Аналого-кодовый преобразователь для высвечивания стол 
бика на шкале из 12 светоизлучающих диодов 
Аналого-кодовый преобразователь для высвечивания од- 
ного из 16 светоизлучающих диодов на шкале 


Формирователь опорной частоты для преобразования сиг- 


нала цветности 


Формирователь опорной частоты кадров 
Предварительный усилитель видеосигналов 
Автоматический регулятор частоты вращения вала элек- 


тродвигателя постоянного тока 


Автоматический регулятор средней частоты вращения вала 


электродвигателя блока видеоголовок 
Усилитель яркостного сигнала в канале записи видео- 


магнитофона 


Устройство обработки яркостного сигнала B канале 
воспроизведения видеомагнитофона 
Устройство обработки цветового сигнала и выделения 
сигнала цветовой синхронизации видеомагнитофона 
Формирователь строчных импульсов и генератор поднесу 


щей частоты 


Многофункциональная микросхема ФАПЧ с разомкнутой 


цепью управления ГУН 
Времязадающее устройство (таймер) 
Устройство выборки и хранения аналогового сигнала 


Сыстродействующий 


Восьмиразрядный АЦП 


Шестиразрядный АЦП счастотой квантования 50... 
Быстродействующий прецизионный ЦАП 


То же 


Прецизионный преобразователь напряжение — частота — 


напряжение 
Коммутатор тока 


АЦП на 10 двоичных разрядов 


Программируемый малошумящий ОУ 


100 МГц 


LM382 
LM381 
AD7520 
AD7545 


AD7570 
JC7101 


AD513 
TL083 
AD7519 


3708 
H11800 
H1509 


H 15043 
H1201 


H1508A 
Н15046 


5000 


UAA180 
UL1980 
UAA170 
UL1970 
AN6371 


AN6342 
AN6320 
AN6341 
AN6350 
AN6310 
AN6332 
AN6360 
AN6362 
XR-S200 
NE555, LM555 
LF-398 
TDC1014 
TDC1007 
SDA 5020 


H1562 
TDC1013J 


| VFC-32KP 


ULN2001A 
AD571KD 
LM4250 
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Таблица N2 


Указатель типов микросхем по функциональному назначению 


Функциональное назначение Тип микросхемы 


Аналоговые ключи, переключатели 


Аналоговый переключатель K143KT1, КР14ЗКТ!| 
Последовательный прерыватель К162КТ1, КР162КТ| 
Двухканальный аналоговый мультиплексор на четыре | К174КП] 

входа и один выход в каждом канале 

Восьмиканальный МОП-коммутатор с дешифратором |K590KH1, КР59ОКН1 
Четырехканальный МОП-ключ с устройством управ- | К59Э0КН2, КР59ОКН2 
ления 

Восьмиканальный (4х2) аналоговый коммутатор с де- | К5ЭОКНЗ, КР59ОКНЗ 
шифратором 

Четырехканальный аналоговый ключ с устройством | К590КН4, KP590KH4 
управления 

Четырехканальный аналоговый ключ с устройством | K590KH5, КР59ОКН5 
управления (однополюсное включение) 

Восьмиканальный аналоговый коммутатор с дешифра- |K590KH6, КР59ОКНб 
тором 

Четырехканальный аналоговый ключ с устройством | К5ЭОКН7, КР59ОКН7 
управления (двухполюсное переключение) 


Четырехканальный аналоговый ключ с повышенным | К59ОКН8А, KP590KH8A . 


быстродействием (однополюсное включение) для ком- 

мутации напряжения —10... +10 В 

Четырехканальный аналоговый ключ с повышенным | К59ОКН8Б, КР59ОКН8Б 
быстродействием (однополюсное включение) для управ- 

ления микросхемами K590KH8A, КР59ЭОКН8А 

Двухканальный аналоговый ключ с устройством управ-К590КН9, KP590KH9 
ления (однополюсное включение) 

Четырехканальный МОП-коммутатор с устройством | K590KT1, КР59ОКТ! 
управления 


МОП-ключ КР1014КТ1А —КР1014КТ1В 


Семиканальный ключ для управления приборами ото-|К1109КТ2 

бражения информации 

Семиканальный ключ для управления приборами ото-|К1109КТ21 —К1109КТ24 
бражения информации | 

Восьмиканальный ключ для управления приборами oTo- К1109КТ61 —К1109КТ65 
бражения информации 


Операционные усилители 


Операционный усилитель средней мощности К157УД1 
Двухканальный операционный усилитель К157УД2 
Быстродействующий операционный усилитель К574УДТА —К574УД1В, 


КР574УД1А — КР574УД1В 


Двухканальный  быстродействующий — операционный | К574УД2?А, К574УД?Б, 


усилитель КР574УД2А, КР574УД2Б 
Четырехканальный операционный усилитель К1401УД1 
Четырехканальный операционный усилитель К1401УД2 


Четырехканальный управляемый операционный усили- | К1401УДЗ 

тель 

Малошумящий широкополосный операционный усили-К1407УД1, КР1407УД1 
тель 

Программируемый малошумящий операционный усили-К1407УД2, КР1407УД2 
тель 

Программируемый малошумящий широкополосный | К1407УДЗ, КР1407УДЗ 
операционный усилитель 

Четырехканальный операционный усилитель с пони- | КФ1407УД4 

женным уровнем игума 


Усилители низкой частоты 
Двухкаскадный усилитель постоянного тока К118УНТА — К118УН1Д 
Каскодный усилитель К118УН2А — К!18УН2В 
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Страница 


Продолжение табл. П2 


Функциональное назначение Тип микросхемы Страница 


Трехкаскадный предварительный усилителы К157УН1А, К157УН1Б 
низкой частоты 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УНА4А, К174УН4Б 
выходной мощностью 1 Вт 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УН7 

выходной мощностью 4,5 Вт 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УН9А, К174УНУБ 
выходной мощностью 5 Вт 

Электронный двухканальный регулятор тембра высших! К174УН10А, К174УН1О0Б 
и низших звуковых частот 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УН11 

выходной мощностью 15 Вт 

Электронный двухканальный регулятор громкости и|К174УН12 

баланса каналов 

Усилитель мощности низкой частоты с номинальной | К174УН14 

выходной мощностью 4,5 Br- 

Двухканальный усилитель мощности низкой частоты c| К174УН15 

выходной мощностью 6 Вт в каждом канале | 

Двухканальный усилитель низкой частоты для стерео-|К174УН17 

телефонов 

Двухканальный усилитель низкой частоты с номиналь-|К174УН18 

ной выходной мощностью | Вт 


Универсальный линейный усилитель КР198УН1А — КР198УН1В 

Малошумящий универсальный усилитель К538УН1 

Малошумящий низковольтный усилитель К538УН2, КР53З8УН2 

Сверхмалошумящий широкополосный усилитель К538УНЗА, К538УНЗБ, 
КР5З8УНЗА, КР53З8УНЗБ. 

Двухканальный малошумящий усилитель К548УН1А — К548УН1В 


Малошумящий усилитель низкой частоты для слухо- | К548УН2 
вых аппаратов 

Специализированная микросхема для высококачествен- | КР548УНЗ 
ных слуховых аппаратов 


Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 


К572ПА1А —К572ПА1Г 
К572ПА?2А —К572ПА2В 


К572ПВ1А —К5721В1В 


Умножающий цифро-аналоговый преобразователь 
12-разрядный умножающий цифро-аналоговый преобра- 
зователь 
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь после- 
довательных приближений 
Интегрирующий аналого-цифровой преобразователь на|К572ПВ2А —К572ПВ2В, 
3,5 десятичных разряда с выходом на семисегментный | КР572ПВ2А —КР572ПВ2В 
светодиодный индикатор | 

Быстродействующий  шестиразрядный параллельный | К1107ПВ1, КР1107ПВ1 
аналого-цифровой преобразователь 

Восьмиразрядный параллельный аналого-цифровой пре- К1107ПВ2 

образователь 

Шестиразрядный параллельный аналого-цифровой пре-|К1107ПВЗА, КМ1107ПВЗА 
образователь с частотой квантования 100 МГц 

Шестиразрядный параллельный аналого-цифровой пре- | К1107ПВЗБ, КМ1107ПВ3ЗБ 
образователь с частотой квантования 50 МГц 
12-разрядный прецизионный быстродействующий циф- |К1108 ПАПА, К1108ПА1Б 
ро-аналоговый преобразователь 
10-разрядный прецизионный быстродействующий функ-|К1108 ПВА, К1108ПВТБ 
ционально законченный аналого-цифровой преобразо- 
ватель последовательного приближения 

Прецизионный преобразователь напряжение — частота 
напряжение 

10-разрядный функционально законченный аналого- 
цифровой преобразователь последовательного прибли- 
жения 

Сверхбыстродействующий восьмиразрядный цифро-ана- 
логовый преобразователь 


К1108 Ш, КР1108 ПП 
K1113IIB1A —К1113ПВ1В 


К1118ПА1, КМ1118ПА1 


321 
321 
325 
328 


333 
346 


351 
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Тип микросхемы Страница 


Микросхемы для аппаратуры видеозаписи 


Формирователь опорной частоты для преобразования | КР1005ПС1 


сигнала цветности 


Делитель частоты с программируемым коэффициентом КР1005ПЦ1 


деления 
Формирователь опорной частоты кадров 
Предварительный усилитель видеосигналов 
Автоматический регулятор частоты вращения вала 
электродвигателя постоянного тока 

Автоматический регулятор средней частоты вращения 
вала электродвигателя блока видеоголовок 

Усилитель яркостного сигнала в канале записи видео- 
магнитофона 

Устройство обработки яркостного сигнала в канале 
воспроизведения видеомагнитофона 

Устройство обработки цветового сигнала и выделения 
сигнала цветовой синхронизации видеомагнитофона 
Формирователь строчных импульсов и генератор под- 
несущей частоты 


КР10051Ц?2 | 
КР1005УЛ1А, КР1005УЛТБ 
КР1005ХА1 

КР1005ХА2 

КР1005ХА4 

КР1005ХА5 

KP1005XA6 


KP1005XA7 


Микросхемы для телевизионных устройств 


Устройство синхронизации генератора строчной раз- 
вертки телевизионного приемника 

Е-(-В-матрица цветовых сигналов и регулятор HBe- 
товой насыщенности 

Е-С-В-матрица цветовых сигналов и устройство фик- 
сации уровня черного и баланса белого цветов 
Генератор кадровой развертки 

Генератор кадровой развертки для черно-белых и цвет- 
ных кинескопов 

Регулятор яркости, контрастности, насыщенности и фор- 
мирователь зеленого цветоразностного сигнала 
Усилитель яркостного сигнала и устройство электрон- 
ной регулировки выходного сигнала, привязки и регули 
ровки уровня черного 

Усилитель-ограничитель ЧМ-сигнала, демодулятор и 
предварительный усилитель низкой частоты 

УПЧ канала изображения 


Усилитель-ограничитель ЧМ-демодулятора и предвари- 


тельный УНЧ с АРУ 

УПЧ канала изображения с АРУ, видеодетектором и 
устройством обработки видеосигнала 

Широкополосный усилитель для компенсации потерь 
в пьезофильтрах УПЧ канала изображения 
Одноканальный синхронный демодулятор цветовой 
поднесущей для сигналов, кодированных по системе 
СЕКАМ 

Сдвоенный синхронный демодулятор цветовой подне- 
сущей для систем ПАЛ и СЕКАМ 

Предварительный усилитель и ограничитель сигналов 
цветности для работы в системе СЕКАМ и двухсистем- 
ных телевизорах ПАЛ-СЕКАМ 

Устройство синхронизации генераторов строчной и кад- 
ровой разверток и канала цветного изображения 
Декодер сигналов цветности системы СЕКАМ 


Устройство обработки демодулированных цветоразност- 


ных и яркостных сигналов 


Многофункциональная микросхема для селекторов кана- 


лов телевизионных приемников 
378 


К174АФ1 
К174АФ4 
К174АФ5 


К174ГЛ1, К174ГЛТА 
К174ГЛ2 


К174УК1 
К174УП1 


К174УР1 


К174УР2 
К174УР4 


К174УР5 
К174УР10 
К174ХА1 


К174ХА8 
К174ХА9 


К174ХА!1 


К174ХА16 
К174ХА17 


К174ХА20 


277 
219 
281 
282 
285 
286 
288 
290 
293 


299 


82 
85 
87 


89 
91 


102 
133 


135 


137 
142 


144 
149 


° 150 


163 
166 
174 
186 
188 
191 
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Функциональное назначение Тип микросхемы ' Страница 


Микросхемы для аппаратуры магнитной записи и воспроизведения звука 


Двухканальный двухполупериодный выпрямитель сред-|К157ДА1 

него значения сигналов для управления приборами 

индикации средних уровней записываемого сигнала 

Двухканальный предварительный усилитель воспроиз- | К157УЛЛА; К157УЛ1Б 
ведения 

Двухканальный микрофонный усилитель и двухканаль- | К157УППА, К157УП1Б 
ный предварительный усилитель записи 

Двухканальное пороговое устройство управления при- | К157ХП1 

борами индикации пиковых уровней записи с выпрями- 

телем для системы АРУЗ | 

Стабилизатор напряжения с электронным управлением! К157ХП2 

и элементы генератора токов’стирания и подмагничи- 

вания 

Адаптивный противошумный процессор, действующий | К157ХПЗ 

по принципу динамической фильтрации 


Компандерный шумоподавитель К174ХАЗА, К!74ХАЗБ о 


Универсальный усилитель | К174УН13 


Микросхемы для радиоприемников 
К1741С1, КФ174ПС1 
К174ПС4 
`К174УРЗ 
К174УР7 
К174ХА2 
К174ХА6 
К174ХА10 


К74ХА15 


Двойной балансный преобразователь частоты 
Двойной балансный преобразователь частоты 
Усилитель-ограничитель, ИМ-демодулятор и предва- 
рительный УНЧ 

Экономичный тракт обработки ЧМ-сигнала с низкой 
промежуточной частотой 

Многофункциональная микросхема приемного АМ- 
тракта 

Многофункциональная микросхема тракта ПМ-ЧМ 
радиоприемного. устройства 

Многофункциональная микросхема — радиоприемного 
АМ-ЧМ тракта 

Многофункциональная микросхема для УКВ блоков 
радиоприемных устройств 


Универсальный высокочастотный усилитель-преобра-К157ХАЛА, К157ХА1Б 
зователь 

УПЧ с АРУ и амплитудным детектором К157ХА2 

Детектор АМ-сигнала и детектор АРУ с УПТ К175ДА1 


Широкополосный усилитель К175УВПА, К175УВ1Б 


Универсальный усилитель на основе дифференциаль- | К175УВ2А, К175УВ2Б 
ного усилителя 

Универсальный экономичный широкополосный усилитель К]175УВЗА, К175УВЗБ 
Усилитель-преобразователь высокой частоты на основе К175УВ4 
дифференциального усилителя 


Микросхемы для синтезаторов частот 


Высокочастотный делитель частоты с постоянным | КМ193ИЕ] 
коэффициентом деления 2 

Высокочастотный делитель частоты с программируемым КМ193ИЕ? 
коэффициентом деления 10/11 

Маломощный делитель частоты с программируемым | КМ193ИЕЗ, КР19ЗИЕЗ 
коэффициентом деления 
Маломощный делитель частоты с постоянным коЭф- | КМ193ИЕ4, КР19ЗИЕ4 
фициентом деления 32 

Высокочастотный делитель частоты с постоянным коэф- КМ193ИЕ6б, КР19ЗИЕб 
фициентом деления 64 и 256 

Сверхвысокочастотный делитель частоты с коэффи- | К19ЗИЕ7 

циентом деления 4 


53 


62 
66 
71 


72 


74 


156 
120 


97 
101 
139 
146 
152 
160 
169 
183 

68 

70 
194 
195 
196 


198 
199 


200 
203 
205 
208 
208 
209 
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Микросхемы для управления устройствами индикации 


Аналого-кодовый преобразователь для высвечивания K10031111 
столбика на шкале из 12 светоизлучающих диодов 
Аналого-кодовый преобразователь для высвечивания од- К 10031112 
ного из 16-светоизлучающих диодов на шкале 

Аналого-кодовый преобразователь для высвечивания | К10031113 
одного из 10 светоизлучающих диодов на шкале 


Микросхемы для кино- и фотоаппаратуры 


Логарифмический преобразователь с суммирующим | К1112 ПИ] 
усилителем, стабилизатором напряжения и источнико 

опорного напряжения 

Устройство определения баланса электрического моста! К1112ПП2 
с устройством индикации 


Микросхемы различного назначения 


Однокаскадные дифференциальные усилители постоян- | К118УД1А —К118УД1В 
ного тока 
Сборка из двух n-p-n транзисторов (базовая схема | КР159ЭНТ1А — КР15ЭНТ1Е 
дифференциального усилителя) 


Матрица из пяти п-р-п транзисторов KP198HT1A, КР198НТБ, 

Матрица из четырех п-р-п транзисторов КР198НТ2А, КР198НТ?Б, 

КР198НТЗА, КР198НТЗБ, 

Матрица из трех п-р-п транзисторов КР198НТ4Б 

Матрица из пяти р-п-р транзисторов КР198НТ5Б, 

Матрица из четырех р-п-р транзисторов КР198НТб6Б, 

КР198НТТБ, 

Матрица из трех р-п-р транзисторов КР198НТ8А, КР198НТ8Б 

Многофункциональный дифференциальный усилитель |КР198УТ1А, КР19ЗУТ1Б 
Времязадающее устройство (таймер) КР1006ВИ1 


Устройство выборки и хранения аналогового сигнала | К1100СК2, КР1100СК2 
Устройство управления импульсными источниками вто-К1114ЕУЗ 
ричного электропитания 
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Приложение 3 Структурные схемы некоторых видов 
радиоэлектронной аппаратуры 


УКВ-ЧМ приемный тракт 
блок обработки ЧМ-сиенала 
Усилитель - ограничи- 
74 КАБ И, K174XA14 


1741701 
мощности 
Блок электронных 


#174104 
регулировок KITINI. 


aoan eond Aee eel A 


AB-CB-KB приемный АМ-тракт 


9484 u пербий преобразо-| | Блок обработки АМ-сигнала 
lamenti yacmombol 


Второй npeoð yyy | АМ-дете Электронный Cmabunusamop 
| YBY  Иреобразобатель разойтель mop NEpeKniOya meno напряжения 


KIENS 
K142EHB(A-T) 
KI42EHI(A-T) 


K174 KM1 


O Структурная схема радиоприемни- 
ка АМ- и ЧМ-сигналов с 
INY указанием типов микросхем, 
применяемых в каждом 
функциональном узле 


КУУТХАТ, K1759B4 и 7 ХА2 
К174ХА2, K174XA10 
ты [пт тьмы — 


магнитофон 


Усилитель зайиси 


Минрофонный| Преёбари- | Шумотода- конечный Филитель воспроизведения’ 
ДА НУ РТР ЛВ KENE мены Npedbapurens) Шумотеда-| конечный 
усилитель | дитель | усилитель 


АОИ #174919 


Каун | КЭТИ | какая | к974Д2 

| nassu | МТ | KISIANS | Н5ТЧУДИ т! 
KSIBYNI (1197412) #14079Д2 КУЛ! ^1574Д? 
кт | бет nssgyyg | ^74ЖАЗ | КАТУНИ 
№0742 gsgggpy | KITNI | НТН 

К4074ДЗ KENYHIS 


11407944 1174914 


Konnymamop Генератор \Tenepamop nol- Индикатор 
40008 стирания | магничийания уробия записи 


KTXN2 - KÓTAAT 
о | A157941 #1572 АТТА 
© AOTAN K174YH7 KI00INNI 
ы KMI003NN2 
Структурная схема S) 
магнитофона с указанием 


x 0 ( | 100577; — 
‘типов микросхем, применяемых в каждом функциональном узле 
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СЗ 


Выходной дидРо- 
усилитель Г 
(бискретние  f— 


Yny 
m H 
приборе) 
Селектор Yny | ДекобРр р А ра Е 
18 naanod рожон Е и 
р Выходной 


Гинхронизация 
и Кадровая каскад _ 
строчная разёрртиа прочной 
развертка разбертки 


1. 984 МВ 1 Veunumens NY | 1. Чвилитель-0г-| 1. Onoanabanue |1 Усилитель |1 Регулятор |1. Селектор cun- 1, Генератор Yeunumeni 
2. Смеситель МВ |2. Демодулятор яркости хроимпульсов пилообразноге| — мощности 
J APY 2. УМ-бемодуля- Z, He kA Me a ии „_|_ иааряжения 
4 АРУ на селек-| тор перегрузок ес 2. Усилитель 
mop ТВ rana- |d. Прейварит. защита om f Мон J ето лад-| Мощности 
в. Смеситель A о р ko i a e 
4MB иьш BY громкости ‘Уровня черного |4 ANY u P 

7. Temepoĝun |5. Адтоподетроин 5. Нерегулируе- 6. Ограничи- |5, Генератор 
ДМВ ма частоты | мый выход mène тока | дбухуровиейих 


ЛУЧЕЙ импульсов 


KITXAI ке | КАТ | мачт | кая | мАГЛИ 
(n.2) (n3) | (R4236) | (n4234) | (1.12) | aina- 
КАФ кодьие приборы 
KIT4XAZO | НТЧУР? | ЮАР KITAKAG | KITLYHIG ni наи | Kimara | mpanuemops, 
(п.12,34,5) | (1.1,2,4,4,5) | (1,2,34) | (п.2,3) ea | |134) | @12) |" 
K1TAXAS KITAPS 
(n.1) (n.45) 
KITANCA | KITUYPS | KIT4YPA KITKAIE | KITKAIO | ЮТАХАЙ 
(n.67) | (1.12.4456) | (1,2345) | (1.12) (n.1) — |(@4234,5,6) 


K174XA10 
(п.1,2,3) 


Структурная схема телевизионного приемника цветного изображения с указанием функций, выполняемых каждым узлом. Под 
перечнем функций указаны типы микросхем, применяемых в каждом конкретном узле 
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